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Code STI 

TPu 75 

DSR 75 

DRT 76 

THT 77 

CIP 78 

CIBC 79 

TPu 79 

"Sescosem~' Library 
BIbliothèque "Sescosem" 

1er AVRIL 1979 

TITRE 

1975 Power transistors 
Transistors de puissance 1975 

1975 Signal and regulator diodes 
Diodes de signal de régulation 1975 

1976 R ectifiers and thyristors 
Diodes de redressement et thyristors 1976 

1977 High voltage power transistors 
Transistors de puissance haute tension 1977 

1978 Professional integrated circuits 
Circuits intégrés professionnels 1978 

1979 1 ntegrated circuits consumer types 
Circuits intégrés biens de consommation 1979 

1979 Power transistors (To be published in April) 
Transistors de puissance 1979 (A paraftre en Avri/) 

Le transistor de puissance dans son environnement 1978 

Prix T.T.C 

44,10 

35,38 

42,34 

35,38 

60,00 

35,00 

55,00 

90,00 

Every SESCOSEM catalogue and manual are at your disposai, at local "SESCOSEM" distributor. 

Tous nos catalogues et manuels sont à votre disposition, chez le Distributeur "SESCOSEM" de votre région. 



Type 
Type 

2N 2890 
2N 2891 
2N 3053 
2N 3054 
2N 3055 

2N 3055 S 
2N 3439 
2N 3440 
2N 3441 
2N 3442 

2N 3583 
2N 3584 
2N 3585 
2N 3738 
2N 3740 

2N 2741 
2N 3771 
2N 3772 
2N 3773 
2N 4240 

2N 4348 
2N 5038 
2N 5039 
2N 5294 
2N 5296 

2N 5298 
2N 5415 
2N 5416 
2N 5490 
2N 5492 

2N 5494 
2N 5496 
2N 6099 
2N 6101 
2N 6107 

2N 6109 
2N 6111 
108T2 
109T2 
180T2 

181 T2 
182T2 
183T2 
184 T2 
185T2 

Numerical index 
Index numérique 

Page Type 
Page Type 

95 BD 130 
95 BD 135 

103 BD 136 
109 BD 137 
117 BD 138 

125 BD 142 
131 BD 241 
131 BD 242 
137 BD 243 
145 BD 244 

155 BD 301 
155 BD 302 
155 BD 303 
161 BD 304 
169 BD 705 

169 BD 706 
175 BD 707 
175 BD 708 
185 BD 709 
155 BD 710 

185 BD 711 
195 BD 712 
195 BD 905 
199 BD 906 
199 BD 907 

199 BD 908 
211 BD 909 
211 BD 910 
217 BD 911 
217 BD 912 

217 BOX 14 
217 BOX 16 
223 BOX 18, N 
223 BOX 20 
235 BOX 33 

235 BOX 34 
235 BOX 53 
241 BOX 54 
241 BOX 62 
371 BOX 63 

371 BOX 64 
371 BOX 65 
381 BOY 23 
381 BOY 24 
381 BOY 25 

Page 
Page 

249 
255 
257 
255 
257 

259 
263 
267 
271 
273 

275 
283 
275 
283 
291 

295 
291 
295 
291 
295 

291 
295 
299 
303 
299 

303 
299 
303 
299 
303 

307 
313 
319 
327 
335 

341 
347 
351 
355 
359 

363 
367 
371 
371 
371 
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Type Page Type Page 
Type Page Type Page 

BOY 26 381 BUX 11 569 
BOY 27 381 BUX 11 N 577 
BOY 28 381 BUX 12 585 
BOY 55 391 BUX13 593 
BOY 56 391 BUX14 601 

BOY 57 399 BUX15 609 
BOY 58 399 BUX 20 617 
BOY 71 109 BUX 21 625 
BOY 72 137 BUX 22 633 
BOY 73 117 BUX 23 641 

BOY 74 145 BUX 24 649 
BOY 76 175 BUX 25 657 
BOY 78 407 BUX 37 665 
BOY 79 407 BUX 39 669 
BOY 80 413 BUX40 677 

BOY 81 413 BUX 41 685 
BU 104,0 417 BUX 41 N 693 
BU 104 OP 425 BUX 42 701 
BU 104 P 433 BUX 43 709 
BU 109,0 417 BUX 44 717 

BU 109 OP 425 BUX 45 725 
BU 109 P 433 BUX 46 733 
BU 126 441 BUX 47 743 
BU 134 451 BUX 48,A 753 
BU 204 459 BUX 59 767 

BU 205 459 BUX 60 775 
BU 206 459 BUX 61 783 
BU 207 463 BUX 62 791 
BU 208 463 BUX 63 799 
BU 209 463 BUX 64 807 

BU 326 471 BUX 65 815 
BU 326 A 479 BUY 69 823 
BU 800 487 ESM 400 B,C 833 
BUV 18 493 ESM 738 839 
BUV 19 497 ESM 837 845 

BUV 20 501 ESM 1000 855 
BUV 21 509 ESM 1503 861 
BUV 22 517 ESM 2060 867 
BUV 23 525 
BUV 24 533 

BUV 25 541 
BUW 37 549 
BUW38 553 
BUW39 557 
BUX10 561 
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~ 
Ta 126

0 

(CB 7) (CB 16) 

~~ 
~~066 

(CB 72) 

Power transistors 
Transistors de puissance 

Ta 39 (CB 7) Tcase 25°C 

Type Techno VCEO IC Ptot h21E IC VCEsat IC lB 

l'T 
td+tr ~ax ~ax 

NPN 

1 

PNP (1) (V) (A) (W) min max (A) max (A) (A) min max typO typO Page 
typO 

(V) 
(MHz) 

(JlS) (JlS) (JlS) 

2N 3053 Planar 40 0,7 50 250 0,15 1.4 0,15 0,015 100 103 
~2~N~2~8~90~------~P~I-an-a-r--~8~0----~3~~~--~25~----~~~0~,7=5~--=2--~0~,2~~3~0--~0~,3~~l,~5-------- 95 

2N 2891 PI anar 80 40 2 0,75 2 0,2 30 0,3 1,5 95 

BUW 37 Tr Diff 300 0,7 10 20 150 0,2 0,5 0,2 0,02 25 549 

2N 3440 Tr Diff 250 10 40 160 0,02 0,5 0,05 0,004 15 131 

2N 3439 Tr Diff 350 10 40 160 0,02 0,5 0,05 0,004 15 131 

BD 135 

BD 137 

BD 139 

2N 3054 

BDY 71 

BDY 78 

2N 5415 PI anar -200 -1 10 30 150 -0,05 -2,5 -0,05 -0,00515 2* 0,5* 211 

2N 5416 PI anar -300 -1 10 30 120 -0,05 -2 -0,05 -0,00515 2* 0,5* 211 

Ta 126 (CB 16) T case 25°C 

BD 136 PI anar 45 0,5 6,5 25 0,005 0,5 0,5 0,05 250 * 255-257 

BD 138 Planar 60 0,5 6,5 25 0,005 0,5 0,5 0,05 250 * 255-257 
BD 140 Plan-a-r---:::8c::-0------:o::-c'5;::---6;;-'-;:5---;;-25;::-------;:0;-;'o~0:;:5--:0::-c,5;::----~O,-;=5---;;0-;;,O:;:5-;:2;-;:5-;:0-*-----------------#" 

Ta 66 (CB 72) Tcase 25°C 

BDX 14 H.B 55 4 25 25 100 0,5 ________ 0::-'-,,,-5 __ .,-0,-.,.0-,-5----.,.0:...,,8 _______________ 1_0_9-_30_7 

H.B 55 4 25 80 200 0,5 0,5 0,05 0,8 109 

Tr Diff 55 25 25 100 0,5 1 0,5 0,05 8 407 

2N 3740 B.E -60 -4 25 20 -0,5 -0,6 -1 -0,1254 169 

_________ 2_N_3_7_4_1 _B_._E _____ -.:...80'---___ -_4 ___ 2_5 ___ 2_0 _______ -_0'-,5 ___ -_0-'-,6 ____ -_1 __ -_0,1 25 4 ________________ .--...:1..:.6_=_9 

BDY 72 H.B 120 25 60 180 0,5 0,5 0,05 0,8 137 

BDY 79 Tr Diff 120 4 25 25 100 0,5 0,5 0,05 407 

2N 3441 BDX 16 H.B 140 25 20 80 0,5 0,5 0,05 4* 137-313 

2N 3583 Tr Diff 175 35 10 ----1~--0-:-,-,-12~5~10~------------- 155 

2N 3738 Tr Diff 225 20 25 0,25 2,5 0,25 0,025 10 161 

2N 3584 Tr Diff 250 35 25 100 1 0,75 0,125 10 155 

2N 3585 Tr Diff 300 35 25 100 0,75 0,125 10 3 155 

BUX 59 Tr Diff 90 70 20 60 0,7 0,5 8 0,8 1,2 0,3 767 

B_U_X __ 6_0 __________ T_r_D_if_f ___ 12_5 _________ 7_0 ___ 2_0 ____ 6_0 _____ 0,7 4 0,4 8 1,5 0,4 775 

BUX 61 Tr Diff 200 70 20 60 0,7 3 0,3 0,4 783 

BUX 62 Tr Diff 250 70 20 60 2,5 0,7 2,5 0,25 8 1 2,5 0,5 791 

BUX 63 _________ T_r _D_if_f __ 3_2_5 _________ 70 ____ 2_0 ___ 6_0 _______ 0_,_7___ _ __ ----'0,_2 _______ 0-'-,7_ 2,7 ._0'-,7 _____ 7_9_9 

BUX64 TrDiff 400 4 70 20 60 1,5 0,7 1,5 0,158 0,7 0,8 807 

BUX 65 Tr Diff 500 3 70 20 60 0,7 0,1 8 0,7 4 815 

(1) Tr Diff: TRIPLE DIFFUSED, H.B: HOMOGENEOUS BASE 

TRIPLE DIFFUSE 

o Plastic case 

Boitier plastique 

HOMOBASE 

B.E: EPITAXIAL BASE 

BASE EPITAXIALE 
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Power transistors 
Transistors de puissance 

Type 

NPN 

1 

PNP 

BDY 80 

2N 5296 

2N 5490 

2N 5494 2N 6111 

Techno 

(1) 

HoB 

HoB 

HoB 

HoB 

~o 
(CB 117)0 

TO 220 (CB 117) Tcas8250C 

VCEO IC Ptot h21E IC 

VeEX* (A) (W) min max (A) 

(V) 

35 36 40 240 0,5 

40 4 36 30 120 

40 50 20 100 2 

40 50 20 100 3 

VCEsat le lB fT 

max (A) min 
(A) Page 

(V) typO 

(MHz) 

0,05 1* 413 

0,1 0,8 199 

0,2 O,B 217 

0,3 0,8 217-235 

BD 241 BD 242 BoE 45 40 20 1,2 3 0,6 263-267 

=B-=:D-:2:::4-:-3 __ ---,B::-:D::-:;:-24::-:4::-_-::B-:oE::-_--c4;-::5 __ ---::-_--::c65::-_----=1-::-5 ___ ---::--___ 1,_5 ___ 6 __ 1 ______ 271-273 
BD 301 BD 302 BoE 45 55 30 1 0,3 275-283 
BD 705 BD 706 BoE 45 12 75 ·~-,-20--1-50----------0.:..-,4----- 291-295 

BD 905 BD 906 BoE 45 15 90 15 150 0,5 299_303 

BDY 81 HoB 50 36 40 240 0,5 1,5 0,3 1* 413 

2N 5492 2N 6109 HoB 55 50 20 100 2,5 2,5 0,25 0,8 217-235 
BD 241 A BD 242 A BoE 60 40 20 ~---=l--:,2~----c3=----=-0,=6--~---26-3--=-26:..:.7 
BD243A BD244A BoE 60 65 15 1,5 1 271-273 

BD 303 BD 304 BoE 60 55 30 0,3 3 275-283 

=B~D~7~0~7--__:B~D~70~8::--=B~,E~-~6~0----cl~2::---c7N5::--~15~~1~50~~4~--~--~4-~O__:,4~-___c3=__-_291-295 
_B_D_9_0_7 ___ B_D_9_0_8 ___ B_oE ___ 6_0 ___ 1_5 __ 9_0 ___ 15 __ 1_50 __ 5 ______ ~_~0~,5~_~ __ ~2~99-303 

2N 5298 HoB 60 4 36 20 80 1,5 

2N 6099 HoB 60 10 75 20 80 4 

2N 5294 HoB 70 4 36 30 120 0,5 

2N 5496 2N 6107 HoB 70 50 20 100 3,5 

2N 6101 HoB 70 10 75 20 80 

1,5 0,15 

2,5 10 2 

0,5 0,05 

3,5 0,35 

2,5 10 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

199 

223 

199 

217-235 

223 

BD 241 B BD 242 B BoE 80 40 20 1,2 0,6 263-267 

BD 243 B BD 244 B 80E 80 65 15 1,5 1 271-273 

BD 303 A BD 304 A BoE 80 55 30 0,3 275-283 
B::-:D=-=7-=-09::-----::B:-::D:-c7::-:1:-::0:---=-Bo-:::E---::8-=-0----:lc::2:----:7=-=5:----:-:15°---cl-=-50.,-----4------,,------:-4----=0-=,4:----=--- 291 -295 

BD 909 BD 910 BoE 80 15 90 15 150 5 0,5 299.;303 

BD 241 e 

BD 243 e 

BD 303 B 

BD 711 

BD911 

ESM 400 B 

ESM 400 C 

BD 242 C 

BD 244 e 

BD 304 B 

BD 712 

BD912 

BoE 100 

BoE 100 

BoE 100 

BoE 100 12 

BoE 100 15 

Tr Diff 100 

Tr Diff 100 

40 20 

65 15 

55 30 

75 15 150 4 

90 15 150 5 

36 40 0,5 

36 40 0,5 

1,2 0,6 263-267 

1,5 271-273 

0,3 275-283 

4 0,4 291-295 

5 0,5 299_303 

0,7 1 0,1 12* 833 

1,2 0,5 0,05 12* 833 

BU 109 DP Tr Diff 330* 10 5:.:0~_--'---__ . _____ 1 10' 425 
BU 407 D PoE 330* 60 1 0,65 10 # 
~B~U~1~04~D~P ______ ~T~r~D~if~f~4~0~0* __ ~_~50~ __ ~ ___ ~~ __ ~2,~5 __ ~_1 10' 425 

BU 406D ________ P_o_E ___ 4_00_* ____ 6_0________ 0,6'-5--1...:c0--- # 
- .......:..._--.:..-.:....:._- ----~ 

(1) HoB: HOMOGENEOUS BASE Tr Diff : TRIPLE DIFFUSED , B,E : EPITAXIAL BASE ,PoE: PLANAR EPITAXIAL 

HOMOBASE TRIPLE DIFFUSE BASE EPITAXIALE PLANAR EPITAXIAL 

o Plastic case Boitier plastique 
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~T03 
(CB 19) 

~ 
(CB 117)° 

Darlingtons 

Oarlingtons 
TO 220 (CB 117) Tcase 25 oC 

Type Techno. VCEO IC Ptot h21E IC VCEsat 
IC 

lB fT 

NPN 

1 

PNP (1) VCEX" (A) (W) min max (A) max (A) min 

(V) (V) (A) typo 

(MHz) 

BOX 53 BOX 54 B.E 45 60 750 0,012 

BOX 33 BOX 34 B.E 45 10 70 750 2,5 0,008 

BOX 53A BOX 54 A B.E 60 60 750 3 2 0,012 

BOX 33 A BOX 34 A B.E 60 10 70 750 2,5 0,008 

BOX 53 B BOX 54 B B.E 80 60 750 0,012 

BOX 33 B BOX 34 B B.E 80 10 70 750 2,5 0,006 

BOX 53 C BOX 54 C B.E 100 8 60 750 0,012 

BOX 33 C BOX 34 C B.E 100 10 70 750 2,5 0,006 

B.E EPITAXIAL BASE o Plastic case 

BASE EPITAXIALE Boitier plastique 

Power transistors 
TO 3 (CB 19) Tcase 25 oC 

Transistors de puissance 

2N 3771 H.B 40 30 150 15 60 15 15 1,5 0,8 

BD 142 H.B 45 15 117 12,5 160 4 1,1 4 0,4 1,3" 

BO 130 H.B 60 15 100 20 70 1,1 4 0,4 1,1" 

2N 3055 BOX18 H.B 60 15 117 20 70 4 1,1 4 0,4 1,3" 

BOX 18 N H.B - 60 - 15 117 20 70 -4 -1,1 -4 -0,4 4" 

2N 3055 S BOX18 H.B 60 15 117 20 70 4 2,5 10 3,3 0,8 

2N 3772 H.B 60 20 150 15 60 10 1,4 10 0,8 

2N 3442 BOX 20 H.B 140 10 117 20 70 3 3 0,3 0,8 

2N 3773 H.B 140 16 150 15 60 1,4 8 0,8 0,8 

H.B HOMOGENEOUS BASE 

HOMOBASE 

Page 

347-351 

335-341 

347-351 

335-341 

347-351 

335-341 

347-351 

335-341 

175 

259 

249 

117-319 

319 

125-319 

175 

145-327 

185 

NCYRTK2019



TO~ 
(CS 19) 

Power transistors NPN « Tripllf diffused » Fast switching 
TO 3 (CS 19) Tcase 25 oc 

Transistors de puissance NPN « Triple diffusés» Commutation rapide 

Type VCEO IC Ptot h21E IC VCEsat IC lB fT td+tr t s tf 

VCEX· min max max min max max max 

Typ· typO typO typO Page 

(V) (A) (W) (A) (V) (A) (A) (MHz) (ilS) (ilS) (ilS) 

BU 138 160· 10 60 20 0,5 0,5 10· # 
BU 139 200· 10 60 15 1 0,5 10· 0,8 # 
BU 140 280· 10 60 10 1,5 0,5 10· 0,8 # 
BU 141 330· 10 60 5 1,5 1,4 10· 0,8 # 
BU 134 350 4 85 30 120 0,3 10 451 

BU 109 330· 10 85 20· 10· 1 # 
BU 109 0 330· 10 85 10· 0,8 417 

BU 104 400· 85 15· 2,5 10· # 
BU 104 0 400· 85 2,5 7 10· 0,8 417 

BUY 69 C 500· 10 100 15 2,5 3,3 8 2,5 6 823 

BU 126 750· 30 15 60 1 4 1 20· 1,2· 0,15· 441 

BUY 69 B 800· 10 100 15 2,5 3,3 8 2,5 6· 1 823 

BU 326 800· 6 60 15· 2,5 4 1,25 6· 0,5 0,5 3,5 471 

BU 326 A 900· 6 60 15· 2,5 4 1,25 6· 0,5 0,5 3,5 479 

BU 142 900· 12 70 1,5 8 1,8 # 

BU 143 1000· 12 70 1,5 1,8 # 
BUY 69 A 1000· 10 100 15 2,5 3,3 8 2,5 6· 823 

BU 204 1300· 2,5 10 2 2 7,5· 10 0,75· 459 

BU 207 1300· 5 12,5 2,25 4,5 4,5 7,5· 0,9· 463 

BU 205 1500· 2,5 10 7,5· 10 0,75· 459 

BU 208 1500· 12,5 2,25 4,5 4,5 7,5· 0,7* 463 

BU 800 1500· 12,5 2,25 4,5 4,5 7,5· 0,6· 487 

BU 206 1700· 2,5 10 1,8 2 1,1 7,5· 10 0,75 459 

BU 209 1700· 4 12,5 2,25 1,3 463 
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~ 
T03 

(CB 19) 

Power transistors NPN «Triple diffused. Fast switching 

Transistors de puissance NPN « Triple diffusés!! Commutation rapide 
T03 (CB 19) Tcase 25 oC 

Type VCEO IC Ptot h21E Ic VCEsat IC lB fT td+tr t s tf 
VCEX· min max max min max max max 

typO typo typO typO 
Page 

(V) (A) (W) (A) (V) (A) (A) (MHz) (",s) (",s) (",s) 

180 T2 60 87,5 15 100 0,25 10 371 

BDY 23 60 6 87,5 15 100 1 0,25 10 1 371 

BDY55 60 15 117 10 10 2,5 10 3,3 10 0,5 391 

181 T2 90 6 87,5 15 100 0,6 0,25 10 371 

BDY 24 90 6 87,5 15 100 0,6 0,25 10 371 

BDY56 120 15 117 10 10 2,5 10 3,3 10 0,5 391 

182 T2 140 6 87,5 15 100 2 0,6 2 0,25 10 371 

BDY 25 140 87,5 15 100 0,6 0,25 10 371 

_18~3~T~2 ____ ~1~8~0 ______ 6~ __ =87~,=5~15 __ 1~0~0 ____ ~ __ =0,~6 ____ ~ ____ ~0~,2~5~ __ ~10~ _____________________ ~38~1 
BDY 26 180 6 87,5 15 100 0,6 0,25 10 381 
1~84~T=2~--~2~00=-----~--~87~,~5~1~5---1-0-0----~--~0~,6~--~----~0~,='25~--~10~--~----------------381 

BDY 27 200 87,5 15 100 0,6 0,25 10 381 
185 T2 250 6 87,5 15 100 -----:;:-----;o,-,'6;0------;;---------=o-:::'2:="5-----:1:::o---:--------------------:3=81 

BDY28 250 87,5 15 100 0,6 0,25 10 381 

BUX 39 90 

BUX 40 125 

BUX 41 N 160 

BUX 41 200 

BUX 42 250 

BUX43 325 

BUX44 400 

BUX45 500 

BUX 46 850· 

BUX 47 850· 

BUX 48 850· 

BUX 47 A 1000· 

BUX 48 A 1000· 

ESM 1503 1500* 

30 120 

20 120 

18 120 8 

15 120 8 

12 120 8 

10 120 8 

8 120 8 

120 8 

3,5 85 

8,5 107 

15 125 

8,5 107 

12 125 

60 

20 1,6 20 

15 1,6 15 

12 1,6 12 

8 1,6 

6 1,6 

1,6 

4 4 

1,5 2,5 

1,5 

1,5 10 

1,5 

1,5 8 

2,5 8 1,5 0,3 669 

1,9 8 1,2 0,4 677 

1,5 8 1,3 1,5 0,8 693 

8 1,7 0,8 685 

0,75 1,2 701 

2,2 1,2 709 

0,8 2,5 1,2 717 

0,4 1,2 725 

0,5 0,8 733 

1,2 0,8 743 

0,8 753 

0,8 # 
1,6 0,8 753 

0,5* 2,5* 0,6* 861 

BUW 38 60 30 150 10 40 1,4 40 4 1,5 1,2 0,5 553 

2N 5039 75 20 140 20 100 10 1 10 60 0,5 1,5 0,5 195 

BUW 39 80 30 150 10 30 1,2 30 8 1,5 1,2 0,4 557 
-B-D-Y-5-7--,--8~0-------:-2-5---1-7-5--2~0---6-0------1-0--~1~,4~---1~0----------------0~2~5-*--~----~-----399 

108T2 80 30 175 20 60 10 1,4 10 7 0,5· 1,3· 241 

2N 5038 90 20 140 20 100 12 12 1,2 60 0,5 1,5 0,5 195 

BDY 58 125 25 175 20 60 10 1,4 10 0,25* 399 

109T2 125 30 175 20 60 10 1,4 10 7 0,5* 1,3* 241 

ESM 18 100 50 17l; 10 40 2,5 40 10* 1,1* 0,9* 0,5* # 
ÂBUX 10 125 25 150 10 20 1,2 20 8 1,5 1,2 0,3 561 

BUX 11 N 160 20 150 10 15 1,5 15 1,9 8 1,5 1,5 0,5 571 
Â-B-U-X-1-1----2~00-:-------20----1-50---1-0----------1-2---1-,5-----1-2------1-,5-----8----~-----1,-8---0-,4------569 

Â Deviees under CCQ/CCT 
Dispositifs soumis au CCQ/CCT 
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T03 
(CB 19) 

Power transistors NPN « Triple diffusedll 

Transistors de puissance NPN « Triple diffusés» 

Type VCEO IC Ptot h21E 

VCEX· min max 

(V) (A) (W) 

~BUX 12 250 20 150 10 

~BUX 13 325 15 150 8 

~BUX 14 400 10 150 8 

~BUX 15 500 8 150 

ESM 16 400 10 150 30 

BUV18 60 50 250 10 

BUV19 80 50 250 10 

BUV 20 125 50 250 10 

BUV 21 200 40 250 10 

BUV 22 250 40 250 10 

BUV 23 325 30 250 8 

euv 24 400 20 250 8 

BUV 25 500 15 250 

BUX 20e 125 50 350 10 

BUX 21e 200 40 350 10 

BUX 22 e 250 40 350 10 

eux 23e 325 30 350 8 

BUX 24e 400 20 350 8 

eux 25e 500 15 350 

ESM 1000 100 150 400 12 

ESM 2060 200 70 400 8 

ESM 738 400 40 350 

~ Deviees under CCO/CCT 
Dispositifs soumis au CCO/CCT 

e CB-159 

10 

TO 3 (CB 19) Tcase 25 oC 

IC VCEsat IC lB fT td+tr t s tf 
max min max max max 

Page 
typo typO typO typo 

(A) (V) (A) (A) (MHz) (,,5) (,,5) ("5) 

10 1,5 10 1,25 8 0,5 585 

8 1,5 8 1,6 1,2 2,5 593 

6 1,5 1,2 8 1,4 3 1,2 601 

4 1 4 0,8 1,6 5 1,4 609 

0,5 2 0,25 0,25· 2· 0,2· 11 

80 1,5 80 8 1,5 1,2 0,5 493 

60 1,2 60 6 1,5 1,2 0,4 497 

50 1,2 50 8 1,5 1,2 0,3 501 

25 1,5 25 8 1,2 1,8 0,4 509 

20 1,5 20 2,5 1,3 2 0,5 517 

16 16 3,2 1,3 2,5 1,2 525 

12 12 2,4 8 1,6 3 1,4 533 

8 8 1,6 8 1,8 1,6 541 

50 1,2 50 5 1,5 1,2 0,3 617 

25 1,5 25 3 8 1,2 1,8 0,4 625 

20 1,5 20 2,5 1,3 2 0,5 633 

16 16 3,2 8 1,3 2,5 1,2 641 

12 12 2,4 8 1,6 1,4 649 

8 8 1,6 8 1,8 1,6 657 

CB 183 (TO 83) Tcase 25 oC 

100 1,5 100 10 1,7 0,5 855 

60 1,5 60 12 2,5 2,5 1 867 

30 1,5 30 6 1,2 839 

(TO-3 modified) 
(TO-3 modifié) 



Darlingtons 

Darlingtons 

Type 

NPN 

BOX 63 

BOX 63 A 

BOX 63 B 

BOX 65 

BOX 65 A 

BOX 65 B 

BUX 37 

ESM 837 

PNP 

BOX 62 

BOX 62 A 

BOX 62 B 

BOX64 

BOX 64 A 

BOX 64 B 

(1) Tcase 100 oC 

Techn 

B.E 

B.E 

B.E 

B.E 

B.E 

B.E 

T.O 

T.O 

VCEO IC Ptot h21E 

VCEX' min 

(V) (A) (W) 

60 8 90 1000 

80 8 90 1000 

100 90 1000 

60 12 117 1000 

80 12 117 1000 

100 12 117 1000 

400 15 35(1) 20 

400 20 100 60 

max 

TOl 
(CB 19) 

TOl 

IC VCEsat 
max 

(A) (V) 

15 

10 

IC lB 

(A) (A) 

0,012 

0,012 

0,012 

0,02 

0,02 

0,02 

10 0,15 

10 0,15 

Tcase 25 oc 

fT td+t, ts If 

min max max max 
Page 

typO typO typO 

(MHz) (/Js) (/Js) (/Js) 

359-355 

359·355 

359-355 

367·363 

367·363 

367·363 

665 

1,2' 20' 845 
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Symbols 
Semiconductors 

Short-circuit input capacitance 

b corn mon base 

= corn mon emitter 

Open-circuit output capacitance 

b = corn mon base 

e = corn mon emitter 

Frequency 

Transition frequency 

Short-circuit forward current transfer ratio 

b common base 

common emitter 

Static value of the forward current transfer 
ratio (common emitterl 

Base (D.C) current 

Base current during saturation 

Base current during desaturation 

Collector (D.C) current 

Collector-base eut-off current with 1 E = 0 
and VCB specified 

Collector-emitter eut-off current with 1 B = 0 
and VCE specified 

Collector-emitter eut-off current with RBE = R 
and VCE specified 

Collector-emitter eut-off current with VBE = 0 
and VCE specified 

Collector-emitter eut-off current with VSE = y 
(direct bias) and VCE specified 

Collector-emitter eut-off current with VBE = x 
(reverse biased) and VCE specified 

ICBO 

Symboles 

Semiconducteurs 

Capacité d'entrée, sortie en court-circuit 

b en base commune 

e = en émetteur commun 

Capacité de sortie, entrée en circuit ouvert 

b = en base commune 

e = en émetteur commun 

Fréquence 

Fréquence de transition 

Rapport de transfert direct du courant, sortie en 
court-circuit 

b en base commune 

e = en émetteur commun 

Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant (en émetteur commun) 

Courant (continu) de base 

Courant de base en saturation 

Courant de base en désaturation 

Courant (continu) de collecteur 

Courant résiduel collecteur-base avec lE = 0 
et V CB spécifié 

Courant résiduel collecteur-émetteur avec lB = 0 
et VCE spécifié 

Courant résiduel collecteur-émetteur avec R BE=R 
et VCE spécifié 

Courant résiduel collecteur-émetteur avec VBE=O 
et VCE spécifié 

Courant résiduel collecteur-émetteur avec VBE=Y 
(polarisation directe) et VCE spécifié 

Courant résiduel collecteur-émetteur avec V BE=x 
(blocage) et VCE spécifié 
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s.e. 

Peak collector current 

Emitter (D.C) current 

Emitter-base eut-off current with IC = 0 and 
VEB specified 

Second breakdown collector-current 

Total power dissipation 

External resistance 

External base resistance 

External resistance connecting base to emitter 

External collector resistance 

External emitter resistance 

Junction-ambient thermal resistance 

Junction-case thermal resistance 

Ambient tempe rature 

Case temperature 

Delay time 

Turn-on time 

Fall time 

Junction-temperature 
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R 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

tamb 
Tamb 

tcase 
Tcase 

tj = t(vj) 

Tj = T(vj) 

Courant de crête de collecteur 

Courant (continu) d'émetteur 

Courant résiduel émetteur-base avec IC = 0 et 
VEB spécifié 

Courant collecteur de second claquage 

Dissipation totale de puissance 

Résistance externe 

Résistance externe en série avec la base 

Résistance externe reliant la base et l'émetteur 

Résistance externe en série avec collecteur 

Résistance externe en série avec émetteur 

Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Résistance thermique (jonction-boitier) 

Température ambiante 

Température de bOÎtier 

Retard à la croissance 

Temps total d'établissement 

Temps de décroissance 

Température de jonction 



Turn-off time 

Turn-on time 

Operating temperature (at zero dissipation) 

Pulse time 

Rise time 

Carrier storage time 

Turn-off time 

Storage temperature 

Virtual junction temperature 

Base-emitter (C.D) voltage 

Base-emitter saturation voltage, with lB and IC 
specified 

Collector-base breakdown voltage, with 1 E = 0 
and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with lB = 0 
and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with 
RBE = Rand IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with 
VBE = 0 and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with 
VBE = X (reverse biased) and IC specified 

t s 

toper 
Toper 

t p 

tr 

t s 

+ ~ 

t stg 
T stg 

t(vj) = tj 
T(vj)=Tj 

V(BR)CBO 

V(BR)CEO 

V(BR)CER 

V(BR)CES 

V(BR)CEX 

S.C. 

Temps total de décroissance 

Temps total de croissance 

Température de fonctionnement (à dissipation 
nulle) 

Durée d'une impulsion 

Temps de croissance 

Retard à la décroissance 

Temps total de coupure 

Température de stockage 

Température virtuelle de jonction 

Tension (continue) base-émetteur 

Tension de saturation base-émetteur, avec 18 et 
le spécifiés 

Tension de claquage collecteur-base, avec lE =0 
et le spécifié 

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec 
18 = 0 et le spécifié 

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec 
R8E = R et le spécifiés 

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec 
VBE = 0 et le spécifié 

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec 
VBE = X (blocage) et le spécifié 
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S.C. 

Emitter-base breakdown voltage, with IC = 0 V(BR)EBO 
and lE specified 

Collector-base (DoC) voltage, with lE = 0 V CBO 
and IC specified 

Collector (DoC) voltage supply VCC 

Collector-emitter (DoC) voltage VCE 

Collector-emitter (DoC) voltage, with lB = 0 
and IC specified 

Tension de claquage émetteur-base, avec le = 0 
et lE spécifié 

Tension (continue) collecteur-base, avec lE = 0 
et le spécifié 

Tension (continue) d'alimentation du collecteur 

Tension (continue) collecteur-émetteur 

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec 
18 = 0 et le spécifié 

Collector-emitter breakdown voltage, with IC 
specified 

V CEO(sus) * Tension de claquage collecteur-émetteur, avec le 
spécifié 

Collector-emitter (DoC) voltage, with RBE = R 
and 1 C specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with IC 
specified 

Collector-emitter (DoC) voltage, with VBE = 0 
and IC specified 

Collector-emitter saturation voltage, with lB and 
IC specified 

Collector-emitter (DoC) voltage, with VBE = X 
(reverse biased) and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with IC 
:,pecified 

Emitter-base (DoC) voltage 

Emitter-base (DoC) voltage, with IC = 0 and 
1 E specified) 

Thermal impedance 

Dut Y cycle (of a pulse) 

Angular frequency 

VCES 

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec 
RBE = R et le spécifié 

Tension de claquage collecteur-émetteur, avec le 
spécifié 

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec 
VBE = 0 et le spécifié 

Tension de saturation collecteur-émetteur, avec 
lB et le spécifiés 

Tension (continue) collecteur-émetteur, avec 
VBE = X (blocage) et le spécifié 

VCEX(sus) * Tension de clpquage collecteur-émetteur, avec le 
spécifié 

w 

Tension (continue) émetteur-base 

Tension (continue) émetteur-base, avec 'e = 0 
et lE spécifié 

Impédance thermique 

Facteur d'utilisation (d'une impulsion) 

Pulsation 

* See page 188 *Voir page 189 
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OPERATING MODE OF POWER TRANSISTORS 
FONCTIONNEMENT DES TRANSISTORS DE PUISSANCE 

- THERMAL RESISTANCE AND IMPEDANCE 
RESISTANCE ET IMPEDANCE THERMIQUE 

- SECONDARY BREAK-DOWN PHENOMENA 
PHENOMENE DU SECOND CLAQUAGE 
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THERMAL LIMITATIONS OF POWER TRANSISTORS 

- THERMAL RESISTANCE AND IMPEDANCE 

- SECONDARY BREAKDOWN PHENOMENA 

These application notes describe the phenomena which determine the characteristics of a power transistor. 

These characteristics, together with the operating limits, are shown on a voltage·current diagram which is known as 
«safe operating area Il (SOAR) 
A good knowledge and correct use of this SOAR will ensure stable and reliableoperation of transistors. This diagram, 
and the limits peculiar to a deviee, allow the circuit designer to arrive at the best compromise beetwen priee, reliability 
and performance. 

20 

These notes are divided into tt.ree main sections: 

1 - the power transistor, under d.c conditions 

2 - the power transistor, under pulse conditions 

3 - typical applications. 



LIMITES THERMIQUES DES TRANSISTORS DE PUISSANCE 

- RESISTANCE ET IMPEDANCE THERMIQUES 

- PHENOMENE DE SECOND CLAQUAGE 

Le but de cette note d'application est de décrire les phénomènes qui déterminent les performances en 

puissance que l'on peut obtenir d'un transistor, à partir des caractéristiques qui lui sont attachées. 

Ces caractéristiques, associées aux limites d'emploi, sont regroupées dans un diagramme tension·courant, 

appelé Aire de sécurité. 
Une bonne connaissance et "un bon usage de cette aire de sécurité garantissent un fonctionnement stable 

et fiable des transistors. Ce diagramme et les limites propres à un dispositif permettent au concepteur de circuit de 

réaliser le meilleur compromis entre performances, fiabilité et prix. 

Cet exposé est divisé en trois grandes parties 

1 . le transistor de puissance en régime permanent, 
2 . le transistor de puissance en régime impulsionnel 
3 . exemples d'applications. 
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1. THE POWER TRANSISTOR UNDER D.C. CONDITIONS 

1.1 Definition of transistor operating area : safe operating region (S.O.A.R) 

The operating voltage·current diagram of the transistor, or «SOAR», is generally defined by four boundaries which 
determine the limit operating area of the transistor. These boundaries apply to the power circuit of the transistor but 
are not associated with its control circuit (figure 11. In other words, only the collector current IC and the collector
emitter voltage VCE shall be considered. The lB (VBE) graph related to the control circuit shall not be considered_ 

The four boundaries are the following (figure 2) : 
- the maximum collector current (at whatever voltage VCE ) 
- the maximum collector-emitter voltage (at whatever current IC) 
- the maximum dissipated power, 

- the phenomenon of second breakdown. 
For the two latter limits, the voltage VCE and current IC are not independent. 

1.1.1. Limit of collector current IC 

ln catalogues, the manufacturer always gives a maximum value for the collector current in steady state, whatever 
the collector-emitter voltage may be. 
For given transistor chip and case, this value is determined by the maximum current density which can flow in one of 
the components of the assembly (silicon, metalisation, solder, connections, etc ... ). 

1.1.2. Limit of collector-emitter voltage V CE 

Several maximum values are given for the collector-emitter voltage depending on the state of the emitter-base 
circuit. Measuring conditions and points are specified. RThe state of the emitter-base circuit is indicated by the last 
subscript as follows : 

VCEO 
VCER 
VCES 
VCEX 

Open base 

Base connected to emitter through an external resistor 
Base and emitter shorted 
Emitter-base junction reverse biased by a specified voltage source connected in series with a 
specified resistor. 

These four symbols are standardized (C.E.I.I. Another symbol is in current use, VCEY : emitter-base junction 
slightly direct-biased below its conduction threshold ; the direct voltage applied and the total series resistor (often equal 
to DI are specified. 

22 



1. LE TRANSISTOR DE PUISSANCE EN R~GIME PERMANENT 

1.1. Définition du domaine d'emploi du transistor: Aire de Sécurité 

Le diagramme tension-courant d'emploi du transistor, ou «Aire de Sécurité», est défini, dans le cas général 
par quatre frontières fixant le domaine limite d'utilisation du transistor. Ces frontières s'appliquent au circuit de puis
sance du transistor, mais ne concernent pas la commande de ce transistor!figure 1). En d'autres termes ,on ne consi
dèrera que le courant collecteur IC et la tension collecteur-émetteur VCE- Le diagramme IB(VBE) relatif à la 
commande ne sera pas étudié_ 

Les quatres limites qui interviennent sont (figure 2) : 
- le courant collecteur maximal (quelle que soit la tension VCEL 
- la tension collecteur-émetteur maximale (quel que soit le courant IC), 
- la puissance maximale dissipée, 
- le phénomène de second claquage_ 

Pour les deux dernières limites, la tension VCE et le courant IC ne sont pas indépendants. 

1.1.1. Limite du courant collecteur 1 C 

Dans son catalogue, le constructeur indique toujours une valeur maximale du courant collecteur en régime 
permanent, indépendamment de la tension collecteur-émetteur. 
Pour une pastille de transistor et un boitier donnés, cette valeur est établie par la densité de courant maximale qui 
peut circuler dans un des éléments constitutifs de l'assemblage réalisé (silicium, métallisations, soudure, connexions 
etc ... ). 

1.1.2. Limite de la tension collecteur·émetteur VCE 

Plusieurs valeurs maximales de la tension collecteur-émetteur sont signalées, selon l'état du circuit émetteur 
base. Les conditions et les points de mesure sont spécifiés. L'état du circuit émetteur base est symbolisé par la der
nière lettre en indice, comme ci-après; 

VCEO 
VCER 
VCES 
VCEX 

Base ouverte 
Base reliée à l'émetteur par une résistance extérieure 
Base et émetteur en court-circuit 
Jonction émetteur-base polarisée en inverse par une source de tension 

spécifiée, en série avec une résistance spécifiée. 

Ces quatre appellations sont normalisées (C_E.!.). Une autre appellation couramment utilisée est VCEY : 
jonction émetteur-base polarisée légèrement en direct, en dessous de son seuil de conduction; la tension directe 

appliquée et la résistance totale en série (souvent prise égale à 0) sont spécifiées. 
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Figure 3 shows schematically the breakdown characteristic for various configurations of the base circuit. 

Remarks: 

The sustaining value of the collector·emitter voltage in open base configuration, VCEO, is the lowest collector· 
emitter breakdown voltage of a transistor. It determines the voltage limit of the transistor safety area. Very often , 
manufacturers specify only VCEO (sustaining) and publish a curve of the collector·emitter voltage as a function of 
external resistance, connected across base and emitter, varying from 0 (VCES) to infinity (VCEO) figure 4. The user 
can then determine exactly the collector-emitter voltage limit corresponding to the specific application. 

1.1.3. Power operation area 

ln a trilnsistor, the power is essentially dissipated at the collector-base junction where the voltage is applied. Thus, 
the power operating area usually considers this dissipated power only. However, it should be noted that in applications 
where the collector-base voltage is low (a few volts) and current is high, this condition no longer applies and it may be 
useful to take into account the power dissipated at the emitter-base junction (VBE x lB). 

1.1.3.1. Thermal resistance 

Generally, the power dissipated in the collector-base junction causes heating. Since the characteristics of semicon· 
ductor materials change with temperature, this latter parameter must be known and controlled at collector-base junction 
so that the user can be certain of the correct operation of the transistor. Such a guarantee involves the knowledge and 
correct use of the thermal resistance data provided in the data. Under steady state dissipation conditions, it can be 
admitted that the power dissipated in the transistor is proportional to the temperature of the junction. The steady 
state is reached when the amount of heat generated in the transistor (per unit of time) is equal to that released to the 
exterior (per unit of time). 

The electrical anal ogy /thermal ohm law) enables the junction temperature to be calculated : 

- temperature change =: voltage change 
- dissipated power == current 

Ll T = Rth x Pdiss. (1) 

Two essential parameters characterise power transistors: 

- the maximum temperature that its collector-base junction can withstand T(vj) max (OC), 
- the junction-case thermal resistance Rth(j-c) (OC/W). 

The temperature reached by the junction determines in ail cases a limit to the power which can be dissipated in a 
transistor. 

ln practice, this limit results in : 

- a maximum power for the points of the VCE (lC) diagram where the collector-base junction remains appro
ximately isothermal. 

- a critical area of second breakdown initiation for the points of VCE (lC) diagram where the effect of «hot 
spots » becomes significant. 
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La figure 3 schématise la caractéristique de claquage pour différentes configurations du circuit de base. 

Remarque: 

La valeur de maintien de la tension collecteur-émetteur base ouverte, VCEO, est la plus faible des tensions 
de claquage collecteur-émetteur d'un transistor. Elle détermine la limite en tension de l'aire de sécurité du transistor 
Très souvent, les constructeurs ne précisent que VCEO (sustaining) et présentent une courbe d'évolution de la te
nue en tension collecteur-émetteur lorsque la résistance extérieure reliant la base à l'émetteur varie de 0 (VCES) 
à l'infini (VCEO) figure 4_ L'utilisateur peut alors déterminer exactement la limite en tension collecteur-émetteor 
correspondant à son application. 

1.1.3. Domaine d'utilisation en puissance. 

Dans un transistor, la puissance est essentiellement dissipée au niveau de la jonction collecteur-base qui sup
porte la tension appliquée. Ainsi, le domaine d'utilisation en puissance ne considère usuellement que cette puissance 
dissipée. Cependant, il faut noter que dans les applications où la tension collecteur-base est faible (quelques volts) 
et le courant éleve, cette affirmation n'est plus valable et il peut devenir utile de tenir compte de la puissance dissi
pée à la jonction émetteur-base (VBE x 1 B)· 

1.1.3.1. Résistance thermique 

Généralement, la puissance dissipée dans la jonction collecteur- base entraîne son échauffement. Les caracté
ristiques des matériaux semiconducteurs évoluant avec la température, celle ci doit être nécessairement connue et 
contrôlée au niveau de la jonction collecteur-base, afin que l'utilisateur soit assuré du fonctionnement correct du 
transistor. Cette garantie passe par la connaissance et l'usage correct des données de résistance thermique figurant sur 
les notices. En régime de dissipation permanente, on peut admettre que la température de jonction est proportionnelle 

à la puissance dissipée dans le transistor. L'état permanent est atteint lorsque la quantité de chaleur générée 
dans le transistor (par unité de temps) est égale à celle évacuée à l'extérieur (par unité de temps). 

L'analogie électrique (loi d'Ohm thermique) permet la détermination de la température de jonction. 

écart de température ;: chute de potentiel 
puissance dissipée;: courant 

AT = Rth x Pdiss. (1) 

Deux données essentielles caractérisent chaque transistor de puissance; 
_ la température maximale à laquelle peut être portée sa jonction collecteur-base T (vj) max (OC). 
- la résistance thermique jonction-boitier Rth(j-c) (OC/W). 

C'est la température atteinte par la jonction qui impose dans tous les cas une limite à la puissance que peut dissi

per un transistor. 
Cette limite se'traduit pratiquement par: 

_ une puissance maximale pour les points du diagramme VCE (le) où la jonction collecteur-base reste sen

siblement isotherme, 
_ un lieu critique de départ en second claquage pour les points du diagramme VCE (le) où l'influence des 

«points chauds» devient sensible 
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1.1.3.2. Maximum power dissipation 

It is conventionally defined for a case temperature fixed at 250 C and derived from T(vil max and Rth (j.c) using 
relationship (1) : 

T(vil max . 25 

Rth (j·c) 

constant (2) 

When plotted on the linear coordinates characteristic network of a transistor, the relationship VCE x IC = Pto~ = 
Constant results in a hyperbolic curve : the maximum dissipation hyperbolic curve, figure 5. When plotted on a loganth· 
mic coordinates system, this curve becomes a straight line with a unit negative slope (figure 2). 

1.1.3.3. Limit due to second breakdown phenomenon 

The second breakdown is a localized thermal runaway phenomenon which occurs over a certain voltage, in ail bi· 
polar transistors (NPN and PNP), in a region where the temperature of the collector·base junction leads to a thermally 
unstable state. Second breakdown initiation appears as a sudden decrease of the internai resistance of the device. The 
collector·emitter voltage takes a low value, about a few tens of volts (figure 6). The transistor is destroyed if maintained 
in this condition and if the current is not Iimited. In the safe area region restricted by the second breakdown, the power 
which can be dissipated by the transistor is lower than that derived from the values of T(vil max and Rth(j-c). In loga
rithmic coordinates system. the limit over which the second breakdown may appear is a straight line with a negative 
slope unit. absolute value. 

The respective position of the maximum dissipation limit and second breakdown limit are shown on figure 7 in 
linear coordinates ( VCE. IC 1. As it can be seen, for given voltage value, the second breakdown limit reduces the ma
ximum power that can be dissipated by the transistor. 

1.1.4. Safe operating area 

When plotted on a graph (log VCE. log Ici the limitations mentioned in previous paragraphs outline, with the COOl 

dinates axes, a closed contour within which ail transistors of a same type can operate in safe conditions (figure 21. The 
line of the transistor in conduction state (emitter·base junction forward biased) should always lay within the safe ope
rating area which is the guarantee given by the manufacturer. 

1.2. Use of the transistor under D.C. conditions 

1.2.1. Area limited by the maximum power dissipation 

As previously mentioned (chapter 1.1.3.2.), the maximum power which can be dissipated in the transistor (P tot) 
is, by definition, that obtained by maintaining the case to 250 C (jnfinite heat sink). Since this condition cannot be met 
in ail applications, it is necessary that the designer be able to calculate the power which can effectively be dissipated 
(P max) in a specific application where the ambient temperature T amb differs from 250 C. 

1.2.1.1. General case of power dissipation 

Considering a transistor mounted on a heat sink and dissipating a power P max' Assuming that : 
Rth (r.a) : heat sink·ambient thermal resistance 
Rth (c-rl case-heat sink thermal resistance 
Rth (j-cl junction-case thermal resistance 
T amb ambient tempe rature 
T (vjl junction temperature (to be detenninedl 
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1.1.3.2. Dissipation de puissance maximale 

Elle est définie conventionnellement pour une température de boitier fixée à 25 oC et déduite de T(vj) max 
et de Rth(j-c) à l'aide de la relation (1) : 

Pto t 
T(vj) max - 25 

Rth(j-c) 
constante (2) 

La relation : VCE x IC = Ptot = constante, se traduit sur le réseau de caractéristiques en coordonnées 
linéaires du transistor par une hyberbole : l'hyperbole de dissipation maximale figure 5. En coordonnées logarithmiques, 
cette courbe devient une droite de pente négative unité (figure 2). 

1.1.3.3. limite due au phénomène de second claquage 

Le second claquage est un phénomène d'emballement thermique localisé se produisant, au delà d'une certaine 
tension, dans tous les transistors bipolaires (NPN et PNP), en une zone où la température de la jonction collecteur
base atteint une valeur conduisant à un état thermiquement instable. Le départ en second claquage se manifeste par 
l'effondrement brutal de la résistance interne du dispositif. La tension collecteur-émetteur s'établit à une valeur faible, 
de l'ordre de la dizaine de volts (figure 6). Le transistor est détruit s'il est maintenu dans cet état et si le courant n'est 
pas limité. Dans la partie de l'aire de sécurité restreinte par le second claquage, la puissance dissipable par le transistor 
est inférieure à celle déduite des valeurs de T(vj) max et de Rth(j-c). En coordonnées logarithmiques, la limite au de
là de laquelle peut apparaitre le second claquage est une droite de pente négative supérieure à 1 valeur absolue_ 

La position respective des limites de dissipation maximale et de second claquage est représentée sur la figu
re 7 en coordonnées linéaires (VCE, IC)· On peut constater que la limite de second claquage réduit, à partir d'une 
certaine tension, la puissance maximale dissipable par le transistor. 

1.1.4. Aire de sécurité 

En reportant sur un graphique (log VCE, log IC) les limitations mentionnées dans les précédents paragra
phes, on délimite avec les axes de coordonnées un contour fermé à l'intérieur duquel tous les transistors d'un même 
type peuvent fonctionner en toute sécurité (figure 2).La ligne de charge du transistor en régime de conduction 
(jonction émetteur-base en direct) devra toujours rester dans l'aire de sécurité qui est la garantie donnée par le cons

tructeur. 

1.2. Emploi du transistor en régime permanent 

1.2.1. Zone limitée par la dissipation maximale de puissance 

On a vu (chapitre 1.1.3.2.) que la puissance maximale dissipable dans le transistor (Ptot) était, par défi
nition, celle obtenue en maintenant le boitier à 25 oC (refroidisseur infini). Cette condition n'étant pas remplie 
dans toutes les applications, il faut que l'utilisateur puisse calculer la puissance effectivement dissipable (Pmax) 
dans un cas précis de température ambiante T amb différente de 25 oC. 

1.2.1.1. Puissance dissipable dans le cas général 

On considère un transistor monté sur radiateur et dissipant une puissance Pmax· Soient: 

Rthlr-a} résistance thermique radiateur-ambiante 

Rth(c-r} 
Rth(j-c} 
Tamb 
T(vj} 

résistance thermique boîtier-radiateur 
résistance thermique jonction-boitier 
température ambiante 
température de jonction (à déterminer) 
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The temperature difference between the junction and ambient is calculated by applying the thermal Ohm law to the fol
lowing network : 

P 

•• --------~~~--------~~------~~~--------~--------~~~---------4. 
T (vj) Rth(j-c) T case Rth(c-r) T r Rth(r-a) T amb 

The maximum power P max that can be dissipated by the transistor is obtained when the junction is at T (vil max 
temperature given by the manufacturer: 

Pmax = 
T(vil max - Tamb 

(3) 

From the above network, the temperature of the case and of the heat sink can also be derived easily_ 

1.2.1.2. Power dissipation as a function of case temperature. 

Generally, the manufacturer gives a curve showing the variation of the maximum power that can be dissipated 
(P max) versus the case temperature, figure 8. For: 

T case 2SoC: P max = P tot 
Tcase < 2SoC: Pmax = Ptot 
T case > 2SoC: the curve represents the relationship : 

Pmax 
T(vj) max - Tcase 

Rth (j-c) 

(4) 

When the case is maintained at a given constant temperature, the curve is read directly (cooling by a circulating 
fluid for instance). However, when the heat is released by means of a heat sink to ambient air, it is necessary to 
know the contact thermal resistance Rth (c-r) and that of the heat sink in order to calculate the maximum power that 
can be dissipated by the device. 
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1.2.1.3. Example of calculation. 

Considering a SESCOSEM transistor 2N 30SS mounted on a fin type heat sink whose thermal resistance is 30C. W. 

The electrical insulation of the case with respect to the heat sink adds a thermal resistance of O.SoC/W. 

The absolute operating limit values and the thermal characteristics are taken from the catalogue: 

VCEO 

IC 

T(vj) max 

Ptot 

Rth (j-c) 

60V 

lS A 

200 Oc 
117 W 

1.S °C/W 



L'écart de température entre la jonction et l'ambiante se calcule en appliquant la loi d'Ohm thermique au réseau 

suivant : 

P 

• c:::::J • c::J c:::::J • 
T(vj) Rth(j-c) T case Rth(c-r) T r Rth(r-a) Tamb 

T(yj) - Tamb = Pmax x [ Rth(j-c) + Rth(c-r) + Rth(r-a) 1 = Pmax x Rth(j-a) 

La puissance maximale Pmax dissipable par le transistor est obtenue lorsque la jonction est portée à la tempé· 

rature T(vj) max donnée par le constructeur 

Pmax 
T(yj) max - T amb 

(3) 

Rth(j-a) 

A partir du réseau ci-dessus, on peut également calculer simplement la tempér~ture du boitier et celle du radian 

1_2_1.2_ Puissance dissipable en fonction de la température de boitier 

Le constructeur fournit en général une courbe traduisant l'évolution de la puissance maximale dissipable 

(Pmax) en fonction de la température de boitier figure 8. Pour. 

Tcase 

T case 

T case 

Pmax 

Pmax = Ptot 
Pmax = Ptot 

25 oC 

25 oC 

25 oC cette courbe traduit la relation 

T(vil max· Tcase 
(4) 

Rth(j-c) 

Quand le boitier est maintenu à une température constante et connue. l'utilisation de cette courbe est Immé

diate (refroidissement par circulation d'un fluide par exemple). Par contre, dans les cas où la chaleur est évacuée à 

l'aide d'un refroidisseur en contact avec l'air ambiant, il est nécessaire de connaître la résistance thermique de contact 

Rth(c-r) et celle du radiateur pour calculer la puissance maximale dissipable par le dispositif. 

1.2.1_3_ Exemple de calcul 

Soit un transistor SESCOSEIV' 2N 3055, monté sur un refroidisseur. à ailettes dont la résistance thermique 

est de 3 oC/W. 

L'isolement électrique du boitier par rapport au radiateur apporte un supplément de résistance thermique de 

0,5 oC/W. 
Les valeurs limites absolues d'utilisation et les caractéristiques thermiques sont relevées dans le catalogue: 

VCEO 60 V 

'C 15 A 

T(vj)max : 200 oC 

Ptot 117 W 

Rth(j-c) 1,5 0C/W 

La résistance thermique jonction-ambiante a pour valeur: 

Rth(j-a) = 1,5 + 0,5 + 5 0 C/W 
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The junction-ambient thermal resistance is : Rth (c-a) 1.5 + 0.5 + 3 = 5 0 C/W 

If it is desired to operate the circuit up to an ambient temperature of 400 C, the maximum dissipated power shall 
not exceed: 

(200 - 40) OC 
Pmax= 

5OC/W 
32W 

If the case temperature of this same transistor is maintained to 500 C, for instance by means of a fluid circulation, 
the maximum dissipated power can reach : 

(200 - 50) oC 

Pmax= 100W 
1.5 OC/W 

The effect of cooling on the dissipated power of a transistor is thus shown. 

1.2.2. Area limited by the second breakdown 

1.2.2.1. Characterization of second breakdown in forward biasing condition 

The second breakdown is the result of a localized thermal runaway at collector-base junction mainly caused by a 
current concentration (588 chapter 1.1.3.3.). This concentration occurs for collector-emitter voltage and collector current 
levels which are determined for each type of transistor. A rule of thumh is sornetimes used to described the second break
down initiation point in the plane (VCE' ICI. 

IS/B = (5) 

where k and n are parameters associated to the manufacturing technology of the transistor (technology which con· 
ditions the speecl). Parameter n ranges from 1.5 to 4, the highest values corresponding to the fastest transistors. 

The current concentration, i.e. the uneven distribution of the density of the current injected under the emitter 
area, is enhanced by the application of a high collector-emitter voltage, the presence of a thin base region (high fT 
and high gain), and a graded base doping decreasing from the emitter to the collector. 
This generally results in a reduction of the power dissipation by the appearance of the second breakdown which is 
more pronounced when the transistor is faster and/or of higher voltage. 
The two regions IC (VCE) which limit the operating area of the transistor can be expressed by two similar 
relationships (figure 7) : 

Maximum power dissipation 

Second breakdown 

k1 (VCE)-1 

k2 (VCE)-n 

1.2.2.2. Effect of the temperature on second breakdown 

(6) 

(7) 

The current at which second breakdown occurs decreases when the temperature increases. 
It can be seen that, depending on temperature, the relative variation of occurence of secondary breakdown is smaller 
than that of the dissipation limit , figure 9 . 
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1.2.2.3. Example of calculation 

Consider a SESCOSEM transistor BUX 39 used under the following conditions : 

VCE = 50 V 

Tamb (400 C 



S'il est souhaitable que le circuit fonctionne jusqu'à une température ambiante de 40 oC, la puissance dissipa
ble ne devra pas dépasser : 

Pmax 
(200 - 40) oe 

5 0 e/W 
32 W 

Dans le cas où la température de boitier de ce même transistor est maintenue à 50 oC, par circulation d'un 
fluide convecteur par exemple, la puissance maximale dissipée pourra atteindre 

Pmax 
(200 - 50) oe 

1,5 0 e/W 

100 \IJ 

On montre ainsi de manière précise l'influence du mode de refroidissement sur la puissance dissipable par un transis
tor . 

1.2.2. Zone limitée par le second claquage 

1.2.2.1. Caractérisation du second claquage en polarisation directe 

Le second claquage est un phénomène traduisant un emballement thermique localisé à la jonction collecteur
base, dont la cause principale est une concentration du courant (cf paragraphe 1.1.3.3.). Cette concentration survient 

pour des niveaux de tension collecteur-émetteur et de courant collecteur déterminés pour chaque type de transistor. 
Une loi empirique décrivant le lieu de départ en second claquage dans le plan (VCE, IC) est parfois utilisée. 

(5) 

dans laquelle k et n sont des paramètres liés à la technologie de fabrication du transistor (la technologie condition
nant la rapidité). Le paramètre n est compris entre 1,5 et 4, les valeurs les plus élevées correspondant aux transis

tors les plus rapides. 
La concentration du courant, c'est à dire la distribution non uniforme de la densité de courant injecté sous 

la surface d'émetteur, est favorisée par l'application d'une tension collecteur-émetteur élevée, la présence d'une base fine 
(fT grand et fort gain!. un taux de dopage de la zone de base décroissant de l'émettnur vers le collecteur. 
Il s'ensuit généralement une réduction de puissance dissipable par apparition du second claquage d'autant plus marquée 
que le transistor est plus rapide et 1 ou de plus forte tension. 
Les deux lieux IC(VCE) limitant la zone d'emploi du transistor peuvent s'exprimer par deux relations analogues 

(figure 7) : 

Dissipation de puissance maximale 
Second claquage 

le 
le 

k1 (VeE)-1 

k2 (VeE)-n 

1.2.2.2. Influence de la température sur le second claquage 

(6) 

(7) 

Le courant de départ en second claquage diminue lorsque la température augmente. 
On constate que, en fonction de la température, la variation relative du courant de départ en second claquage 

est plus faible que celle de la limite de dissipation figure 9. 

1.2.2.3. Exemple de calcul 

Un transistor SESCOSEM BUX 39 est utilisé dans les conditions suivantes. VCE 50 V T amb ( 40 oC 
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Lü IC 

The problem consists in determining the maximum power while maintaining the case temperature to 1250 C 
maximum. According to figure 9 (lS/B curve), the power which can be dissipated at 1250 C is 60 % of the power at 
250 C , i.e. from the safe operating area : 

P tot (25 OC) = 45 W (50 V, 0.9 A) 

Pmax (125 °C)= 27 W (50 V, 0.54 A) 

Under such conditions: 

(125 - 40) oC 

T case < 125 OC if Rth (c-a) < 
27W 

3.1 0 C/W 

1.2.3. General case 

When the circumstances do not allow the circuit designer to consider only the maximum power limit or the second 
breakdown limit, three cases shall be considered depending on transistors used : 

A - The maximum dissipation hyperbolic curve lies completely under the second breakdown limit. The shape of 
the SOAR is that shown in figure 10. 
This is the case for low voltage HOMOBASE devices : 2N 3054, 2N 3055, 2N 3771, 2N 3772. 
It should be checked that no point of the transistor load line is outside the SOAR , by applying relationships (3) and (4). 

, , , , 
, second breakdown 

y , , , , , , 

FIGURE 10 

Safe operating area. 
The maximum dissipation is below 

secondary breakdown area. 

L-________________________________ ~ ____________________ ~- Luy vCE 

B - The dissipation hyperbolic curve and the second breakdown limit intersect ; this occurs frequently for power 
transistors which breakdown voltage V CEO is above 100 volts. Figure 11 indicates the pattern of the safety area. The maxi
mum junction temperature should not be exceeded in the zone limited by the power dissipation at the point of strongest 
dissipation and the second breakdown limit must be observed throughout the operating diagram. 

C - The maximum dissipation hyperbolic curve is above the second breakdown limit, figure 12. 
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.oy IC 

On veut déterminer la puissance maximale sans que la température de boitier dépasse 125 oC. En se référan' 
à la figure 9 (courbe IS/B), on peut dissiper à 125 oC 60 % de la puissance dissipable à 25 oC, soit, d'après l'aire 
de sécur ité : 

Dans ces conditions : 

Ptot (25 OC) 

Pmax (125 0 ) 

45 W (50 V, 0,9 A) 

27 W (50 V, 0,54 A) 

T case < 125 oC si Rth(c.a) 
(125·40) oC 

3,1 0C1W 

27 W 

1.2.3. Cas général 

On distinguera trois cas, selon les transistors utilisés: 

A· L'hyberbole de dissipation maximale est située entièrement sous la limite de second claquage. La forme 
de l'aire de sécurité est celle de la figure 10. 

C'est le cas des transistors HOMOBASE basse tension : 2N 3054, 2N 3055, 2N 3771 , 2N 3772 

On verifiera qu'aucun point de la ligne de charge du transistor n'est en dehors de l'aire de sécurité en appliquant les 
formules (3) et (4). 

, , , , 

Dissipation maximale 

, , , 

FIGURE 10 

, , 

Aire de fonctionnement de sécurité. La dissipation 
maximale est inférieure à la tenue en second claquage. 

, 
L-________________________________ ~ ____________________ ~ Log VCE 

B . L'hyberbole de dissipation et la limite de second claquage se coupent, ce qui survient fréquemment 
pour les transistors de puissance dont la tension de claquage VCEO est supérieure à 100 volts. La figure 11 
indique l'allure de l'aire de sécurité. La température maximale de jonction ne doit pas être dépassée dans la zone 
limitée par la dissipation de puissance au point de la plus forte dissipation et la limite de second claquage doit 
être respectée dans tout le diagramme de fonctionnement. 

C· L'hyberbole de dissipation maximale est au·dessus de la limite de second claquage figure 12. 
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Loy IC 

FIGURE 11 

FIGURE 12 
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Although such circumstances never occur, this case corresponds, for high voltage transistors, to a large part of the possi
ble voltage range (for instance, 30 to 500 volts for transistor BUX 14). 

The power that can be dissipated by the transistor must be considered carefully and a rapid calculation of the 
thermal resistance could be danyarous. In fact, the rule of thumb expressed by relationship (5) does not apply to high 
voltage transistors, since the value of suscript n decreases when voltage VCE is high. 
The region of second breakdown is then indicated by two straight lines corresponding to two values of n, figure 13. 
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Bien que de telles circonstances ne se rencontrent pratiquement jamais, ce cas correspond, pour les transistors 
haute tension, à la majeure partie de l'excursion possible en tension (par exemple 30 à 500 volts pour le 
transistor BUX 14.) 

La puissance dissipable par le transistor doit être examinée attentivement et un rapide calcul de résistance 
thermique pourrait s'avérer dangereux. D'ailleurs, la loi empirique traduite par l'équation (5) n'est pas valable 
pour les transistors haute tension, car la valeur de l'exposant n décroit lorsque la tension VCE est élevée. 
Le lieu de second claquage est alors indiqué par deux segments de droite, correspondant à deux valeurs de n 
figure 13. 
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2. THE TRANSISTOR UNDER PULSE CONDITIONS: 

2.1. Extension of safety area in switching mode * 

The junction temperature limits essentially the power characteristics of a transistor and, above a maximum tem. 
perature (T(vj) max) guaranteed by the manufacturer, the device enters an area of thermal instability likelyto cause its 
destruction. ln switching mode,the junction temperaturedoes not depend directly on the instantaneous power, but on the 
energy ( E = Px tp ) generated by a pulse of width tp , as weil as on thermal time constants of the system. 

Then the peak power in the switching mode may exceed the limits corresponding to the steady state, thus exten. 
ding the SOAR. The instantaneous peak power and the pulse width cannot be dissociated and, owing to the diversity of 
switching modes to which a transistor can be subjected, it is impossible to indicate on catalogues the limits applicable to 
each method of operation. 

However, the data provided in SESCOSEM catalogues allow, the designer to ex tend the SOAR by interpolation. 

The following data should be used : 

· the maximum junction temperature T(vi) max, 
· the collector current pulse li mit, 
· the collector-emitter voltage pulse limit, 
· the transient thermal impedance, 
· the safety area in single pulse mode, 
· the variation of maximum power and of second breakdown current as a function of case temperature. 

2.1.1. Collector peak current 

SESCOSEM catalogues specify two values not to be exceeded : one for steady state and the other for a pulse at 
width of 10 msec. max (one half·cycle of the 50 Hz mains). 

2.1.2. Maximum collector·eminer voltage 

The limits defined for the steady state remains applicable under pulse conditions. 

2.1.3. Transient thermal impedance 

The junction temperature, calculated for the steady state by means of the thermal Ohm law (see paragraph 
1.1.3.1.), can be determined for transient state only by introducing the transient thermal impedance (Zth). This notion 
takes into account the thermal resistance at steady state (Rth) and the thermal capacity Cth, which represents the heat 
storage in the elements of the device (chip, case, connections). 

* Also refer to chapter dealing with transistors operating in switching mode 
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2. LE TRANSISTOR EN REGIME IMPULSIONNEL 

2.1. Extension de l'aire de sécurité en régime impulsionnel (1) 

La température atteinte par la jonction limite essentiellement les caractéristiques de puissance d'un transistor et, 
au delà de la température maximale (T(vj) max) garantie par le constructeur, le dispositif entre dans une zone d'instabilité 
thermique susceptible de provoquer sa destruction. En régime transitoire, la température de jonction ne dépend pas di
rectement de la puissance instantanée, mais de l'énergie (E = P x tp) fournie par une impulsion de durée t p, 
ainsi que des constantes de temps thermiques du système. 

Donc, en régime impulsionnel, la puissance crête peut excéder les limites correspondant au régime permanent, 
ce qui apporte un élargissement de l'aire de sécurité. La puissance crête instantanée et la durée de l'impulsion ne peu
vent pas être dissociées et, vu la diversité des régimes impulsionnels auxquels peut être soumis un transistor, il est 
impossible de regrouper sur les notices les limites de chaque cas d'utilisation. 
Cependant, les données figurant sur les notices SESCOSEM permettent, le cas échéant, la détermination de l'exten
sion de l'aire de sécurité par interpolation graphique. 

Les données à utiliser sont les suivantes: 

- la température maximale de jonction T(vil max, 
- la limite en impulsion du courant collecteur, 
- la limite en impulsion de la tension collecteur-émetteur 

- l'impédance thermique transitoire, 
- l'aire de sécurité en mono-impulsion, 
- la variation de la puissance maximale et celle du courant de second claquage, en fonction de 

la température de boitier. 

2.1.1. Courant collecteur crête 

Sur ses notices, SESCOSEM spécifie pour le courant collecteur deux valeurs à ne pas dépasser, l'une en ré
gime continu et l'autre applicable pour une impulsion de durée inférieure ou égale à 10 msec. (une alternance du 

secteur 50 Hz). 

2.1.2. Tension collecteur·émetteur maximale 

Les limites établies en régime permanent restent inchangées en régime impülsionnel. 

2.1.3. Impédance thermique transitoire 

La température de jonction, calculée en régime permanent à l'aide de la loi d'Ohm thermique (voir paragra
phe 1.1.3.1.1. ne peut être déterminée en régime impulsionnel qu'en introduisant l'impédance thermique transitoire 
(Zth). Cette notion tient compte de la résistance thermique à l'état permanent (Rth) et de la capacité thermique 
Cth, qui traduit le stockage de chaleur dans les éléments du dispositif (pastille, boitier, connexions). 

(1) Voir aussi le chapitre réservé au fonctionnement des transistors en commutation_ 
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Sy applying a single power pulse, the temperature settles according to an exponential law similar to the pulse 
response of an RC network whose time constant would be (figure 14) : 

Tth = Rth x Cth (8) 

~ak r- ___ -..-______ ~- ___ St".:'d_y_st_ate _____ _ 

(vj) 

... FIGURE 14 

01 1 t p 
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Heating of a transistor junction 
subjected to a power pulse. 

: 1 Steady state 
---1--- --1- - ~-::---=----~---

1 --- - 1 

1 

1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 

o 

The junction temperature only reaches the steady state value when the pulse width is at least equal to 3 times the 
thermal time constant of the device being considered. 

ln fact, the equivalent thermal network of a transistor is more complex than a single RC network. In the case 
of a series of identical pulses, the junction temperature can be determined by splitting up this rate into two super·imposed 
states (figure 15) : 

- one steady state, corresponding to the mean dissipated power and to the mean temperature rise of 
the junction, and for which the steady state calculation mode can be used. 

- one transient state to which the previous considerations apply. 

SESCOSEM catalogues provide the operator with a simplified method of calculation, whilst remaining close to the experi
mental area, by means of graphs for the thermal resistance reduction factor « KlI in transient state. This factor depends 
on pulse width t p and on duty cycle 8 = tplT. 

The thermal impedance to be used shall be determined in each case by applying the formula: 

Zth(j-c) (tp , 8) = K (tp , 8) Rth(j-c) steady state (9) 

Graphs for K(tp, 8) are plotted for each type of transistor, from temperature rise measurements, as a function 
of pulse width and dut y cycle. Figure 16 shows the K(tp,8) network for transistor SUX 39. 

48 



En appliquant une impulsion unique de puissance, la température s'établit selon une loi exponentielle analogue 
à la réponse impulsionnelle d'un circuit RC dont la constante de temps serait (figure 14) 

(8) 

P 

Pcr/he 

~ 
Régime continu 

.. 
FIGURE 14 

T(vj) 

Echauffement de la jonction d'un transis· 
tor soumis à une impulsion de puissance 

régime continu 
- - - - - - t- - - - - - - - -f -- - - - - - -=--------r- - - -

1 1_--- 1 

o 

La température de jonction n'atteint la valeur de l'état permanent que si la durée de l'impulsion est supérieu· 
re ou égale à 3 fois la constante de temps thermique du dispositif considéré. 

En réalité, le réseau thermique équivalent d'un transistor est plus complexe qu'un simple réseau RC. Dans le 
cas d'une série d'impulsions identiques, la température de jonction est déterminée en décomposant ce régime en deux 
états superposés (figure 15) : 

- un état permanent, correspondant à la puissance moyenne dissipée et à une élévation moyenne de la tempé
rature de jonction, pour lequel le mode de calcul du régime permanent est utilisable, 

- un état impulsionnel auquel les considérations précédentes sont applicables. 
Afin de permettre à l'utilisateur un maniement plus rapide et de rester plus proche du plan expérimental, SESCOSEM 
fournit sur ses notices des abaques donnant le facteur « K» de réduction de la résistance thermique en régime d'im
pulsions. Ce facteur dépend de la durée d'impulsion t p et du rapport cyclique Ô = tp/T. 

On déterminera l'impédance thermique à utiliser dans chaque cas par la formule: 

Zth{j-c) (tp, Ô) = K (tp,,s) Rth{j-c) continu (9) 

Les abaques K(tp,,s) sont tracées pour chaque type de transistor, à partir de mesures de l'élévation de la 
température, en fonction de la durée d'impulsion et du rapport cyclique. la figure 16 donne le réseau K Itp,,s) 
pour le transistor BUX 39. 

49 



p ~ 

FIGURE 15 

- - -- ~ 1 

- - -- ... - -1 1- - - Pav 

J 
1 

1 1 

i~ 
~ 3Zth 

Variation of junction temperature in repetitive pulse mode. 
The collector·base junction heats up at each pulse and cools 

~ t 

down between pulses. A state of equilibrium is reached after a certain time 

FIGURE 16 FIGURE 17 

- BUX 39 

-+ 
1 -t 

~ __ T_4 

'C 
lA 1 f----f- -tt 

f+i t-#iI.--~~t~ r:+-- t-.. - --+ 

50 f-- j-- - ~ ?o-.l.-------+-~ 

" '~,l''''''~ <;0, ---r---~ 
I~ )', 's~~q,~ ~~~--t--~_=+= ' /~v,,J' __ ~_+ _ _+_ ____ ....... 

1 r l ',1 ,,~~,J' i i 
'''0 ,1 1 1 

" '?, - 1 

20 

10 
-+ -1 .J---+--i-t-.---

-- -4---r+--t--
Illi '\ , =r-=t:~ 

conl,"uou,~ r, 
1 \' \ 

\ l 1 

Pulsed ------ 1 

lcase= 25°C f---~ \ 1 1 
1 

,1 

f-- ~-==E~ ffi -- :-t=+ =::: 
--r--- ----- -}-: ~ 1 

f+-
- ._-+ 

0,5 

JL!~~ 
10-2 L-.J..--'-L.--'--.-l..---'---'----'---..JL....._~~__1 rt -i-r 1 

0,2 

2 5 2 5 2 5 

10-1 tp(sec) 10-5 10-4 10-3 

2 5 

10-2 1 0.1 

10 20 50 100 200 500 VCE'V' 

Reduction factor of thermal resistance in transient state SGlfety area of transistor BUX 39 

50 



K 

10-2 

T(vj) 

FIGURE 15 

~ r-- r-- - 1 

- - --- - -1 1- - - Pav 

1 

1 

1 1 

-i~ _ T(vj) av, 

1 1 

1 -- 3 Zth 
... t 

Evolution de la température de jonction en régime'impulsionnel répé
titif. A chaque impulsion, la jonction collecteur-base s'échauffe et entre 
les impulsions, elle se refroidit. Au bout d'un certain temps, il s'établit 

un état d'équilibre. 

FIGURE 16 

f-W-I 1 1,..00 ~ V 
- f> '" O.~ ~ ...... ....... V ~ ~ 
-l--, -

~ ......... =Fffiol- ~ VI 

- O:"V ~/ 
V 

-~ V 

- ~7 BUX 39 'io,... 
1-)-
~ 

~_T __ ... 

JUl 
>---,-P-

-~ 0,2 1-----!-1'-+-++++I+--+--+--t-+-H-lII-I--- -- -
252525 2b 25 

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 tp(sec) 

Facteur de réduction de la résistance ther· 
mique en régime d'impulsion. Aire de sécurité du transistor aux 39. 

51 



2.1.4. Safe operating area - Single pulse condition: 

2.1.4.1. Limitation due to second breakdown in single pulse condition: 

ln transient state, the dissipation limit defined by the second breakdown is also modified by the 
thermal time constants of the transistor. They are determined experimentally in single pulse condition for various pulse 
widths. 

2.1.4.2. Maximum dissipation limit in single pulse condition: 

This limit is derived from the K(tp, (j = 0) graph and corresponds to the experimental determina
tion of T(vil max for each pulse width. 

The maximum peak power which can be dissipated in single pulse condition is obtained by applying the relationship : 

Ppeak max = Pmax steady state (10) 

or (equivalent relationship) : 
(T(vil max - 250 C 

Ppeak max (11) 
K(tp, (j = 0) ~th{j-c) 

Note. Factor (1/K(tp, (j = 0) is also called power multiplier factor in pulse mode: M(tp, li = 0). 

Generally, it is considered that a single pulse condition is any repetitive state whose dut y cycle is 
at most equal to 1 %. 

2.1.4.3. Safe operating area. Single pulse condition: 

This graph completes the safe operating area established for steady state and involves the four 
limitations (voltage, current, power, second breakdown) in single pulse condition. It is systematically given in ail 
SESCOSEM catalogues. An example is illustrated by figure 17 (transistor BUX 39). 

2.1.5. Lowering of maximum dissipation limits and of second breakdown limits élS a function 
of case temperature. 

The changes to be applied are the same as those considered in the case of steady state (see paragraphs 1.2.1 
and 1.2.2., figures 8 and 9). 

ln any repetitive pulse condition, it is generally necessary to apply such changes in order to determine 

the safe operating areas of the transistor. 

2.2. Operation in switching mode: 

The practical rules to be observed are given for the three following cases: 

- single pulse condition; 
_ repetitive pulse condition limited by maximum power dissipation (areas 1 and 2 of figure 11) ; 
_ repetitive pulse condition limited by second breakdown (area 3 of figure 11). 

These three cases will be dealt with for square-shaped pulses. Under such conditions, the lasttwo cases can easily be separa

ted by considering the VCE voltage applied during the pulse. We will then consider how these practical rules are applied 

for various pulse shapes. 
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2.1.4. Aire de sécurité en régime de mono-impulsion 

2.1.4.1. limitation par le second claquage en régime de mono·impulsion 

En régime impulsionnel, la limite de dissipation par le second claquage est également modifiée par les cons· 

tantes de temps thermiques du transistor. Elles sont déterminées expérimentalement en régime d'impulsion unique 

pour diverses largeurs d'impulsions. 

2.1.4.2. limite de dissipation maximale en régime de mono-impulsion 

Cette limite est déduite de l'abaque K(tp , 0 = 0) et correspond donc à la détermination expérimentale 

de T(vj) max, pour chaque durée d'impulsion. 
La puissance de crête maximale dissipable en mono-impulsion est donnée par la relation: 

ou (relation équivalente) 

Pcrête max __ -,-1 __ Pmax continu (10) 
K(tp,o = 0) 

(T(vj) max - 25 oC 
Pcrête max = _-'-"-..:.:.:..::..:-'---....::.c=---=-

Khp,o = 0) Rth(j.c) 
(11) 

Notas. Le facteur (l/K(t p,o = 0) est aussi appelé facteur multiplicateur de puissance en impulsion: M(tp, 0 = 0). 

On convient généralement de considérer comme régime d'impulsion unique tout régime répétitif dont le 

rapport cyclique est inférieur ou égal à 1 %. 

2.1.4.3. Aire de sécurité en régime mono-impulsionnel 

Ce diagramme, qui complète l'aire de sécurité établie pour le régime "ermanent regroupe les quatre limi· 

tations (tension. courant, puissance, second claquage) en régime de mono·impulsion . Il figure systématiquement 

sur toutes les notices SESCOSEM. Un exemple est donné sur la figure 17 (transistor BUX 39). 

2.1.5. Déclassement des limites de dissipation maximale et des limites de second claquage en fonction de la 
température de boitier 

Les déclassements à appliquer sont les même~ que dans le cas du régime permanent voir( paragraphes 

1.2.1. et 1.2.2., figures 8 et 9). 

En régime d'impulsion quelconque, répétitif, il y a généralement lieu de faire appel à ces déclassements 

pour déterminer les zones de fonctionnement de sécurité du transistor. 

2.2. Emploi du transistor en régime d'impulsions 

Nous donnerons les règles pratiques à employer dans les trois cas suivants: 

- régime d'impulsion unique, 
- régime d'impulsions répétitives, limitation par la puissance maximale dissipable (zones 1 et 2 de la figure 11), 
. régime d'impulsions répétitives, limitation par le second claquage (zone 3 de la figure 11). 

Ces trois cas seront traités pour des formes d'impulsions rectangulaires. Il est possible dans ces conditions, de séparer 

aisément les deux derniers cas en se basant sur la tension VCE appliquée durant l'impulsion. Nous examinerons 

ensuite comment ces règles pratiques sont exploitées dans le cas général d'une impulsion de forme quelconque. 
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2.2.1. Single pulse condition 

The peak power which can be dissipated may be determined directly from the single pulse safe operating area 
shown in catalogues. Depending on current and voltage peak values occuring during the power pulse, a maximum peak power 
can be determined, limited either by the maximum dissipation or by the second breakdown. 

ln the case of a single pulse, the case temperature may be considered as equal to ambient temperature provi· 
ded the thermal time constant of the case (and heat sink if any) is much higher than the pulse width. 

If the case temperature is above 250 C, the SOAR (in transient state) which limits the power capability must 
be modified accordingly. 

2.2.2. Repetitive pulse condition 

2.2.2.1. Limitation due to maximum power 

As stated in paragraph 2.1. the transie nt thermal impedance graphs allow the designer to relate to the 
steady state condition, calculating the maximum peak power which can be dissipated, for a device whose case is maintai· 
ned at 250 C (11). This formula is applicable for an infinite heat sink. With a heat sink of finite thermal resistance it is 
necessary to consider the temperature rise of the case resulting from the mean power dissipated. 

,A.ssuming Pc max is the maximum peak power of pulses that the transistor can withstand and the dut y 
cycle 8. 

The temperature rise of the case is calculated from : 

Tc - T amb = 8 x Rth(c.a) x Pc max 

provided the thermal time constant of the heat sink is high compared to pulse width. 

Sy analogy with (4), the following can be shown 

Pc max 

Thus leading to relationship Pc max 

Example of calculation 

T (vil max - Tc 

K x Rth(j·C) 

T(vj) max - T amb 

li x Rth(c.a) + K Rth(j.c) 

Consider a transistor SUX 39 operating in the switching mode: 

Pulse width : 10 ms 

Duty cycle: 0,5 
Case-ambient thermal resistance : 3.50 C/W 

The device can operate at ambient temperature up to 400 C. 

The following data are taken from the catalogue: 

Rth(j.c) : 1.50 C/W 

T(vil max : 2000 C 

K Itp = 10 ms and 
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2.2.1. Régime d'impulsion unique 

La puissance crête dissipable peut être déterminée directement à partir de l'aire de sécurité en mono· 
impulsion qui figure sur les notices. Selon les valeurs crêtes du courant et de la tension pendant l'impulsion de puis· 
sance, on obtiendra une puissance crête à ne pas dépasser, limitée soit par la dissipation maximale, soit par lei 
second claquage. 

Dans le cas d'une impulsion unique, on peut assimiler température de boitier et température ambiante, à 
condition que la constante de temps thermique du boitier (et du raoiateur éventuel) soit nettement supérieure à 

la durée de l'impulsion. 
Si la température de boitier est supérieure à 25 oC, il faut modifier en conséquence la zone de l'aire de sécu

rité ( en impulsion) limitant la possibilité en puissance. 

2.2.2. Régime d'impulsions répétitives 

2.2.2.1. limitation par la puissance maximale 

On a vu dans le paragraphe 2.1. que les abaques d'impédance thermique transitoire permettaient de s~ 

ramener au cas du régime continu et de calculer la puissance crête maximale dissipable, dans le cas d'un boitier 
maintenu à 25 oC (formule 11). Cette formule est valable dans le cas d'un raaiateur infini. Avec un radiateur de 
résistance thermique finie il faut tenir compte de l'élévation de la température de boitier entrainée par la puissance 

moyenne dissipée. 
Soit Pc max la puissance crête maxi male des impulsions que pourra supporter le transistor et (; le rapport 

cyclique. 
L'élévation de température du boitier est obtenue par la formule: 

Tc - Tamb = (; x Rth(c-a) x Pc max (12) 

à condition que la constante de temps thermique du radiateur soit grande devant la largeur des impulsions. 

On peut écrire, par analogie avec la relation (4) : 

Pc max 

ce qui conduit à la relation: Pc max 

Exemple de calcul 

T(vj) max - Tc 

K x Rth(j-c) 

T(vj) max - Tamb 

(; x Rth(c-a) + K Rth(j-c) 

Soit un transistor BUX 39 utilisé en régime impulsionnel : 

Largeur des impulsions: 10 ms 
rapport cyclique: 0,5 
Résistance thermique boitier-ambiante : 3,5 °C/W 

(13) 

(14) 

Le montage doit pouvoir fonctionner jusqu'à une température ambiante de 40 oC. On relève sur la notice les don

nées suivantes: 

Rth(j-cl : 1,5 OC/W 
T(vil max : 200 oC 
K (tp = 10 ms et (; 0,51 0,8 
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Applying (14) gives : 

200 - 40 
Pc max 54W 

0.5 x 3.5 + 0.8 x 1.5 

2.2.2.2. Limitation due to second breakdown 

When the voltage applied to the transistor moves its operating point into area 3 of figure 11, relation
ship 14 should not be applied. 

The following procedure is used based on the principle of super position_ The mean temperature rise of the 
junction, with respect to case, results from the dissipated power_ This dissipated power is processed as in the case of steady 
state. The temperature rise is then derived from the relationship : 

t:. T (vil av = Rthlj-c) Pav = Rthlj-c) & Pc (15) 

An equivalent case temperature is defined by adding the actual case temperature to this mean tempera
ture rise of the junction : 

Tc eq. = Tc réel + t:. T (vil av (16) 

Tc eq. = T amb + Rth(c-a) & Pc + Rth(j-c) & Pc (17) 

The problem is th us reduced to a single pulse state of the transistor operating with a case temperature 
Tc eq' Therefore, the peak power that can be dissipated in the transistor in repetitive pulse condition should not exceed that 
which cou Id be dissipated in single pulse condition modified by the coefficient of variation of IS/8 versus temperature. 

Pc max (&) = Pc (& = 0) 
'S/8 (Tc eq.) 

(18) 

IS/8 (250 C) 

The following example will illustrate the procedure to be adapted. 

A transistor 8UX 11 is used on a heat sink (Rth(c-a) = 50 C/W 

The problem consists in determining whether the transistor will operate within the safe operating area if 
subjeeted to the following cycle: 

Square-shaped pulses 

t p = 1 ms, T = 10 ms, 0.1 

Pc = 200W 

Tamb = 250 C 

The following data are given in the catalogue: 

Rth(j-e) : 1.170 C/W 

Variation of IS/8 versus Tc: figure 18 

SOAR in single pulse condition: figure 19 
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En utilisant la formule 14 on a : 

200 - 40 
Pe max 54 W 

0,5 x 3,5 + 0,8 x 1,5 

2.2.2.2. Cas de la limitation par le second claquage 

Lorsque la tension appliquée au transistor fait pénétrer son point de fonctionnement dans la zone 3 de la 
figure 11, on ne doit pas utiliser la relation 14. 

On utilise la procédure suivante, basée sur le principe de la superposition. L'élévation moyenne de la tempéra 
ture de jonction, par rapport au boitier, est provoquée par la puissance dissipée. On traite cette puissance dissipée com 
me en régime permanent. L'élévation de température est alors calculée par la formule: 

t. T(vil av = Rth(j-e) Pav = Rth(j-e) oPe (15) 

On définit une température de boitier équivalente, en ajoutant à cette élévation moyennE! de la température 
de jonction la température réelle de boitier 

Te eq_ = Te réel + t.T(vj) av (16) 

Te eq. = Tamb + Rth(e·a) oPe + Rth(j-e) oPe (17:1 

On est donc ramené à un régime de mono-impulsion du transistor fonctionnant à une température de boitier 

Tc eq.' De ce fait, la puissance crête que peut dissiper le transistor en impulsions répétitives ne doit pas excéder celle 
qu'il pourrait dissiper en régime mono-impulsion, affectée du coefficient de variation de IS/B en fonction de la tem

pérature. 

Pc max (0) Pe (0 

L'exemple de calcul suivant précise la démarche à suivre. 

0) 
IS/8 Ile eq.l 

IS/8 (25 oC) 

On utilise un transistor BUX 11 monté sur un refroidisseur (Rth(c-a) = 5 0 C/W). 

(18) 

On veut savoir si le point de fonctionnement du transistor ne sortira pas de l'aire de sécurité s'il est 

soumis au cycle suivant: 

Impulsions rectangulaires 

tp = 1 ms, T = 10 ms, 0,1 

Pc = 200 W 

Tamb = 25 oC 

Les données suivantes sont indiquées par la notice: 

Rth(j-c) : 1,17 oC/W 

Variation de IS/B en fonction de Tc: F igu re 18 

Aire de sécurité en mono-impulsion : Figure 19 
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The equivalent case temperature is derived from (17) : 

Tc eq. = 25 + 200 x 0.1 x 5 + 200 x 0.1 x 1.17 148.40 C ~ 1500 C 

Figure 18 gives (point A) 

IS/B (150 0 C) 
50% 

IS/B (250 C) 

The peak power limitation for this condition is obtained by offsetting by 50 % ail the points to the 1 millisecond 
breakdown boundary (straigh line AB, figure 19). It can be sean that condition (18) is complied with up to a voltage 
VCE of 100 volts. 

Note: 

No safety margin has been taken in this example in order to show how the limits are determined. The designer should 
always check that the operation provides adequat safety margin with respect to the absolute limits specified (refer to chap
ter «Recommendations for the selection of power transistors li). 
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La température équivalente de boitier est calculée suivant la relation 17 : 

Tceq . ~ Z5 + ZOO x 0,1 x 5 + ZOO x 0,1 x 1,17 

D'aprés la figure 18, on a (point A) : 

IS/8 (150 OC) 

IS/8 (Z5 OC) 
50 % 

148,4 oC 1 ~iO oC 

La limite de puissance crête est obtenue pour le régime d'impulsions considéré en déclassant tous ,les points de la 
droite de limitation ~r le second claquage à 1 ms de 50 % (droite AB figure 19). On constate que la condition (18) 
est satisfaite jusqu'à une tension VCE de 100 volts. 

Remarque: 
Nous ne prenons ici aucune marge de sécurité afin de montrer comment sont déterminées les limites. L'utilisateur aura 
toujours intérêt à vérifier que son fonctionnement laisse une marge raisonnable par rapport aux limites absolues spéci· 
fiées (se reporter au chapihe sur les conseils d'utilisation). 
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P 

2.2.3. Switching - various pulse shape 

ln order to determine the operating limit of the transistor. the case of variable shape pulses is reduced to the 
case of equivalent square-shaped pulses by applying the following rule (figure 20) : 

- the peak power of the square-shaped pulse shall be that of the pulse under consideration. 
- the energy generated by both pulses shall be the same. i.e. the width of the square pulse t p is derived from 

the relationship : 

P peak f P(t) dt (19) 

The mean power of the pulses is calculated from : 

_ tp 
Pav = P peak T (20) 

The safe operating area for the switching mode under consideration is established by observing the instruc
tions given in previous paragraphs. The load line of the transistor during the pulse duration is then plotted within the plane 
NCE. Icl (figure 21). Ali the points of the load line must be within the SOAR • both in the area limited by maximum 
dissipation and in that limited by second breakdown. 

Ppeak l" 
-~-- - ----- --r;'-- - -- -~ Log IC 
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FIGURE 20 
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Switching mode for various pulse shapes 
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FIGURE 21 

Load line of transistor. 
Heavy line : Correct operation. 
Dotted line : 1 ncorrect operation. 



2.2.3. Régime d'impulsions quelconques 

Pour fixer la limite de fonctionnement du transistor, le cas d'impulsions quelconques est ramené au cas 

d'impulsions rectangulaires équivalentes en appliquant la règle suivante (figure 20) : 

- la puissance crête de l'impulsion rectangulaire sera celle de l'impulsion quelconque, 

- l'énergie contenue dans les deux impulsions sera la même, c'est à dire que la durée t p de l'impulsion 

rectangulaire s'obtient par la relation: 

Pcrête J Ph) dt (19) 

La puissance moyenne des impulsions est calculée selon: 

Pav Pcrête (20) 
T 

L'aire de sécurité pour le régime d'impulsions considéré est construite en suivant les indications données dans 

les précédents paragraphes. On trace ensuite dans le plan (VeE, le) la ligne de charge du transistor pendant l'impul

sion (figure 21). Tous les points de la ligne de charge doivent se trouver à l'intérieur de l'aire de sécurité, aussi bien 

dans la zone limitée par la dissipation maximale que dans celle limitée par le second claquage. 

T 

FIG URE 20 
Pcrête 

- ----- --..-;.----- - -- -

1 
1 

1 

1 

1 
1 

Réllime d'impulsions quelconques. 

FIGURE 21 

Log le 

ligne de charge du transistor. 

En trait plein: Fonctionnement correct 

En trait pointillé: Fonctionnement incorrect 
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3. TYPICAL APPLICATIONS 

3.1. Regulated power supply 

The problem is to design an industrial control system, a regulated power supply with an output voltage of 
48 volts delivering a current IS of 1 ampere maximum, and protected againts short·circuits of the load. The solution 
will be a series type regulation by means of a ballast transistor from a rectified and filtered voltage of 70 volts under no
load condition, figure 24. The unit is arranged in su ch a way that the ambient temperature does not exceed 300e. 

FIGURE 22 

IS 

Regulation cieuit Vs 

= Vref 

Series type voltage regulator 
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3. EXEMPLES D'APPLICATIONS 

3.1. Alimentation stabilisée 

On se propose de réaliser, pour un système de contrôle industriel, une alimentation stabilisée de tension de 
sortie 48 volts devant fournir un courant IS égal au maximum à 1 ampère, et protégée contre les court-circuits 
de la charge. On envisage une régulation série par transistor ballast à partir d'une tension redressée et filtrée de 70 volts 
à vide figure 22. L'appareil est installé de façon que la température ambiante ne dépasse pas 30 oc. 

FIGURE 22 

ClrcuÎt de 

régulation 

Vréf 

Schéma de principe d'u n régullteur de tension série. 

Vs 
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3.1.1. Calculation of series regulator - Normal operation. 

The selected component is a SESCOSEM transistor 2N 3442 mounted directly with silicone grease on a fin type 
heatsink N4 whose thermal resistance is 1.80 C/W. Under these conditions, it is supposed that the case-heat sink thermal 
resistance does not exceed 0.2 oC/W. 

The following characteristics of transistor 2N 3442 should be known : 

Ptot 
IC max 

Rth Ii-c) 

T(vj) max 

117 W 

10 A 

1.5 0 C/W 

200 OC 

Figures 25 and 26 show respectively the SOAR and the curve of the relative decrease of Ptot and ISIS. 
Formula (4) allows the maximum permissible power to be calculated since : 

Rth li-a) = Rth Ii-c) + Rth (c-r) + Rth (r-a) = 1.5 + 0.2 + 1.8 = 3.5 0 C/W 

200 - 30 

Pmax 48.5 W 
3.5 

The maximum case temperature corresponds to : 

T case = T amb + P max X Rth(c-a) = 30 + 48.5 X 2 = 127 Oc 

At 127 OC, the value of ISIS is approximately 40 % of that at 250 C (figure 26). The permitted SOAR is determined by 
plotting these limits on the SOAR of figure 25. It should then be checked that the operating point al ways remains within 
this area. 

ln extreme conditions, the power dissipated in the transistor is the product of VCE, equal to the difference 
between the unregulated voltage and the output voltage (22 volts) ,and IC maximum (1 amperel, i.e. 22 watts. The 
22 volts, 1 ampere operating point (point AI is effectively within the permitted area 

3.1.2. Sehaviour of the series transistor in the case of short circuited load 

ln the case of a short circuit on the load, the transistor is fed with the total appliedvoltage, i.e. 70 volts. A simple 
limitation of current to its maximum value (1 ampere) moves point A to S, outside the SOAR. 

It is th us necessary to provide additional protection with sufficiently quick action to maintaining the operating 
point within the limits of the SOAR corresponding to the single pulse condition. It is assumed that the protection device 
cuts off the applied voltage in less than 100 msec. 
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3.1.1. Etude du ballast en fonctionnement normal 

Le composant sélectionné est un transistor SESCOSEM 2N 3442, monté directement avec graisse silicone sur 
refroidisseur à ailettes type N 4, dont la résistance thermique est de 1,8 oC/W. Dansces conditions, on admet 
que la résistance thermique boitier·refroidisseur ne dépasse pas 0,2 oC/W. 

On doit connaitre les caractéristiques suivantes du transistor 2N 3442 : 

Ptot 
IC max 

Rth{j·c) 
T(vj) max 

117 W 
10 A 
l,5 0 C/W 
200 oC 

Les figures 23 et 24 donnent respectivement l'aire de sécurité et la courbe de décroissance relative de 

Ptot et IS /8· 
La formule (4) permet le calcul de la puissance maximale permise, sachant que 

Rth{j·a) = Rth{j-e) + Rth(c-r) + Rth(r-a) = 1,5 + 0,2 + 1,8 

200 - 3D 
48,5 W 

3,5 

La température maximale de boitier correspond à 

3,5 0C/W 

Tease = Tamb + Pmax x Rth(c-a) = 3D + 48,5 x 2 = 127 oC 

A 127 oC, la valeur de IS/8 est environ 40 % de celle à 25 oC (figure 24). En reportant ces limites sur l'aire 
de sécurité de la figure 23, on détermine le domaine de fonctionnement autorisé. Il faut alors vérifier que le point 
de fonctionnement reste toujours dans ce domaine. 

Dans les conditions les plus sévères, la puissance dissipée dans le transistor coincide avE'C VCE égal à la 
différence entre la tension non régulée et la tension de sortie (22 volts) et IC maximal (1 ampère), c'est à 

dire 22 watts. Le point de fonctionnement 22 volts, 1 ampère (point A) est bien à l'intérieur de la zone 
autorisée. 

3.1.2. Etude du comportement du transistor ballast en cas de court-circuit de la charge 

En cas de court circuit de la charge, le transistor supporte tOl,Jte la tension appliquée, soit 70 volts. Une 
simple limitation du courant de sortie à sa valeur maximale (1 AI amène le point A en 8,.3 l'extérieur de la 
zone de fonctionnement de sécurité. 

Il faut donc prévoir un système supplémentaire de disjonction, suffisamment rapide pour que le point 
de fonctionnement reste dans les limites de l'aire de sécurité relative au régime d'impulsion unique. On suppose 
que le système de protection coupe la tension appliquée en moins de 100 msec. 
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ln the most unfavourable case, the short-circuit occurs when the power supply is delivering maximum current into the 
load . Just before failure, the dissipated power is 22 watts and the case temperature, as calculated from known ambient 
temperature and case-ambient thermal resistance , is 74 oC. 

At the time of short-circuit, the transistor must deliver 70 watts in 100 msec, with a case temperature maintained 
at 740 C. These requirements are plotted on the SOAR by following the outline which corresponds to a single 100 msec. 
pulse, and a temperature of 74 oC (figure 23). 

For" VCE voltage of 70 volts, the second breakdown limits the capabilities of the device. For a single 100 msec. 
wide pulse, the second breakdown current is : 

3 A for T case = 25 OC 

and 2.1 A for Tcase = 74 oC 

Since the current is limited to 1 ampere, the design gives a good protection to the circuit. 

3.2. «Parallel» regulator 

It is desired to stabilize a voltage using the circuit of figure 29. The output voltage is 150 volts, the load and input 
voltage variations are su ch that the maximum collector current reaches 50 mA. The selected transistor is of the BUX 41 
type, mounted on a heat sink ; thermal resistance Rth(c-a) is estimated at 3.5 oC/W (maximum). 

Object is to operate at temperatures up to 60 oC. The maximum power dissipated in the transistor is 
(150 x 0.05) = 7.5 W, which brings the case temperature up to : 

T case = Rth (c-a) P max + T amb = 86 oC 

For a VCE voltage of 150 V the SOAR is limited by the second breakdown (figure 26), the maximum current 
permitted is 120 mA at 25 oC. This value decreases down to 78.6 mA at 86 oC (figure 27). Thus, the desired operation 
remains within the SOAR. 

FIGURE 25 

R ..... 

Circuit of a parallel voltage regulator 
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Dans le cas le plus défavorable, le court-circuit survient quand l'alimentation débite son courant maximal. Juste avant 
ce moment, la puissance dissipée est de 22 watts et la température de boitier, calculée connaissant la température 
ambiante et la résistance thermique boitier-ambiante, est égale à 74 oC. 

Au moment du court-circuit, le transistor doit débiter 70 watts en 100 msec, avec une température de 
boitier maintenue à 74 oC. Ces impératifs sont reportés sur l'aire de sécurité en traçant la limite correspondant à une 
seule impulsion de 100 msec, et une température de 74 oC (figure 23). 

Pour une tension VCE de 70 V, le second claquage limite les possibilités du dispositif. Pour une impulsion 
unique de durée 100 msec, le courant de second claquage est de : 

3 A pour T case 
et 2,1 A pour T case 

25 oC 
74 oC 

Le courant étant limité à 1 ampère, la protection prévue assure une parfaite sécurité au monta'~e. 

3_2. Régulateur «parallèle» 

On désire stabiliser une tension à l'aide du montage de la figure 29. La tension de sortie est de 150 volts, 
les variations de la charge et de la tension d'entrée sont telles que le courant collecteur maximal atteint 50 mA. 
Le transistor choisi est du type BUX 41, monté sur refroidisseur; la résistance thE:rmique Rth(c-a) est évaluée à 

3,5 0 C/W (valeur maximale). 

L'objectif est de vérifier la possibilité de fonctionnement jusqu'à une température de 60 oC. La puissance 
maximale dissipée dans le transistor est de (150 x 0,05) = 7,5 W, laquelle amène la température de boitier à 

T case = Rth(c-a) Pmax + T amb = 86 oC 

A une tension VCE de 150 V, l'aire de sécurité est limitée par le second claquage (figure 26), le courant 
maximal 3utorisé est de 120 mA à 25 oC. Cette valeur décroit à 90 mA à 86 oC (figure 271. Ainsi, le fonc· 
tionnement envisagé respecte l'aire de sécurité. 

FIGURE 25 
R 

v 

Schéma de principe d'un régulateur de tension parallèle. 
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FIGURE 27 
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Case of parasitic input voltage : 

If the d.c. input voltage contains switching frequencies occuring at 400 Hz frequency for instance, as shown on 
figure 30, these parasitics are absorbed by the regulator and cause additional dissipation in the transistor. This 
operating condition can be separated into two distincts modes of operation: 

- the previous steady state condition 
- a repetitive pulse 

At each parasitic pulse, the additional power dissipated by the transistor can be considered as a square pulse 
(see chapter 3). 
The parameters of the switching mode are the following : 

Peak power Pc = 47 W 

Pulse width tp = 500 J..LS 

Frequency f = 400 Hz 

Under these conditions, operation is controlled since the shape factor is known , {) 

Pc X {) = 47 X 0.2 9.4W 

i.e. an actual case temperature of : 

T case = T case (steady state) + Rth (c-a) X P av 

with Rth (c-a) = 1.46 °C/W 

Tcase = 119 oC 

The equivalent case temperature is : 

T case eq. = T case + Rth (c-a) X P av 

The value of IS/B at 133 oC is 57 % of that at 25 oC, figure 27. 

0.2 

133 OC 

Referring to the SOAR of BUX 41 transistor, for a 500 ilS wide pulse and a case temperature of 25 OC, the maxi· 
mum collector current is 4 amperes and the collector-emitter voltage is 150 volts. 

ln the example considered above the current must be reduced by 57 % , i.e. limited to 2.3 A, thus corresponding 
to an admissible peak power of 345 watts. Operation is th en possible with a satisfactory safety margin. 

FIGURE 28 
• t 

Case of parasitic input voltage 

• t 
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Cas d'une tension d'entrée parasitée 

Si la tension continue d'entrée est affectée de parasites de commutation survenant à la fréquence de 400 Hz 
par exemple figure 30, ceux-ci sont absorbés par le régulateur et amènent au transistor un surcroit de dissipation. 
Ce régime de fonctionnement peut être transformé en la surperposition de deux régimes: 

- le régime permanent précédent, 
- un régime d'impulsions répétitives. 

A chaque apparition d'un parasite, la puissance supplémentaire dissipée par le transistor peut être assimilée à 

une impulsion rectangulaire (voir paragraphe 2.2.3) 
Les paramètres du régime impulsionnel sont fixés comme suit: 

Puissance crête Pc = 47 W 
Largeur d'impulsion tp = 500 ilS 

Fréquence f = 400 Hz 

La possibilité de fonctionnement dans ces conditions est contrôlée connaissant le dpport cyclique Ô 

La puissance moyenne (Pav) du régime d'impulsions est donnée par: 

Pav = Pc x Ô = 47 x 0,2 9,4 W 

soit une température réelle de boitier : 

T case = T case (régime permanent) + Rth(c-a) x Pav 

La température équivalente de boitier est: 

avec Rth(c-a) = 3,5 0C/W 

Tcase = 119 oC 

T case eq. = T case + Rth(j·c) x Pav 

La valeur de IS/B à 133 oC est 57 % de celle à 25 oC figure 27. 

133 oC 

0,2. 

En se référant à l'aire de sécurité du transistor BUX 41, pour une impulsion de 500 ilS et une température 
de boitier de 25 oC, le courant collecteur maximal est de 4 ampères et la tension collecteur-émetteur de 150 volts. 

Dans l'exemple choisi, le courant doit être réduit de 57 %, c'est à dire limité à 2,3 A, ce qui correspond à 
une puissance crête admissible de 345 watts. Le fonctionnement prévu est donc possible avec une marge de sécurité 
satisfaisante. 

Vi 

~.-M-
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~s 
-----________ t 

FIGURE 28 

Cas d'une tension d'entrée parasitée. 
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THE UTILISATION OF POWER TRANSISTORS 

IN THE SWITCHING MODE 

1 -INTRODUCTION 

A power transistor operating in the switching mode is either in the eut-off or conducting state. In the 

latter case, the base current must be sufficiently high in order for the collector-emitter voltage to re

main low « 5 V). 

The passage from the conducting to the eut-off state and vice versa, happens very rapidly, with a swit

ching time that is close to the values given by the supplier (tr, t s' tf). A detaHed analysis, relating to 

the calculation of the protection circuits, is contained in the handbook «Power Transistors in the 

Switching mode» edited by SESCOSEM in 1975. 

The principal criteria governing the choice of power transistors operating in the switching mode are 

based on a physical consideration ; in no case, even temporarily, must the «maximum operating 
limits» be exceeded. This results, in the case of power transistors in the switching mode, in the follo

wing rules 

Rule 1 : 

The operating point must never lie outside the switching safe operating area defined in figure 1. 

VCEOsus 

78 

FIGURE 1 ; Safe operating 
area in the switching mode 

With certain types of transis
tor, area F defined by the 
dotted outline, and valid only 
for the turn-on can be added. 
a) the turn·on on time of the 
current is less than 0,25 J1.S 
b) the base emitter junction 
is positively biased. 



UTILISATION DES TRANSISTORS DE PUISSANCE 

EN R!:GIME DE COMMUTATION 

1 -INTRODUCTION 

Un transistor de puissance fonctionnant en régime de commutation est soit bloqué, soit conducteur. 

Dans ce dernier cas, le courant de base doit être suffisamment élevé pour que la tension collecteur-

émetteur reste faible « 5 V ). 

Le passage de l'état conducteur à l'état bloqué, et vice versa, se fait très rapidement avec un temps de 

commutation qui est voisin des valeurs garanties par les notices du constructeur (tr ' t s' tfl. Les éléments 

détaillés, relatifs aux calculs des circuits et protections, sont contenus dans le document «Transistors 

de puissance en régime de commutation», édité par SESCOSEM en 1975. 

Les principaux critères de choix des transistors de puissance fonctionnant en régime de commutation 

sont guidés par une considération physique: en aucun cas, il ne faut dépasser, même temporairement, 

une «limite absolue d'utilisation». Ceci se concrétise, pour les transistors de puissance en régime de 

commutation, par les trois principes suivants 

Premier principe : 

Le point de fonctionnement ne doit jamais sortir de l'aire de sécurité en commutation définie figure 1. 

F 

V 

VCEOsus 

FIGURE 1 : Aire de sécurité 
en régime de commutation 

Sur certains types de transis· 
tors, on ,Jr:ut rajouter la surfa· 
ce F définie par des pointillés 
qui est valable uniquement 
pour la commutation à la fer· 
meture. Le point de fonction· 
nement ne peut traverser cette 
zone que sous deux conditions 
a) le temps d'établissement du 
courant est inférieur à O,25,us 
b) la jonction base-émetteur 
est polarisée positivement. 
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The utilisation of power transistors in the switching mode 

This can be defined in the following way : 

- When the collector current of the transistor is not zero (even during a switching mode of very short 

duration), the collector-emitter voltage must always be less than the V CEOsus' 

- The collector emitter voltage can rise to a higher value (V CEX' emitter base reverse biased accor

ding to the device characteristics) providing the collector current in the transistor is zero. 

- The switching period on turn-on represents a particular case. It is possible, with certain types of 

transistor, to make the transistor conduct when the collector-emitter voltage is greater than VCEO 
by respecting the specifications relative to the switching time tr (this is indicated on the appropriate 

data sheet). 

ln order to achieve good operating conditions and especially when the base is negatively biased, a 

protective network is recommended. Under such conditions, the operating cycle stays within the area 

of low losses. 

Rule 2 : 

When the transistor is conducting, its collector-emitter voltage must always be low (generally 0,5 to 

2 V ; maximum value 5 V). 

Rule 3 : 

The maximum junction temperature indicated in the data sheets must never be exceeded. 

2 - SELECTION OF A TRANSISTOR FOR A GIVEN APPLICATION 

2 - 1 - CHOICE OF VOLTAGE 

Rule 1 enables the maximum value of the voltage V CEOsus to be determined : this voltage must 

always be greater than the maximum value of the supply voltage. 

ln certain circuits (more often, convertors employing transformers), the transistor is subjected, imme

diately after tu rn-off, to a voltage greater than the supply voltage (generally twice its value). 

ln this case, if a protection network is not used, the transistor has to be selected or a V CEOsus voltage 

equal to the maximum applied value during the turn-off period. This results in considerable overdi

mensioning of the transistor. In order to avoid this, a protection network is used (figure 2) such that 

during the turn-on phase, the collector current has been annulled before the collector-emitter voltage 

exceeds the VCEOsus value. 

Under these conditions, a transistor can be selected, whose voltage V CEOsus is equal or greater than 

the supply voltage (maximum value), and a value of VCEX greater than the maximum value of the 

collector-emitter voltage applied to the transistor during the turn-off period. 
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Utilisation des transistors de puissance en régime de commutation 

Ceci peut se traduire de la façon suivante: 

- lorsque le courant dans le collecteur du transistor n'est pas nul (même pendant un régime de commu

tation de très courte durée), la tension collecteur-émetteur doit toujours être inférieure à VCEOsus· 

- la tension collecteur-émetteur peut monter à une valeur plus élevée (VCEX base émetteur polarisée 

négativement suivant les indications portées sur les caractéristiques du composant) à condition que le 

courant collecteur dans le transistor soit nul. 

- la période de commutation à la fermeture représente un cas particulier. Il est possible, sur certains 

types de transistors, de rendre conducteur le transistor alors que la tension collecteur-émetteur est 

supérieure à VCEO en respectant les spécifications relatives au temps de commutation tr (ceci est 

précisé sur la notice correspondante). 

Pour faire fonctionner le transistor dans les meilleures conditions, surtout lorsque la base est polarisée 

négativement, nous conseillons la mise en place de réseaux de protection chaque fois qu'elle est possi

ble. Le cycle de fonctionnement se trouve alors dans la zone de faibles pertes. 

Deuxième principe : 

Lorsque le transistor est conducteur, sa tension collecteur-émetteur doit toujours être faible (en géné

rai, 0,5 à 2 V ; valeur maximale: 5 V). 

Troisième principe: 

En aucun cas, la température de jonction ne doit dépasser la valeur maximale précisée sur les notices. 

2 - CHOIX D'UN TRANSISTOR EN FONCTION D'UNE APPLICATION DONNt:E 

2-1- CHOIX DE LA TENSION 

Le premier principe permet de fixer la valeur de la tension VCEOsus : cette tension doit toujours 

être supérieure à la valeur maximale de la tension d'alimentation. 

Dans certains circuits (le plus souvent, il s'agit de convertisseurs à transformateurs), le transistor est 

soumis, immédiatement après la commutation à l'ouverture, à une tension plus élevée que la tension 

d'alimentation (généralement, deux fois celle ci). 

Dans ce cas, si on n'utilise pas de réseau de protection, il faut choisir un transistor ayant une tension 

VCEOsus égale à la valeur maximale de la tension appliquée pendant la période de non conduction. 

Ceci conduit à surdimensionner considérablement le transistor. Pour éviter ceci, on utilise un réseau 

de protection (figure 2) tel, que pendant la période de commutation, le courant dans le collecteur se 

soit annulé avant que la tension collecteur-émetteur ne dépasse la valeur VCEOsus. 

Dans ces conditions, on peut choisir un transistor ayant une tension VCEOsus supérieure ou égale f:l 

la tension d'alimentation (valeur maximale) et une tension VCEX supérieure à la valeur maximale de 

la tension collecteur-émetteur appliquée au transistor pendant la période de blocage. 
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The utilisation of power transistors in the switching mode 

R 

• 
• 

V CE voltage without 
network 

\ . . . . . . . . . . . . . . . ~------
V CE voltage with 

network 

FIGURE 2 : Protection network - The network must be cal~ulated such that the voltage Vo is less than the VCE05u5 
as the current 15 annuled. 

ln other circuits (motor drives, choppers with freewheel diodes, bridge circuits), the transistor is sub

jected to, after switching, a voltage equal to the supply voltage. In this case, it is not necessary to allow 

for a V CEX rating higher than V CEOsus (i.e. transistors can be employed, whose technology gives 

values of VCEX very close to VCEOsus)' The use of a protection network in this type of circuit does 

not alter the other criteria relating to the choice of transistor: it enables, however, a considerable re

duction to be obtained in the energy lost in the transistor during each switch-off phase, a reduction 

in the junction temperature, and a greater overall circuit efficiency. 

2 - 2 - CHOICE OF CURRENT 

This is fixed by Rule 2. The saturation voltage V CEsat of switching transistors is defined for a given 

collector current ICsat and base current ' Bsat ' 
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Utilisation des transistors de puissance en régime de commutation 

Tension VCE 
sans réseau de protection 

\ ••••••••••••••• • 
• 

FIGURE 2 : Réseau de protection 

Tension VCE 
avec réseau de protection 

Les éléments du réseau doivent être calculés de façon à ce que la tension Vo soit inférieure à V CEOsus lorsque le 
courant s'annule 

Dans d'autres circuits (commande de moteurs, hacheurs avec diodes de récupération, circuit en pontl,le 

transistor est soumis, après la commutation, à une tension égale à la tension d'alimentation. Dans 

ce cas, il n'est pas utile de prévoir une tension VCEX plus élevée que VCEOsus (c'est à dire que l'on 

peut utiliser des transistors dont la technologie donne, pour VCEX, des valeurs peu supérieures à 

VCEOsus)' L'utilisation du réseau de protection dans ce genre de circuit ne change pas les autres 

critères de choix du transistor: il permet, par contre, de diminuer considérablement l'énergie perdue 

dans le transistor à chaque commutation à l'ouverture, donc d'abaisser la température de jonction, 

et d'améliorer le rendement global du circuit. 

2-2- CHOIX DU COURANT 

/1 est fixé par le deuxième principe. La tension de saturation VCEsat des transistors de commutation 

est définie pour un courant collecteur ICsat et pour un courant base ISsat donné. 

83 



The utilisation of power transistors in the switching mode 

2 - 2 - 1 - EXAMPLE 

ICsat = 10 A 

VCEsat ~ 1,5 V for 

ISsat = 1 A 

SESCOSEM recommends that the transistor be operated under normal conditions at this current ICsat 

with a specified value of 1 Ssat. It is then certain, in the case of series production, to have a very low 

value of collector-emitter voltage during the turn-on. It is possible to operate the transistor at a higher 

cQllector current (but less than its maximum limit ICI. however, the user could be faced with a higher 

collector-emitter voltage since the transistor is not guaranteed at high levels of current, and this could 

lead to very high losses. 

ln certain cases, the transistor is subjected to surges of very short duration during the switch-on phase. 

The maximum value of this surge current must always be less than the absolute limit ICM. 

3 - PROTECTION 

The choice of protective devices 

. network limiting the amplitude of collector emitter surges, 

. active protection network, removing the base current in order to cut·off the transistor in the 

case of faulty operation, 

is guided by the same principals. At no time, even temporarily, must the maximum operating /imits be 

exceeded. 

3 - 1 - TYPICAL EXAMPLE 

Wh en the energy source is an industrial supply 220 V ± 10 % 50 Hz, the maximum value of the recti· 

fied voltage is 342 V. When the circuit is a motor drive, bridge, or non isolated power supply with free

wheel diode, we can select the transistors for values such that : 

V CEOsus ~ 350 V 

however, SESCOSEM recommends a higher safety factor be employed (which also takes into account 

240 and 230 V 50 Hz supplies). 

VCEOsus ~ 400 V 

When the load is a transformer, the voltage appearing across the transistor wh en cut-off is often equal 

to twice the supply voltage. This means that for 220 V mains supply 

V CEOsus ~ 700 V 
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Utilisation des transistors de puissance en régime de commutation 

2-2-1- EXEMPLE 

ICsat 10 A 

VCEsat .;;; 1,5 V pour 

1 Bsat 1 A 

SESCOSEMconseille de faire fonctionner le transistor en régime normal à cette valeur de courant 

ICsat avec la valeur du courant base IBsat spécifiée. On est ainsi sûr, dans le cas d'une fabrication de 

série, d'avoir une très faible valeur de la tension collecteur-émetteur du transistor conducteur. Il est 

possible de faire fonctionner le transistor à un courant collecteur plus élevé (mais inférieur à la 

limite absolue IC)' Mais l'utilisateur risque d'avoir une tension collecteur-émetteur plus élevée puisque 

la tension de saturation n'est pas garantie à des niveaux de courant élevés, et ceci entraine des pertes 

importantes. 

Dans certains cas, le transistor est soumis, immédiatement après la commutation à la fermeture, 

à une surintensité de très courte durée. La valeur maximale de cette surintensité doit toujours être 

inférieure à la limite absolue ICM. 

3 - PROTECTION 

Le choix des dispositifs de protection 

. réseau limitant l'amplitude des surtensions collecteur-émetteur, 

. circuit de protection active coupant le courant de base pour bloquer le transistor en cas de 

défaut, 

reste guidé par les mêmes principes. En aucun cas, il ne faut dépasser, même temporairement, les 

limites absolues d'utilisation. 

3-1- EXEMPLES D'APPLICATION 

Lorsque la source d'énergie est un réseau industriel 220 V, ± 10 %, 50 Hz, la valeur maximale de la 

tension redressée est 342 V. Lorsque le circuit est soit une commande de moteur, soit un circuit en 

pont, ou soit une alimentation non isolée à diode de récupération, on peut choisir les transistors avec 

des valeurs telles que: 

VCEOsus ;;. 350 V 

mais SESCOSEM conseille de prendre une marge de sécurité plus élevée (qui tient compte également 

des réseaux 240 et 230 V à 50 Hz). 

VCEOsus ;;. 400 V 
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The utilisation of power transistors in the switching mode 

These transistors, defined for high V CEOsus ratings, have relatively long switching times which lead ta 

high switching lasses. In arder ta avoid this, SESCOSEM recommends the use of rule 1, and ta select 

the transistors with : 

VCEOsus 

V 
CEX 

400 V 

800 V 

Transistors type 8UX 46, 47 and 48 are weil adapted ta this type of circuit. 
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Utilisation des transistors de puissance en régime de commutation 

Lorsque le circuit de charge est un transformateur, la tension qui apparait aux bornes du transistor 

bloqué est souvent égale au double de la tension d'alimentation. Ceci imposait, avec un réseau 220 V : 

VCEOsus ~ 700 V 

Ces transistors, définis pour des tensions V CEOsus si élevées, ont des temps de commutation relati

vement longs entrainant des pertes de commutation élevées. Pour éviter ceci, SESCOSEM conseille 

d'utiliser le premier principe et de choisir des transistors avec 

VCEOsus ~ 400 V 

VCEX > 800 V 

Les transistors BUX 46, BUX 47 et BUX 48 sont bien adaptés à ce type de circuit. 
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The utilisation of power transistors in the switching mode 

CHOICE OF TRANSISTOR PARAMETERS 

without RCD network with RCD network 

A 

V CEOsus > 1,05 VA VCEOsus > 1,05 VA 

VCEX > 1,1 VA VCEX > 1,1 VA 

** 

CI B 
V CEOsus > 2.4 VA V CEOsus > 1,05 VA 

V CEX > 2.4 VA V CEX > 2.4 VA 

** 

VCEOsus> 2,2 VA VCEOsus> 1,05 VA 
• 

VCEX > 2,2 V A VCEX > 2,2 VA 

FIGURE 3 : examples of transistors selection (see also following page 1 
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Utilisation des transistors de puissance en régime de commutation 

CHOIX DES PARAMETRES DU TRANSISTOR 

sans réseau RCD avec réseau RCD 

A 

VCEOsus> 1,05 VA VCEOsus> 1,05VA 

VCEX > 1,1 VA VCEX > 1,1 VA 

** 

B 
VCEOsus > 2,4 VA VCEOsus > 1,05 VA 

VCEX > 2,4 VA VCEX > 2,4 VA 

c ** 

• V CEOsus > 2,2 VA V CEOsus > 1 ,05 VA 

VCEX > 2,2 VA VCEX > 2,2 VA 

FIGURE 3 : exemples de choix des transistors ( voir aussi page suivante' 
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The utilisation of power transistors in the switching mode 

~ 
• 

D without protection 
network 

with protection 
network 

*** 

V CEOsus > 1,05 VA V CEOsus > 0,6 VA 

VCEX > 1,1 VA VCEX > 1,1 VA 

E *** 

VCEOsus > 1,05 VA VCEOsus > 1,05 VA 

VCEX > 1,1 VA VCEX > 1,1 VA 

** *** F 

V CEOsus > 2,2 V A VCEOsus > 1,05 V A 

VCEX > 2,2 V A VCEX > 2,2 V A 

COMMENTS : ·This table is intented as a guide. The numerical coefficients take into account the orders of magnitude of the surge volta
ges generated by the transformer leakage inductances or the wiring, and suppose that the appropriate means of protection have been 
employed to limit these surge voltages. 
··The use of these circuits without protection networks obliges the user to employ very high voltage transistors with correspondingly 
slower switching speeds. In order to avoid too high a junction temperature, a limit has to be placed, in this instance, on the maximum 
frequency of operation . 
•• ·The use of an R, D, C, protection network is not always possible in high power equipments and motors if they are not complemen
ted by inductive protection networks to reduce the losses and current spikes on switch-on. A simple solution consists in using a simple 
RC network in parallel with the load_ 
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Utilisation des transistors de puissance en régime de commutation 

W 
• 

D sans réseau de 
protection 

avec réseau de 
protection 

*** 

VCEOsus> 1,05 VA VCEOsus > 0,6 VA 

VCEX > 1,1 VA VCEX > 1,1 VA 

E *** 

VCEOsus > 1,05 VA VCEOsus > 1,05 VA 

VCEX > 1,1 VA VCEX > 1,1 VA 

** *** F 

V CEOsus > 2,2 V A VCEOsus > 1,05 V A 

VCEX > 2,2 VA VCEX > 2,2 VA 

Remarque: ·Ce tableau est donné à titre d'exemple. Les coefficients numériques tiennent compte des ordres de gran
deur des surtensions provoquées par les inductances de fuite des transformateurs ou du cablage et en supposant que des 
moyens de protection convenablement choisis écrêtent ces surtensions. 
··La réalisation de ces circuits sans réseau de protection oblige à utiliser des transistors de très haute tension ayant des 
temps de commutation plus lents. Pour éviter des températures de jonction trop élevées, on est amené, dans ce cas, à 
limiter la fréquence . 
••• L'utilisation de réseaux de protection R, D, e, n'est pas toujours possible dans le cas des équipements de forte 
puissance et des moteurs s'ils ne sont pas complétés par des réseaux de protection à inductance pour diminuer les 
pertes et les pointes de courant à la mise en conduction. Une solution simple consiste à utiliser un simple réseau Re 
en parallèle aux bornes de la charge. 
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NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX 

2N 2890 
2N 2891 

- LF large signal amplification (high voltage) 
Amplification BF grands signaux (haute tension) 

Switching up to 1 A 
Commutation jusqu'à 1 A 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 % .--... ---,--,-------,-----, 

1 

75 t +--
il, 1 

50 ~~1-- --

H
I 

1_+--: +._ 
1 l ' 
l_~ __ ~ 

25 

50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage 
TenSion collecteur·base 

80 V 

h21 E(lA) {30 - 90 
50 - 150 

2N 2890 
2N 2891 

VCEsat(2A) 0,75 V max. 

td +tr(lA) 0,3 ilS max. 

Case TO·39 - See outline drawinq CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-7 dernières pages 

Weight: 1,1 g. 
Masse 

tamb = 25 oC 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

100 V 
--------------_._--+------------!--------------!---

Collector·emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 80 V 
------ - -------------------4-------+---------~--
Emitter-base voltage 
TenSIon émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

5 V 

3 A 

5 A Peak collector current 
Courant de cr~te de collecteur 
------------_._-----------------~--------+----------+--
Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de pu,'ssance 

Junction temperature 
Température de lonctlOn 

Storage Temperature 
Température de stockage 

4 THO~SON ·CSF 

DIVISION Sf"'ICO"'OUC;fl'~S 

~<w~,. 

0,5 A 
- ----. -- ------.----+------------f----------------!---

tamb= 25°C 

tcase = 25°C 

max 

min 

max 

~ 
5 

200 

-65 

+200 

W 

oC 

oC 
oC 

74 - 1 1/7 
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2N 2890, 2N 2891 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colieetor-emitter eut-off eurrent 
Counmt résidutll col/ecteur·émetreur 

Colieetor·emitter eut-off eurrent 
Courent résidutll col/ecttlur-émetreur 

Emitter-base eut·off eurrent 
Courant résiduel émetteur-baS8 

Colieetor·emitter breakdown voltage 
Ttmsion d8 clequ8ge colltICteur-émetteur 

Colieetor-base breakdown voltage 
Tension de CleqU8gB collecteur·base 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valtlur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colieetor-emitter saturation voltage 
Tension de satur8tion collecteur-émetreur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bBstl-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

96 

ô";;2% 

tamb = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 60 V 

lB =0 

VCE =60V 

V BE =-2 V 

VCE =60V 

VBE = -2 V 

tease = 150°C 

VCE =90 V 

V BE =-2V 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC =0,1 mA 

lE =0 

VCE = 2 V 

IC =0,1 A 

VCE = 2 V 

IC =lA 

VCE = 5 V 

IG =2A 

VCE = 2 V 

IC =0,1 A 

VCE = 2 V 

IC =lA 

VCE = 5 V 

IC =2A 

le =lA 

lB =0,1 A 

IC =2A 

lB =0,2 A 

IC ::::1 A 

lB =0,1 A 

le ::::2 A 

lB ::::0,2 A 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

V(BR)CEO * 80 

V(BR)CBO 
... 

100 

20 

2N 2890 

30 

2N 2890 25 

h21E * 
35 

2N 2891 

50 

2N 2891 40 

VeEsat * 

VBEsat * 

(Unless otherwise stated) 
ISauf indications contraires! 

Typ. Max. 

50 J.LA 

100 nA 

100 J.LA 

100 J.LA 

10 IJ.A 

V 

V 

90 

150 

0,5 V 

0,75 V 

1,2 V 

1,3 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Turn·on time 
Temps total d'établissement 

Turn·off time 
Temps total de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 

IC =50 mA 

f = 1 kHz 

VCE = 10 V 

IC = 0,2 A 

f = 20 MHz 

VCB = 10 V 

lE =OA 

f = 1 MHz 

IC =lA 

lB = 0,05 A 

IC =lA 

IB1 = 0,05 A 

IB2 = -0,05 A 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

10/-ls 

h2l e 

fT 

C22b 

td + tr 

ts + tf 

r--I-~~h-\

~ u:.V 
Pulse source 
Générateur d'impulsions 

Z 50n 

tr < 15 ns 

Min. 

2N 2890 30 

2N 2891 50 

30 

150n 

200n 

-10V 

2N 2890, 2N 2891 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

250 

350 

MHz 

70 pF 

0,3 /-lS 

1,5 /JS 

35 

+20 V 

20 n 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

z> 100 kn 

3/7 
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2N 2890, 2N 2891 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC 
(mA) 

Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

IC 
(mA) 

80 

,I.-nl>- -1-
.1 2N 28~0 

1--

PT 
t amb 1100 C ,... 

1 1 1 l r--1-- o,s.-nl>-_ 

,..-~-
1 

1 60 
0,6 :nA 
~ ... 1 -~ 1 

i 
1 

1 

1 

~ 1 
j iO,4mA ......... ..l.._I--L-

40 

1 

1 i ' l 
i 

,s=o,2mA J-A'" l 1 1 

20 

o 
o 20 

î 
40 

J 
60 80 V

CE 
(V) 

80 

60 

40 

20 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur ,... 

~ 
2N 2890 

1- ... t amb = 25°C 

1 
1 l ~ l 

l, .-n~ -l- I -~ r--
1 

L L- I 

o,s~ V 
1 

F--t-- -

Il 
1 

0,6ml>-~ ,,/ i 

1 !~L~ ! 

~7.-t---
1 

!-- 1 

IIB~0,2mA V 

o 
o 20 40 60 80 VCE(V) 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC Courant collecteur en fonction de la tension 
(mA) collecteur-émetteur 

IC 
(mA) 

80 

60 If---+--+-+-

40 

20 40 60 80 V
CE 

(V) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
COurant collecteur en fonctIon de la tension 
collecteur-émetteur 

40 It----t---j-+ 

20 -



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

IC 

lA) 

1,5 

0,5 

2,5 

2 

1,5 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

0,2 0,4 0,6 0,8 V
CE 

IV) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tenSIon 
collecteur-émetteur 

0,2 0,4 0,6 

IC 

lA) 

IC 

lA) 

2,5 

2 

1,5 

2N 2890, 2N 2891 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tenSIOn 
collecteur-émetteur 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tenSIOn 
collecteur-émetteur 

0,5 f---+l.A-c.""""=-I-+-~ 

0,2 0,4 V
CE 

IV) 

517 
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2N 2890, 2N 2891 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

120 

90 

60 

30 

o 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

2N 2890 
VCE =;, V 

'iV ~ -... r\ 
r-~ 1\ ~ 

f--
f-",ci~"e 1--

~ L,.<o~~V '-1\ ~ ~ 
~ ~\ 

V 1 l'i?~ ~ ......... 
f', j V 

f-- I---~<;e 

'\ V 
V 

2 5 2 5 

lU3 10~ lU' 

COLLECTOR-BASE CUT·OFF CURRENT 
VERSUS AMBIANT TEMPERATURE 

V CE saI Courant résiduel collecteur-émetteur en 
(V) fonction de la température ambiante 

10 

6/7 

100 

2N 2890 1 

le 
1 ~ 

TB= 10 IV, 
~V 

0 ( 1)" '1 
~vV // ""vIS V, 0 0 

",4' // 0~ 
,-c, 4'. 1 

..... v't1 f 

1--

/' ... è~ -""'=::~ ~ 

4 68 

10-1 
4 6 

IC (A) 

80 

60 

40 

20 

o 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statIque du rapport de transfert direct du 
CDuran t en fonction du couran r collecteur 

1. 2N 289' 
V

CE 
= 5 V 

V - r----

r-t-,oci'0./ 
V 1\ 

r--

1\ ~ V 1--r-.. ,.,e 
t-'\.c.,1> r--

~_~~<f~ \ \ 
~ Ù ~ ,-c,~ 

VI 1'i;~1"'" V i' ['\.\ 
~f--\~r' \ 

V --t--
r"'" 

i 
t--t-- --t--

2 5 2 5 

10-3 10-2 10" 10° IC lAI 

BASE·EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

V BEsal Tension de saturation base·ème.tteur en 
(V) 'onction du courant collecteur 

1,2 

0,8 

0,6 

2N 289'/ 
1 . 

~-'O t- --

lB - i 
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",l") 1 
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lZ["vvlS0 /[L 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
lA) 

0,5 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-émetteur 

oL-~J--L-U~~L-L-~~~~~ 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 V
BE 

(VI 

COLLECTOR-BASE CUT-OFF CURRENT 
VERSUS AMBIANT TEMPERATURE 

I
CBO 

Courant reslduel collecteur-émetteur en 
InAI fonction de la tempét<arure ambiante 

V CB = 60 V 

/ 
V 

/ 
V 

/ 
V 

V 
V 

1/ 
V 

/ 

50 75 100 125 tambOC 

IC 

lAI 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

o 

2N 2890, 2N 2891 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonctIOn de la tension 
base-émetteur 

25°C ilfr-g il 

]11 
~/~ 

... '1 E 

2/ /J 
1 1 1 

// / / 1 

"'/l IL 
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

2N 3053 

- General purpose : medium power 
amplification, commutation 
Usage général : amplificateur moyenne 
puissance, commutation. 

Dissipation 
Variation de dissipation 

1 UO -----.,.----,----.,.------, 

% 

75 

50 

25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTlLl3ATION 

Collector·base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector·emitter voltage 
TenSion collecteur-émetteur 

Collector·emitter voltage 
RBE = 10 .\1 Tension collecteur-émetteur 

Collector·emitter voltage 
VBE =-1,5V Tension collecreur·émerreur 

Emitter·base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Power dissipation tamb = 25°C 
Dissipation de puissance tcase = 25°C 

Junction temperature 
Température de jonction max. 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

40 V 

0,7 A 

Rth(j-c) 35° C/W max. 

h21 E(O,15A)50 - 250 

fT 100 MHz min. 

Case TO-39 - See outline drawing CB·7 on last page, 
Boitier Val( dessin coté CB1 dernières pages 

Welght : 1,1 g. 
Masse 

tcase 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtIer 

(Unless otherwise stated 1 

(Sauf indications contraIres} 

50 V 

40 V 

50 V 

60 V 

; V 

0,7 A 

1 W 
5 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

74·4 1/6 
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2N 3053 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-NS8 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émerreur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 30 V 

lE =0 

V EB = 4 V 

IC =0 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC = 100 mA 

RBE = 10D 

IC =0,1 mA 

lE =0 

lE =0,1 mA 

IC =0 

VCE = 10 V 

IC =0,15 A 

IC =0,15 A 

lB = 0,015 A 

IC =0,15 A 

lB = 0,015 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Input capacitance 
Capacité d'entrée 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

'04 

VCE = 10 V 

IC = 0,05 A 

f = 100 MHz 

VCB = 10 V 

f = 1 MHz 

V EB = 0,5 V 

f = 1 MHz 

Min. 

ICBO 

IEBO 

VCEO(sus) 40 

VCER(sus) 50 

* V(BR)CBO 60 

V(BR)EBO * 5 

h21E * 50 

VCEsat * 

VBEsat * 

fT 100 

C22b 

C'1b 

(Unless otherwlse stated) 
ISauf mdlcations contralfes) 

Typ. Max. 

0,25 pA 

0,25 pA 

V 

V 

V 

V 

250 

1,4 V 

1.7 V 

MHz 

15 pF 

80 pF 



THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistanCE! 
RésIstance thermique (Ionction-ambiante) 

1 , 

:=---+-
~-t 

1 f--

J 1---

0,5 

0,2 1--- -t-~ 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Rth(j-c) 

Rth(j-a) 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

1 
J 

1 

'''' 

1 
1 
J 7Q 1 

,~ ûl~V 
-f- --+- r," ',,00 . .vs 

1 l' ,,', " SOO~,~' i N /', l' 1 

! ~~l:~"~, 
1 ! 

1 ), 1 
+- - '.i .~ ~ 

o---i -L 
1 

1 : il 1 

1 1 

1 

1 

1 

'I 

1 1 

1 -- i 1 
0,1 

f-------- -- - t-- f--.. 

-------l-f---------+-- .J-
I .. --1-----

: 

! 

r---.~~-

1 

0,05 

1 

1 

1 

1 
1 

lcase = 25°C 0,02 
Continuous 

ï-i-,-ïl 1 

Continu 
Pulsed 
En impulsions 

1 1 0,0 

! 

2N 3053 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

175 

\-t-t-

! 

._\--\--Ir 
1 

1 

! 

i , 

2 5 10 20 50 
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2N 3053 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

V
CE 

(V) 

52 

48 

44 

40 

4/6 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-t!metteur 

IC .r---r-r---r-r---r-r--'---'--'~ 
(A) 

0,2 

0,1 

4 6 8 VCE(V) 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

t 
case = 25°C 

IC == 100 mA 

240 

....... 
....... r-. 

"\ 
180 

-
\ 

" 
120 

"'" ......... 
l'---t---. 60 

() 

J v ,/' ~ 
I~c~ 

- r--r- ij 

! .. fi, 

~~ 1 

~ t 
=-l~l L 

~r 

-::; f'" 
~c~1"" 

r--

V
CE 

0 ~f 

\ 
\ 

bJ 

--t--

- t--

~ 
1\ 

1\ 
r--- -
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2N 3053 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base 

lB émetteur 

(mAiS 
6 -

2 _.~ 

0,6 0,8 1,2 V
BE 

IVI 

BASE CURRENT VERSUS BASEEMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonctIon de la tenSIon base 

IC émetteur 
(mAiS 

0,2 0,4 0,6 0,8 

ou [PUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTORBASE VOL TAGE 
CapaCl(p de sortlP en (on(.:(lon de la 

C
22b 

tensIon co/lecteur base 

IpFI l 1 

1 

! 

; 

i'k~ 1 1 

1 

1 ""- ! Il 
: 1 

: i 1 i 

! 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

6 V
CB 

IVI 
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2N 3053 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

6/6 

108 

Tension de saturation collecteur-émetteur en 
V fonction du courant collecteur 

CEsat 
(V) 

0,8 

0,6 I-----+-----;-~-+---I--+--------+ -+--++--+ 

0,4 

0,2 

100 2 4 6 ~ 0 1 2 4 6 ~ 02 2 4 6 8 

IC (mA) 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V fonction du courant collecteur 

BEsat 1 1 

(V) I~ = 10 1 

l , 

0,81----+------+-

0,2 

100 2 4 6 ~O 1 2 4 68 
IC (mAl 



NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASE 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASE 

2N 3054 campI, of BOX 14 

- L F large signal power amplifir.ation 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- High current switching 
Commutation fort courant 

Dissipation deratmg 
Variation (/p dissipation 

lUO 

IS 

00 

25 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

VCEO 55 V 

IC 4A 

Ptot 
25W 
29W 

h21E (O,5A) 25 - 100 
80 - 200 

fT 0,8 MHz 

2N 3054* 
BOY 71 

* Preferred device 
Dispositif recommande 

2N 3054 
BOY 71 

2N 3054 
BOY 71 

min. 

Case TO·66 - See outline drawing CB-72 on last pages 
BOÎtier Va" deSSin cote CB-72 dernières pages 

Welght 6.4 g_ 
Masse 

2N 3054 

Bottom view 
Vue de dessous E o 
Bottom view B 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwlse stated) 
(Sauf mdlcations contraires) 

BOY 71 

Collector-base voltage 
TenSion collecteur·base 

Collector-emitter voltage 
TenSIon collecteur-émetreur 

----~ -i ~:::T ~- ::- ::-1 
-;B~~-1~~; Il v~:· 1- 60 ----6--0--+:----v 

V 

V 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage V 
TenSion collecteur-emetteur V BE = -1,5 V CE X 90 90 1 V 
--~~---------------------+-I --4---------------~.------

;;~~;~r~~:~~e~~_~:s~e 1 
V 

Collector current 1 liA 
_______________________ + ___ C 4 _______ 4 ___ -+1 ____ _ C!'urant collecteur , ~l-=, , 

Base current 1 1 

Courant base __________ o---..------B- 2 ________ --+,I _____ A 

Power dissipation 25 C 1 P 9 
Dissipation de puissance tcase = 1 tot 25 2 1 w 
----------- ---------
Junction temperature 
Température de jonction 
-

Storage temperature 
Température de stockage 

'"= THOMSON, CSF 

DIv.S/O"" SEMICOlOolOUCTf:URS 

~o 

max 

min 

max 

200 

-65 

+200 

200 

-65 
+200 

1 

73 -11 1/8 
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*2N 3054, BDY 71 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

(Unless othelwIse stated) 
(Sduf IfJdlcatlOns contraIres) 

r Te~t condItIons 1- --]- l ~ Typ Ma~ j ----
__ 1 CO:dlt::S de mesure t-- ___ ___ __ __ _~ _ --- -- T V - 30 VII 

Collector-emitter eut-off current CE = 1 ICEO 0,5 mA 
Courant résiduel collecteur-émetteur 1 B - 0 ---------t--I---- T---I --- ----- --

~~~_~~,~ V~ 1 __ ~ ___ I_ mA 

VCE = 30 V 

V BE =-1,5V BOY 71 5 mA 
Collector-emitter eut-off current t case = 150 c C 1 

t---- --------j 
1 1 

1 VCE = 90 V 1 

Courant résiduel collecteur-émetteur 
ICEX r---)-----1----

V BE =-1,5V i 

t case = 150°C 

i 

! 

6 mA 
i 2N 3054 i 

1 

1 ----------------------------r---- --r---- -+------ 1 

1------

1 

Emitter-base eut-off current 1 V EB = 7 V lE i : ~ BO, 1 

Courant résiduel émetteur-base : IC = 0 1 i ' 

I---------~---- ---r----j 
1 

mA 

Collector-emitter breakdown voltage 1 

Tension de claquage cOllecteur-émetteu~ 

IC =100mA : *i 1 

lB = 0 V CEO(sus) • 1 55 i 

i -1------- -----t-
V 

Collector-emîtter breakdown voltage 1 IC = 100 mA i V * i 

RBE = 100 n ___ l~_~(:us~__ __1 60 4---1-[ ___ V v-

lE = 1 mA 1 V(BR)EBO *: 1 

Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 1 IC =0 -+ 1 

1 

1 1 -t---
1 VCE = 4 V 

1 
1 

1 

IC =0,5 A 1 
1 

25 100 
1 

1 f---------- 1 2N 3054 c---

i 

1 

Static forward current transfer ratIo l ~~E ~4 V Valeur statique du rapport de transfert IC = 3 A 
direct du courant 

---~ 

1 V CE = 4 V 
1 IC = 0,5 A 
1 

i 

IC = 0,5 A 

1 lB = 0,05 A 

i Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

IC =3A 

lB =lA 

Base-emitter voltage VCE = 4 V 

Tension base-émetteur IC =0,5 A 

Second breakdown collector current 
1 

V CE =55V 

Courant collecteur de second claquage 

1 

t = 1 s 

-------------. -- -

* Pulsed 
Impulsions 

t p = 300 J.lS 1i<2% 

2/8 

110 

1 

h21E 

~~ 
5 

1--

1 
80 200 

1 

1 V 

VCEsat * 
2N 3054 1 6 i V 

1 

* 
1 

V BE ',7~ 

IS/B 2N 3054 0,455 
1 

A 

______ ---1-____ 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (Dour grands signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = lOV 

'c = 0,2 A 
f = 1 MHz 

1 

1 

i 

Rth(j-c) 

SAFE OPERATING AREA 

IC 
lA) 

6 

j-------------t-

- t--

Aire de fonctionnement de sécurité 

- -

2N 3054 

BDY 71 

*2N 3054, BDY 71 

(Unless otherWlse statedl 
(Sauf indications contram,si 

Min. Typ. Mal<. 

0,8 MHz 

7 °C/W 

6 'C/W 

BDY 71 

4 

~.-

$00 
~"';'"'\ ,vs-!--

"'1' '~', ' /~~ ! _. 

"'" ','. , .X'?s 11 ,', ... ~. '?;~. 
",,- \. ~,OO\" ' 1 : 

~ ,'00""'''', ' 1 "'\.,?'. 
sV~. , 1 \ \, "i 
'\.. ',', 

'\... \. 1\ 

" \. 
'\.. , 0,8 

"" 1""-
0,6 

0,4 
tcase = 25°C 

r---Continuous 
Continu 

Pulsed ------
0,2 

Impulsions 

0, 1 
2 4 6 8 10 20 40 60 -Vce(VI 

38 
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*2N 3054, BOY 71 
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1 

1 

r-- t case = 25°C 

Continuous 
Continu 

2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

5 10 20 50 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 

(A) 

0,2 I-+--+----'-->=_.....-.='--i--f---+-f---I 

COLLECTOR cu R RE NT VE RSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tenSion 

IC collecteur-emetteur 

2N 305:'-+--JQ~ (AI -:.;;.---r 1- --

1,6 
--~~ 60 mA 

r--r---- 56 mAl - -

JV:t-~r-- 10m~ 

1,2 ~~ ~ 
~ -

1 30 LA_ 
ïV ~ - r---- l 2~ ml 
v~ -- r---

1 

'/ Il 
lB = 10 mA 

0,8 

/"'-
~ !--

1 

/ 
0,4 

o 
o 2 3 4 

*2N 3054, BOY 71 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

le collecteur-émetteur 

(AI 

0,4 

0,3 

0,2 

i 1 

I
B

=0.5mA-

0, 1 Ll-kdd-==t==t=t=l=l~ 

o 
o 4 12 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tenSIon 

1 C r.ollecteur-émetteur 

(AI 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 
o 2 3 4 
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*2N 3054, BOY 71 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

114 

COLLECTOR EMITTER VOL TAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur-emetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur {valeur minimum} 

IV) 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h 21 E courant en fonctIon du courant collecteur 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonctIOn du courant collecteur 

V CE =4 V 

2N 3054 

120 200 

60 

/'" ... ~.;" 

IV V 
,~~ 

'""l'-.I\ \'.. 
7 ~v ~~ 
~l ~ ,,-,,'Ii 

~. ~ 
~ 
~\. 

30 50 

90 150 

100 

~ J 

tcase - 25°C 

l 1/1"'" '" 
1 

L 

L 

Il \ 

1/ 

/~ ........ 

4 68 
10- 1 

--~ 

\ 

\ 

\ 
~s. 

~.:>'V 
-;. 

~~v 1\ 
r-

i',.\\. 

~ 
4 68 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB 
ImA) 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

VCE =4 V 

I~~ 
7' 

V 
// ,/ 

,-vI; / 

W 
1 

1 
l 

Il 
(J 

- c--c--§ 1 
1 - ~ ~I 

- ~n 
0,4 0,8 1,2 

.;? 

-

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CEsat fonction du courant collecteur 

IV) ~=10 
lB 

1,6 J 

l 
~I 

Vf· 
_ (J 

'~ 11J- -1-

:r: ff 

_0 7~--~ 
_0 

1,2 

0,8 

/,/ 
.,./ ~/ :,... 

0,4 

- --::: ~ 
!---

*2N 3054, BOY 71 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 C base-émetteur 

lA) 

4 

Vc~ =4 V 

~~",oe..:::: 
-~c~',/ _ 

--" V 
~// / ,,~ 
/// 

l'-v'l>'' 
1 1 

1/ 
f 

~ 
0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V BEsa fonction du courant collecteur 
t 

IV) ~=10 
lB 

1,6 J 

li 
W 

/ 
1,2 

""'2<:pe ......... ...... ~ r? 

~ _ "'" ,OOoe 
tcase 

0,8 

0,4 

6 

IC lA) 

7/8 

115 



-2N 3054, BOY 71 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C tension collecteur-base 
22 

(pF 
b 

8/8 

116 

K 

) 

6 

4 

2 

1 1 1 

tcase = 25°C 

..... 
....... ....... 

~r---.. 

............. 

"""'" r--. 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résIStance thermique en 
régime d'impulsions 

1 1 
~ 

~ .,. 
1- [) =",0:" 1-~I-1-"' L...oV ~~ 

'1.' l.,..o ..... ~~ t;:t/ 
I-~ l,...--~ ~ y~,... k~"""(1\Of\O 
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.JI 
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NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES 

2N 3055 compl. of BOX 18, BOX 18N 

- LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux 

- High current switching 
Commutation fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100%·~~-'----r----r---' 

75 

50 

25 

50 100 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
TenSion collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage V BE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

lit THO",SO' _ cs' .... ~. 

VCEO 

'C 
Ptot 

Rth(j-c) 

h21 E (4 A) { 
fT 

* 2N 3055 
*BDY 73 

* Preferred device 
Dispositif recommande 

60 V 

15 A 

117 W 

l,5°C/W max. 

20 -70 2N 3055 
50 - 150 BOY 73 

0,8 MHz min. 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
Boitier VOir dessin coté C8-19 dernières pages 

Bottom view 
~ Vue de dessous 

~\_.~~t 
~ÇJ)l -=r---T---=-' 

U 

Weight : 14.4 g 
Masse 

V CBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

V EBO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

2N 3055 

100 

60 

70 

90 

7 

15 

7 

117 

200 

-65 
+200 

o 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

BOY 73 

100 V 

60 V 

70 V 

90 V 

7 V 

15 A 

7 A 

117 W 

200 oC 

-65 oC 
+200 oC 

73 - 11 1/8 

117 



*2N 3055, *BDY 73 

STATIC CHARACTERISTICS 
CA RACTE RIST/OUES ST A TlOUES 

(Unless othel wise stated) 
(Sauf indicatIOns contralfes) 

C-O-II-ec-t-or-emitt'!r-c-ut--o-f-f -curren-; VIB~~=:-03~ v-- - --=t
CEO 

2N-~~-; --- --- --o~ -1----mA 

--------------------,---~-:n-s:-,~~~~~~c:::e~u"ee '1---· -1- -1 :T:--:: r--
Courant résiduel cOllecreur-émetteur __ ~_~~ -.. f __ 

r};~ :~~5VV--1 . 1 -- 5 mA 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rt}siduel collecteur-émetteur 1 

VCE =60 ~ --l 
V BE =-l,5V, 

tcase = 150°C , 
1 l 

ICEX 
BOY 73 10 mA 

~~-= 100-;- i--- -
_
_____________ -+_V_

B

_

E

_=_-_1_,5_V_ + ____ -11f-2_N_3055 __ 3~o __ +-__ m_A tcase = 150°C 

~:~~~e/;~~~~e~~;;'~~:e~~_~a~:t --t' _~_C_E_B_:_~_V_____ __~E~~ _______ ~_I-___________ --+ __ m~ 
Collector-emitter breakdown voltage IC = 200 mJ-, 
Tension de claquage collecreur-émetteur lB = 0 ~ VCEO(sus) * 1 60 V 

Collector-emitter breakdown voltage IC = 2~0 mA -I-~ ---7-----r---~~-------~~ 
TensIOn de claquage cOllecteUr-émerreUr~E = 100.n 1 CERlsus) '" 1 

COllector-emitte~breakdown voltage Ilc = 100 mA 1 V
CEX 

IJ---~--- -.. V 

TM';O" do '"'"'go co,"'""'<m","", 1 ~::: :~5 V.i-.""' 1_ _ _ _______ -+~_--_ 
~IC = 4 A __ 1-2_N_3_05_5-+ __ 2_0 ____ 7 __ 0~ V 

Static forward current transfer ratio 1 V CE = 4 V 

~~~e:rr;~a:~~~::,u rapport de transfert IC = 4 A h21 E * BOY 73 50 150 t-vV 

1 V CE = 4 V 2N 3055 5 
1 IC = 10A 

1 IC =4 A 

Collector-emitter saturation voltage 1 lB = 0,4 A 
Tension de saturation collecteur-émetteur r.-

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 
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t p = 300 ps ('';;;2 % 

I IC = 10A 

lB =3,3A 

VCE = 4 V 

IC =-4A 

V CE =- 60 V 

t = 1 s 

1 

-----

1,1 V 

VCEsat * 
2N 3055 8 V 

----+--
VBE * 1,8 V 

ISIB ~~~ __ A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frlq~nce de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions eN! meSUrt! 

VCE = 4 V 

IC =lA 

f = 0,5 MHz 

Perm,lnent inspection of soldering qUéllity between 
silicen chip and header provides maximum insurance 
agdinst thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

fT 0,8 

*2N 3055, *BDY 73 

(Unless otherWtse statedl 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

MHz 

1,5 

CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi· 
mum de garantie contre la fatigue thermiqui'. 

Contrôle cvclique : 

"on": 2 minutes (0 .. 48 W) 
"off": 1 minute (48'" 0 W) 
t case = 100°C max 

Ll.tcase = 85°C max 

3/8 
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*2N 3055, *BDY 73 
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IC 
(AI 

60 

40 

20 

10 

6 

4 

2 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

1 2N 3055 
~ 

- -++_J Y-i • i 
r 

1 

i 

1 
1 

1 

1 1 

1 

1 
1 

j i ---+-- i! .J 1 1 ~ 1 

--
~ 

1 --,- I~--h..-~,~J' 
1 

1 

! ~ 1 '~, ',' /.'{..!:', 1 i\.. 'i\. 00 -VJ' 
'" ,/~. 7~ -VJ' '1. " OO~{J' ~ ' .. 

'" 'QJ'~_ '\ 

" ; " l', 
! 

, 1 " 
'\.1 ~, 1 

1 1\. 1 

_ ~~se = 25°C 

---
1 ", Continu 

Pulsed ------ En impulsion& 
1 

1 1 1 1 1 

4 6 10 20 40 60 VCE(VI 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
(AI 

IC 
(mAI 

160 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonctIon de la tension 
collecteur-émetteur 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonctIon de la tenSIon 
collecteur-émetteur 

120~---+----~~~+-----Hr;-~ 

80~~-+----~----+---~~-r~ 

40~--~ __ ~~----+-----~~~ 

20 40 60 

IC 

lAI 

IC 

lAI 

*2N 3055, *BDY 73 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

4Hf7"''-------t----~----+_----f---:---:--I 

o '--__ -'--__ -'--__ LB_D_Y_73~ __ ...J 

o 3 4 VCEIVI 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

1 ,2 ..... "'--t:-"""'----:c '-_'-----t--,ft-+--+------i 

0,8 J-------j:=:;;o-=t-----,;<+--+--+------j 

0,4 

0'-----'------'-----"----"-------' 
o 20 40 60 
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*2N 3055, *BOY 73 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR EMITTER VOL TAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

6/8 
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Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
V résistance base-émetteur 

CE 
IV) 

70 

l'\~ 

60 

1 

5 102 2 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

2N 3055 
VCE =4 V 

1 

1 
1 

1 

-..~? 1 

1 

~-~ 
""'? 

t case = 25°C "6'0 

Vr-r---l' ~ 

\\ 
~~ l' F= 

"r\. 
f"\ 

IC = 200 mA 
tcase = 25°C 

"-1'. 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert dlfect du 
courant en fonctIOn du courant collecteur 

i 
i 

1 

-1-- ~v ~ 

~ 
:-

"Cl, oV 
_'-c}' 'l-':i ~ 

V 

1 -Y ri" ,,0,'/ 
l7 

4 68 
10-1 

BOY 73 

V CE = 4 V 

1 

:::::.. , 
...-r---.", r\ 

~l\ 
~~ 

~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB 103 
(mA) 8 

102 
8 

10 1 

8 

10° 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonctIon de la tensIon base-
émetteur 

1-
-1=i= 

0,5 1,5 2 VBEIVI 

BASEEMITTER SATURATION VOLTAGE 
VE RSUS COLLECTOR CU R RENT 
TenSion de saturation base-émetteur en 

le (A) fonctIOn du courant collecteur 

IC 
-=10 
lB 

2,5 

2 

1,5 

_25oe 
~ 

~ 1--" 

trej'rll 0,5 

o 

! 

~. 1 
1 

1 

li 
./IV 

l' , 

V 

1 

1 

4 V 
BEsat 
(V) 

101 

8 

10° 
8 

10- 1 

*2N 3055, *BOY 73 

COLLECTOR CURRUJT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-emetteur 

0 0,5 1,5 VBEIVI 

COL LECTOR-EMITTE R SATU RA Ti ON VOLT AGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
TenSIOn de saturation collecteur-émetteur en 
fonctIOn du courant collecteur 

ICIAlr-__ _,-rr-~-~~r--r-_,~ 

2,5 

1,5 

o 
4 68 2 

101 4 VCEsat 
(V) 
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*2N 3055, *BDY 73 

TYPICAL CHARACTER ISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4 

3 

8/8 
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TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortIe en fonction de la 

t case = 25°C 
V CE = 10 V 

--r--

C
22b 

tension collecteur-base 

(pF) t case = 25°C 

-...... 
1"'-

~r-.. 
..... ~ 

~ 
........... 

~ 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la réSistance thermique en 

K régime d'impulsions 

2N 3055 

~~ V 1 1 ~ ....... 

1 1", ~ ..... 1--' ~~ 
~ ~~ ~~ /' 

1 ()1~Vv V;::: VV 
V;"" 

~v V 

~~ '0/ ()~~ 
/.//1 
~ o =..:e. V T 

Zth = K R th 

100 tU 
10-42 ~O-32 ~O-22 ~O-l 2 ~OO 2 tplsec) 

........... 
1'---i'-.......... ............ 



NPN SI LlCON TRANSISTOR, HOMO BASE 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE 

/':, Deviees under CCQ (1971 n° 100) 

* 2N 3055 S 

Dispositifs soumis au Contrôle centralisé de qualité (1971 n° 100) 

L F large signal amplification 
Amplification BF grands signaux 
de puissance 

High eurrent switching 
Commutation fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 

I~ 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

* Preferred devlce 
DIspositIf recommandé 

1

_------- --- --~--------

1 Climatie class 55/125/56 
Catégorie climatique 
VCEO 60 V 
IC 15 A 
Ptot 117 W 

Rth(j-e) 
h21 E (4 A) 
fT 

1,5 °C/W max. 
20 -70 
0,8 MHz min. 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Vo" dessin coté CB·1D dernières pages 

Weight : 14.4 g 
A1asse 

t case = 25°C 

Bottorn view 
Vue de dessous 

o 
o 

o 
o 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf irydlcd/!ons contraires) 

-~-------------

COII""'-;~~' "'"'' . - - - . -1 
TensIon collecreur ernettP.ur 

~~~:~Oc~~~/~e~;;~~~:~;~:~~ RB E = 100 S 2 
--------- - --~----

~~~:~Oc:~~·/~e~;:~~ré:~~;:~~ V B E .~~ -1,5 V 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur·base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

~THO"SONCSF 
DIVISION SE"'lcm~OUCTEURS 

~~J\J" 

max 

60 V 

70 V 

100 V 

V 

IC 15 A 

A 

117 IN 

+ 200 

73 - 10 1/6 
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*2N 3055 S 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
------- ----

1 

Test conditions 
ConditÎons de mesure 

----- ----

Collector-emitter eut-off current VCE = 30 V 
Courant résiduel collecteur-émetteur lB =0 

VCE = 100 V 

VBE = -1,5 V 

Collector-emitter eut-off current 

1 

VCE = 100 V Courant résiduel collecteur-émetteur 
VBE = -1,5 V 

tcase = 150°C 

Emitter-base eut-off current 

1 

V EB = 7 V 
Courant résiduel émetteur-base IC =0 

Collector-emitter breakdown voltage IC = 200 mA 
Tension de claQuaoe collecteur-émetteur lB =0 

Collector-emitter breakdown voltage IC = 200 mA 

Tension de claquage collecteur-émetteur RBE = 100.\1 

VCE "" 4 V 

IC =4A 

Statii:: forward current transfer ratio VCE = 4 V 

Valeur statique du rapport de transfert IC =10A 

direct du courant 

V CE = 4 V 

IC =4A 

tcase= -55°C 

IC =4A 

Collector-emitter saturation voltage lB = 0,4 A 

Tension de saturation collecteur-émetteur 
IC = 10A 

1 

lB = 3,3A 

Base-emitter saturation voltage IC = 10 A 
Tension de saturation base-émetteur lB = 3,3 A 

Base-emitter voltage 

t 

IC =lOA 
Tension base-émetteur lB = 3,3 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

! 

Transition frequency 
1 Fréquence de transition 

1 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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(, ,,;; 2% 

VCE =10V 

IC =lA 

f = 0,5 MHz 

ICEO 

1 

ICEX 

IEBO 

*' V(BRlCEO 1. 

V(BRlCER* 

n21E * 

VCEsat 

VBEsat * 

VBE * 

fT 

Min. 

1 

\ 

i 
i 

1 

80 

70 

20 

5 

10 

0,8 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf mdlcatlons contralfes) 

M"I Typ. 

-

0,7 mA 

5 mA 

30 mA 

5 mA 

1 

V 

V 

70 

1,1 V 

2,5 V 

4 V 

1,8 V 

MHz 

1,5 °C/W 



*2N 3055 S 

le 
lAI 

! ! 

--~-

~ 

50 -

-

(----

::'0 -~-L 
1 

1 
i 

THERMAL FATIGUE IN;jPECTION 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

1 

--

1 

1 

r-r-r--

CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chlp and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Le contrôle permanent de la quallte de la soudure entre la 

pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi· 

mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Pulsed test: Contrôle cyclique: 

10 000 cycles 
"on": 2 minutes (0" 48 W) 
"off": 1 minute (48" 0 W) 
t case = 100°C max 

6tcase = 85°C max 
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*2N 3055 S 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

75 

70 

65 

4/6 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum valuel 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur (valeur minimum) 

IC = 200 mA 
t case = 25°C 

...... 

'\ 
\ 

1\ 
1\ , 
~ 

" 

75 

50 

25 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonctIon de la tenSIon 
collecteur-émetteur 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert dIrect du 
courant en fonctIOn du courant collecteur 

r---,.. 
"\ 

\ L 
\~ 

.,.- s 
./ "\.-À\~ -r--

/ ~\.~ 
IL ..-\l() 

%'n 
'\\ 
~, 
()~ 

~ 
1\ 

-v~E~~J-
-t-
-r 

r---- -1== 
---(-

-~r--

\\. 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIO/J.ES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émerreur 

~ lB 
(mA 

r.- VCE=4V 
)1- ~ 

./ 

~-
oU kt' 

t--~ V 
Il J 

~-(f/J - -= f 
~" 

--- -~-T 
Il 

f-------
1 1 

J Il 
o 0,5 1,5 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de stHuration collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

V
CEsa 
(V) t~=,o 

lB 

1 

oU ~ ~ 
Il 

1,5 

~ OU 
éJ' <t' 
,ij-

b? ~ 111 -~ 

0,5 

o 

IC 
(A) 

10-' 

VBEsat 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

*2N 3055 S 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-emetteur 

r---
VCE =4 V 

.........::: ~ 
// f/:/ Jf tt' 

",,'1J Il 
1- ~ 

! "éJ' 

Il 1 
1 

1 
1 1 

1 1 
o 0,5 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base·émetteur en 
fonction du courant collecteur 

~=,o 
lB 

:/1 
~ 

~ 
t case =~s. ~~:.~~,v 

t case = .::.~ Ioo-~ 

1 
Il 
f/ 
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*2N 3055 S 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collectQLJr-base' 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

C22b 
(pF) tca~e !: ~501C 

fT 
(MHz ) 

V CE -l0V 

t amb = 25°C 

4 

~ 
............ 
~: 

~t--. 
Ï" 

'---

K 
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4 

3 

2 

r--r--
r--r--

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteurde réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 

1 1 ~d 

l/ ~ 
"," ./~ 

o ""O,f> , ..... 1""" /VV 
1""-- o~6,2 .... V V" / 
rI--

~ V ~~~ ~ 

""p V~o 
V"" ""';;.-

V 0 =~ 
T 

Zth = K R th 

~ 

-r--I-r-~!!oo 

1 

1 

1 



NPN SILICON TRANSISTORS TRIPLE DIFFUSED MESA. 
TRANSISTORS SILICIUM, NPN MESA TRIPLE - DIFFUSES_ 

- High voltage, high frequency response transistor 
Transistor haute tension à fréquence d'amplification élevée 

- High voltage, low current.switching applications 
Application en commutation, haute tension, bas courant. 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 
VCEsat 

~350 V 
250 V 

1 A 

10 W 

17,5°C/W 

0,5 V 

2N3439 
2N3440 

2N 3439 
2N 3440 

max. 

max. 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

Case TO-39 - See outline drawing CB-7 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté C8-' derniéres pages 

100 % 

75 

50 

25 

50 100 150 t (OC) 
case 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension coNecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage temperature 
Température de stockage 

~ THOMSON -CSF 

DlYIS!OHSf"'CONDUCTEURS 

~. 

VBE = 1,5 

tcase = 25°C 

max. 

min. 

max. 

Weight : 1,1 g 
Masse 

t case 

VCBO 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

2N 3439 

450 

350 

450 

7 

1 

0,5 

255 

-65 

+200 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 3440 

300 V 

250 V 

300 V 

7 V 

1 A 

0,5 A 

10 W 

255 oC 

-65 oc 

+200 oC 

74 - 4 1/6 
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2N 3439, 2N 3440 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bBse-émetteur 

Second breakdown eolleetor eurrent 
Courant collecteur de second claquage 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =300 V 

lB =0 

VCE = 200 V 

lB =0 

VCE =450 V 

V BE = -1,5 V 

V CE =300V 

VBE =-1,5V 

VEB =6 V 

IC =0 

IC =50mA 

lB =0 

V CE = 10 V 

IC = 0,02 A 

V CE = 10V 

IC = 0,002 A 

IC =0,05 A 

lB = 0,004 A 

IC = 0,05 A 

lB = 0,004 A 

VCE =200V 

t =ls 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequeney 
Fréquence de transition 

Output eapaeitanee 
Capacité de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junetion-ease thermal resistanee 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

* Pulsed t = 300 ilS 5';;; 2 % 
Impulsions p 

2/6 
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V CE = 10 V 

IC = 0,010 A 
f = 5 MHz 

VCB = 10 V 

f = 1 MHz 

Min_ 

2N 3439 

ICEO 

2N 3440 

2N 3439 

'CE X 

2N 3440 

IEBO 

V(BR)CEO* 
2N 3439 350 

2N 3440 250 

2N 3439 

2N 3440 
40 

h21E 

2N 3439 30 

VCEsat 

VBEsat 

IS/B 50 

fT 15 

C22b 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ_ Max_ 

20 pA 

50 /lA 

500 pA 

500 pA 

20 /lA 

V 

160 

0,5 V 

1,3 V 

mA 

MHz 

20 pF 

17,5 °C/W 



IC 
(A) 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 
1 

SAFE QPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

: 

1 

l,,"' 
',~Q ~-+ ,"' 

'-.'. ... V 

"" 1', 6'oo~-vJ' .\ 
1'\.' ~ / ~~ -et '\ ~, ~f-:'J' . 6' f'o 

" ,-:' '\ l' ]\\ J' , i 

l' '\ \ 1 
1 f'~ 

, 
~ t = 25°C '. case 

Continuous 
Continu ... 
Pulsed ---- ~ 
Impulsions ,,-

~~ 

\ 

2N 3440. 

Il 1 
2 5 10 20 50 100 200 

2N 3439, 2N 3440 

i-" 50 J..lS 

Il 
"-100 J..ls 

Il 

1 
1 
1 

1 

~2N 3439 
1 llili 

500 V
CE 

(V) 
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2N 3439, 2N 3440 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/6 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
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~v 1 1 
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80 

~V 6,4 ~A 
~ .... 1- 1 

lB = 0,2 mA 

40 

o 
o 2 4 

1 
6 8 V

CE 
(V) 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) 

450 L3139 
t = 25°C case 
IC =50mA 
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-'" t-
150 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h
21 

E courant en fonction du courant collecteur 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB 
(mA) 

a 
6 

4 

VCEsat 
(V) 

3 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

1 1 VCE = 10 V 
1 V 

1/ j 

J 1/ 
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If~k/ Bi r- li 
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V Il 
j 1 

0,2 0,4 0,6 0,8 V
BE 
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COLLECTOR-EMITTE R SATU RA TI ON VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

~=10 
lB 
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If; 

~ 
Il 

; 00 -
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Il 

~ ~t 

IC 
(A)a 

4 

2N 3439, 2N 3440 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction-de la tension 
base-émetteur 

V CE = 10 V V 
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/ / 

/ V 

0 0 j 
[7 7 

1 0 7 
fi, 1 

Il '" 
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BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

V BEsat fonction du courant collecteur 
(V) 

IC 
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2N 3439, 2N 3440 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 

fTIMHzi courant collecteur 

VCE =10V 

t - 25°C case -
60 

V \ j 

V 
, 

/ ~ 
40 

V \ , 20 

6 8 
IC lmA) 
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NPN ~I LlCON TRANSISTORS, HOMOBASES 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES 

2N 3441 compl. of BOX 16 

. LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

High current switching 
Commutation fort courant 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 % 

75 

l'\ 
: r\. 
1 "\ : 
1 

"" 
1 
1 

50 

25 

1 

1 

50 
1"" 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émerreur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crdte de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

~THO"SO'_CSF 
O!'IIS!ONSIEIroI'CONDVCTEUJlS 

~y 

RBE =100n 

VBE = -1,5 V 

t p = 1 s 

t case = 25°C 

max 

min 

max 

{ 
140 V 
120 V 

3A 

Ptot 25 W 

Rth(j-c) rc/w 

*2N 3441 
*BDY 72 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

2N 3441 
BOY 72 

max. 

h21E (05 A) {20 - 80 
, 60 - 180 

2N 3441 
BDY 72 

0,8 MHz min. 

Case TC-66 - See outline drawing CB- 72 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-12 dernières pages 

Weight: 6,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

2N 3441 

160 

140 

150 

160 

7 

3 

4 

2 

25 

200 

-65 
+200 

Bottom view 
Vue de dessous 

E 

o 
B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

BOY 72 

150 V 
--t---

120 V 

130 V 

150 V 

7 V 

3 A 

4 A 

2 A 

25 W 

200 oC 

-65 OC 
+200 oC 

73 - 12 1/7 
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*2N 3441, BOY 72 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant r~siduel collecteur-émetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant r~siduel émetteur-basa 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension basa-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

138 

8';;;;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 140 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 140 V 

VBE =-l,5V 

tcase = 150°C 

VCE = 130 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 130 V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 150°C 

VEB = 7 V 

IC =0 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC = 100 mA 

RBE = 100n 

IC = 100 mA 

VBE = -1,5 V 

VCE =4 V 

IC =O,5A 

IC =O,5A 

lB =0,05 A 

VCE =4 V 

IC =O,5A 

Min. 

2N 3441 

ICEX 

BOY 72 

IEBO 

V(BR)CEO * 2N 3441 140 
BOY 72 120 

V(BR)CER * 2N 3441 150 
BOY 72 130 

V(BR)CEX * 2N 3441 160 
BOY 72 150 

h21E 
2N 3441 20 

BOY 72 60 

VCEsat 

VBE 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

V 

80 

180 V 

1 V 

1,7 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fr«iuence dtI transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boÎtier) 

IC 
(A) 

5 

2 

0,5 

tcase = 25°C 

Continuous 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE =10V 
fT 

le =O,2A 

Rth(j.c) 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

"'0 
\\ \ '\ 1-'" ~-'Q'. i""'" 

\ , ~~i 
\ '. '\ ' \.,.:>~? '" 1 
1\ \. \ <S'...X'a{o r~ '" [\J .\ r\~~% \ \~' \J V '" \' {\ , ~ 

\ \ \~. 1 
1\\ f\. \ \1 

\. ~ 
~ 

\. , 
l\r\. \ 

iV', 1" 
l' 

Continu ---- 1\ \~ 
Pulsed ----- ~ 'Impulsions 

0,2 

0,1 

BOY 72 

2 5 10 20 50 100 200 

Min. 

0,8 

*2N 3441, *BOY 72 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

7 °e/w 

2N 3441 
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*2N 3441, *BOY 72 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

417 

140 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
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Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 

(A) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 

BDY 72 

V 
t..-
~ 

---
I;~ 
11-

1/ 
r 

V 

1/" 

~ r--
'SmA 

~ ~ 
~ ~ - '2mA -~~A - SmlA 

6mA 

4m'A 

1 

lB =2 mA 

2 3 

1---
1---

....... 

-

-

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
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*2N 3441, *BOY 72 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR EMITTER VOL TAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur (valeur minimum) 
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STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
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Valeur statique du rapport de transfert direct du 
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*2N 3441, *BOY 72 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB 
(mA 

6 

4 

4 

) 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 
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COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CEsat fonction du courant collecteur 
(V) 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-émetteur 

2N 3441 

{4 V 
VCE = 10V 

1'1-~o~ 
""" ~ 

;~~ 
1:::== 

0 
.... <:)~./7 

'--
~/V 

~17 
/ 1/ 

1 

Il 1 
7 

1 1 
1 1 

0,6 0,8 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
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TVPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capaciré de sorrie en foncrion de la 
rension collecreur-base 

*2N 3441, *BOV 72 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transirion en foncrion du 
couranr collecreur 

C22b 
(pF) 2N 3441 ) VCE = 10 V 
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TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE 

2N 3442 compl. of BOX 20 

LF large signal power amplificateur 
Amplificateur BF grands signaux de puissance 

High current switching 
Commutation de forts courants 

Thermal fatigue inspection 
Contr61e en fatigue thermique 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 
/C' 

75 

50 

25 

" 1\. 

'\ , 

'" 50 

"'" ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur·émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p = 100 ms 
Courant de crete de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation t case = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de ionction 

max. 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

"

THOMSON-CS' 

DIVISION SEMICONDUCTEURS 

~. 

*2N 3442 
BOY 74 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

{ 
140 V 2N 3442 
120 V BOY 74 

10 A 

Ptot 117 W 

Rth(j-c) 1,5° C/W 

h 20-70 
21 E (3A-4V) 50-150 

0,8 MHz 

2N 3442 
BOY 74 

min. 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14.4 g 
Masse 

t case = 25°C 

2N 3442 

VCBO 160 

VCEO 140 

VCER 150 

VCEX 160 

VEBO 7 

IC 10 

ICM 15 

lB 7 

Ptot 117 

t j 200 

tstg 
-65 
+200 

Bottom view 
Vue de dessous 

o 

o o 
o 

B 
Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications con traires) 

BOY 74 

150 V 

120 V 

145 V 

150 V 

7 V 

10 A 

15 A 

7 A 

117 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

74 - 10 1/9 

145 



*2N 3442,BDY 74 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-base eut-off eurrent 
Courant résiduel col/ecteur-bBss 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel col/ecteur-émetteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel col/ecteur·émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-bBss 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-émetteur 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-émetteur 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-émetteur 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur stBtique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension bBss-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/9 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 140 V 

lB =0 

VCB = 130 V 

lB =0 

VCE = 140 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 140 V 

VBE = -1,5 V 

t case = 150°C 

VCE = 130 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 130 V 

VBE = -1,5 V 

t case = 150°C 

VCE =110V 

V EB = 7 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

IC = 200 mA 

lB =0 

IC = 200 mA 

RBE = 100 il 

IC = 100 mA 

VBE = -1,5 V 

VCE = 4 V 

IC =3A 

VCE = 4 V 

IC = 10A 

IC =3A 

lB =O,3A 

IC =10A 

lB =2A 

IC =3A 

VCE =4V_ 

IC = 10A 
VCE = 4 V 

2N 3442 
ICBO 

BOY 74 

2N 3442 

ICEX 

BOY 74 

ICEO 2N 3442 

IEBO 

1 2N 3442 

* VCEO(sus) 

BOY 74 

VCER(su~ 2N 3442 

VCEX(s!) 
2N 3442 

BOY 74 

2N 3442 

h21E * BOY 74 

2N 3442 

2N 3442 

VCEsat * BOY 74 

2N 3442 

2N 3442 

VBE * BOY 74 

2N 3442 

Min. 

140 

120 

150 

160 

150 

20 

50 

7,5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

30 mA 

1 mA 

10 mA 

200 mA 

5 mA 

V 

V 

V 

V 

70 

150 

1 
V 

1 

5 V 

1,7 
V 

1.7 

5,7 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =60V 

t =15 
tcase = lOO°C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
RésistanCf/ thermique (jonction·boÎtier) 

VCE = 10 V 

IC =lA 
f = 1 MHz 

VCEO(sus) TEST CIRCUIT BDY 74 
CIRCUIT DE MESURE DU V CEQ(sus) DU BOY 74 

Figure 1 
27 n 

.... ---.... V 

.----t~ H 

IS/B 2N 3442 

fT 

L for 
pour 

30 V 

Min. 

1,1 

0,8 

*2N 3442,BDY 74 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

A 

MHz 

1,5 °C/W 

VCEO = 25 mH 

3/9 
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*2N 3442.BDV 74 

le 
lA) 

50 

20 

10 

5 

2 

~-- - .-

tcase = 25°e 

Continuous 
Continu 

Pulsed 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

oS 
~- r--:- ~-~'rl' ~ ... ~ " ' , )'0 1 "~ ~. !S:' V'o~ ~,I 

~~r .. ~ .:. , )'~, )'~,<- <-".~" l' , 00 &'?". ". 
'?". 1 

"1'. 'J 
'\ " 

,. 
~ r, ~i 

I\~ " 1 
1'1' • 

~\ 1 
II , 

------ \ 
0,5 Impulsions 

0,2 

0,1 

2 5 10 20 50 100 200 500 VeE IV) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FA TlGUE THERMIOUE 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Le contrtJle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Pulsed test: 
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Contrôll1 cyclique: 

10 000 cycles 
"on": 2 minutes (0 ~ 48 W) 
"off": 1 minute (48 ~ 0 W) 
t case = 100°C max 

lItcase = 85°C max 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 collecteur-émetteur 
C 

(A ) 2N 3442 

1 

8 450 mA - -

....-~ m 
mA 

~ :::.. -- 300 mA -- 250 mA 

t ~ ~ - 200 mA 

-~ 1SOmA...;;;; 

t-1--- 11oo~A 

J~ r-- 1 1 

lB'" 50 mA 

6 

4 

t-r--

1 
2 

o 
o 
~ 

2 3 

IC 
(A) 

8 

6 

4 

2 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

BOY 74 600~ 
,..~ sQOmA 

t ;...--- 4oo~A 

If/~ 300 mA 

V 200 mA 

f--

t~ 1 1 

1 
lB = 100 mA 

,,--~ y 

o 
o 2 3 

IC 
(mA 

160 

120 

80 

40 

-2N 3442 BOY 74 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

,~Ij / BOY 74 

~ ~ t -+------ §X J J 
"( J il J 

._-

r7~~ ~ 1 
1/ 1/ ~f-

r-<{" 

/ V 't 
g 

'( 
~v J 

V
V /v 1\ --

~ 
."..., \ ~ 

o 
o 40 80 

lB =200~A \ 

120 160 V
CE 

(VI 
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*2N 3442,BDY 74 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/9 
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COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension co/lecteur-émetteur en fonction de /a 
résistance base-émetteur 

V
CE 

(V) 

180 

2N 3442 
160 

1 1 
BOY 74 

140 

120 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFERT 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

40 / ~\ 

-

~~-+~~++H-~H~~ 

"- ....... 
.......... i"""'-

....... 

tcase = 250 

.......... 1"'--0 -
" 1"- r-... 

h21E 

240 

180 

120 

60 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

boy 7~! 
VCE = 4 V 

'\~ 
-.,:. --
~t ~~ /1 1",4 

, 
~ .,:. ,; 

-~ ,~ 
~ ,~ 

.... 

4 6 ~a1 2 4 6 ~d> 2 4 6 IC (A) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mAI 
6 

4 
1 ~~ 

... 
2N 3442 

rt~ ~,I' r-- ; .. b V CE =4V 

f-- f--.. t! j 

1/ 
J 

1 

~ 

J 

1/ 
1),8 1,6 2,4 3,2 V

BE 
(VI 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(AI 

6 

4 

2 

r- 2N 3442 1" 

VCE =4 V / ,.-
/)~ 

~r 
1 

il 
1 

/ 1 
ft ~ê 

!!J 
- r 1/ 
c--1--11 ;- 1/ 
>-- f-- 1/ _11 

~ r- ,)1 

1 

Il 
0,4 0,8 1,2 1,6 V

BE 
(VI 

*2N 3442,BDY 74 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
(mAI 

6 

/ BOY 74 
1/ 

fi VCE = 4 V 

1( 

-' 
'II 
Il 

f--8 0 
Il) 
N 

Il Il 
1- 51 Il! 

-fi ~ 
ï 

0,8 1,6 2,4 3,2 V
BE 

(VI 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A) t-- BOY 74 

4 
V CE =4 V 

~ ;.' 
1/ 

1 1 

1 l' 
1 ~ 
1 

J 

:=~ f~ Il) 
N 

t---" Il 

J ~ 

Hl ï 
0,4 0,8 

--~ 

1,2 

-

1,6 VBE IVI 
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*2N 3442.BDY 74 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base·émetteur en 

V BEsat fonction du courant collecteur 
(V) 

2N 3442 

1.6 

IC 
'- = 10 li B 

Il 

.JL 
jI 

1.2 

-
kf 

-2 0 V ~ ... 
f-

t
ca!i8- -- IL' 

,.....-- :::::H1U·;....... "" tcase __ i'" 

0.8 

0,4 

o 
4 6~02 2 4 6~03 2 46IC(mA) 
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BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base·éme.rreur en 

V BEsat fonction du courant collecteur 

~OY j4 (V) 

1.6 

c-I
C 
'- = 10 

B 

t--- ~ 
/~ 

t ",250
_ 1-'" 

~ ... :V 
Ff~~po' ~ 1"'" 

'" ,00 ......... 

t:1:rJ 

1,2 

0.8 

0,4 

IJ 

~ 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur·émetteur en 

V fonction du courant collecteur 
CEsa 
(V) 

t 

1.6 

1.2 

0.8 

0,4 

2N 344: t 
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B 
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o J 1 1 : 
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COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V fonction du courant collecteur 
CEsat 
(V) BOY 74 

IC 
r=10 

B 
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1,2 ? 
-
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~" 0.8 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22b 

tension collecteur-base 

(pF) 

6 

4 

K 

10- 1 

", 
"-
" ,~ 

" ~~ 
" r'\, 4 6 V

CB 
(V) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 

1 .... i-""'":i. 
1 /'" '(f 
L ..... 1-"" lAi 
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~ I.--~ 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DI FFUSED MESA 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSES 

* 2N 3584,* 2N 3583 
*2N 3585,* 2N 4240 

- High voltage linear power amplifier 
Amplification liœaire de puissance forte tension 

- High voltage fast switching 
Commutation rapide, forte tension 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 
100 _ _.r-,---,.----r----, 

% 

75 

50 f--i--+--+3io,-

30% 
25 

o 
50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOl.UES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage VCBO Tension collecteur-bBSIB 

Collector-emitter voltage VCEO 
Tension collecteur-ilmetteur 

Emitter-base voltage VEBO 
Tension Ilmetteur-bBSIB 

Collector current IC 
Courllnt collecteur 

Peak collector current tp = 10ms ICM COUrllnt de crlte de collecteur 

Base current lB CourantbBSIB 

Power dissipation 
tcase = 25°C Ptot 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Tempflraturtl de jonction max t j 

Storage temperature min tstg 
Templlraturtl de stockBfltl max 

~ THOMSON· CS' 

DMIION SlMlCONOUCTEURS 

~. 

*Preferred device 
Dispositif rtICommBncN 

r75V 2N 3583 
VCEO 250 V 2N 3584 

300 V 2N 3585 - 2N 4240 

{1 A 2N 3583 
IC 2A 2N 3584 - 2N 3585 

2N 4240 
Rth(j-c) 5°C/W max 

rOMHZ 2N 3583 - 2N 3584 
fT min 2N 3585 

15MHz 2N 4240 

Case TO-66.- See outline drawing CB-72 on last pages 
Boitier Voir dessin coœ CB-72 derniiJres pages 

Weight : 6,4 9 
MBsse 

E o 
B 

Collector is connected to case 
L'l collecteur est relié BU boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrllirtls) 

2N 3583 2N 3584 2N 3585 2N 4240 

250 375 500 500 V 

175 250 300 300 V 

6 6 6 6 V 

1 2 2 2 A 

5 5 5 5 A 

1 1 1 1 A 

35 35 35 35 W 

200 200 200 200 oC 

-65 -65 -65 -65 oC 

+200 +200 +200 +200 oC 

74- 10 1/6 
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*2N 3583, *2N 3584, *2N 3585, *2N 4240 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant r~siduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecreur-émettflur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant ~s;duel émetteur-bII. 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de cltlqullf/tl collecteur-émetteur 

2/6 
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Test conditions 
Condirions de mesure 

VCE = 150 V 

lB =0 

VCE = 225 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 225 V 

VBE = -1,5 V 

t ease = 150°C 

VCE =340V 

V BE = -1,5 V 

VCE = 450 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 300 V 

VBE = -1,5 V 

tease = 150°C 

V EB = 6 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L =20mH 

2N 3583 

ICEO 
2N 3584 

2N 3585 

2N 4240 

2N 3583 

2N 3583 

ICEX 2N 3584 

2N 3585 

2N 4240 

2N 3584 

2N 3585 

2N 4240 

2N 3583 

IEBO 
2N 3584 

2N 3585 
2N 4240 

2N 3583 

2N 3584 
VCEO(sus) 

2N 3585 

2N 4240 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicarions contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 
5 

mA 
5 

5 

1 mA 

3 mA 

1 mA 

1 

2 mA 

3 

3 mA 

5 

5 
0,5 

mA 
0,5 
0,5 

175 
250 

V 
300 
300 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bBse-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant col/ecteur de second claqulIfIIJ 

*Pulsed L = 300 ilS, 
En imoulsions P 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC =0,5A 

VCE = 10 V 

IC =lA 

VCE = 2 V 

IC =lA 

VCE = 10V 

IC =lA 

VCE = 2 V 

IC =lA 

VCE = 10V 

IC =lA 

VCE = 2 V 

IC = 0,75 A 

VCE = 10V 

IC = 0,75 A 

IC =lA 

lB = 0,125 A 

IC = 0,75 A 

lB = 0,075 A 

IC =1A 

lB =0,1 A 

IC = 0,75 A 

lB = 0,075 A 

VCE = 100 V 

t = 1 s 

*2N 3583, *2N 3584, *2N 3586, *2N 4240 

Min. 

40 

2N 3583 

10 

8 

2N 3584 

25 

* h21E 

8 

2N 3585 

25 

10 

2N 4240 

30 

2N 3583 

2N 3584 

VCEsai 
2N 3585 

2N 4240 

2N 3583 

2N 3584 

VBEsat 
2N 3585 

2N 4240 

IS/ B 0,35 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

200 

80 

100 

80 

100 

100 

150 

5 

U,75 

0,75 

1 

1,4 

1,8 

V 

V 

V 

V 

A 

3)6 

157 



*2N 3583, *2N 3584, *2N 3585, *2N 4240 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fr~uence de transition 

Turn-on time 
Temps rotai d'établissement 

Fa" time 
Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

4/6 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 

IC = 0,2 A 

f = 5 MHz 

IC =lA 

lB =0,1 A 

IC = 0,75 A 

lB = 75mA 

IC =lA 

lB = ± 0,1 A 

IC = 0,75 A 

lB = ± 75 mA 

IC =lA 

lB = ± 0,1 A 

IC = 0,75 A 

lB = ± 75 mA 

Min. 

2N 3583 

2N 3584 10 
fT 2N 3585 

2N 4240 15 

2N 3584 

2N 3585 

t d + tr 

2N 4240 

2N 3584 

2N 3585 

tf 

2N 4240 

2N 3584 

2N 3585 

ts 

2N 4240 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

MHz 

3 J1S 

0,5 J1S 

3 J1S 

3 J1S 

4 J1S 

6 J1S 

5 °C/W 



*2N 3583, *2N 3584, *2N 3585, *2N 4240 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

0,5 
~ \ \ 1'- \ 

0,2 
t = 25°C case 

0,1 
'" \ \\ 

Continuous ----=rn==$==$=$$jtijtti== ~~\~" '~\ ~ttt~ Continu 

Pulsed ____ ++t..-----+-----+----+___+__ 2N 3583 .. ~' ,,~--+-+++++l 

0,05 
Impulsions 1 1 1 1 1 

0,02 

0,01 
> » 

2 5 la 20 50 100 ~ :5 8 
NM 
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*2N 3583, *2N 3684, *2N 3585, *2N 4240 

TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE 

L= 20mH 

...... -_ .. V 0-+50 V 

0+ 10V 

Hl 

VCEO sus 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

6/8 

160 

10/JS 

90% 

10% 

RC - RB : non inductive resistJn-;es 
1>: Pulse width = 10 Jl.S 

Form factor ~ 1 % 
Rise and pulse time ..; 20 ns 

Re - RB: r_istllnœl non inductiv. 

tp : ~:::;::,:::on ~~o;' 
Tllmpl dB mont_ Bt d.œnttl ..; 20 n. 

VCC = 200 V 

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe P 6021 and 
Amplifier type 134 
'BI Br ' B2 ,ont mBlur(JfllvBC une sondB TBktronix P 6021 Br 
Amplifiœtflur type 134 



NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUSE 

- LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- High voltage switching 
Commutation haute tension 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de 1 S/B 

1 00 %ro_~r---.--r-.----' 

75 ~+--+""",---30", 

50 ~+--+--~ --+-~---i 50 % 

25 ~+--+---t-----'..-+--t--; 

o 50 100 150 

A8S0LUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-ba$18 

Collector-emitter voltage 
Tension collectrlur-ém8ttrlUr 

Collector-emitter voltage V BE = -1,5 
Tension col/ecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension èmetteur-ba$18 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courantba$18 

Power dissipation tcase = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max 
Températura de jonction 

Storage temperature min 
Températura de stockage max 

~T_""'.CS' 
DMItON Sf"CONDUCTEURS 

~. 

225 V 

3A 

*2N 3738 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

Ptot 20 W 

Rth(j-c) 7,5°C/W max. 

h21 E(O, 1 A) 40 - 200 

fT 10 MHz min. 

Case TO-66 - See outline drawing CB-72on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-12 dernières pages 

Weight : 6.4 g
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCEX 

V EBO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

E 

o 
B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boit. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraitWs) 

250 V 

225 V 

250 V 

6 V 

3 A 

1 A 

20 W 

175 oC 

-65 oC 

+175 oC 

74 - 1 1/1 
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*2N 3738 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur·(mlfltreur 

Collector-emitter eut-off current 
Courent rtbiduel collecteur-émetteur 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 
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ô';;;;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 125 V 

lB =0 

VCE = 250 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 125 V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 100°C 

VCB = 250 V 

lE =0 

VEB = 6 V 

IC =0 

IC =5mA 

lB =0 

VCE = 10 V 

IC =0,05 A 

VCE = 10 V 

IC =0,1 A 

VCE = 10V 

IC =0,25 A 

IC = 0,25 A 

lB =0,025 A 

VCE = 10V 

IC =0,1 A 

Min. 

ICEO 

ICEX 

ICBO 

IEBO 

V(BR)CEO* 225 

30 

h21E 40 

25 

VCEsat 

VBE 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,25 mA 

0,5 mA 

1 mA 

0,1 mA 

0,1 mA 

V 

200 

2,5 V 

1 V 



DYNAMIC CHARA(;TERISTICS (for 5mall 5i!JnaI5) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits sIgnaux) 

Forward current transfer ratio 
Rllpporr dII tnmsfllrr di~t du courtlnt 

Transition frequency 
Frlqullnœ dII trllnsition 

Output capacitance 
CllpllCiU de sorrie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
R/Jsistllnœ thermique (jonction-boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =20 V 

IC = 100mA 

f = 1 KHz 

VCE = 10V 

IC =0,1 A 
f = 10 MHz 

VCB = 100V 
f = 0,1 MHz 

Min. 

h21e 35 

fT 10 

C22b 

*2N 3738 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

20 pF 

7,5 °C/W 

3/7 
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-2N 3738 
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le 
(A) 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

(3A - 6,66 VI "0 

l', "~. 7~~' 
~.r 

1 

1"" ' ~Oà 
-r"'" 

~ 
~, 

~, ~ \ 
:'>;, '... \ 

, 
1'- \ 

\ 

"' \ , , \ 
\ 

(02A-l00V \1 
\ \1 

r- tcase = 25"C 

~Continuous --- \ r-Continu 
\ 

r-pulsecl \ 
f-impullions ----- , 

10,02 A - 225V) 

2 5 10 20 50 100 200 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

-2N 3738 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC 
(AI 

Cour.nt co/ltlctflur.n fonction dtJ III tflnsion 
co/ltlctflur-~mtltt.ur 

1 Cour.nr co/lllctflur.n fonction de III t.nsion 
C co/ltlctflur-mnett.ur 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 

~ 
IJ ~ 
~ ~ 
~~ ~ 
~V 
~~ 
~ 

2 

1011''' 
~ 

V 
l' gen#' 

~~ 
~ 1-- 7 JA 

~ r-- 6~A 
~ 

5m
l
A 

1""'"'" 14m~ 

3 m~ 

2m~ 
lB -1 m~ 

1 

4 6 

260 

250 

240 

230 

(mAI 

/'" 
4 

J...-o-" f.- I-"" 

3 
~ 

V-
2 

~ 

~ 

~ 

8 VCE (VI o 20 40 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension co/klcteur-émetteur en fonction dtJ III 
résistance base-émetteur (llaieur minimum) 

tc:ase = 25°C 

1'\ 
\ 

i\ 
" r--.... 

1BOp.A 1 

J 

l~p.l 
1 

140p.A 

1120P.~ 

~oo~ 
180~A 
60~A 
40 ~A 

1 
'a_ 2O p.A 

60 80 VCE(VI 
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*2N3738 

TVPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/7 
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80 

60 

40 

20 

lB 
(mAl 

4 

4 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Vlliflur stlltique du rllpport dB trllnsfert difflct du 
courllnt en fonction du coufflnt collectBUr 
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BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courllnt base en fonction de 'II tension base
"metteur 

VCE = 10 V 
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
VIIIBur statique du rlllPPorr dtI trllnsfert direct du 
coufflnt en fonction du courllnt collectBUr 
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*2N 3738 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 

Tension de saturation collecteur-émetteur en V Tension de saturation base-émetteur en 
V fonction du courant collecteur 

CE sat' 
(V) 

V 
0,5 0 

~ 1 
Il 

~/o ,(fi 

./ ~II 
~ ~l~ 1 

1 

C22b 
(pF) 

8 

4 

BEsat fonction du courant collecteur 
(V) 

IC 
r;:;-= 10 
B 

--
0,5 

fi'" 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

'" "-
"-

"'-
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NOTES 



PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE 

- LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- Medium current switching 
Commutation courant moyen 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de 1 S/B 

100 '*"'"_.----.------.---r-----, 

75 I--+---+-"'r'''cl-

501--+--+-

25 I--+--+--+---l"~---l 

o 50 100 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension co'IfIcteur·baSll 

Collector-emitter voltage 
Tension collectrlur-1§mettrlur 

Emitter-base voltage 
Tension émettrlur-baSll 

Collector current 
Courant co'IfIctrlur 

Peak collector current t p = 5 ms 
Courant de crltrl de col/acteur 

Base current 
CourantbaSll 

Power dissipation tcase = 25°C 
DissiIMtion de puissanœ 

Junction temperature max 
Tempénlrunl da jonction 

Storage temperature min 
Tempénltul'fl da stoclcllf/fl max 

• THOMSON' CS' .... ~. 

{
-50 V 
-80 V 

-4A 

Ptot 25 W 

* 2N 3740 
*2N 3741 

* Preferred device 
Dispositif recommlJndé 

2N 3740 
2N 3741 

Rth (j-c) 7°C/W max. 

h21E (0,25A) 30 - 100 

4 MHz min. 

Case TO-66 - See outline drawing CB-72 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-72 derniéres pages 

Weight: 6,4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

2N 3740 

-60 

-60 

-7 

-4 

-7 

-2 

25 

200 

-65 
+200 

Bottom view 
Vue de dessous 

E 

o 
B 

Collector is conllected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 3741 

-80 V 

-80 V 

-7 V 

-4 A 

-7 A 

-2 A 

25 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

73-12 1/6 
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*2N 3740, *2N 3741 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant résiduel col/ecteur-émetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant résiduel col/ecteur-flmetteur 

Collector-base cut-off current 
Courant résiduel col/ecteur-balll 

Emitter-base cut-off current 
Courant résiduel émetteur·balll 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de clllquage col/ecteur-flmetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stetique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de Slltuflltion colklcteur-4metœur 

Base-emitter voltage 
Tension baM-4metœur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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~ = 300 ilS ô';;;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-40 V 

lB =0 

VCE =-60 V 

lB =0 

VCE =-60V 

V BE = -1,5 V 

VCE = -60 V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 150°C 

VCE = -80 V 

VBE = -1,5 V 

VCE =-90V 

V BE = -1,5 V 

t case = 150° C 

VCB =-60V 

lE =0 

VCB = -80 V 

lE =0 

V EB =-7 V 

IC =0 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC = 100 mA 

lB =0 

VCE =-1V 

IC =-0,1 A 

VCE = -1 V 

IC = -0,25 A 

VCE =-1 V 

IC = -0,5 A 

VCE = -1 V 

IC =-1 A 

IC =-1 A 

lB =-0,125 A 

VCE =-1 V 

IC = -0,25 A 

Min. 

2N 3740 
ICEO 

2N 3741 

2N 3740 

ICEX 

2N 3741 

2N 3740 

ICBO 

2N 3741 

IEBO 

2N 3740 -60 

* V(BR)CEO 

2N 3741 -80 

40 

30 

h21E * 
20 

10 

VCEsat * 

VBE * 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-1 mA 

-1 mA 

-0,1 mA 

-1 mA 

-0,1 mA 

-1 mA 

-0,1 mA 

-0,1 mA 

-0,5 mA 

V 

V 

100 

-0,6 V 

-1 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·bOÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-10V 

IC =-0,1 A 

VCB =-10 V 

fT 

C22b 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

IC 
(A) 

60 

40 

20 

10 

4 

6 

2 

0,6 

0,4 

e--

~-- ~-

1 

1 

Continuous 
Continu 

Pulsed ----Impulsion 

tcase = 25 C 
~-

1 
1 

1 

, 
" , , 

, /", 
l'" '?' .. ~.r', 

"r--... ~oJ", \ 

'\ , " " 
, 
" 

1 

-oO'\. 

l' 
" 

Il , ' 

'\ , 
"' 

l'. 
'\. 

" ,; 

\~ 

*2N 3740, *2N 3741 

Min. 

4 

1 
, 1 

1 

! 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

100 pF 

°C/W 

-+--+--
Il 
10 ps 

\., 

~, 
1 

1 

'}, 

2N 3740 ~t\.1 
2N 3741 ~ ~ 

0,2 

0,1 

2 4 6 10 20 40 60 VCE(V) 
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*2N 3740, *2N 3741 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/6 
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IC 
lA 1 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction de la tension 
col/ecteur-~etteur 
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0,4 

0,3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant col/ecteur en fonction de la ten.ion 
col/ecteur-~metteur 
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o 
o 2 3 4 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h
21 

E courant en fonction du courant col/ecteur 

VCE=-1V 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB 
(mA 

8 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
CourlHlt NIII en fonction de la tension NSII
hrHItteur 

) VCE =-1 V-

I / 
'1' 

j j , 1 

CJ/ 1 

~ov V 
1/ !6 

" tl ... (;'1 l' 
l 'Itv,,1fi 

If f 
1 Il 

V 1 
J V 
0,6 0,8 1,2 V

BE 
(V) 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de SIIturation collecteur-émetteur en 

V fonction du courant collecteur 
CE sat 
(V) 

~=8 
lB 
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~r 8 f;J 
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IC 
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*2N 3740, *2N 3741 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-émetteur 

VCE'=-lV ILL 
~" 

~ 
lL 
fi 

1/'" 1 
_Il' L 
1 re 1 
1 1/1 

.. ~I 
Il 

J 
0,4 0,8 1,2 V

BE 
(V) 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V fonction du courant collecteur 
BE sa 
(V) 

4 

3 

2 

~=8 
lB 

~ 
t-- r----;case == 25~ P 

~I" 

~ 
lc:ill 1 

4 6 ~oO 2 
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*2N 3740, *2N 3741 

TYPICAl CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

C
22b 

(pF) 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

t case = 25°C ) 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 10 V 

8 
t case = 25°C 

6 

4 

-r-_ 
~ 
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 
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NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES 

· L F large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

· High current switching 
Commutation fort courant 

· Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

76 

60 

26 

o 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension col/ect/IUr-ba. 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ectrlur~mettrlur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Ttlnsion colltlctrlur~metteur 

Collector-emitter voltage VBE=-1,5 V 
Tension collectrlur~mettrlur 

Emitter-base voltage 
Tension émettrlur-ba. 

Collector current 
Courtlnt col/ectrlur 

Peak collector current tp = 0,5 s 
Courtlnt de c'*trI de collectrlur 

Base current 
Courentba. 

Power dissipation 
tcase=25°C DissiD6tion de puis$tlnce 

Junction temperature max. 
Tempértlture de jonction 

Storage temperature min. 
Tem~rtlture de stockBfl#1 max_ 

lit THOMSON· CS-

~~. 

{
40V 
OOV 

{
20A 
30A 
150W 

*2N 3771 
*2N 3772 * BOY 76 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

2N 3771 
2N 3772 • BOY 76 
2N 3772 • BOY 76 
2N 3771 

1,17 ° C/W max. 

{

15-60 

40·120 
0,8 MHz 

2N 3771 (15A) 
2N 3772 (10A) 
BOY 76 
min. 

Case TO·3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CS-Tg derni~res pages 

Weight: 14,4 9 
Masse 

t case = 25 oC 

2N 3771 

VCBO 50 

VCEO 40 

VCER 45 

VCEX 50 

VEBO 5 

IC 30 

ICM 

lB 7,5 

Ptot 150 

t j 200 

tstg 
~5 

+200 

Bottom view 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 3772 

100 

60 

70 

80 

7 

20 

30 

5 

150 

200 

~5 

+200 

BOY 76 

100 

60 

70 

80 

7 

20 

30 

5 

150 

200 

~5 

+200 

73-10 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

W 

oc 

oC 
oc 
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*2N 3771, *2N 3772, *BOY 76 

STATIC CHARACTERISTICS 
CA RA CTERISTIOUES STA TlOUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-base eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-base 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/10 

176 

tp = 300 JlS [j~2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 30 V 

lB =0 

VCE = 50 V 

lB =0 

VCE = 50 V 

lB =0 

VCE = 50 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 30 V 

V BE = -1,5 V 

tease = 150° C 

V
CE 

= 100V 

VBE = -1,5 V 

VCE =30V 

VBE = -1,5 V 

t ease = 150°C 

VCB = 50 V 

lE =0 

VCB = 30 V 

lE =0 
t ease = 150° C 

VCB = 100V 

lE =0 

V
CB 

= 30 V 

lE =0 

t = 150°C case 

V EB = 5 V 

IC =0 

V EB = 7 V 

IC =0 

VEB = 7 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

Min. 

2N 3771 

ICEO 2N 3772 

BOY 76 

2N 3771 

2N 3771 

ICEX 2N 3772 

BOY 76 

2N 3772 

BOY 76 

2N 3771 

2N 3771 

ICBO 2N 3772 
BOY 76 

2N 3772 

BOY 76 

2N 3771 

IEBO 2N 3772 

BOY 76 

2N 3771 40 

* 
V(BR)CEO 2N 3772 60 

BOY 76 60 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

10 mA 

10 mA 

10 mA 

2 mA 

10 mA 

5 mA 

10 mA 

2 mA 

10 mA 

5 mA 

10 mA 

5 mA 

5 mA 

5 mA 

V 

V 

V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

tcase = 1 00° C 

* Pulsed 
Impulsions 

0';;;;'2% 

t case = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 200 mA 

RBE = 100 n 

IC = 200 mA 

VBE =-1,5V 

V CE = 4 V 

IC = 15 A 

VCE=4 V 

IC =30 A 

VCE = 4 V 

IC =10A 

VCE = 4 V 

IC = 10A 

IC = 15 A 

lB = 1,5A 

IC =30A 

lB =6A 

IC = 10A 

lB =lA 

V CE = 4 V 

IC = 15A 

VCE = 4 V 

IC = 10A 

VCE = 4 V 

IC =10A 

VCE =40 V 

t = 1 s 

V CE = 60 V 

t = 1 s 

* 
V (BRICER 

* V(BRICEX 

* h21E 

V CE sat * 

* 
VBE 

15/ 8 

*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76 

Min. 

2N 3711 45 

2N 3772 70 

BOY 76 70 

2N 3771 50 

2N 3772 80 

BOY 76 80 

2N 3771 15 

2N 3771 5 

2N 3772 15 

BOY 76 40 

2N 3771 

2N 3771 

2N 3772 

BOY 76 

2N 3771 

2N 3772 

BOY 76 

2N 3771 3,75 

2N 3772 1,4 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

60 

60 

120 

2 V 

4 V 

1,4 V 

2,7 V 

2,2 V 

2,2 V 

A 

A 

3/10 
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*2N 3771, *2N 3772, *BOY 76 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) t 25°C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signau}() case = 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junctlon-case thermal reslstance 
Résistance thermique (jonction·boÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE=4 V 

IC =1A 

Min. 

fT 0,8 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrai,es) 

Typ. Max. 

MHz 

1,17 ~C/w 

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE 

Mounting silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insurance against thermal fatigue. 

Le montage de la pastille sur un support en molybdtJne limiœ 
les contraintes mécaniques et conftJre au transistor un maxi· 
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Pulsed test: 

4/10 

178 

Contrôle cyclique: 

10 000 cycles 
"on" : 2 minutes (0 ~ 70 W) 
"off" : 1 minute (70 ~ 0 W) 
!case = 125°C max 
L'I!case= 1100 e max 
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*2N 3771, *2N 3772, *BOY 76 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

1- tcase = 25 oC 

1 1 

1 

1 2N 3771 
1 

9'0 

~~N~ , "', ~ "~Q " 

-Y-J' ~ 

','l,' ~~~ <~ ! 
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i l I! 1 
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Continuous --- " j, 
\! 

Continu 
1 "' " 

Pulsed ---- '\ " \ Impulsions 
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JN 377J -

l 1 

-l-

2 4 6 8 10 20 

5/10 

179 



*2N 3711, *2N 3712, *BOY 76 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction de la tension 

le col/ecteur-émetteur 

(AI 

8 

6 

4 

2 

o 
o 

1/ 
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1/ 
Ij 
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/~ 

~~ 1-

~ t--
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....- 200: mA 

100 mA 

5O.mA 

lB -20 mAi 

2N r771 

3 4 

IC 
(AI 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction de la tIInsion 
col/ecteur-émetteur 

2~---+----+----4----~--~ 

OL-__ ~ ____ ~ ____ ~ __ ~ ____ ~ 
o 2 3 4 VCE(V) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
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Courant collecteur en fonction de la tension 
1 enl/ecteur-émetteur 
C 

(A) 

0,4 r-
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
COUl'/lnt collectflur en fonction de la tension 

IC collflctflur-Mnfltteur 

(A) 

2 

o 

70 

60 

50 

40 

o 2 3 

COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER (MINIMUM VALUE) 
Tension collectflur-émflttflur fin fonction dB/e 
résistenœ bllse-émflttflur (VII/eur minimum). 

1 
IC =200 mA 

BOy 76' 1 1 

t case =2~ 

'--r--r- -'?-\t.:J 
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...... ~ 

......... 

'i_;;;,.2~77 
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,~ 

IC 
(A) 

0,4 

*2N 3771, *2N 'S172, *BOY 76 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courflnt collecteur en fonction de la tfln,ion 
col/ectflur-émfltteur 

0,2 IJ....-:"""",q.--+---t-';--+-+--i 

0,1 ~--+--+---+--.A--~ 

OL-_~ __ ~ __ ~ __ ~ ____ ~ 
o 20 40 60 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en fonction du courant collecteur 

iN 3771 

160 

VCE=14 V '--

V ...... 
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j 
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*2N 3771, *2N 3772, *BOY 76 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

400 

300 

200 

100 

o 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

2N 3772 
VCE =4 V 

~ -- pc; 
\OO~ 

~ ~ '1. 'lJ~-: ~ 

./ 
V-

........ 1--" ~I\ 
k'l.,,->oG 

~ j..- ~ 
'1. -"" 

~ 
V r t\ 

10-22 4 6~0-1 2 4 6~00 2 'c (A) 

lB 
(mA) 
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4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

./ 

1 ~ % Y 
f},~,/ /" 
~ll. V 2N 3771 

~ f---r ,#;L f----- VCE =4 V 

''b~~ 
/ -, 

/ / 
"/ 

jV 
" , 
1 

1.5 2 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h
21 

E courant en fonction du courant collecteur 

BOY 76 
VCE =4 V 

400 
V +--1"--1' 
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~~I \ 
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oc. \r\ V-1If},'5 
r-- ------:.9 
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300 

200 
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IiASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 

'B 
(mA) 

4 

.2 

Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

~ ~ 

~ v.Y llL-.l 
{J 1 X 

9 1 1 _1 
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7V 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 

1 C base-émetteur 

(A) 

6 

'f/CEsat 
(V) 

4 

4 

4 

3 

2 

o 

1 2N 3771 
VCE =4 V-

I~~ '--
'- 'lfOe 

/?1"",~oc , tcaSll_ 

" l'/ 

If 
A 

/1 
~I 

0,5 1,5 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation co/lecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

2N 3771 

~= 10 
lB 

1 
V 

J 

~Q--
~§I J 

Il (}' i .. <.i ~Q f--

V Il 
./ Il 

/ V ..... 1' 
.. <.i 

.-" 

IC 
(A) 

4 

10-1 

*2N 3771, *2N :r172, *BOY 76 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 
base-émetteur , 

'"'1"N3h2
1 

1/ ./ 

J/ BOY 76 

li 
VCE =4 V 

~/Ù - -:2 ~ 
~ -II Il 
1--TB ~ .. ~<.i 

l' 

o 0,5 1,5 2 V
BE 

(V) 

'1 BEsat 
(V) 

4 

3 

2 

o 

BASE-EMITTER SATURATION 'vOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

2N 3771 

~=10 
lB 

1 
V 
Q 

~-c-
/;~II 
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1 
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*2N 3771, *2N 3772, *BDY 76 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

V BEsat 
(VI 

4 

3 

2 

o 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-tJme.tteur en 
fonction du courant collecteur 

2N 3772 
BOY 76 

~=10 
lB 

IJ 

/" ~~ 
t -25°C ~ 

,.... -case -"'"" 
t-"" ~OOoC 

tcasfï 1 1 

10-1 Z 4 6~00 2 4 6'01 2 4 IC(AI 
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C22b 
(pFI 

2 

8 

6 

4 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL rAGE 
CapacittJ de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

.......... 
.......... 

'" 1"""~1/ 

~ <>1\1.] 
110., "?:l<> 

î
6 

4 

1 

r-... 

...... 
r--r--

V CE sat 
(VI 

4 

3 

2 

8 

6 

4 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur /NI 

fonction du courant collecteur 

2N 3772 
BOY 76 
1 
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B 
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur'de réduction de la résistance thermique en 
rtJgime d'impulsions 
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NPN SILICON TRANSISTORS. HOMOBASES 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES 

- LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de 
puissance 

- High current switching 
Commutation fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contr6/é en fatigue thermique 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

75 f---;--+-~-t----+---t 

50 f---+--+---f-'l.,---+---1 

25 f---+--+---t---f'I~--1 

o 50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collflcteur-baSlll 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage V BE = -1,5 V 
Tension epllecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p = 0,5 s 
Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase= 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

max 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON -cs. 
OMIION St:MlCOHOUCTEuAS 
~. 

VCEO t120V 
140V 

IC ~ 10 A 
16 A 

Ptot 1
120W 
150W 

Rth(j-c) 11•17 °C/W 
1.46°C/W 

fT 0,8 MHz 

*2N 3773 
*2N 4348 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

2N 4348 
2N 3773 

2N 4348 
2N 3773 

2N 4348 
2N 3773 

2N 3773 
2N 4348 
min. 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight: 14.4 9 
Masse 

2N 3773 

VCBO 160 

VCEO 140 

VCEX 160 

V EBO 7 

IC 16 

ICM 30 

lB 4 

Ptot 150 

t j 200 

-65 
tstg + 200 

Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 4348 

140 V 

120 V 

140 V 

7 V 

10 A 

30 A 

4 A 

120 W 

200 oC 

-65 oC 
+ 200 oC 

74-3 1/10 
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*2N 3773, *2N 4348 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter cut·off current 
Courant r~sidutll colltlc~ur-émtlttrlUr 

(:oilector·eml'tter cut·off current 
Courant r~siduel colltlcttlur-émtlt~ur 

Collector·base cut·off current 
Courant ~sidutll collfIC~ur-bBStI 

Emitter·base cut·off current 
Courant r~sidutll ~met~ur·bBStI 

Collector·eminer breakdown voltage 
Ttlnsion dt! CltlqulIgtI colltlc~ur-émllt~ur 

Collector-emitter breakdown voltage 
1'ension dt1 claqullgtl collfIC~ur-émtl~ur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/10 

186 

o .;;; 2% 

tcase = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 120 V 

lB =0 

VCE = 100 V 

lB =0 

VCE = 140 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 140 V 
VBE = -1,5 V 

t case= 1500C 

VCE = 120 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 120 V 

VBE = -1,5 V 

tcase= 1500C 

VCB = 140 V 

lE =0 

VEB = 7 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

IC = 200 mA 

RBE = 100 n 

2N 3773 

ICEO 

2N 4348 

2N 3773 

2N 3773 

ICEX 

2N 4348 

2N 4348 

ICBO 2N 3773 

2N 3773 

'EBO 

2N 4348 

2N 3773 

V(BRlCEO * 
2N 4348 

2N 3773 

V(BRlCER * 
2N 4348 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

10 mA 

10 mA 

2 mA 

10 mA 

2 mA 

10 mA 

2 mA 

5 mA 

5 mA 

140 V 

120 V 

150 V 

140 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

tp = 3OO/ls 8 ~ 2% 

tcase = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 100 mA 

V BE =-l,5V 

lE =5mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =8A 

VCE = 4 V 

IC = 16A 

VCE = 4 V 

IC =5A 

VCE = 4 V 

IC =10A 

IC =8A 

lB = 0,8 A 

IC = 16A 

lB =3,2A 

IC =5A 

lB =O,5A 

IC =10A 

lB = l,25A 

VCE = 4 V 

IC ~8A 

VCE = 4 V 

IC =5A 

VCE = 80 V 

t = 1 s 

VCE = 100 V 

t = 1 s 

* 2N 3773 

V(BRICEX 

2N 4348 

V(BRIEBO* 2N 4348 

2N 3773 

2N 3773 

h21E * 
2N 4348 

2N 4348 

2N 3773 

2N 3773 

* 
V CEsat 

2N 4348 

2N 4348 

2N 3773 

VBE * 
2N 4348 

2N 4348 

IS/B 

2N 3773 

·2N 'n73, ·2N 4348 

Min. 

160 

140 

7 

15 

5 

15 

10 

1,5 

1,5 

(Unless otherwi~ stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

60 

60 

1,4 

4 

1 

2 

2,2 

2 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

3/10 
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*2N ana. *2N 4348 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fr4qutlnce de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
R{Jsistsnce thtlrmique (jonction-boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 4 V 

IC =1A 

Mountmg silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insu rance against thermal fatigue. 

Pulsed test: 
10000 cycles 

Min. 

fT 0,8 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,17 

1,46 

MHz 

°C/W 

oOC/W 

CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Le montage de la pBStilJe sur un support en molybdlne limifll 
les con train filS mkaniques et conMre au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thennique. 

ContrfJle cyclique: 

"on" : 2 minutes (0 ~ 70 W) 
"off" : 1 minute (70 ~ 0 W) 
tcase = 125°C max 

4110 

188 
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IC 
lA) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

*2N 3773 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

1--f--
2N 3773 

r, "', ',,\ "0; r,", VO'~J' "', '\ .", )\.."a 1 -YJ' 1 
~, "\~. ?, r

V l ''\i 
"" ~/ ~o t'J', 

"a.,,; -Y.r. 
~,e-J', '. !'-Vo ";J' " ~- -.. 

. '\ " '\r, l'. 
['\1\ " 

tcase = 25°C " ,1 
OC --- \\ 1 Continu 
Pulsed ___ ~!\I En impulsions 

.n 
\! 
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*2N 4348 
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IC 
(A) 

20 

10 

5 

2 

tcase = 25°C 

Continuous 
Continu 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

1\ 1 
~I 

Pulsed ___ __ -++---+--+-+-++-1H-l~I---+--+---I--+--l-+~ 
En impulsion 1\ 

0,1 L-__ ~~~~LU~ ____ L-~~~~~L--L __ ~~~~ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VEI1SUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC cC'llp.cteu'-émetteur 

(A) 2N 3773 

IC 
(mA) 

160 

6 

3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

120 /-W--+--A'---I-

40 1f-7"f--f------:! 

o ~~~ __ ~_L __ ~~~ __ ~~~ 

o 40 80 120 

*2N 3773, *2N 4348 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

IC 
(A) 2N 4348 

8 I----+--+---+-+_--+-+_ 

6 

4 

o 

IC 
(mA) 

160 

3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonctIOn de la tension 
collecteur·émetteur 

1 20 f-+----I'----J.;'----l 

80 

o 40 80 
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*2N 3773, *2N 4348 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/10 

192 

COLLECTOR EMITTER VOL TAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur·émetteur en fonction de la 

V CErésistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) 

160 

150 

140 

130 

r--... 
1\ 

1\ 
"-i'- 2N 3773 

"'" 1'\ 
\ 

" 1'. 2N 434B 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

6~+-1~~-4--~+-4-~-+~ 

T 

10' 
8r--'~~~--~-+--+--+--+--+~ 

1 
1,5 2 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h courant en fonction du courant collecteur 
21E 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

IC 8 
(A) 6 

4 

4 

4 

12N 3773 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-émetteur 

2N 3773 
2N 4348 

VCE =4 V 

1 l' 
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&e 1 .J' 

.., 
'l.v'li'b ..r" 
/If~~û 
~~:~ 

~~' 'l.v'li 

, 
1 

r.t 

/~ 
1/: 

o 2 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V fonction du courant collecteur 
BEsat 
IV) 1 1 1 

-2N 3773 = 
IC 10-
lB .-

3 

2 L 
-

~= -,<ff~ ~I-~~/ ./ 
: tcase = 25°C ~ ~ 

--r 
o 
10-1 

1 1 
4 6 8 

IC (A) 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V BEsat fonction du courant collecteur 

(V) 

1-- :::;2SOC 
tcaSll_ ... ~ - ........ 

4 68 

10-1 

". 

~ 

2N 4348 

~=10-
lB 1 -V 

lL If 1 ~ 7 ./J 

b ~ 
..... ~ -

*2N 3773, *2N 4348 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation col/ecteur~etteur en 

V fonction du courant collecteur 
CEsat 
(V) 

VCEsat 
(V) 

3 

2 

--

12N ~7~3 
~=10 
lB 

1 

1/ 

/ 

~ 
,r::fJ ~~oC 7 

'l ~~ ~~"" ~cPe _ 

......-
4 6 8 

IC(A) 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

2N 4348 

..!.c.~10 -
lB 

CJ l 

, 
Il 

'v-; gjCJ 

~(j /! 1 
Il V .. ü 

... ~ ./1 
........ V 

4 68 

10-1 
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100 
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*2N 3773, *2N 4348 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

C22b 
(pF) 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur base 

2N 4348 
2N 3773 

B 
t case = 25°C 

6 

~ 
-............ 

Ï"'- r--t--, 

4 

.......... 

'" t'--. r---.Ioo.. 

4 
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K 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur'de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 

[) =~ 
T 

Zth = K Rth 



NPN SILICON TRANSISTORS EPITAXIAL COLLECTOR 
TRANSISTORS SILICIUM NPN COLLECTEUR EPI TAXIE 

2N 5038 
2N 5039 

- High current fast switching transistor 
Transistor de commutation rapide fort courant 

- High frequency applications as switching 
power ~upply,convecter. 

Applications haute fréquence tels que alimentations à 

découpage et convertisseurs. 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 % ___ -,---r---,-----, 

75 

50 

25 

50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collectflur-émettflur 

Collector-emitter voltage RBE = 50 n 
Tension collectflur-émettflur 

Collector-emitter voltage 
Tension collectflur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension i1metteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p = 10 ms 
Courant de c~tfI de collectflur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C Dissipation de puissence 

Junction temperature 
Température de jonction 

max. 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 
h FE 

{90 V 
75 V 

20 A 

140 W 

1,25°C/W 

20 

2N 5038 
2N 5039 

max. 

min. 

Case TO-3 
Boîtier 

- See outline drawing CB·19 on last pages 
Voir dessin coté CB-t9 dernières pages 

o ~ 
Bottom vlew B 
Vue de dessous 

Weight: 14.4 g 
Masse 

t case 

2N 5038 

VCBO 150 

VCEO 90 

V CER 110 

VCEX 150 

V EBO 7 

IC 20 

ICM 30 

lB 5 

Ptot 140 

t j 200 

tstg 
-65 
+200 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 5039 

120 V 

75 V 

95 V 

120 V 

V 

20 A 

30 A 

5 A 

140 W 

200 oC 

-65 'c 
+200 oC 

74 - 3 1/4 
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2N 5038, 2N 5039 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter cut·off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Collector·emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-ilmetteur 

Emitter·base eut-off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-ilmetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-ilmetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 

196 

t p = 350 J.Ls {) ~ 2 % 

1 

1 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =55V 

lB =0 

VCE =70V 

lB =0 

VCE = 110 V 

VBE = -1,5 V 

VCE =85 V 

V BE = -1,5 V 

tcase =- 150°C 

VCE =140V 

V BE = -1,5 V 

VCE = 100 V 
VBE =-1,5V 

tcase == 150°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

V EB = 5 V 

IC =0 

VEB = 7 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

L = 15 mH 

IC = 200 mA 

RBE = 50 n 
L = 15 mH 

VBE = -1,5 V 

IC = 200 mA 

RBE = 10012 

L =2mH 

Min. 

2N 5039 

ICEO 

2N 5038 

2N 5039 

ICEX 

2N 5038 

2N 5038 

IEBO 2N 5039 

2N 5038 
2N 5039 

2N 5038 

V(BR)CEO* 

2N 5039 

2N 5038 

V(BR)CER* 

2N 5039 

2N 5038 

V(BR)CEl 

2N 5039 

(Unless otherwise stated) 
ISauf indications contraires) 

Typ. Max. 

20 mA 

20 mA 

50 mA 

10 mA 

50 mA 

10 mA 

5 mA 

15 mA 

50 mA 

90 V 

75 V 

110 V 

95 V 

150 V 

120 V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de clequegB ~mettflur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

Second breakdown energie 
Energie de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

5 ,,;; 2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lE =50mA 

le =0 

VeE = 5 V 

le =2A 

VeE = 5 V 

le =12A 

VeE = 5 V 

le =2A 

VeE =5 V 

le = 10A 

le = 10A 

lB =lA 

IC =20A 

lB =5A 

le = 12A 

lB = 1,2 A 

le = 20 A 

lB =5A 

IC =20 A 

lB =5A 

VCE = 5 V 

IC =10A 

VCE = 5 V 

le = 12A 

VeE =28V 

t = ls 

VCE =45 V 

t = ls 

V BE =-4V 

RBE =20n 

le =12A 

L. = 180 pH 

Min. 

V(BRIEBO* 7 

50 

2N 5038 

20 

h21 e* 
30 

2N 5039 

20 

2N 5039 

VCEsa~ 

2N 5038 

VBEsat *" 

2N 5039 

VBE * 

2N 5038 

5 

IS/B 

0,9 

ES/B 13 

2N 5038, 2N 5039 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

v 

200 V 

100 V 

150 V 

100 V 

1 " 
2,5 V 

1 V 

--t----

2,5 V 

3,3 V 

1,8 V 

-- ---

1,8 V 

A 

A 

mJ 
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2N 5038, 2N 5039 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Forward current transter ratio 
Rapport de transfert dirtlct du courant 

Transition trequenc,; 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Rise time 
Temps de croissance 

Carrier storage time 
Retard .à la décroissance 

Fall time 
Temps de décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

* Pulsed 
Impulsions 

414 

198 

tp =350 ilS o ~ 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 

IC =2A 
f =5 MHz 

VCE =10V 

IC =2A 
f =5 MHz 

VCB = 10 V 
f = 1 MHz 

IC =12A 
IB1 = l,2A 
IB2 =-l,2A 

IC = 10A 
IB1 ::lA 
IB2 =-1 A 

IC = 12 A 
IBl = l,2A 
IB2 =-l,2A 

IC =10A 
IBl =lA 
IB2 =-1 A 

IC =12 A 
IBl = l,2A 
IB2 =-l,2A 

IC =10A 
IBl =lA 
IB2 = .... 1 A 

Min. 

h21e 12 

fT 60 

C22b 

2N 5038 

tr 

2N 5039 

2N 5038 

ts 

2N 5039 

2N 5038 

tf 

2N 5039 

Rth(j-c) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

300 pF 

0,5 ilS 

0,5 ilS 

1,5 Ils 

1,5 Ils 

0,5 Ils 

0,5 Ils 

1,25 °C/W 



NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES 

Compl. of ESM 132, 133, 134 

- Complementary power amplification stages 
Amplification de puissance à symétrie complémentaire 

- Medium power switching 
Commutation moyenne puissance 

- Regulation 
Régulation 

VCEO {

70V 
40V 
60V 

4 A 

36W 

2N 5294 
2N 5296 
2N 5298 

2N 5294 
2N 5296 
2N 5298 

3,5°C/W max 
0,8 MHz min 

Dissipation Plastic case TO-220 AB - See outline drawingCB-l17on last pages 
Variation de dissipation BOÎtier plastique Voir dessin coré CB-tt7 derniéres pages 

75 

50 ~~~--~+----+--~ 

25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension colklcrtlUr-bBS18 

Collector-emitter voltage 
Ttmsion colklCfflur-émerfflur 

Collector-emitter voltage RBE = 100n Ttmsion colJecfflur-émerreur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecfflur-émerfflur 

Emitter-base voltage 
Tension émerfflur-œS18 

Collector current 
Courenr colklCfflur 

Base current 
CourllflrœS18 

Power dissipation tcase = 25°C 
Dissiparion de puisssnœ 

Junction temperature 
mu Tempérewre de joncrion 

Storage temperature min 
Tempéreture de stock. max 

:lit THOMSON. CS. 

.... ~y 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Weight :2 g_ 
Masse 

Collector is connected to case 
Le collecreur esr relié au boirier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicarions conrraires) 

2N 5294 2N 5296 2N 5298 

80 60 

70 40 

75 50 

80 60 

7 5 

4 4 

2 2 

36 36 

150 150 

-65 -65 
+150 +150 

80 

60 

70 

80 

5 

4 

2 

36 

150 

-65 
+150 

74 -11 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

1/11 

199 



2N 5294, 2N 5296, 2N 5298 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor·emitter eut·off eurrent 
Courant r~siduel collecteur-émetteur 

Colleetor·emitter eut·off eurrent 
Courant r~siduel collecteur·émetteur 

Emitter·base eut·ott eurtent 
Courant résiduel émetteur·base 

Colleetor·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·~metteur 

Colleetor·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Colleetor·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/11 

200 

tp =300p.s o ,;;; 2% 

1 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =65V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 65 V 

V BE = -1,5 V 

tease = 150"C 

VCE =35V 

VBE = -1,5 V 

VCE =35V 

V BE = -1,5 V 

tease = 150°C 

VCE = 50 V 

RBE = 100 n 

tease = 25°C 

VCE = 50 V 

RBE = 100n 

tease = 150°C 

V EB = 7 V 

IC =0 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC = 100 mA 

RBE = 100 n 

IC = 100mA 

VBE = -1,5 V 

VCE =4 V 

IC =O,5A 

VCE = 4 V 

IC =1A 

VCE = 4 V 

le = 1,5A 

2N 5294 

2N 5298 

ICEX 

2N 5296 

2N 5294 

2N 5298 

ICER 

2N 5294 

2N 5298 

2N 5294 

I EBO 
2N 5296 

2N 5298 

VCEOsu: 
2N 5294 

2N 5296 

2N 5298 

VCERsu: 
2N 5294 

2N 5296 

2N 5298 

VCEXsu: 
2N 5294 
2N 5296 

2N 5298 

2N 5294 

* h21E 2N 5296 

2N 5298 

(Unless otherwise statedl 
{Sauf indications contraires} 

Min. Typ. Max. 

0,5 mA 

3 mA 

2 mA 

5 mA 

0,5 mA 

2 mA 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

70 V 

40 V 

60 V 

75 V 
50 V 
70 V 

80 V 
60 V 
80 V 

30 120 

30 120 

20 80 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur·émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

1 

Test conditions 
Condirions de mesure 

IC =0,5 A 

lB = 0,05 A 

IC =lA 

lB =0,1 A 

IC = 1,5A 

lB = 0,15 A 

VCE = 4 V 

le = 0,5 A 

VeE = 4 V 

le =lA 

VeE = 4 V 

le = 1,5A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Turn-oH time 
Temps total de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
RésistBnce thermique (jonction-boîtier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (joncrion .. mbiantB) 

'* Pulsed 
Impulsions 

o ..;;; 2% 

VeE = 4 V 

le = 0,2A 
f = 1 MHz 

le = 0,5A 

lB = 0,05 A 

le =lA 

lB =0,1 A 

le = 1,5A 

lB = 0,15 A 

le = 0,5A 

lB =± 0,05 A 

le =lA 

lB =±0,1 A 

le = 1,5A 

lB = ± 0,15 A 

* VCEsat 

VBE * 

fT 

t d + tr 

ts + tf 

Rth(j-c) 

~th(j-ai 

2N 5294, 2N 5296, 2N 5298 

Min. 

2N 5294 

2N 5296 

2N 5298 

2N 5294 

2N 5296 

2N 5298 

0,8 

2N 5294 

2N 5296 

2N 5298 

2N 5294 

2N 5296 

2N 5298 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 V 

1 V 

1 V 

1,1 V 

1,3 V 

1,5 V 

MHz 

5 f.1S 

5 f.1s 

5 f.1S 

15 f.1S 

15 f.1s 

15 JJS 

3,5 °C/W 

70 °C/W 

3/11 
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

10 us 

Il IB1 
RB ---. 

lB ....-- + 
IB2 

Il ~1% 

tr and l.t ~ 50 ns 

SAFE OPERATING AREA 

4/11 
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le 
(A) 

4 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

~,-" " , '" ~ '... , , , ~<4><-~ 

~. ',', '? ~~,' 
'\ " ,~~~ .. ' 

~- ,~~,~, , 
~ , Eb~ , 
~~' , ~'\l "il', , 

~ 1", , , ',' 
~'I' .. ',1'. 

"' '\ 
, 

~ tcase =25 oC 
'" , 

"' 
~ Continuous ___ I~ 
I--Conrinu " I--~::'~Sions -----

2N 5298 

1 1 
2N5296-

1 1 

2N 5294 

1 1 

2 5 10 20 50 

Non inductive resistances 
Rtlsistanctls non inductillfls 

RB Re 

2N 5294 l00n 56n 

2N 5296 47n 33n 

2N 5298 33n 22n 

rI-



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Cour.nt colt.cteur tm fonction de ,. tension 

1 C colt.cteur-~fTI#IttBur 

(mA) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

1/ ~ 
...- somA 

i 

V ~ - 50
I
mA 

~ ~ -"4DF'A 

~ ~ - 30
l
mA 

--~ LimA /' 

1 

,"- 10mA 

1 

1 

lB == 0 

o 2 3 4 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
V.t.ur StlltiquB du rllPPort dB transfert direct du 

H2l E courant en fonction du courant collecteur 

VCE == 4 V 

tcase == 25°C 

150 

~ 

// \ 
100 

V " 1\ 

'\ 
~ 

50 

"' 
4 6 ~0-1 2 

2N 5294 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collBcteur en fonction de la tension 

IC collectllur-~mettBur 

(mA) 

400 

300 

200 

100 

o 

-~~ ..-~ ~ AP~ -..-
7~- ..- ..-~ 

r~ 
..-

~ ..- ..-
~~ '3~p..-~ 
~~~~ --~ ~ 

Vi-"'''- '2-b.- -~ ~ ~ ~ 

~ 
..-

,.~mA ~ 1--1-1-

~ 
..-1--

1 JA ~ 

~ ~ -....-n 
o,fllmA 

lB 1== 0 

o 10 20 30 40 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

r-

V BE basHmetteur 

(V) 

1,6 

1,2 

1 

t = ~5°C case _ 
0,8 

..il-
t = 1~5OC 
ca, 1 Il 

0,4 

Il 

b-- ..... "" 
..-'~ 

VCE == 4 V 

J 

J 
v. ï 
V 

5/11 
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2N 5294 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Ttlnsion dtI SIIturtltion co/ltlcttlur-4mtltttlur tin 

V CEsat fonction du courtlnt co/ltlcttlUr 

(V) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

B=10 

1 
J 
1 
Il 

/1 
V' 

t = 125°C 
case Il V 
~ ~~ 1/ 

t = 25°C case 

-~ .--i-""'" l 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courllnt base en fonction dtl/II ttlnsion bllltl· 

lB ~mtltttlur 
(mAlS 

6 

4 

6/11 

204 

/ 
t case = 125°1 

V / 
L 

1 

1 1 
'{ 1/ 1 

1 J 
0,6 0,8 

VCE =4V 

-~ 
./ ~ V 

"' r / 

ft = 25°C case 

1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Ttlnsion dtI SIIturlltion lNIltl-tfmtltttlur tin 

V BEsat fonction du courllnt collecttlur 
(VI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

fT 
(MHz) 

2.5 

2 

1,5 

0,5 

B=10 ~ 
~~ If 

f----f-- ,::. '); o~ 
V 1 

/ 

~ V H _l~~~ / 
9~~ 

'\.cP~ 
~ 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquenctl dB trllnsition tin fonction du 
courllnt colltlcttlur 

4 6 s 
IC(A) 

VCE =4 V 

t C8se = 25°C 

V 
...... -~ 

~ 

V 1"", 

4 



TYPICAl CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courllnt co/lecteur lin fonction de /a tension 

IC co/lecteur-(mtetteur 
(A) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

,- SOmA! -- SOrA 
r"~- -- "':"0 mA 

~~~ 
1 

V'~ ~- 30 rAI 

,,~ ~ 20 rA 

/~~ 10mA 

lB =0
1 

o 2 3 4 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Villeur statique du rapport de transfert direct du 

H 21 E courant en fonction du courant collecteur 

VCE = 4 V 

300 

/" ~ 
1 

"' 1 

" tcase = 125°C 

250 

\" 
tc,,~ = 25°C\ 

",." -~I\ 

"" I"'\~ 
~ 

f\ t'-r-

200 

150 

100 

50 

2N5296 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/lecteur lin fonction de /11 t,nsion 

IC coll,cteur-~m'tt,ur 
(mA) 

400 

300 

200 

100 

o 

~~ """""" ~ ~ -~ ~ r- ~~ ~ ~ 
!--

V~'3.c;,(fI" -~ ~ V" ....... ~~f -
~ ~ 

~ r---/' 
~ ~ ~(fI"1 -1---
V .-- .....-; "";'"j 

V 
~ ~ -1,.....---V ...--lm ~ 

,.....r- f·5iA 
IB~O 

o 10 20 30 40 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de/a t,nsion 

~ 

---
-

V BE bas,-émetteur 
(V) VCE = 4 V i' 
0.8 /J 

tcase = 2!;~ / 
,...-/' 1 

1--~f-" / 
V Icase = 125°C 

r--

0,6 

~ 
~~ 

~ i-""" 
0,4 

0,2 

7/11 
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2N 5296 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CEsat fonction du courant collecteur 

1 1 
(V) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

lB 
(mA) 8 

6 

8/11 
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B= 10 t-,r-
i , 

1 
1 Il ' 

1/ 
/ ~ 

1 
1 il V 
[ 

1/ / 1/ 
t = 125°C V~ ~t = 25°C 
Cïsi 1 i/ case 1 1 

~-t" 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
f!metreur 

V
CE 

= 4 V 

~ 

/. ~ 
JI' / 

/ 
/ / 

t case = 1000 Cj .L 
V VI = 25°C case 

1 1 
/ / 

1 
1 

1 1 
0,6 0,8 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

0,8 +---+--+---1 

0,6 ........ '"""'F"'+++--I---->I.+-+-++ 

0,4 r:..~~--+-++-+--

0,2 

O'---'-----'---'-..J....L_-'---'--...L.l-'----'-_-'----"LU 

10-2 

fT 
(MHz) 

2,5 

1,5 

0,5 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frf!quence de transition en fonction du 
courant collecteur 

'"- .... 

V 
~ 

'" V '\ 
\ 

V CE = 4 V 

1\. 

t = 25°C case 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur émetteur 

! l l (A) 

4 

3 

2 

o 

250 mA 

~ - 2JO mlA ,/ 

~ ", -- 15b m~ 1 

V 
"...-

10~J 
V 

~I"'" 

1 

50
I
mA 1 

l'V 1 

1 

1 

lB =0 

o 3 4 

STATIC FORWARD CURRENT T)'lANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

H 21 E courant en fonction du courant collecteur 

300 

: 1 III ! 

, = 125°C 1 case i 
~ ...... i', 

i ~ 

1\ 1 1\ 1 

1 1 
! 

250 

200 

, = 25°C case 

V ~ ....... ~ \ 
/" ,\ 

1 
" 

150 

100 

50 

VCE =4V 

1 

1 

1 

~ 
~~ 

4 6 B 

'C(A) 

2N 5298 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur·émetteur 
(mA) 

80 

o 20 40 60 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE· 
EMITTER VOLTAGE 
Couran t collecteur en fonction de la tension 

V BE base-émetteur 

(V) V CE = 4 V 

0,8 

, 
cas 

--~ 0,6 

-

~ 
....-~ 

0,4 

0,2 

1 IJ f---
_ .. 

A 
= 25°C .; 'l 

........ V"" 
1 

V 
'case = 125°C_ 

.,/ 

4 6 B 
IC(A) 

9/11 
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2N 5298 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CEsat fonction du courant collecteur 
(V) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

lB 
(mA)s 

4 

10/11 

208 

1:1=10 

1 
/ 

VI 
/ / 

IV 
t = 125°C 
case ./ 

,)~ A. = 25°C case 

.l++:::::::I.-~ 
1 Il 1 

4 6 S 
IC(mA) 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VCLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

V
CE 

= 4 V 

~ 
~~ 

./ 
/ 

/~ 

t = 1250y }, = 25°C case case 

/ , 
1 

L 1 

V 1 
1 1 

0,6 0,8 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V BEsat fonction du courant collecteur 
(V) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

fT 
(MHz) 

3 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

o 

Il BrO JI 
J 1 l 251c 1 ' J 

se '/ / ./ 
V 1 ......... ~ 

~ 
....,. tcase = 125 C 

f--

~ 
/' 

......... 
............ 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
cOurant collecteur 

~ ..... ~ Î'.. 
/~ 

" ./ 

V 
VCE = 4V 

\ 

t = 25°C case 

4 4 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur 

(V) 2~ L!4 
IC = 100 mA 

80 

l f"" 
r"-~ 2N 5298 ~ 
, .... 1\ 

f'r"-

2l ~2~6 l'r''-

["'.r"-
.... 

60 

40 
f'~ 

20 

o 
1002 5101 2 ~022 ~032 5104251052 

5 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(1'5) 

8 

6 
V

CC 
=30 V 

Rln) 

1 =10,_lS 

8 

6 

4 

o 

~ 
-~ 1--- -

2 3 

IC =10 
ïB 

- ~ -
If == 
Is--

4 

2N 5294, 2N 5296, 2N 5298 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C22b tension collecteur-base 

(pF) 

K 

t case = 25°C 

~ 
~ 
~ ~ 

8 

VCBIV) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la réSistance thermique en 
régime d'impulsions 

~~{5 r-i-- ..... ~t2' -- r--r--.... ~ ~::::::P' 
~~ r""r,...-" 

~':I-/~ 
'\)-v r-1' =Omono 

Ù =~ 
T 

Zth = K R th 

tU 
l 111 1 

11/11 
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NOTES 



PNP SI LlCON TRANSISTORS 

TRANSISTORS SILICIUM PNP 

High voltage fast switching and amplifying 
Commutation rapide et amplification sous forte tension 

Maximum power dissipation and IS/8 

Dissipation de puissance maximale et de IS/B 

100% 

50 

25 I----+--~-

o 50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
RBE = 50 n Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 1,5 V Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
T case = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

::lit T"","SOH - CSF 

.,..~. 

VCEO 

IC 

Ptot ( T case 25 OC) 

Rth(j-c) 

2N 5415 
2N 5416 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

- 200 V 2N 5415 
- 300 V 2N 5416 

-1A 

10W 

17,5 0 C/W 

Ca~~ TO-39 Se~ outli~e dra,:",ing CB-7 on last pages 
Bomer Vo/( dessin cote en dernières pages 

2N 5415 

VCBO - 200 

VCEO - 200 

VCER 

VCEX - 200 

VEBO -4 

IC -1 

lB - 0,5 

Ptot 10 

Tj 200 

T stg 
- 65 
+200 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

2N 5416 

- 350 

- 300 

-- 350 

- 350 

-6 

-1 

- 0,5 

10 

200 

- 65 
+ 200 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

Oc 

Oc 

1976-121/6 
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2N 5415 - 2N 5416 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter voltage FIGURE 1 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage FIGURE 1 
Tension collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

Pulsed 
Impulsions t p = 300 J1s {j = 2 % 

2/6 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -150 V 
2N 5415 

lB = ° 
VCE = - 250 V 

2N 5416 
lB = ° 
VCE = - 200 V 

2N 5415 
VBE = + 1,5 V 

VCE = -300V 

VBE = + 1,5 V 
2N 5416 

VCE =0 - 175 V 2N 5415 

VCE = - 280 V 2N 5416 

VEB = +4V 2N 5415 
IC = ° 
VEB = +6V 2N 5416 
IC = 0 

IC = - 50 mA 2N 5415 
lB = ° 2N 5416 
L = 25 mH 

RBE = 50n 

IC = - 50 mA 2N 5416 
L = 25 mH 

VCE = -10V 2N 5415 

IC =-50 mA 2N 5416 

IC = - 50 mA 2N 5415 

lB =-5 mA 2N 5416 

IC = - 50 mA Ali types 

VCE = -10V Tous types 

VCE = -100 V Ali types 
t = 1 s Tous types 

min 

ICEO 

ICEX 

ICBO 

IEBO 

-- 200 
VCEOsus - 300 

VCERsus - 350 

. 30 h21E 
30 

VCEsat 
. 

. 
VBE 

IS/B - 0,1 

Tcase = 25 Oc 

typ max 

- 0,05 

- 0,05 

- 0,05 

- 0,05 

-- 0,05 

- 0,05 

- 0,02 

- 0,02 

150 
120 

- 2,5 
-2 

- 1,5 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

V 

V 

V 
V 

V 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

input capacitance 
Capacité d'entrée 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

Fall time 
Temps de décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 

VCB 
IC 
f 

VCB 
f 

VEB 
f 

IC 

IC 

IBl 
IB2 

IC 
IBl 
IB2 

= -10V 
= -10mA 
= 5 MHz 

= -10V 
= 1 MHz 

= -5V 
= 1 MHz 
= 0 

= 50 mA 
= -5 mA 
= 5mA 

=-50 mA 
= -5 mA 
= 5mA 

Ali types 

Tous types 

Ail types 
Tous types 

Ali types 

Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ail types 
Tous types 

fT 

C22b 

Cllb 

ts 

tf 

2N 5415 - 2N 5416 

min 

15 

Tcase = 25 Oc 

typ max 

15 

75 

2 

0,5 

MH 

pF 

pF 

ilS 

ilS 
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2N 5415 - 2N 5416 

VCEOsus, VCERsus test circuit (and oscillogram) 
FIGURE 1 : Circuit de mesure VCEOsus, VCERsus et oscillogramme 2N 5416 

VCEOsus test circuit (and oscillogram) 
Circuit de mesure VCEOsus et oscillogramme 

L = 25 mH 

50 Hz 

VCE 

2N 5415 

-IC 

tQJ - 50 mA - - - - - - - -

~ 
-10- 10 V 

-0-50V 

l 

FIGURE 2 : SW,ITCHING TIMES TEST CIRCUIT . 
Schema de mesure des temps de commutatIon 

4/6 
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~--_ . ., 
10 JlS 

VCE = -100 V 
IC =- 50 mA 
IBl = - IB2 =- 5 mA 

50n 

VCEO - vCE (V) 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace talls to 

the right and above point A. 

La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 

point A. 

2 kn IC =- 50 mA 



SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

2N 5415 - 2N 5416 

le T case 25 oC 
(mA)~ __ ~~ __ ~~ __ ~r+~~ __ ~ __ ~ __ ~_~~-+_+4~ 

101 

100 

t--+---t---f--+--+-+-++1,+--+-+--+-t-+-+_H-+ _____ DC operation 
Régime continu 

r-----+____+--f___+_------t--t_++-1--+--t-+--+-+---+---+--+--+~- ____ Pulsed operation 
Régime impulsionnel 

~ 

~-I--+---+----t-Hf-+-H4.. -, - - - " - ~ ~ -1-· r- ~ - - - - - - - ~~ 

1 1 1 1 l '1\ \ \ ",' .. 
------+--_+-+--~_+_+_++_+_---_+-+---_+-~-+_+_r+~~I\~-+-~~~~--+-++~-+1 

r------+----+--t-_+___+~_++_f_r-___+-_+_--+--+_-+-+_+4_++_~\rt_-~~,--+__t--f__r+_+_~ 
! \' ' 

i 1 l , \ \ 
1 [\' 
1 1 

1 

; 

\\ 

~-+----l--+--+----ll-!-+-+-I-+---+-+---+-+---j--j--H-++--+ U"l - CD r----_+-+-+_+--HH 

1--+--+--t---+-----+--t--+-j-t--+--t-+--+--+--++-H--+t--+~--~I_____+__1i__1__+_+_H 
1 

Z Z 
N N 

4 5 6 7 
100 4 5 6 78

101 
4 5 6 7 8 

102 
VCE (V) 
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2N 5415 - 2N 5416 

FIGURE 2 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFERT 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collectp.ur 

Tcase = 25°C V~ r--1\ VCE =-10 'Y-r--r---- i / ~ 

V \ 

40 V 
fj f---- --f----

30 -- .--

20 

10 - - -- - -

--

-VBE 
(V) 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

FIGURE 3 
BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur_ 

VCE --10 V 1 

Tcase = 25 Oc 

V 
// 

V/ 

1---1-

10-1 2 5
101 

2 5
102 2 101 4 6 e

102 
4 6 
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- VBEsat 

-VeEsat 
(V) 

1,5 

1,25 

0,75 

0,5 

0,25 

le (mA) 

FIGURE 4 
COLLECTOR-EMITTER AND BASE-EMITTER 
SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 

Tension de saturation collecteur-émetteur et base
émetteur en fonction du courant collecteur 

le 
= 10 J Il TB 

T case = 25 0 e 

/ 
/ 

~'_E~"J. -
~ ~Ci 

~ 

10-2 
6 8

10
_
1 

4 6 8 
le (A) 

IC (mA) 



NPN SI LlCON TRANSISTOR, HOMOBASE 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE 

Compl. of 2N 6107 series 

L F large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

High current switching 
Commutation fort courant 

VCEO 

IC 

~Qt -1 2-A-

h21E 2,5 A 
3A 
3,5 A 

Rth(j-c) 

2N 5490 2N 5492 
2N 5494 2N 5496 

40 V 

55 V 
70 V 
7A 

50W 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

{ 2N 5490 
2N 5494 
2N 5492 
2N 5496 

iN 5490--
2N 5492 
2N 5494 
2N 5496 

20-100 

2,5 0 CiVIl 

Dissipation 
Variation de dissipation 

Plastic case TO-220 AB - See outline drawing CB-117 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-tt7 dermeres pages 

100°'0 ___ -,--,---,--

50~4-~-~~-~---

25~~~----~~~--

50 100 150 'case( OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage VCBO Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 S1 VCER Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V VCEX Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
VEBO Tension émetteur-base 

Collector current IC Courant collecteur 
-_.------- _. 

Base current lB 
Courant base 

Power dissipation 
Ptot Dissipation de puissance 

Junction temperature max t j Température de jonction 

Storage temperature min tstg Température de stockage max 

~T"O~SON'CSF 
0'''1510101 SElroIlCQIOIOUCTEvl'tS 

~r 

Weight : 2 g 
Masse 

t case = 25°C 

Collector is connected ta case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf mdications contraires) 

2N 5490 2N 5492 2N 5494 2N 5496 

60 75 60 _~9o=P 
40 55 40 70 V 

----

50 65 50 80 V 

60 75 60 90 V 
---- ---_._-_.-

5 5 5 5 V 

7 7 7 7 A 
---- - ----- -----

3 3 3 3 A 

50 50 50 50 W 

150 150 150 150 oC 

-65 -65 -65 -65 oC 

+150 + 150 +150 +150 oC 

74 - 10 1/6 

217 



2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 6496 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

---_.-

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Couranr r"siduel collecteur-(!metteur 

--

Test conditions 
Condirions de mesure 

VCE =70V 

VBE = -1,5 V 

VCE =70V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 150 oC 

VCE =55V 

VBE = -1,5 V 

r-. 
VCE =55V 

VBE ==-1,5 V 

t case = 150 oC 

f------- ------

VBE =-l,5V 
1 VCE = 85 V 1 +----1 VCE =85V 1. 

V BE =-l,5V! 

~~~_:~~---l--
VCE = 40 V 

RBE = 100 n 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant r~iduel collecteur·"metteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Couranr r{tsiduel "merteur-baStl 

2/6 
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VCE = 40 V 

RBE = 100 n 
tcase = 150 oC 

~-

1 VCE = 55 V 

RBE = 100 n 1 

VCE = 55 V 

RBE = 100 n 
tcase = 150 -oC 

--
V CE = 70 V 

1 RBE = 100 n 

VCE =70V 

RSE = 100 n 
te~se = 150 oC 

VEB = 5 V 

IC =0 
~ 

Min. 

2N 5492 

2N 5492 

2N 5494 

ICEX 

2N 5494 

2N 5496 

2N 5496 

---

2N 5490 

2N 5494 

2N 5490 

2N 5494 

2N 5492 

ICER 

2N 5492 

2N 5496 

--

1 
! 2N 5496 

j 

IEBO 1 

r 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicarions con rra Ires) 

Typ. Max. 

-- ---

1 mA 

5 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

5 mA 

2 mA 
0,5 mA 

-~---

5 mA 
3,5 mA 

0,5 mA 

3,5 mA 

0,5 mA 

3,5 mA 

1 mA 



2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

Test conditions r-
1 eo",wo", d. m","ro-i 

Colleetor·emitter breakdown voltage IC = 100 mA V :., 

T."';~ .. ,1oQ", .. oo, .. ~"' ... -'~L~ _~ 0 ___ -c CEOfMI 

1 Colleetor-emitter breakdown voltage IC = 100 mA 
Tension de claquage collecreur-llmerteur 

1 

RBE = 100n VCER(sus) 

--f----------- f-----

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-llmerreur 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

eolleetor-emitter saturation voltage 
Tension de satuflltion collecteur-llmetreur 

Base-emitter voltage 
Tansion base-llmetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

o .:;;; 2% 

IC = 100 mA 
VCEX(sus) VBE = -1,5 V 

VCE = 4 V 

IC =2A 

VCE = 4 V 

IC = 2,5 A 
h21E* ~-

VCE = 4 V 

IC =3A 

VCE = 4 V 

IC = 3,5 A 

le =2A 

lB = 0,2 A 
f---------

le = 2,5 A 

lB = 0,25 A 
f--. V CEsat* 

le =3A 

lB = 0,3A 

1 

IC = 3,5 A 

lB = 0,35 A 
--

VCE = 4 V 

1 
IC =2A 

VCE = 4 V 

le = 2,5 A 
-- VBE* 

VeE = 4 V 

IC =3A 

VCE = 4 V 

le =3,5A 

* 

* 

I 
Min. 

2N 5490 40 

2N 5492 55 

2N 5494 40 

2N 5496 70 

2N5491~ 
2N 5492 65 

2N 5494 50 

2N 549_6 80 

2N 5490! 60 

2N 5492 75 

2N 5494 60 

2N 5496 90 

2N 5490 20 

:--------1---

2N 5492 20 

2N 5494 20 

2N 5496 20 

2N 5490 

2N 5492 

~~~9~ 
}------I-

2N 5496 

2N 5490 

2N 5492 

2N 5494 

2N 5496 

(Ullless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

------- ----

Typ. Max. 

100 

100 

100 

100 

1 

1 

1 

1 

1,1 

1,3 

1,5 

1,7 

-1------

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
---

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CA RA CTERIS TIQUES 0 YNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de rransition 

Turn-on time 
Temps total d'établissemenr 

Turn-off time 
Temps total de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

4/6 
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Test conditions 
Condirions de mesure 

VeE = 4 V 

le = O,5A 

f = 1 MHz 

Vee = 30 V 

le =2A 

lB =0,2 A 

Vee = 30 V 

le = 2,5 A 

lB = 0,25 A 

Vee = 30 V 

le =3A 

lB = 0,3 A 

Vee = 30 V 

le =3,5A 

lB = 0,35 A 

Vee = 30 V 

le =2A 

lB = ± 0,2 A 

Vee = 30 V 

le = 2,5 A 

lB = ± 0,25 A 

Vee = 30 V 

le =3A 

lB = ± 0,3 A 

Vee = 30 V 

le = 3,5A 

lB = ± 0,35 A 

Min. 

fT 0,8 

2N 5490 

2N 5492 

td + tr 

2N 5494 

1 

2N 5496 

2N 5490 

2N 5492 

ts + tf 

2N 5494 

2N 5496 

Rth(j-c) 

Rth(j-a) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicarions contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

5 ilS 

5 ilS 

5 ilS 

5 ilS 

15 ilS 

15 ilS 

15 ilS 

15 ilS 

2,5 °e/w 

70 °e/w 



2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

~tcase =25 oC 

" ~Continuous 
f----Continu 

0,5 ~Pulsed -----
Impulsions 

2N 5490--2N 5492 
0,2 

2N 5494--
0,1 

2N ï96 

2 5 10 20 50 VCE(V) 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

C RB Re 

2N 5490 25 n 15n 

30 V 2N 5492 20 n 12n 

2N 5494 15n 10n 

2N 5496 12n 8,2n 

5/6 
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496 

6/6 

222 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la résistance thermique en 
r~ime d'impulsions 

K 

0,6 

ô =~ 
T 

Zth =K Rth 
0,2 



NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE 

Compl. of ESM 141, ESM 142 

LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- High current switching 
Commutation fort courant 

{ 

Rth(j-c) 

{ 
(4 Al 

h21E (5 Al 

60V 
70V 

10A 

75W 

l,67°C/W 

20- 80 
20- 80 

2N 6099 
2N 6101 

2N 6099 
2N 6101 

max 

2N 6099 
2N 6101 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

Plastic case TO-220 AB - See outline drawing CB-117 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-117 dernières pages 

100% 

75 
1\ 

1 \ 1 

1 

1 
\ 

1 Î\ 
1 \ \ 

50 

25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100n 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courent collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON - CS' 

orvlSlOH SfMICONOUCTl:uLIIS 

~. 

Weight : 2 9 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

2N 6099 

70 

60 

65 

8 

10 

4 

75 

150 

-65 

+150 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 6101 

80 V 

70 V 

75 V 

8 V 

10 A 

4 A 

75 W 

150 oC 

-65 oC 

+150 oC 

74 - 10 1/11 
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2N 6099, 2N 6101 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Coumnt rflsiduel collecteur-flmetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courent rflsiduel collecteur-flmetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant rflsiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-flmetteur 

Collector-em itter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-flmetteur 

Static forward current transfer ratio 
Veleur ste tique du reppon de transfert 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/11 
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tp = 300 /.lS fi .;;; 2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 50V 

lB =0 

VCE = 60 V 

lB =0 

VCE =65V 
VBE = -1,5 V 

VCE =65V 
VBE = -1,5 V 
tcase = 150 oC 

VCE =75V 
VBE = -1,5 V 

VCE =75V 
VBE = -1,5 V 
tcase = 150 oC 

VEB = 8 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

IC = 200 mA 
RBE = 100 il 

VCE = 4 V 

IC =4A 

VCE = 4 V 

IC =5A 

VCE = 4 V 

IC = 10A 

Min. 

2N 6099 

ICEO 

2N 6101 

2N 6099 

2N 6099 

ICEX 

2N 6101 

2N 6101 

I EBO 

VCEO(sus)'" 
2N 6099 60 
2N 6101 70 

VCER(sus)* 
2N 6099 65 

2N 6101 75 

2N 6099 20 

h21E * 2N 6101 20 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

2 mA 

2 mA 

2 mA 

10 mA 

2 mA 

10 mA 

1 mA 

V 
V 

V 

V 

80 

80 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

2N 6099, 2N 6101 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contralfes) 

----- -------------- ------y------------~-----~---~--------~---

Test conditions 1 

Conditions de mesure 1 
Min_ Typ_ Max_ 

-----+------ ---t-------~----+---------~-----

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

IC = 10 A 

lB = 2 A 

VCE = 4 V 

IC = 4 A 

VCE = 4 V 

IC = 5 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES (pour petItS signaux) 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique lionction-boitier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

* Pulsed 
Impulsions 

t p =300j.J.s 8 .;;; 2 % 

1 

1 

VCE = 4 V 

IC = 0,5 A 
f = 1 kHz 

VCE = 4 V 

IC =0,5A 
f = 0,1 MHz 

VCEsat * 2,5 V 

2N 6099 1.7 V 

2N 6101 1.7 V 

15 

0,8 MHz 

Rth(j_c) 1,67 °C/W 

Rth(j-a) 70 °C/W 

3/11 
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2N 6099, 2N 6101 
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le 
(A) 

50 

20 
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2 
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0,1 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 
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2N 6099 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
(A) 

8 

6 

4 

2 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOL TAGE 

Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur·émetteur 

Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur'émetteur 

V 
l~ 
1 -
V -
,-

,.... 

o 

"'"700 mA 600 mA 

IC 
(mA) lp-J., .--~ 

50 mA - 400~A 
Jm~ 

2O~ml 

10~m~ 

lB =0 

2 3 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

f-- - 1 1 /' 
~ _. ",1i'P- --.--

- )f'i ,/ 

400 

/ ~ --..... 
/ '" ,1.",Ii'~ -300 

i---"" ........ 
~ 

1 L rr -i----" -~ 200 

o.~mA 
100 

".-""'"' 

r 
o 

4 o 10 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V
CE 

=4 V 

t = 125°C 
case_ 

/'" 
V "'~ 

" t = 25°C f--r--i"-case 7 
~ 

/ 
~~ ~\ 

l' 
~~ 

4 68 

ICIA) 

I~ =b 

20 30 

i""" 

~ ~ -""'" 

--~ 
----~ 

I-
-~i--

-

40 
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2N 6099 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/11 
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70 

60 

50 

40 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension col/ecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur 

IC 200 mA 

1 = 25°C case 

f'" 
1"", 

l' .... 
r--. 

1 

1,2 

0,9 

0,6 

0,3 

1--

BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension basHmettrJUr en fonction du 
courent col/ecteur 

VCE -4 V 

~ 
~ 

l' = 25°C 
/./ - "" 

L 
rase~ ......... ~ 

.... ~ 
~- V ~ =125°C 

-~ 
case 

V io"'" 

1002 5101 2 ~022 51032 51042 51OE2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant col/ecteur 

V CEsat 
(V) 

1,2 

0,9 

0,6 

B=5 

1 

Il 
J 

VI 
0,3 

JI) 
t _125°C 
caSj Il ~ V 
:::FFfKase 25°C 

4 68 
IC(A) 

~ 



2N 6099 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

VBEsat 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

B=5 

A 

li' 
)~ 

/~ 
t = 25°C 
case~ ~,..I-' V - ~~5oC 

1 

L-i-' - CT 1 1 [ 

il 
1 

1 
4 68 

IC(A) 

lB 
(mA) 8 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

t--t-- V
CE 

~4 V -~ 
L. ~ 

~ V 

~V 
I--t = 125°C 

, 
r-r---case L lL 

I---t-- V n-I É =25 C 

V 
1/ casei-r--- f----t-+-

J i 
-- r--- r-t-t--r-I 1 

1 1 
-- r---i--r---t-

1 11 
t---- - r-

Il II 1 

r---,-

0,6 0,9 1,2 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 

fT 
(MHz) 

2 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

~V ---- ......... '" 
V 

/ 
/ V

CE 
=4 V 

t = 25°C 
/ case 

/ 

4 

7/11 

229 



2N 6101 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

8/11 
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IC 
(A) 

8 

6 

4 

2 

o 

Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur collecteur-émetteur 

~ -r 69° nt 
if ~ -, 1 jont 

_J 1 

V 1 
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFERT 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

Il 

1 

1 

t = 125°C J case_ 

"...... .....- '1 .... 

! 1 l\ 
t ' = 250

(; " case --
1 ~V ........... 

1 ",'" 

/ V 

4 6 ~02 2 

, 

VCE = 4 V 

~ 
'\ 

i\~ 

4 68 
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lB =0 

40 60 
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2N 6101 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

85 

80 

75 

70 

65 

COLLECTOR EMITTER VOL TAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 

BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 

Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur 

IC =200 mA 

tcase = 125°C 

1,2 

Tension base-émetreur en fonction du 
courant collecteur 

V
CE 

= 4 V 

~ 

r"~ 0,9 
j? , ~VJ 

l' 
I\~ 

t = 25°C -~ :; case~ 

......... 1-- .......1-' 
./ 

0,6 

-~ 
~~ ~ = 12 oC 

case 
0,3 

4 6 ~0-1 2 

COLLECTOR-EMITTE R SATU RA TI ON VOL TAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

VCEsat 
IV) 

0,8 

0,6 

B=5 

V 

AI 
V 

0,4 

11/ 
t = 1250 'J V) case 

....... 1-' 
V V 
~ 

0,2 

~ t::: I-~ ... 
t = 25°C case 

!) 
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2N 6101 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

V
BEsat 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

10/11 
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BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur'en 
fonction du courant collecteur 

B=5 

j 

A' 
~ V - - t:a = 25°C ". ~ - K' ~ - ~1250C 

_ .. 
- Te 1111 

Il 

IJ 
i 

lB 
(mAIs 

6 

4 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

~ t-- VCE =4V 
~ -

/ 

kt 
t ='125d0 case 

"1 
fT 

III 
J'ft 1 = 25°C case 

! 
1 

1 
1 1 

1 1 
~ 1 

0,6 0,9 1,2 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 

fT 
(MHzl 

2 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

V~ 
/ 

/ 
/ 

J 
/ 

4 

.",-
i.--

....... , 
r\ 

VCE = 4 V 

tcase = 25°C 

4 6 s 
ICIAI 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

C22b 
(pF) t = 25°C case 

8 

6 

4 

'~ 

~'" "-"" r"-
10 

4 

t 
Ills) 

8 

4 

4 

2N 6099, 2N 6101 

SWITCHING TIMES VERSUS COLlECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

.vCC =30V 

t =101ls 

~ =10 lB 

"-
IB1 =-I B2 

......... r--.... ts 
,ton r--:..._ --~ ~ -

o 2 

1--

tf 

3 4 

-
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NOTES 



PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE 
TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE 

Compl. of 2N 5490 series 

- LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- High current switching 
Commutation à fort courant 

VCEO 

IC 

Ptot 

{ 

2N 6107 
2N 6109 
2N 6111 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

-30V 
-50V 
-70V 

- 7A 

40W 

2N 6111 
2N 6109 
2N 6107 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de IS/B 

Plastic case TO 220 AB - See outline drawing CB-117 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CS-' t 7 derniÎlres pages 

1 00% _~---.--,---..... -----, 

25~+-~--~~~-~ 

o 50 100 150 t (OC) 
case 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage VCBO Tension collflcteur-base 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collecreur-émetreur 

Collector-emitter voltage RBE = 100n V~ER 
Tflnsion collecreur-émerteur 

Emitter-base voltage VEBO Tflnsion émetteur-baSfl 

Collector current IC 
Courant collecreur 

Base current 
lB Courant base 

Power dissipation Ptot Dissipation de puissance 

Junction temperature max tj Tflmpérarure dfI jonction 

Storage temperature min tstg Température de stockage max 

~ T"OMSON·CSO 

DIVISION S(MICONOUCTEvIIIS 

~y 

Weight : 2 9 
Masse 

2N 6107 

-80 

-70 

- 80 

- 5 

- 7 

- 3 

40 

150 

- 65 
+150 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boîtier 

2N 6109 

- 60 

- 50 

-60 

- 5 

- 7 

- 3 

40 

150 

- 65 
+ 150 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2N 6111 

-40 

-30 

-40 

- 5 

- 7 

- 3 

40 

150 

- 65 
+ 150 

74- 10 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC 
oC 
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2N 6107, 2N 6109, 2N 6111 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rhidulIl collllcreur-tJmettflUr 

Collector-emitter eut-off current 
Courllnt rtJsidulIl co/lllctflur-émllttflUr 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rhidulIl co/l8creUr-t~mett8ur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/5 
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t p = 300 ilS {) ,;;;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-60V 

lB =0 

VCE =-40V 

lB =0 

VCE =-20V 

lB =0 

VCE = -75 V 
VBE = 1,5V 

VCE = -70 V 
VBE = 1,5V 
tcase = 150 oC 

VCE =-56V 
VBE = 1,5V 

VCE =-50V 
VBE = 1,5V 
t
case 

= 150 oC 

V
CE 

=-37,5 V 
VBE = 1,5V 

VCE = -30 V 
VBE = 1,5V 
t
case 

= 150 oC 

VCE =-75V 
RBE = 100 n 

VCE =-70V 
RBE = l00n 
t
case 

= 150 oC 

VCE = -55 V 
RBE = 100 n 

VCE = -50 V 
RBE = l00n 
t
case 

= 150 oC 

VCE = -35 V 
RBE = l00n 

VCE =-30V 
RBE = 100n 
t
case 

= 150 oC 

Min_ 

2N 6107 

ICEO 2N 6109 

2N 6111 
1 

2N 6107 

2N 6107 

2N 6109 

ICEX 

2N 6109 

2N 6111 

2N 6111 

2N 6107 

2N 6107 

2N 6109 

ICER 

2N 6109 

2N 6111 

2N 6111 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ_ Max_ 

-1 mA 

-1 mA 

-1 mA 

-0,1 mA 

-2 mA 

-0,1 mA 

-2 mA 

-0,1 mA 

-2 mA 

-0,1 mA 

-2 mA 

-0,1 mA 

-2 mA 

-0,1 mA 

-2 mA 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STAT/QUES 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur·baSB 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tansion ~ clllqulIgtl collactBur-émattBur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension œ clllqullgtl collactBur-émetfeur 

(Fig. 1) 

Static forward current transfer ratio 
Villaur stlltiqua du rapport de transfert 
direct du courllnt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tansion da SIIturBtion col/ecteur-émettBur 

Base-emitter voltage 
Tansion bIISB-émattBur 

* Pulsed 
Impulsions 

{) ~ 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VEB =-5V 

IC =0 

IC = -100 mA 

lB =0 

IC = -100 mA 
RBE = 100 n 
L =2 mH 

VCE =-4V 

IC =-3A 

VCE = -4 V 

IC = -2,5 A 

VCE =-4V 

IC =-2A 

VCE =-4V 

IC = -6,5 A 

IC =-3A 

lB = -0,3 A 

IC = -2,5 A 

lB = -0,25 A 

IC =-2A 

lB = -0,2 A 

IC = -6,5 A 

lB = -1,63 A 

VCE =-4V 

IC =-3A 

VCE =-4V 

IC = -2,5 A 

VCE =-4V 

IC =-2A 

IEBO 

VCEO(sus)* 

VCER(sus)* 

h21E * 

VCEsat * 

VBE * 

2N 6107, 2N 6109, 2N 6111 

Min. 

2N 6107 -70 
2N 6109 -50 
2N 6111 -30 

2N 6107 -80 
2N 6109 -60 
2N 6111 -40 

2N 6107 30 

2N 6109 30 

2N 6111 30 

5 

2N 6107 

2N 6109 

2N 6111 

2N 6107 

2N 6109 

2N 6111 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-1 

150 

150 

150 

-1 

-1 

-1 

-2 

-1,5 

-1,5 

-1,5 

mA 

V 
V 
V 

V 
V 
V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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2N 6107, 2N 6109, 2N 6111 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!1nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

F orward current transfer ratio 
Repport de trensfllrt dirtlct du courent 

Transition frequency 
Fr6qullnœ de trensition 

Output capacitance 
CIIpecité dll sortill 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistenœ thtlrmique (jonction-boititlr) 

Junction-ambient thermal resistance 
RésistBtlCtl thermique (jnnction-ambientfJ) 

lOon 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-4V 

IC = -0,5 A 
f = 50 KHz 

VCE = -4 V 

IC = -0,5 A 
f = 1 MHz 

VCB = -10 V 
f = 1 MHz 

l00n 

Min. 

h21e 20 

fT 10 

C22b 

Rth(j-cl 

Rth(j-al 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

250 pF 

3,13 °C/W 

70 °C/W 

~-------4'--------OX 

L=2mH 

~------~ /I--------~~--------~--------+_------__oy 

0+ 10V 

l2V 
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IC 
(A) 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

1 == 25°C case 
r--

Conlinuous 
Continu 

1----

1 2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

1 

1\. 
r'\ 

! "\, 
1 

i 
1 l '\. 

i 

1 '" '" --

1 

1 

1 

1 \ 
\ 

1 

1 

1 

2N6111--2N 6109 

2N 6107 

5 10 20 

2N 6107, 2N 6109, 2N 6111 

c-_ +-r+ i 1 

1 

1 

1 

1 1 

\ 
\ , 
\ 
~ 

50 VCEIV) 
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NOTES 



NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES 

- LF and HF large signal amplification 
Amplification BF ou HF grands signaux 

- High current fast switching 
Commutation rapide fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contr61e en fatigue thermique 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 S/B 

"--+---+---j-----1"...------i 30 % 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collectrJur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant ~se 

Power dissipation tcase = 25°C Dissipation dB puissance 

Junction temperature max_ 
Température cie jonction 

Storage temperature min. 
Température cie stockagtl max. 

~ THOMSON-CS' 

O!V!SION SEMICONDUCTEuRS 

~v 

~80 V 
1125 V 

30 A 

Ptot 175 W 

Rth(j-c) 1°C/W 

h21 E (10A) 20 - 60 
fT 10 MHz 

*108 T2 
*109 T2 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

108 T2 
109 T2 

max. 

min. 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight: 14,4g_ 
Masse 

108 T2 

VCBO 120 

VCEO 80 

VEBO 10 

IC 30 

lB 15 

Ptot 175 

t j 200 

tstg 
-65 
+200 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unles$ otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

109 T2 

160 V 

125 V 

10 V 

30 A 

15 A 

175 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

74- 5 1/8 
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*108 T2, *109 T2 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Emitter·base eut· off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 125 V 

lE =0 

VCE = 80 V 

lE =0 

VCE = 80 V 

RBE = 10 n 
t case = 100°C 

V EB = 10 V 

IC =0 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC =5mA 

lE =0 

IC =5mA 

lE =0 

VCE = 4 V 

IC =10A 

VCE = 4 V 

IC =20A 

VCE = 4 V 

IC = 10A 

tcase = ~30°C 

Min. 

109 T2 

ICBO 

108 T2 

ICER 

IEBO 

VCEO(sust 
108 T2 80 

109 T2 125 

108T2 120 

* V(BR)CBO 

109T2 160 

20 

* h21E 

10 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

10 mA 

5 mA 

V 

V 

V 

60 

15 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =r 10 A 

lB =lA 

IC = 15A 

lB = l,SA 

IC = 10A 

lB =lA 

IC = 15A 

lB = l,SA 

VCE = 60 V 

t = 1 s 

tcase = 100°C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour netits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Turn-off time 
Temps total de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance th'lfmique (jonction-boÎtier) 

* Pulsed t = 300 ilS {j';;; 2 % 
Impulsions p 

VCE = 15 V 

IC =lA 
f = 10 MHz 

VCB = 10 V 

f = 1 MHz 

IC =15A 

lB = 1,5 

IC = 15A 

IB1 = 1,5 

IB2 =-1,5 

Min. 

VCEsai 

1 

VBEsat * 

ISIB 1 

fT 10 

C22b 

td + tr 

\+ tf 

*108 T2, *109 T2 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

----

Typ. Max. 

1,4 V 

0,9 V 

2 V 

1,4 V 

A 

30 MHz 

400 pF 

0,5 ilS 

1,3 ilS 

°C/W 

3/8 
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*108 T2, *109 T2 

4/8 

IC 
(A 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

1 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

"0 
1\ " 1'<00 ~ 

1'1'0 ,<'-f-~.(r .. 
", , -?) .. 

~, ""0 l', , 
.~-?) .. \ 

"- 1-' 
"- , 

"-

" ,~ 

~ " ~ , 
~. \ , 

r, 1'.1 

1\ \1 

Î\ 
, 

\ 
tcase = 100°C 

, 
Pulsed -----Impulsions \ Continuol.ls ____ 

lOS T2 

Co" "1 
111111 

1 1.11 

t9

rYr ~ 

2 5 10 50 100 200 500 V
CE 

(VI 

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FA TlGUE THERMIOUE 

Mounting silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insurance against thermal fatigue. 

Le montage de la pastille sur un support en molybdllne limite 
les contraintes mécaniques et confllre au transistor un maxi· 
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Pulsed test: ContrÔle cyclique: 

10 000 cycles 
"on": 2 minutes (0+70W) 
"off": 1 minute (70 + 0 W) 
tcase = 125°C max 
t.tcase = 110°C max 
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SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Re . RB : non inductive resistances 
1>: Pulse width = 10 JlS 

Form factor ..;; 1 % 
Rise and pulse time ..;; 50 ns 

Re· R S : résiltllnCtlI non inductitles 

tp : ~:::~::7:,::on ~:o:, 
Temps de montt#e et descente ..;;SO ns 

*108 T2, *109 T2 

Vee =75 V 
10.000JlF 

OscilioscopeTektronix7603 
or equivalent 
Oscilloscope Tektronix 7603 
ou equitlalent 

IB1 and IB2 mesured with Tektronix probe P 6021 and 
Amplifier type 134 
IS1 et IS2 sont mesurésatlec une sonde Tektronix P 6021 et 
Amplificateur type 134 

5/8 
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*108 T2, *109 T2 

TVPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 
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IC 
(A) 

8 

6 

4 

2 

h21E 

80 

60 

40 

20 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

tcase = 25°C .~ 
~ ~~ ~ / ......... 1---- 300 mA L...--

) /' ~ ~ ~50LA~ ./ 

t V 1--" ~ 2JmA-f-. r 
./ ~ 1~0 mlA-

V ~ ~ 1 r-

li! 1100
i
mA 

V- I..! f-l lB = 50 mA 

rj 1 

1 

2 3 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V
CE 

=4 V 

/-1""\. 
't' , 

J 
o()l/ -~ 1\ 

~o 
'1 '\ i\\ Il i:5 1 

-~ 'i , tJ Il .. ~ - ~~ ~ '_1-.. )/ 
~'/'; .~ 
V \. 

, 

IC 
(A) 

8 

6 

4 

2 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

tease = 25°C -~~ / 
~ ~ ~~omA __ ~ ---V .-- i--~r--

~ V~ 1 SOl mA -
~ ~ 
1( 

1 rio ml 

rr 
1 1 

lB = 50 mA 

o 
o 4 8 12 16 V

CE 
(VI 

COLLECTOR eURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

le base-émetteur 

(A) 
1 V CE = 10 V 

° .6 

-,/'Y-/ -.. ~ .Ji! 
............ --:'~-

Jt:/ " 
\cas8 r-r-

A 
/1 

1 1 

0,4 0,8 1,2 1,6 VSE (VI 



*108 T2. *109 T2 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

VCEsat 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant co/lecteur 

IC 
r=10 

B 

1 

1 

§J Il i-1 
le 
Il 

.. CJ~ ,-
J 1 

.. 3 

/V~I 
........ ~ ""V -

-
-

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation base·éme.tteur en 
fonction du courant collecteur 

VBEsa 
(V) 

t IC 

1 i8 = 10 

1,6 )l-
~ • ..Il ~_ 

Il 

~ 
~ .. d-f--

i,....-~ 7 

1,2 

0,8 

./ 

0,4 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de /a 
tension collecteur·base 

r'\. 

" ~ 
'~ 

Ï' 

8 

6 

'" ~~ 
4 

2 

4 4 

-

-
-

IC (A) 

7/B 
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*108 T2, *109 T2 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/8 
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VCC =75V 

2 

~ 
~=10 
B 

~~ 
tcase = 25°C 

"-~O~ 
......... r---

2,5 

1,5 

-l.---:"~ 

1" 
0,5 

o 
o 5 10 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de III résistance thermique en 
r~ime d'impulsions 

K ~~ 

l:=J} I,...'!! """ ~ - , -- ~ 
~ ~ ,.~ V' -~~ V /.; 

=û: V 
~ 

_ /:,0 

-r-o~f/ 

6 

4 

4 
,.,V 



NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE 

- LF large signal power amplification 
Amplificateur BF grands signaux de puissance 

- High curren, switching 
Commutation fo,! courant 

- Regulated OC power supply 
Alimentations régulées continues 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 "'_-orr---r---,-----, 

75 

50 

25 

o 
50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension col/ectllUr-b6. 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecr.ur-4metr.ur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collflcr.ur-4metteur 

Emitter-base voltage 
Tension tlmetr.ur-b6st1 

Collector current 
Courtlnt col/ecr.ur 

Base current 
Courllntb6. 

Power dissipation tcase = 45°C 
Dissipstion de puiSSllnce 

Junction temperature 
Templrtlturtl de jonction 

Storage temperature 
Temi»rtlturtl de .tocle. 

~ THOMSON - CS. 

DMIIOfrt HMICONOUCTIUM 

~. 

Rth(j-c) 

60V 

15 A 

100W 

1,55°C/W max. 

80130 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coté C8-t9 derni~rfls pages 

~ 

VCBO 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom vlew 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

100 

60 

100 

7 

15 

7 

100 

200 

-55 
+200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

73- 11 1/5 
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BD 130 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rt1siduel collecreur~m"treur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de clequage collecteur~metteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du repport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur~metreur 

Base-emitter voltage 
Tension base~metteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 100 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 100 V 
VBE = -1,5 V 

tcase = 150°C 

VEB = 7 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

VCE =4 V 

IC =4A 

IC =4A 

lB =0,4 A 

VCE =4 V 

IC =4A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frt1quence de trensirion 

* Pulsed 
Impulsions 

216 

250 

VCE =4 V 

IC =0,1 A 

Min. 

ICEX 

IEBO 

V(BRICEO • 60 

* h21E 20 

VCEsat * 

* VBE 

fT 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

5 

30 mA 

5 mA 

V 

70 

0,5 1,1 V 

0,95 1,8 V 

1.1 MHz 



BD 130 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications con rra ires) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Min. Typ. Max. 

Junction-case thermal resistance 
RtJsistsnœ thBrmique (jonction·boÎtier) 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

0,5 f------I-"--- --- - ~ 1---1-- - t-----+ -------f 
1------ --1----- -- ~+-I--- Î t----~___t_-----I----"---+---+-t-t-; 

0,2 

rI ri -- -----1-· 
cr ~ tr----+----+-----+--+--+--++-+-I 

0.1L-----~--~--L-~~~~------~--~~~-L~~ 

----~-+----+~---

2 5 10 20 

l,55 °C/W 
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BD 130 

TVPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TVPIQUES 

4/5 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur lin fonction de /IJ tension 

IC col/ecteur-~metteur -
(A 

8 

1 ~mA -1 

~ 
600 mA 

,... sOOmA 

/~ 1400 IlnA 

6 

4 

I 
1 

2 

II o 
o 

Ir. 
JV' 

f 
1 
V-

300 mA 

100 ri, A 

1 J 1 

lB = 100mA-

2 3 4 v
CE 

(VI 

STAliC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en fonction du courant collecteur 

VCE =4 V 

1 1 

90 ~10~ 
~ (/ l- lov 'e'1 r-V 

_ ... v~ 

70 

50 1/ 
1 

V' 
30 

10 

10-2 

~ 
/' , 

i\ 

/ 
r- r-~ 

~ 

!\ , 
, 
\ 
\ 
\ 
" 

4 68 
IC (AI 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collectrlur-bnetteur 

J~~ (AI 

0,8 

~ .... -
l''~ 

..- Pi} ---1-- sm'" _ ~ 

~~ --~I--I--n ~- ~~-----1--1--1--
~ ~-

4mA -

~ 1--~ 
0,6 

~ -- 3mA_ 

1-- -1'-" 
1 

0,4 

0,2 

o 
o 

,-

-
10 

2mA.= 

lB =1 mA 

20 30 40 V
CE 

(V) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 base-émetteur 
C 

(A 1 V CE =4 V 

4 

J 
6 
~ 

4 

1 
0,6 

....- ,::;;-

~ 1 (/",,"5 d:fV 
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If 

1,2 1,8 2,4 V
BE 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

V CEsat Tension de saturation col/ecteur-émetteur en 
(V) fonction du courant collecteur 

2 

1,5 

0,5 

~ = 10 
lB 

Il 
~ 

/ 
Il 

J R;/~ 
Il Il ~ ... l ... pt-~ 

~v V 
~ i-"'"' ~I--V 

~ -

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fmqutlnctl de transition tin fonction du 

6 8 
'c (A) 

fT courant collecteur 

tcase = 25°C (MHz) 
VCE~4 V 

1,4 

1,2 

1 
1 

/ 
J 

/ 
0,8 

0,6 

0,4 

-
V~ ~ 

" '\ " 

4 68 
'CImA) 

BD 130 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 

V BEsat Tension de saturation base·éme.tteur en 
(V) fonction du courant collecteur 

~=10 
lB 

2 ~ 
0~1J . j7r-
~ ... yr-~ 1,5 

W 
tcasa == 25°C .... 1--' V 

r- ~ ~ 0,5 

o 
10-

4 6 8 
'c (A) 

K 

6 

4 

10.1 

TRANSIENT THERMAL RESISTANÇE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de mductlon de /a réSistance thermique en 
r~ime d'imoulsions 

1 d.. r 
1 1 ".... ~V 
Il -r-r- ~ ~f 

-11: ~~ ~ ..... L 

- .~~'/ ":::: .-:: ~ 

~ 
..... ./ 

()" V 
7! ~or i 

~ 'b~ 
=~ 

~I i 

Ô 
T 

: ' 1 Zth = K Rth 

! 
1 

-Rr-1 

1 

10.42 5 ,0.32 5,0•22 5,0. 12 51(,02 tp(sec.) 
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NPN SI LlCON TRANSISTORS, PLANAR 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, PLANAR 

Compl. of BD 136, BD 138 

These transistors are intended for a wide variety 
of medium power complementary symetry appli
cations: Hi-Fi driver, AF output amplifier up to 
5 watt, convergence circuit in color TV, vertical 
deviation in black and white TV. 
Ces transistors sont destinés à une large gamme d'appli
cations dans le domaine des amplificateurs moyenne 
puissance à symétrie complémentaire notamment: driver 
d'ampli Hi-Fi, étages de sortie BF jusqu'à 5 W, circuit de 
convergence en télévision couleur, balayage image en 
télévision noir et blanc. 

VCEO 

Ptot 

Rth(j-c) 
h21E(150 mA) 

fT 

BD 135 
BD 137 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

~ 45V BD 135 
60V BD 137 

6,5W 

10"C/W max 

40 min 
250 MHz typ 

Dissipation 
Variation de dissipation 

Plastic case TO-126 - See outline drawing CB-16 on last pages 
Boîtier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages 

100 

75 ~ 
\ 

\ 
50 

1 ~ 

1 \ 
25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension col/acteur·base 

Collector-emitter voltage 
Tension collacteur~metteur 

Emitter-base voltage 
Tansion émetteur·base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t = 10 J..IS 
Courant de crlte de collacteur P 

Power dissipation tcase = 60°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max 
Tampérature de jonction 

Storage temperature min 
Tampérature de stockage max 

~ THOMSON ·CSF 

DMSION SlM'CONOUCTEuAS 
~y 

Weight : 0,7 g. 
Masse 

BD 135 

VCBO 45 

VCEO 45 

VEBO 5 

IC 0,5 

ICM 1,5 

Ptot 6,5 

t j 125 

tstg 
-55 

+125 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitler 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

BD 137 

60 

60 

5 

0,5 

1,5 

6,5 

125 

-55 

+125 

74- 10 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

1/2 
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BD 135, BD 137 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-baStl 

-

Emitter-base eut· off current 
Courant résiduel émetteur-baStl 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = 30 V 

lE =0 

VCB = 30 V 

lE =0 

t(vj) = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 
f---

Collector-emitter breakdown voltage IC =50mA 
Tension dll claquage collecttlur~mlltreur lB =0 
--

VCE = 2 V 

IC =5mA 
1--------

Static forward current transfer ratio 
VCE =2V ~ Valeur statique du rapport de transfert 

direct du courant IC = 150mA 

VCE = 2 V 

IC = 500 mA 
------

Collector-emitter saturation voltage IC = 500 mA 

Tension dtI saturation collectllur~metti1ur lB = 50mA 
-

Base-emitter voltage IC = 500 mA 

Tension base-émetteur VCE = 2 V 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition freq~ency 
Fréquence de transi von 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTEHISTfQUES THERMIQUES 

Junction-arnbient thermal resistance 
Rlsistllnce thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Rlsistllnce thermique (jonction-boitier) 

VCE = 5 V 

IC = 50 mA 
f = 100 MHz 

ICBO 

IEBO 

V * CEO(sus) 

h21E 

h21E * 

VCEsat * 

VBE * 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

(1) Three h21 E classes are avai lable on request 
Trois cillutl. delJllin sont Ii"rable. sur dflmande 

cl. 6 40-100 
cl. 10 60-160 
cl. 16 100 - 240 

h21E ratio for a matched pair BD 135/BD 136 or BD 137/BD 138 
Rspporrdeh21E Pourunepllire BD 135IBO 136 ou BD 1371BO 138 

* Pulsed 
Impulsions 

2/2 

256 

5 .;;; 2% 

{ 

BD 135 

BD 137 

BD 135 

BD 137 

h21E1 or;;;; 1 6 
h21E2 ' 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min_ Typ_ Max. 

-100 nA 

-10 IJA 

-10 /lA 

-45 V 
-60 V 

25 

40 240 

40 160 

25 

-0,5 V 

-1,2 V 

250 MHz 

100 °C/W 

10 °C/W 



PNP SILICON TRANSISTORS, PLANAR 
TRANSISTORS PNP SiLiCIUM, PLANAR 

Compl. of BD 135, BD 137 

These transistors are intended for a wide variety 
of medium power complementary symetry appli
cations: Hi-Fi driver, AF output amplifier up to 
5 watt, convergence circuit in color TV, vertical 
deviation in black and white TV_ 
Ces transistors sont destinés à une large gamme d'appli
cations dans le domaine des amplificateurs moyenne 
puissance à symétrie complémentaire notamment .- driver 
d'ampli Hi-Fi, étages de sortie BF jusqu'à 5 W, circuit de 
convergence en télévision couleur, balayage image en 
télévision noir et blanc_ 

80136 
80138 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

{
-45V 
-60 V 

BD 136 
BD 138 

Rth(j-c) 
h21E (150 mA) 

fT 

6,5W 

100C/W max 
40 min 

250 MHz typo 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

Plastic case TO-126 - See outline drawing CS-16 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté CB-16 derni~res pages 

p tot _-..... ~-r----.---, 
(W) 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension colltlcrefJf-bBS18 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecfflur-émerfflur 

Emitter-base voltage 
Tension émerfflur-base 

Collector current 
Courant col/ecreur 

Peak collector current tp = 10 I-lS 
Courant de cr#re de collecreur 

Power dissipation tcase = 60°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max 
Température de joncrion 

Storage temperature min 
Température de srockage max 

Weight : 0,7 g. 
Masse 

t case = 25°C 

BD 136 

Collector is connected to case 
Le collecteur esr relié au boirip.r 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicarions contraires 1 

BD 138 
--r------------ --

V CSO -45 -60 V 

VCEO -45 ~O V 

YESO -5 -5 V 

IC -0,5 -0,5 A 

ICM -1,5 -1,5 A 

Ptot 6,5 6,5 W 

t j 125 125 <OC 

tstg 
-55 -55 oC 

+125 +125 "C 

74 - 10 1/2 
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BD 136, BD 138 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base cut-off current 
Courant résiduel colltICteur-bBSIJ 

Emitter·base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-bBSIJ 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -30 V 

lE =0 

V
CB 

= -30 V 
'
CBO 

'E =0 

t(vj) = 125°C 

V EB = -5 V 

' EBO 
'C =0 

Collector-emitter breakdown voltage IC =-50mA 
VCEO(sus~ Tension de claquage collecteur~metteur lB =0 

VCE =10V h21E 
IC =5mA 

Static forward current transfer ratio VCE = -2 V (1) 
Valeur statique du rapport de transfert =-150mA 
direct du courant IC 

h21E * VCE = -2 V 

IC = -5mA 

Collector-emitter saturation voltage IC =-500 mA 
VCEsat * Tension de saturation collecteur~metteur lB = -50 mA 

Base-emitter voltage VCE = -2 V 
VBE * Tension base~metteur IC =-500 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (P9ur petits signaux) 

n frequency Transitio 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boÎtier) 

VCE = -5 V 

IC =-50mA 

f = 100 MHz 
fT 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

(1) Three h21 E classes are available on request 
Trois classes de gain sont lil/rables sur demande 

cl. 6 40 - 100 
cl. 10 60-160 
cl. 16 100 - 240 

h21E ratio for a matched pair BD 135/BD 136 or BD 137/BD 138 
Rapport de h

21E 
pour une paire 80 135/80 136 ou 80137/80138 

* Pulsed 
Impulsions 

2/2 
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Min. 

BD 136 -45 

BD 138 -60 

25 

BD 136 40 

BD 138 40 

25 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-100 nA 

-10 IJ.A 

-10 !lA 

V 

V 

240 

160 

-0,5 V 

-1,2 V 

250 MHz 

100 °C/W 

10 °C/W 



NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE 

- LF large signal power amplification 
Amplificateur BF grands signaux de puissance 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% __ ~-.----.----r---' 

50 100 150 t (OC) 
case 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur·base 

Collector-emittel voltage 
Tension collecreur-émerreur 

CC':iector-emitter vbltage VBE = -1,5 V 
Tension collec~ur-émetreur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur·base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation t case = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max. 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

~ THOMSON ·cs> 
ONISION SEMICONDUCTEURS 

~. 

80142 

VCEO 45 V 

IC 15 A 

Ptot 117 W 

Rth (j-e) l,5°C/W max. 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-19 derniéres pages 

Weight: 14,4 9 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCEX 
-

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 
Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

50 V 

45 V 

50 V 

7 V 

15 A 

7 A 

117 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

73 - 12 1/4 
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BD 142 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant r~siduel collecteur-émetteur 

Emitter-base cut·off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =40 V 

VBE = -1,5 V 

VEB = 7 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

IC = 100mA 
VBE = -1,5 V 

VCE = 4 V 

IC =0,5 A 

Valeur statique du rapport de transfert t-----
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur·émetteur 

--------

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
R6sistanCtl thermique (jonction-boitier) 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 
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t p =300 /.ls ô";;2% 

VCE = 4 V 

IC =4A 

IC =4A 

lB = 0,4 A 

VCE = 4 V 

IC =4A 

VCE = 39 V 
t = ls 

ICEX 

IEBO 

V(BRlCEO * 

V(BRlCEX * 

h21E * 

VCEsat * 

VBE * 

15/ 8 

Rth(j-c) 

Min. 

45 

50 

20 

r--' 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Typ. Max. 

2 mA 

1 mA 

V 

V 

12,5 160 

1,1 V 

1,5 V 

3 A 

1,5 °C/W 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

IC 
(AIIII-'-iI::::::':=F""T"'"-r-, 

2 

2 3 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CU~ENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

150~4--+~~~--+-H-r-4--+-~~ 

OL--L-J~~ __ ~-L~~~ __ ~~ 

10.2 

0,4 

BD 142 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

0,2 ~-+--+-

) 

4 

3 

2 

10 20 30 40 V
CE 

(V) 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE =10V 

t = 25°C case 

~ 
~ 

'" 1'.. 

..... " ' ....... .... 

4 

3/4 
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BD 142 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

'B 
(mA ) 

6 

4 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant baSIi en fonction de la tension base
émetteur 

V CE = 4 V V ].;" 

~I oV 

/: ,'); 
-:/ 

l ~~t:/' '-c'1>4l-
f--~'-<.i 

1/" 
Il 

1/ 
rTT 
J~ 

1 

TT 
III 
1 

1 
1,5 2 2,5 V

BE 
(V) 

COLLECTOR-EMITTE R SATU RA TI ON VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CEsat fonction du courant collecteur 
(V) 

IC 's = le 

4 

3 

IJ 
If 2 

J 

Vi} 

~c;ase=,12 o~ 
V~~V 

~ V 1'lr '-c~ 

4/4 
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BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

IC 
(A ) VCE = 4 V 

~ 
./ 

l' ~v 
~ ,'); 

1,"') ,"C'1>: 

V 
1 

A 
~I 

IV 
V 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 1 
0,5 1,5 2 V

BE 
(V) 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éml!tteur en 

V BEsat fonction du courant collecteur 
(V) 

IC 
-=10 
lB 

4 

3 

I/~ 

~ 
~~ 

2 

/ 
P' 

- _ 25°C 
t C8se - ...-:; -t:l~ - tcatill 



NPN SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, BASE EPITAXIEE 

Compl. of BD 242, A, B, C 

- Complementary symetry stages amplifiers 
Etages amplificateur à symétrie complémentaire 

- Switching 
Commutation 

VCEO 

BD 241, BD 241 A 
BD 241 B, BD 241 C 

{

45V 
60V 
80V 
100V 
3 A 
40W 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

BD 241 
BD 241 A 
BD 241 B 
BD 242C 

3,1 °C/W max 
0,3 ilS typo 
1 ilS typo 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de 'S/B 

Pla_s~ic case. TO-220 AB - See outline drawingCB-l17on last pages 
Bomer plastique Voir dessin coté C8-117 derniéres pages 

100% 

7 5 f--+--I'\:--'~-

50 

25 I-+--+--+--'~-+-----i 

50 

Weight : 2 g. 
Masse 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage VCEO 
Tension collectfwr-llmetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100n VCER Tension collecteur-llmetteur 

Emitter-base voltage VEBO 
Tension émetteur-base 

Collector current IC 
Counmt collecteur 

Base current lB 
Courllfltbase 

Power dissipation tamb = 25°C Ptot 
Dissipation de puissance tcase = 25°C 

Junction temperature max tj 
Température de jonction 

Storage temperature min tstg 
Température de stockage max 

~ THOMSON • cs> 
0IYl1lON SlMlCONDUC"EURS 

~. 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Ullless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BD 241 BD 241 A BD 241 B BD 421 C 

45 60 80 100 V 

50 70 90 115 V 

5 5 5 5 V 

3 3 3 3 A 

1 1 1 1 A 

2 2 2 2 W 

40 40 40 40 W 

150 150 150 150 oC 

-65 -65 -65 -65 oC 

+150 +150 +150 +150 oC 

74 - 10 1/4 
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BD 241, BD 241 A, BD 241 B, BD 241 C 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel colltlcteur·émfltteur 

Colleetor·emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Emitter'base eut· off current 
Courant résiduel émetteur·lNue 

Colleetor·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valtlur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor·emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-émtltteur 

Base-emitter voltage 
Tension basa-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 
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[) ..;; 2% 

tamb = 25° C 

T est conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 30 V 

'B =0 

VCE = 45 V 
VBE = 0 

VCE = 60 V 

VBE = 0 

--
VCE = 80 V 

VBE = 0 

VCE = 100 V 

VBE = 0 

VEB = 5 V 

'C =0 

'C = 100mA 

'B =0 

VCE = 4 V 

'C =lA 

.. _-
VCE = 4 V 

'C =3A 

'C =3A 

'B =O,6A 

VCE = 4 V 

'C =3A 

Min. 

'CEO 

BD 241 

BD 241 A 

' CES 

BD 241 B 

BD 241 C 

'
EBO 

BD 241 45 

BD 241 A 60 

VCEO(susf 
BD 241 B 80 

BD 241 C 100 

20 

h21 E* 

8 

VCEsat* 

VBE * 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,5 mA 

0,3 mA 

0,3 mA 

0,3 mA 

0,3 mA 

1 mA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

1,2 V 

1,8 V 



BD 241, BD 241 A, BD 241 B, BD 241 C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!Jnals) 1250C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case = 

IUnless otherwise stated) 
fSauf indications contrai,es) 

Forward current transfer ratio 
Rapport da transfart diract du courant 

Transition frequency 
Frlquanca da transition 

Turn-on time 
Tamps total d·~tablis.ment 

Turn-off time 
Tamps total da coupunt 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Rtfsi.trmca tharmiqua fjonction-boltiar) 

Junction-ambient thermal resistanœ 
Rtfsistanca tharmique fjonction .. mbianre) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE = 10V 

le =O,5A 

f = 1 kHz 

VeE = 10V 

le = O,5A 

f = 1 MHz 

le =lA 

IB1 =0,1 A 

le =lA 

IB1 =0,1 A 

IB2 = -0,1 A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

* Pulsed 
Impulsions 

82 n 

82 n 

82 n 

- 6,4V 

Min. Typ. Max. 

h21e 20 

fT 3 

td + tr 0,3 

ts + tf 1 

Rthlj-c) 3,1 

Rthlj-a) 62,5 

Ali resistances are non inductive 
Toutfl. las tésistance. de type non inductif 

20n 

~~20V 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

tr .s;;;; 15 ns 
RI ;;;;. 10 Mn 
el .s;;;; 11,5 pF 

.s;;;; 15 ns 

.s;;;; 15 ns 

= 50n 
= 10J1.s 
.s;;;; 2% 

MHz 

J1.S 

fJ.s 

°e/w 

°e/w 

3/4 
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BD 241, BD 241 A, BD 241 B, BD 241 C 

4/4 
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IC 
(AI 

5 

0,5 

0,1 

0,05 

D,Dl 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

'\ 
1'\ 
~ 

BD 241 

1 

1\ 1 1 

BD 241 A 

~ 
BD 241 B· 

1 1 1 
BD 41 C 

LM 

-
_tcase = 25°C 

Continuous ( __ ) 

-ï'illllili 
5 10 50 100 VCE(V) 



PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE 

Compl. of BD 241, A, B, C 

- Complementary symetry stages amplifiers 
Etages amplificateur 1 sym~trie comp/~mentaire 

- Switching 
Commutation 

BD 242, BD 242A 
BD 242 BI BD 242 C 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

t
-45V BD 242 

VCEO -60 V BD 242 A 
-80V BD 242 B 
-100 V BD 242 C 

le -3A 
Ptot 40 W 

Rth(j-c) 3,1 °C/W max 
ton 0,31Js typo 
toff 1 IJS typo 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de 'S/B 

Plastic case TO 220 AB - See outline drawing CB-117on last pages 
BoTtier plastique - Voir ~"in co" CS-Ill ~rnilre, /»(/e' 

100" 

75 f--t--~~+-

50 !--'--+----" 

25 I-+-+---+-*-i----i 

Weight: 2 g. 
M_ 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage VCEO 
r.n,ion coIMc"ur~".ttNr 

Collector-emitter voltage RBE = 100n VCER r.nlÎon col"c,.ur~",.rr.ur 

Emitter-base voltage VEBO r.n,ion Im.rr.ur-tM. 

Collector current IC Courent col"ctflur 

Base current lB 
CourenttM. 

Power dissipation tamb = 25°C 
Ptot 

Oissi".tion cM pui,~nœ 
tcase = 25°C 

Junction temperature max t j 
r.mplrerure cM jonction 

Storage temperature min tstg 
r"mp4reture cM 'tock.,. max 

• "'0''''''''-C5' 
~~. 

Collector is connectee:! to case 
L. coI/lICteur .r rel. MI boltittr 

(Unless otherwise statee:!) 
(Sauf indation, contni,..j -

BD 242 BD 242 A BD 242 B BD 242 C --
-45 -60 -80 -100 V 

-50 -70 -90 -115 V 

-5 -5 -5 -5 V 

-3 -3 -3 -3 A 

-1 -1 -1 -1 A 

2 2 2 2 W 

40 40 40 40 W 

150 150 150 150 oC 

-65 -65 -65 -65 OC 

+150 +150 +150 +150 oC 

74-10 1/4 
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BD 242, BD 242 A, BD 242 B, BD 242 C 

ST A TIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-emitter cut-off current 
Cou,."t rl$idwl collecteul'4",.neur 

Collector-emitter cut-off current 
Cou,.nt rhidu., colMcteur""'neur 

Emitter-base eut-off current 
Cou,.nt ,*idu., kMtrrtu,.~ 

Collector-emitter breakdown voltage 
T~,ion de ciMIu.", collecrrtur-4tNtreur 

Static forward current transfer ratio 
V"'lUr 'rrttiqu. du r.pport • tfM,f.rt 
#Ji,.ct du cou,."t 

Collector-emitter saturation voltage 
T~,ion • uru,.tion coll«:rrtur4",.treur 

Base-emitter voltage 
T~,ion "',,""'trrtur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 
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Test conditions 
Condirion,de_,. 

VCE =-30 V 

lB =0 

VCE =-45 V 

VBE =0 

VCE =-60 V 
VBE -= 0 

--
VCE =-80 V 

VBE =0 

VCE =-100 V 
VBE = 0 

VEB = 5 V 

IC =-5V 

IC= -100 mA 

IB = 0 

V
CE 

=-4 V 

IC =-1 A 

VCE =-4 V 

IC =-3A 

IC =-3A 

lB =-0,6A 

V
CE 

=-4 V 

IC =-3A 

ICEO 

BD 242 

BD 242 A 

ICES 

BD 242 B 

BD 242 C 

IEBO 

BD 242 

BD 242 A 

VCEO(susf 
BD 242 B 

BD 242 C 

h21 e* 

VCEsat* 

VBE * 

(Unless otherwise statedl 
(&luI indic.rion, con".i,.,) 

Min_ Typ_ Max_ 

-0,5 mA 

-0,3 mA 

-0,3 mA 

-0,3 mA 

-0,3 mA 

-1 mA 

-45 V 

-60 V 

-80 V 

-100 V 

-20 V 

-8 V 

-1,2 V 

-1,8 V 



BD 242, BD 242 A, BD 242 B, BD 242 C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si'lnals) t 250C 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case = 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indiclltions contrllires) 

Forward current transfer ratio 
Repporr œ trtln.fert dirtlCt du cou,."r 

Transition frequency 
Frlqulln~ œ tr/ln.irion 

Turn·on time 
Tllmp. totlll d"r.bli ... rtHlnt 

Turn·off time 
Tllmps rot.' œ COUpufll 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
R,.i.,.n~ thllrm;quil (jonction-boitillr) 

Junction-ambient thermal resistanœ 
R,.istlln~ thllrmiqull (jonction-llmbi/ln") 

Test conditions 
Condition. cJ. rtHIlUrtI 

VeE = -10V 

le = -0,5 A 

f = 1 kHz 

VeE = -10V 

le = -0,5 A 

f = 1 MHz 

le = -1 A 

IBl = -0,1 A 

le = -1 A 
IBl = -0,1 A 

IB2 = +0,1 A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE CQMMUTA TlQN 

* Pulsed 
Impulsions 

8Hl 

82n 

82n 

- 6,4V 

tp =300115 () :s;;; 2% 

Min. Typ. Max. 

h21e 20 

fT 3 

td + tr 0,3 

ts+ lt 1 

Rth(j-c) 3,1 

Rth(j-a) 62,S 

Ali resistances are non inductive 
Toutes les résistances de type non inductif 

20n 

~=:<.20V 

Oscilloscope 
OllCillolICo". 

tr :s;;; 15 ns 

RI ~ 10 Mn 
el :s;;; 15pF 

:s;;; 15 ns 

:s;;; 15 ns 

= son 
= 10 ns 

:s;;; 2% 

MHz 

ilS 

I1S 

°e/W 

°e/W 

3/4 
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BD 242, BD 242 A, BD 242 B, BD 242 C 

4/4 
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le 
(Al 

5 

0,5 

0,1 

0,05 

0,01 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

'\ 
1'\ 
~ 

BD 242 :::~ 

1 

1\ ~D 242'A-
1 :l 

BD 242 B 

~D J42
1

e '-
M 

- ~~ 

_t = 25°C case 
Continuous 1-) 

_Continu 

1 1 j 111111 

5 la 50 100 



NPN SILICON TRANSISTORS EPITAXIAL BASE 

TRANSISTORS SILICIUM NPN BASE EPITAXIEE 

Compl. of BD 244, BD 244 A, BD 244 B, BD 244 C. 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage 
Rbe 100n Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p 300 J.1S 
Courant de crête collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 

Température de stockaqe max 

VCER 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

tj 

tstg 

80243-80 243A 
80243B-B0243C 

45V 

VCEO 
60V 
SOV 
115 V 

IC 6A 

Ptot 65 W 

Case 
Boitier TO 220 AB (CB 117) 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

BD 243 BD 243 A BD 243 B 

55 70 90 

45 60 80 

5 5 5 

6 6 6 

10 10 10 

2 2 2 

65 65 65 

150 150 150 

-65 -65 -65 
+ 150 + 150 + 150 

BD 243 
BD 243 A 
BD 243 B 
BD 243 C 

BI 
C E 

BD 243 C 

115 V 

100 V 

5 V 

6 A 

10 A 

2 mA 

65 W 

150 oC 

-65 
+ 150 

oC 

1979/051/2 
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BD 243 - BD 243 A - BD 243 B - BD 243 C 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 
Collector-emitter eut-off eurrent lB = 
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE = 

lB = 

VCE = 
Colleetor-emitter eut-off eurrent VCE = 
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE = 

VCE = 

Emitter-base eut-off eurrent VEB = 
Courant résiduel émetteur-base IC = 

Colleetor-emitter breakdown voltage IC = 
Tension de claquage collecteur-émetteur lB = 

Statie forward eurrent transfer ratio VCE = 
Valeur statique du rapport de transfert IC = 
direct du courant VCE = 

IC = 

Emitter-base voltage IC = 
Tension émetteur-base VCE = 

Colleetor-emitter saturation voltage IC = 
Tension de saturation collecteur-émetteur lB = 

Transition frequeney 
Fréquence de transition 

Forward eurrent transfert ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junetion case thermal resistanee 
Résistance thermique jonction boitier 

• Pulsed 
Impulsions t p = 300 ilS 

2/2 
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VCE = 
IC = 
f = 

VCE = 
IC = 
f = 

os;;; 2% 

30V BD 243 
0 BD 243 A 

60V BD 243 B 
0 BD 243 C 

45 V BD 243 

60V BD 243 A 

80V BD 243 B 

100 V BD 243 C 

5V Ali types 
0 Tous types 

BD 243 

30mA BD 243 A 

0 BD 243 B 

BD 243 C 

4V 
0,3 A Ail types 

4V Tous types 

3A 

6A Ali types 
4V Tous types 

6A Ali types 
1 A Tous types 

10 V 
Ail types 

0,5 A 
1 MHz 

Tous types 

10V 
Ali types 

0,5 A 
1 kHz 

Tous types 

ICEO 

ICES 

IEBO 

VCEOsus * 

h21E * 

VBE * 

VCEsat * 

fT 

h21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,7 

mA 

0,7 

0,4 mA 

1 mA 

45 

60 
V 

80 

100 

30 

15 

2 V 

1,5 V 

3 MHz 

20 

oC/W 



PNP SILICON TRANSISTORS EPITAXIAL BASE 

TRANSISTORS SILICIUM PNP BASE ~PITAX/~E 

Compl. of BD 243, BD 243 A, BD 243 B, BD 243 C. 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Rbe 100 ri, Tension collecteur·base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur·émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
t p 300 ilS 

Courant de crête collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 

Température de stockaqe max 

~lHOMSON-CSF 
Cf/ISOIISEMICONOUÇTELRS 

~ 

VCER 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

tj 

t5t9 

BD 244-BO 244A 
B0244 B-BO 244C 

- 45 V BD 244 

VCEO 
-60 V BD 244 A 
-80 V BD 244B 
-100 V BD 244C 

IC -6A 

Ptot 65W 

Case 
B 

. - TO 220 AB (CBll7) 
oltler 

Weight 
Masse 2,59 

CollectaI is connected ta case 
Le collecteur est relié au boirier 

BD 244 BD 244A BD 244 B 

- 55 _70 "':90 

-45 -60 -80 

-5 -5 -5 

-6 -6 -6 

-10 -10 -10 

-2 -2 -2 

65 65 65 

150 150 150 

-65 -65 -65 

+ 150 + 150 + 150 

., 
C E 

BD 244 C 

-115 V 

-100 V 

-5 V 

-6 A 

-10 A 

-2 mA 

65 W 

150 oC 

- 65 
+ 150 

oC 

1979/051/2 
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BD 244 - BD 244 A - BD 244 B - BD 244 C 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Forward current transfert ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-30 V BD 244 

lB = 0 BD 244A 

VCE =-60 V BD 244B 

lB = 0 BD 244C 

VCE =-45 V BD 244 

VCE =-60 V BD 244 A 

VCE =_80 V BD 244 B 

VCE =-100 V BD 244 C 

VEB =-5 V Ali types 

IC = 0 Tous types 

BD 244 

IC =-30 mA BD 244 A 

lB = 0 BD 244 B 

BD 244C 

VCE =-4 V 

IC =-0,3 A Ali types 

VCE =-4 V Tous types 

IC =-3 A 

IC =-6 A Ail types 

VCE =-4 V Tous types 

IC =-6 A Ali types 

lB =-lA Tous types 

VCE =-10 V 
Ali types 

IC =-0,5 A 
Tous types 

f = 1 MHz 

VCE =-10 V 
Ali types 

IC =-0,5 A 
Tous types 

f = 1 kHz 

* Pulsed 
Impulsions t p = 300 ilS ..;; 2% 
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ICEO 

ICES 

IEBO 

VCEOsus * 

* h21E 

VBE * 

VCEsat * 

fT 

h21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

-0,7 

mA 

f-0,7 

-0,4 mA 

-1 mA 

-45 

60 
V 

-80 

-100 

30 

15 

-2 V 

-1,5 V 

3 MHz 

20 

oC/W 



NPN SI LlCON TRANSISTORS, EPIT AXIAL BASE 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, BASE ÉPITAXIÉE 

Complements of BD 302 and BD 304,A,B types 
Complémentaires des types BD 302 et BD 304,A,B 

ten-BD 301 and BD 303,A,B transistors are in 
ted for complementary symetry amplifiers : 
audio output stages up to 25 W, vertical deflect ion 
circuits in color TV receivers. 

ont Les transistors BD 301 et BD 303,A,B s 
destinés aux amplificateurs à symétrie complém 
taire ou quasi-complémentaire: étages de so 
BF jusqu'à 25 W, circuits de déviation ver tic 

en-
rtie 
ale 

45 V 
60V 

VCEO 80 V 
100 V 

Rth(j-c) max 2,3 0 C/W 

BD 301 
BD303,A,B 

BD 301 
BD 303 
BD 303 A 
BD 303 B 

en télévision couleurs. Ptot ( T case 25 Oc ) 55W 
BD 301 :3A 

h21E min 30 BD 303,A,B : 2 A 
fT min 3MHz 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB Case See outline drawing CB 117 on last pages 

TO 220 AB Voir dessin coté CB 117 dernières pages Boitier 
100 % -----.----,----.-------, 

Weight 
2,5 g Masse 

Collector connected to case 
Collecteur relié au boitier 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON Tj 150 oC 

BD 301 BD 303 

Collector base voltage 
Tension collecteur-base VCBO 60 60 

Collector-emitter voltage 
VCEO 45 60 Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base VEBO 5 5 

Collector current 
Courant collecteur IC 8 8 

Peak collector current 
Courant collecteur crête tp 10 ilS ICM 12 12 

Base current 
Courant base lB 2 2 

Power dissipation 
T case 25 oC Dissipation de puissance Ptot 55 55 

Junction temperature 
Température de jonction max Tj + 150 + 150 

Storage temperature min - 65 - 65 
Température de stockage max Tstg + 150 + 150 

~THOMSON'CSF 
OMSIQN SEMlCO'«JUCTEuRS 

~ 

1/ {~ 
1." 

!d 
B ~ 

C {' 

unless otherwise stated 
sauf indication contraire 

BD 303 A BD 303 B 

60 60 V 

80 100 V 

5 5 V 

8 8 A 

12 12 A 

2 2 A 

55 55 W 

+ 150 + 150 Oc 

- 65 - 65 
+ 150 + 150 

Oc 

1976-161n 
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BD 301, BD 303,A,B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Test conditions 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Conditions de mesure Tcase 25 Oc 

Collector-emitter cut-off current VCE =30 V 
Courant résiduel collecteur-émetteur lB =0 

Collector-base cut-off current 
VCB =40 V 
lE =0 

Courant résiduel collecteur-base T(vj) = 150 Oc 

Emitter-base cut-off current VEB =5 V 
Courant résiduel émetteur-base IC =0 

Collector-emitter breakdown voltage IC =200 mA 
Tension de claquage collecteur-émetteur lB =0 

VCE =2 V 
Static forward current transfer ratio IC =3A 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant VCE =2 V 

IC =2A 

Collector-emitter saturation voltage IC =3A 
Tension de saturation collecteur-émetteur lB =O,3A 

Base-emitter saturation voltage IC =3A 
Tension de saturation base-émetteur lB =O,3A 

* Pulsed 
* Impulsion t p = 300 1.15, [) ~ 2 % 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 
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VCE =3 V 
IC =O,3A 

Ali types 
ICEO Tous types 

Ali types 
ICBO 

Tous types 

Ali types 
IEBO Tous types 

BD 301 

BD 303 

V(BR)CEO BD 303 A 

BD 303 B 

BD 301 

h21 E 

BD 303,A,B 

* 
Ali types 

VCEsat Tous types 

* 
Ali types 

VBEsat Tous types 

unless otherwise stated 
sauf indication contraire 

min typ max 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

45 V 

60 V 

BQ V 

100 V 

30 

30 

1 V 

1,5 V 

Tcase 25 Oc 

MHz 



BD 301, BD 303,A,B 

SAFE OPERATING AREA 

AIRE DE SECURITE 

IC 

(A)7~ __ +-~_---~~~~-+~~--~--~--_1--+-~~+-~~Tœse 25°C 
I-----+----j----t---t----j--t-++H-----j----t------j--+--+-++-H-t _____ DC operation 

Régime continu 
1----+-__+----f--~__+__+~-t-f_+--_1--~--_t--+-~_+_+-t-++ ____ Pulsed operation 

Régime impulsionnel 

-- ~--+~--r\Y.--- ~ f-I;- - _J _____ - f----- - -1-
--t--f--f-l. I.r--~ -- -- -1--

+-I--I---_1---t---_t-~ \''--f__ - f-1 ~~--~'--- f------+--I-~-_++_l 
----t---+--+--r-l-~ ---+----t---~~I\ \' ',f--f\-- --I\--t-L--_1----t-----j---f--+-+-t-t-+-l 

K\~~~~ ! 
1----+-__+----r-~__t__t_+-+-f_+--_1---t----.~--+1-\~f--r, ~----f--~---1---+--~-+-+-r+~ 

\ 
\1' 1 

1----+-__t----t_~_1__t_+-~t---+-_1----t_-+~-t-~I-~~··-t4\J.----t__+--~r_~_t_t~+44 
1\ \ 1 

1\ ~ 
\ 

--

1----+-__+----~_+__t~-+_+_~~--_1---+----+-- - --. t--t-t-++--__t---f ---f__+-- -

g 
1-----+---+----t--+---j---j-+-+-t+--~---+--_t_O 

1 

4 5 6 78 

10' 
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BD 301, BD 303,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

417 

278 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 

(A) -
4 

~ 
t~~ -
r 
Ir 

3 -
1-

1 
r 2 

~ 
o 

o 

-1--

~ ° 11'1 A tt ~ 40 11'1 A 

Ç-k-~ 

~I1'IA 
-1 

r 'B::::'O mA 

2 

f.-I--

r-
1--1---

10---1-" 

1--

3 

--
-

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(mA)~-r--r---"--"'---"--Y---"--r-'-r-T--' 

160 I---+--t-+---+:.f--I--:.II--+-F-+---.f-+--H 

120 I--+--+~+----'OO<'+----' 

80 f+--Y--t-r+--+~I----+-O 

10 20 30 40 V
CE 

(V) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 

(A 

4 

3 

2 

o 

) 

hk*-
If ~011'l-r 
V ';0 11'1 A 

V ~ 
1~ '1'"°1° ml 

t ~ jomî 

r- i"'""" 
6

1

°l1'lî 
V j

m1 
~ 1'"'"""1 ::::20 11'1 A 

j--

o 2 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 

(mA) 

160 t--+---+-t-~'-----!r, 

10 20 



BD 301, BD 303,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) h courant en fonction du courant collecteur 
21E 

(V) 

60 
........... 

~, 
\ 

55 

50 

t = 25°C case _r-~lJ 120 

~1 // 

f-... cfl'/ 
~ Iv L If r-- Il 

100 

80 

~ ~ .... ,,'Ii 

J 60 

\ V 
/ 40 

\ 
~ 

20 

'B 
(mA ) 

4 

4 

, 
\ ... 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

VCE 2 V 

-'" 
A~ 

!i5v~~ 
::.v 

li av 
~ ,'{J 

.... ,,'Ii Il 

/ ; 
.... " 1/ ~ 

1 
1 1 

L l 
1 1 

V 

J 
if 

0,4 0,8 1,2 1,6 V
BE 

(V) 

VCE = 2 V - >, 
/ ~ , 

\ , 
~~ 

\ 
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BD 301, BD 303,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
(A) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-émetteur 

VCE == 2 V 

~ 

....... ~ ---
~~ 

oCJ/V 

~~ c--
... CJ - .. 0 

.. ~ ~ 
/1/ .. lJ 
1 
J 

1 
0,4 0,8 1,2 1,6 V

BE 
(V) 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

Tension de saturation collecteur-émetteur en 
V CEsa~onction du courant collecteur 

(V) ~=10 
lB 

1,6 

1,2 

J 

0,8 

/ V 

0,4 JI 
/~'),<8V 

tcase = 125°C _ ...... i-" /~v/l'r 

Tension de saturation base-émetteur en 
V fonction du courant collecteur 

BEsat 
(V) ~=10 

lB 

1,6 

1,2 

~25°C --~ t~ 

0,8 

0,4 
~-

JJh;~ 
ItciiÎ 1 

o Il 

A 

/~ 
V / 
V 

, 

10-2 2 4 6 ~0-1 2 4 6 ~OO 2 4 6 IC (A) 

sn 
280 
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BD 301, BD 303,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C tension collecteur-base 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

22b 
(pF) t case = 25°C ) VCE = 3 V 

~ 
....... 

.......... 
.............. 

' .. 

BD 301--

BD 303---

~ 

K 

10-2 

12 

~ 

10 / 

8 

6 r 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 

I--"t:::; ~ 

~r+r 
.... ~ 1-"'" ....... ~ 

1/ LjV 

~~~~ 

l~~ ~ <:-0 
<f:"0 

1- ""C 
~f-"o 

0 =~ 
T 

Zth = K Rth 

!r-
I 1 1 1 1 

10-42 510-32 510-22 510-,2 510° 2 tp(sec) 

tcase = 25°C 

1--t--. r-... 
..... ~" 

~ 

-- i 
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PNP SI LlCON TRANSISTORS, EPIT AXIAL BASE 
TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE 

BD 302 
BD 304,A,B 

Complements of BD 301 and BD 303,A,B types 
Complémentaires des types BD 301 et BD 303A,B 

BD 302 and BD 304,A,B transistors are inten
ted for complementary symetry amplifiers : 
audio output stages up to 25 W, vertical deflection 
circuits in color TV receivers 

Les transistors BD 302 et BD 304A,B sont 
destinés aux amplificateurs à symétrie complémen
taire ou quasi-complémentaire : étages de sortie 
BF jusqu'à 25 W, circuits de déviation verticale 
en télévision couleurs. 

Dissipation 
Variation de dissipation 

1UO 

75 

50 

25 

-45V BD 302 
-60V BD 304 

VCEO -80V BD 304 A 
-100 V BD 304 B 

Rthlj-c) max 2,3 0 C/W 

Ptot 1 T case 25 Oc ) 55W 

BD 302 :-3A 
h21E min 30 BD 304,A,B : - 2 A 

fT min 3MHz 

Case See outline drawing CB 117 on last pages 
Boitier TO 220 AB Voir dessin coté CB 117 dernières pages 

Weight 
Masse 2,5 g 

Collector connected to case 
Collecteur relié au boitier 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

unless otherwise stated 
sauf indication contraire 

BD 302 BD 304 BD 304 A BD 304 B 

Collector·base voltage 
VCBO - 60 Tension collecteur-base - 60 - 60 - 60 V 

Collector-emitter voltage 
VCEO - 45 - 60 - 80 -100 V Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
VEBO -5 Tension émetteur-base -5 -5 -5 V 

Collector current 
Courant collecteur IC -8 -8 -8 -8 A 

Peak collector current 
Courant collecteur-crête tp 10 f..LS ICM -12 -12 -12 -12 A 

Base current 
Courant base lB -2 -2 -2 -2 A 

Power dissipation 
T case 25 Oc Ptot 55 Dissipation de puissance 55 55 55 W 

Junction temperature 
Température de jonction max Tj + 150 + 150 + 150 + 150 Oc 

Storage temperature min - 65 - 65 - 65 - 65 
Température de stockage max Tstg + 150 + 150 + 150 + 150 

oC 

1976-161/7 
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BD 302, BD 304,A,B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Collector-emitter cut-{)ff current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector base cut-{)ff current 
Courant résiduel collecteur-base 

Emitter-base cut-{)ff current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-
émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

* Pulsed 
* Impulsion tp = 300 J.1S, 0';;;; 2 % 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES 0 YNAMIQUES 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

2/7 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =- 30 V 
lB =0 ICEO 

VCB =- 40 V 
lE =0 ICBO 
T(vil =150 0 C 

VEB = - 5 V 
IC =0 IEBO 

IC =- 0,2 A 

lB =0 V(BR)CEO 

VCE =- 2 V 

IC =-3A 

h21E 
VCE =-2V 

IC =-2A 

IC =-3A 
* lB =- 0,3 A VCEsat 

IC =-3A 
* lB =- 0,3 A VBEsat 

Tcase 25 Oc 
unless otherwise stated 

sauf indication contraire 

min typ max 

Ali types 
Tous types -1 mA 

Ali types 
Tous types -1 mA 

Ali types 
Tous types -5 mA 

BD 302 - 45 V 

BD 304 -60 V 

BD 304 A -80 V 

BD 304 B -100 V 

BD 302 30 

BD 304,A,B 30 

Ali types 
Tous types -1 V 

Ali types 
Tous types -1,5 V 

Tcase 25 Oc 

MHz 

°C/w 
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BD 302, BD 304,A,B 

T case 25 oC 

DC operation 
Régime continu 

---- Pulsed operation 
Régime impulsionnel 
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3/7 

285 



BD 302, BD 304,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/7 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 

(A) 

4 
~ 1--t--l---

f--r1 -
f-- -70 mA - r--

f ~ -
10---1--~ -Ir ~ f--~ 40"1'" 

Il ~ ~ r 2°7A 

3 

2 

~ 
T 

~_10mA 

B -1 1 

" o 
o 

1 

2 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

120 ~-+---t~+ 

10 20 30 40 VCE(V) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 

(A) 1 
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3 
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,,-- lB = 20 mA 

o 
o 2 3 4 V

CE 
(V) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

20 30 40 V CE (V) 
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BD 302, BD 304,A,B 

T case 25°C 

DC operation 
Régime continu 
Pulsed operation ----
Régime impulsionnel 
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4 5 6 7 

VCE (V) 
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BD 302, BD 304,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

'C collecteur-émetteur 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

'C collecteur-émetteur 

(mA) 

120 ~-+--------+~-+-' 

10 20 30 40 V
CE 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
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Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

o 10 20 30 40 V
CE 
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BD 302,BD 304,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR EMITTER VOL TAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V résistance base-émetteur 
CE 

(V) 

h courant en fonction du courant collecteur 
21E 

60 -'" '\ 
55 

50 

45 

t = 25°C case 

\ 

l 1 

~ 
''?Soc 

,:>oC 
""'); 

'l.c:#>e 

160 

120 

\ 80 

1\ 
'\~ 

40 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA) V CE = -2 V --t-----1--+-----1r-f-F-~-I----l 

4r-~_+--r-~-_+--~/.A~--+-~-4 
IV I__-f--I__-f---r-oû ~L--+-----1!---+-~ 

~ oÛ 

102
8 
1--+-+--+-- Il if; -+--+-+---4 

6 .. 1 ~ -t--+-+-_+_---I 

1__-r-----1!---+-~~ .. ~_+-+-_+_-r---l 

/ /1 
1/ 1 

101 
8!--~--r-~-~/-+--+--+-_+--t--4 

4r-+-~~J~/+--r-+~--r-+-~ 
1 1 
1 1 

~~ 
"-

0,4 0,8 1,2 1,6 V
BE 

(V) 

V CE = -2 V 

~ 
~\ 
~~ 

'\ ~ 
"\~ 

r-.; 
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BD 302,BD 304,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE 
Courant coJ/ecteuren fonction de la tension 

IC base-émetteur 

lA ) 

A 

oCJ ~V 
~~ 

4 

10- 1 
8 
6 

4 

'--'-~ $ e--f-----; 1/ 
e-- f-- ... CJ ... ! 

III 

1 1 
1 , 
1 
1 

Il 
0,5 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CEsaf fonction du courant collecteur 

7' 

1,5 

VCE 2V 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V fonction du courant collecteur 

(V) 
~=10 
lB 

BEsa 
(V) 

~=10 
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1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

Il 
1 

j 
1 J 

_12SoC ~~~Tt tcase-':;'~ 10-'1- ,-c,<s>e 1 

lB 

1,6 

~ 

~ 
1,2 

~2SoC V ~ 
1--~I- m~ V 

-- ~iC:,oc 
'lc3Se 

0,8 

0,4 

o 
10-22 4 6~0-1 2 4 6~OO 2 4 61C (A) 



NPN SILICON TRANSISTORS EPITAXIAL BASE 

TRANSISTORS SILICIUM NPN BASE ~PITAX/~E 

Compl. of BD 706, BD 708, BD 710, BD 712. 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

----- ~ --

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
--_.- --~-

Collector-emitter voltage VBE = 0 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 
-~---

Power dissipation 
Tcase 25 oC 

Dissipation de puissance 

Ju nction temperature 
Température de jonction 

max 

Storage temperature min 
Température de stockaqe max 

VCBO 

VCES 

VCEO 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

tj 

tstg 

BD 705-8D 707 
B0709-BO 711 

45V BD 705 

60 V BD 707 
VeEO 

80 V BD 709 

100 V BD 711 

le 12A 

Ptot 75 W 

B

Case 
T0220AB(CB 117) 1 altier 

Welght 2,5 9 
Masse 

B 
Collector is connected to case C E 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

--,---
BD 705 BD 707 BD 709 BD 711 

45 60 80 100 V 

45 60 80 100 V 

45 60 80 lOO V 

5 5 5 5 V 

12 12 12 12 A 

5 5 5 5 A 

75 75 75 75 W 

150 150 150 150 oC 

-65 -65 - 65 -65 
+ 150 + 150 + 150 +150 

oC 

1979/04 1/3 
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BD 705 - BD 707 - BD 709 - BD 711 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Collecteur-emitter breakdown voltage IC = 0,1 A 

Tension de claquage collecteur-émetteur lB = 0 

VCB = 45 V 

VCB = 45 V 
Tcase = 150 0 C 

VCB = 60 V 

VCB = 60 V 
Tcase = 150 0 C 

Collector-base cut- off current 
VCB = 80 V Courant résiduel collecteur-base 
VCB = 80 V 
Tcase = 150 0 C 

VCB = 100 V 

VCB = 100 V 
Tcase = 150 0 C 

VCE 22 V 

VCE = 30 V 
Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur VCE - 40 V 

VCE = 50 V 

Emitter-base eut-off current VEB = 5V 
Courant résiduel émetteur-base IC = 0 

Collector-emitter saturation voltage IC = 4A 
Tension de saturation collecteur-émetteur lB = 0,4A 

Base-emitter voltage VCE = 4V 
Tension base-émetteur IC = 4A 

Knee voltage 
'C = 3A 

Tension coude lB = ** 

** Value for which IC = 3,3 A at VCE = 2 V 

Valeur à laquelle 'C = 3,3 A à VCE = 2 V 
* Pulsed 
Impulsions t p = 300 fJS [) ";;;1,5% 
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BD 705 

BD 707 

BD 709 

BD 711 

BD 705 

BD 707 

BD 709 

BD 711 

BD 705 

BD 707 

BD 709 

BD711 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

VCEOsus * 

ICBO 

ICEO 

IEBO 

VCEsat * 

VBE* 

VCEK * 

(Unless otherwise statedl 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

45 

60 
V 

80 

100 

0,1 

1 

0,1 

1 

0,1 mA 

1 

0,1 

1 

1 mA 

1 mA 

1 V 

1,5 V 

0,4 V 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 2V Ali types 

IC = 0,5 A Tous types 

VCE 2V 
BD 705 

= 
BD 707 

IC = 2A 
BD 709 

BD 705 

VCE = 4V BD 707 

IC = 4A BD 709 

BD 711 

BD 705 

VCE = 4V BD 707 

IC = 10A BD 709 

BD 711 

VCE = 3V 
Ail types 

IC = 300 mA 
f = 1 MHz 

Tous types 

BD 705 - BD 707 - BD 709 - BD 711 

h21E* 

fT 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

40 400 

30 

20 150 

15 150 

15 150 

15 150 

5 

5 

8 

8 

3 MHz 

OC/w 
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PNP SILICON TRANSISTORS EPITAXIAL BASE 

TRANSISTORS SILICIUM PNP BASE EPITAXIEE 

Compl. of BD 705, BD 707, BD 709, BD 711. 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES} 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage VBE = 0 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

max 

Storage temperature min 
Température de stockaqe max 

~1HOMSON'CSF 
()(\llSIONSéMICONOUCTE:.~ 

~ 

VCBO 

VCES 

VCEO 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

tj 

tstg 

VeEO 

le 

Ptot 

BD 706-BD 708 
BD 710-80712 

-45 V BD 706 

- 60 V BD 708 

-80 V BD 710 

-100 V BD 712 

_12A 

75 W 

Case ~ 
B 

- - TO 220 AB (CS 117) ;) 

altier '1 
,

f 
Weight 25 
Masse ,g ;,; /; 

B ~ 
Ct 

Collector is connected ta case 
Le collecteur est relié au boitier 

BD 706 BD 708 BD 710 BD 712 

_45 -60 -80 -100 V 

-45 -60 -80 -100 V 

_45 _60 -80 -100 V 

-5 -5 -5 -5 V 

-12 -12 -12 -12 A 

-5 -5 -5 -5 A 

75 75 75 75 W 

150 150 150 150 oC 

- 65 - 65 - 65 - 65 
+ 150 + 150 + 150 +150 

oC 

1979/041/3 
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BD 706 - BD 708 - BD 710 - BD 712 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 
Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Collector-emitter breakdown voltage IC =-0,1 A 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

lB = 0 

VCB =-45 V 

VCB =-45 V 
Tcase = 150 oc 

Ves =-60 V 

VCB =-60 V 
Tcase = 150 oC 

Collector-base cut- off current 
VCB =-80 V 

Courant résiduel collecteur-base 
VCB =-80 V 
Tcase = 150 oC 

VCB =-100 V 

VCB =-100 V 
Tcase = 150 oC 

VCE _-22 V 

Collector-emitter cut-off current 
VCE =-30 V 

Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =-40 V 

VCE =-50 V 

Emitter-base eut-off current VEB =-5 V 
Courant résiduel émetteur-base IC = 0 

Collector-emitter saturation voltage IC =-4A 
Tension de saturation collecteur-émetteur lB =-0,4 A 

Base-emitter voltage VCE =-4 V 
Tension base-émetteur IC =-4 A 

Knee voltage 
IC =_3 A 

Tension coude 
lB = ** 

** Value for which IC =-3.:3 A at VCE =-2 V 

Valeur à laquelle IC =-3,3 A à VCE =-2 V 
* Pulscd 
Impulsions tp = 300 ps fJ E;;;l,5% 
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BD 706 

BD 708 

BD 710 

BD 712 

BD 706 

BD 708 

BD 710 

BD 712 

BD 706 

BD 708 

BD 710 

BD 712 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

VCEOsus 

ICBO 

ICEO 

IEBO 

VCEsat * 

VBE* 

VCEK* 

(Unless otherwise statedl 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

~5 

1-60 
V 

1-80 

WO 

-0,1 

-1 

_0,1 

_1 

_0,1 mA 

_1 

-0,1 

-1 

-1 mA 

-1 mA 

-1 V 

-1,5 V 

-0,4 V 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-

fert direct du courant 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-2 V Ali types 

IC =-0,5 A Tous types 

VCE =-2 V 
BD 706 
BD 708 

IC =-2A 
BD 710 

BD 706 

VCE =-4 V BD 708 

IC =-4A BD 710 

BD 712 

BD 706 

VCE =-4 V BD 708 

IC =-10A BD 710 

'BD 712 

VCE =-3 V 
Ali types 

IC =-300 mA 
Tous types 

f = 1 MHz 

BD 706 - BD 708 - BD 710 - BD 712 

h21E* 

fT 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

40 400 

30 

20 150 

15 150 

15 150 

15 150 

5 

5 

8 

8 

3 MHz 

oC/W 
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NPN SILICON TRANSISTORS EPITAXIAL-BASE 

TRANSISTORS SILICIUM NPN BASE-EPITAXIEE 

Compl. of BD 906, BD 908, BD 910, BD 912 

PRELIMINARY DATA 
NO Tt CE PRELIMINAIRE 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 

VA LEURS LIMITES ABSOL UES D'UTt LISA TIaN 

-------

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockaqe max 

1 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

'C 

'B 

Ptot 

tj 

tstg 

Case 
Boitier 

Weight 
Masse 

VCEO 

'C 

Ptot 

BD 905- BD 907 
BD 909-80911 

45V BD 905 

60V BD 907 

80V BD 909 

100 V BD 911 

15A 

90W 

TO 220 AB (CBB117~ 

2,5, ,

C 
E 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

BD 905 BD 907 BD 909 BD 911 

45 60 80 100 V 

45 60 80 100 V 

5 5 5 5 V 

15 15 15 15 A 

5 5 5 5 A 

90 90 90 90 W 

150 150 150 150 oC 

-65 -65 - 65 -65 
+ 150 + 150 +150 +150 

oC 

1979/041/3 
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BD 905 - BD 907 - BD 909 - BD 911 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-base cut- off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

BD 905 

'C = 0,1 A BD 907 

'B = 0 BD 909 

BD 911 

VCB = 45 V 

VCB = 45 V BD 905 
Tcase = 1500C 

VCB = 60 V 

VCB = 60 V BD 907 
Tcase = 150 0C 

VCB = 80 V 

VCB = 80 V BD 909 
Tcase = 150 0C 

VCB = 100V 

VCB = 100 V BD 911 
Tcase = 150 0C 

VCE 30 V 
BD 905 

= 
BD 907 

VCE - 40V BD 909 

VCE = 50 V BD 911 

VEB = 5V Ali types 

'C = 0 Tous types 

'C = 5A 

'B = 0,5 A Ali types 

IC = 10A 
Tous types 

'B = 2,5 A 

IC = 10A Ali types 

'B = 2,5 A Tous types 

VCE= 4V Ali types 

IC = 5A Tous types 

* Pulsed 
Impulsions t p 300 ilS li E;;l,5% 

2/3 

300 

VCEOsus * 

'CBO 

ICEO 

'EBO 

VCEsat * 

VBEsat * 

VBE* 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

45 

60 
V 

80 

100 

0,5 

5 

0,5 

5 

0,5 mA 

5 

0,5 

5 

1 

1 mA 

1 

1 mA 

1 

V 

3 

2,5 V 

1,5 V 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

* Pulsed 
Impulsions t p 300 J.1s 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 4V 

IC = 0,5 A 

VCE = 4V Ali types 

IC = 5A Tous types 

VCE = 4V 

IC = 10A 

VCE = 4V 
Ali types 

IC = 0,5 A 
f = 1 MHz 

Tous types 

8 ~1,5% 

BD 905 - BD 907 - BD 909 - BD 911 

h21E* 

fT 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

40 250 

15 150 

5 

3 MHz 
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PNP SILICON TRANSISTORS EPITAXIAL-BASE 

TRANSISTORS SILICIUM PNP BASE-EPITAXIEE 

Compl. of BD 905, BD 907, BD 909, BD 911. 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 

VA LEURS LIMITES ABSOL UES D'UTI LISA TION 

Collector·base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction max 

-----------------
Storage temperature min 
Température de stockaqe max 

~THOMSON'CSF 
DMSION~TElFCS 

~ 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

tj 

t5tg 

VeEO 

le 

Ptot 

BD 906 -BD 908 
BD 910-BD 912 

_ 45V BD 906 

- 60V BD 908 

_ 80V BD 910 

_100 V BD 912 

-15 A 

90W 

B
Case

. TO 220 AB (CB 117)BI--oltler _ 

~;~~;t 2,5 g 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

BD 906 BD 908 BD 910 

- 45 - 60 - 80 

-45 -60 -80 

-5 -5 -5 

-15 -15 -15 

-5 -5 -5 

90 90 90 

150 150 150 

-65 -65 - 65 
+ 150 + 150 + 150 

C E 

BD 912 

-100 V 

-100 V 

-5 V 

-15 A 

-5 A 

90 W 

150 oC 

-65 
+150 

oC 

1979/041/3 
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BD 906 - BD 908 - BD 910 - BD 912 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-base cut- off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

BD 906 

IC =-0,1 A BD 908 

lB = 0 BD 910 

BD 912 

VCB =-45 V 

VCB =-45 V BD 906 
Tcase = 150°C 

VCB =-60 V 

VCB =-60 V BD 908 
Tcase = 150°C 

VCB =-80 V 

VCB =-80 V BD 910 
Tcase = 150°C 

VCB =-100 V 

VCB =-100 V BD912 
Tcase = 150°C 

VCE =-30 V 
BD 906 
BD 908 

VCE =-40 V BD 910 

VCE =-50 V BD 912 

VEB =-5 V Ali types 
IC = 0 Tous types 

IC =-5 A 
lB =-0,5 A Ali types 

IC =-10A 
Tous types 

lB =-2,5 A 

IC =-10A Ali types 
lB =-2,5 A Tous types 

VCE =-4 V Ali types 
IC =-5A Tous types 

* Pulsed 
Impulsions t p 300 ilS /j ';;;;1,5% 

2/3 
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VCEOsus * 

ICBO 

ICEO 

IEBO 

VCEsat * 

VBEsat * 

VBE* 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

45 

1-60 
V 

~80 

100 

-0,5 

-5 

-0,5 

-5 

0,5 mA 

-5 

-0,5 

-5 

-1 

-1 mA 

-1 

-1 mA 

_1 

V 

-3 

-2,5 V 

-1,5 V 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

* Pulsed 
Impulsions t p 300 ps 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-4 V 

IC =-0,5 A 

VCE =-4 V Ail types 

IC =-5 A Tous types 

VCE =-4 V 

IC =-10A 

VCE =-4 V 
Ali types 

IC =-0,5 A 
f = 1 MHz 

Tous types 

o ';;;;1,5% 

BD 906 - BD 908 - BD 910 - BD 912 

h21E* 

fT 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

40 250 

15 150 

5 

3 MHz 
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PNP SILICON TRANSISTORS. EPITAXIAL BASE 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE 

CampI. of 2N 3054 

- L F large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- Medium current switching 
Commutation courant moyen 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

T\ 
75 l '-

1 "\ 1 
1 

"" 
1 
1 

50 

1 
1 "" 50 100 150 t (OC) 

case 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-base voltage VBE =+1,5V 
Tension col/ecteur-baSil 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-baSil 

Collector current 
Courant col/ectflur 

Base current 
CourantbaSil 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temp6rature de jonction 

max 

Storage temperature min 
Temp6rature de stockage max 

lit THOMSON _ CSF 

-r~. 

-55 V 

-4A 

29W 

* BOX 14 

*Preferred device 
Dispositif rllCommancN 

Rth(j-c) 6°C/W max. 

h21E (0.5A)25 -100 

4MHz min. 

Case TO-66 - See outline drawing CB-72 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-72 derniéres pages 

Weight : 6,4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

E o 
B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

-90 V 

-55 V 

-60 V 

-90 V 

-7 V 

-4 A 

-2 A 

29 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

73 - 11 1/6 
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*BOX 14 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter eut-off currellt 
Courant r~siduel collectaur-~metteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-~merreur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

E mitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -90 V 

VBE = +1,5 V 

VCE = -30 V 

VBE =+1,5V ! 

tcase = 150°C 

IC = -100mA 

lB =0 

IC = -100 mA 

RBE = 100 n 

lE =-1 mA 

IC =0 

VCE = -4 V 

IC =-O,5A 

IC = -0,5 A 

lB = -0,05 A 

VCE = -4 V 

IC = -0,5 A 

OYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pourgrandssignauxJ 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Rthi'tance thermique (joncrion-boTritlr) 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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6 E;;2% 

VCE =-10V 

IC =-0,2 A 

f = 1 MHz 

Min. 

ICEX 

* VCEO(susl -55 

* VCER(susl -60 

* V(BRIEBO -7 

h21E * 25 

VCEsat * 

VBE * 

fT 4 

Rth(j-c) 

(Unless otherwise stated, 
ISauf IndicatIOns contratres) 

Typ. Max. 

-1 mA 

-5 mA 

V 

V 

V 

100 

-1 V 

-1,7 V 

MHz 

6 °C/W 



IC 
(A) 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

tcase = 25°C 

Continuous 
Continu 

Pulsed 
En impulsions 

2 

*SOX 14 

SAFE QPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

r-r-r-

1 500 p~ 
1 

~\ " " '. ~. ?'~. , " ~, '\ l '?~~ ! 

"," '.7. ,:>~,J"I 
i'.~'OO '?,J''\~ 1 

\ '1;Ro"'?,J' l " • 

?:? ·tt l t-!----
! "\ "~f"r . 1 1 

: ' " 1 
1 

' '\' 1 

"', '\,i',~~ 1 

1 
, 

1 

1'\ , 
'\. 1". 

'\ 

-----
1 

1 

5 10 20 50 
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-BOX 14 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/6 

310 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC Courant collecteur en fonction de la tension 
(A) collecteur-émetteur 

o 2 3 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RA TlO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h
21 

E courant en fonction du courant collecteur 

VCE =-4 V 

120 1..--1-0.. 

/ \ 
~\ " \\ 100 

K~ 
V '" ~1 

~~~'\ ~.s-'b~ 

80 

60 

~ ~ 
~~ 

40 

20 

IC 
(A) 

0,4 

0,3 

COLLECTOA CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collec~ur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

0,2 J--"f--+--tr-t---+----A---I'--+--If----i 

-VCE 
(V) 

65 

60 

55 

50 

20 40 60 80 V
CE 

IV) 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur 

tcase = 25°C 
IC = 100 mA 

-- -........ r--., 
~~ 

' ..... 

1002 5101 2 5102 2 5
103 

2 5104 2 RBEln) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA ll-VCE = -4 V / / 
~vV 1./ 

«~-r--
.. '" ,(§5 1,-,,/ -7 

ri' 
~'-"~ 

l, 
U , 

j 
~I 
Il 

1 Il 

J 
1 

l 
0,5 1,5 2 -v

BE 
(V) 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

-V CE Tension de saturation collecteur-émetteur en 
(Vlsat fonction du courant collecteur 

1,6 

IC 1 -=10 
>-IB Il J 

1 
/ / 

/ Il 
1,2 

0,8 1 / 
vV 
~v : V-

~~OV -:;-'),fij l 

0,4 

::: :::::: ~if ,-cf 

*BOX 14 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

-IC base-émetteur 

(A 1 VCE =4 V 

4 ~ 

:(Z 
~.", 

«' §J 

'" ~ ,-,,'11<; « 
,f' 

/1'-" 

1 

4 1 

10-2 

o 0,5 1,5 2 -V
BE 

(V) 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 

-V Tension de saruration base-éme.tteur en 
~~it fonction du courant collecteur 

IC 

2,4 

-=10 
lB 

L Il 
!JJ'I 

",'" 
;,/ 

~~ 
~L 

",'" 
- r--
~ 

QQov ....- ",,' -......... '-C3~ 1 

Il 

2 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 
10-2 2 

4 68 2 
10-1 4 6 IC (AI 
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*BOX 14 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/6 

312 

fT 
(MHz) 

6 

4 

2 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
couranr collecteur 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sonie en fonction de la 

r---t-. 
-.......... 

C
22b 

tension collecteur-base 

VCE =10V 

~ 
........ 

" 

(pF) 

8 

6 

4 

'" "t'-. 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facreur de réduction de '" résistance thermique en 
régime d'impulsions 
K 

~". 
1--'1""" 

~ ~ 

bl~b ..... ~ "" /~ ~'1 Il 

4 
,k.-~ 

';'1 / Il 

,/ ~ '0
9 °' of;' 

~ ~ 

,/ 1 1 
1/ 

V 
1 

" ~ 
l''~ 

4 

t case = 25°C 



PNP SILICON TRANSISTOR,EPIBASE 
TRANSISTOR SILlCIUM,PNP EPIBASE 

Compl. of 2N 3441 

L F large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100~~-r----.----r---. 

% 

75 

50 

25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = 1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

ErT\itter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 1 s 
Courant de cri!te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max. Température de jonction 

Storage temperature min_ 
Température de stockage max. 

~ THO"SON-CS' 

DI .... SION SEM'CONDUCTEURS 

~. 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 

h21E (O,5 A) 

fT 

* BOX 16 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

-140 V 

-3A 

25 W 

7°C/W max. 

20 - 80 

0,8 MHz min. 

Case TO-66 - See outline drawing CB-72 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-72 derniéres pages 

Weight : 6,4 g 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

E o 
B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

-160 V 

-140 V 

-150 V 

-160 V 

-7 V 

-3 A 

-4 A 

-2 A 

25 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

74 - 4 1/6 
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*BOX 16 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

-------

Colleetor-emitter eut·off eurrent 
Courant rt!siduel collecteur·t!metteur 

Emitter-base eut·off eurrent 
Courant résiduel émetteur·base 

Colleetor·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Colleetor·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

Colleetor·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor·emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur·émetteur 

Base·emitter voltage 
Tension base·émetteur 

1 

1 

t case = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -140 V 

VBE =l,5V 

VCE = -140 V 

VBE = 1,5 V 

tease = 150°C 

VEB =-7V 

IC =0 

IC = -100mA 

lB =0 

IC =-100 mA 

RBE = 100 n 

IC = -100 mA 

VBE = 1,5 V 

VCE = -4 V 

IC = -0,5 A 

IC = -0,5 A 

lB = -0,05 A 

VCE = -4 V 

IC = -0,5 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequeney 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junetion-case thermal resistanee 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 
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t p = 300 J.LS [).;;; 2 % 

VCE =-10V 

IC =-0,2 A 

f = 1 MHz 

ICEX 

IEBO 

V(BR)CEO * 

V(BR)CER* 

V(8R)CEX * 

h21 E * 

VCEsat 

VBE 

fT 

Rth(j-e) 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicatIOns contraires) 

Min. Typ. May. 

1 

-1 mA 

-5 mA 

-1 mA 

-140 V 

-150 V 

-160 V 

20 80 

-1 V 

-1,7 V 

4 MHz 

7 °C/W 



IC 
(A) 

6 

4 

2 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

*BOX 16 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

""0 
\"\ " 

l' / I-ç.", 
1\ ~q,\ 1 , \ ~ X O~~ 

l'. \ 1\ \ ' ~ :? ~ "'! 

\ \ '/~:b ~{"''{ ~J ~ \ " ~,q,\? '\ .~~. r, '1 \-:. ,; ,l', \ 1 
\1 ", '\ \ \ , 

1\' .~ r. ~\ 1 l', .j 

" 
, 

l' i 
• , 
1\ 1 

tcase = 25°C ' " I~ ! 
Continuous ~~ !' 
Continu 

1\" ly~ 
Pulsed 
En impulsions ------ l' l',;. 

l' '1 

~l 

2 4 6 10 20 40 60 100 200 400 VCE(V) 
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*BOX 16 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/6 

IC 
lA) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

~~dA 
t--

-~ - -~ (~ ~ ~ f-' ~A 1---1--
V~I 1----IT l f-""""f-' 1--

k:~ +--r-- 30 mA 1--
J.--1--r-r 1 
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:-~ H--20 mA i 

Il. ....-
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~O rrt re:-
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! 

1 
1 1 1 . 11--T 

o 
o 2 

\ \ 

3 4 V
CE 

IV) 

VCE 
IV) 

150 

148 

146 

144 

142 

140 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE Iminimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur (valeur minimum) 

t case = 25°C 

1\ 

\ 
\ 

\ 

\ , 
" 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émettejJr 

160 t-----t--F--I---F-rf 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

V
CE 

IV) 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V
CE 

= -4 V 

~v 
,,~~ -~ 
~ \ ,,-{f - r....... r.. '\ 

'j.?oC 
~ 

" ~ \.c~;e 

'\ ~ 
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~ ~~ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB 
(mA) 

8 
6 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de /a tension base
émetteur 

VCE = -4 V 

Û 

)' 
1 

f~ ~k f!( /1 
,,/j ~ 

~" 

1 
1 

Il 
1 1 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EM ITTE R SA TU RATI ON VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CEsat fonction du courant collecteur 

(V) ~=10 
~~--~~~~--~rrr-~IB 

21---+---+-+++-+---+-+t+--tt--t-i--t-i 

U 

~~--r-r+r--+--+-r++-~,~ -

4 6 ~0-1 2 4 6 ~OO 2 4 6 le (A) 

IC 
(A) 

*BOX 16 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 
base-émetteur 

V
CE 

= -4 V 

~V 

oU 

A~ 
'1 

~ /11 

1-----;-~I 
r---~i k 

1 1/ 
1 1 lli 

Il 1 ~Ij 
1 

0,4 0,8 1,2 1,6 V
BE 

(V) 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V fonction du courant collecteur 
BEsat 
(V) 

~=10 
lB 

2.4 

2 

1,6 

- -1 
.,::.'2,,:>oC ~ V 

- -~~ .,::. \'2,,:>oC 
~ ~ se 1 

rI 

1,2 

0,8 

0,4 
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*SOX 16 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

C22b 
(pFI tcas~ = 25°C ) V CE = -10 V 

~ 
~~ 

6/6 

318 

3 

=---- ............ 2,5 

""' ~ r-... 2 

K 

1,5 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 
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PNP SILICON TRANSISTORS, EPIT AXIAL BASE 
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE 

BDX 18 
BDX 18 N 

Compl. of 2N 3055 

LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- High ament switching 
Commutation fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contr61é en fatigue thermique 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

75 

1'\ 
l\. 1 

1 " 1 
1'\. 

1 

" 1 
1 

: 

50 

25 

: 
50 

"\ 
ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TI ON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-bBSII 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100n 
Tension collecteur-émtltteur 

Collector-emitter voltage VBE = +1,5 V 
Ttlnsion collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émtltteur-bBSII 

Collector current 
CouTllnt collecteur 

Base current 
COUrBntbBSII 

PoiNer dissipation 
tcase = 25°C Dissipation dtI puissenœ 

Junction temperature max 
TtlmpéTlltuTll dtI jonction 

Storage temperature min 
Ttlml»TlItuffl dtI stock. max 

VCEO -60 V 

IC -15A 

Ptot 117W 

Rth(j-c) 1,5°C/W max. 

h21E(4 A) 20-70 

fT 4MHz min. 

Case TO-3 -Seeoutlinedrawing CB·19 onlastpages 
BOÎtier Voir dessin coté C8-t9 derni"res pages 

Weight : 14,4 g. 
Masse 

Bottom view 
VUtl dtI dessous 

B 

Collector is connected to case 
Le colltICteur est relié au boTtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BOX 18 BOX 18 N 

VCBO -100 -70 V 

VCEO -60 -60 V 

VCER -70 -65 V 

VCEX -90 -70 V 

VEBO -7 -7 V 

IC -15 -15 A 

lB -7 -7 A 

Ptot 117 117 W 

t j 200 200 oC 

tstg 
-65 -65 oC 

+200 +-200 oC 

74 - 9 1J7 
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BOX 18, BOX 18 N 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter eut-off current 
Courent rllsiduel collecteur-émetteur 

Emitter·base cut·off current 
Courent rllsiduelllmetteur·bBse 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de clequege collecteur-émetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquege collecteur-émstteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquBge collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Veleur ste tique du repport de trensfert 
direct du r.ourent 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de seturetion col/ecteur-émstteur 

Base-emitter voltage 
Tension bBse-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

320 

t p = 300J1.s 8 ";;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -90 V 
VBE = +1,5 V 

VCE = -60 V 
VBE = +1,5 V 
tcase = 150°C 

VCE = -70 V 
VBE = +1,5 V 

VCE = -60 V 
VBE = +1,5 V 
tcase = 150°C 

VEB = -7 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

IC = -200 mA 
RBE = 100 n 

IC = -200 mA 
RBE = loon 

IC = -100 mA 

VBE = +1,5 V 

IC = -100 mA 
VBE =+l,5V 

VCE =-4V 

IC =-4A 

IC =-4A 

lB = -0,4 A 

VCE = -4 V 

IC =-4A 

Min. 

BOX 18 

BOX 18 

ICEX 

BOX 18 N 

BOX 18 N 

IEBO 

BOX18 -60 

VCEO(sus) * 

BOX 18 N -60 

BOX18 -70 

VCER(sus) * 

BOX 18 N -65 

BOX 18 -90 

VCEX(sus)* 

BOX 18 N -70 

h21E * 20 

VCEsat * 

VBE * 

(Unless otherwise stated) 
ISauf indications contraires) 

Typ. Max. 

-5 mA 

-10 mA 

-5 mA 

-10 mA 

-5 mA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

70 

-1,1 V 

-1,8 V 



DYNAMIC CHARACTéRISTICS (for sn'lall signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boÎtierl 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-10V 

IC '" -1 A 

= 1 MHz 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

BOX 18, BOX 18 N 

(Unless otherwise stated) 
ISauf indications contrairesl 

Min. Typ. Max. 

4 MHz 

1,5 °C/W 

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE 

Le contrôla parmanent de la qualité da la soudutll entrr1la 
pastille de silicium et /'embBSll confère au transistor un maxi
mum da garantia cOlltre la ·fatigua tharmique. 

Contrôla cycliqua: 

"on": 2 minutes (0'" 48 W) 
"off": 1 minute (48'" 0 W) 
t case = 100"C max 

t:,. tcase = 85°C max 

3/7 
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BOX 18 - BOX 18 N 

4 

101 

100 

4 

10-1 

4 

10-

4/7 
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2 

T case 25 oC 

OC operation 
Régime continu 

____ Pulsed operation 
Régime impulsionnel 

100 4 5 6 7 8 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

30,us 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COllECTOR CURRENT VERSUS COllECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

-IC r-I--"'T7-::::::I::::::::::;::F=~ 
(Al 500 mA 

400 mA 

8 
300 mA 

6 200 mA 

2 ~~-+----1-----r----+--~ 

o L-__ ~ ____ ~ ____ ~ __ ~ __ ~ 

.70 

65 

60 

o 2 3 4 -VCE(Vl 

COlLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
SASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur·émetteur en fonction de la 
résistance base· émetteur 

Jxls IC = -200 mA 

t case = 25°C 

sJJs:-r-r--. 

" "'~ \ 
1\ 

\ 
\ 1\ 

"i'-~ t'-- .... r--... 

160 

BOX 18, BOX 18 N 

COllECTOR CURRENT VERSUS COllECTOR. 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur·émetteur 

120 f-*--+!---L. 

40 ~'---+-----+--::;;""'" 

OL-__ ~ ____ ~ ____ ~ __ ~ __ ~ 

150 

100 

50 

o 20 40 60 80 -VCEIVl 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COllECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

~~ '\. V~E =IJJ 

~J \ 
'- ').~oC 

'- ~e;~I"'r-. 

" V- l 
V- 1\ ,\ 

\ :\ 
I\l\ 

1\.1\ 
~ 

4 68 0 2 
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BOX 18, BOX 18 N 

TYPICAL CHARÂCTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

f--V CE =-4 V 1/ 

1 ../l 
oV V .1 

~~ ~ "Cl 
J--~~ -

/c,'1>",'1, 
1 , 

1 / 
/ 

/,/ 
f 
1 

1 
rI 

o 0,5 1,5 2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

-VCE sat 
(V) -f-= 10 

3 
B, 

2 

Il 

/ 
~~~ 

q' ~~ '1, ",,<0 
.... c,~ -7 

_ t-t'1,1 
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-IC 
(A) 

6 

-V 
BE sat 

(V) 

3 

2 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-émetteur 

f-VCE 4 V--?V/l ___ 

C---I~r ..... c..'l>~~ -:::- \ 

'l.c,'1><fo 

j 
rI 

JI 
1. 

o 0,5 1,5 2 2,5 3 -VBEIV) 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

IC 
18=10 

tcase==~ ~ -~C 
t iase 1 III 

4 68 
10- 1 

----

1 

~II 

AI 
_10- '7 
..... ~ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

tcas~ = 1S"b 

" 1'1' 

'" ~ 
~ 

6 8 
-VCB(VI 

BOX 18, BOX 18 N 

TRANSIE NT THERMN..RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 

K 
1 ~~ 

'.L ~ ....... ~ 

1- b ",,6~ ~foo" 1"" ~ ~' r-I-
~ ~ ... foo"f1Î ~ 

~~ ~"" ~~ I-r-v~ r'" Il ~~fi' 

1 1/ 0 =~ 
T 

1/ Zth = K R th r-

I/ st 10-' 

10.52 fO'4 2 ~O·32 fO·22 ~O·,2 51002 
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NOTES 



PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL BASE 
TRANSISTOR PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE 

Compl. 2N 3442 

- LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- High current fast switching 
Commutation rapide fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôle en fatigue thermique 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 
100% _____ -r---,---.----, 

7 5 I----;---+~- +--+--..., 

50 I---t---+--t-"I. 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

--

Collector-emitter voltage 
TenSion collecreur-émerreur 

Collector-emitter voltage VSE = 1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant bese 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max 
Température de ionction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THO"SON -cs' 
DIVISION SEMICONDUCTEuRS 

~. 

*BDX 20 

* Preferred dev ice 
Dispositif recommandé 

-140V 
-10 A 
117W 

1,5°C/W 
20 -70 
0,8 MHz 

max 

min 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
Bo itier Voir dessin coté C8-19 dernières pages 

Weight : 14.4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCEX 

YESO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

-160 V 

-140 V 

-160 V 

-7 V 

-10 A 

-7 A 

117 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

74 - 10 1/7 
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BOX 20* 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecreur-base 

Collector-emitter eut-off current 
Courant r~siduel collecreur-émetreur 

Emitter-base eut-off current 
Courant r~siduel ~metreur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecreur-émetreur 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecreur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetreui 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetreur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB = -140 V 

lE =0 

VCE = -140 V 
VBE = 1.5 V 

VCE = -140 V 
VBE = 1,5V 
tcase = 150°C 

VEB =-7V 

IC =0 

IC = -200 mA 

lB =0 

IC = -100 mA 

VBE = +1,5 V 

VCE =-4V 

IC = -3A 

VCE =-4V 

le =10A 

IC =-3A 

lB = -0,3 A 

IC = -10A 

lB = -2A 

VCE = -4 V 

IC =-3A 

VCE = -4 V 

IC = -10A 

ICBO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus)* 

VCEX(sus)* 

* h21E 

* V CEsat 

* VBE 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

-1 mA 

-1 mA 

-10 mA 

-5 mA 

-140 V 

-160 V 

20 70 

10 

-1 V 

-5 V 

-1,7 V 

-5,7 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CA Rll.CTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transdion 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boÎtier) 1 

1 

THER~t.AL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -la v 

IC = -1 A 
f = 1 MHz 

Permanent inspection of soldering qua lit y between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10000 cycles 

1 
1 

*BDX 20 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

4 MHz 

1,5 °C/W 

CONTROLE EN FATIGUE THERWOUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudur" entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi· 
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on": 2 minutes (0" 4B W) 
"off": 1 minute (48" a W) 
t case = 100°C max 

6tcase = 85°C max 

3/7 
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BDX20 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

IC 

(A)7~--~~--~-+~-+~++~--+--+---+~--~~++~--+--+--~~~~~~ 
6~--+--4--~~4-~~4-~+---4--4----~~-+~4-~+---+-~--~~~-+-+4-~ 

5~--+--4--~~4-~~4-~+---4--4----~~-+~4-~+---+-~--~~~-+-+4-~ 

SILS 

')', " ~~ "0' Î 
1 01 ~_+--+_-+_t-+-+-4-1-+-+ __ -+--=0~~~~) ~ .. , ~ .. ,:....,~j--I---I---I-~>-I--+-I-I 

~--+--4--~~4-~~+-~+-,~~,--~~ .. ~~~,~~.+-~~~~.-~I--+---4-~~~~~~ 
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8 ~ ~;.~'''~i'~~+-'~.,~.I+-~ __ ~~~-+-+4-~ 
7 '\.. ,l"'" l 
6 ~ -\ ", 1 

5 '" ' l'. 1 4~~--+---+-~~4-~++--~~--~~~*~-\+-~~r44'~~~I+-~--4--+~-+~~ 

3r--+--~-4--~-+~HHr--+~---+~~~rt\~-+~~I\~~--~II~+---~+-+-~~ 

2~--+--+--~r-4-~~+_~+---+_-+--~~4_~L~+-~~-1+_-+--~--4_-+~~~ 

\ : 

~ T case 25 oc 
6 

4 

____ oc operation 

Régime continu 
____ Pulsed operation 

\ 

Régime impulsionnel +---4---+----!---+--+_+4-I-++--I~_+----~4__+~+_H_1 

100 4 5 6 78 101 4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 

VCE (V) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

*BOX20 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 

IC 
(A) 

8 

6 

Courllnt collllcf'fIur en fonction de 'a tension 
collecf'flur-~m8tteur 

~ """""" 1,...---

y ~ .... -1/ ~ ~ ..... 

1/ O~6!.. ~ ~ ~ 
Il ,/' ~ ~I 
V --PT-t----~ 

~ 

~ 

~ 

Courant colleCf'fIur en fonction de 'a tension 
colleCf'fIur-~metteur 

1 t V ~ -~~ 4 

L 
It 
( o 
o 

V 
~ 
~ 

--- 0,,1 A 

0,05 A 

4 6 

) 

4 

'--

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension col/ecteur-base 

t 1 = i50 t 
case 

" 1 ~'" 1 

1 

~ 1'-... 
r-... 

l' 
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BOX 20* 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 

6/7 

Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

V CEsat 
(V) 

1,5 

0,5 

o 
_~I; 

150 

100 

50 

Il 

VBEsat 
(V) 

1,5 

_2SoC- ~ 
~ ~ V ~I 1 oÙ 

_U If 
Il 

~",OC -' V ~cafl 

0,5 

~(t 
o 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V~E J 4l 

~~ Ï'. ~o' .. 
/ ~ ~ .... 1' ... ~~ 0S''b 

V'" ~o' .. ~ ~~ 

~6'o ~ 

~ ~ 
""~ ~~ 

1 

Ij 
~~ 

~" "; 
~" 
1 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

lB 
(mA ) t--f-VCE =4V 

1 A 
./ 

V 

V BE 0 

(V) 
V

CE 
=-4V 

~ 

/1 
~ 

4 
1 

0,5 

lov~ 
l "'/. ~v r--

4' ,'}; 
2 

""-v'1)c; ~e ~V~ 
~'-c,~ 

V 

l' 

1,5 

K 

10-2 

1,5 1 

f---

_2SOC 
tcase~ ~ - Il -" 

'--" t--
~oOOC 

0,5 

r--1---
\ case 1 

° 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 

H~,'s+- I--"~ ~s::::-

ô""~+- ~~ 
Iflo?> !-I-1-~ ~ ~LI 
1-& -;;. ~l-- -I-~ 

~v 
t:/.-1-I-~ 

& 'l V--
1- <:,0 

<$'0 
\) 

ij 
'0 

li =~ 
T 

Zth = K R th 

i±f 

Il 

10-52 5
10

-42 5
10

-32 510,22 5
10

-,2 t
p 

(5) 

~~ 

*BOX20 

Il 
,1 

1 
j 

lb 
f? 
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NOTES 



NPN SILICON DARLINGTON 

DARLINGTON AU SILICIUM NPN 

APPLICATIONS 

- Power switching 
- Commutation de puissance 

- Hammer drillers 
- Commande de marteau d'imprimante 

- Series and shunt regulators 
- Régulateurs série et peraltèle 

- Audio amplifiers 
- Amplificateurs de son 

Maximum power dissipation and ISIB 
Dissipation de puissance maximale et de ISIB 

100% -------.-----,--,----, 

50~+_4-~~--_+--~55 

25 1--+-+-----+4----I-----i 

Plastic case 
BOÎtier plastique 

Weight 2 9 
Masse 

BOX 33-BOX 33A 
BOX33 B -BOX 33C 

VCEOsus 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 

h21E (4 A) 

h21E (3 A) 

Preliminary data 
Notice préliminaire 

1

45V BOX 33 
60V BOX 33 A 
80V BOX 33 B 
100VBOX 33 C 

10 A 

70W 

1,78 0C/W max 

750 min ~:~~ ~~ A 

750 i BOX 33 B 
m n BOX 33 C 

TO 220 AB See outline drawing CB 117 on last pages 
Voir dessin coté CB 117 dernières pages 

Ok--'--'-_---' __ ~ _ ____' 

o 50 100 150 Tcase(OC) 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier B' 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base IIoltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter IIoltage 
RBE =100 n 

Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter IIoltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter IIoltage 
VBE = - 1,5 V 

Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base IIoltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase ~ 25 oC Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

'6.THOMSON-CSF 
DMSION SEMICONDUCTEURS 

~ 

Tcase 25 oC 

BOX 33 

VCBO 45 

VCERsus 45 

VCEOsus 45 

VCEXsus 45 

VEBO 5 

IC 10 

lB 0,25 

Ptot 70 

tj 150 

Tstg 
- 65 
+ 150 

BOX 33 A 

60 

60 

60 

60 

5 

10 

0,25 

70 

150 

-65 
+ 150 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

BOX 33 B BOX 33 C 

80 100 V 

80 100 V 

80 100 V 

80 100 V 

5 5 V 

10 10 A 

0,25 0,25 A 

70 70 W 

150 150 oC 

- 65 -65 oC 
+ 150 + 150 

1978/06 1/5 
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BOX 33 - BOX 33 A - BOX 33 B - BOX 33 C 

STATIC CHARACTERISTICS 

CA RA CTtRISTIOUES STA TIOUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

2/5 
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Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 

'B = 
VCE = 
'B = 

20 V 
o 
20 V 
o 

T case = 1 00 oC 

VCE = 

'B 
30V 
o 

VCE = 30 V 

'B = 0 
Tcase = 100 oC 

VCE = 

'B = 

VCE = 

'B = 

40V 
o 
40 V 
o 

Tcase = 100 oC 

VCE = 

'B = 

VCE = 

'B = 

50 V 
o 
50V 
o 

Tcase = 100 oC 

VCB = 

'E = 

VCB = 

'E = 

45 V 
o 
45 V 
o 

Tcase = 100 oC 

VCB = 

'E = 

VCB = 

'E = 

60V 
o 
60 V 
o 

Tcase = 100 oC 

VCB = 

'E = 

VCB = 

'E = 

80 V 
o 
80 V 
o 

Tcase = 100 oC 

VCB = 

'E = 

VCB = 

'E = 

100 V 
o 
100 V 
o 

Tcase = 100 oC 

'CEO 

'CBO 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,5 

BOX 33 

10 

0,5 

BOX 33 A 

10 

mA 

0,5 

BOX 33 B 

10 

0,5 

BOX 33 C 

10 

BOX 33 

5 

BOX 33 A r---r---r---~ mA 

5 

BOX 33 B 

5 

BOX 33 C 

5 



BOX 33 - BOX 33 A - BOX 33 B - BOX 33 C 

STATIC CHARACTERISTICS (following) 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES (suite) 
Tcase 25 oC 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émet
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émet
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émet
teur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans
fert direct du courant 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émet
teur 

OC forward voltage 
Tension directe 

* Pulsed 
Impulsions 300 JJ.S 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VEB 
IC 

IC 
RBE 

VCE 
IC 

VCE 
IC 

VCE 
IC 

VCE 
le 

5V 
o 

= 0,1 A 
= 0 

0,1 A 
100n 

=_1,5V 
= 0,1 A 

3V 
4A 

3V 
3A 

3V 
4A 

3V 
3A 

4A 
0,008 A 

3A 
0,006 A 

8A 

li ..,; 1,8% 

IEBO 

VCEOsus * 

VCERsus* 

VCEXsus * 

VBE* 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

Ali types 
Tous types 

BOX 33 45 

10 mA 

BOX 33 A 60 
r-------~--~--~--~ V 

BOX 33 B 80 

BOX 33 C 100 

BOX 33 45 

BOX 33 A 60 

BOX 33 B 80 

BOX 33 C 100 

BOX 33 45 

BOX 33 A 60 

BOX 33 B 80 

BOX 33 C 100 

BOX 33 
BOX 33 A 

BOX 33 B 
BOX 33 C 

BOX 33 
BOX 33 A 

BOX 33 B 
BOX 33 C 

BOX 33 
BOX 33 A 

BOX 33 B 
BOX 33 C 

Ali types 
Tous types 

750 

750 

V 

V 

2,5 

V 

2,5 

2,5 

V 

2,5 

4 V 

3/5 
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BOX 33 - BOX 33 A - BOX 33 B - BOX 33 C 

STATIC CHARACTERISTICS (following) 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES (suite) 
Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 25 V 

Second brekdown collector current tp = 0,5 s 

Courant collecteur de second claquage VCE = 36 V 
tp = 0,5 s 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais) 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux) 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique ( jonction-boitier ) 

4/5 
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VCE 
IC 
f 

VCE 
IC 
f 

= 5V 

= 1 A 

= 1 kHz 

= 5V 

= 1 A 

= 1 MHz 

IS/B 

h21e 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

Ali types 
2,8 

Tous types 
A 

Ali types 
1 

Tous types 

Tcase 25 oC 

Ali types 
Tous types 

1000 

Ali types 
20 

Tous types 



4 

101 

4 

100 

10-1 

4 

~ 

~ 

10-2 

100 

~ 

BOX 33 - BOX 33 A - BOX 33 B - BOX 33 C 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

~ 
~ 

"'t'-,. 

~ , 
1\ 

1\ 
1\ , 

\ 

1\ 

OJ OJ OJ OJ 

0 0- 0 0 
X X X X 
w- tl- w w 
w w w 

T case 25 oC » OJ (') 

DC operation 
Régime continu 

j j 1 1 1 Il 

4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 4 5 6 78 101 
VCE (V) 
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PNP SILICON DARLINGTON 

DARLINGTON AU SILICIUM PNP 

APPLICATIONS 

- Power switching 
- Commutation de puissance 

- Hammer dri\ters 
- Commande de marteau d'imprimante 

- Series and shunt regulators 
- Régulateurs série et parallèle 

- Audio amplifiers 
- Amplificateurs de son 

Maximum power dissipation and ISIB 
Dissipation de puissance maximale et de IS/B 

VCEOsus 

IC 

Ptot 

Rth(j-e) 

BOX34 BOX 34A 
BOX34B BOX 34C 

Preliminary data 
Notice préliminaire 

\

-45V BOX34 
- 60 V BOX 34 A 
- 80 V BOX 34 B 
- 100 V BOX 34 C 

-10 A 

70W 

l,78 oC/W max 

h21 E ( - 4 A ) 750 min {BOX 34 
BOX 34 A 

( - 3 A) 750 min { BOX 34 B 
BOX 34 C 

100% ~~.----.----.----, Pla~t.ic case. TO 220 AB See outline drawing CB 117 on last pages 
BOltler plastique Voir dessin coté CB 111 dernières pages 

50 I-----t----''t+-----t-----i 55 

25 f----f--+-''r-+------I 

o L-__ -L ____ L-__ ~ __ ~ 

o 50 100 150 Tcase(OC) 

Weight 2 
Masse g 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

ABSOLUTE RATINGS ( L1MITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TI ON 
Tease 25 oC 

BOX 34 BOX 34 A 

Collector-base \toltage 
VCBO -45 - 60 

Tension collecteur-base 

Collector-emitter \toltage 
RBE = 100n VCERsus - 45 -60 

Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter \toltage 
VCEOsus -45 - 60 

Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter \toltage 
VBE = - 1,5 V VCEXsus -45 - 60 

Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base \toltage 
VEBO -5 -5 

Tension émetteur-base 

Collector current 
IC -10 -10 

Courant collecteur 

Base current 
lB - 0,25 -0,25 

Courant base 

Power dissipation Tcase ';;;;; 25 oC Ptot 70 70 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max tj 150 150 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Tstg 

- 65 -65 
Température de stockage max + 150 + 150 

~1HOMSON-CSF 
OMSION~ 

~ 

(Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

BOX 34 B BOX 34 C 

- 80 -100 V 

- 80 -100 V 

- 80 -100 V 

- 80 -100 V 

-5 -5 V 

-10 -10 A 

-0,25 - 0,25 A 

70 70 W 

150 150 oC 

-65 - 65 
oC 

+ 150 + 150 

1978/05 1/5 
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BOX 34 - BOX 34 A - BOX 34 B - BOX 34 C 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

2/5 
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Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -20V 
lB = 0 

VCE = -20V 
lB = 0 
Tcase = 100 0 C 

VCE = -30V 
lB = 0 

VCE = -30V 
lB = 0 
Tcase = 100 0 C 

VCE = -40V 
lB = 0 

VCE = -40V 
lB = 0 
Tcase = 100 0 C 

VCE = -50V 
lB = 0 

VCE = -50V 

lB = 0 

T case= 100 oC 

VCB = -45V 
lE = 0 

VCB = -45V 
lE = 0 
Tcase = 100 oC 

VCB = -60V 
lE = 0 

VCB = - 60 V 
lE = 0 
Tcase = 100 0 C 

VCB = -80V 
lE = 0 

VCB = -80V 
lE = 0 
Tcase= 100 oC 

VCB = -100V 
lE = 0 

VCB = -100V 
lE = 0 
Tcase= 100 oC 

BOX 34 

BOX 34 A 

ICEO 

BOX 34 B 

BOX 34 C 

BOX 34 

BOX 34 A 

ICBO 

BOX 34 B 

BOX 34 C 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

-0,5 

-10 

-0,5 

-10 

mA 

-0,5 

-10 

-0,5 

-10 

-1 

-5 

-1 

-5 

mA 

-1 

-5 

-1 

-5 



BOX 34 - BOX 34 A - BOX 34 B - BOX 34 C 

STATIC CHARACTERISTICS (following) 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES (suite) 
Tcase 25 oC 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter IIoltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter IIoltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter IIoltage 
Tension collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans
fert direct du courant 

Base-emitter IIoltage 
Tension base-émetteur 

Collector-emitter saturation IIoltage 
Tension de saturation collecteur
émetteur 

OC forward IIoltage 
Tension directe 

* Pulsed 
Impulsions 300 I-LS 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VEB = - 5 V 
IC = 0 

IC = -0,1A 
lB = 0 

IC = -0,1A 
RBE = 100 Q 

VBE = 1,5 V 
IC = - 0,1 A 

VCE = -3 V 
IC = - 4A 

VCE = - 3 V 
IC = - 3 A 

VCE = - 3 V 
IC = - 4A 

VCE = - 3 V 
le = - 3 A 

IC -- - 4 A 
lB = -0,008A 

le = - 3 A 
lB = - 0,006 A 

IF = 8A 

o .;;;; 1,8% 

VCEOsus * 

VCERsus * 

VCEXsus* 

VCEsat* 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

Ali types 
Tous types 

BOX 34 -45 

BOX 34 A -60 

BOX 34 B -80 

BOX 34 C -100 

BOX 34 -45 

BOX 34 A -60 

BOX 34 B -80 

BOX 34 C -100 

BOX 34 -45 

BOX 34 A -60 

BOX 34 B -80 

BOX 34 C -100 

BOX 34 
BOX 34 A 

BOX 34 B 
BOX 34 C 

BOX 34 
BOX 34A 

BOX 34 B 
BOX 34 e 

BOX 34 
BOX 34 A 

BOX 34 B 
BOX 34 e 

Ali types 
Tous types 

750 

750 

-10 

-2,5 

-2,5 

-2,5 

-2,5 

4 

mA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

3/5 

343 



BOX 34 - BOX 34 A - BOX 34 B - BOX 34 c 

STATIC CHARACTERISTICS (following) 

CARACTtRISTIQUES STA TIQUES (suite) 
Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -20V 
Second breakdown collector current tp = 0,5 s 
Courant collecteur de second claquage 

VCE = -33V 
t p = 0,5 s 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small sitnals ) 

CARACTtRISTlQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

VCE = 
IC = 

Farward current transfer ratio f = 
Rapport de transfert direct du 
courant VCE = 

IC 
f 

THERMf.L CHARACTERISTICS 

CA RA CTtRIS TIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique ( jonction-boitier ) 
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= 
= 

-5V 
-lA 
1 kHz 

-5V 
-lA 
1 MHz 

IS/8 

h21e 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

-3,5 
A 

-1 

1000 

20 

oC/W 



4 

101 

100 

4 

10-1 

4 

10-2 

100 

" 1'\. 

T case 25 oC 

OC operation 
Régime continu 

1 1 1 1111 
4 5 6 78 101 

BOX 34 - BOX 34 A - BOX 34 B - BOX 34 C 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

"-
r\.. ... 

\ 
l , 

1\ 

\ 
\ , 

" 
1\ 

\ 
~ 

OJ_ ~-Cl 
X_ ~-w 
.j>. .j>. 

:1>-

OJ OJ 
Cl Cl 
X X 
w w 
.j>. .j>. 

OJ (') 

4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 

VCE (V) 
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NPN SILICON DARLINGTON 

DARLINGTON AU SILICIUM NPN 

APPLICATIONS 

- Hammer drivers 
- Commande de marteau d'imprimante 

- Audio amplifiers 
- Amplificateursde son 

- Other medium power linear and switching applications 
- Autres applications en commutation et en linéaire de 

moyenne puissance 

BOX53 -BOX 53 A 
BOX53B-BOX 53C 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rthlj-cl 

h21E (3 A 1 

Preliminary data 

Notice préliminaire 

45 V BOX 53 

60 V BOX 53 A 

80 V BOX 53 B 

100 V BOX 53 C 

8A 

60W 

2,08 0 C/W 

750 min 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case TO 220 AB See outline drawing CB 117 on last pages 
Boitier plastique Voir dessin coté CB 117 dernières pages 

100",{, 

75 

50 

25 

o 
o 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

50 100 150 Tcase(OCI 

Weight 2 9 
Masse 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES 1 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D:U TI LISA TI ON 
Tcase 25 oC 

BOX 53 BOX 53 A 

Collector-base voltage 
VCBO 

Tension collecteur-base 
45 60 

Collector-emitter voltage 
VCEO 

Tension collecteur-émetteur 
45 60 

Emitter-base voltage 
VEBO 

Tension émetteur-base 
5 5 

Collector current 
IC 

Courant collecteur 
8 8 

Peak collector current 
ICM 

Courant de crête collecteur 
12 12 

Base current 
lB 0,2 0,2 

Courant base 

Power dissipation 
Ptot 

Dissipation de puissance 
60 60 

Junction temperature 
max tj 150 150 

Température de jonction 

Storage temperature min - 55 - 55 
Tstg Température de stockage max + 150 + 150 

B' E 

( Unless otherwise stated 1 

( Sauf indications contraires) 

BOX 53 B BOX 53 C 

80 100 V 

80 100 V 

5 5 V 

8 8 A 

12 12 A 

0,2 0,2 A 

60 60 W 

150 150 oC 

- 55 -55 
oC 

+ 150 + 150 

1978/051/3 
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BOX 53 - BOX 53 A - BOX 53 B - BOX 53 C 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collecteur-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur
émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans
fert direct du courant 

Parallel-diode forward voltage 

Tension directe de la diode en pa
rallèle 

* Pulsed 
Impulsions 

2/3 
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300 ps 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 22 V 
lB = 0 

VCE 
lB 

VCE 
lB 

VCE 
lB 

= 30V 
== 0 

== 40V 
= 0 

== 50 V 
== 0 

== 45 V 
= 0 

== 60V 

== 0 
== 80V 
== 0 

VCB == 100V 
lE == 0 

VEB == 5 V 
IC == 0 

IC 
lB 

IC 
lB 

IC 
lB 

== 100 mA 
== 0 

== 3A 
== 12mA 

== 3A 
== 12mA 

IC == 3A 
VCE = 3 V 

== 3A 

= BA 

fj ..;; 1,5% 

ICEO 

ICBO 

IEBO 

VCEOsus * 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

BOX 53 500 

BOX 53 A 500 

1--------~--~--4---~pA 

BOX 53 B 500 

BOX 53 C 500 

BOX 53 200 

BOX 53 A 200 

r-------~---r--~--~pA 

BOX 53 B 

BOX 53 C 

Ali types 
Tous types 

BOX 53 45 

BOX 53 A 60 

BOX 53 B 80 

BOX 53 C 100 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ail types 
Tous types 

1,8 

2,5 

200 

200 

2 mA 

V 

2 V 

2,5 V 

V 



THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique ( jonction-boitier ) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique ( jonction-am-
biante 

Tcase 25 oc 

Test conditions 
Conditions de mesure 

BOX 53 . BOX 53 A . BOX 53 B . BOX 53 C 

Rth(j-c) 

Rth(j-amb) 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

Ali types 
2,08 oC/W 

Tous types 

Ali types 
Tous types 

70 oC/W 
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PNP SILICON DARLINGTON 

DARLINGTON AU SILICIUM PNP 

APPLICATIONS 

- Hammer drivers 
- Commande de marteau d'imprimante 

- Audio amplifiers 
- Amplificateursde son 

- Other medium power linear and switching applications 

- Autres applications en commutation et en linéaire de 
moyenne puissance 

BOX 54-BOX54A 
BOX 54 B- BOX 54 C 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 

h21E (3 A) 

Preliminary data 

Notice préliminaire 

-45V BOX 54 

-60V BOX54A 

-80V BOX 54 B 

-100V BOX54C 

-8A 

60W 

2,08 oC/W 

750 min 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case TO 220 AB See outline drawing CB 117 on last pages 
Boitier plastique Voir dessin coté CB 117 dernières pages 

100% 

75 

50 

25 

o 
o 

\ 
'\ 

\ 
1\ 
\ 

50 100 150 T case(OC) 

Weight 2 
Masse 9 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

ABSOLUTE RATING ( L1MITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TI ON 
Tcase 25 oC 

BOX 54 BOX 54 A 

Collector-base voltage 
VCBO - 45 - 60 

Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
VCEO - 45 - 60 

Tension collecteu r-émetteu r 

Emitter-base voltage 
VEBO -5 -5 

Tension émetteur-base 

Collector current 

Courant collecteur 
IC -8 -8 

Peak collector current 

Courant de crête collecteur ICM - 12 -12 

Base current 

Courant base 
lB - 0,2 - 0,2 

Power dissipation 
Ptot 60 60 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Tj 150 150 

Température de jonction 
max 

Storage temperature min 
Tstg 

- 55 - 55 
Température de stockage max + 150 + 150 

~1HOMSON-CSF 
CWISIONSE'-'CONDUCTE~S 

~ 

B' CE 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

BOX 54 B BOX 54 C 

- 80 - 100 V 

- 80 -100 V 

-5 -5 V 

-8 -8 A 

- 12 - 12 A 

- 0,2 - 0,2 A 

60 60 W 

150 150 oC 

- 55 - 55 
oC/W + 150 + 150 

1978/05 1/3 
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BOX 54 - BOX 54 A - BOX 54 B - BOX 54 C 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACT~RISTIQUES STATIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur
émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

ParaI/el-diode forward voltage 
Tension directe de la diode en pa
rallèle 

* Pulsed 
Impulsions t p 300 J.1S 
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Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE 
lB 

VCE 
lB 

VCE 
lB 

VCB 
lE 

VCB 
lE 

IC 
lB 

IC 
lB 

IC 
VCE 

= -22V 
= 0 

-30V 
o 
-40V 
o 
-50V 
o 

-45 V 

o 
-60V 
o 
-SOV 
o 

= -100 V 
= 0 

-5V 
o 

= -100 mA 
= 0 

= -3A 
= -12 mA 

= -3A 
= -12mA 

= -3A 
= -3V 

= +3A 

= +SA 

o E;;1,5% 

ICBO 

IEBO 

( Unless àtherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

BOX 54 -500 

BOX 54 A -500 

I-----+-----i-----i--I J.1A 

BOX 54 B -500 

BOX 54 C -500 

BOX 54 -200 

BOX 54 A -200 

I-----+-----i-----i-----j J.1A 

BOX 54 B 

BOX 54 C 

Ali types 
Tous types 

BOX 54 -45 

BOX 54 A -60 

-200 

-200 

-2 mA 

VCEOsus * r-B-O-X-5-4-B--t---S-0-+--+--1 v 

BOX 54 C -100 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

Ali types 
Tous types 

-2 V 

-2,5 V 



THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique(jonction-boitier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-ambiante 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

BOX 54 - BOX 54 A - BOX 54 B - BOX 54 C 

Rth(j-c) 

Rth(j-amb) 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

Ali types 
2,08 oC/W 

Tous types 

Ali types 
Tous types 70 oC/W 
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PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTORS EPITAXIAL 

TRANSISTORS DARLINGTON SILICIUM PNP EpI TAXIE 

Comp. of BOX 63, BOX 63 A, BOX 63 B. 

BOX 62-BoX62 A 
BOX 62 B 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector·base voltage 
Tension collecteur·base 

Collector·emitter voltage 
Tension collecteur·émetteur 

Emitter·base voltage 
Tension émetteur·base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crête collecteur t p = 100 ms 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction max 

Storage temperature min 
Température de stockaqe max 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

tj 

tstg 

_ 60 V BOX 62 

-BOV BOX 62 A 
VCEO 

-100V BOX62B 

IC -BA 

Ptot 90 W 

Weight 144 
Masse ,g 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

B 

BDX 62 BDX 62 A BDX 62 B 

-60 -80 -100 

-60 -80 -100 

_5 -5 -5 

-8 -8 -8 

-12 -12 -12 

-150 -150 -150 

90 90 90 

200 200 200 

- 55 - 55 - 55 
+ 200 +200 + 200 

V 

V 

V 

A 

A 

mA 

W 

oC 

oC 

1979/031/3 
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BOX 62 - BOX.62 A - BOX 62 B 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTÉRISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-émetteur 

See note 1 - Voir note 1 

Collector-base eut off current 
Courant résiduel col/ecteur-base 

Collector-émitter eut-off current 
Courant résiduel col/ecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Forward voltage (pulse method) 
Chute de tension directe 

Tcase 25 oc 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =-0,1 A BOX 62 

lB = 0 BOX 62 A 
L = 25 mH BOX 62 B 

VCBO= - 60 V 

VCBO= -60 V BOX 62 
T case =150 oC 

VCBO=- 80 V 

VCBO=-80 V BOX 62 A 

T case = 150 oC 

VCBO =- 100 V 

~-100V BOX 62 B 

Tcase = 150 oC 

VCE =-30V BOX62 

VCE =-40 V BOX 62 A 

VCE = -50 V BOX 62 B 

VEB =-5V 
Ali types 
Tous types 

IC =-3A Ali types 
lB =-12mA Tous types 

VCE =-3V Ali types 

IC =-3A Tous types 

VCE =-3 V 

IC =- 0,5 A 

VCE =-3V Ali types 
IC =-3A Tous types 

VCE =-3V 

IC = -8A 

IF =3A 
Ali types 
Tous types 

• Pulsed 
Impulsions t p = 300 J.l-s {j ..;; 2% 

VCEOsu; 

ICBO 

ICEG 

IEBO 

VCEsat * 

VBE* 

h21E* 

VF 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

-60 
-80 V 
-100 

0,2 

-2 

-0,2 

-2 

mA 
-0,2 

-2 

-0,5 mA 

-5 mA 

-2 V 

_2,5 V 

1500 

1000 

750 

1,8 V 

Note 1 Collector - emitter voltage limited at VCEci = Vrated by anauxiliary clamping circuit 
Limitation de la tension VCEcl = Vspécifié par sytlme d'écrltage 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
Tcase 25 oC 

CARACTÉRISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Forward current transfer ratio 
cut off frequency 
Fréquence de coueure 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -3V 
Ali types 

IC = -3A 
f = 1 MHz Tous types 

VCE = 3V Ali types 

IC = 3A Tous types 

BDX62-BDX62A-BDX62B 

fT 

fh21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

7 MHz 

60 kHz 

oC/W 
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NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTORS EPITAXIAL 

TRANSISTORS DARLINGTON SILICIUM NPN ÉPITAXIÉ 

Compl. of BOX 62, BOX 62 A, BOX 62 B 

BOX63- BOX 63 A 
BDX63 B 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISOIRE 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crête collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockaqe max 

~THOMSON-CSF 
DMSICfII SEMICONDUCTEURS 

~ 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

tj 

tstg 

60 V BOX 63 

VCEO 
80 V BOX 63A 

100 V BOX 63B 

IC 8A 

Ptot 90 W 

Case TO 3 
Boitier 

Weight 144 
Masse ,g 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

BOX 63 BOX 63 A BOX 63B 

80 100 120 

60 80 100 

5 5 5 

8 8 8 

12 12 12 

150 150 150 

90 90 90 

200 200 200 

- 55 - 55 - 55 
+200 + 200 +200 

V 

V 

V 

A 

A 

mA 

W 

oC 

oC 

1979/031/3 
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BOX 63 - BOX 63 A - BOX 63 B 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-base eut off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Collector-émitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Forward voltage (pulse method) 
Chute de tension directe 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =0,1 A BOX 63 

lB =0 BOX 63 A 
L =25mH BOX 63 B 

VCBO=60 V 

VCBO=60V BOX63 
T case =150 oC 

VCBO=80 V 

VCBO=80V BOX 63 A 

T case = 150 oC 

VCBO= 100 V 

VCBO = 100 V BOX 63 B 

Tcase = 150 oC 

VCE =30 V BOX 63 

VCE =40 V BOX 63 A 

VCE =50V BOX 63 B 

VEB =5V 
Ali types 
Tous types 

IC =3A Ail types 

lB =12mA Tous types 

VCE =3V Ali types 

IC =3A Tous types 

VCE =3V 

IC =O,5A 

VCE =3V Ali types 

IC =3A Tous types 

VCE =3V 

IC =8A 

IF =3A 
Ali types 
Tous types 

* Pulsed 
Impulsions 300 JJ.S 8 .;;; 2 % 

2/3 

360 

VCEOsu; 

ICBO 

ICEO 

IEBO 

VCEsat * 

VBE* 

h21E* 

VF 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

60 
80 V 
100 

0,2 

2 

0,2 

2 

mA 
0,2 

2 

0,5 mA 

5 mA 

2 V 

2,5 V 

1500 

1000 

750 

1,8 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais) 
Tcase 25 oc 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Forward current transfer ratio 
cut off frequency 
Fréquence de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 3V 
Ali types 

lç = 3A 
Tous types 

f =1 MHz 

VCE = 3V Ali types 

IC = 3A Tous types 

BOX 63 - BOX 63 A - BOX 63 B 

fT 

fh21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

7 MHz 

60 kHz 

°C/w 
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PNP S\L\CON DARL\NGTON TRANSISTORS EPITAXIAL 

TRANSISTORS DARLINGTON SILICIUM PNP ÉPITAXIÉ 

Compl. of BOX 65, BOX 65 A, BOX 65 B 

PRELIMINARY OATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Case 
Boitier 

Weight 
Masse 

VCEO 

IC 

Ptot 

T03 

14,4 g 

BOX64-BOX 64A 
BOX 64B 

_60 V BOX 64 

-80 V BOX 64A 

-100 V BOX 64B 

_12 A 

117 W 

~ 
8 E 

Rl = 5 Kn 
R2 = 80 .Il Collector is connected to case 

Le collecteur est relié au boitier 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 

Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crête collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockaqe max 

~THOMSON-CSF 
DllJlSK)NSEMC()N(XJC~ 

~ 

BOX 64 

VCBO -60 

VCEO -60 

VEBO -5 

IC -12 

ICM -16 

lB - 200 

Ptot 117 

tj 200 

- 55 
tstg +200 

BOX 64 A BOX 64 B 

-80 -100 V 

-80 -100 V 

-5 -5 V 

-12 -12 A 

-16 -16 A 

_ 200 -200 mA 

117 117 W 

200 200 oC 

-55 - 55 oC 
+200 +200 

1979/031/3 
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BOX 64 - BOX 64 A - BOX 64 B 

STATIC CHARACTERISTICS 

CA RA CTfRIS TlOUES STA TIOUES 
Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =-0,1 A BOX 64 Collector-emitter breakdown voltage 
lB =0 BOX 64 A VCEOsu; Tension de claquage collecteur-émetteur 
L =25 mH BOX 64 B 

See note 1 - Voir note 1 

VCBO=- 60 V 

VCBO=- 60 V BOX 64 
T case =150 oC 

VCBO=- 80 V 

VCBO =- 80 V BOX 64A 

Collector-base eut off current 
Tcase = 150 oC 

Courant résiduel collecteur-base 
VCBO =-100 V 

VCBO =- 100 J BOX 64 B 

Tcase = 150 oC 

VCE =-30 V BOX 64 

Collector-émitter eut-off current VCE =-40V BOX 64 A 

Courant résiduel collecteur-émetteur VCE =-50 V BOX 64 B 

Emitter-base eut-off current 
VEB =-5 V 

Ali types 
Courant résiduel émetteur-base Tous types 

Collector-emitter saturation voltage IC =-5A Ali types 
Tension de saturation collecteur-émetteur lB =- 20 mA Tous types 

Base-emitter voltage VCE =-3 V Ail types 
Tension base-émetteur IC =-5A Tous types 

VCE =-3V 

IC =-lA 
Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert VCE =-3V Ali types 

IC =-5A Tous types 
direct du courant 

VCE =-3V 
IC = -12A 

Forward voltage (pulse method) 
IF = 5A 

Ali types 

Chute de tension directe Tous types 

* Pulsed 
Impulsions tp = 300 J.1S li .;;; 2 % 

ICBO 

ICEO 

IEBO 

VCEsat 

VBE* 

h21E* 

VF 

Note 1 Collector-emitter voltage limited at VCEci = Vrated by an auxiliary circuit 
Limitation de la tension VCEcI = Vspécifié par systeme d'écretage 
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* 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

-60 
-80 V 
-100 

0,4 

-3 

r°,4 

_3 

mA 
_0,4 

_3 

-1 mA 

-5 mA 

-2 V 

- 2,5 V 

1500 

--
1000 

750 

1,8 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
Tcase 25 oc 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Forward current transfer ratio 

cut off frequency 
E.!!quence de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction ta case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-3V 1 Ail types 
IC = -SA 
f = 1 MHz 1 

Tous types 

1 

VCE = 3 V Ali types 

IC = SA Tous types 

BOX 64 - BOX 64 A - BOX 64 B 

fT 

fh21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

7 MHz 

60 kHz 

oC/W 
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NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTORS EPITAXIAL 

TRANSISTORS DARLINGTON SILICIUM NPN EpI TAXIE 

Compl. of BOX 64, BOX 64 A , BOX 64 B 

PRELIMINARY DATA 

NOT/CE PRELIMINAIRE 

Weight 
Masse 

VCEO 

BDX65-BDX65A 
BDX65B 

60 V BOX 65 

80 V BOX 65 A 

100 V BOX 65 B 

IC 12 A 

Ptot 117 W 

14.4 g ~ 
B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOL UES D'UTI LISA TiaN 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crête collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockaqe max 

~THOMSON-CSF 
OMSIONSEMlCCNJUCTEURS 

~ 

BOX 65 

VCBO 80 

VCEO 60 

VEBO 5 

IC 12 

ICM 16 

lB 200 

Ptot 117 

tj 200 

tstg 
-55 

+200 

BOX 65A BOX 65 B 

100 120 V 

80 100 V 

5 5 V 

12 12 A 

16 16 A 

200 200 mA 

117 117 W 

200 200 oC 

- 55 -55 oc 
+200 +200 
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BOX 65 - BOX 65 A - BOX 65 B 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-base eut off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Collector-émitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

---~--~ ---------

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

----------- -----

Forward voltage (pulse methodl 
Chute de tension directe 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC =0,1 A BOX 65 
lB =0 BOX 65 A 
L =25mH BOX 65 B 

VCBO=60 V 

VCBO=60 V BOX 65 
T case =150 oc 

VCBO=80V 

VCBO =80 V BOX 65A 

T case = 150 oC 

VCBO = 100 V 

VCBO = 100 V BOX 65B 

Tcase = 150 oC 

VCE =30 V BOX 65 

VCE =40 V BOX 65 A 

VCE =50V BOX 65 B 

VEBO=5 V 
Ail types 
Tous types 

IC =5A Ali types 

lB =20mA Tous types 

VCE =3V Ail types 

IC =5A Tous types 

VCE =3V 

IC =lA 

VCE =3V Ali types 

IC =5A Tous types 

VCE =3V 

IC =lOA 

IF =5A 
Ali types 
Tous types 

• Pulsed 
Impulsions 300 J-I.S 5 .;;;; 2 % 
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VCEOsu; 

ICBO 

ICEO 

IEBO 

VCEsat * 

VBE* 

h21E* 

VF 

(Unless otherwise statedl 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

60 
80 V 
100 

0,4 

3 

0,4 

3 

mA 
0,4 

3 

1 mA 

5 mA 

2,5 V 

3 V 

1500 

1000 

1500 

1,8 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
Tcase 25 oC 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Forward current transfer ratio 
cut off frequency 
Fréquence de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction ta case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 3V 
Ali types 

IC = 5A 

f = 1MHz 
Tous types 

VCE = 3V Ali types 

IC = 5A Tous types 

BOX 65 - BOX 65 A - BOX 65 B 

fT 

fh21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

7 MHz 

60 kHz 

oC/W 
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NPN SILICON TRANSISTORS, OIFFUSEO MESA 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES 

- L F large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de 
puissance 

- High current fast switching 
Commutation rapide fort courant 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1 00% _~-r--.----r----' 

50~+-~--~-~--4 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage VCBO 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage VCEO Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage VEBO 
Tension émetteur-base 

Collector current IC 
Courant collecteur 

Base current lB 
Courant base 

Power dissipation t case= 25°C Ptot Dissipation de puissance 

Junctlon temperature max t j Température de jonction 

Storage temperature min tstg 
Température de stockage max 

il,; THOMSON· CSF 

DIVISION SE"'ICONOUCTEUFIS 
~y 

VCEO 

IC 
Ptot 

Rth(j-c) 

h21 E(2A) 

{60V 
90V 
140V 

6A 
87,5W 

2°C/W 

30-90 

*BDY23 ,180 T2 
*BDY24, 181 T2 
*BDY25,182T2 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

BDY 23 - 180 T2 
BOY 24 - 181 T2 
BDY 25 - 182 T2 

max 

modèle A 
modèle B fS-4S 

75 - 180 modèle C 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-T9 - dernières pages 

Weight : 14,4 9 
Masse 

BOY 23 
180T2 

60 

60 

10 

6 

3 

87,5 

200 

-65 
+200 

BOY 24 
181 T2 

100 

90 

10 

6 

3 

87,5 

200 

-65 
+ 200 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BOY 25 
182 T2 

200 

140 

10 

6 

3 

87,5 

200 

-65 
+200 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oc 
oC 

1979/021/9 
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*BDY 23, 180 T2, *BDY 24, 181 T2, *BDY 25, 182 T2 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de ClaqUaOB collecteur-base 

* Pulsed 
Impulsions 

2/9 
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tp = 300 ilS 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= 60 V 

lB =0 

VCE = 90 V ICEO 
lB =0 

VCE = 140 V 

lB =0 

VCE = 60 V 

V BE = 0 

VCE = 100 V ICES 
VBE = 0 

VCE = 180 V 

VBE = 0 

V EB = 10 V 
IEBO 

IC =0 

IC =50mA 
V(BRlCEO 

lB =0 

IC =3mA 
V(BRlCBO 

lE =0 

BOY 23 

BOY 24 

BOY 25 

BOY 23 
180 T2 

-----_._--

BOY 24 
181 T2 

BOY 25 
182 T2 

BOY 23 
180 T2 

* BOY 24 
181 T2 

BOY 25 
182 T2 

BOY 23 
180 T2 

* BOY 24 
181 T2 

BOY 25 
182 T2 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

0,5 mA 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

60 V 

90 V 

140 V 

60 V 

100 V 

200 V 



*SOY 23, 180 T2, *SOY 24, 181 T2, *SOY 25,182 T2 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Test conditiçms 
Conditions de mesure 

VCE = 4 V 

IC =1A 

VcE =4V 

IC =2A 

IC =2A 

lB = 0,25 A 

IC =2A 

lB = 0,25 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

(fig. 1) 

Turn-off time 
Temps total de coupure 

(fig. 1) 

* Pulsed 
Impu/.<ions 

2Yo 

VCE = 15 V 

IC = O,5A 
f = 10 MHz 

IC =5A 

lB =1A 

IC =5A 
IB1 =1A 
IB2 =-1A 

h21E * 

VCEsat * 

VBEsat * 

fT 

t d + tr 

ts + tf 

Min. 

A 

B 

C 

A 15 

B 30 

C 75 

BOY 23 
180 T2 

BOY 24 
181 T2 

BOY 25 
182 T2 

BOY 23 
180 T2 

BOY 24 
181 T2 

BOY 25 
182 T2 

10 

Ali types 
Tous types 

A 

8 

C 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

55 

65 

90 

20 45 
45 90 

82 100 

1 V 

0,6 V 

0,6 V 

2 V 

1,2 V 

1,2 V 

MHz 

1 ilS 

2 

3,5 

6 

3/9 

373 



*SOY 23, 180 T2, *SOY 24, 181 T2, *SOY 25,182 T2 

TH E RMAL CHA RACTE R ISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Rth(j-c) 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

4/9 
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IC 
(A) 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

r 

"-

" 

t case = 25°C 
OC 
Continu 
Pulsed _____ 

En impulsions 

2 5 10 20 

"1300 ilS , ; 
"- , 

1\ !JI 1 

~ \"Ô~ 31 
<ft i , \~ \ 

1 

~ 
1 

\ 1 
\ 1 

~ , , 
1 

\\l 
H 

\'J 
,~ 

BOY 23 
BOY 24 
BOY 25 

50 100 200 

Min. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

2 °C/W 



*SOY 23, 180 T2, *SOY 24,181 T2, *SOY 25, 182 T2 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS 
CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

Generator 
Générateur 
Repetition frequency ';;;500 Hz 
Fréquence de répétition 

I B1 =lA 

Vl1 \ .;;; 20 ns fi 

10,us 

Il 

Figure 1 

O,lIlF 

Osci Iloscope 
Oscilloscope 
Z ;;;. Mn 
C = 20 pF 
tr .;;; 20 ns 
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*BOY 23, 180 T2, *BDY 24, 1 *BOY 25, 182 T2 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/9 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 C collecteur-émetteur 

(A) 180 T2 - BOY 23 
classe B 

41---+--+-+----:::;r-': 

3 1---+-H'+-:';lII"""F---t 

2 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 

(A) 182 T2 - BOY 25 
classe B 

2 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 C collecteur-émetteur 

(A) 181 T2 - BOY 24 
cl(lsse B 

4 t--+--+--+---!:::.oo~, 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 
(V) IC -200 mA 

t case = 25°C 

200 B~Y 5 
....... , 

....... 
1"-

"'- ---
175 

150 

125 

100 BOY 24 

75 

50 



*BDY 23,180 T2, *BDY 24, 181 T2, *BDY 25, 182 T2 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR GURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h courant en fonction du courant collecteur 
21E 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

/V 
/ 

V 
l/~ ./ 

~ l/ V 
~ ~i;j..o 

V 
1-"'" 

t case = 25°C 
V CE = 4 V 

v~1\ 
! 

~ 

~~ 

, 
" \ 

~ \\ 
~~ 

"'~ 

4 6 S 

IC(mA) 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 

lB ;::'~Ç~;~rbase en fonction de la tension base-

(mA)s 

6 

4 

4 

4 

I-V CE 

o 

4V -' 
1 

, 
-' 

~~.L~- t---- f--
Il ()<:5 

JJI/( //" 
",vi .... vfl>c,(l, 

7 
11/ 

IJ 

I{j 

J 
/1 r. 
': 

l' 
Il 

0,4 0,8 1,2 1,6 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h courant en fonction du courant collecteur 
21E 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

IC tcase = 100°C 

V .... VCE =4 V 

~ 

V \ 
1 

V B 1\ J1T t\ 
Il V A \ \\ J / / 

,.. 1\ 

1/ l/~ V/ \~ 

~ ~V 
, 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

, 

IC base-émetteur 

~o~~t 
(mA)s VCE =4 V 

4 û ':1' ~ 
o l'~ :-('2-

A /;% ~o 
"1", ') oV 
.. !/j ~ 
Il' /; 

:J ~ 

f 
.. c; 

IWI 
4 

Il'/ 
s , 

1 
1 ; 

4 

u: 
0,4 0,8 1,2 
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*BOY 23, 180 T2, *BOY 24,181 T2, *BOY 25,182 T2 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sat fonction du courant collecteur 
(V!. 

1,0 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

~=10 
lB 1 J. J 
t case = 25°C 

BDY 23 --

1 

Il 

/ 
/ 

V 'l-q-
~ ~~/( .., -tff 

4 6 El 

IC(mA) 

~OLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE sat fonction du courant collecteur 
(V) 

1,0 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

IC 1-

-=10 

lB .• L 
t case = 25°C 

BD'(.2~ -V 
_1"""' 

...... 
,,'" 

/ 
/.L 

Vk('l-0 
~-I.'):r---

<Q<:) 

4 68 

IC(mA) 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V CE sat fonction du courant collecteur V BE sa fonction du courant collecteur t 
(V) IC 

-=10 
lB 
tcase = 100°C 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 
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~ (QQ 

L-!::: 

J 

JI 
/14r-
~-
~1 

<Q<:) 

l 
4 68 

IC(mA) 

(V) IC 
-=10 
lB 
tcase = 100°C 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

V 
Il 
'; 

li/V 

~~~ 
~ ..J.:-?o~<;' 1-0.-

'QQ'{ 

4 68 2 
103 4 68 

IC(mA) 



*BOY 23,180 T2, *BOY 24, 181 T2, *BOY 25,182 T2 

TYPICAL C'HARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 

f courant collecteur 
(MHz) 

17,5 

15 

12,5 

10 

7,5 

5 

2,5 

o 

K 

10-2 

V CE = 15 V 

----r-r-.., 
.... r-., 

o 2 4 6 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résIstance thermique en 
régime d'impulsions 

~ ~~ 
_1--' 1--";;': ~~ 

.... 1-1-.... r- ~V ~~ 
V ..... 

~V ~I--" V~ ~~ ./ 
~I,;' V V 

"V l/V li 
j 

V V 
V V o =.1: li T 

V 
Zth = K R th 

li -Rr-
10-52 5

10
-42 5

10
-3 2 5

10
-2 2 5

10
-12 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C22b tension collecteur-base 

(pF) 

"" "" " '1'-. 

'" " " ~. 

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

" 

(l'~) courant collecteur 

8 VCE = 30 V, t = 10 l'S 

'1 l' 
C = 5 -f.= 10-

IB1 1
82 l'"" t'..... -.... r--

-- t s 

4 
t (on) 

V v'" 

1'-~ V ~ .. tf 

f""..... .-" 

0,51 2 3 4 5 6 
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES 

- LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- High current fast switching 
Commutation rapide fort courant 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1 00% _~-.---r---'-----' 

75 

50 

25 

50 100 150 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

--

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max_ 
Température da jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

~ THOMSON· CSF 

DIVISION SEMICONDUCTEURS 

~. 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

le 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

VCEO 

IC 
Ptot 

Rth(j-c) 

h21 E(2 A) 

{ 

*BOY 26,183 T2 
*BOY 27 ,184 T2 * BOY 28 , 185 T2 

180 V 
200 V 
250 V 

6A 

87,5W 

2°C/W 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

BDY 26,183 T2 
BOY 27 , 184 T2 
BDY 28,185 T2 

{ 15 - 45 
30 -90 
75 - 180 

max_ 

modèles A 
modèles B 
modèles C 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-T9 dernières pages 

Weight: 14,4 9 
Masse 

1 

BOY 26 
183 T2 

300 

180 

10 

6 

3 

87,5 

200 

-65 
+200 

Bottom view 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

BOY 27 
184 T2 

400 

200 

10 

6 

3 

87,5 

200 

-65 
+200 

(Unless othen'Jise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BDY 28 
185 T2 

500 
1 

1 V 

250 -rv 
l, 

10 
! 

V 

6 A 

3 A 

87,5 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 Oc 

1979/02 1/9 
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*BOY 26,183 T2, *BOY 27,184 T2, *BOY 28, 185 T2 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emjtter cut-off current 
Courant résieuel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emittcr breakdown voltage 
Tension de claquüge collecti:ur-émetteur 

Collector-b3se breakdown voltage 
Tensio(l de claQu-J'f' calh'ctrJur-basoJ 

---"- ----_ .. _------_. 
*" Pulsed 

"71pulsions 

2/9 
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2% 

1 

t = 25° C case 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =180V 

lB =0 

VCE =200 V ICEO 
lB =0 

VCE =250 V 

lB =0 

VBE =250 V 

VBE=O 

VCE =300 V ICES 
VBE=O 

VCE =400 V 

VBE=O 

V EB = 10 V 
IEBO 

IC =0 

IC = 50mA 
V(BR)CEO 

lB =0 

IC = 3mA 
V(BRlCBO 

lE =0 

BOY 26 

BOY 27 

BOY 28 

BOY 26 

183 T2 

BOY 27 

184 T2 

BOY 28 
185 T2 

BOY 26 
183T2 
BOY 27 

* 
184T2 
BOY 28 A 
185 T2 A 
BOY 28 B 
185 T2 B 
BOY 28 C 
185 T2 C 

BOY 26 
183T2 

* BOY 27 1 
184 T2 

BOY 28 
185T2 

Min_ 

180 

200 

250 

250 

220 

300 

400 

500 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires! 

Typ_ Max_ 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

1 

V 

V 

V 

V 



*BOY 26,183 T2, *BOY 27, 184 T2, *BOY 28,185 T2 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACT E R13TiQUES ST A TIQUES 
-------

Static forwêrd current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

1 

1 

t = 25° C 
case 

Test conditions 
Conditions dt! mesure 

VCE = 4 V 
1 

IC =lA 1 

1 

V CE= 4 V 

1 

'C =2A 

1 

le =2A 

lB = 0,25 A 

IC =2A 

lB = 0,25 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalt signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pOUf petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

(fig. 1) 

Turn-off time 
Temps torat de coupure 

Ifii 1) 

* Pubed 
Impulsions 

2% 

VCE = 15 V 

IC = O,SA 
f = 10 MHz 

le =5A 

lB =lA 

IC =5A 

'Bl =lA 

'82 =-lA 

h21E * 

VCEsat * 

VBEsat * 

fT 

td + tr 

t s + tf 

Min. 

A 

B 

C 

A 15 

B 30 

C 75 

1 

BOY 26 
183 T2 

BOY 27 
184 T2 

BOY 28 
185 T2 

BOY 26 
183 T2 

BOY 27 
184 T2 

BOY 28 
185 T2 

10 

Ali types 
Tous types 

A 

B 

C 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contri'iresl 

Typ. Max. 

55 

65 

90 

20 45 
45 90 

82 100 

0,6 V 

0,6 V 

0,6 V 

1,2 V 

1,2 V 

1,2 V 

MHz 

1 JJ.s 

2 

3,5 JJ.s 

6 

3/9 
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*BOY 26, 183 T2, *BOY 27,184 T2, *BOY 28, 185 T2 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistanœ thermique (jonction-boitier) 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

5 
7 ...... ~ ... , :,~ _7~~;~~s 

~ ~?J$ ~~QjSr~\~ , "-
"'- \ ~ \ i 1 .......... "'$ r ..... \.,. \ r. ! 

"- \ \ \ \ n 1 
2 

~' ~, \ \ \' , 
\ \ \1 1 

r-... \ \ \ , 1 

,~ \ \ 
r\. '- \ , 1 

'. -\ \ 
\ \ \ 

0,5 

\. \\ \ 

\\ '. \ 

\ " 1 tcase = 25 oC ~ 
Continuous 

~ 

0,2 

0,1 
Continu 

Pulsed ----1- Impulsions 0,05 

0,02 BOY 26-41 

BOY 27- f-
BOY 28-

0,01 
I--t 

10 20 50 100 200 

4/9 
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(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

2 °C/W 



SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

Generator 
Générateur 

Repetition frequency .;;;; 500 Hz 
Fréquence de répétition 

10 J1s 

11 
0,1 J1F 

*BDY 26,183 T2,*BDY 27,184 T2,*BDY 28,185 T2 

Figure 1 

0,1 J1F 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

5/9 
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*BOY 26,183 T2, *BOY 27, 184 T2, *BOY 28, 185 T2 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/9 

386 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 

IC collecteur-émetteur 

(A) 

4 I----t-----; 

2 t---r-"-7'f'---+---

OL-__ ~ ____ ~ ____ ~ __ ~ ____ ~ 
o 2 3 4 VCE(V) 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-émetteur en fonction de Iii 

V CE résistance base-émetteur 

(V) 1 III. tcase - 25°C 

BOY 28 
500 

1 Il 1\ 
BOY 27 ~ 
1 Il ~ \ 

BOY 26 \ i\ 

"'" \ ~"""Iooo. \ 
" 1'--..... 

400 

300 

200 

100 

o 
2525252525 

100 10 1 102 103 104 105 R(n) 

IC 
(mA) 

160 

120 

80 

40 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 
collecteur-émetteur 

~ BOY 26 
BOY 27 

1 

BOY 28 -3t ~ 

-2,5 mA 

~ 

2ml 

1,5JA 

1 

1 mA 

500IlA 

1 
o 20 40 60 

150 

100 

50 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

f--

1/ 
L 

~ 

"'~~~ 
U ,.,Il> 

.. ,,'li 

~ oV 

~ 
1 ./1-':> F 
'b"Il>~ 

1 
'-Ci 

~ 

Il 
/~ 

'O'00C 

tcase:;'~~ 
/ 

/" 

4 68 
10-1 

Il BOY 26 
A V CE = 2 V 

"' \ 
\ 
\ 

B 

'" ~ 
\' 

C ~ 
f-r--

'" 



*BOY 26, 183 T2, *BOY 27, 184 T2, *BOY 28,185 T2 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

80 

60 

40 

20 

o 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

BOY 26 A,27 A,28 A ! ICi 
BOY 26 B,27 B,28 B 
BOY 26 C,27 C,28 C 

V "" VCE =4V 
~ tcase = 25

Q
C -~ t---~-

1 \ 
1( B 

~~ 1\ 
V / lAI \\ 

f---
V / k"'~ ~ ~ 1 

V)I' /' 1\ 
IlL ~V ~ 

V 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Couran t base en fonction de la tension base
émetteur 

lB 
(mA ) VCE =4 VII v v O:;-c H B0Y26 --+ L-BOY 27 () 

BOY 28 II: l' 
Il ,-c,'lt<!' 

r---- .11/ 
_L 
Il , 

J~ 
il , , 

[/ J 
1 

l ' 
4 

1 1 
0,5 1,5 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

1 . 
C 

(mA) 

4 

4 

4 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

VCE =4 V J ICi 
t case = 100"C 

VI- ~ 
/BOY 26 A,27 A,28 A 

iBOY 26 B,27 B ,28 B/ \ BOY 26 C,27 C ,28 C 

~ 

/ B \ Hi " V 'A' 
, 

V / ./ V ~ \1\ 
V V/V I\l\ Il/ ~ 

~ 
~V V 

4 68 
IC{mA) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-émetteur 

VCE -4 V 

LL BOY 26 
BOY 27 

l, ~ BOY 28 
8() A 

'li 1; 

,l, , 
... l " 

Il I.fl 
l!J 

1 1~ 
1 )J 

0,4 0,8 1,2 
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*BDY 26, 183 T2, *BDY 27, 184 T2, *BDY 28, 185 T2 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/9 

388 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

VBEsat 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

BOY 26 
BOY 27 
BOY 28 

f--
tcase==,2S~ 

~ f-l~ 
r--- =="oO"C 

r- tiSj Il 1 

Il 

.f- = 10 
B 

~ 
il 

Il 
) 

~~ 

4 68 2 

103 
4 68 

'C(mAI 

C22b 
(pF) 

6 

4 

2 

8 

6 

4 

2 

10 1 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

BOY 26 
BOY 27 
BOY 28 

~ 
"-

'1"-

~ 
........ 

r" 

1"--" 
't'-

VCEsat 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

a 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

BOY 26 
BOY 27 
BOY 28 

-

~=10 
'B 

1 
1/ 

J 

/11 
(fC J ) 

~~c "c7>~ :'),~t 
I .... "'li 1 

4 6 8 

'C(mA) 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

BOY 26 VCE = 15 V 

BOY 27 
BOY 28 

15 

-t-- r-. l''---t-.. 

"" 
la 

5 

5 6 



*BDY 26,183 T2,*BDY 27,184 T2,*BDY 28,185 T2 

K ~ iilF""' 
1 1 1 ...- .... ~ ".. 

~~==O.5_ 
/~~ 

4 

l 1. ./ "',1 ? ~ ~I /' 1// 

~ V '0'" V -'b~~ i rr V 
ù =~ 1;(;:,1 T 

-V Zth = K R th 

1 tU-10-2 

10-52 5
10

-42 5
10

-32 5
10

-2 2 5
10

-12 tplsecl 

9/9 
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES 

- LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- High current fast switching 
Commutation rapide fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1 00 %,_~-.--.-----.---, 

75 f-t--+"r'",,"+--

50 f--t---!--

50 100 

30 % 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max. 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Température de stockage max. 

~ THOMSON -CSF 

DIVISION SEM1CONDUCtEuRS 

~. 

VCEO 
{ 60 V 

120 V 

IC 15 A 

Ptot 117 W 

Rth(j-c) 1,5°C/W 

* BOY 55 
* BOY 56 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

BOY 55 
BOY 56 

max. 

h21E (4 A) 20 - 70 

fT 10 MHz min. 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-t9 derniéres pages 

Weight : 14,4 9 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 
Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

BOY 55 BOY 56 

100 

60 

7 

15 

7 

117 

200 

-65 
+200 

150 

120 

7 

15 

7 

117 

200 

-65 
+200 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

1979/021/7 
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*BDY 55, *BDY 56 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecœur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rllsiduel collecteur-émetœur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

392 

8';;;;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 30 V 

lB =0 

VCE = 60 V 

lB =0 

VCE = 100 V 
V BE = -1,5 V 

VCE = 100 V 

VBE =-1,5V 

tcase = 150°C 

VCE = 150 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 150 V 

V BE = -1,5 V 

t case = 150°C 

V EB = 7 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

VCE =4 V 

IC =4A 

VCE = 4 V 

IC =10A 

IC =4A 

lB =0,4 A 

IC =10A 

lB =3,3 A 

VCE =4 V 

IC =4A 

Min. 

BOY 55 

ICEO 

BOY 56 

BOY 55 

ICEX 

BOY 56 

BOY 55 IEBO BOY 56 

VCEO(sus)* 
BOY 55 60 

BOY 56 120 

20 

h21E * 
10 

VCEsat * 

VBE * 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,7 mA 

0,5 mA 

5 mA 

30 mA 

3 mA 

30 mA 

5 
mA 

3 

V 

70 

1,1 V 

2,5 V 

1,8 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalt signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Turn-off time 
Temps total de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-bOÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE =4 V 

le =1A 
f = 10 MHz 

le =5A 

IB1 =1A 

le =5A 
IB1 =1A 
IB2 =-1A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Generator 
Générateur 

Repetition frequency .;;; 500 Hz 
Fréquence répétition 

e=811F 

n 50n 
10 ilS 

tr .;;; 20 ns 

0,11lF 

fT 

t d + tr 

ts + tf 

IB1 abd IB2 mesured with Tektronix probe P 6021 and Amplifier type 134 
'SI et 'S2 sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et Amplificateur type 134 

Min. 

10 

*BDY 55, *BDY 56 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,5 IJ.S 

2 ilS 

1,5 °e/w 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z >1 Mn 
e = 20 pF 
\ .;;; 20 ns 

Vee +50 V 

3/7 
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BDY 55, BDY 56 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

,t-++--1-+-+-++~l-ii--I-l-li-!-t-H+--t---t---Hf---+-H+H 

1 1 

,1 

1 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

,1 
,1 

Il 

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Le contrÔle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Pulsed test: 

4/7 
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Contrôla cyclique: 

10 000 cycles 
"on": 2 minutes (0 + 48 W) 
"off": 1 minute (48 + 0 wr 
tcase = 100"Cmax 

6tcase = 85°C max 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURflENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courllnt collecteur en fonction de la tension 

1 collt'Jcteur-émetteur 
C 

(A) 

4 

~ 
~ ~-,'2-0 li'P-

JI ~-
V ft V 

3 

/ 6\ mi 

lr 40 mA 

f 1 1 r 1 - 20 mA 
~ - 1 1 

1 
o 
o 

1 1 

2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) 

150 
.......... 

125 
......., 

BOY 56 

100 

1'\. 

1\ 
\ 

75 

" BOY 55 

50 

IC 
(A) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

*BDY 55, *BDY 56 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

~ - 1--1""" 

1 

b m~ 
~ 

1 

16 mA 

1 

4ml 

1 

lB = 2 mA 

o 
o 

1 

10 20 30 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

h21 E .----;--,--,--;-.----;---r-r-r.--~--r-T""l 

60 ~4-~_+~-+-_+~++-+_~~H 

4 68 
10- 1 4 6 ~OO 2 4 6 IC (A) 
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*BDY 55, *BDY 56 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/7 
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lB 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonçtion de la tension base
émetteur 

(mA ) V
CE 

= 4 V ..,,;r 
1 

r#/ L 1 

4 V 
I~ ~ .. d'Y d'V -V v:,r~,(J r--

/ 
'I.c,'I>",0 

IV 
1/ 

JI 
A 

Il 
1 

1 
o 0,5 1,5 V

BE 
(V) 

COLLECTOR-EM ITTE R SATU RA TI ON VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CEsa:onction du courant collecteur 

(V) 

~=10 1 lB 

1,6 

L 
V 

/ 1 

1,2 

V '1 
0,8 

/ V 
V V / 

,OOoC .,V ~ 
>--tC'3se~ ..io"" 1.'60C - f--
~ ~el"" 1 

0,4 

4 6 IC (A) 

IC 
(A ) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-émetteur 

VCE =4VHov .A'" ./ 
~'),"5/ qv_ -
~ ~-:/ 

,-c,'li /'" 'l.c,'3",0 

V J 
4 

Jf 
1 
Il 

4 
~ 1 

J 
V 10-1 

0,4 0,8 1,2 1,6 2 V
BE 

(V) 

V BEsat 
(V) 

2 

1,6 

1,2 

0,8 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

~=10 
lB 

1 

V 
1 

1/ / 
IV 

JI 
A~ -'-qJ; / tcase ~ 

T QQoC 

----r--;::e l' 1 1 

1 

/ 

0,4 
10-1 4 

6 IC (A) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

C22b 
(oF) 

4 

4 

8 

6 

4 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

'i'.. 

""r-... 
~~ 
~ 

'" " 4 4 6 VCB(V) 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

..... r---..., t' 
r--- 5 

IL 
t ,/ 
-~ 

..... tf 
-1-

~='O 
f- lB 

V
CC

=30 V 

1 1 l 

BDY 56 

4 8 12 16 le (A) 

) 

13 

12 

11 

10 

9 

K 

4 

10-2 

*BDY 55, *BDY 56 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 4 V 

/' ~ ~ 
V 1\ 

\ 

~ 
\ 

\ 

4 4 
6 IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résIstance thermique en 
régime d'impulsions 

.... ~" 
...... ~ ~~ ~ 

-- _1-'" .... ~~ 
..... " ~ .... 1/ .... ~ V 
~ 1 

..... ~ " V 
/./ 

V ,,-
=~ 0 

T 

Zth = K Rth 

iû 
10-52 5

10
-42 510-3 2 5

10
-2 2 5

10
-,2 tp(sec) 
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NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES 

LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de 
puissance 

High current fast switching 
Commutation rapide fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 
100% -----,---,----,-----, 

7 5 1----'--+-"r~1-

50 '---+--+-

50 100 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

:Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase= 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON - CS, 

DIVISION SEMICONDUCTEURS 

~. 

VCBO 

VCEO 

VESO 

IC 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

VCEO 

IC 
Ptot 

Rth(j-c) 

h21E(10 A) 

fT 

{ 80V 
125 V 

25A 

175W 

l°C/W 

20 - 60 

10MHz 

BOY 57 
BOY 58 

BOY 57 
BOY 58 

max 

min 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté C8-19 dernières pages 

Weight : 14,4g 
Masse 

BOY 57 

120 

80 

10 

25 

6 

175 

200 

-65 

+ 200 

Bottom view 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BOY 58 

160 

125 

10 

25 

6 

175 

200 

-65 

+ 200 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

OC 

OC 
oC 

1979/021/8 
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BOY 57, BOY 58 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-bese 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 80 V 
RBE = 10 n 
t case= 10QoC 

ICBO 

ICER 

... _------_._----

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

0,5 mA 

10 mA 

-_._-----~----

0,25 0,5 mA 

-----+-----t- -._-.-- ---'-

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

IC = 100 mA 

lB =0 
VCEO(sus) * 

V(BR)CBO* 

- --.- -----..• -- .... -1----

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage' 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

400 

tp = 300l1s [) .;;; 2% 

----------

IC = 10A 

lB = 1 A 

IC = 10A 

lB = 1 A 

VCEsai 

BOY 57 80 
V 

BOY 58 125 

f- -- -r----

BOY 57 120 
BOY 58 160 V 

10 V 

20 60 V 

15 V 

10 V 

0,5 1,4 V 

1,4 2 v 



BOY 57, BOY 58 

OYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Turn-off time 
Temps total de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

t " on.1 1. 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE = 15 V 

le =1A 

f = 10 MHz 

le =15A 

lB = 1,5A 

le =15A 

IB1 = 1,5A 

IB2 =-1,5A 

Re - RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 J.LS 

Form factor < 1 % 
Rise and pulse time < 50 ns 

R C - R 8 : résistances non inductives 

tp : ~::~~::7:,~:on ~~0;S 
Temps de montée et descente <SO ns 

Min. Typ. Max. 

fT 7 MHz 

td + tr 0,25 1 /-lS 

t s + tf 1 2 J.LS 

1---::-

IB1 and IB2 mesured with Tektronix probe P 6021 and 
Amplifier type 134 
' 81 et ' 82 sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et 
Amplificateur type 134 

3/8 
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BOY 57, BOY 58 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

IC 
(A) 

50 

"'0 
~--I--
"-I--~ ~~,-a ·v .. ~~ 
~ ~.vo,~ ~l , ... ,~ 

il' ~,I 
(0 1~}'';:'iI' 1 ',~oS' ~, 

20 

10 
r .. 

"- 1\ 
\1 

5 
, , • \ 1 

r\ \ , \ 
\~ 

tcase = 25°C 1\ 1 
1 

Continuous === 
+--1 A 1\ 1 

Continu 
+--54 V 

2 

Pulsed 0,5 ----Impulsions 

1 

0,2 
\ 

BOY 57-+ 

BOY 58-r--0,1 

2 5 10 20 50 100 200 500VCE (V) 

fHERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE 

Mounting silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insurance against thermal fatigue. 

Le montage de la pastille sur un support en molybdène limite 
les contraintes mécaniques et confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Pulsed test: 

4/8 
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Contrôle cycfique : 

10000 cycles 
"on": 2 minutes (0" 70 W) 
"off": 1 minute (70" C W) 
tcase = 125°C max 
Lltcase = 110°C max 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
(A) 

8 

6 

4 

2 

o 

IC 
(mA) 

160 

120 

80 

40 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

1 
,.,.~A 

/ 
V- I 

...-- 2r
mA 

f/ V 

r/"'~ 2r mA 

~ 
...-- 'yOmA 

1 

V 'r mA 

1 

V lB 50 mi 

1 

1 

o 2 3 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

d5ml 

V
J V 

BOY 58 

c--
~ :~ V VI J 
t-- +-'" V Il --
~ V ) , J -- 3m~ V 

V IJ 
) 

J,5 m~ l...--' 
VIj 

r-
2ml 

V ) 
-" 

r-- J l, ~V Il _',5 mA 

, m~ V V 
C) 1--

500/-LA L..-V Vi,' 
.- ,<ô 

o 40 80 120 

IC 
(mA) 

200 

160 

120 

80 

40 

o 

80 

60 

40 

20 

BOY 57, BOY 58 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

BOY 57 

,.--~I ~ ~ 1-- V' ~ 1-- 1 
3,5 m - l-I-- J/ i,...- l---

l ~,/ il J 
f--f-3~~ P VI -

2, m 
__ 1--'" fi 

V 
/ J 2mA 

c-JJ ,/ V \ 
f--

V \ P-" c--1 ml f-- --- J \ 
f-- 5~10 /-LÀ 

T 1 lB 01\ 

o 20 40 60 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

VCE =4 V 

lov 
C)<:5 

f----f-x"""" 1'\ t/ 
~1 f\ 

1/ r).<o0C l' f-- ~ ~ ~ 

~ Il '~ " T .1 a,ooC ~[ ~:-- L-. -Vs~ "" ~\ 
~ 

.-
4 68 

IC(A) 
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BOY 57, BOY 58 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

6/B 

404 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de /a 
résistance base-émetteur (va/eur minimum) 

--

.... ~ 
~ 

\ 
r\ 

\ 
~ 

~ 1'-- r--

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de /a 
résistance base-émetteur (va/eur minimum) 

-r- ............ 
"-

" \ 
........... 

t case = 25°C 

IC =200 mA 

t case = 25°C 

IC = 200 mA 

--

--



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4 

V CEsa t 
(V) 

3 

2 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension hase
émetteur 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

~ 1\ J 

IC 
_=10 

lB 

f----~~~1 
~~I 

1 

--1---

J - -

/ ~ov 
" 

~ 
- // ---

,,/ 
,/ 

",.'" ~~ 1 

-~ ...-- ( 

BOY 57, BOY 58 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 C base-émetteur 

(A) 

100 

8 I----+It---

VBEsat 
(V) 

3 

2 

n 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

...l 
lB 

1--- ------ ---

--1-- 1-- 6 J ;j 
--~ ~ 

I-~ 
1--- --

~%v 
- .-

-~ 
~ i-""' ... <.'l>"e 

.-.---p- J 0--__ 

= 10 
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BOY 57, BOY 58 

8/8 

406 

K 

10-2 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteuide réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 

(.,..-t::::,.~ 

t:: 0 10
1
5 ~ ""~ 

r-W-J. 1,..00 ~~ 

~ 
j...-o' V~ V 

.... \ V _b""OV 1/ 

=LP~ / 
-.//'/ 

o =~ <oL T 

1 Zth = K Rth 

-Rf-
10-52 5

10
-42 5

10
-32 5

10
-22 5

10
-,2 tp(sec) 

2 

1,5 

0,5 

o 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

1\ 
\ 

\ 
\ 

i\ 
\ 

1\ 
'~ 

" 
f"... t s 

~ 1--
tf - t -~ --r- on 

o 5 10 15 

1---

IC (A) 



NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES 

- LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- Switching application 
Application en commutation 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 '1< 

l'~ 
1 

~ 1 
1 

75 

1 '" 1 

50 

25 

1 

1 

50 

~ 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collectBur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max 
Tempérarure de jonction 

Storage temperature min 
Tem""aturtJ de stockage max 

"

THOMSON - CS, 

DIVISION SEMICONDUCTEURS 

~. 

{
55 V 

120 V 

4A 

25 W 

* BOY 78 * BOY 79 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

BOY 78 
BOY 79 

Rth(j-c) 7°C/W max. 

h21 E(0,5 A) 25 - 100 
fT 8 MHz min. 

Cac;e TO-66 - See outline drawing CB-72 on last pages 
Bolt:~- Voir dessin coté CB-72 dernières pages 

Weight : 6,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 

lB 

Ptot 

tj 

t5tg 

BOY 78 

90 

55 

90 

7 

4 

2 

25 

200 

-65 

+200 

Bottom view 
Vue de dessous 

E o 
B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

BOY 79 

150 V 

120 V 

150 V 

7 V 

4 A 

2 A 

25 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

73 - 11 1/6 

407 



*BOY 78, *BOY 79 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

------

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Colleetor-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
-iirect du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

408 

1 

1 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 90 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 90 V 

VBE = -1,5 V 

tease = 150°C 

V CE = 150 V 

VBE =-l,5V 

VCE = 150 V 

V BE = -1,5 V 

t ease = 150° C 

VEB = 7 V 

IC =0 

IC = 100 mA 

lB =0 

IC = 1 mA 

lE =0 

VCE = 4 V 

IC =O,5A 

VCE = 4 V 

IC =3A 

IC =0,5A 

lB =0,05 A 

IC =3A 

lB =lA 

VCE =4 V 

IC =O,5A 

Min. 

1 
BOY 78 

1 

1 

ICEX 

i 

1 

BOY 79 

IEBO 

* BOY 78 55 
V(BR)CEO BOY 79 120 

* BOY 78 90 
V(BR)CBO BOY 79 150 

25 

h21E * 
5 

VCEsat * 

VBE * 

(Unless otherwise stated) 
ISauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

100 

1 V 

3 V 

2 V 



OYNAMIC CHARACTERISTICS (for large signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour grands signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 

1 

Résistance thermique (jonction-bOÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC = 0,2 A 

Rth(j-c) 

SAFE OPERATING AREA 

6 

4 

2 

le 
(A) 

0,6 

0,4 

0,2 

01 

AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

l' '\ \ 1\ 1\ ~I'\~ 1 -,-\ .->\0 1 

\ ~\.-> <{, ~~I\?~'~ 1 
1\ \~ \~~~ N 

\ ~-\II' i \, \ 1 1 
, \ 1 1 

'" \ l ~ ..l 
~ ...l 

1\. 1 
_ tcase = 25°e \ 1 
_ Continuous --- \. l' 

Continu 

-Pulsee! ----- l Impulsions \ 

i 
~I 

BOY78-
BOY 79 

1 1 1 1111 III 

*BOY 78, *BOY 79 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

8 MHz 

7 °C/W 

2 4 6 10 20 40 60 100 200 400 V CE (V) 

3/6 
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*BOY 78, *BOY 79 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

4/6 

410 

IC 
(A) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

1/ 
~~ 

, 1 

Iv r--T'3mA 

V~ 1 

2,S m[A 
V 
V,.- 2 mA 

1 

1/ r-- 1,S mA 

1 

/ 
1 m[A 

qs mA 

1 1 

o 
o 4 

1 

8 12 

V
CE 

(V) 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur (valeur minimum) 

t~ase = 2SoC 
r--.... IC = 100 mA 

'\ 1 Il 
l'~ ~DY ~91 

r--.... 

" 1\ 
III.. 
~ BDY 78 

l 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

IC 
(A ) 

~ 1-"'" 

1,4 
~ ~ 

~ 
./ 
~ '2.s :;! ,-... L 

/ ~ V "........ ~ 20
1 

mA 
." ::.--t--

~ ~ V ~ r-
1sImA V -

I.~ V r' f..-I-"" 
! V 

~~ V 
10 mA f-::: 

~ l-r--

~l/ 
V" 

,[ 

y~ 
lB = S mA 1--

V 

1,2 

0,8 

0,4 

o 
o 2 3 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h
21 

E courant en fonction du courant collecteur 

VCE = 4 V 

80 

v V ....... '" 1---<# 
1\ I/j.{ L -r-.. 

r-~ \ ,-,,'Ii ov 

~ *~ 
~ 

... c7>." 
\ l\ 
~ 

60 

40 

20 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

lB 
(mA) 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

VCE 
4V 

~v ,-(,'1;.,/' od'(,'-f--
'\ -f----r--

-:/ 

lIY ,-(,'1;4 

/ 
~ 

1 

1 1 
1 ,/ 

Il 
J 

1 
0,6 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE sa/onction du courant collecteur 

(V) 
!.c = 10 
lB 

1,6 

) 

Il 
./ 

.., 1,2 

t-- == 25°C .J' ~~ 
pZ~ r;j:)0C -,;-' 

tcase 

0,8 

0,4 

4 4 

IC 
(A ) 

6 

4 

8 

4 

*BOY 78, *BOY 79 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-émetteur 

VCE = 4 V 

ï' 
1 tc 'l.f:J 

~ 

~ -,;- ,0 

'-ca"e 

/~ r' 
/1 

J 

/ / 

J 
1/ 1/ 

/ 10-1 

0,5 

1 
0,7 0,9 1,1 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tensiof) de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sat (nncrion du courant collecteur 

(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

-t-

~= 10 
lB 
1 

7 
7 
7) 

1// 
cf;fC /V 

~ ,-(,a<;e'" (;)0(, 
~'): 

l ,-caf 

4 6 IC (A) 
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-BOY 78, -BOY 79 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/6 

412 

4 

K 

8 

4 

2 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la . 
tension collecteur-base 

~ ............ 
r--

l'~ 

............... 
1"'-.. 

4 4 6 V
CB 

(VI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 
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NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASE 
TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASE 

Compl. of BOY 82 - BOY 83 

- LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

- Switching 
Commutation 

VCEO 

IC 
Ptot 

Rth (j-cl 

h21E (0,5 Al 
fT 

{35V 
50V 
4A 

36W 

3,5 o C/W 

40 - 240 

1 MHz 

BOY 80 
BOY 81 

BOY 80 
BOY 81 

max. 

typo 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

Plastic case TO-220 AB - See outline drawing CB-117 on last pages 
BOÎtier plastique Voir dessin coté C8-tt7 dernières pages 

p 
tot 

(w) 

30 

20 

10 

o 

-~ 

1 1\ 1 

1 \ 
1 r\ 
1 

\ 1 

1 

50 100 150 t (OC) 
11\11- case 

Weight: 2 g. 
Masse 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

t case = 25° C 

BOY 80 

Collector-base voltage VCBO 40 Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage VCEO 35 Tension collectBur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V VCEX 40 Tension collectBur-émettBur 

Emitter-base voltage VEBO 10 Tension émetteur-base 

Collector current 
'C 4 Courant collecteur 

Base current lB 2 Courent base 

Power dissipation Ptot 36 Dissipation de puissance 

Junction temperature max. t j 150 Température dfI jonction 

Storage tetnperatu re min. t stg 
-55 

Température dfI stockage max . +175 

.. THO" __ C"F 

T~· 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

BOY 81 

60 

50 

60 

10 

4 

2 

36 

150 

-55 

+175 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC 

oC 

74 -9 1/4 
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BOY 80, BOY 81 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter cut·off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Collector·base cut·off current 
Courant résiduel collecteur·base 

Emitter·base cut·off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector·base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·base 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Villeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Base-emitter voltage 
Ttm8ion basHnHlttsur 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 

414 

fi ~ 2.% 

t case = 25° C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= 20 V 

lB = 0 

VCB = 20 V 

lE =0 

VEB= 5 V 

IC =0 

IC = 10mA 

lE = 0 

IC = 100 mA 

lB =0 

lE =10mA 

IC =0 

IC = O,5A 

VCE = 5 V 

IC = 1 A 

VCE = 5 V 

IC = 2,514 

VCE = 5 V 

IC = 0,5 A 

VCE = 5 V 

IC =lA 

lB = 0,05 A 

IC =3A 

lB = 0,3 A 

ICEO 

ICBO 

IEBO 

BOY 80 
V(BRICBO 

BOY 81 

* 
BOY 80 

VCEO(susl 
BOY81 

V(BRIEBO 

A 

B 

C 

h21E * 
BOY 80 

BOYS1 

VBE * 

BOY 80 

VCEsat * 
BOY 81 

Min. 

40 

60 

35 

50 

10 

40 

70 

120 

20 

10 

(Unless otherwise statec;ll 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

10 mA 

0,2 mA 

0,1 mA 

V 

V 

V 

V 

V 

80 

140 

240 

55 

25 

0,68 0,9 V 

0,2 1 V 

0,6 1,5 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boitier) 

Test condition! 
Conditions de mesure 

VCB = 10 V 
f = 1 MHz 

VCE =10V 

lE =0,5 A 

f =1 MHz 

t case = 250 C 

C22b 

fT 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

Min. 

BOY BO, BOY 81 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Typ. Max. 

250 pF 

1 MHz 

3,5 "C!W 

IC 
(A) tcase=25 oc 

4 

2 

0,5 

r Continuous (-) 
Continu 

0,2 

0,1 

2 5 

f'~ 

~ 
~\ 

10 20 

~ 

"-

35 50 VCE (V) 

3/4 
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BOY 80, BOY 81 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

V
BEsa 
(V) 

t 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

4/4 

416 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

~=10 
lB 

J 
V 

V 
I-'~ 

~~ 

-~ 1-""'" 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

VCE =5 V 

-
L 

/10-' 1\ 
V \ 

~ 

1\ 
Î\ , 

VCEsat 
(V) 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

fT 
(MHz) 

6 

5 

4 

3 

2 

o 

COLLECTOR-EMITTE R SATURATION VOL TAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

~=10 
lB 

J 

1/ 
V 

10-''''' 
........ ~ 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

V CE = 10V 

1--1--
~ 1 

~ r----"t-.. 
l' 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFlISED MESA 

TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPL E DIFFUSt 

High voltage transistors with integrated damper 
diode, primarly intended for use in horizontal 
deflexion output stage of black and white TV re
ceivers fitted with 1100 picture tube. 

Transistors rapides haute tension avec diode 
damper intégrée, particulièrement destinés aux 
étaqes de sortie de balayage horizontal des télévi
seurs noir et blanc 11(JO. 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 %.....-......-...--~--r----, 

Case 
Boitier 

T03 

r---------, 

VCEX 

IC 

BU 1040 
BU 1090 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

400 V BU 104 D 

330 V BU 109 D 

7A BU 104 D 

10 A BU 109 D 

Ptot (T case 25 OC) 85W 

Rth(j-c) 2 0 C/W 

tf (5 A) ..;; 0,8 JJ.s 

See outline drawing CB 19 on last pages 
Voir dessin coté CB 19 dernières pages 

1 C 

50f---+--

25~-+--;--~~~ 

OL-_L-_~_~~~ 
50 100 150 T case(OC) 

L _________ J 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

----------------------------------------
ABSOLUTE RATINGS (lIMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-emitter voltage 
VCEO Tension collecteur-émetteur 

Collector·emitter voltage 
VBE = - 5 V VCEX Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
VEBO Tension émetteur·base 

------
Collector current 

IC Courant collecteur 

Peak collector current 
tp = 1 ms ICM Courant crlte collecteur 

Base current lB 
Courant base 

Mean forward diode current 
10 Courant moyen de la diode 

Repetitive peak forward diode current 
tp = 100 JJ.S IFRM Courant de pointe répétitif 

Power dissipation 
Tcase 25 oC Ptot Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

max Tj 

Storage temperature min 
Tstg Température de stockage max 

BU 1040 BU 109 D 

150 120 V 

400 330 V 

7 7 V 

7 10 A 

15 15 A 

3 3 A 

3,5 5 A 

10 10 A 

85 85 W 

200 200 oC 

- 55 - 55 
oC 

+200 +200 

1977/5 l/a 

417 



BU 104 D - BU 109 D 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel coffecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation coffecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Diode forward voltage 
Tension directe de la diode 

·pulsed 
t = 300 ilS 1) .;;;; 2 % 

·impulsions p 

2/8 

418 

T case = 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lB = 0 Ali types 

VCE = 250 V Tous types 

VBE = -5V 
BU 104 D 

VCE = 400 V 

VBE = -5V 

VCE = 330 V 
BU 109 D 

IC = 0 Ali types 

VEB = 5 V Tous types 

VCE = 150V 
BU 104 D 

lB = 0 

VCE = 120 V 

lB = 0 
BU 109 D 

VCE = 2,5 V 
BU 104 D 

IC = 7A 

VCE = 2V 
BU 109 D 

IC = 7A 

IC = 7A 

lB = 1 A 
BU 104 D 

IC = 7A 

lB = 1 A 
BU 109 DI 

IC = 7A Ali types 

lB = 1 A Tous types 

IC = 5A 

IC = 7A 

ICBO 

ICEX 

IEBO 

ICEO 

h21E* 

VCEsat 

VBEsat* 

VF 

(Unless otherwise stated) 

ISauf indications contraires) 

min typ max 

0,5 mA 

1 

mA 

1 

100 mA 

1 

mA 

1 

7 

7 

2,5 

V 

2 

2 V 

2 
V 

2,4 



BU 104 D - BU 109 D 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais) 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Fall time 
Temps de décroissance 

Figure 1 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 
transistor 

Juction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 
diode 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =10V 

IC = 0,5A 
f = 10 MHz 

IC =5A 

IBl =lA 
VBE2=-3V 

BU 104 D 
BU 109 D 

Diode 

Maximum junction temperature calculation under operating conditions 

Tj max = Tcase + 6. Til + 6. Tj2 

min typ max 

fT 10 MHz 

tf 0,8 J.ls 

Rth(j-c) 1 2 oC/W 

Rth(j-c) 2 8 oC/W 

6. Til : rise temperature due to transistor mode operating. 6.Til is calculated knowing the transistor power dissipation 

and Rth(j-c) 1= 2 °C/W 

6. Tj2 : rise temperature due to diode mode operation. 6. Tj2 is calculated knowing the diode power dissipation 

and Rth(j-c) 2 = 8 oC/W 

Détermination de la température maximale de jonction atteinte en fonctionnement 

Tj max = Tcase + 6. TjT + 6. Tj2 

6. TjT : élévation de température due au fonctionnement en transistor. 6. TiT se calcule à partir de la puissance 
dissipée en fonctionnement transistor avec Rth(j-c) T = 2 oC/W 

6. Tj2 : élévation de température due au fonctionnement en diode. 6. Tj2 se calcule à partir de la puissance 
dissipée en fonctionnement diode avec Rth(j-c) 2 = 8 oC/W 

3/8 
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BU 1040 - BU 109 0 

FIGURE 1 

COLLECTOR CURRENT FALL TI~~E TEST CIRCUIT 
CIRCUiT DE MESURE DU TEMPS DE DÉCROISSANCE 

Adjust for IBl = 1 A 
Ajuster pour 181 = 1 A 

130pH + 24 V 
.----------------.~~~~r_~~~_o 

TUT 0,1 pF 

Adjust for ICM = 5 A 
Ajuster pour ICM = 5 A 

4,7 pF 

lL---l----~ 
Adjust for VBE eut-off _ 3 V 

+ 24 V Ajuster pour VBE blocage 

DRIVER TRANSFORMER 

Ferrite core L TT FN 1034 
Area 7 x 7 mm2, air gap 0,4 mm, ratio n = 7,7/1 

Primary 200 turns 28/100 (4 layers of 16 mm) 
Secondary 26 turns 55/100. One layer within the two 

sections of primary 
R primary 4 H - R secondary 75 mn 
Leakage inductance referred to secondary 0,8 pH 
Iif necessary, add an external coil to obtain 0,8 pH). 

4/8 

420 

IB~ lA 
------ ---0 

1 64 ps 
f.-

TRANSFORMATEUR DRIVER 

Novau ferrite L TT FN 1034 

Section 7 x 7 mm? entrefer 0,4 mm, rapport n 7.7/1 

Primaire: 200 tours 28/100 en 4 couches de 16 mm 

Secondaire: 26 tours 55/100. Une couche entre les deux 
moitiés du primaire. 
R primaire 4 n - R secondaire 75 mn 
Inductance de fuite ramenée au secondaire 0,8 pH 
(Si besoin est, ajouter une self extérieure'pour avoir 0,8 pH). 



VBEsat 
(V) 

1,5 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en fonc
tion du courant collecteur 

BU 104 D 

le/ IB=5 

1 

!/ 
,/ 

~ 
fi 

./ 
v,' 

,:>oC V V 
1--- 'r 

~CI '" 
9':> 

li ca;er 1 
, 

~ .... 
0,5 

10-1 
6 8 

100 6 IdA) 

VBEsat 
(V) 

1,5 

BASE-EMITTE R SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en fonc
tion du courant collecteur 

BU 109 D 

le / lB = 5 
--- ----1--1-

1 
--- -- -- -- ---

f 
1 

IV 
'; 

V 
./ 

_1- 7.':> oC .........-::'" 

bfca~;;-n '" 
j __ '" 9':> oC 

-1-- ica.-,e 1 
L,.-' -1 0,5 

10-1 
6 8 

100 
6 8 

le(A) 

BU 1040 - BU 1090 

VeEsa 
(V) 

t 

1,5 

0,5 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL
TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

BU 104 D 

le/ IB=5 1 
1 
1 , 
, 

:/ 
;1 
Il 

..1 
1.1 
L 

9':> oC .L" 

\Ca.-,e ,:>oC r-r-i-.± \ a.-,e 7. .1 
1 c 

10-1 
6 8

100 6 le(A) 

VeEsat 
(V) 

0,5 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL
TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

BU 1090 

le / lB = 5 

1 

, 
.L 

1 V 
'1 

ov/ Il 
0)<':> >-

Ob 1 Ov 
..<.,.v~ "'<.:>-

~Ob_ 

:/ 1"'"" "<,,,vi 
r-r-

-
o 
10-1 

4 4 6 8 

le(A) 
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BU 1040 - BU 109 D 

If 

RELATIVE VARIATION OF tf TlME VERSUS 
JUNCTION TEMPERATURE 
Variation relative du temps tfen fonction de 'a 
temperature 

If (25 OC) 

6/8 
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2 

1 

v 
y 

/ 
V 

// 
l/ 

o 20 60 80 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE 
DERATING FACTOR UNOER PULSES 
CONDITIONS 
Facteur de réduction de /a résistance thermi
que en régime d'impulsions 

2 - - -"J1SL-
10-2 10-1 100 101 102 103 tp (ms) 

8 

6 

4 

2 

o 

~~OR~tS ~~~~-;..~~ CVUORLRTtN;EI DROP V F 

Chute de tension directe V F de /a 'Jode en fonc
tion du courant direct / F 

IBU 104 0 BU 109 D 

,~ 
j 

Tcase 25 OC 
, 

I-J.-

1 ifil/ 
1-1-gir-

l l' 
() 1 I~~CJ_ 0 

~/~ 
J.-J.-J.-

,~ 

1-- 17:; '+ 
E! 

---,-
1 

, 
I--f-f--- '-- 1- -- --

/J/ 
li! 

~.çv 

2 



h21E 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
V,1/ellr statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

BU 104 D BU 109 D 
VCE = 5V 

,- ..... " , 
" 

, 
oV \ 

1 ~ ,- - \ 

I..,~ V ,'\. ' 
~ p-~~ '" f------, f-- OV \ 
~ ~",0 ..,~ 

\ r.L--c ,,",v'b 
J \ 

/ 1\ 
V " 

~ 

lB 
(mAp 

102 

BU 104 0 ~ BU 1090 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

BU 104 D BU 109 D 
VCE = 5 V V 

// .. 
V ..... v.: ..... 

vV' 
OV f7 

t-t-r~ ,,",v'b: OV 
1-1-t----~ ~-

;' .$' 
1 ~v'b 

t-t-V 

10-1 
6 8 

100 
6 8 

IC(A) 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 VBE(V) 

VBE 
(V) 

1,5 

0,5 

BASE-EMITTE R VOL l AGE VE RSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Terision base-érr'9tteur en fonction du 
COurant collacteur 

BU 104 D BU 109 D 
VCE = 5 V 

A 
./ 
VI 

'2.'I>0C ~v 

~ L. 

9'I>°C ~~ ..... 

f--1" C3o;e

j 
-

1.0 - -,--

6 8
100 

4 

-" 
/ 

1 

11/ 
1 

~'j 
1/ 

6 lelA) 

7/8 
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BU 104 D - BU 109 D 

4 

101 BU 1090 

BU 1040 

4 

100 

4 

10-1 

10-2 

100 

8/8 
78 

424 

'" 

4 5 6 78 
101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

, ~ , , , , ? 

?O-1-....... "' ... 

"' 
:? ... 

"-

" , 
"\. \ 

\ " 1 \ 

\ , , 
\ \ 

, 
\ 

1\ 
\ 

~ 

4 5 6 78 

T case 25 oC 

OC operation 
Régime continu 

____ Pulsed operation 

Régime impulsionnel 

1 

60 
~T~'" 
~ .... 

, , 
1 

, 
1 , . , , 

r 

. \ , 
\ 

\ 
\ 
\ , 

~ \ 
\ 

\ , 
lx-, 

CC 

~~ --:::>:::> mm 

4 5 6 7 
102 

VCE (V) 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

High voltage transistors with integrated damper 
diode, primarly intended for use in horizontal 
deflexion output stage of black and white TV re
ceivers fitted with 1100 picture tube. 

VCEX 

IC 

BU 1040P 
BU 109 OP 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

400 V BU 104 OP 
330 V BU 109 OP 

7A BU 104 OP 
10 A BU 109 OP 

Transistors rapides haute tension avec diode 
damper intégrée, particulièrement destinés aux 
étaqes de sortie de balayage horizontal des télévi
seurs noir et blanc 1100. 

Ptot (T case 25 OC) 50W 

Rthlj-c) 2,5 0 C/W 

tf 1 5 A) ..;; 0,8 ilS 

Dissipation and IS/S derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB Case TO 220 AB See outline drawing CB 117 on last pages 

Boitier Voir dessin coté CB 117 dernières pages 
100 % r--.r-,----r----,----, 

75 f---~---'~ 

50 f----+--". 

25 1---+---+""""--1---; 

o L.....-L----,..L..::--...lI,-:-__=_-' 
50 100 150 TcaselOC) 

r---------, 
1 C 

1 

'-'-'--_---L.._~. E 
L _________ ..J 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 
BU 104 OP 

Collector-emitter voltage 
VCEO 150 Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 5 V VCEX 400 Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
VEBO 7 Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur IC 7 

Peak collector current 
tp = 1 ms Courant crête collecteur ICM 15 

Base current lB 3 
Courant base 

Mean forward diode current 
10 3,5 Courant moyen de la diode 

Repetitive peak forward diode current 
tp = 100 ilS IFRM 10 Courant de pointe répétitif 

Power dissipation 
Tcase 25 oC Ptot 50 Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Tj 150 Température de jonction 

Storage temperature min 
Tstg 

- 55 
Température de stockage + 150 max 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

BU 109 OP 

120 V 

330 V 

7 V 

10 A 

15 A 

3 A 

5 A 

10 A 

50 W 

150 oC 

- 55 
+ 150 

oC 

1976/52 1/8 
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BU 104 OP - BU 109 OP 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Diode forward voltage 
Tension directe de la diode 

·pulsed 

.impulsions t p 

2/8 

426 

300J,Ls Ô ~2% 

T case = 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lB = 0 Ali types 

VCE = 250 V Tous types 

VBE = -5V 
BU 104 OP 

VCE = 400 V 

VBE = - 5 V 
VCE = 330 V 

BU 109 OP 

IC = 0 Ali types 
VEB = 5 V Tous types 

VCE = 150V 
BU 104 OP 

lB = 0 

VCE = 120V 

lB = 0 
BU 109 OP 

VCE = 2,5 V 
BU 104 OP 

IC = 7A 

VCE = 2V 
BU 109 OP 

IC = 7A 

IC = 7A 

lB = 1 A 
BU 104 OP 

IC = 7A 

lB = 1A 
BU 109 OP 

le = 7A Ali types 
lB = 1A Tous types 

IC = 5A 

IC = 7A 

ICBO 

ICEX 

IEBO 

ICEO 

h21E* 

VCEsat 

VBEsat* 

VF* 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,5 mA 

1 

mA 

1 

100 mA 

1 

mA 

1 

7 

7 

2,5 

V 

2 

2 V 

2 
V 

2,4 



BU 104 OP - BU 109 OP 

OYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais) 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Fall time 
Temps de décroissance 

Figure 1 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 
transistor 

Juction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 
diode 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE =10V 

le = 0,5A 
f = 10 MHz 

le =5A 

IBl =lA 

VBE2 = - 3 V 

BU 104 OP 
BU 109 OP 

Diode 

Maximum junction temperature calculation under operating conditions 

Tj max = T case + b, Til + b, Tj2 

min typ max 

fT 10 MHz 

tf 0,8 ilS 

Rth(j-c) 1 2,5 oe/w 

Rth(j-c) 2 9 oe/w 

b, Tjl : rise temperature due to transistor mode operating. 6Til is calculated knowing the transistor power dissipation 

and Rth(j-c) 1= 2,5 oC/W. 

b, Tj2 : rise temperature due to diode mode operation. b, Tj2 is calculated knowing the diode power dissipation 

and Rth(j-c) 2 = 6 oe/w 

Détermination de la température maximale de jonction atteinte en fonctionnement 

Tj max = Tcase + b, Tj1 + b, Tj2 

b, Tj1 : élévation de température due au fonctionnement en transistor. b, Tj1 se calcule à partir de la puissance 
dissipée en fonctionnement transistor avec Rth(j-c) 1 = 2,5 0 C;w. 

b, Tj2: élévation de température due au fonctionnement en diode. b, Tj2 se calcule à partir de la puissance 
dissipée en fonctionnement diode avec Rth(j-c) 2 = 6 oC!W. 

3/8 
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BU 104 OP - BU 109 OP 

Adjust for IBl = 1 A 
Ajuster pour 181 = 1 A 

FIGURE 1 

COLLECTOR CURRENT FALL Tll'ilE TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DÉCROISSANCE 

130 H 

TUT 0,1 J.lF 

+ 24 V 

Adjust for leM = 5 A 
Ajuster pour 1 CM = 5 A 

4,7 J.lF 

l~~ Adjust for VBE cut-off _ 3 V 
+ 24 V Ajuster pour VBE blocage 

During the test, the device should be moun
ted on a copper heatsink 

Pour la mesure, le transistor doit être monté 
sur un radiateur en cuivre 

50 x 50 x 4 

DRIVER TRANSFORMER 

Ferrite core L TT FN 1034 
Area 7 x 7 mm2, air gap 0,4 mm, ratio n = 7,7/1 

Primary 200 turns 28/100 (4 layers of 16 mm) 
Secondary 26 turns 55/100. One layer within the two 

sections of primary 
R primary 4 n - R secondary ]5 mn 
Leakage inductance referred to secondary 0,8 I1H 
(If necessary, add an external coil to obtain 0,8 I1H). 
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IB~ lA 
------. ---0 

1 6411s 
f.-

TRANSFORMA TEUR DRIVER 

Noyau ferrite L TT FN 1034 
Section 7 x 7 mm2, entrefer 0,4 mm, rapport n 7,7/1 

Primaire: 200 tours 28/100 en 4 couches de 16 mm 
Secondaire: 26 tours 55/100. Une couche entre les deux 
moitiés du primaire. 
R primaire 4 n - R secondaire 75 mn 
Inductance de fuite ramenée au secondaire 0,8 I1H 
(Si besoin est, ajouter une self extérieure pour avoir 0,8 J.lH). 
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BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
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Tension de saturation base-émetteur en fonc
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BU 104 OP - BU 109 OP 

h21E 

90 

BQ 
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50 

40 
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTC'R CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

BU 104 OP.BU 109 OP 
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BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 
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VBE 
(V) 

1,5 

0,5 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
couranr collecteur 
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tf 

RELATIVE VARIATION OF tf TIME VERSUS 
JUNCTION TEMPERATURE 
Vllfiation relative du temps tf en fonction de la 
tflmPllrarure 

tf (25 oC) 
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE 
DERATING FACTOR UNDER PULSES 
CONDITIONS 
Facteur de rllduction de la rllsistance thermi
que en rtlgime d'impulsions 
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BU 104 OP - BU 109 OP 
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SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 
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--- DC operation 
Régime continu 
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Régime impulsionnel 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

High voltage transistors, primarly intended for 
use in horizontal deflexion output stage of 
black and white TV receivers fitted with 1100 

picture tube 

Transistors rapides haute tension particulière
ment destinés aux étages de sortie de balayage 
horizontal des téléviseurs noir et blanc 1100 

Maximum power dissipation and IS/8 
Dissipation de puissance maximale et de IS/B 

100% 

VCEX 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 

tf 

BU 104 P 
BU 109 P 

PRELlr.~INARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

400 V BU 104 P 
330 V BU 109 P 

7A BU 104 P 
10 A BU 109 P 

50W 

2,5 0 C/W 

.;;; 1 ilS 

Case TO 220 See outline drawing on last pages 
Boitier AB Voir dessin coté CB 117 dernières pages 751---~~ 

50f-----+-----\' 

25f-----+--~~~-~ 

OL--L-~~-~-~ 
50 100 150 T case (OC) 

ABSOLUTE RATINGS ( L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur VBE -5V 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crête collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

t p = 1 ms 

T case = 25 oC 

max 

min 
max 

VCBO 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

B '011'''0' ;, oooo.".d to "" E Le collecteur est relié au boitier 

BU 104 P BU 109 P 

400 330 V 

150 120 V 

400 330 V 

7 7 V 

7 10 A 

15 15 A 

3 3 A 

50 50 W 

150 150 Oc 

- 55 - 55 Oc 
+ 150 +150 

75-50 1/7 
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BU104P-BU109P 

STATIC CHARACTERISTICS 

CA RA CTtRISTlOUES STA TlOUES 

Colleetor-base eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-base 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Statie forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

• Pulsed 
Impulsions t p = 300 IJ.s Ô';;;; 2 % 

2/7 
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Tcase 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lB = 0 Ali types 

VCE = 250 V Tous types 

VBE = -5V 

VCE = 400 V 
BU 104 P 

VBE = -5V BU 109 P 
VCE = 330 V 

IC = 0 Ali types 

VEB = 7V Tous types 

lB = 0 
BU 104 P 

IC = 50 mA 

lB = 0 

IC = 50 mA 
BU 109 P 

VCE = 1,75V BU 104 P 
IC = 5A 

VCE = 4V 

IC = 7A BU 104 P 

VCE = 1,5 V BU 109 P 
IC = 5A 

VCE = 4V 

IC = 7A BU 109 P 

IC = 7A BU 104 P 
lB = 1 A 

IC = 7A BU 109 P 
lB = 1 A 

IC = 7A Ali types 

lB = lA Tous types 

ICBO 

ICEX 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus* 

VCEOsus * 

h21E * 

h21E * 

h21E * 

h21E* 

VCEsat* 

VCEsat* 

VBEsat* 

(Unless otherwise statedl 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,5 mA 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

150 V 

120 V 

10 

15 

15 

20 

2,5 V 

2 V 

2 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 

CARACT~RISTfQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Fall time 
Temps de décroissance Figure 1 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACT~RISTfQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

VeE = 10V 

le = 0,5 A 

f = 10 MHz 

le = 5A 

IBl = 1 A 

VBE2= -3V 

BU 104 P - BU 109 P 

typ max 

fT 10 MHz 

tf 1 ilS 

Rth(j-c) oe/w 

3/7 
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BU 104 P - BU 109 P 

FIGURE 1 

COLLECTOR CURRENT FALL TI/l1E TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE D~CROISSANCE 

Adjust for IB1 = 1 A 
Ajuster pour 'B 1 = 1 A 

100J.lF 

BY212-400R 
TUT 

130 H 

0,1 J.lF 

+ 24V 

Adjust for ICM = 5 A 
Ajuster pour 1 CM = 5 A 

4,7 J.lF 

l~~ Adjust for VBE cut-off = _ 3 V 

+ 24 V 

During the test, the device should be moun
ted on a copper heatsink 

Pour la mesure, le transistor doit être monté 
sur un radiateur en cuivre 

50 x 50 x 4 

DRIVER TRANSFORMER T 

Ferrite core l TT FN 1034 
Area 7 x 7 mm2, air gap 0,4 mm, ratio n = 7,7/1 

Primary 200 turns 28/100 (4 layers of 16 mm) 
Secondary 26 turns 55/100. One layer within the two 
section of primary. 
R primary 4 n - R secondary 75 mn 
leakage inductance referred to secondary 0,8 J.lH 
(If necessary, add an externanl coil to obtain 0,8 J.lH). 

4/7 
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Ajuster pour VBE blocage 

leakage inductance, from secondary winding 
Self de fuite du secondaire: 0,8 J.lH 

IB~ 1 A 
------ ---0 

TRANSFORMATEUR DRIVER T 

Noyau ferrite L TT FN 1034 

Section 7 x 7 mm? entrefer 0,4 mm, rapport n 7.7/1 

Primaire: 200 tours 28/100 en 4 couches de 16 mm 
Secondaire: 26 tours 55/100. Une couche entre les deux 
moitiés du primaire. 

R primaire 4 n - R secondaire 75 mn 
Inductance de fuite ramenée au secondaire 0,8 J.lH 
(Si besoin est, ajouter une self extérieure pour avoir 0,8 J.lH). 
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FIGURE 2 
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DC operation 
Régime continu 
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FIGURE 3 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

Bï 1°Îil VCE = 1,75 V 
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FIGURE 5 
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant de base en fonction de la tension 
base - émetteur 

Tcase = 25 Oc 
VCE = 4 V 
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FIGURE 4 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 
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FIGURE 6 
BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 

Tcase = 25 Oc 
VCE = 4 V 
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VCEsat 

VBEsat 
(V) 

1,5 

0,5 

0,1 

fT 
(MHz) 

12 

10 

FIGURE 7 
COLLECTOR-EMITTER AND BASE-EMITTER 
SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur et base
émetteur en fonction du courant collecteur. 

Tcase = 25 Oc 
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FIGURE 9 
TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

r--
! 

4 f 

1 

IC (A) 

/ '" ---i-1--1-
V 

~ 

"r \, 
[\.. 

\ 
\. , 

;-... 

~ 

T Tcase = 25 Oc 
, 

f = 10 MHz 
VCE=10V 

8 

10-1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 1C (A) 

102 

BU 104 P - BU 109 P 

FIGURE 8 
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Cllpacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 
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FIGURE 10 
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

BU 126 

The BU 126 type is a fast high voltage transis
tor, more specially intended for operating in 
color TV receivers chopper supplies_ 

Le BU 126 est un transistor rapide haute tension plus 
particulièrement destiné aux alimentations à découpa
ge dans les récepteurs TV couleurs. 

100% 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

75 % I----!--\-\,-

50 % 

25 % f----+--++---+--~ 

50 100 150 Tcase(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base _. -

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collect'1r-emitter voltage V BE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p ,;;;;; 2 ms Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation Tcase ';;;;; 50°C 
Dissipation de puissance 

unction temperature 
empérature de jonction max. 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

4 THOMSON-CSF 

DI .... ISION SEMICONOUCTEuRS 

~o 

VCEX 750 V 

ICM 6A 

Ptot 30W T case ';;;;; 50 oC 

Rth(j-c) 2,5°C/W max. 

tf (2,5 A) 0,2 /1S typ 

VCEsat 2,5 A max 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-T9 dernières pages 

Weight : 14,4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCEX 

V EBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

750 V 

300 V 

750 V 

6 V 

3 A 

6 A 

2 A 

30 W 

125 oC 

-65 oC 

+125 oC 

1976-121/9 
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BU 126 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-em itter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

E m itter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Figure 1 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique de rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

T case 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 750 V 

VBE =OV 

VCE =750 V 

VBE =OV 
Tcase = 125 Oc 

VEB =6V 

IC = 0 

IC = 0,1 A 

lB = 0 
L = 25 mH 

VCE =5V 

IC = 1 A 

IC = 2,5 A 

lB = 0,25 A 

IC =4A 

lB = 1 A 

IC =4A 

lB = 1 A 

VCE = 32 V 

t = 1 s 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Carrier storage time 
Temps de stockage 

Fa Il time 
Temps de décroissance 

TH E RMAL CHARACTE R ISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

* Pulsed 
Impulsions t p = 300!J.s 8 ,.;; 2 % 

2/9 
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VCE - 10 V 
f = 10 MHz 
IC = 200 mA 

f = 1 MHz 

IC = 2,5 A 

IB1 = 0,2 A 
Figures 2 - 3 

ICES 

IEBO 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications'contraires) 

min typ max 

0,5 

mA 

2 

!J mA 

VCEO(sus) 300 V 

h21E" 15 60 

1 10 

" VCEsat V 

0,5 5 

" VBEsat 1,2 1,5 V 

IS/B 0,5 A 

fT 21 MH 

C22b 100 pF 

t s 1,2 J1S 

tf 0,15 J1S 

°C/W 



FIGURE 1 : VCEOsus test circuit (and oscillogram) 

50 Hz 

~J 

Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

Rb 

100 n 

ln 
lW 

horizontal 
scope 

vertical 
scope 

L...-__ ,*-__ common 

BU 126 

Ic(mA) 

-+--------"-'---. V CEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 

the right and above point A. 

La tension V CEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 

point A. 

FIGURE 2 : Current and voltage waveforms with switching measurent test circuit 

lB 

Formes d'ondes du courant et de la tension avec le circuit test de commutation 

lB max 1,7 A 

IC end 2,5 A 

IC 

VCE 
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BU 126 

FIGURE 3 : Switching time measurement 
Mesure des temps de commutation 

-il 
t p 32 ilS 

T 1 kHz 

4/9 
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L 1 = 350 turns 
tours 

32 turns 
tours 

TEST CI RCUIT 
CIRCUIT DE MESURE 

+ 270 V 

VCC = 270 V 

ICend = 2,5 A 
IBmax= 1.7 A 
IBend = 0,2 A 

TRANSFORMER 
TRANSFORMATEUR 

L3 = 100 turns, magnetic circuit B 42 material 
tours, circuit magnétique en matériau B 42 

Magnetic circuit COFELEC, double E broken, 80 x 26 x 8, B 42 material. 
Circuit magnétique COFELEC, E double cassé, 80 x 26 x 8, matériau B 42 

L3 

2,4 mH 



3 

FIGURE 4 
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur·~metteur 

BU 126 

FIGURE 5 
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur·~metteur 

IC 
(mA) 

400 

300 

r 14m~ 

12 ~A 

1 

10mA 

1 

aimA 

2 f-f--l7""-t-+--+-f- 200 simA 

o 
2 3 

100 

Typical values 
Valeurs typiques 

4 VCE (V) 20 

FIGURE 6 
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS (Typicall 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions (Typique) 

525252525 2 
102 103 104 105 106 t p (115) 

1 

JmA
I 

1 .1 
lB =2 mA 

T 
40 60 80 VCE (V 
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BU 126 

FIGURE 7 
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sor'ie en fonction de la 
tension collecteur-base 

FIGURE 8 
TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

T case = 25 Oc fT 
(MHz) 

VCE - 10 V Typical values 

Typical values 
Valeurs typiques 

102 

, 
........... 

'r-... 
............. 

6 
1'........ 

101 

2 

o 

6/9 
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f = 10 MHz Valeurs typiques 

Tcase = 25/ 

"-, 

468 
VCB (V) 

FIGURE 9 

21 

20 

/ 19 
1 

18 

17 

16 

15 
10-1 

RELATIVE VARIATION OF tf TlME VERUS 
JUNCTION TEMPERATURE 
Variation relative du temps tf en fonction de la 

température 

v 
V 

/ 
/ 

./" 
V 

20 40 60 80 

V 

1 

1,5 

-"" 

1 

1\ 

\ 
~ 

\ 

1\1 

\ 
1 

1 

1 
1 1 ~ 

i Il \ 
5 6 7 B 

IC (A) 



FIGURE 10 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valaur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

Typical values 

40 

vale~T,,.ques -, 
/ \ 

f--r-lv 
~;t / ~ .... , , 

,.JJ/ '\-:v? - r'\ [\\ 
;~t~1 \ \, 

~ \ ~\ ~ ~ 
",' 

~V~ \ \ 

30 

20 

10 

l''~ 

10-2 2 
4 68 2 

10-1 
4 68 2 

100 
4 68 

IC (A) 

VBE 
(V) 

FIGURE 12 
BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 5 V " 
Typical values 
Valeurs typiques 1 

l' 

l' 

5°C 

=-~ 1 lib 
f-- __ \25 C 

icase _ ~ --0,5 

~ 

10-2 2 

_ ..... 

.. 

V,' 
/, , 
, 

4 68 

IC (A) 

lB 
(mA) 

4 

4 

BU 126 

FIGURE 11 
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

VCE= 5V I ,~ 

Typical values ;;/ 
Valeurs typiques 

1 

,; /' 
'/ 

,L.-/V 
OV , 

- f---~ " 

/ 

- r- 4',10CJ V 
"éJ, li> / 1 rv 

0/ , 
I-tJ , 

L' 
1 : 1 1 

1 1 : 
0,4 0,6 0,8 1,2 VBE (V; 

VBE 
(V) 

1,5 

FIGURE 13 
BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 

T case = 25°C 
VCE = 1 V 
Typical values 
Valeurs typiques 

1 
/ 

1/ 
1 

/ 
V 

-1- --
0,5 
10-2 

4 68 2 
10-1 

4 68 

IC (A) 
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FIGURE 14 
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS BASE CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en fonction 
du courant base 

VBEsat 
(V) 

1,3 

1,1 

0,9 

0,7 

0,5 

T case = 25 oC 
Typical values 

Valeurs tYPiqUe~ ~I--' 
1--'100'" 
"..1--' 

I~ ~j..; ~~ 1--'1--' 
1--' 3A 

~ ".. 

...... 10-'" ~,/ 1--'1"'" 
~ ~I--' 

" ~,..... ~ ..... 
2A 

1 ..... V' ~ 1 

1'/ 

r-~ 
V ~'C=l A 

V 
V~ 

1 

0,5 1,5 

FIGURE 16 

~ 
~ 

i 

! 

1 

'B (A) 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

VBEsat 
(V) 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

Typical values 
Valeurs typiques 

.!.f = 5 
'B ) 

V' 
1 

~ 
V l--" , 

icase 
'" ~ " 

1 1 ''00e , 
,'2: ... 

i~ca!~~ 
t-

10-2 2 
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1 

4 68 
IC (A) 

FIGURE 15 
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSBASECURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en fonction 
du courant base 

VCEsat 
(V) 

3 

2 

T case = 25 Oc 

1\ 

1 \ 

\ 
\ 

Typical values 
Valeurs typiques 

l 
1 

l 1 

1 

fT 1 

\ 
-y 
T 
1\ 
!\ 

i\ \ T 
~ , 

1 

\ ~ 1 

1 "'- " 
\ "" "'F r-~ r-~ 
\ 1'.. 

2~-t~ 'c 1 A 1 - 3,A 

0,5 'B (A) 

FIGURE 17 
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

VCEsat 
(V) 

3 

2 

Typical values 
Valeurs typiques 

'C 
- = 5 
lB 

-0,2 

10-2 

-- - _. 
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~ 
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IC 

(A) 

100 

10-1 

7 
6 

5 

4 

3 

4 

1 

i 

i ' 1 

1 

1 

Il 
1 : 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

.. 
l'" " 

? <;1'~.r 
" ' ~,O~ '\ 

'\ 
",6'0 ~ 0 '-~ 

\ , " "?" "'" '''''01'' 00 ,01' " 
\ 

~~q" ... , '\ \ " 
, 

f\ 
.- "~.r" ... , 

'\ \ \~ , " " \~ , ~ \ " " \ " \ ~h%-j\-"', , \ o \~ \ \ \ 
~ O-Ï'''' l' \ 9:. "", ~ \ 

~. ~ 1\ , \ 
?ç. ~ 
\. ... \ , 
\. , \ 

, 
\. \ 

\. i' , , 
1\ \ 

\ \ \ 

\. \ \ 
1\ 

, 
\ 

'\ 
, 

\ \ 

\ '\ 
\ 1\ \ 

1\ \ \ 
'\ , \ 

1\ \ \ 

1\ '\ \ \ 

\ 
1\. 1\ \ 

\. 
\ \ 

"' " 
\ 

1\ 
\ 

A: Allowable ton area with t p :;;;; 0,6 ilS and RBE:;;;; 100.Q 
10-2 B : Allowable area with VBE < 0 and t p :;;;; 2 ms 

A : Zone permise en ton avec tp :;;;; 0,6 J1S et RBE :;;;; 100.Q 

B : Zone permise avec VBE < a et tp :;;;; 2 ms 

DC operation 
Régime continu 

__________ Pulsed operation 

10-3 
100 

l 1 1 

Régime impulsionnel 

T case :;;;; 50 Oc 
1 

1 

4 5 6 7 8 101 4 5 6 7 8 102 

BU 126 

- --

\ 
'\ . 

\. 
\ 

A 

F I~ 
4 5 6 7 

VCE (V) 
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NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUSE 

The BU 134 is a high speed, high voltage power 
transistor primarily intended for use in power 
supply chopper circuits in TV receivers. 
Le BU 134 est un transistor rapide, haute tension, parti
culièrement destiné aux alimentations à découpage dans 
les récepteurs de télévision. 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

lUO 
% 

75 

50 

30% 
25 ~+--+--I-----l'\r-~ 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage 
Tension colklcteur-bBss 

Collector-emitter voitage 
Tension colklcteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-bBss 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p = 10 ps 
Courant de crdte de collecteur 

Base current 
Courant bass 

Power dissipation tcase = 25°C Dissipation de puisSIInce 

Junctlon temperature max. 
Température de jonction 

Storage temperature min. 
Tempérllture de stocksge max. 

~T"""SON_C'F 
~1I":ONDUCTfUf'S 

~. 

BU 134 

VCEO 350 V 

VCBO 500 V 

Ptot 85W 

Rth(j-c) 2,05°C/W max. 

h21E(1A) 30 - 120 

t, 1 ps max. 

Guaranted safe area 
Aire de sécurité garantie 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CS-t9 derniéres pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

V EBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

tj 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 
Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boTt. 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrlli,..) 

500 V 

350 V 

8 V 

4 A 

7 A 

1 A 

85 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

74 -4 1/7 
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BU 134 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courllnt rf1siduel collecreur.f1m11tr.ur 

Emitter-base eut-off current 
Courllnt rf1siduel f1metreur-bilSe 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de clllquilge collecreur.f1metreur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stlltique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur·f1metreur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base.f1m11tteur 

Base-emitter voltage 
Tension base.f1metteur 

Second breakdown collector current 
COUf/lnt collecreur de second claquage 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =400 V 

VBE =0 

VEB = 8 V 

IC =0 

IC =30mA 

lB =0 

VCE = 5 V 

IC =lA 

IC =3A 

lB =O,3A 

IC =3A 

lB =O,3A 

VCE = 5 V 

IC =3A 

VCE = 300 V 
t = 10p.s 

tcase = 75°C 
f = 15 kHz 

VCE = 160 V 
t = ls 

tcase =75°C 
f =15 kHz 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si~nals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signawc) 

Transition frequency 
Frlquencs de trllnsition 

Output capacitance 
C1Ipecitf1 de sortie 

Fall time 
Temp$ de dkroiSl8ncs 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

452 

VCE = 5 V 

IC =O,5A 
f = 10 MHz 

VCB = 10V 
f =1 MHz 

IC =3A 
IB1 =O,6A 
IB2 =-0,6 A 

Min. 

ICES 

IEBO 

V(BR)CEO* 350 

h21E * 30 

VCEsat* 

VBEsat * 

VBE * 

0,7 

IS/B 

0,1 

fT 10 

~2b 

tf 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indiclltions contrllires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

V 

120 

1 V 

1,5 V 

1,5 V 

A 

A 

MHz 

120 pF 

1 p.s 



THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Rtlsistttnce thermique (jonction-boitier) 

le 
(A) 

5 

2 

0,5 

0,2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

\ 1 
l 

.. \ i 
1\ \ 1\ \ 

\ 1 \ " l 1\ \ 
0, 1 t-L-:t:.;:-;~s;tc-+-+-f-+-H+==:t=33=ttitit=~w~~tjim ~tcase 25°e 

0,05 Ë~:~:;~OUS -_-_-_-_-_-_ \ 
~En impulsion 1\ \ ~ 

'''' 
O,021---_+_---1f--~_+_++_f+-----+-+_+_+_+__I_l__I_l_--I__~~+_~~ 

BU 134 

2 °C/W 
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BU 134 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

418 

454 

r 
18 ____ -L ____ 1-____________ ~~~--

Re - RB : non inducti"l~ 1 r.sistances 
tp: Pulse width = 10 Jls 

Form factor .;;; 1 % 
Rise and pulse time .;;; 50 ns 

Re· R 8 : résistances non selfiques 

t
p ~:~~~~ ~:7::!on ~ ;0;s 

Temps de montée et descente ';;;50 ns 

Osci Iloscope Tek tron ix 7603 
or equivalent 
Oscilloscope Tektronix 7603 
ou equ ivalent 

Vcc 150 V 

Re 50 n 
RB 10 n 

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe P 6021 and 
Amplifier type 134 
181 et ' 82 sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 et 
Amplificateur type 134 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 collecteur-émetteur 
C 

(mA 

40 

,I(tlp.. /' V Il 
r 1-- ~;;.:.;.---

Il 
o.~ V Il 30 

J , 
O.6

I
mA V 

20 

V 
0,4 mA V \ 1 

o.2lmA / 
, 10 

1 

lB =0 
o 
o 100 200 

) 
300 400 V

CE 
(V) 

V
CE 

(V) 

460 

420 

380 

340 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur (valeur minimum) 

tcase - 25°C 
1 

1"""'--f'.,... 

1'\ 
f\ 

1\ 

l\ 

1\ 
..... ~ 1-1-

BU 134 

COLLECTOR CURRENT VE RSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 

(A) 

3 

80 

60 

40 

20 

2 3 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

/ 
10-", VCE = 5 V 

1 1\ 
ov'! 
~ 

, 
Il 

~ 1\ f--~ .&.) L"I-

lZ~:'l V '\\ 
f--

1\\ 
f--

/ 
,"c..~ l 1/ 

",V ~ 
" l 
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BU 134 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

la émetteur 

(mA) 

6 

4 

VCE = 5 V 

A" 
~V 

~v k{ 
'~ 0 // ~ 

~~ : 
1 I~éf 

J 
1 

1 

1 1 
1 

/ V 
V , 

0,6 0,8 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V fonction du courant collecteur 
CEsat 
(V) 

6/7 

456 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

IC 
ç=10 

t - 125°C 1,..0 .... case - .,. 

1 

1 

h 
JV 

Vi aV /!J 
Il -1( --

~~ 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A) 

4 

10 1 

8 

4 

VCE = 5 V 

V 

Y"> /' oV 

0/ vi // 

i1~ ~--
.... v'7> f----- //- -

4---

/ / 
.. ..c'} 

1 1 

0,2 0,4 0,6 0,8 V
BE 

(V) 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR eURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V fonction du courant collecteur 
BEsat 
(V) le 

ç=10 

1,2 

J~ 
V r 

2SoC 
~ 

~ .... V \c:!~ .. ~r-- .... - V~~c. V ,~ 
~ 

~ '\. 4f> 

~ -
0,8 

0,6 

0,4 

0,2 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacite de sortie en fonction de la 

C tenSion collecteur-base 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant collecteur 

22b 
(pF) t case = 25°C 

fT 

(MHz) t case = 25°C 

""""'- --- r-----

1 V CE = 5 V 

14 
V- -

12 

10 

-1-.... 1'--
8 

K 

4 

6 

4 

2 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 

J 1 .... 1"": 11":"-

1 b ~ ... ~ .... ...... ~ ~I? 

~Hv 
~ 

10--" ..... ... --::~ 
f- & "" 0,3 

i"" ~ ~~ ..... " V~ 
, 111,~o~ 

«'~ 
'b-rÇ) ..... 

./ 

Ù =~ -T 

Zth = K R th _ 

iû-
2 5 2 5 2 5 2 

10-6 10-5 10-4 10- 1 t (sec! 
p 

.......... 
"'-

"" 

BU 134 

r'\ 
Î\ 
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NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFI~SED MESA 

TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPl r DIFFUSE 

BU 204 
BU 205 
BU 206 

Horizontal deflection circuits of 1100 large 
screen color television receivers 

High voltage switching on inductive load 

Balayage horizontal des téléviseurs couleur TnP 
Commutation haute tension sur charge inducti
ve_ 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

100% 

75 

\ 

\ 
\ 

50 

25 

o 50 100 150 Tcase(OC) 

I\BSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector emitter voltage 
Tension collecteur émetteur VCEO 

Collector emitter voltage 
Tension collecteur émetteur RBE 100 n VCER 

Collector emitter voltage 
Tension collecteur émetteur VBE = 0 VCES 

Collector current 
Courant collecteur IC 

Peak collector current 
Courant crête collecteur t p 10 ms ICM 

Base current 
Courant base lB 

Peak base current 
Courant crête de base t p 10 ms IBM 

Power dissipation 
Dissipation de puissance T case';;;: 90 oC Ptot 

Junction temperature 
Température de jonction max Tj 

Storage temperature min 
Température de stockage max Tstg 

veES 

le 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRÉLIMINAIRE 

1300 V 
1500 V 
1700 V 

2,5 A 

BU 204 
BU 205 
BU 206 

Ptot (Tcase 90 °e) 10W 

tf (2 A) 0,75 115 typ 

Case See outline drawing CB 19 on last pages 
Boitier TO 3 Voir dessin coté CB 19 dernières pages 

BU 204 

600 

1300 

1300 

2,5 

3 

0,1 

2,5 

10 

+ 115 

- 65 
+ 115 

Collector connected to case 
Collecteur relié au boitier 

BU 205 

700 

1500 

1500 

2,5 

3 

0,1 

2,5 

10 

+ 115 

-65 
-1- 115 

BU 206 

800 V 

1700 V 

1700 V 

2,5 A 

3 A 

0,1 A 

2,5 A 

10 W 

+ 115 Oc 

- 65 
+ 115 Oc 

1976-21 1/4 
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BU 204, BU 205, BU 206 

STATIC CHARACTERISTICS Test conditions 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES Conditions de mesure Tcase 25 Oc 

RBE = 0 

VCE = 1300 V 

Collector emitter cut off current RBE = 0 
Courant résiduel collecteur émetteur VCE = 1500 V 

RBE = 0 

VCE = 1700 V 

Emitter base breakdown voltage IC = 0 
Tension de claquage émetteur base lE = 10mA 

Collector emitter breakdown voltage L = 25 mH 

Tension de claquage émetteur base IC = 100mA 

lB =0 

VCE = 5V 
Statlc forward current transfer ratio IC = 2A 
Valeur statique du rapport de transfert 
dlfect du courant VCE = 5V 

IC = 2A 

IC =: 2 A: 
Collector emitter saturation voltage lB = 1 A 
Tension de saturation collecteur émetteur IC = 2A 

lB = 1,1 A 

IC -- 2A 

Base emitter saturation voltage lB = 1 A 

Tension de saturation base émetteur IC = 2A 

lB = 1,1 A 

DVNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Fall time 
Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

* Pulsed 
* Impulsion t p = 0,3 ms, 8 ~ 2 % 

1./4 

460 

veE = 5V 

le = 0,1 A 
f = 5MHz 

le = 2A 

IB1 = 1 A 

LB = 10J1.H 
figure 2 

BU 204 

BU 205 ICES 

BU 206 

Ail types 
Tous types V(BRIEBO 

BU 204 
BU 205 VCEOsus 
BU 206 

BU 204 
BU 205 

h21E 
. 

BU 206 

BU 204 
BU 205 

VCEsat 
. 

BU 206 

BU 204 
BU 205 

VBEsat 
. 

BU 206 

Ali types 
fT 

Tous types 

Ali types 
Tous types tf 

Ali types 
Tous types t s 

(unless otherwise stated 1 
( sauf indication contraire) 

min typ max 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

5 7 V 

600 V 
700 V 
BOO V 

2 

1,8 

5 V 

5 V 

1,5 V 

1,5 V 

Tcase 25 Oc 

7,5 MHz 

0,75 J1.s 

10 J1.s 

°C/W 



BU 204, BU 205, BU 206 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit and oscillogram 

Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

25 mH 

50 Hz 

lW x 

r 0- 6 V 
0- 50 V 

y 

ln 

FIGURE 2 - Switching times test circuit 
r:ircuit de mesure des temps de commutation 

1---------,--t lB V 

Adjust the voltages to specified values 

Ajuster les tensions aux valeurs indiquées 

Ll=3à15pH 

Driver transformer T 

Magnetic circuit 
COFELEC 2 x E adjusted 27 x 7 x 30 - B 30 
Secondary ( first winding ) : 23 turns,60/100, one layer 

Primary : 160 turns 40/100,5 layers 

LB: base inductance 10 pH, including the leakage 
inductance referred to the secondary 
(add about 17 turns 80/100, Ferrite core COFELEC 
6 x 2 x 30 - B 30 ) 

Transistor mounted on dissipator Rth(rad) ,;;;; 3 0 C/W 

100 mA - - - - - - - -

+-------------~~~VCE 
VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is accep
table when the trace falls to the right 
and above point A. 

La tension VCEOsus est acceptable quand 
la trace passe au delà du point A. 

Ly=1,2mH 100Hl0W 

4,7 nF 1 /lF 

1500 V 250 V 

ICend 2 A 

IBend 1 A 

Ll = 3 à 15/lH 
Transformateur driver T 
Circuit magnétique 

+ BOV 

COFELEC 2 x E rectifiés 26 x 7 x 30 - B 30 

Bobiné secondaire d'abord: 23 tours 60/100, une couche 
Primaire: 160 tours 40/100,5 couches 

LB : inductance de base 10 /lH, Y compris l'inductance de 
fuite vue du secondaire du transformateur 
1 ajouter environ 17 tours 80/100 sur Ferrite COFELEC 
6 x 2 x 30 - B 30 ) 

Transistor monté sur radiateur Rth(rad) ..;;; 3 °C/W 
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FIGURE 3 

• t 

\} \} • t 

le 

Voltage and current waveforms applied to the transistors 
Formes d'ondes des courants et tensions appliquées aux transistors 



NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSt 

BU 207 
BU 208 
BU 209 

Horizontal deflection circuits of 1100 large 
screen color television receivers 

High voltage switching on inductive load 

Balayage horizontal des téléviseurs couleur 1100 
Commutation haute tension sur charge inducti
ve_ 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

100% 

75 

1\ 

\ 
\ 

50 

25 

o 50 '100 150 Tcase(OC) 

I\BSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector emitter voltage 
Tension collecteur émetteur VCEO 

Collector emitter voltage 
Tension collecteur émetteur RBE 100 n VCER 

Collector emitter voltage 
Tension collecteur émetteur VBE = 0 VCES 

Collector current 
Courant collecteur IC 

Peak collector current 
Courant crête collecteur tp 10 ms ICM 

Base current 
Courant base lB 

Peak base current 
Courant crête de base t p 10 ms IBM 

Power dissipation 
Dissipation de puissance Tcase ~ 95 Oc Ptot 

Junction temperature 
Température de jonction max Tj 

Storage temperature min 
Température de stockage max Tstg 

1300 V BU 207 
VCES 1500 V BU 208 

1700 V BU 209 

5A BU 207 - 208 
le 4A BU 209 

Ptot ( T case 95 OC) 12,5W 

tt (4,5 A) 0,9 ps typ_ BU 207 
tt (4,5 A) 0,7 ps typo BU 208 
tt (3 A) 0,7 ps typo BU 209 

case See outline drawing CB 19 on last pages 
Boitier TO 3 Voir dessin coté CB 19 dernières pages 

BU 207 

600 

1300 

1300 

5 

7,5 

2,5 

4 

12,5 

+ 115 

-65 
+ 115 

Collector connected to case 
Collecteur relié au boitier 

BU 208 BU 209 

700 800 V 

1500 1700 V 

1500 1700 V 

5 4 A 

7,5 6 A 

2,5 2,5 A 

4 4 A 

12,5 12,5 W 

+ 115 + 115 oC 

- 65 -65 
+ 115 + 115 oC 

~ THOMSON-CSF 

1978/1 Supersedes BU 207 N, BU-208 N, 09-1975 data sheet 
Annule et remplace la notice BU 207 N, BU 208 N, 09-1975 

1/7 
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BU 207 - BU 208 - BU 209 

STATIC CHARACTERISTICS Test conditions 
CARACTÉRISTIQUES STA TIQUES Conditions de mesure Tcase 25 Oc 

RBE = 0 

VCE = 1300 V 

Collector emitter cut off current RBE = 0 
Courant résiduel collecteur émetteur VCE = 1500 V 

RBE = 0 

VCE = 1700 V 

Emitter base breakdown voltage IC = 0 
Tension de claquage émetteur base lE = 10mA 

Collector emitter breakdown voltage L = 25 mH 

Tension de claquage collecteur-émetteur IC = 100 mA 
lB = 0 
Figure 1 

VCE = 5V 
Static forward current transfer ratio IC = 4,5 A 
Valeur statique du rapport de transfert 

VCE direct du courant = 5V 

IC = 3A 

IC = 4,5 A 

Collector emitter saturation voltage lB = 2A 

Tension de saturation collecteur émetteur IC = 3A 

lB = 1,3A 

IC = 4,5A 

Base emitter saturation voltage lB = 2A 

Tension de saturation base émetteur IC = 3A 

lB = 1,3A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais) 
CARACTÉRISTIQUES 0 YNAMIQUES ( pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Fall time 
Temps de décroissance 

See note 1 next page 
Voir note 1 page suivante 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 

* Pulsed 
* Impulsion t p = 300 iJ.S, [j .;;; 2 % 

2/7 

464 

VCE = 5V 

IC = 0,1 A 
f = 5 MHz 

ICend = 4,5 A 

IBend = 1,8 A 

Figure 2 

ICend = 3 A 
IBend = 1,3 A 

Figure 2 

BU 207 

BU 208 ICES 

BU 209 

Ali types 
Tous types V(BR)EBO 

BU 207 
BU 208 VCEOsus 
BU 209 

BU 207 
BU 208 

h21E * 

BU 209 

BU 207 
BU 208 

VCEsat * 

BU 209 

BU 207 
BU 208 

VBEsat * 

BU 209 

Ali types 
Tous types fT 

BU 207 
BU 208 

tf 

BU 209 

(unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire) 

min typ max 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

5 V 

600 V 
700 V 
800 V 

2,25 

2,25 

5 V 

5 V 

1,5 V 

1,5 V 

3 MHz 

0,9 iJ.s 
0.7 iJ.S 

0,7 iJ.s 



BU 207 - BU 208 - BU 209 

Notel: The high voltage transistors fall time is directly related to the circuit design of the transistor base control 
(diB/dt at turn off;maximale negative applied voltage VBEi shape of the base reverse current). 

For further informations, please contact Sescosem Sales Office. 

Note 1: Le temps de décroissance des transistors haute tension est lié directement à la réalisation de la commande 
de base (dIa/dt à la coupureitension négative VaEmax appliquée; forme du courant inverse de base). 
Informations sur demande au service commercial Sescosem. 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit and oscillogram 

Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

25 mH 

50 Hz 

lfJJ x 

r 
0·6 V 

0·50 V 
y 

ln 

le 

lOOmA 

+-____________ ~~ __ VeE 

VCEOsus 

The sustaining voltage VeEOsus is accep
table when the trace falls to the right 
and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable quand 
la trace passe au delà du point A. 
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BU 207 - BU 208 - BU 209 

FIGURE 2 : SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 

CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

~---11~ 

Cl 1,5 kV 

* Transistor mounted on dissipator Rth(rad) ,;;;; 30 C/W 
* Transistor monté sur radiateur Rth(rad)';;;; 30 C/W 

BU 207 BU 208 BU 209 

1) Ajust to 1 Bend l,8A l,8A UA 1) Ajuster pour 1 Bend 

2) Ajust to 1 Cend 4,5 A 4,5 A 3A 2) Ajuster pour ICend 

3) Ajust to t s 10/1s 10/1s 14/1s 3) Ajuster pour ts 

VA ~ 24 V ~24 V ~ 14V 

VCC ~ 140V ~ 140V ~ 90 V 

LB + L( ~ 10/1H ~ 10}.LH ~14/1H 

Cl 15 nF 10 nF 10 nF 

* LB + Lf is the total of the secondary leakage inductance Lf (of the driver transformer) and the series inductance (LB). 
* LB + Lf est la somme de l'inductance de fuite secondaire Lf du transformateur driver et de l'inductance série (LB). 

~RIVER TRANSFORMER 

Magnetic circuit 
Primary winding 
Secondary winding 
Air gap 
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LCC B50 GER 30 x 13 x 8 
nl = 120 spires; cp = 0,35 mm 
n2 = 25 spires; cp = 0,8 mm 
a = 0,2 mm 

TRANSFORMA TEUR DRI VER 

EZ3 nl 

Circuit magnétique 
Enroulement primaire 

Enroulement secondaire 
Entrefer 



BU 207 - BU 208 - BU 209 

FIGURE 3: WAVEFORMS DURING SWITCHING WHEN THE TRANSISTOR TURNS OFF 

IC 

VCE 

VBE 

FORMES D'ONDE PENDANT LA COMMUTA TlON A L'OUVERTURE DU TRANSISTOR 

J 
l--4l t s ~ 
1 1 

1 

..I....L.J.-..I ~ 

V(BRlEBO 

1 l When the trace returns . the base emitter voltage must 

stay negative. 

1) Pendant le retour de la traCe. la tension base· émetli:/II 
doit rester négative. 
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BU 207 - BU 208 - BU 209 

FIGURE 4 FIGURE 5 

Static forward current transfer ratio versus collector 
current. 

Relative variation of tf time versus junction tempera
ture. 

Valeur statique du rapport de transfert direct du cou
rant en fonction du courant collecteur 

Variation relative du tf en fonction de la température 
de jonction. 
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/ \ 
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VCE = 5 V 

Tcase = 250 C 
1 1 11 

20 

10 

2,5 

) 

/ 
1 

/ 
V 

/ 
/ 

V~ 

2 

1,5 

IC(A) o 
10-2 4 6 f 0- 1 2 4 6 8100 2 4 68 

101 20 40 60 80 100 

FIGURE 6 

Collector-emitter saturation voltage and base-emitter 
saturation voltage versus collector current. 
Tension de saturation collecteur-émetteur et tension de 
saturation base émetteur en fonction du courant collec
teur. 

t VCEsa 

VBEsa t (V) 

1,5 

1--
0,5 

o 
10-2 

Tcase = 250 C 

1-1- 1--1-'"' 

r-

4 6~0_1 2 
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1 
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V 
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SAFE OPERATING AREAS 

AIRES DE SECURITE 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE fJlFFUSE BU326 

High voltage, fast switching power transistor primarily intented 

for switching mode power supply operating direct by from a 

rectified 220 V power line in consumer applications 

Transistor de puissance haute tension de commutation rapide, 

spécialement adapté aux alimentations à découpage, fonction

nant directement sur le secteur 220 V redressé pour les applica

tions Grand Public 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 % ,---..;:--,.-----,-----, 

75 f----+-4-~ 

25 f----+----+---'\-+-----j 

50 100 150 Tcase(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crête collecteur 

Base current 
Courant base 

Peak base current 
Courant crête base 

Average reverse base current 
Courant base de crOte moyenne 

Peak reverse base current 
Courant base de crête inverse 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

RBE = 0 

t p ';;; 2 ms 

t p ';;; 2 ms 

t p ';;; 20 ms 

Tcase ';;; 50 oC 

max 

min 
max 

VCEO 

VCES 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

IBM 

-lB 

-IBM 

Ptot 

tj 

tstg 

VCES SOOV 

ICM SA 

Ptot 60W 

Rth(j-c) l,67 0 C/W 

tf (4 A) typ 0,25 ilS 

VCEsat (4 A) 3V 

Case TO 3 See outline drawing CB 19 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB 19 dernières pages 

375 

800 

10 

6 

8 

2 

3 

100 

3 

60 

150 

- 65 
+ 150 

Weight 
Masse 

Collector connected to case 
Collecteur relié au boitier 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

A 

mA 

A 

W 

oC 

oC 

1977/1 1/8 
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BU 326 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Figure 1 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 800 V 

VBE = 0 
Tcase = 25 oC 

VCE = 800 V 

VBE = 0 
Tcase = 125 0 C 

VEB = 10V 
IC = 0 

IC = 100 mA 

lB = 0 
L = 25mH 

VeE = 10V 
IC = 2,5A 

le = 2,5A 

lB = 0,25 A 

le = 4A 

lB = l,25A 

le = 2,5 A 
lB = 0,25 A 

IC = 4A 

lB .., l,25A 

• Pulsed 
Impulsions 300 /.I.S li '" 2% 
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ICES 

IEBO 

VCEOsus 

h21E* 

VCEsat * 

VBEsat * 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

1 

mA 

2 

10 mA 

375 V 

15 

10 

V 
3 

1.4 

V 
1,6 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for sm ail signais) 

CARACTERISTIQUE DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Fig_ 2 

Temps total d'établissement 

Fall time 
Fig_ 2 

Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Fig_ 2 

Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 0,2 A 

VCE = 10V 
f = 1 MHz 

IC = 2,5A 

IBl = 0,5 A 

IB2 = -lA 

VCC = 250 V 

Tcase 25 oc 

fT 

td + tr 

tf 

ts 

Rth(j-c) 

BU 326 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

6 MHz 

0,3 0,5 ilS 

0,25 0,5 ilS 

1,5 3,5 ilS 
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BU 326 

FIGURE 1 - V(BR)CEO - V(BR)CEX - V(BR)CER test circuit (and oscillograms) 
Circuit de mesure des V(BR)CEO _ V(BR)CEX - V(BR)CER et oscillogramme 

50 Hz 
100n 

horizontal 
~----~--~~ ~ope 

vertical 
.-------~~--~~--~ scope 

1 n 
lW 

L--___ ....I-__ commOD 

IC 

-+--------~-- VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above point A. 

La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) 
Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

le 

90%-

10% 
~---+~4---4--------
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r--------,..--. scope 

I--l..--l 2200 p.F 

VCC 

Rc 100 n 
Rb 5,6 n 
VCC i= 250 V 
IBl ;!:: 0,5A 
IB2 1 A 
IC 2,5 A 

IBl and IB2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 

amplifier type 134. 
'81 et '82 sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134. 

Rc, Rb : non inductive resistors 
tp : pulse width = 10 ps 

dut y cycle ~ 1 % 

rise and fall times ~ 50 ns 

Re. Rb : résistances non inductives 
tp largeur d'impulsion =: 10 ps 

facteur de forme ~ 1 % 
temps de montée et de descente ~ 50 ns 



BU 326 

SAFE OPERATING AREA IN THE SWITCHING MODE 

ln the switching mode, the transistor is either in an on state or in an off one: when it is conducting, the collector-emitter 

voltage remains low ( VCEsat ). The switching from the off state to the on one ( and reversely ) occurs during a time 
( tr or If ) closed to the values guaranteed in the data sheets. 
ln the switching mode, the SOAR is specified for junction tempcratures below or equal to 125 oC. 

During the off state switching, the SOAR is defined by the zone 1. 1 n order to make the transistor capable of sustaining 

a voltage higher to VCEOsus ( then the operating point remains along the segment MN ) it is obligatory that : 
- the emitter-base junction should be reverse biaised ( VBE ;;;'0) 

- the collector current of the transistor should be below or equal to the maximum leakage current specified 

During the on state switching, the SOAR is defined by the zone 2. The operating point may move within the hachured 

area provided that : 
- the moving time within this alea is below than 0,25 j1S 

- the emitter-base junction is forward biaised ( by a voltage higher than the threshold conduction) 

AIRE DE SECURITE EN REGIME DE COMMUTATION 

En régime de commutation, le transistor est soit bloqué, soit conducteur. Ol/and" eH conducteur la tension collecteur

émetteur est faible ( VCEs.lt J. La commutation de l'état blo(/ué à l'état passant (et vice-versa J a lieu avec un temps de 

commutation ( tr ou tf J voisin des valeurs garanties dans les notices. 

L'aire de sécurité en régime de commutation est définie pour des températures de jonction inférieures ou égales à 1250 C_ 

Pendant la commutation à l'ouverture, l'aire de sécurité est définie par la zone 1. Pour que le transistor soit capable de 

supporter une tension supérieure à VCEOsus ( le point de fonctionnement se trouve alors sur le segment MN J, il est 

indispensable: 

- que la jonction émetteur-base soit polarisée en inverse ( VBE;;;' 0 J 
- que le courant collecteur du transistor soit au plus égal au courant de fUite maximl/m spécifié 

Pendant la commutation à la fermeture, l'aire de sécurité est définie par la zone 2. MaiS le point de fonctionnement 

ne peut traverser la zone hachurée que si : 
- le temps de parcours dans cette zone est inférieur à 0,25 j1S 

-la jonction émetteur-base est polarisée en direct ( au dessus du seuil de conduction J. 

ICI------. 

+-____ I~M!..-___ .:..;N~_ V 
+-------~~.--~~--- V 

VCEOsus VCEX 

Zone 1 Zone 2 
FIGURE 3 
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BU 326 

FIGURE 4 

SAFE OPERATING AREA-OFF STATE 
SWITCHING-SEE ALSO FIGURE 3 
Aire de sécurité à la commutation à l'ouver
ture. Voir sussi figure 3 

le r--"---.--'--~-'--'--~----' 
(AI f-- f-. -1-- t- - --- -~j,~:": 

5 ~- -- ---- -- - --

21-- ---- - --- 1--

----f- -- -- - ---

1- --- - --- --- t----

10-2 1--+--+-t-+---+-j--+---+-t-----1 
--- ---- - -- 1--- r-

2 --

10-3 L...-.......... ---I_--'----'--_L..........-'----'-_L_--'------' 

200 400 600 800 VCE(V) 

FIGURE 6 

BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS BASE 
CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du couranr 
base 

VBE 
(VI 

Tcase 25 oC IC a A ---+-H-
i-

GA :::::F= 1'"1-

..... ..... f-'" ~I-I-

f- 5
1
A 

/1./ ..... ~f-'" 

f-4 A l..--
..... -~I-

3e.~ -- --2A 
1 

1-1--- 1 A 

0,5 

o 2 3 lB (AI 
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FIGURE 5 

SAFE OPERATING AREA-ON STATE 
SWITCHING--SEE ALSO FIGURE 3 
Aire de sécurité à la commutation à la ferme
ture. Voir aussi figure 3 

IC F=1==t=F:::rI-rTT;""-';;~r.l 
(AI t--t--t--r-- t--i--t--t--.--,-----t 

100 1--+---+-1-+ 

10-1 I---;--+--j--

10-2 I---;--+--j--

200 400 600 800 VCE(V) 

FIGURE 7 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE CURRENT 
Tension collecteur émetteur en fonction du 
courant base 

VCE 1 

(V) 1- __ Tcase 25 oC 

2 

- c- - 1- -1-"1- "r----r-t-t-t--t--r-H 
-- -- r--- r- r-r-- -r--

~-~l --~-
-~~~-~~- --r--~r-~ 

f-I-r--~r---r___-~r___-~ 

4-r___H- r------

Ica A 
-~\ - - -- --- -- - \1 1- -- - --1\ ----- -- - t---~-
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- --1\-
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FIGURE 8 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Vllleur statique du rapport de transfert direct 
du courant en fonction du courant collecteur 

VCE 10 V 
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FIGURE 9 
RELATIVE VARIATIONOFtfTlME VERSUS 
JUNCTION TEMPERATURE 
Variation ré/ative du temps tfen fonction de la 
température 

v 
V 

/ 

Y 
y 

10-2 
4 68 

10-1 
4 68 

100 IC (A) a 20 40 60 80 

K 

10.1 

FIGURE 10 
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DE
RATING FACTOR UNDER PULSES CON
DITIONS (Typicall 
Facteur de réduction de la résistance thermi
que en régime d'impulsions (Typique) 
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OC operation 
Régime continu 
Pulsed operation 
Régime impulsionnel 

4 5 6 7 8 101 

SAFE OPERATING AREA 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE BU 326A 

High voltage, fait switching power transistor primarily intented 

for switching mode power supply oper8ting direct by from 8 

rectified 220 V power line in consumer applications 

Transistor de puiSIIJnce haute tension de commutation rapide, 

spécialement adaptIJ aux alimentations à dkoupage, fonction

nant directement sur le secteur 220 V redressé pour les applica

tions Grand Public 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 % .----r--,--,----, 

75 f---+--+-~ 

50~-+--~-~-~ 

50 100 150 T case(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crête collecteur 

Base current 
Courant base 

Peak base current 
Courant crête base 

Average reverse base current 
Courant base de crête moyenne 

Peak reverse base current 
Courant base de crete inverse 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

RBE = 0 

t p ';;; 2 ms 

tp';;; 2 ms 

t p ';;; 20 ms 

Tcase ';;; 50 oc 

max 

min 
max 

VCEO 

VCES 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

IBM 

-lB 

-IBM 

Ptot 

tj 

tstg 

VCE.S 900 V 

ICM SA 

Ptot 60W 

Rth(j-c) 1,67 0 C/W 

t( (4A) typ 0,251-15 

VCEsat (4 A) 3V 

Case TO 3 See outline drawing CB 19 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB 19 dernières pages 

400 

900 

10 

6 

8 

2 

3 

100 

3 

60 

150 

-65 
+ 150 

Weight 
Masse 

14 g 

Collector connected to case 
Collecteur relié au boitier 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

A 

mA 

A 

W 

OC 

oc 

1977/1 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel co/lecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Figure 1 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation co/lecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 900 V 

VBE = 0 
Tcase = 25 oC 

VCE = 900 V 

VBE = 0 
Tcase = 125 0 C 

VEB = 10V 

IC = 0 

IC = 100 mA 

lB = 0 
L = 25mH 

VCE = 10V 

IC = 2,5A 

IC = 2,5A 

lB = 0,25 A 

IC = 4A 

lB = l,25A 

IC = 2,5 A 

lB = 0,25 A 

IC = 4A 

lB = l,25A 

* Pulsed 
Impulsions tp 300 Jls 6 ~ 2% 

2/8 
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ICES 

IEBO 

VCEOsus 

h21e* 

VCEsat * 

VBEsat * 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

1 

mA 

2 

10 mA 

400 V 

15 

10 

V 
3 

1.4 

V 
1,6 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 

CARACTERISTIQUE DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Fig. 2 

Temps total d'établissement 

Fall time 
Temps de décroissance 

Fig.2 

Carrier storage time 
Fig.2 

Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERJSTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 0,2 A 

VCE = 10V 
f = 1 MHz 

IC = 2,5 A 

IBl = 0,5 A 

IB2 = -lA 

VCC = 250 V 

Tcase 25 oC 

fT 

td + tr 

tf 

t s 

BU 326 A 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ 

6 

0,3 

0,25 

1,5 

max 

0,5 

9,5 

3,5 

MHz 

ilS 

J.lS 

ilS 

3/8 
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FIGURE 1 - V(BR)CEO - V(BR)CEX - V(BR)CER test circuit{ and oscillograms) 
Circuit de mesure des V(BRJCEO _ V(BRJCEX - V(BRJCER et oscillogramme 

Rb 

100n 
50 Hz 

ln 
lW 

horizontal 
.-----""""T-----\-4.) scope 

vertical 
scope 

'--___ -'-__ ...... common 

IC 

-+-----------~~---.. VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) 
Çircuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

lB 

IC 

90% 

10% 
~---+~4---4-----------~~~~ 
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tr 

10ff 

r------...-__ scope Rc 100n 
Rb 5,6 n 
Vce 0#= 250 V 
IBl 0,5 A 
IB2 1 A 
le 2,5 A 

VCC 

IBl and IB2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 
amplifier type 134. 
IB1 et 'B2 sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134. 

Rc, Rb : non inductive resistors 
tp : pulse width = 10 I.ls 

dut y cycle"; 1 % 
rise and fall times ..-;; 50 ns 

Rc, Rb " résistances non inductives 
tp . largeur d'impulsion = 10 j.lS 

facteur de forme ..-;; 1 % 
temps de montée et de descente ..-;; 50 ns 



BU 326 A 

SAFE OPERATING AREA IN THE SWITCHING MODE 

ln the switching mode, the transistor is either in an on state or in an off one; when it is conducting, the collector-emitter 

voltage remains low ( VCEsat). The switching from the off state to the on one ( and reverselv) occurs during a time 
( tr or tf ) closed to the values guaranteed in the data sheets. 
ln the switching mode, the SOAR is specified for junction temperatures below or equal to 125 oC. 

During the off state switching, the SOAR is defined bV the zone 1. In order to make the transistor capable of sustaining 
a voltage higher to VCEOsus ( then the opprating point remains along the segment MN ) it is obligatory that ; 
- the emitter-base junction should be reverse biaised ( VSE ;;;'0 ) 

- the collector current of the transistor should be below or equal to the maximum leakage current specified 

During the on state switching, the SOAR is defined by the zone 2. The operating point mav move within the hachured 

area provided that : 

- the moving time within this area is below than 0,25 J..lS 

- the emitter·base junction is forward biaised ( bV a voltage higher than the threshold conduction) 

AIRE DE S~CURIH EN R~GIME DE COMMUTATION 

En régime de commutation, le transistor est soit bloqué, soit conducreur. Quand il est conducteur la tension col/ecteur
émetreur est faible ( VCEsar). La commutation de l'état bloqué à l'érar passant (et vice-versa J a lieu avec un temps de 
commutation ( tr ou tf J voisin des valeurs garanties dans les notices. 
L'aire de sécurité en régime de commutation est définie pour des températures de jonction inférieures ou égales à 1250 C. 

Pendant la commutation à l'ouverture, l'aire de sécurité est définie par la zone 1. Pour que le transisror soit capable de 

supporter une tension supérieure à VCEQsus ( le point de fonctionnement se trouve alors sur le segment MN J, il est 

indispensable: 
- que la jonction émetteur·base soit polarisée en inverse (VBE;;;' 0 ) 
- que le courant collecteur du transistor soit au plus égal au courant de fUite maximum spécifié 

Pendant la commutation à la fermeture, l'aire de sécurité est définie par la zone 2. MaiS le point de fonctionnement 
ne peu t traverser la zone hachurée que si : 
- le temps de parcours dans cerre zone est inférieur à 0,25 J..lS 

- /a jonction émetteur· base est polarisée en direcr ( au dessus du seuil de conduction J. 

le 1-----., 

-I-___ --&:.M:..:.... ___ ..:.;N:.-_ V 

VCEOsus VeEX 

Zone 1 

1 

leM~-----' 

le 

Zone 2 
FIGURE 3 
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IC 
(Al 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

FIGURE 4 

SAFE OPERATING AREA-OFF STATE 
SWITCHING-SEE ALSO FIGURE 3 
Aire de sécurité à la commutation à t'ouver
ture. Voir aussi figure 3 

1 Tj 125 OC 

r-~ 1 

1 i 

~-L+--- -- -

1 ! 1 1 

r-j -1 -+-t. + t-+-1 

i 1 

f-l+ 4- - ~ -~ -~-+--
r--tLt- 1 1 i 

'---

1 1 

-t -~ -[-- -- - -

--J -\1 --

200 400 600 800 VCE(VI 

FIGURE 6 

BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS BASE 
CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du courant 
base 

VBE 
(VI 

Tcase 25 OC 
1 ! 

IC 8 A -i-f--::;: 
~ 6A p---] 

1 1--'> n ~ H-- 1 

H5IA~ "". 1--' .... .....,.- 1 ! 1 1 

.... 
f---t"" -4 A......r' .... 

3 A ::+= -1-f--2A 
[ ! 

i l ' 

,...-+- -1- 'iA 

1 

1 

1 
1 

1 

0,5 
'[ 

1 

i 

i 

i 1 

1 j 

o 2 3 lB (Al 
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FIGURE 5 

SAFE OPERATING AREA-ON STATE 
SWITCHING-SEE ALSO FIGURE 3 
Aire de sécurité à la commutation à la ferme
ture. Voir aussi figure 3 

IC I==+=+==+=::rlll---:;:--:;:;;~ 
(Al ~+-~-+-1--+-1--+-1--r-~ 

100 I---+--+-+--

10-1 

10-2 t---+--+-+--

200 400 600 800 VCE(VI 

FIGURE 7 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE CURRENT 
Tension collecteur émetteur en fonction du 
courant base 

o 2 3 lB (Al 
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FIGURE 8 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct 
du courant en fonction du courant collecteur 

VCE 10 V 
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BU 326 A 

FIGURE 9 
RELATIVE VARIATIONOFtfTIME VERSUS 
JUNCTION TEMPERATURE 
Variation relative du temps tfen fonction de la 
température 

1 ~ __ ~~~ ____ ~ __ ~ __ ~ __ ~ 

10-2 
4 68 

10-1 
4 68 

100 IC (A) o 20 40 60 80 

FIGURE 10 
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DE
RATING FACTOR UNDER PULSES CON
DITIONS (Typical) 
Facteur de réduction de /a résistance thermi
que en régime d'impulsions (Typique) 
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OC operation 
Régime continu 
Pulsed operation 
Régime impulsionnel 
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SAFE OPERATING AREA 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DI FFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSÉ 
BU 800 

Preliminary data 
Notice préliminaire 

Formerly SESCOSEM Number ESM 2808 
Ancien numéro SESCOSEM 

Transistor with integrated damper diode 

tO 
VCES 1500 V 

intented for horizontal defleetion of 

sereen eolor television reeeivers. VCEO 700 V 

Transistor à diode damper intégrée pour ICsat 4,5 A 
balayage horizontal des téléviseurs cou· 

ICM 10 A 
leur. 

tf 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

100% 
\ 

75 

50 

25 

o \ 
o 50 100 150 T ease(OC) 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TI ON 

Colleetor·emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
t p = 10 ms 

Courant crête collecteur 

Base current 
Courant base 

Forward peak base current 
t p = 10 ms 

Courant direct de base crête 

Power dissipation 
Tcase ~ 95 oC 

Dissipation de puissance 

Junetion temperature 
max 

Température de Jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

"= ll-fOMSON.CSF 
DMSCN SE~ONDLCTE~S 

~ 

typ 0,6 ilS 

Case TO 3 See outline drawing CB 19 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB 19 dernières pages 

Weight 144 
Masse ,g 

Collector is conneeted to case 
Le collecteur est relié au boitier 

Bottom view 
Vue de dessous 

Tcase 25 oC 
( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

VCES 1500 V 

VCEO 700 V 

IC 5 A 

ICM 10 A 

lB 2,5 A 

IBM 4 A 

Ptot 12,5 W 

------

Tj 115 oC 

Tstg 
- 65 

oC 
+ 115 

1978/241/5 
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BU 800 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

T case 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE 

RBE 

1500 V 

o 

o 
5V 

lB = 0 

ICES 

IEBO 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indication contraires) 

min typ max 

mA 

300 mA 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

IC = 100 mA 
L = 25 mH 

VCE cl. = 700 V 

VCEOsus(l) 700 V 

Collector-emitter saturation voltage 

Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 

Tension de saturation émetteur-base 

Diode forward voltage 
Tension directe de la diode 

SWITCHING TIMES ON INDUCTIVE LOAD 

IC 

lB 

IC 

lB 

TEMPS DE COMMUTA TIaN SUR CHARGE INDUCTIVE 

Fall time 
Temps de décroissance 

Fig_ i 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

* Pulsed 
Impulsions t p = 300 J..I-S 

ICend 

IBend 

8 ~ 2% 

4,5 A 
2A 

4,5 A 
2A 

-4,5A 

4,5 A 
l,BA 

VBEsat 

(1) Collector-emitter \loltage limited at VCE cl. = 700 V by an auxiliary clamping circuit_ 

(1) Limitation de la tension VCE cl. = 700 V par système d'écrêtage. 

2/5 
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5 V 

1,5 V 

1.4 V 

J..I-s 

oC/W 



BU 800 

FIGURE 1 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

+VA(1) 

1 ) Ajust tp 1 Bend 

2) Ajust to ICend 

LB + Lf" 

VA 

VCC 

ts 

Cl 

0,9 mH 2.7 n + VCC 1----l .......... -..... ·~OO~Oi1nOOfl101l'O·~I--.--~ (2) 

- -1 C 

1 \,5 kV lOOIlF 

1 

• Transistor mounted on dissipator Rth(rad)';:; 3 0C/W 

" Transistor monté sur radiateur Rth(rad) .;:; 3 0C/W 
RBE : Integrated base-emitter resistance 

R BE : Résistance base émetteur intégrée 

1,8 A 1 ) Aluster pour 1 Bend 

4,5 A 2) Aluster pour ICend 

lOIlH LB + Lf" 

~ 24 V VA 

~ 140 V VCC 

~ lOIlS ts 

10 nF Cl 

" LB + Lf is the total of the secondary leakage inductance Lf ( of the driver transformer) and the series inductance ( LB 

" LB + Lf est la somme de l'inductance de fuite secondaire Lf du transformateur driver et de l'inductance série ( LB). 

DRIVER TRANSFORMER 

Magnetic circuit 

Primary winding 

Secondary winding 

Air gap 

LCCB50GER30x13x8 

nl = 120 spires; 4> = 0,35 mm 

n2 = 25 spires; 4> = 0,8 mm 

a = 0,2 mm 

TRANSFORMA TEUR DRIVER 

Circuit magnétique 

Enroulement primaire 

Enroulement secondaire 

Entrefer 

3/5 
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IcA 
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1 

VBE 
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FIGURE 2 

WAVEFORMS DURING SWITCHING WHEN THE TRANSISTOR TURNS OFF 
FORMES D'ONDE PENDANT LA COMMUTA TlON A L'OUVERTURE DU TRANSISTOR 

r-c t s 
1 

0,1 'Cend 

~tf'-' 
1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

~ 
1 

1 

V(BR)EBO 

• t 

1) When the trace returns , the base emltter voltage must 

stay negatlve. 

1) Pendant le retour de la trace, la tensIOn bdse . emeU,"w 

doit rester négative. 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA BUV 18 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE MESA 

High speed, high current , high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 % ___ -,---.----,-------, 

OL-~-L_~ __ ~_~ 
o 50 100 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base IIoltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter IIoltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter IIoltage 
RBE = 100 n 

Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter IIoltage 
VBE = - 1,5 V 

Tension collecteur-émetteùr 

Emitter-base IIoltage 
Tension émetteur-base 

Collector current (RMS) 
Courant collecteur efficace 

Peak collector current 
t p = 10 ms 

Courant de crête de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase = 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

"

lHOMSONOCSF 
OMS()NSE~CHJUCTEURS 

~ 

Preliminary data 
Notice préliminaire 

Preferred device 
Dispositif recommandé 

VCEO 
ICsat 
Ptot 

Rthlj-c) 

60 V 
BOA 
250W 

VCEsat ( 80 A ) 
tf (80 A) 

~0,7 0C/W 
~ 1,5 V 
~0,5f.1s 

Case CB 159 See outline drawing on last pages 
Boitier Voir dessin côté dernières pages 

( TO 3 modified ) 
( TO 3 modifié) 

Weight 14,4 9 
Masse 

Tcase 25 oC 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

ICeff 

ICM 

lB 

Ptot 

tj 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

( Unless otherwise stated ) 
( Sauf indications contraires) 

120 V 

60 V 

110 V 

120 V 

7 V 

50 A 

90 A 

16 A 

250 W 

200 oC 

- 65 
+ 200 

oC 

1978/37 1/4 
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BUV18 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

-- -

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown eollector eurrent 
Courant collecteur de second claquage 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 50V 

lB = 0 

VCE = 120V 

VBE = -1,5V 

VCE = 120V 

VBE = -1,5V 
T case = 125 oC 

VBE =5V 

IC = 0 

IC = 0,2 A 

lB =0 
L = 25 mH 

lE = 50 mA 
IC =0 

VCE =2V 

IC = 40A 

VCE = 4V 

IC = 80A 

IC = 40A 

lB = 4A 

IC = 80A 

lB = 8A 

IC = 80A 

lB = 8A 

VCE = 30V 
t = 1 s 

VCE = 10V 
t = 1 s 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais 1 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transistion frequency VCE = 15V 

IC =2A 
Fréquence de transition 

f = 10 MHz 

Turn-on time IC = 80A 
Temps total d'établissement lB = ±8A 

* Pulsed ImpulSIons tp - 300 ilS fi .;;;; 2 % 

2/4 
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ICEG 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

V(BRIEBO 

h21E* 

VCEsat * 

VBEsat * 

IS/B 

fT 

ton 

( Unless otherwise stated 1 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

3 mA 

3 

mA 

12 

1 mA 

60 V 

7 V 

20 60 

10 

0,6 

V 

1,5 

2,2 V 

1,5 
A 

25 

8 MHz 

1,5 ilS 



BUV18 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalJ signaIs) 

CA RA RACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

( Unless citherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

Fall time 
Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = 80 A 

181 = 8A 
182 = -8A 

IC = 80 A 
181 = 8A 
182 = - 8 A 

min typ max 

0,5 IJ.s 

1,2 IJ.s 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

°C/W 

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insu
rance against thermal fatigue. 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure 
entre la pastille de silicium et l'embase confère au 
transistor un maximum de garantie contre la fati· 
gue thermique. 

Pulsed test: 
Contrôle cyclique: 

10 000 cycles 

«on» : 2 minutes ( 0 -> 100 W) 
«off» : 1 minute ( 100 -> 0 W ) 

T case = 100 oC max 
/':,. T case = 85 oC max 

3/4 
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SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

102 
~ •• t .. , ... - --f----r-

• . , 
~ 

1" 
r.... 

~ 
~ 

\ 
101 \ 

1\ 
\ 

\ 

1\ 
\ 
\ 

100 

Tcase 25 oC 
OC operation 
Régime continu 

_____ _ Single pulse operation 

Régime mono impulsion 

•••••••• Pulsed operation 1 < 50 A 
Régime impulsionnel Ceff 

10-1 

100 

4/4 
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4 5 6 78
101 

1\ 

10l./s 

1 

1 

1 

1 

\ 
\ 

1\ 

4 5 6 7 8 102 

-

4 5 6 7 

VCE (Vl 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE MESA 

BUV 19 

High speed, high current , high power transistor 

Transistor de puissance rapide, fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 % ___ -r---.,----r-----, 

75r---r~~-~+--~ 

25 f---+--+---j>\.-------1 30 % 

O'----'-----'---L--~ 
o 50 100 150 T case (OC) 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
RBE = 100 n 

Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 1,5 V 

Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current (RMSI 
Courant collecteur efficace 

Peak collector current 
t p = 10 ms 

Courant de crête de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
T case = 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

Preliminary data 
Notice préliminaire 

Preferred de"ice 
Dispositif recommandé 

VCEO 
ICsat 
Ptot 

80 V 
60A 
250W 

Rth(j-cl ~ 0,7 °C/W 
VCEsat (60 Al ~ 1,2 V 
tf (60 Al ~ 0,4 J1S 

Case CB 159 See outline drawing on last pages 
Boitier Voir dessin c6té dernières pages 

( TO 3 modified ) 
( TO 3 modifié) 

Tcase 25 oC 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

ICeff 

ICM 

lB 

Ptot 

tj 

tstg 

Bottom "iew 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

( Unless otherwise stated ) 
( Sauf indications contraires) 

160 V 

80 V 

150 V 

160 V 

7 V 

50 A 

70 A 

12 A 

250 W 

200 oC 

- 65 oC 
+ 200 

1977/52 1/4 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown IIoltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 
Figure 1 

Emitter-base breakdown IIoltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation IIoltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation IIoltage 

Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE 
lB 

== 65 V 
== 0 

VCE == 
VBE == 

VCE == 
VBE == 
T case == 

160 V 
-1,5V 

160 V 
-1,5V 
125°C 

VBE == 5 V 
IC == 0 

IC == 0,2 A 
lB == 0 
L == 25 mH 

lE == 50 mA 
IC == 0 

VCE == 2 V 
IC == 30 A 

VCE == 4 V 
IC == 60 A 

IC == 30 A 
lB == 3A 

IC == 60 A 
lB == 6A 

IC == 60A 
lB == 6 A 

VCE == 30 V 
t == 1 s 

VCE == 10 V 
t == 1 s 

DVNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais 1 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transistion 

*,Pulsed 
Impulsions t p 

2/4 
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300 p.s 

VCE == 15 V 

IC == 2A 
f == 10 MHz 

{) ~ 2% 

ICEO 

ICEX 

VCEOsus 

V(BRIEBO 

VBEsat* 

IS/B 

fT 

( Unless otherwise stated 1 
( Sauf indications contraires) 

min typ max 

3 mA 

3 

mA 

12 

mA 

80 V 

V 

20 60 

10 

0,6 

V 

1,2 

2 V 

1,5 
A 

25 

8 MHz 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (suite) 
CARACTtRISTIQUES DYNAMIQUES (suite) 

Tcase 25 oC 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Fall time 
Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

60A 
+6A 

60 A 
6A 
-6A 

60 A 
6A 
-6A 

ton 

ts 

BUV 19 

( Unless otherwise stated ) 
( Sauf indications contraires) 

min typ max 

1,5 J1.s 

0,4 J1.s 

1,2 J1.s 

°C/W 

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FA TIGUE THERMIQUE 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insu
rance against thermal fatigue_ 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure 
entre la pastille de silicium et l'embase confère au 
transistor un maximum de garantie contre la fati
gue thermique. 

Pu Ised test; 
Contrôle cyclique: 

10 000 cycles 

«on» : 2 minutes ( 0 ..... 100 W ) 
«off» : 1 minute ( 100 ..... 0 W) 

T case = 100 oC max 
!J. T case = 85 oC max 

3/4 
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102 

101 

100 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

~ .. !t··I···~·i 1---~I-' 1-1- ~ 1-0--io----

-. 
f' : 

"" 1 
~ ! 1\ 

\ 1 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 1 

\ 
1\ 

\ , 
Tcase 25 oC 

r'\. 
1 

OC operation 
, 

! 
Régime continu , 

r\l ______ Single pulse operation 

Régime mono impulsion 
•••••••• Pulsed operation 

ICeff < 50 A Régime impulsionnel 
1 1 1 1 11111 1 1 1 

10ps 

10-1 

100 4 5 6 7 8 101 4 5 6 7 8 102 

4/4 

500 

4 5 6 7 

VCE (V) 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUV20 

- High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 S/B 

100% r-~-'----'----r----' 

75 

50 

30% 
25 

o 
50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector base voltage 
Tension collecteur base 
Collector emitter voltage 
Tension collecteur émetteur 
Collector emitter voltage RBE =100n 
Tension collecteur émetteur 
Collector emitter voltage VBE =-1,5V 
Tension collecteur émetteur 
Emitter base voltage 
Tension émetteur base 
Collector current 
Courant collecteur 
Peak collector current t p = 10 ms 
Courant de crête de collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation tcase = 25°C 
Dissipation de puissance 
Junction femperature max 
Température de jonction 
Storage temperature min 
Température de stockage max 

l6.THOMSONOCSF 
DMSION SEMM.;(H)UCTEURS 

~ 

* Preferred device 
Dis ositif recommandé 

VCEO = 125 V 

IC 50A 
Ptot 250 W 

Rth(j-c) ~ 0,7°C/W 
VCEsat( 50 A)~ 1,2 V 

tf ( 50 A ) ~ 0,3 J.LS 

Case CB-159 - See outline drawing on last pages 

Boitier Voir dessin c6té dernières pages 

(TO 3 modified) 

(TD 3 modifié) 

~ 
Weight : 14,4 9 

Masse 

T case 25 Oc 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 

Le collecteur est relié au boitier 

(unless otherwise stated) 

(sauf indication contraire 

160 V 

125 V 

150 V 

160 V 

7 V 

50 A 

60 A 

10 A 

250 W 

200 Oc 

-65 Oc 
+200 Oc 

1978/38 1/8 
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*BUV 20 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector emitter cut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector emitter cut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 
(figure 1) 

Emitter base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collecter current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
*Impulsions t p = 300 JlS {j ..;; 2 % 

2/8 

S02 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =100V 

lB =0 

VCE =160V 
VBE =-l,SV 

VCE =160V 
VBE =-l,SV 
t case = 12SoC 

VEB = S V 

IC =0 

IC = 200 mA 
lB = 0 
L = 2S mH 

lE =SOmA 

IC =0 

VCE = 2 V 

IC = 2S A 

VCE = 4 V 

IC = SOA 

IC = 2S A 
lB = 2,SA 

IC = SOA 

lB = SA 

IC = SO A 
lB = SA 

VCE = 40V 
t = 1 s 

VCE = 20 V 
t = 1 s 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

V(BR)EBC 

h21E * 

VCEsat 

VBEsat * 

IS/B 

(Unless otherwise stated) 
(SaufindkaHonsconuaffe~ 

Min Typ Max 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

12S V 

7 V 

20 60 

10 

0,3 0,6 V 

0,7 1,2 V 

1,4 2 V 

1,S A 

12 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 

Fréquence de transition 

Turn-on time 

Temps total d'établissement (fig.2) 

Fall time 
Temps de décroissance (fig. 2) 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Test conditions 

Conditions de mesure 

V CE = 15 V 

IC = 2 A 
f = 10 MHz 

IC = 50 A 

lB = 5 A 

IC = 50 A 
IB1 = 5A 
I
B2 

=-5A 

IC = 50 A 
IB1 =5A 
I
B2

=-5A 

Min. 

fT 8 

td + \ 

tf 

t s 

*BUV 20 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max 

MHz 

0,9 1,5 ps 

0,15 0,3 ps 

0,7 1,2 ps 

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
(Jgainst thermal f(Jtiguc. 

Le contrôle permanent de ia qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et /'(!mbiiSe confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Pulsed test: r:ontrôle cvclique : 

10000 cycles 
«on» : 2 minutes ( 0 -+ 100 W) 

«off» : 1 minute (100 -+ 0 W) 

Tcase : 100 Oc max 

6T case: 85 Oc max 
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* BUV 20 

102 

101 

4 

100 

7 
6 

10-1 

100 

4/8 

504 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

T case 
1 1 ",,= 

25 oC -
-

DC operation -
Régime continu 

____ Pulsed operation 

Régime impulsionnel 

1'0 
, "".r 

, 1'0)j\,6'0 1 
1" , , ~OV~I , l'~, ~ 

')1 r-.. , 1'0 "~.r ~ -, 
1'°0 r--,~ , , , 

" ,01' 

'" , l' \ ~ 1 

,,~ " \ \ 
\ ~ \ 

" " \ l \ 
\ 

\ 

-y 1\ 1 
\ 
\ \ \ \1 

\ \ 1\ \: 

" 
\ \ ~ 

\ \ 1\ \ 1 
\ \ \ 1 

\1 

\ \ 
\ ~ \ 

\ 
\ 1 

d 
\. , 

~ 
1\ 1\ 1 

\ 

\1 

1\ 1 

f\: 

4 5 6 78 101 4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 

VCE (V) 



TEST CIRCUIT \1 
MONTAGE DE TEST CEOlsll~) 1 fig. 1) 

4VO.HZ~~ test tran91stor 
tranSistor en test 

"--0 

~,ute : 

honzontal 
horlLontal 

BUV20 

_______ -,A 

200 1 
1 

1 

125 1 

The sustaw .. nq voltage VCEO is acceptable wh en the trace falls 10 the right and above point "A". 
Les tenSIOns V CEO sonr I,-.·"prables lorsqu(' la trace passe au·delà du pOint A 

S\VITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
(figure 2j 

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON(et oscillogrammes) 

. ~ 
0: 'II 
CIl-Q 

+ 
t 
P 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. "_ -_- _- _- :Jl' 

- - - .1 

[~I-~----~--------------~----~r---

~ 5 
~(.) 

r j - -- ...... -4 .. _.- - ......................... .. 

~~ 
~~ 
t; ~ : 1 1 1 
~ :;, --- - - - " - -. "r - - -- --- -- - -1- - - - -,-
88 td ~ to-.J ~tf 

, l, 
ton~ ...., '. 

, , t off , , 

RC = 1,2!! 
R1 = 2,2!!. 
h2 = 3,3 n 
C = 0,1 F 

Non inducti\le resistor 

Résistance non inductive 

Vcc "'" 60 V 
VB "" 6V 
Ve "" 28 V 

IB1 and IB2 are measured with Tektronix probe P 6021 
and ampl ifier type 134 
' 81 et ' 82 sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 
et amplificateur type 134 

tp pulse wicfth = 
dut y cycle " 1 % 

tr 'B" 0,5 J1J 
tf 'B< O.lJ.1s 

5/8 
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BUV20 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 

506 

IC 
(Al 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

16 f--f--." t7l"-~ 

12 

8 

1 1 

1 1 

~~--~~--~-lOOmA 

1 

4 ~~~~~ __ +--+ __ T--t_IB~=_5_0~m_A~ 

o L-~ __ ~~~ __ ~~ __ ~~ __ ~ __ 

o 2 3 

COLLECTOr! EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension colle.:reur-émerteur en foncrion de la 

V CE résisrance b,1Se--émerreur (valeur minimum) 

(V) tcase - 25"': 

160 

150 

f--

140 

130 f--

120 

101 

"['\ 

l' 

f---~ 

1 

f-- - -

I
C

';;;;3mA 

- r-

~ 
\ 1 

i\ 

" 1"-~ 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC ~:/~;;;~~~:':,~~~~~ren foncrion de la rension 

(A) 
25;"'A 1 

1,6 1- 1 

1 

1 

20 mA 

r-
I 

1 ~ 1,2 
l5mA 

1 
1 

1--
, 

1 

1 

10mA 

0,8 

-

1 L ! 

j lB =5mA 
0,4 

o l 
o 10 20 30 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur srarique du rapporr de transfert direct du 
couranr en fonction du courant lIollecteur 

VCE =4 V 

~ 
1 

1 ! / .J. 

I.vl V' 

l----+-,r '- ~ 
1;"'/ l ~ q,1 

~f 
..... 1--..... \ 

~. ov ~ {SI 
t--

~v~1 
, 

\l\ 1 

~v 

1\ 1 / 
~. 

1 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BAS~-EMITTER 
VOLTAGE 
Courtmt bH8 en fonction de la tension base-

le lmetttlur 
18 (mA 

Il 

4 

) V
CE

-:::4V 
J 

/1 

li 
11/ 

Ij J 
1 

1---1---}l1 L 1 

~ J~ 
.'" I---r-j, 

1---:-' Il r:=-:J '_N 
i 

J il 
0,4 o,ê 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLE:CTOR CURRENT 
Tension de saturatIon collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur 

V) . :~ = 10 J+---+---+-------'-H 

! I! 
1,6 ~-+---+-+--i--i -1----I--f----H-1-+-+-+h 

~ 

0,8 

1,2 ~-~---r,-l 1 Ç)1{lT 

1 !t It, fi 
! r~~~~~X 0,4 

o 

BUV20 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

iC base-émetteur 

lA 
6 

4 

) VCE =4 V 
1 

~ 
1" V i3 

~ 0" 1; {' .,'" - ... <.:lt Il 
1--

/ , .. l 

/ 1 
Il 

r--r----

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tens/on de saturation hase-émetteur en 

V BE saI fonction du courant collecteur 
IV) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

~=10 
1 

T 
lB 1 

f-

i 
i I-~ I--t-- l 

1 /PJ~ 
~ 

j..-J.... t/ L,...-

tcase "'" l/v 
~---f-

~I 1 

f-- t,el III --r ,- -f-

I 
f-

I Iii 
r- --

4 6 ~ 00 2 4 6 8
101 

2 4 ICIA) 

7,'8 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE . 
Capacité cie sortie en fonction de la 

C
22b 

tension collecteur-base 

IpFI t case = 25°C 

l, 
1'.. 

1'r-., 
.......... r-...... 

-...~ 

I 

l"-

5WITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(/Jsl 

8 ~=10 
V CE =30V 

8/8 

508 

4 

6 

4 

lB 

~ 
['.. 
~ r--..... 

./ 
V 

~ V 

r-...... :--. t--

10 20 

ton 
........ t-" 

V r-.. t-... t. -
j.--'k'" 

.--" 1 tt 

30 40 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CùRRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

1 VCE = 15 V 

15 

10 

5 

o 

t case = 25°C 

1-

/ 
V Î"'\ 

/ 
V 

IC IAI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DËRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la réSistance thermique en 

K régIme d'impulsions 

~p 

4 

'0
1 

0
1
5 -~ ""'~~ 

J1~ 
~P1t~ ~~ V 
t- b ~O,' 1/ 

1/ 

tl~J/ t- ~ 0/ 
t-I-'u-r/ 

=~ 
1,.; V 

fJ 
T 

Zth = K R th 4 

10.2 tU-
10.52 5'0.42 5'0.32 5'0.22 5'0.12 tplo.ecl 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUMNPN, MESA TRIPLE DIFFUSÉ 

*BUV 21 

- High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1 00% r--~--'---~---r----' 

7 5 t---t--->~d---

50 I-.!..-+---t-~-----"~--I 

30% 
25 I---'---+----+--~-__i 

o 
50 100 150 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector base voltage 
Tension collecteur base 
Collector emitter voltage 
Tension collecteur émetteur 
Collector emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur émetteur 
Collector emitter voltage VBE = - 1,5 V 
Tension collecteur émetteur 
Emitter base voltage 
Tension émetteur base 
Collector current 
Courant collecteur 
Peak collector current t p = 10 ms 
Courant de crête de collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation t case = 250 C 
Dissipation de puissance 
Junction temperature max 
Température de jonction 
Storage temperature min 
Température de stockage max 

* Preferred device 
Dispositif recommandé 

VCEO = 200 V 
IC 40A 

Ptot = 250 W 

Rth(j-c) .,;; O,7°C/W 
VCEsat (25 A) .,;; 1,5 V 

tf (25 A) .,;; 0,4 ilS 

Case CB-159 - See outline drawing on last pages 
Boitier Voir dessin côté dernières pages 

(TO 3 modified) 

(TO 3 modifié) 0 o 

~~ 
OB 

Bottom view 
Vue de dessous 

Weight ; 14.4 g 

Masse 

Tcase 25 Oc 

Collector is connected to case 

Le collecteur est relié au boitier 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

le 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

(unless otherwise stated) 

(sauf indication contraire) 

250 V 

200 V 

240 V 

250 V 

7 V 

40 A 

50 A 

8 A 

250 W 

200 Oc 

65 Oc 
+200 Oc 

1978/51 1/8 

509 
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ST ATIC CHARACTER ISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector emitter cut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector emitter cut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 
(figure 11 

Emitter base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector emitter saturation voltage 

Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base emitter saturation voltage 
Tension de saturation.base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
*Impulsions t p 

2/8 

510 

300J.(s li ..;; 2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

V
CE 

== 160 V 

lB == 0 

VCE ==250 V 
VBE ==-1,5V 

VCE == 250 V 
VBE ==-1,5V 
t case == 1250 C 

V EB ==5V 

IC == 0 

IC == 200 mA 
lB == 0 
L == 25 mH 

lE == 50 mA 

IC == 0 

VCE == 2V 
IC ==12A 

VCE ==4V 

IC == 25 A 

IC==12A 
lB == 1,2 A 

IC == 25A 

lB == 3A 

IC == 25 A 
lB == 3 A 

VCE == 140V 
t == 1 s 

VCE == 20 V 
t == 1 s 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

V(BRIEBO 

h21E * 

V * 
CEsat 

VBEsat * 

IS/ B 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

Min Typ Max 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

200 V 

7 V 

20 60 

10 

0,2 0,6 V 

0,9 1,5 V 

1,2 1,5 V 

0,15 A 

12 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Fall time 
Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

(fig.2) 

(fig. 2) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Test conditions 

Conditions de mesure 

VeE = 15 V 

le == 2 A 
f = 10 MHz 

le = 25 A 
lB = 3A 

le = 25 A 
IBl = 3A 
IB2 = -3A 

IC = 25 A 
IBl = 3A 
IB2 = -3A 

fT 

td + tr 

tf 

t s 

Rth(j-c) 

Min. 

8 

*BUV 21 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

Typ. Max 

MHz 

0,85 1,2 J.1s 

0,2 0,4 ils 

1 1,8 J.1S 

0,7 °C/W 

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Pulsed test: Contrôle cyclique: 

10 000 cycles 
«on» : 2 minutes ( 0 ~ 100 W) 
«off» : 1 minute (100 ~ 0 W) 

Tcase : 100 Oc max 

6 T case : 85 Oc max 

3/8 
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4 
r-.. 

100 

4 

10-1 

T case 25 oC 

OC operation 
Régime continu 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

)'0 
4.1' , , , , 

1\. , , " 

7. r-,SO 
r, " ' $,~OO ,4.1' 

1\ " l', r-~ ,,~~ 

~O0 
7 ~ ~.r , , 7

0 ~-?;.r' .l', , 
"r-~.-?;- 1--,.r ~. ]\ ~ 

t'.. r, ' 
'\ " 

\ \ \ 
\ ~ \ 

\ 
\ \ \ 
\ \ ~ 
\ ~ 
~ \ 1\ \ \ 

\ \ \ \ , 
\ 

\ 
\ 

f\ \ , \ \ 

\ \ \ \ \ 
\ \ \ 

\ \ \ 
\ 

r; 
1\ 1\ 1 

\ \ 

\ , 
1\ \ 

\ \ 

1\ \ 

\ \', 

r'\ 

____ Pulsed operation 

Régime impulsionnel 
10-2 1 1 1 1 1 11111 

100 4 5 6 7 8 101 4 5 6 7 8 102 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEC>fsus) (fig. 1) 

4}10HZ~~ test tranSistor 
trdnsistor en tesr 

0- 10 V 

N. 

1 S2 
lW 

hori zontal 
horizonrdl 

l'C
lmAI 

The slosta,n'rI' .oltage \".":',0 15 aCCef.>ld.llf' when the trace fdlls tü ",' right and :,lJove point "A". 
Le~ 'r n.qons V CEO sont cJc,"e(Jtables lorsque id trace passe au-delà du pOOl( ..-\ 

SWITCHINù TIMES T EST CI RCUITS (and oscillograms) 
CI .UITS DE r.1ESUPE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (e[ osul/oqrammesJ 

(fig. 2) 

>-::;. 

'" 
~ 
2 
1.' 

C 
..,) 

+ 

• 1-- ._~~'. 

td tr t s 4 

ton t off 

'!J~ dnu 1:, / " .. ,·,ur('d Witii rektrcJnlx proile 

p 6021 dn,I\'npilfler ty:" 134 
'.,,·r/825·' ' .l'sur('sa''f.'1 (l," sonc!p reKtrcO(>C 

fJ bu) 1 et ... 1 "1". flCJteur 'IFnp 1.~'4 

VCL. 100 V 

RC 4 n 
RB 2,2 S2 

RB . non IndlJctlve rc,.I'>!;mces 
Pu, ,l. ,'/lcJth 101S 
FnJmcfactor/l .. 
R,sI' a!lcJ fall timf < 50 ns 

rr'SI\(Jncrs non Inductives 

L arql!ur d'lfnpLilslOn 10 J..Js 

FâC!.'/". de fOrlne -; 1 

Temp. dp ,nontct.' t'i r..e:;cente ~50 ) 

* BUV 21 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6
'
8 

514 

COLLECTOR CUAREêIIT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonCClon de la tension 

IC collecteur ~merreur 
(A) 

16 

12 

8 

4 

o 
o 

c.:OLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value1 
Tension cOllecteur-émerreur en fonction de la -

V CE résisranc Il - se émetteur {valeur minimum} " 

(V) 

260 

lcase = 2o"C 

f=~md r--I--- -+-

r---- 1 1 -r-

~ ........ ,~ r-- -- -- -+--~-
1 

- f--- If\ 
+-

r-
i "\ 1 

240 

-- -- !\. 

'\ 
1'-."" .- r-- -- r-t--- r--1--- 1--

~ ~ t-r-. t---r- t--- - + f----

r- t---f 1 i 

j 1 

2<-0 

200 

COLLECTOR CLJRRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 

le ~:/~;;7eru~~:~~~7t~~ren fonction de la tension 

(A) 

: 1 1 Il! 
-+-r- 20 mA ----t --, 

0,8 - --I-----f---' 18 mA 
i 

-+ 
Ir"' 1 i 1 

-; 16mA 

0,6 1---
: 

l-l- 14 mA l 
1 1 1 1 1 

_4 __ 4_ -+ 12 mA 

1 1 1 1 1 

0,4 ~_~i =+---+' ...;.1 O~m::..A~""';'_+-.....j._-t-...., 

1 km~ 
1 16ml i 

0, 2 1---.l=~=t"~F~,-----t:-::--j:r--=---t-:-~ 
1 1 14mA 1 

o : 1 1 

o 10 20 30 40 

90 

60 

30 

STATIC FORWARD CURRENr TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de tr,,~sfert direct du 
courant en fonctIon du courant lJollecteur 

1 V CE = 4 V 

l' 
1 i ! ! I-

f- : 1 

1 1 ~oC 
1 __ -?,'l: ..A"'-"""" r ~c~~ .... 1 1 1\ 
t/ __ ~~ 

JV~t---r-. 
~ I-----~~'l-'<>oc 

VI~c~"e i r ,~ 
f-- 1 i 

i 
1"\ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonC:lon de la tenSIOn base

lB émetteur 

V CE =4 vt-- f (mA 
6 

) 
V 1 1 -; 

1 

! ~ 
1 

1 

i 1 

~ 
1 K} u - " 

r-----~ // "'-t------~, 1 

f-- '" " 1 0.-'-' V' 

~-t- -t- 1 -:;-I~! 

c-f-I -['; --t--

f-- -- --

t---=f= 
- .-

f--t---- C-._ t-----~ 
1 rf= 

1 1 

-t---t----t-- ---r-----

1 

- --r-+-1-i -
. i 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-E'(,TTER SATUf-<ATION VOL TAGE 
VERSûS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur·émetteur en 

V Cc satfonctlon du caurJnt collecteur 

IVI * 8 : Il 1 1 : 1 ~ 
1 il Iii 1: i 

1 .6 f--+-t---<----.,--)---+-----1-+--i

I

-+---lt---+--f-+--I--11 
j: : 1 

f--+--+--+!-+I+ l' 1 --- -:7~ 
Iii il 

* BUV 21 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Couranr co/lecteur en fo"ction de la tenSion 

IC base-émerreur 

(A ) V CE = 4 V t------1--

~').,:>oC 
\c'3Se 

').,:>oC ",,' I-f---

1 

! 
~3se • c 

1-- t---- t-- vI 
V 

, 1 / / 
1 1 
1 -f--
1 1 

'-r-~ ~ 
1 -

1 

0,4 0,8 1,2 

BASE EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VE RSUS COLLECTOR CU R RENT 
Tension de saturation base-énle.tteur ell 

1/ BE sal fonctiOn du courant collecteur 
(VI 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUtS TYPIOUES 

8/8 

516 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTORBASE VOLTAGE 
Capacité de sortIe en fonctIOn de la 

C tenSion co'lt.'cteur-base 
22b 

(pF) t case = 25°C_ 

1 

1----- +--
! i 

1 

1 
1 

......... 
1 

't--,. 
...... ~ 

...... '" l"-
i' ...... 

1 

j 

1 
1 1 l 1 l 1 11 

SWITCH;NG riMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Tamps de COI "mutation en fonction du 

t courant c,J/Iecteur 

("s) 
8 

4 

4 

V CE = 100 V 

~=8 -
B 

t' s i'...... 
............ 

ton 

--tf i 
la 

- --- - r--1-
1 

! 

1 

: 
j'.... 

............. 
1 r--
~ 

.-/' -- ..,....-1-""" 

! 

16 22 

) 

15 

la 

5 

a 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonctloll du 
courant collecteur 

V CE = 15V 
t case = 25°C 

,,/ -.... V 
// 

V 1 

~ 

IC (A) 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDE R PULSES CONDI TIONS 
Facteur de réduclIon de la réslHance thermIque en 

K régIme d'impulsIOns 

~ .... 
(; 1 0 ~ ....... ..... ~~ 

.-?~ 
~GrtV ~V V 
r- 'b~OI' IL ~V 

"J1v V 

r- ~ 
<::J~ 

4 

4 

r--",4'V 
=~ 

~/ 
" 

T 

Zth = K R th 

10-2 

-gr-
10.52 510-42 5 10-3' 5

10
-2 ' 5

10
-,2 t..,'sec) 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUMNPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUV22 

- High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1 00% r--...,.....-.---,.--~----, 

75 

50 

30% 
25 

o 
50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector base voltage 
Tension collecteur base 
Collector emitter voltage 
Tension collecteur émetteur 
Collector emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur émetteur 
Collector emitter voltage VBE = - 1,5 V 
Tension collecteur émetteur 
Emitter base voltage 
Tension émetteur base 
Collector current 
Courant collecteur 
Peak collector current t p = 10 ms 
Courant de crête de collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation tcase = 250 C 
Dissipation de puissance 
Junction temperature max 
Température de jonction 
Storage temperature min 
Température de stockage max 

"* Preferred device 
Dispositif recommandé 

VCEO = 250 V 
IC 40A 

Ptot 250 W 

Rth(j-c) ,ç 0,7°C/W 
VCEsat(20A),ç 1,5V 

tf (20 A),ç 0,5 J1S 

Case CB-159 - See outline drawing on last pages 

Boitier Voir dessin côté dernières pages 

(TO 3 modified) 

(TO 3 modifié) 

Weight ; 14,4 g 

Masse 

T case 25 Oc 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 

Le collecteur est relié au boitier 

(unless otherwise stated) 

(sauf indication contraire) 

300 V 

250 V 

290 V 

300 V 

7 V 

40 A 

50 A 

8 A 

250 W 

200 Oc 

65 Oc 
+200 Oc 

1978/511/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector emitter cut-off current 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector emitter cut-off current 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter base cut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 
(ligure 1) 

Emitter base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
*Impulsions t p 

2/8 

518 

300/-1 [j"ç2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 200 V 

lB = 0 

V CE = 300 V 

VBE =-1,5V 

V EB = 5 V 

IC = 0 

IC = 200 mA 

lB = 0 
L = 25 mH 

lE = 50 mA 
IC =0 

VCE = 4 V 

IC = 10A 

IC = 10A 

lB = 1 A 

IC = 20 A 
lB = 2,5 A 

VCE =140 V 
t = 1 s 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

Min Typ Max 

3 mA 

3 mA 

ICEX 

12 mA 

mA 

V CEOsus 250 V 

V(BR)EBO 7 V 

20 60 

10 

0,2 V 

V CEsat* 

0,5 1,5 V 

1,2 1,5 V 

0,15 A 

IS/ B 

12 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 

Temps total d'établissement (fig.2) 

Fa" time 
Temps de décroissance (fig. 2) 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Test conditions 

Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

'C = 2 A 
f = 10 MHz 

'C = 20 A 

'8 = 2,5 A 

'C = 20 A 

'81 = 2.5 A 

'82 = - 2.5A 

'C = 20 A 

'81 = 2,5 A 

'82 = - 2,5 A 

Min. 

fT 8 

td + tr 

tf 

t s 

Rth(j-c) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 
CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Pu'sed test 
Contrôle cyclique 

10 000 cycles 
«on» : 2 minutes ( 0 ->- 100 W) 
«off» : 1 minute (100 ->- 0 W) 

T case : 100 Oc max 
6Tcase : 85 Oc max 

*BUV 22 

(Un'ess otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

Typ. Max 

MHz 

0,75 1,3 J.1.S 

0,2 0,5 J.1.S 

1,25 2 J.1.S 

0,7 °C/W 

3/8 
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SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

70 

4 
", , , , , Ns , , 

1 

101 

100 

10-1 

10-2 

4/8 
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l' 
r-. 
~ 

T case 25 oc 

OC operation 
Régime continu 

---- Pulsed operation 
Régime impulsionnel 

100 4 5 6 78 101 

, 
r, , 

, , 
""6 " ",-C'-

~ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

, '1',1 , 
, 

1 , ~6'0 , 
'. '''00 "~'" 1 , ~OO' ",ç,,,, , 1 ,," :-- ,ç,,,,,, , 

,,'â 
'?", , , 'f 

, '1; \~ \ " Il 
1\ \ i , \ i " \ '. \ TI 

\ '. \ ~ 
\ \ '. , 1 

r\ \ \ \ 1 
\ 1 1 

\ , \ : 
1\ \ 1 \1 

\ , 
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\ \ 

-\ 1 

\ \ Il 

\ \ \ 1 
Il 

\ \ '1 
\ 1 
\ 1 

\ \ 1 

'" '.J 
1 

r...: 

4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 

VCE (V) 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus' (fig,1) 

~OHZo--_~~ test transistor 
transistor en test 

RB = 100 D 

Note: 

0+ 10 V 

ln 
lW 

horizontal 

cOrilmon 
Icommun 
• 0 

-;-r,e sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A", 
Les tensions \1 CEO sont acceptables lorsque la trace passe au'delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig, 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscilloqramll/esJ 

C 
Q.> 

u 
Q.> 

'" co ,-

:81 and 182 ,ne,ured w,',/, rr~ktronr>- probe 
p 6021 and I\mpl ifier type 134 
J Blet '82 S,)" t rnesurés av('/' Ulle sonde Tek tronfX 

p 5021 et Am,,,',flcateur rl/d" 1 14 

'JCC 

~56001lF • 
Vcc C~ 100 V 

RC 5 n 
RB 2,7 n 

fiC - RB : nOn rnductive resistances 
tiJ :Pul~E:width ~-10f.Js 

Forme factor';;; 1 % 
Rise and fall time ,ç 50 ns 

'le RB res/seances non inductives 
'u ' Largeur d'Impulsion ~ 10 iJS 

Faclf>urdeformf' <-1 
TcnJps de Inontée et descente ~5U 1 \ 

* BUV22 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 
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IC 
(A) 

16 

12 

COLLEe TOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

o L--L ____ ~~ __ ~_~ __ ~~ __ ~~ 

o 3 

COLLECTOël EMITTER VOLTAGE VERSU6 
BASE-E\1ITTER RESISTANCE{minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en foncrion de la 

V CE resisrance base-émerreur {valeur minimum) 

(V) I1case =25c C IC~3 mA 

310 
! 1 

- ~~ 
290 

'\ 
r--,..---

\ 1 j 1 

1----
\l 

270 

, ......... 
"""-

! 
250 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en foncr/on de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

1 1 

1 ! 
1 j 

1 
1 ! 1 

0,8 20mA 

: 
1 1 

1 i IBmA 

0,6 
1 l, 
'16mA ! 

~ IJ mAI 

1 

1 1 
12~A ! 

1 

-0,4 
1 , 10 mA ~ 

~ -t~ --t---+- -aimA --

r-+-- 1 --L-6m~ ---+-0,2 

tL J 4mA 
1 

1 
1 lB - 2 mA 

o 
o 10 20 30 

90 

75 

60 

45 

30 

15 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOfl CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonctIOn du courant /JollerrRfJr 

V CE =4 V 
1 

" 

-~ - r--...Î'\ .,::-

\."'~~ --

1 J~~ol 
, 

----\~- \ r\ V ' 
i 

~~ 



BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

1 VCE =4V (mA 
6 

4 

/ 
'/ 

1 

li 
/, 

r--

~~ 
1 , 

f--

r----

lf Il .. 
f---1{1 

~" 
1 -" , 
1 

1 

i -1 
i 

0,4 0,8 1,2 

COll ECTOR-E\11 T rER SATURATION VOLT AGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émerteur en 

V CE saI fonctIOn du courdnt collecteur 

l, 
IC 

18= 8 

i,6 

~ ~ ::-! 
Il 

Il 

" !Ji-
u 

>----r-
_!J~ 

1 

! : 

! 
i 

! 

/ 

1,2 

0,8 

V If 
i 1) 1 

~ 
VV V 

f--r--~ -- Il' 

~-
f--" .--....-

i 

0,4 

o 

*BUV22 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la temion 

IC base-émetteur 

lA 1 VCE -4 V 
1 

~ 
...... ! 

)~ 1 

1 

-r- IR 

/ 
Il 

- f--u 1 tj +-~~'b '~ - 1 

- Il +----
- j-!Ji 1-- Cl> 

!:J '" 1 

- r-- 1-
u 

1 ~r 
1 \ l 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
TenSion de saturation base-émetteur en 

V BE saI fonction du courant colleaeur 
IVI 

-f- = 8 
B +-+++---+- . --

1,6 f--+--+-+++--!---t--H-+--+-+-I-+-I 

i J/ : 
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*BUV 22 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C tension collecteur-base 
22t:, 

(pFI 

4 

8/8 
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'case = 25°C 

r----1---

1 
1 

1 
1 

! 

........ 
i""-.... 

..... i' 

.......... !'--...i 
1 

1 l'Ï' 
1 1 

1 i 1 i' 
+--

~-r-r 1 

i 
1 1 1 

1 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
'-"mps de commutation en fonction du 
courant co'lecteur 

~=8 VCE = 100 V 

8 

...... 
r---... r---.... --r-. '"-. r----

t- 'on - p...-o 
J.,-"'" 

~ V"'" 
-t'"'-

t s 
1-

~ 

tf _ 

1 i 
s 12 16 20 

1 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

'case = 25°C 
V CE = 4 V 

V ~ 
./ 

V 
/ 

V 

~ 

IC (AI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'impulsIOns 

A' 
1 1 ~ ..... ~ 0 05 

~~ 

-~" ~I V 
// 

f- b -;::00,\ ./ 
/ 

~m~ol 
f- <::)~o 

f-I-",,,/ 

=~ 
[.;V b 

T 

"-th = K R'h 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DI FFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

BUV23 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 

25 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage V BE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courant de crdte de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON-CS' 

DMSION SEMICONDUCTEURS 

~y 

Rth(j-c) 
VCE sat (16 A) 
tf (16 A) 

Preliminary data 
Notice préliminaire 

325 V 
30A 
250W 

.;;; 0,7 °C/W 

.;;;1V 

.;;; 1,2 ilS 

Case TO 3 See outline drawing CS 19 on last pages 
BO/rier Voir dessin côté en dernières pages 

Weight : 14,4 g. 
Masse 

V CBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

V EBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

8 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

400 

325 

390 

400 

7 

30 

40 

6 

250 

200 

-65 
+200 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

W 

oC 

oC 
oC 

1977/37 1/8 
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BUV 23 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

------

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Sase-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

526 

tp = 300 J.1S o~2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =260V 

IS =0 

VCE = 400 V 

V SE = -1,5 V 

VCE = 400 V 

V SE = -1,5 V 

tease = 125°C 

V ES = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

IS =0 

L = 25 mH 

lE = 50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =8A 

VCE = 4 V 

IC =16A 

IC =8A 

IS = 1,6A 

IC =16A 

IS = 3,2 A 

IC = 16A 

IS = 3,2 A 

VCE = 140V 

t = 1 s 

VCE = 20 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IESO 

VCEO(sus) 325 

V(SR)ESO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VSEsat * 

0,15 

IS/S 

12 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

~O 

0,2 0,8 V 

0,35 1 V 

1,15 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for sma" signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
FréQuence de transition 

Turn-on time (fig. 2) 
Temps total d'établissement 

Fa" time 
Temps de d~croissance 

(fig. 2) 

'Carrier storage time (fig. 2) 
Rlltard Il la d~croissanCII 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thllrmiQue (jonction-boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =2A fT 

f = 10 MHz 

IC = 16 A 

lB = 3,2 A t d + tr 

IC = 16A 
'tf IB1 = 3,2 A 

IB2 = -3,2 A 

IC =16A 

IB1 = 3,2 A \ 
IB2 = -3,2 A 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Pulsed test 

Contrôle cyclique 

10 000 cycles 

«on» : 2 minutes (0 -+ 100 W) 

«off» : 1 minute (100 --;. 0 W) 

T case : 100 Oc max 

L:.T case: 85 Oc max 

Min. 

8 

BUV23 

(Ullless otherwise stated) 
ISauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,55 1,3 

0,26 1,2 

1.7 2,5 

0) 

MHz 

J.,LS 

J.,LS 

J.,Ls 

°C/w 
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SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

IC 

(A)7r---r-~--~-+-1-+~r++---~~--~-1~-+~+++---~~--~~--~~~ 

100 

4 

T case 25 oC 

____ OC operation 
Régime continu 

____ Pulsed operation 
Régime impulsionnel 

\ 
\ 

\ 

\ \ 

\ 

\ 
\ 

1\ 
\ 

\ 

'. \ , 
1\ 

\ 

1\ \ 

\ 

\ 

\ 

\ \ 
\ 

[\ 

1 , 1 

\ , 1 

\ 1 1 

, ~ , 1 
\ 

1 \ ~ \ 
\ \ \ 1 
\ ,1 

\ \ 1 
\ 

, 
" 

, 
il 

\ 
\ 
\ 

1 
\ ~~ 

\ \ ~ 

10-2 L....----LI--I..I_.l....-II~1 ..J.I...J...I....L... 11...1...-1 ---L...---l....----I.---1----1....-.L......I.....J...J......L..---1----l._...u.-.I.....-.I..--L-L...J...J...J 

100 4 5 6 78 101 4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 

VCE (V) 
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TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VeEO(sus) (fig. 1) 

test transistor 4}10Hl 

~ ____________ ~t~~~n~s/~st~or~e~n~t~es~t 

RB = 100 n 

Note: 

0" 10 V 

1 ~2 
lW 

horizontal 
horizontal 

The sustaining voltage VeEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au-delà du point A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillogramsl (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur tvnp 1.14 

'lee 

~56001lF 

Vee 100 V 

Re 6 st 
RB 2,2 st 

Re - RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 ilS 

Forme factor < 1 % 
Rise and fall time < 50 ns 

. résistances non inductives 
Largeur d'impulsion = 10 fJ.S 

Facteur de forme < 1 % 
Temps de montée et descente <SO ns 

BUV23 

5/8 

529 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 

530 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

4 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
BASE-EMITTER RESISTANCElminimum valuel 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur {valeur minimum} 

(V) t case = 25°C IC ~3 mA 

.....,,, 
390 

1\ 
\ 
\ 

370 

1\ 

" 
350 

" "-330 
...... r--.t--

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC ;:/~;;~~~~:::'~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 

1 1 

0,8 
~O mlA 

It"'" \am~ 
1
16m

l
A 

0,6 
1
14m

l
A 

12mA 

0,4 
10mA 

lamlA 

0,2 16~A 
lB =4 mA 

o J 1 
o 20 40 60 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant l10llecteur 

V CE =41 V 

100 ,,-

'""'" ,'l-" i'" 

-~ \ ",,'1> 

-V V~ "'\ l' 

~00 1\ r--- 'l-" 
V"" '\ ~., 

~ ",,'1> 

" 1\ , 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
J (mA 

6 
) VCE = 4 V 

/ 
VI 

~Ilc CV 0 - '" - r-- li ~ r-", - t----- t- /g 3t 
- r--- __ r..J ~JJ 

1 1 
III 
1 

- 1 

o 0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE s fonction du courant collecteur 
3t 

(V) IC -r;= 5 

1,6 

1,2 

rI 

1 0,8 

q0 ) 

~ 
'l" 0(., <," 'l-<0 

"v'li <,: j-t-
j"vi 

0,4 

o 
4 

BUV23 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 base-émetteur 
C 

(A 
6 

) V CE = 4 V 

~ 1-
oV 

!;7 ,~ 
(/ 

- - - rftA°û '-v !{} 
Il 

~ l ffi JJ 

1 1 
1 
1 
T 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

,---

IC -ç=5 

1,6 

/ 
W 

1,2 

~ 
~2Ç:,oC./ VV 

1--

~V 1--

0,8 

0,4 
~_J .... .J~",oc 
I--icase 

o 
4 6 ~ 0 0 2 4 6 8

101 
2 4 IC(A) 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/8 
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22 

tension collecteur-base 
t. 

(pF ) 

t 
(ilS) 

8 

4 

4 

t case = 25°C 

~ 

~t-.. 

"'" J'.... 
1"'--t'-.... 

............... 
.... t--. 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

V CE = 100 V-

IC 
5 

'1'-..... ,lB, 1 

r-...... Tcase = 25°C 

~ t .s .". 
r-... '.;> 

".s 
"'1-.... ./ 

~~y.:/ 

°21 :- ?;3I's -
~~ 

'-'Y-r- "",0,.,.... V ~,~ 

v V 
........::. ~ 

6 12 18 24 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

V CE = 15 V 
f = 10 MHz 

t case = 25°C 

./ ~ ~r--............ 

/V f" 
V 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résIstance thermique en 

K régime d'impulsions 

~~ 

Dio ~ ~ ..... ~ 

... ~~ 
~~~ i"""l/ V 

vil 
1- b "",0,' ./ 

V '""01,/ 
1- (;)"l 
I-f-,c/'/ 

=..1: 
I/V 

0 
T 

Zth = K R th 

4 

ir 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED ivlESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE OIFFUSE 

BUV24 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 S/B 

,uo~ .. -r----'----r---' 
% 

75 

50 f-+--+----t-"'<:-

30% 
25 f-+--+----f----1'\.---I 

50 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Gollector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crl!te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

~ THOMSON-CS' 

OMSIOHSfMICOfoIOUCTEURS 

~. 

RBE = 100 n 

VBE = -1,5 V 

tp = 10 ms 

tcase = 25oC 

max 

min 

max 

Preliminary data 
Notice préliminaire 

400 V 
20A 
250W 

Rth(j-c) 
V CE sat (12 A) 

~ 0,7 °C/W 
~lV 

tf (12 A) ~ 1,4 J.1S 

Case TO 3 
Bortier 

See outline drawing CB19 on last pages 
Voir dessin côté en dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

450 

400 

440 

450 

7 

20 

30 

4 

250 

200 

-65 

+200 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

W 

oC 

oC 

oC 

1977/371/8 

533 



BUV24 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur_ 

Collector-em itter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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tp = 300 ilS li';;;;2 %' 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 320 V 

'B =0 

VCE = 450V 

V BE = -1,5 V 

VCE = 450V 

V BE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

VEB = 5 V 

le =0 

le = 200 mA 

lB =0 

L = 25 mH 

lE = 50mA 

le =0 

VCE = 4 V 

IC =6A 

VCE = 4 V 

IC = 12 A 

IC =6A 

lB = 1,2A 

IC = 12A 

lB = 2.4 A 

IC =12A 

lB = 2.4 A 

VeE = 140 V 

t = 1 s 

VCE = 20 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

'EBO 

VCEO(sus) 400 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

V CEsat * 

VBEsat * 

0,15 

IS/B 

12 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

flO 

0,15 0,6 V 

0,3 1 V 

1 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement (fig. 2) 

Fall time (fig. 2) Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

le = 2 A fT 

f = 10 MHz 

IC = 12 A 

lB = 2,4 A 
t d + tr 

IC =12A 

IB1 = 2.4 A tf 
IB2 = -2.4 A 

le =12A 

IB1 = 2.4 A ts 
IB2 = -2.4 A 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

CONTROLE EN FA TlGUE THERMIOUE 

Pulsed test 

Contrôle cyclique 

10 000 cycles 

«on» : 2 minutes (0 -+ 100 W) 

«off» : 1 minute (100 -+ 0 W) 

T case: 100 Oc max 

LlT case: 85 Oc max 

Min. 

8 

BUV24 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

0,6 1,6 

0,6 1.4 

1,5 3 

0,7 

MHz 

J.lS 

J.ls 

J.lS 

°C/W 
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IC 
(A) 

7 

5 

4 

101 

100 

10-1 

7 
6 

T case 25 oc 

DC operation 
Régime continu 

____ Pulsed operation 

10-2 

100 
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1 
Régime impulsionnel 

1 1 1 1 1111 
4 5 6 7 8 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

test transistor tW°HZ 

cr ____________ ~tr~a_ns~/s~to~r~e~n~œ~s~t 

horizontal 
horizontal 

_______ -,A 
200 1 

0"' 10 V 

Note: 

1 ~ 1 
lW 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au-delà du point A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

- ., 

,-

181 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

~2 

'/CC 

~5600J1F 

Vcc 100 V 

RC 8,2 il 
RB 2,2 il 

Re - R 8 : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 ilS 

F orme factor";; 1 % 
Rise and fa" time ,,;; 50 ns 

résistances non inductives 
. Largeur d'impulsion = la IJS 

Facteur de forme ~ 1 76 

1 

1 

400 1 

181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
P 6021 et Amplificateur Wnp 1.14 Temps de montée et descente ";;50 ns 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYP/oUES 

6/8 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 C colle teur émetteur c 
(A) 

~~~ ~ 1--

8 

V,.- 1 

!--1/ .:.o~ ~ 

1/ 1--f..-"'" ,Jorn'" -"'" 

V ~ 1--~r--
j.....-~ 

y _1 
100rn~ 

6 

f..-I--
~ 

1 150 1rn '" 1--~ 

1/ ~ 1--
~;..-,..--

4 

..... ~ 
1--"'-

V 
2 

o 
o 2 

j 

3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
BASE·EMITTER RESISTANCE{minimum valuel 
Tension collecteur·émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) t = 25°C I
C

';;;3mA case 

460 

i"or--. 
440 

\ 
\ 
~ 

420 

........... 
"'r-.-400 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC ~:/~;:~~~~:::'~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 
110 rn'" ~ 

I--r--,-r--
0,8 

8 mA -
r-

0,6 

I 
6mA 

0,4 

4~A 

! 
1 lB = 2 mA 

0,2 

1 1 J 

o 1 

o 20 40 60 

160 

120 

80 

40 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant aollecteur 

V CE =4 V 

L ~ ~ oV 
tt' , 

l"-r- // ..... L 
t/ ,-,," 

1/ l 
.y1-':>0~ ~ r""- i t-- t-- e 

\l\ 'l.C~1" 
/' 

~ 
~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA 
6 

) VCE =4 V 
1/ 

1// 

/1/ 
f 

1/ 
L--

~c~ 
i 

1--

~!--1--
Il 

f--~ 
~" 

~" , 
1 

Il 

l-

I 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE saI fonction du courant collecteur 

(V) IC 
ïB= 5 

--~ 

1,6 

~ 
[ Il 

1 ~ 
1 ~u 

1,2 

0,8 f--

Vi ~--
J J3 __ i-

1 VI / 

0,4 

i--' V .... "" 
1 o 

BUV24 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOL TAGE 
Couran t collecteur en fonction de la tension 

IC base-émerreur 

(A 
6 

) VCE =4V 

id 
r 

r---t--
, 

L 

1--

'-% ~--r---1-::: 
Il 

t-- ~ Il 
r--- ~u 

1-- r--- ~ 
~u 

1--r---

1 
0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
TensÎon de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

~=5 
lB 

1-

1,6 

1,2 - 1 

k 
,,/ 

",o'C l 

~~n:r- // 
r--- -r--~ <§c-,,'J: 

-;-
.... e - Ir 

0,8 

0,4 

o \ \ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

8/8 
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capaciré de sonie en foncrion de la 

C
22

t. rension collecreur base 

(pF) 

t 
(ilS) 

B 

6 

4 

t case = 25°C 

.. 
'\ 

'\... 

" l' 1\. 

"1\. 

" " ['\ \ 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commurarion en foncrion du 
couranr collecreur 

VCE = 100 V 1 ~=5 
lB Tcase = 250C 

'" f'.. 
Ï'-r-.... t s 

r-.... r-. Il V 
~ t--

1/ 

tf ~ 
7' V V / 

f': k:::: V ..... V - .-" ton 

4 8 12 16 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de rransition en foncrion du 
courant collecreur 

)VCE =15V 

t case = 25°C 

V .... 1-100., 

/ 
/ 

1\ 
\ 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DI:RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facreur de réducrion de la réslsrance rhermique en 

K régime d'imlJulsions 

~~ 

6 '0
1 

0 ~ 1-' .... ~P' 

J?~ 

4 

~~~ .... 11 V 
..... V 

f- b""'O"./ 1/ '"01,/ f- ~o OF 
1-1-<<:// 

=~ 
/V 

0 
T 

Zth = K Rth 

±Û 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DI FFUSED 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

High speed, high voltage ,high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Rth{j-c) 
V CE sat (8 A) 
tf (8 A) 

BUV25 

Preliminary data 
Notice préliminaire 

500 V 
15 A 
250W 

~ 0,7 °C/W 
~1V 

~ 1,6 /1S 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

Case TO 3 See outline drawing CS 19 on last pages 
Bof'tier Vair dessin côté en dernières pages 

1 UO _OE"""-,------,r----,------, 
% 

75 

50 f--+--+---+~ 

30% 
25 

50 100 150 tcaseloCI 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 S1 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
'Courant collecteur 

Peak collector current t p = 10ms 
Courant de crete de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de ionction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON -c .. 
OtVlSlO~ Sf:"",,CO"lOUCT(URS 

~o 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

8 

Collector IS connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

500 V 

500 V 

500 V 

500 V 

7 V 

15 A 

20 A 

3 A 

250 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

1977/37 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

---~ --

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1 l 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forward eurrem transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 1 

Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown eolleetor eurrent 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

tp = 300/.ls 0";;2% 

2/8 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 400 V 

lB =0 

VCE = 500V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 500 V 

V BE = -1,5 V 

tcase = 125°e 

V EB = 5 V 

le =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25 mH 

lE = 50 mA 

le =0 

VeE = 4 V 

IC =4A 

VCE = 4 V 

le =8A 

le =4A 

lB = 0,8 A 

IC =8A 

lB = 1,6A 

le =8A 

lB = 1,6A 

VCE = 140 V 

t = 1 s 

VeE = 20 V 

t = 1 s 

,-----

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(susl 500 

V(BRlEBO 7 

15 

h21 E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

'S/B 

12 

(Unless otherwise statedl 
ISauf indications contraires) 

Typ. Max. 

----

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

1 

V 

V 

60 

0,2 0,6 V 

0,6 1 V 

1,2 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

T ransitian frequency 
Fréquence de transition 

Turn·an time 
Temps total d'établissemem (fig. 2) 

Fa" time 
Temps de décroissance (fig. 2) 

Carrier starage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junctian-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boitier! 

Test canditians 
Conditions de mesure 

VCE = 15V 

IC =2A 'fT 
f = 10 MHz 

IC =8A td + tr 
lB = 1,6A 

IC =8A 
tf IB1 = 1,6A 

IB2 = -1,6A 

IC =8A 

IB1 = 1,6 A \ 
IB2 = -1,6A 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

CONTROLE EN FA TIGUE THERMIQUE 

Pulsed test 

Contrôle cyclique 

10 000 cycles 

«an» : 2 minutes (0 -+ 100 W) 

«aff» : 1 minute (100 -+ 0 W) 

T case : 100 Oc max 

liT case: 85 Oc max 

Min. 

8 

BUV 25 

(Unless atherwise stated) 
(Sauf indications contraires! 

Typ. Max. 

0,9 1,8 

0,9 1,6 

3,5 5 

0,7 

MHz 

ilS 

ilS 

ilS 

3/8 
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101 

4 

100 

10-1 

T case 25 oc 

OC operation 
Régime continu 

____ Pulsed operation 

10-2 

100 

4/8 

544 

1 

Régime impulsionnel 
1 1 1 1 l " 1 

4 5 6 7 8 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 
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TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

l%10HZ~~ test transistor 
transistor en test 

RB=100~} 

Note: 

0 .. 10 V 

ln 
lW 

horizontal 
horizontal 

The sustaining voltage VCEO is acceptable wh en the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEG sont acceptables lorsque la trace passe au-dela du point A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

IBl and IB2 mesured with Tektronlx probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur type 134 

~2 

VCC = 100 V 

RC = 12,5 n 
RB =3,9n 

RC - RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 f.1S 

Forme factor< 1 % 
Rise and fall time < 50 ns 

. résistances non inductives 
Largeur d'impulsion = 10 !J.S 

Facteur de forme < 1 % 
Temps de montée et descente <50 ns 

BUV25 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

6/8 

546 

Courant collecteur en fonction de la tension 
IC collecteur-émetteur 

(A) 

IC ;~/~;;~~~~:::'~~~~~ren fonction de la tension 

4 

2 

o 2 3 

h 21E 

90 

75 

60 

45 

30 

15 

(A) 

0,4 

1 

0,3 

---r---

0,2 
1 

i 
f-----

0,1 

o 
4 VCE(V) o 20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

VCE =4 V IC ~3mA 

-f--ov 

,:."/"" \ _ ,t.L 
,",v'bV \ 1 ./ 

7 ..... ~~oC '~~ L 
V-:;:;-'J: 
l-'-c'3

Se 
1 1 

j 
1\ 

~ 

l~m~ 

1 
1 

14 mA 

l 

1 ! 
12mA 

r 

~ l 1 

-T 1dmA
I 

i ~ m~ 1 

1 

i 16 J 1 

14 m~ 1 

i 

lB ~ 2 mA 
1 

40 60 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

Il (mA ) V CE = 4 V 

J' ., 
J. 

k"~ 
~ J: !J; '" [J Il 

CL> 

1/_ _B 

/ 1 
1 1 
1 J 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur 
1 

(V) 
Ic 
ï;=5 f---- -- -- 1--

i 

1,6 

1,2 

1 
~ 

0,8 

/) 
_ ""\'2,,,oC ~/~"v(lO 

'case ~ ~v~~i 1 
- 1 

0,4 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 

BUV 25 

Courant collecteur en lonction de la tension 
IC base-émetteur 

(A ) V CE = 4 \i 

i 
'2'i,oC 

\ca~1-
-_~ ~\'2""-f-- - -- -

7 '-case 

'1 
Il 

/ / 
1 1 
1 1 
1 1-
1 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

-f- = 5 

1 i 

1 B 

1 

1,6 
i 

1 

1 

1 

~ lJ 

v.~ i 

~ V l 'i'J: 

r--_,'-c/>se / 1 

-.--Pr1J4"C 
/ ''i,,1: --

i--~ '-c'3Se 

f-

1,2 

0,8 

0,4 

i 

o 
4 6 ~ 00 2 4 68

101 
2 4 IC(AI 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/8 
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22b 

tension collecteur-base 

(pFI 

t 
(ilS) 

8 

6 

4 

4 

t case = 25°C 

1\.. 
"\ 

1\ 

'" "" ~ 1'\ 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

1\ 

V CE = 100 V 

t s 
IC 

5 
lB ..... r--...... l 1 -r-. Tcase = 25°C 

r-..... r-..... r-.. 
r-

"'" ton ......::11"'" 

\ ....... V V , 
V i.---"'" V V 

1'. l..--.... - ~ tf 

2 4 6 8 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

V CE = 15 V 
f = 10 MHz 
t case = 25°C 

"-

---- r---.... 

V ~~ 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la réSistance thermique en 

K régime d'imoulsions 

~~ 

'ô' 0'5 ....... I--"~V 

~~ 
~Prt ....... "/ V 

/1 
'""" b~O.'1/ 

/ 

"01~/ 
r- 0'/ 

4 

r r'\) '/ 
=~ 

""V 
(, 

T 

Zth = K R th 

tU 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM, NPN, TRIPLE DIFFUSE MESA 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1 00% '---~---r--'-----r-----, 

VCEO 
IC 
Ptot 

h21E (0,2 A) 

VCEsat (0,2 A) 
Rth 

BUW 37 

300 V 

0,7 A 

10W 

~ 20 

.;;: 0,5V 

17,5 0 C/W 

Ca~e. T039 See outline drawing CB7 on last pages 
Bottier Voir dessin côté CBl dernières oaQes 75 

50 

25 

o 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector base voltage 
VCBO Tension collecteur base 

Collector emitter voltage 
VCEO Tension collecteur émetteur 

Collector emitter voltage 
VBE = -1,5 V VCEX Tension collecteur émetteur 

Emitter base voltage 
VEBO Tension émetteur base 

Collector current 
IC Courant collecteur 

Peak collector current 
tp = 2 ms ICM Courant crête collecteur 

Ba;e current 
lB Courant base 

Power dissipation 
tcase = 250 C Ptot Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max tj Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

tstg 

300 

300 

300 

7 

0,7 

2 

0,3 

10 

200 

200 
-65 

COE 
Weight: 1,1g 
Masse 

B Bonom view 
Vue de dessous 

Collector is cOl1nected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

W 

Oc 

Oc 

1977 - 14 1/4 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CA RA CTERISTIQUES S TA TIQUES 

Collector base eut-off current 

Courant résiduel collecteur base 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Tcase 

Test conditions 

Conditions de mesure 

= 240 V 

= 240 V 

tcase = 1500 C 

= 6 V 

= 0 

= 2 V 
== 0,2 A 

= 0,2 A 

= 0,02 A 

IC = 0,4 A 
lB = 0,04 A 

= 0,4 A 
= 0,04 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signaIs) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pourpetitssignaux) 

Transition frpquency 

Fréquence de transition 

Output capacitance 
Capacité de sortie 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Fall time 
Temps de décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction boitier 

*Pulsed 
'Impulsions tp 300 J.1S 0 .;;; 2 % 

2/4 

550 

IC = 0,1 A 

VCE = 5V 

f = 10 MHz 

f = 1 MHz 
VCB = 10 V 

IC = 0,2 A 

IB1 =-: -I B2 = 0,02 A 

VCC = 150 V 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,1 

ICBO mA 

1 

1 
mA IEBO 

20 150 

h21E' 

0,5 

VCEsat* 
V 

1,2 

VBEsat 
. 1,5 V 

fT 25 MHz 

C22b 50 pF 

td + tr 1 J.1S 

tf 1 J.1s 

°c/w 
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SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

r------r--r-------.---.Vee 

lB and le mesured with Tektronix probe 
p 6021 and Amplifier type 134 

18 et le mesurés avec une sonde Tek tronix 
p 6021 et Amplificateur type 134 

Vee = 150 V 
RC 750 n 
RB 270 n 

Re - RB: non inductive resistances 

tp : pulse width = 10 ilS 

forme factor ,;;;; 1 % 

rise and fall time ,;;;; 50 ns 

Re - RB·· résistances non inductives 

tp largeur d'impulsion = 10 ilS 

facteur de forme';;;; 1 % 

temps de montée et descente';;;; 50 ns 

3/4 
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IC 

(A) 
7 
6 

5 

4 

3 

2 

8 
7 
6 

5 

4 

3 

1 

1 

1 

j--

---l---

! 

: 

1 1 

1 1 

~ 

r-Tt 
! 

~ 
! i 1 1 

1 
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1 i 1 

1 

1 1 
1 1 

1 

1 

1 ! 1 
i 

tcase = 25 Oc 
1 

Continuous 1 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 % _~-.--r---.---' 

75~--~~~---+---~ 

50r---+----p~~--~ 

25~--~--4---~--~ 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
RBE = 100 n 

Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 1,5 V Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current (RMS) 
Courant collecteur efficace 

-
Peak collector current 

t p =10ms 
Courant de crête de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation Tcase = 25 oC 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 

Température de stockage max 

~ll-tOMSON-CSF 
~SEMICONOUCTEI.R> 

~ 

BUW 38 

Preliminay data Preferred device 
Notice préliminaire Dispositif recommandé 

VCEO 

ICsat 
Ptot 

Rth(j-c) 
VCEsat ( 40 A ) 
tf ( 40 A) 

60 V 
40 A 
150W 

~ 1,17 0C/W 

~ 1,4 V 
~0,5J.1s 

Case CB 159 See outl ine drawing on last pages 
Boitier Voir dessin côté dernières pages 

( TO 3 modified ) 
( Ta 3 modifié) 

Weight 
Masse 14,4 9 

T case 25 oC 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

ICeff 

ICM 

lB 

Ptot 

tj 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

( Unless otherwise stated ) 
( Sauf indications contraires) 

120 V 

60 V 

110 V 

120 V 

7 V 

30 A 

45 A 

8 A 

150 W 

200 oC 

- 65 oC 
+ 200 

1978/38 1/4 
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BUW38 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown IIoltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown IIoltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation IIoltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation IIoltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE 
lB 

VCE 
VBE 

VCE 
VBE 

50V 
o 

120 V 
-1,5 V 

Tcase = 

120 V 
-1,5 V 

125 oc 

VBE 
IC 

IC 
lB 
L 

VCE 
IC 

VCE 
IC 

5V 

o 

0,2 A 

o 
25 mH 

50 mA 

o 

= 2V 
= 20A 

= 4V 
= 40A 

IC =20 A 
lB = 2A 

IC = 40A 
lB = 4A 

IC = 40 A 
lB = 4A 

VCE = 40V 
t = 1 s 

VCE = 15V 
t = 1 s 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais l 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 
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300 ps 

VCE = 15V 

IC = 1 A 
f = 10 MHz 

fi .;;; 2% 

ICEO 

ICEX 

VCEOsus 

V(BRlEBO 

VBEsat * 

IS/B 

tr 

( Unless otherwise stated l 
( Sauf indications contraires) 

min typ max 

1,5 mA 

1,5 

mA 

6 

mA 

60 V 

V 

20 60 

10 

0,6 
V 

1.4 

2,1 V 

A 

10 

8 MHz 



BUW38 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( suite) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (suite) 

Tcase 25 oC ( Unless otherwise stated ) 
( Sauf indications contraires) 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Fa" time 
Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique ( Jonction-boitier ) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

40A 
±4A 

40 A 
4A 
-4A 

40 A 
4A 
-4A 

ton 

min typ max 

1,5 

0,5 

1,2 

CONTROLE EN FA TIGUE THERMIQUE 

ilS 

°C/W 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insu
rance against thermal fatigue_ 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudurf' 
entre la pastille de silicium et l'embase confère au 
transistor un maximum de garantie contre la fati
gue thermique_ 

Pulsed test; 
Contrôle cyclique: 

10 000 cycles 

«on» ; 2 minutes ( 0 ~ 100 W) 
«off» ; 1 minute ( 100 ~ 0 W ) 

T case = 100 oC max 
f::, T case = 85 oC max 

3/4 
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BUW38 

SAFE OPERATING AREA 

AIRE DE StCURITt 

IC 
(A ) 

7 

6 

5 

1- • • • .!ao: ~ ~ l- I- 1--- - --4 
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10° 
9 
8 
7 
6 

5 

4 

3 

• • • 
[\ 

[\ 

1\ 
'\ 

1\ 

Tcase 25 oC 
OC operation 
Régime continu 

____ Single pulse operation 

Régime mono impulsion 

\ 
\ 
\ 

1\ 
\ 
\ 

•••••• Pulsed operation 1 <3 
Régime impulsionnel Ceff 0 A 

10-1 

100 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contr()lé en fatique thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 % ___ -.--,-----r---, 

75~--~~~----+---~ 

25r---+----r--~~~ 

ABSOLUTE RATINGS ( LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
RBE=100n 

Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE=-1,5V 

Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current ( RMS ) 
Courant collecteur efficace 

Peak collector current 
t p = 10 ms 

Courant de crête de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase = 25 oC 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

1 

Preliminary data 
Notice préliminaire 

VCEO 
ICsat 
Ptot 

Rth(j-c) 
VCEsat ( 30 A) 
tf ( 30 A) 

BUW39 

Preferred device 
Dispositif recommandé 

BOV 
30 A 
150 W 

.;;;; 1,17 0C/W 

.;;;; 1,2 V 
';;;;0,4/15 

Case 
Boitier 

CB 159 See outline drawing on last pages 
Voir dessin c()té dernières pages 

( TO 3 modified ) 
( TO 3 modifié) 

Weight 
Masse 

Tcase 25 oC 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

ICeff 

'CM 

lB 

Ptot 

tj 

tstg 

l,4g 

1 

Bottom view 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

( Unless otherwise stated ) 
( Sauf indications contraires) 

160 V 

80 V 

150 V 

160 V 

7 V 

30 A 

35 A 

6 A 

150 W 

200 oC 

- 65 
+ 200 

oC 

1978/42 1/4 
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BUW39 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-em itter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown colleetor current 
Courant collecteur de second claquage 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE 
lB 

VCE 
VBE 

= 65 V 

= 0 

= 160 V 
= -1,5 V 

= 160 V 
= -1,5 V 

Tease = 125 oC 

VBE 
IC 

IC 
lB 
L 

= 5 V 

= 0 

= O,2A 
= 0 
= 25 mH 

= 50mA 

= 0 

VCE = 2 V 
IC = 15A 

VCE = 4 V 
IC = 30 A 

IC = 15A 
lB = l,5A 

IC = 30 A 

lB = 3A 

IC = 30 A 
lB = 3A 

VCE = 40 V 
t = 1 s 

VCE = 15V 
t = 1 s 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais l 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transistion frequency 
Fréquence de transition 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 
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300 J.LS 

VCE = 15V 
IC = 1 A 
t = 10MHz 

li < 2% 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

V(BRlEBO 

VBEsat * 

IS/B 

( Unless otherwise stated l 
( Sauf indications contraires) 

min typ max 

1,5 mA 

1,5 

mA 

6 

mA 

80 V 

V 

20 60 

10 

0,5 
V 

1,2 

2 V 

A 

10 

8 MHz 



BUW39 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( suite) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (suite) 

Tcase 25 oC 
( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

Turn on time 
Temps total d'établissement 

Fall time 
Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Ju nction-case thermal resistance 
Résistance thermique {fonction-boitier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC 
lB 

30 A 
±3A 

30 A 

3A 
-3A 

30 A 
3A 
-3A 

min typ max 

ton 1,5 

tf 0,4 

1,2 

CONTROLE EN FA TIGUE THERMIQUE 

ils 

ilS 

ilS 

°C/W 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insu
rance against thermal fatigue. 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure 

entre la pastille de silicium et l'embase confère au 

transistor un maximum de garantie contre la fati

gue thermique. 
Pu Ised test : 

Contrôle cvclique : 

10 000 cycles 
«oml : 2 minutes (0 -+ 100 W ) 
«off» : 1 minute ( 100 -+0 W) 

T case == 100 oC max 
!J. T case == 85 oC max 

3/4 

559 



BUW39 

SAFE OPERATING AREA 

AIRE DE StCURITt 
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Tcase 25 oC 
DC operation 
Régime continu 

- - - - Single pulse operation 
Régime mono impulsion 

•••••• Pulsed operation 1 < 30 A 
Régime impulsionnel Ceff 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100~ .. -r----.----r---. 
% 

75 

50 f--+-+---+-'Ir-

30% 
25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courant de crete de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~THO"SON.CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS 

~. 

Rth(j-c) 
VCE sat (20 A) 
tf (20 A) 

*BUX10 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

125 V 
25A 
150W 

.;:; 1,17°C/W 

.;:; 1,2 V 

.;:; 0,3 /J.S 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14.4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

8 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

160 V 

125 V 

150 V 

160 V 

7 V 

25 A 

30 A 

5 A 

150 

200 

-65 oC 

+200 oC 

1977/30 1/8 
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*BUX 10 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courent résiduel collecteur·émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur·émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

562 

tp = 300 fJ.S o~2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 100V 

lB =0 

VCE = 160 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 160 V 

VBE = -1,5 V 

t case = 125°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE = 50mA 

IC =0 

VCE = 2 V 

IC =10A 

VCE = 4 V 

IC =20A 

IC = 10A 

lB =lA 

IC = 20A 

lB =2A 

IC = 20A 

lB =2A 

VCE =48V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 125 

V(BR)EBO 7 

20 

h21E * 
10 

VCEsat * 

VBEsat * 

1 

'S/B 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Typ. Max. 

1,5 mA 

1,5 mA 

6 mA 

1 mA 

V 

V 

qO 

0,3 0,6 V 

0,7 1,2 V 

1,5 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
(fig. 2) Temps total d'établissempnt 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier st orage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =15V 

IC =lA 

f = 10 MHz 

IC = 20 A 

I B1 =2A 

IC = 20 A 

IB1 =2A 

IB2 = -2 A 

IC = 20 A 

I B1 =2A 

IB2 = -2 A 

Permanent inspection of soldering qua lit y between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue_ 

Pulsed test: 

10000 cycles 

'f
T 

- 1---'--

t d + tr 

tf 

t s 

Min. 

8 

-- --

*sux 10 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

1 1,5 ilS 

0,15 0,3 ilS 

---

0,6 1,2 ilS 

1,17 

CONTROLE EN FAT/QUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique .-

"on" : 2 minutes (0" 60 W) 
"off" : 1 minute (60" 0 W) 
tcase = 100 oC max 
L',tcase = 85 oC max 

3/8 
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*BUX 10 
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IC 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

Continuous 
Continu 

Pulsed 
Impulsion 

tcase = 25°C 

2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 
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TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VeEO(sus) (fig. 1) 

Note: 

~OHZ O------~ test transistor 
transistor en test 

0.,. 10 V 
RB = 100.12 

+ 

1.12 
1W 

horizontal 
horizontal 

le(mA) 

The sustaining voltage VeEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

+ 

IB1 and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
1 BI et 1 B2 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur tvr>P 134 

'Ice 

~1041lF 

Vee = 30 V 

Re 1,5 n 
RB = 3,3 n 

Re - RB: non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 ilS 

Forme factor";;; 1 % 
Rise and fall time ,,;;; 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeur d'impulsion = la !1S 
Facteur de forme ,,;;; 1 % 
Temps de montée et descente ";;;50 ns 

*sux 10 
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*BUX 10 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

566 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur·émetteur 
(A) 

8 

4 ~-l--+-+----+-+--+---+-+----j 

o L-~~ __ L-~~ __ L-~~--L-~ 

o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCEiminimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base émetteur (valeur minimum) 

t case - 25°C (V) 

160 
........ r'\ 

150 

~ 
\ 
1\ 

140 

130 
l"-

i'-. ""-

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 

IC ~:/~;~~~C::~~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 

20~A 
1,6 

r---1--1-

1 

1,2 15mA -~ ....-..... 
1 

1 

1 

1 

! 1 1 

10mA 
0,8 

! 

1 _1 t lB = 5 mA 0,4 

o : 
o 10 20 30 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

VCE =4 V 

1 1 1 l ;gvr .. 1--1'\ ,'};:;...o 

// 
~ 1\ 

10- r---- l' r3V '; 
f--ij-'};/ "-
i/ r-\~ V 

~ 
~ 

'-' 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

'B émetteur 

(mA 1 VCE =4 V / 
if 

/ 

Il 
,v/ 

1 
1 1,/ 

r----~~-l~~ - U) 

r-----,1 ~ ~ a; 
~" '" ~" 

1 1 
1 i 

Il 

1 1 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur 
(V) .f- = 10 

1 

B 

1,6 

1 
Il 

'plI 
1,2 

~~I lk oC,)' '--

'" /!J ~" JII 
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'/1--
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

1 V CE -4 V (A 
6 

4 

L.:::::-f-

/.~ 
/ 

// 
/ 

/ 1 
1 1 

1----

-~lr 1---- _,U) ° 
'" Ltl 
~ '" 1---- -If If 

1---- JI JI 
0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) IC 

1 18= 10 

1,6 / 

~' 
1,2 II 

./ 
V.V 

I-----=-250C 
/ 

tcase-~ V V F4=: ,2<;'oC ,/ 

tca? ..... ~ 
;,.;.. 

0,8 

0,4 

o 

7/8 

567 



*BUX 10 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACnRISTlQUES TYPIQUES 

8/8 

568 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22 

tension collecteur I)ase 
b- 0 
) t case - 25 (pF 

~ 

',,-
r--.~ 

"~ 
'",-

',,-

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(ilS) 

8 

6 

4 

4 

~=10 
lB 

r---. r-..... 

1--~ 

-6 

VCE =30 V 

1 

r-..... r--.... vtyn 

........ r-., v 1 

~ 

~ 
V" ...... l'ts 

;7 

-~ ~ ~tf " 
la 14 18 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

) tcase = 25°C VCE = 15 V 

15 

la 

5 

a 

/~ ...... i\ 
\. 

/ '\ 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résIstance thermique en 

K régime d'impulsions 

1 1 1 ~c;;-
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX 11 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1 00 _~--'---r----'----' 
O{, 

50 f--+--+---P\.:-

30% 
25 

50 100 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 ri, 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
'Courant collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25oC 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON-CSF 

DIVISION SEMICONDUCTEURS 
~,. 

Rth(j-cl 
VCE sat (12 Al 
tf (12 Al 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

200 V 
20A 
150 W 

,,;; 1,17°C/W 
,,;; 1,5 V 
,,;; 0,4 ilS 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector IS connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesJ 

250 V 

200 V 

240 V 

250 V 

7 V 

20 A 

25 A 

4 A 

150 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

1977/52 1/8 
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*BUX 11 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur. 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

(fig. 1 l 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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tp = 300 ilS lj';;;;2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 160V 

lB =0 

VCE = 250V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 250 V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25 mH 

lE = 50mA 

IC =0 

VCE = 2 V 

IC = 6A 

VCE = 4 V 

IC =12A 

IC =6A 

lB = 0,6A 

IC =12A 

lB = 1,5A 

IC =12A 

lB = 1,5A 

VCE = 140 V 
t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(susl 200 

V(BRlEBO 7 

20 

h21E * 
10 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

IS/B 

5 

(Unless otherwise stated) 
ISauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,5 mA 

1,5 mA 

6 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,3 0,6 V 

0,7 1,5 V 

1,2 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time (fig. 2) Temps total d'établissement 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique lionction-boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =15V 

IC =lA 

f = 10 MHz 

IC = 12 A 

lB = 1,5A 

IC =12A 

IB1 = 1,5A 

IB2 = -1,5A 

IC = 12 A 

IB1 = 1,5 A 

IB2 = -1,5 A 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insu rance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

fT 8 

td + tr 

tf 

ts 

*BUX 11 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,45 1 J.lS 

0,2 0,4 J.lS 

1,2 1,8 J.ls 

1,17 °C/W 

CONTROLE EN FA TIGUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique .-

"on" : 2 minutes (0 +60 W) 
"off" : 1 minute (60+ 0 W) 

tcase = 100 oC max 
6tcase= 85 oC max 

318 
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IC 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

70 _. .. .. - ~ .- --~~ '"-~ ~~60- ~ " ,,'\ [\, ~~ ~ 

" \v'~~~' " 
" \'?", ~', 1 

" -0 ~ .... '~'" \ \ 

" 
, , 

"- !\ \ \ 
\ \ \ \ 
\ \ \ \, 

\ \ \ \ " 

Continuous \ \ '-Continu \ \ 
Pulsed ------ \ \ Impulsion 

tcase = 25°C 

1'-
\ 
\ 

\\ 

'\ 
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TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VeEO(sus) (fig. 1) 

lWOHZ 

O----~ test transistor 
transistor en test 

RB = 100 n 

Note: 

0"10 V 

ln 
lW 

horizontal 
horizontal 

le (mA) 

The sustaming voltage VeEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

~ 
a 
Q) 

'" CD 

Q) 
Cl 

'" 
~ 

~ 
0 
u 

.+ 

,-

• 
10% 

ld_-* __ _ 

ton., _ ~ 

IB1 and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
'8/ et '82 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 602/ et Amplificateur tvnp /.14 

"Ice 

~104!1F 

Vee = 150 V 

Re = 12,5.11 
RB = 3,9 .11 

Re· RB: non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 ilS 

Forme factor';;; 1 % 
Rise and fall time ,;;; 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = /0 JJ.S 
Facteur de forme ,;;; / % 
Temps de montée et descente ';;;50 ns 

*BUX 11 
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*BUX 11 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 

574 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

4 ~+~+~~+--+--t-t-

o L--L~ __ ~-L __ L--L~ __ ~~ __ 

o 2 3 4 VCE(V) 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum value'} 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la -

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) V CE =4 V Ic :;:;;;1,5mA 
t amb = 25°C 

250 r-.... 
l''--r-. 

230 \ 
1\ 
" 210 

.......... r-

190 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC C:/~;;~~"::::'~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 

0,4 
10ImA 1. 

8 mA 

0,3 

U ~~.~ t-- 6 mA-t---

r+ t--

dmA 

0,2 

i l-J-~ , 1 

- ~~- ~+---t-
[ IB =2mA 

0,1 

F--- -

J o 
o 10 20 30 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V CE -4 V 

~- ~,. 
V ~ ~\\ 

\~ 
~ 

t case - 25°C - ,,0 
...... I-'-~ 

./ 
;,/' 'l' 1\ 

~ 

~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA 
6 

) V CE =4 V 1/ 
// 

If' 

Il 
IV 

1 j 

f--- f--- -3J Il 1 

f---~~ ~k 
f---~_u ~ 
f--- _u 

1 Il 

J 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE saI fonction du courant collecteur 
(V) 

1,6 

~=8 1 
lB 

1 II~_-(J 

ilJ 
Il 11--

.. § u ---1,2 

0,8 

~J 
V 

0,4 

/~~ 
.--:: ~ 

o 
4 

*BUX 11 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A ) V CE = 4 V 

~ ~ 
~ 

L 

oU / 

~L IL 
Il (J L 
'" 0 

~ r-j ~I 
Il 

~ 
1)J 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

1 

f-=8 
B 

1,6 

l 
J) 

'1 
1,2 

-:::-'1,.',o~ VI 
r- l/ 
~cV 

~ 
-:::- ,'1:""'-

~C'3~"" 
1----

0,8 

0,4 
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*aux 11 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

(;22 tension collecteur Qase 

~ tcase - 25" (pF 

" '" l' 

" "'-

'" " ~~ 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
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Temps de commutation en fonction du 
t courant collecteur 

(ilS) 
8 

6 

4 

4 

f.=8 
B 

; .. 
i"-

l'-. 

\ 

\ "--
'" i--... 4 

VCE = 150 V 

........ !'-
r---..... 1- ts 

V ton 

......... /' 

1 

f-" 

V 
vtf 

1 

8 12 16 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

-~ 

/ ~I\ 

~ \ 
~ \ 

IC (A) 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résIstance thermique en 

K régime d'impulsions 

~r;;o 
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1 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1 ua _OE""""---r---,----,-----, 

75 

50 

25 f-+--+---i---JIor------1 

50 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-baSIJ 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 st 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p = 10 ms 
Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON-CS' 

OIvrSK>N SEMICONOUCTEuRS 

~y 

Rth(j-c) 
VCE sad15 A) 
tf (15 A) 

*BUX llN 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

160V 
20A 
150W 

~ 1,17°C/W 
~ 1,5V 
~ 0,5 ilS 

Case TO-3 
Boitier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin caM C8-T9 dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

\tg 

1 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector fs connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

220 V 

160 V 

200 V 

220 V 

7 V 

20 A 

25 A 

5 A 

150 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oc 

1977/52 1/8 
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*BUX 11 N 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter eut-off current 
Courant rflsiduel col/ecteur·flmetteur. 

Collector·emitter eut-off current 
Courant rtJsiduel col/actaur·flmatteur 

Emitter·base eut-ott current 
Courant rflsiduel flmetteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension da claquage col/acteur-flmetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tansion de claquage flmetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statiqUII du rapport da transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tansion de saturation col/acteur-flmetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-flmatteur 

Second breakdown collector current 
Courant col/ecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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t p = 300 ilS fi ~2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 130V 

lB =0 

VCE = 220 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 220 V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE = 50 mA 

IC =0 

VCE = 2 V 

IC =8A 

VCE = 4 V 

IC =15A 

IC = 8A 

lB = O,BA 

IC = 15A 

lB = 1,88 A 

IC = 15A 

lB = 1,88 A 

VCE =140V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 160 

V(BR)EBO 7 

20 

h21E * 

10 

VCEsat * 

VBEsat 
* 

0,15 

IS/B 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,5 mA 

1,5 mA 

6 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,3 0,6 V 

0,8 1,5 V 

1,4 1.8 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn·on time 
(fig. 2) Temps total d'établissement 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =lA 
f = 10 MHz 

IC =15A 
I B1 = l,88A 

IC =15A 

IB1 
= 1,88 A 

IB2 = -1,88 A 

IC = 15A 
I B1 =l,88A 
I B2 = -1,88 A 

Mounting silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insurance against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

'fT 8 

td + tr 

tf 

\ 

*BUX 11 N 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,75 1,5 ilS 

0,3 0,5 ilS 

0,9 1,5 ilS 

1,17 °C/W 

CONTROLE EN FA TlOUE THERMIQUE 

Le montage de la pastille sur un support en molybdène limite 

les contraintes mécaniques et confère au transistor un maxi· 
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on" : 2 minutes (0 ~ 70 W) 
"off" : 1 minute (70 ~ 0 W) 
t case = 1 OooC max 

t.tcase = 850 Cmax 

3/8 
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IC 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

--- ~-

Continuous 
Continu 

Pulsed 
~:lmpul$ion 

~ tcase = 25°C 

2 

SAFE QPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 
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*BUX 11 N 

TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

~OHZo--_~~ test transistor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

_______ -,A 

200 1 

1 

1 

160 1 

lD 
lW 

VCEO(V) 

0"10 V 

Note: 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

C 
Qi 

::J 
U 
Qi 

'" CD 

f-

IBl and IB2 mesured with Tektronlx probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
'81 et '82 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
P 6021 et Amplificateur tunp 1.14 

'/CC 

~1041J.F 

VCC = 30 V 

RC 2 D 
RB = 3,3 n 

RC' RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 J.1s 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time ~ 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 Ils 

Facteur de forme ~ 1 7~ 
Temps de montée et descente ~50 ns 

581 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 

582 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum value! 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base émetteur (valeur minimum) 

25° C (V) I
C

';;;l,5mA tcase = 

160 

-~ 
210 

r\ 
\ 

190 

1" 
l''-r-

1---

170 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC C:/~;~~~C::::'~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 

/ ll2m~ 

0,4 
1 T 1 

lOmA 

V 
1 

"1 
8mA 

0,3 

1 
6mA 

V 1 

-r 0,2 

4mA 

~ 
1 

1 =2mA 
B 

0,1 

ioI" 1 

o 1 

o 10 20 30 

90 

75 

60 

45 

30 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant tlollecteur 

1/ 
VCE = 4 V 

l ",0 C 

- '.! r-tqs~"'" 1'-..... 
V 1\ 

1\ 
~C 

~ ) ... 1--r..... 
't--t c:;;' 

1\ ~ V 

1\ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
1/ (mA 

6 

4 

1 
IJ 

V
CE 

= 4 V 

/ 

1/' 
Il 

~{ù ~ c 
" ~ 
/~ . // 

f-- f-- f-- tg ., 
... <J

j 
... & 

1 1 
1 1 
1 

1 

Il 
1 

Il 1 
0,4 0,6 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE saI fonction du courant collecteur 

(VI 
IC 1 .l 
-= 10 
lB 

1,6 

1,2 

0,8 k:~J 
//"1, 1 

~~< {> 
//1 

0,4 

i,.....oo'" 

~â'lJ o 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 
6 

101 
8 
6 

4 

10-1 

1 

t--

r--
t--
1--

VCE - 4 V 

1-:-

V 1""" 

L 
1// 

/1 
c 0{ If 

=fJ ~ù 
c 

~ 
t-llf fi 
t- .... e" 

Ir! Il 

o 0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émfttteur en 

V BE saI fonction du courant collecteur 
(VI 

IC 1 1 -=10 
- lB 1 

1,6 

jl 
Il 
" 

1,2 

-:;;- '1.~(}2 /1 
.L 

~ ~ ~(}C 
~,?: 

j......-ooo '-c7>~ 

-, 

0,8 

0,4 

o 1 

1 

1 

1 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/8 

584 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

(;22 tension collecteur-base 
b 

(pF ) t case = 25° C 

'\ 
'f\ 

"" "" 
, 
""'~ 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 

\ 

(J.ls )I-IC I-VCE = 30V 

1---18 
8 

6 

4 

" ~ 
........ 

........... 
........... ........... ~~ 

"" /' f"-
$_ 

\. 
, 

L---' / 

" - ----~ 
5 10 15 IC(A) 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

t case = 25°C 

1/ 
...---'" y \ 

_.-f-- ---
1 

1 

IC (A) 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DI:RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'impulsions 

~~ 

4 

'0
1 

0 ~ ~ I-o-'~Ii"" 

~~ 
~~ ~II V 

~ .' ~1I 
f- b ~O.' ./ 
~m~6/ 

V 
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Zth = K R th 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX12 

High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 f-+---+---l-'I.--

30% 
25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crète de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

~ THOMSON· CS, 

orvrSlONselollCONOUCTEURS 
~,. 

RBE = 100 n 

VBE = -1,5 V 

tp = 10 ms 

tcase = 25°C 

max 

min 
max 

Rth(j-c) 
VCE sat (10 A) 
tf (10 A) 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

250 V 
20A 
150W 

,;;;;; 1,17°C/W 
,;;;;; 1,5 V 
,;;;;; 0,5 ilS 

Case TO·3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coté CS-T9 dernières pages 

Weight : 14,4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

ti 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

300 V 

250 V 

290 V 

300 V 

7 V 

20 A 

25 A 

4 A 

150 W 

200 oC 

-65 oC 
+200 oC 

1977/30 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant r6siduel collecteur-6metteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant r6siduel collecteur-6metteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant r6siduel6metteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-6metteur 

(fig. 1 J 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage 6metteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-6metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-6metteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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tp = 300 J..LS 0";;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =200V 

'B =0 

VCE = 300 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 300 V 
VBE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE = 50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =5A 

VCE = 4 V 

IC =10A 

IC =5A 

lB = 0,5A 

IC =10A 

lB = 1,25A 

IC =10A 

lB = 1,25 A 

VCE = 140 V 
t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 250 

V(BRJEBO 7 

20 

h21E * 
10 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

IS/B 

5 

(Unless otherwise statedJ 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,5 mA 

1,5 mA 

6 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,2 1 V 

0,5 1,5 V 

1,2 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for smalt signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement (fig. 2) 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =lA 
f = 10 MHz 

IC =10A 

IS = 1,25 A 

IC =10A 
IS1 = 1,25 A 

IS2 = -1,25 A 

IC =10A 
IS1 = 1,25 
IS2 =-l,25A 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insu rance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles. 

Min. 

'fT 8 

td + tr 

tf 

t s 

*BUX 12 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,5 1 ilS 

0,25 0,5 ilS 

1.45 2 ilS 

1,17 

CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on" : 2 minutes (0 ~ 60 W) 

"off" : 1 minute (60+ 0 W) 

tcase = 100 0Cmax 
t.tcase= 85 0Cmax 

3/8 
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IC 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

~-_.~ 

Continuous 
Continu 

t:Pulsed 
~/mpu'sion 
I-tcase = 25°C 

2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

"0 
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*BUX 12 

TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

~OHZ O-----~ test transistor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

_______ ....,A 

200 : 
1 

2501 

1 st 
lW 

VCEO(V) 

0+ 10 V 
RB = 100 n 

+ 

Note: 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

lB 1 and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
'81 et '82 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
P 6021 et Amplificateur typp 1.14 

'/CC 

~5600/1F 

VCC = 150 V 

RC 15st 

RB = 4.7 st 

RC - RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 /1S 

F orme factor';;; 1 % 
Rise and fall time .;;; 50 ns 

. résistances non inductives 
: Largeur d'impulsion = 10 jlS 

Facteur de forme .;;; 1 % 
Temps de monlée et descente ';;;50 ns 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC 'collecteur-émetteur 
(A) 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

"" (V) tca~e = 125~C, 

"' Ic ';;;;1,5mA , 
290 

~ 
280 \ 

\ 

\ , 270 

~ , 
260 1\ 

~ 
f'..-~ 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC ;:/~;;~~C:':~~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 
12

1
mA 

0,4 r---Y-mA 
r- L 

0,3 r---- r- J mAI 

1 

6
1

mA
I 

0,2 

1 

4 mA 

1 
lB =~ mAI 

0,1 

o 1 

o 10 20 30 

h21E 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant 80llecteur 

U~~cl 
V CE =4 V 

~ 

'-<:-~'Y Ll / 

1\ 
~oc. r--

'" -Ç-;"" 
'-<:-~~ :"!.l 

/ r\ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
L. (mA 

6 

4 

) VCE =4 V 
l 

'fi 

/1 

~L If/ ° _ 10 

r--- f-I/ ';;' 

r--e-- 1 St 
~"/ jJ 

1 1 
1 IL 
1 

1 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur t 

(V) 
~=8 
lB 

1,6 

1,2 

1 

1 

0,8 

1/ 

1---- _, 25°C-

~ 
Vv '),0'°1 
~ ~ 

tcas~ "e 1 '\..(,1>-'1 

0,4 

o 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

iC base-émetteur 

(A 
6 

4 

4 

4 

) VCE =4 V 

i 

~ ~ 
Cl /, 
~ ,// 

//oY iii 
4' u 

.. --'1' Xl 
li 

/ 85 
'" ~" 

1 1 
1 
1 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

~=8 
lB 

1,6 

1,2 t 
& 

/. 
- 1-. ~25°C // 
i--~/ 

~'l-5°C ",,'\ 

~ ~TS~l 

0,8 

0,4 

o l 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/8 
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22

t. tension collecteur base 

(pF) 

8 

4 

4 

4 

t case = 25°C 

, 
1" 

"" '" ~ 
"", 

1\ 
1\ 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 150 V 

~=8 
BI 

0 ............. r-. ""- -.... r-

f- ton 

"-, --
~ 
f- tf .......... 

1 

2 4 6 8 

-r--

--f..-

-~ 

); 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

tcase = 25°C 

V r-
r--~ L 

/ 
V '\ 

V 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'imoulsions 

~F"" 

6 '8
1 

0
1
5 ""~ ~~ 
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NPN SIUCON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX13 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 

30% 
25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension col/ecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension col/ecteur-6metteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension col/ecteur-6metteur 

Emitter-base voltage 
Tension 6metteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max Temp6rature de jonction 

Storage temperature min 
Temp6rature de stockage max 

~ THO"SON ,C5O 

OMSION SEMtCONDUCTEURS 

~. 

Rth(j-c) 
VCE sat (8 A) 
tf (8 A) 

*Preferred device 
Dispositif recommend6 

325 V 
15A 
150W 

.,;; 1,17°C/W 

.,;; 1,5 V 

.,;; 1 J.1S 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coM CB-t9 dernières pages 

Weight : 14,4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector fs connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

400 V 

325 V 

390 V 

400 V 

7 V 

15 A 

20 A 

3 A 

150 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

73 - 12 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rl5siduel colfecteur-l5metteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courent "biduel colfecteur-llmetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant rl5siduell5metteur-bsse 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-llmetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage I5metteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-llmetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bsse-llmetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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tp = 300 JlS {)';;;2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 260V 

lB =0 

VCE = 400 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 400 V 
VBE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE = 50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =4A 

VCE = 4 V 

IC =8A 

IC =4A 

lB = 0,8A 

IC =8A 

lB = 1,6A 

IC =8A 

lB = 1,6A 

VCE =140V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 325 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

'S/B 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,5 mA 

1,5 mA 

6 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,2 0,8 V 

0,35 1,5 V 

1,1 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence qe. transition 

Turn·on time (fig. 2) Temps total d'établissement 

Fall time (fig. 2) Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =lA 
f = la MHz 

IC =8A 

lB = 1,6A 

IC =8A 
IB1 = 1,6A 

IB2 = -1,6A 

IC =8A 

IB1 = 1,6A 

IB2 = -1,6A 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

'fT 8 

td + tr 

tf 

\ 

*BUX 13 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,55 1,2 ilS 

0,26 1 ils 

1.7 2,5 ilS 

1,17 

CONTROLE EN FA TIGUE THERMIQUE 

Le contrÔle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un max;
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cvclique : 

«on» : 2 minutes (0 -+ 60 W) 

«off» : 1 minute (60 W -+ 0 W) 

t case = 100 Oc 
6tcase = 85 Oc 
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SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

20 

10 

5 
1\ 

\ 

2 , 
1\ 

\ \, \ 1,1 
0,5 

0,2 

I-Continuous ____ _ 
Continu 

r Pulsed 
1\ \ \ 1 

Impulsion 

O,02~---+--+-+-~~++----+-~~-+;;~+---~--~~~HrHH 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

~OHZ O------~ test transistor 
transis tar en test 

horizontal 
horizontal 

IC (mA) 

_______ -,A 
200 1 

1 

1 

325 1 

RB = 100Q 

Note: 

O~ 10 V 
+ 

lQ 
lW 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

c ., 

~~ 
::l ~ 
u c:: 
QJ (!: 

'" '" co Cl 
cot.J 

,+ tp~~ 

i ,-

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur typp 1.14 

~2 

187 RB 

'/CC 

~56001lF 

Vcc 150 V 

Re 18,5 S1 
RB 3,9 Q 

RC' RB : non inductive resistances 
tr:: : Pulse width = 10 ilS 

Forme factor~ 1 % 
Rise and fall time ~ 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 JJS 
Facteur de forme ~ 1 % 
Temps de montée et descente ~50 ns 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 

598 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur·émetteur 
(A) 

2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE(minimum valuel 
Tension collecteur·émetteur en fonction de la 

V CE résistance base·émetteur (valeur minimum) 

(V) t case = 25°C I
C

";;l,5mA 

-r---r-. 
390 

\ 
1\ 
\ 

370 

\ 
~ 

350 

"" 330 
...... 1"-- ... 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 

IC ~/~;:~~C::::'~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 

r 1--1"""" 

4 
~ 12mA 

-
3 C 10 A -~ =-STA 

2 
~ 

6 rrA 

F- 4TA 

o 
FfB

j 
2TA 

o 40 80 120 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant IJOllecteur 

Il 
V CE =4 V 

J ,2"'oC 

tc~ ..... -- i\ , 
\ 

\ 

::o2"'oC \ 
-tcase 

V~ " , 
~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA 
6 

4 

4 

) VCE =4 V r/ 
Ir 

J 

if; fsJ oo~ 
)~J 

Il 1 ~ 

1 1 
1 1 , 
1 1 

J II 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur 
1 

(V) 

~=5 
C 

1,6 

1,2 

0,8 

1 
V V 

li oV 

~ 
~~ .. l~'l-0 

tcase V,~i'>~11 

0,4 

o 
4 

*BUX 13 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 
6 

4 

) V CE =4 V 

~~ ~ 
" fÎt Il.... RI 

1-- - 4' 1/ 

.. CJ '7 9; 1 ~[J 

1 1 
1 1 
1 1 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE saI fonction du courant collecteur 
(V) 

~=5 
C 

-1,6 

/ 
1,2 ~ 

~ 

----,- ~ '].'00C •••• J'iV 

tcase~v _f:.- ,\'1-,,:>0 

__ ~ 'I.~a~ 

0,8 

0,4 

o 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22 

tension collecteur-base 
b 
) (pF 
5 

t case = 25°C 

~ 
'" ~ r--.-~ 

............... 
...... ~ 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(ilS) 

8 

4 

8 

6 

4 

" 

............ 

-

" i"-..... 

~ V 

4 

VCE = 150 V 

lB 
5 

lç 

Tcase = 250 C 

1'....... ~~ 1 

'~~ 
-l'/ 
~ .r \), 

~ l 6~'" 1.,. 

~~~y 
............ 

8 12 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTORCURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

V CE = 15 V 
f = 10 MHz 
t case = 25°C 

V ~ ....... r...... ........ 

/' .......... 

4 
IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'impulsions 

1 1 I....II!:p 

4 

_'8
1 

0 ~ ~ ~~~ 

~~ 
! 1 ~/ V rrr-' ~- VI 

r- b~O,'\./ 
/ .-llio! 

f- ~o 
,0/ 

r-f-<o,/ 
=~ 

~/ 
8 

T 

Zth = K Rth 

6 

4 

10-2 iû 
10-52 5

10
-42 5

10
-32 5

10
-2 2 5

10
-12,tp (secl 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
(fig. 2) Temps total d'établissement 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIOUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =lA 
f = 10 MHz 

IC =6A 

lB = 1,2A 

IC =6A 

IB1 = 1,2A 

IB2 = -1,2A 

IC =6A 

IB1 = 1,2A 

IB2 = -1,2A 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

fT 8 

td + tr 

tf 

t s 

*BUX 14 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,7 1.4 J.l.S 

,0,7 1,2 J.l.s 

1,5 3 J.l.S 

1,17 

CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

«on» : 2 minutes (0 -+- 60 W) 

«off» : 1 minute (60 W -+- 0 W) 

tcase = 100 Oc 
L'.tcase = 85 Oc 

3/8 
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IC 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

~--1---

Continuous 
Continu 

Pulsed 
Impulsion 

tcase = 25°C 

1 2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

70 -

,,::-- ._-~ ~ :,,~f-~.!-- .vJ' 

' .. 7. 0, 

70 
~ 00 .vJ' __ 1-

~.vJ' ~J' 7 ,vJ' 

"'.1' '\ i 
\ , \ , 

\ \ \ \ 
\ \ \ 
\ \ 

• 
\ i 
\ \ 

\ \ \ \.. 

~ ~~~ 
..... 

5 10 20 50 100 200 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

test transistor ~
OHZ 

~ ____________ ~t~~~n~si~st~or~e~n~re~s~t 

RB = 100 n 

Note: 

0+ 10 V 
+ 

1 n 
lW 

horizontal 

IC(mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillogramsl (fig. 2) 

'/CC 

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

+ 

1 B 1 and 1 B2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificareur rypp 1.14 

~ 5600Jl.F 

RC - RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 Jl.S 

Forme factor';;; 1 % 

150V 

25n 
5n 

Rise and fall time ,;;; 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeur d'impulsion = 10 iLS 
Facteur de forme ,;;; 1 % 
Temps de montée et descenre ';;;50 ns 

*sux 14 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur émetteur 
(A) 

8 

I~:: 
~ 

1--

V .... ~ 1--" 1/ ..-V OS"''''-

~ V 1-""'" f...-...-n~ 1--" 
." 

V.V V- V ~ ~ V 
t'V ~ ~ 

1 1" l' V f...-
~~~ ,V ~ 

j......----
f...- I--

V 

6 

4 

2 V 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCElminimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base émetteur (valeur minimum) 
(V) t case = 25°C Ic ';;;,,5mA 

520 

-1'- .... 
480 

1\ , 
1\ 

\ .... 
440 

" 400 r-----.~ 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC C;::';:~~~:!~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 
5mA -

r-"'"" 
0,4 

4
1
mA -....... 

0,3 
'3mA _ 

V-
0,2 

2~A 

0,1 
IB = 1 mA 

j 

o 
o 20 40 60 

160 

120 

80 

40 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant Bollecteur 

V CE =4 V 

~ ....... 1\ 

~0/ 
,IJ; 

1-- '" ,-<p~ 

V ~ 
~~oc, ,......... ...... ~~ ~ 'l-

... ~'" '~\ .J' 

V 
\~ 
~ 



BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
y 

(mA 
6 

4 

4 

1 VCE =4 V 

/J 
'/ 

/1 
f-----

~~I f-----
f----- li) CJ 1 ~ lb 

- 1/ '" 

~ ~ I~I 
•. }J tg 

f--1-- _0 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sat fonction du courant collecteur 
(VI 

IC 
ïB= 5 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

° 
tcase 

4 68 
10-1 

==~ 

~ 
Il 

b;:~r Il 
4 

"'sux 14 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

ie base-émetteur 

(A 
6 

4 

10-1 
8 
6 

4 

1 VCE =4 V 
, 

.A 

// 
/1 
/ 

1 1 

1 

-
~ 

~ -~ 
-~ Ltl 

'" -II 

" Cl> III 
- ~§ I~B 

l 

1 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(VI 

IC 
18= 5 

1,6 

1,2 

0,8 
/V;7 

tcase == ..::;:.;:..-----
........ ,,/ 

--T III 
.......... ' _ ,2'5°s,.... 

* 
0,4 

° 

1 
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b 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGF 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

) t case = 25°C 

4 

8 

6 

4 

....... '" t'---r--
'" ........ 

'" '" 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

~ 

t courant collecteur 
(/Js) 

8 

6 

4 

8 

6 

4 

....... 

"-t"-

, 
'r-.... V -

2 

1 V CE =10V 
f-= 5 /:, = 10/Js 

B 
IB1 =-IB2 

1 1 1 1 

J 
Tcase = 25°C 

t"-.. ~s 
l"- r--

~ r--b 
.... ~ 

tf A" 
W ~ 

~ V t
l

on 

4 6 S' 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTORCURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

) t case = 25°C 

15 

10 

5 

o 

'--

I/" -...... '" / \ -

V 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'impulsions 

~~ 

4 

''0
1 

0 ~ ~ ~fjiiiJ!~ 

~~ 
P1t~ ~II V ... " ~II 

~ b~o,'1/ 
1/' '"02/ ~ S'0 

,C 

-f-<o~ 
=.1: 

..... V 
8 

T 

Zth = K Rth 

4 

10.2 

-gr-
10.52 5

10
'42 5

10
.32 5'0'22 5

10
· 12,tp (sec) 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

- High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

Thermal fatigue inspection 
Contr61é en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 S/B 

1 00 ,....~-.---,-----.-----, 
% 

75 

50 I--+---+---~-

30% 
25 

50 100 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courent de cr~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C Dissipetion de puissance 

Junction temperature 
max Température de jonction 

Storage temperature min 
Tempéreture de stockage max 

4 THOMSON - CS, 

OIVIStON selollCONOVCTEUAS 

~y 

VCEO 
IC 
Ptot 

Rth{j-cl 
VCE sat (4 Al 
tf (4 Al 

*BUX 15 

*Preferred device 
Dispositif recommendé 

500 V 
8A 
150W 

.;;;; 1,17°C/W 
';;;;1V 
.;;;; 1,4 ilS 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14.4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

500 V 

500 V 

500 V 

500 V 

7 V 

8 A 

10 A 

2 A 

150 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

73 - 12 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur. 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Coliector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

610 

tp = 300 ilS 8';;;;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 400 V 

lB =0 

VCE =500V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 500 V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 1250 C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE =50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =2A 

VCE = 4 V 

IC =4A 

IC =2A 

lB = 0,4 A 

IC =4A 

lB = 0,8A 

IC =4A 

lB = 0,8 A 

VCE = 140 V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 500 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

IS/B 

5 

(Unless otherwise stated) 
ISauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,5 mA 

1,5 mA 

6 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,2 0,6 V 

0,45 1 V 

1,35 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn·on time 
Temps total d'établissement (fig. 2) 

Fall time (fig. 2) Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique {jonction·boÎtierl 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

V CE =15V 

IC =lA 

f = 10 MHz 

IC =4A 

lB = O,8A 

IC =4A 

IB1 = 0,8 A 

IB2 = -0,8 A 

IC =4A 

IB1 = 0,8 A 

IB2 = -0,8 A 

Permanent inspection of soldering qua lit y between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

fT 8 

td + tr 

tf 

\ 

*BUX 15 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

MHz 

D,55 1,6 ilS 

0,7 1.4 ilS 

3,5 5 ilS 

1,17 °C/W 

CONTROLE EN FA TIGUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi· 
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cVclique : 

«on» : 2 minutes (0 -+ 60 W) 

«off» : 1 minute (60 W -+ 0 W) 

t
case 

= 100 Oc 

~case = 85 Oc 
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IC 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

Continuous 
r-Continu 

Pulsed 
f-'mpu'sion 

f= tcase 25°C 

2 

SAFE QPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

?o 
'0 ?~~Oo~o~~~ ,..."'<r 

'.-
~oJ' ~oJ'----""",,,,, oJ' 

\ oS'--IoS' 
1\ 

\ '. \ ~ \ 
1-, \ \ \ 

\ \ \ \ 
\ 

~ \ \ 

, 
\ \ , , 
\ \ '-

~ '-

" 
\ " ------ " '~ 

" " 

5 10 20 50 100 200 



TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

~o Hz o-----=.:..=~ test transistor 
transIstor en test 

RB=100~1 

Note: 

0" 10 V 

111 
lW 

horizontal 
horizontal 

The sustaining voltage VCEO is acceptable wh en the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au-delà du point A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes) 

IBl and IB2 mesured with Tektronlx probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
P 6021 et Amplificateur tvnp 1.14 

VCC 150 V 

RC 37,511 
RB 6,8 n 

RC - RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 ps 

F orme factor,ç 1 % 
Rise and fall time ,;;:; 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeur d'impulsion = la jJ.S 

Facteur de forme ~ 175 
Temps de montée et descente ,çSO ns 

*BUX 15 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

614 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

Courant collecteur en fonction de /a tension 
IC collecteur-émetteur 

Courant collecteur en fonction de /a tension 
IC collecteur-émetteur 

(A) (mA ) 

~A 1/-l---

81---1---+--+----11----+---1-+---+-+--1 160 

2 3 

h21E 

80 

60 

40 

20 

o 

120 V- 3mA 

80 

1-- -

V 2
1
mA

I 40 

~ f-- lB = 1 mA 

1 1 1 o 
o 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V CE =4 V 

J...-jo." 

17 
oV / 1\ 

'-'A1 I/Y ~ ~ 

1--~511-.~v V ~ 
V 1:,./ ~ ~c.'b"1;' 

./ V ~~ 

40 60 

10-2 4 6~0-1 2 4 6~OO 2 4 IC (A) 

80 



TYPICAL CHARACiERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
"/ 

(mA ) VCE =4 V 
1 ~ 

/-? 
~CJ// 

if 

';~l 
~~t ~; 
/ / 

/ / 
1 1 

II 
Il 

1 1 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur , 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

~= 5 
lB 

r--
1-. 

--;:-- . . 
t case = 125°C _ 

4 68 
10- 1 

Jil 
1/ 

~~rt _ .... /<,Q, - ,-c,~ 

4 

*BUX 15 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 
6 

4 

) V CE =4 V -l'\'1-~o(J~ 

1'O~oCJ 
'-c, .f-i 

Vlc,/ 
1 

1 1 
1 1 

il 1 
1 

1 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

IC 
16= 5 

1,6 

Il 
l' 

ïl 1,2 

// 
'}."o C J 
~ 

/ 

'" 
0,8 

--~ ~c ~\ --V I\rr 1 

0,4 

o Il 
10-2 2 4 6 ~0-1 2 4 6810° 2 4 IC(A) 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/8 
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22b 

tension collecteur-base 

IpF) 

4 

6 

4 

t case = 25°C 

...... 
......... 

1'- ...... 
-............ 

1'...... r....... ..... 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
IIlS) 

8 

6 

4 

4 

t;-' .......... 

t--t on 

l'\. 
~ 

tf 

Tcase = 25°C 
IC 

lB 
-5 

V CE = 150 V 
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TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 15 V 
t case = 25°C 

V ............ 

'r\. 
~ 

\ 6.4 V 
2A 

IC lA) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D!:RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'impulsions 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 -~-,----,-----,-------, 

VCEO 
IC 
Ptot 

Rth(j-c) 
VCE sat ( 50 A ) 
tf (50A) 

*BUX20 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

125 V 
50A 
350W 

~ 0,5 oC/W 
~ 1,2 V 
~ O,3/-1s 

Case CB-159 - See outline drawing on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté dernières pages 

(TO-3 modified) 
% 

75 

50 I--i--l---+-'o.-

30% 

~~3mOd'f'" 0 

Bottom view 
Vue de dessous 

25 

50 '00 '50 'case(OCl 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p = 10ms 
Courant de criJte de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON-CS' 

DMSK)N SE"'ICONOUCTEURS 

~y 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

160 V 

125 V 

150 V 

160 V 

7 V 

50 A 

60 A 

10 A 

350 W 

200 oC 

-65 oc 

+200 oC 

1978/48 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rflsiduel collecteur-flmetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rflsiduel collecteur-flmetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant rflsiduel flmetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-flmetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage flmetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-flmetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension cie sal .. "arton base-flmetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

21B 

618 

tp = 300 ilS li ~2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =100V 

lB =0 

VCE = 160 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 160V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

le = 200 mA 

lB =0 

L = 25 mH 

lE = 50mA 

le =0 

VCE = 2 V 

le =25A 

VCE = 4 V 

IC =50A 

IC = 25A 

lB = 2,5 A 

le = 50 A 

lB =5A 

IC = 50A 

lB =5A 

VeE = 40 V 

t = 1 s 

VeE =19V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 125 

V(BR)EBO 7 

20 

h21E * 
10 

VCEsat * 

VBEsat * 

1,5 

IS/B 

18,5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires! 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,3 0,6 V 

0,7 1,2 V 

lA 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signauJ() 

Transition frequency 
FréQuence de transition 

Turn·on time 
Temps total d'établissement 

Fall time 
Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

(fig. 2) 

(fig. 2) 

(fig. 2) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC = 2 A 
f =10MHz 

IC = 50 A 

lB = 5A 

IC =50 A 
IB1 =5 A 

IB2 =-5A 

IC = 50 A 
IB1 = 5A 
I B2 = - 5 A 

Mounting silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insu rance against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles. 

*BUX 20 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

8 MHz 

0,9 1,5 f..lS 

0,15 0,3 f..ls 

0,7 1,2 f..ls 

0,5 

CONTROLE EN FA TIQUE THERMIQUE 

Le montage de la pastille sur un support en molybdène limite 
les contraintes mécaniques et confère au transistor un maxi· 
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

ContrlJle cyclique: 

"on" : 2 minutes (0" 100 W) 
"off" : 1 minute (100"OW) 

!case = 125°C max 
.6tcase= 110°C max 

3/8 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

l%10Hl 

o---~~ test transistor 
transistor en test 

RB = 100 n 

Note: 

0"'10 V 
+ 

ln 
lW 

horizontal 
horizontal 

'C(mA) 

*BUX 20 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
(figure 2) 

CI RCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON(et oscillogrammes) 

+ ... 
____________ -_- _- _- _-~(f~_-_-~ 

- - - -' -

\.". - - - - - -- .... - -- - . - - -- - - - -- - - - -
~! 1 1 

~~ 
~ ~ 1 
Ü ~ " 1. 
~ :;, --- - - - - -' - - -r - - -- --- -- - -i - - - -l-

88 td~ to--' ~tf 
ton ~ .: ,1. 

, 1 1 toff " 

RC = 1,2 n 
R1 = 2,2 n 
R2 = 3,3 n 
C = O,lJ.1F 

VCC :::::60 V 
VB ::::: 6V 
Ve ::::: 28 V 

' B1 and ' B2 are measured with Tektronix probe P 6021 
and amplifier type 134 
'81 et '82 sont mesurés avec une sonde Tektronix P 6021 
et amplificateur type 134 

tp pulse width = 10MS 
dut y cycle < 1 % 

No inductive resistors 

Résistances non inductives 

tr 'B < 0,5 J.IS 
tf I B<O,1J.1S 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 

622 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

16 

~10()~~~ 
r-

I-- -
/~~vf-1oo ~A !--f--

~ ~ V ~ 150 mA -
~~ /" V 200 mA 

~0 /' 
~ 

1~0 mA 

12 

l' ,,-
!OoL rI/' 1 

1 

Yv 
.1 8 

V liB ~ 50
l
mA 4 

V ..... 
o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum valuel 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) t case = 25°C IC~3mA 

160 
.......... , 

l' 
150 

\ 
\ 
1\ 

140 

130 
[\ , 

r--

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC ~/~;:;~~~:::'~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 
25 ~A 

,....-
1,6 

20 mA 

........ 
1,2 1 

'l5~À 

i 1 

! 

1 ! 

0,8 

i l 10mA 

1 
1 

0,4 
i lB = 5 mA 

o J j 
o 10 20 30 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant l10lfecteur 

V CE =4 V 

Lr--r---Il 
loJ/ 1'1 

~ I---'i \ // 
r--- ,,'" 1 

7 ,..1--....... \ 
~! vi '),<8 1 \. 

"t/ 
1 \ll '\.v~ 

f--v 
1"\ ./ 
~ 

4 6 ~ 00 2 4 6 ~ 01 2 4 IC(A) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA 

4 

4 

) V
CE 

=4'V lA 

J 
Il 

1/1 
IIJ 

1 

1/ 1 
1 

f-- f--U l 1 
f--~~ ~ff f--
f----f-at 

'" 
f--

r- _l'l _B 

j 
DA 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sat fonction du courant collecteur 
(V) 1 1 

.!f.=10 ,-- -1---lB 

1,6 

1 
Ir 

JI 

1,2 

0,8 

~ 
.... "v'" OU 

~# tr 
"éJ 

~ 1 

0,4 

o 
4 

*BUX 20 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Ccurant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A ) V CE =4 V 

'/ 
lu ~ i8 

~ oU 1/ k' "," 
f-- .... v'1> Il 

r--
~ 

j f"_tJ 

/ 1 
Il 

4 

10- 1 

o 0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE saI fonction du courant collecteur 
(V) 

~=10 J 
lB _, 

1,6 

t 
1,2 A 

Ll 
~25°C 

....... ~ /1 
tcase~ ~ ....... "'" 

."...... 

0,8 

0,4 r--:r- ~ 
r-icase 

1 III 
o 1 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C tension collecteur-base 
221:. 

(pF) 

4 

4 

t 
(ILS) 

8 

6 

4 

t case = 25°C 

......... 
r--..... 

l't-.. 
......... 

r--..... 
r--.....r-. 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

1 1 
1 

~=10 VCE = 30 V lB 

'" ~ f'-... ............ ton 
........ f..... ...-

6 
V ~ t--

./ 
V ts 

~ 1--""" 
4 

l' r--~ J-~ 

10 20 30 40 
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TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

) VCE = 15 V 

15 

10 

5 

o 

t case = 25~C 

........ 

/ 
V 

'" / 
V 

4 
IC (A) 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résIstance thermique en 

K régime d'imoulsions 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX 21 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 f-+--+--~-

25 

50 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p = 10 ms 
Courant de cr6te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON·CSF 

DMSIOH SEM'CONDUCTEURS 

~y 

Rthij-cl 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

200 V 
40A 
350W 

VCE sat (25 Al 
~ 0,5 oC/W max 
~ 1,5V 

tf (25 Al ~ 0,4 MS 

Case CB-159 - See outline drawing on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté dernières pages 

(TO-3 modified) 

~3mod'''''o 

Bottom view 
Vue de dessous 

Weight : 14.4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

B 

Collector fs connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

250 V 

200 V 

240 V 

250 V 

7 V 

40 A 

50 A 

8 A 

350 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

1978/51 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter cut·off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Emitter·base eut-off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation co/lecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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tp = 300 J.1S 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 160 V 

lB =0 

VCE = 250V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 250V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25 mH 

lE = 50mA 

IC =0 

VCE = 2 V 

IC = 12A 

VCE = 4 V 

IC = 25 A 

IC =12A 

lB = l,2A 

IC = 25A 

lB =3A 

IC = 25A 

lB =3A 

VCE = 140V 

t = 1 s 

VCE = 16V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 200 

V(BR)EBO 7 

20 

h21E * 
10 

VCEsat * 

* VBEsat 

0,15 

IS/B 

22 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,2 0,6 V 

0,9 1,5 V 

1,2 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement (fig. 2) 

Fall time (fig. 2) Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case therma 1 resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =2A 

f = 10 MHz 

IC = 25 A 

lB =3A 

IC = 25 A 

IB1 =3A 

IB2 = -3 A 

IC = 25 A 

IB1 =3A 

IB2 = -3 A 

Mounting silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insu rance against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10000 cycles. 

Min. 

fT 8 

td + \ 

tf 

\ 

*BUX 21 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,85 1,2 ilS 

0,2 0,4 ilS 

1 1,8 ilS 

0,5 

CONTROLE EN FA TIQUE THERMIQUE 

Le montage de la pastille sur un support en molybdène limite 
les contraintes mécaniques et confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on" : 2 minutes (0 ~ 100 W) 
"off" : 1 minute (100~OW) 

tcase = 125°C max 
6tcase= 110°C max 

3/8 
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:-T~::-:C-----,-n :1+ ,u 1 i i!·I+T-~r i 'I;: 
___ OC operation .' 1 I~' i 1 II 1 1 

2 - Régime continu -;---t--i~ 1 - ! 1 1 1 : 1 li 1 1 1 

- ____ Single pulse T --+ ' 1 -+-+ ! ' 1 1-

Monoimpulsion 1 !!I 1 1 III i 
10-2 1 1 : 1 i ' ii l ' 1 1 
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TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VeEO(susl (fig. 1) 

l'&10HZ 

O--~ test transistor 
transistor en test 

0"10 V 

Note: 

1 n 
lW 

horizontal 
horizontal 

le (mAl 

The sustaining voltage VeEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
'81 et '82 sont mesurés avec une sonde Tekrronix 
P6021 et Amplificateur tvnp 1.74 

Vee = 100 V 

Re 4 n 
RB 2,2 n 

Re' RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 ils 

Forme factor';;; 1 % 
Rise and fall time .;;; 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 liS 
Facteur de forme .;;; 1 % 
Temps de montée et descente ';;;50 ns 

*BUX 21 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU'S 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 
1 

(V) t case = 25°C IC <3mA 

260 

-r--.~ 
240 

\ 
\ 
i\ 

"r-.... 
220 

........ 
---200 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 

IC C;:/~;;~~C::!~~~~~ren fonctiOn de la tension 

(A) 

120 JA 

0,8 
,--

18~A 
....- 16~A 

0,6 14
1

mA 

1 

12mA 

1--' 
,6mA

I 

km~ 
0,4 

1 16ml 
0,2 

j4mA 

lB = 2 mA 

o J J 
o 10 20 30 

90 

60 

30 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant l10llecteur 

VCE =4 V 

<:>oc. - Î""-. ,'); 
r- .,:. 

'-(,'O~f""" r\ 
V " /' ~ ........ 

~f-"'.t.,oc. ~ I----c -:/ 
'/ \.c'3Se 

,~ 
1"\ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
1 (mA 

4 

4 

) V CE =4 V 
1/ 

1 

~~ 1--t--r-/~ ;; 
1--1-- ~ 1/ 

(J '" 
1--1--~J ~§ 

III 
1 
1 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur 
t 

(V) 
~=8 

, 
lB 

1,6 

1,2 

J 

1 
I/IJ 

0,8 

_ ,25°C ~ .. )I V oC 
t--- -;-7-'O_t--

tcase~ - f.-i---,-c.'<>"'" 1 

0,4 

° 4 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

iC base-émetteur 

(A 
6 

4 

) 

10-1 

° 

V CE =4 V 1 -r T 
~7-~oC 

\.c?;.se 

\7-~oC .---

~c?;.se 
f.--

1.1 
y 

'/ 
/ 

III 

1 / 
1 1 
1 1 
1 
1 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

~=8 
lB 

1,6 

/ 
VJ 

}V 1,2 

l.--J..-
~ 

~25°C 

~ 
V V 
./ 

0,8 

0,4 i---'" 
~C 
F- tri 1 

° 1 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/8 

632 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

.C
22b 

tension collecteur-base 

(pF) 

4 

6 

4 

1 

tease = 25°C 

.......... 
........ r--.. 

r-...... 
...... 1'-..." 

........... 
l' ..... 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(ILS) 

8 

6 

4 

4 

V CE =100V 

f=8 
B 

t' s ~ 
............... 

ton 

-r--
tf 

la 

r-..... i'-r-. 
::: 

".., 

.--I--'f-" 

16 22 

) 

15 

la 

5 

a 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE ~ 15V 

tease = 25°C 

~/ 
~ 

~'" 
/ 

V 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'impulsions 

1 1 ~ ..... 
6 '8 ' 0 '5 ".. I--"~~ 

-?~ 
~~~~ ~~ '/ 
t-- b~O,\ 1/ 

/ >-:ry/ 
1- <!>o 

<::>/ 

4 

I--<oij'I' 
=~ 

".,,/ 
8 

T 

Zth = K R th 4 

10-2 tu-
10-52 5

10
-42 5

10
-32 5

10
-22 5

10
-1' tp(see) 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX 22 

High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 

25 t--+--+--t---J'Iio....-----i 

50 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector·base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector CUI rent tp = 10 ms 
Courant de crete de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

4, THO"'O"C" 
DIVISION SEMICONDUCTEURS 

~. 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

250 V 
40A 
350W 

Rth(j-c) 
VCE sat (20 A) 

0,5 °C/W max 
.;;; 1,5 V 

tf (20 A) .;;; 0,5 J.l.S 

Case CB-159 - See outline drawing on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté dernières pages 

(TO-3 mOdified) 
(TO-3 modifié) 

~ 
Bottom view 

Weight : 14,4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

B 
Vue de dessous 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

300 

250 

290 

300 

7 

40 

50 

8 

350 

200 

-65 
+200 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

W 

OC 

oC 
oC 

1978/511/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant rtJsiduel collecteur·émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur·émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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t p = 300 J.1S 0'-;;;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =200V 

lB =0 

VCE =300V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 300 V 

VBE = -1,5 V 

t case = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

'C = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE = 50mA 

'C =0 

VCE = 4 V 

'C =10A 

VCE = 4 V 

IC = 20 A 

IC = 10A 

lB =lA 

'C = 20 A 

lB = 2,5 A 

'C = 20A 

lB = 2,5A 

VCE = 140 V 

t = 1 s 

VCE =16V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 250 

V(BR)EBO 7 

20 

h21E * 
10 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

'S/B 

22 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,2 1 V 

0,5 1,5 V 

1,2 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de. transition 

Turn·on time 
Temps total d'établissemem (fig. 2) 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =2A 

f = 10 MHz 

IC = 20 A 

lB = 2,5 A 

IC = 20 A 

lB 1 = 2,5 A 

IB2 = -2,5 A 

IC = 20 A 

IB1 = 2,5 A 

IB2 = -2,5 A 

Mounting silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insurance against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles. 

Min. 

'fT 8 

td + tr 

tf 

\ 

*BUX 22 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indiCations contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,75 1,3 ilS 

0,2 0,5 ilS 

1,25 2 ilS 

0,5 °C/W 

CONTROLE EN FA TIQUE THERMIQUE 

Le montage de la pastille surun support en molybdène limite 

les contraintes mécaniques et confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on" : 2 minutes (0 ->- 100 W) 

"off" : 1 minute (100->-OW) 
tcase = 125°C max 
L1tcase = 110°C max 

3/8 
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BUX22 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

'c 
(A)7r---r--r---r--~r-~~r+---+--+---+--r-+-r4-~+---+-~--~--+-+-+4~~ 

\ \ ~l,\ Sq,~ 1 l'; 
01~===Ë=~===~==t=~=t~=ËËt===Ë==~~\==~=\j~.~=t~=tti=~=_=~f-.~Lt~~~,\~-T~_,=_=_j==tj=ttfj 

\, \ \ '-\ 1 --.J.-----l----l---l--+-+----I-I 

10-1 

I------j---+--+---.J.----.J.----+--+-+++----+-----j--\'ri----+--,+-e-+-+-+--+--+-.LI (--.!\I -I------l----l---l--+-+----I-I 

~-+-4--~~~+4~+--4--~~\~-+~~~~~\~-+\ ~~-+-+~~~ 
\ \ 1 

\ \ \ 1 

i\ " 1 

\, \ \~ 

\ 1\ 1 
\ , \ 

Î\ , 
" Î\ \" 1 

- ----

1\ 
T 

: , 1 

\ , 1 

~ 
i 
1 

"' 

1- T case 25 oC 

1- ----~~g~!:r;:~t~nu 
r- ____ Single pulse 

10_2~_L_I_L_I_M~ol_n_o~~m_p~ul_~~ml~7~~_~_L__~~~~~~~_L_~~~_L-~~~W 
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TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO{sus) {fig. 1) 

~OHZo----~ test transistor 
transistor en test 

RB = 100 n 

Note: 

0-. 10 V 

1 n 
lW 

horizontal 
horizontal 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

+ 

+-

IB1 and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
P 6021 et Amplificateur tunp 1.14 

VCC = 100 V 

RC 5 n 
RB 2,7 n 

RC' RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 J1S 

Forme factor~ 1 % 
Rise and fall time ~ 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = la liS 

Facteur de forme ~ 1 % 
Temps de montée et descente ~50 ns 

*BUX 22 

637 



*BUX 22 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collp.cteur-émetteur 
(A) 

1 6 f--+---+~"f'-

2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum valuel 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) ·lcase = 25°C IC~3 mA 

310 

r-r-.. 
290 

'\ 
270 \ 

~ 
........... 

"""-250 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC ~:/~;:~~~~:~~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 

1 

0,8 20mA 

1 1 

18 mA 

0,6 16~A 
11 mA 

112 ~A 
0,4 

1 10mA 

i~ i-- ---+---- - r-8
1

mA -

0,2 ---f---~ ml -
4m

l
A 

lB - 2 mA 
o 

o 10 20 30 

90 

75 

60 

45 

30 

15 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V CE =4 V 

d11I ........... , ,,1: 
-Y 

1J.W -
't~r""" 1\ V 

\'\ 



BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
/ (mA 

6 

4 

4 

) V CE 4V r7 

1 

1 
/(f 

/ 
f-- !---I-C,) 

k 
f--

~~ f--

" #3 
CI> 

f---tg f~ _u 

Ji , 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa! fonction du courant collecteur 

(V) 

-f-= 8 r 
B 

1,6 
~ ~ 
~f-~ 
fi Il 

CI> 
iJil- JI JI 

1,2 

1 
/ 

0,8 

1 Il 
1 

/~ 1 
~ 

0,4 

~ ~ 
.---~ ...... 

o 
4 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 
6 

) V CE -4 V 

~ 
~ 

/ 
~ 

ID 

1 
/1' 

!--- _C,)I ri 

=~f 
I~ 

1---
U') 

'" !--- Il 
1--- -iJi Cl> 

I--Jit- '" 1-- u 

1 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

-f- = 8 
B 

1,6 

1,2 

) 
1// 

~ 
V~~ 

-~ t/V tcase -
0,8 

0,4 ~ 
tsel 1 

o 
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22b 

tension collecteur-base 

(pF) 

6 

4 

t case = 25°C 

...... 
1"...... 

....... r--

............. 
........... 

r-.... 
........ r--

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(ilS) 

8 

4 

IC 
ïB= 8 

...... 

"" "'" 

-t--t-" 

8 

VC"E = 100 V 

-t---l"-r-r- ts r--t-
ton _ P-" ~ V 

-1---V 

tf _ 

12 16 20 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

t case = 25°C 

VCE =4 V 

V 1--"" 

/ 

V 
/ ._. 

V 
'" 

le (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la rés/stance thermique en 

K régime d'imoulsions 

i....I'!!~ 

4 

''8
1 

0 ~ L.---' """~~ 
~~ 

P1t~ ""'II V 
~ . VII 
1- 'b~Q,'i....--' 

--rI}! V 

1- ~ 
<::> 

6 

f-I-'o'/ 
=~ 

"""v 
0 

T 

Zth = K R th 

10-2 iû 
10-52 5

10
-42 5

10
-32 5

10
-22 5

10
-12 tp(sec) 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX23 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and ISIS derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 _"E""""-.----,----.-----, 
% 

75 

50 

30% 
25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecCfJur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetCfJur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecCfJur 

Peak collector current 
Courant de cr6CfJ de collecCfJur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Tempérawre de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

4: THOMSON - CSF 

DMSION SEMICONOUCTE\JRS 
~ ... 

RBE = 100 n 

VBE = -1,5 V 

tp = 10 ms 

tcase = 25°C 

max 

min 

max 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

325 V 
30A 
350W 

Rth(j-c) 
VCE sat (16 A) 
tf (16 A) 

,;;;; 0,5 °C/W 
,;;;;1 V 
,;;;; 1,2 ilS 

Case CS-159 - See outline drawing on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté dernières pages 

(TO-3 modified) 

~~3m"d;fMJ 

Bottom view 
Vue de dessous 

Weight : 14,4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

B 

Collector fs connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

400 

325 

390 

400 

7 

30 

40 

6 

350 

200 

-65 

+200 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

W 

oC 

oC 

oC 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter cut·off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Collector·emitter cut·off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Emitter·base cut·off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage co/lecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de claquege émetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

-

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de saturation co/lecteur-émetteur 

Base·emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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t p = 300 JlS ô';;;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =260V 

'B =0 

VCE = 400 V 

V BE = -1,5 V 

VCE = 400 V 

V BE = -1,5 V 

t case = 125°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE =50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =8A 

VCE = 4 V 

IC = 16A 

IC =8A 

lB = 1,6A 

IC = 16A 

lB = 3,2 A 

IC =16A 

lB = 3,2 A 

VCE = 140V 

t = 1 s 

VCE =16V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 325 

V(BRlEBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

IS/B 

22 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,2 0,8 V 

0,35 1 V 

1,15 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn·on time (fig. 2) 
Temps total d'établissemeM 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-bOÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =2A 
f = 10 MHz 

IC =16A 

lB = 3,2 A 

IC = 16A 

IB1 = 3,2 A 

IB2 = -3,2 A 

IC =16A 

IB1 = 3,2 A 

IB2 = -3,2 A 

Mounting silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insurance against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles. 

Min. 

fT 8 

t d + tr 

tf 

t s 

*BUX 23 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,55 1,3 ilS 

0,26 1,2 ilS 

1,7 2,5 ilS 

0,5 

CONTROLE EN FA TIQUE THERMIQUE 

Le montage de la pastille sur un support en molybdène limite 
les contraintes mécaniques et confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cvclique : 

"on" : 2 minutes (0 ~ 100 W) 
"off" : 1 minute (100 ~ 0 W) 
tcase = 125°C max 
L'ltcase = 110°C max 
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SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

IC 

(A)7~--r-~--~-+-4-+~~+---~~--~~~~~++~--+-~--~~r-~~+4~ 

\ \ 
\ \ "'II 

\' '\ \ 1: 

\ \ \ \ 1: 

l' \ , 
\ \ '1 

\ \ '~ 
\ 

\ 1 

\. 1 

f--T case 25 oC 

____ OC operation 
- Régime continu +-If---t---+----+--+-+-++-1f-+-t---f--+_----ij--+-t-++_~ 

_____ Single pulse 

Monoimpulsion 
10-2~_~L~J ___ ~I~I~II~I~I~ __ ~~ __ ~~~~~~~~ __ ~~~~_UU 

4/8 
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TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

~OHZo----~ test transistor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

_______ -,A 

200 1 

RB =100n 

Note: 

0+ 10 V 
+ 

1 S1 
lW 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes) 

'-... § 
~ 
~ :5 

u <:) 

S 
(.) ... 
c:: 

~ ~ 
0 ~ 

u cS 

+ 

• 
td 

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

~2 

'/CC 

~5600flF 

VCC 100 V 

RC 6 S1 

RB 2,2 S1 

RC' RB: non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 flS 

Forme factor';;; 1 % 
Rise and fall time ,;;; 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 J.IS 
Facteur de forme ,;;; 1 % 

1 
1 

325 1 

181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
P 6021 et Amplificateur tvnp 1.14 Temps de montée et descente ';;;50 ns 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 C collecteur émetteur 
(A) 

16 

--f..- i'""' 

....... ~ 1--i--

V ~ f..-- --f..-I--
~ - ,,4 P. ~ -

~ ~ V ~ f..-- --"...... , p. - f--

l? "...... V ~ ...... j....--f--

lV ~ f..-~- 1---l' 

12 

(;V ~ ~ 
----

f..-

VV 

\~ 
1--

f--

j...- ...-
'/ 

8 

4 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCElminimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) t case = 25°C IC <Ç3 mA 

r--.." 
390 

1\ 
\ 
\ 

370 

\ 
\ 

350 

" 330 
'1"-- ... 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 

IC ;:/~;~~~'::~~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 

1 l 
0,8 

komlA 

r \Bm~ 
~6m1A 

0,6 
1

14m
l

A 

l2mA 

0,4 
lOmA 

-'8m~ 
0,2 _1 6 JA 

lB =4 mA 

o 1 1 

o 20 40 60 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant Bollecteur 

VCE =} V 

Lv ...--1'\ ,'),<3 "" 

-~ 1\ ,-,,'Ii 

1 ..... 
/ V'~ "\ 1\ 
~ov ~ f-- '),<3 

V~ \ ,-,,-G'e 
~ 
,~ , 



TYPICAl CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA 
6 

4 

4 

4 

) VCE =4 V / 
/ 

VI 

~v.u - Il) 

~ ~ 
r-I-- - tg Et 
r-I-- ~" '" 

J ~" 

1 1 
1 Il 
1 

1 
o 0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE S2 fonction du courant collecteur , 
(V) IC 

5 -ç:= 

1,6 

1,2 

0,8 Il 

r3v J 

~ 
-;/ oV 

'\.c?>"e ",:'l-I_~ 
'\.c~ 

0,4 

o 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 

4 

4 

) VCE =4 V 

~ ~ 
oV !;7 ~ //" J 

rmû 
.... ,,?> il: 

Il 

/8i !J 

1 1 
1 

1 , , 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

~-

IC 
ï;=5 

1,6 

l 
IJ' 

1,2 

~ 
.,:::.~"pC~ VII].,; 

r-
~V 1--

0,8 

I--~~oc 
0,4 I--icase 

o 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22 

tension collecteur-base 
b 

(pF ) t case = 25°C 

8/8 
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4 " ~~ 
"' '" ~ r-.... ~ 

'r-. 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

r-. 

t courant collecteur 
(,us) 

8 

6 

4 

4 

VCE = 100 V 

IC 

.............. liB 1 

5 

1 

............. Tcase = 25°C 

'" 
t 

tZ. ~ '-;> "'$ ' ....... 
/' 

~~v-'>/ 
~\)~ s -'- ~I-- ~ 0,'3'3 ~ 

~~ 
'/ '1.\;::"'--10"""" 

.......... ~ 
~ ----

6 12 18 24 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 15 V 
f = 10 MHz 
t case = 25°C 

./ ~ -~ 

/V " V 

4 
IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'impulsions 

~~ 

4 

. 0
1 

0 ~ ~ Ioo"'fjiIJ~ 

.-?~ 
! 1 ~ ...... 11 / rrt .... .' /1 

f- b""O,'/ 
1/ '"llio/ - ~ 

,0 

-r-<o~ 
=~ 

...... V 
8 

T 

Zth = K Rth 

6 

4 

10-2 

-gr-
10-52 5

10
-42 5

10
-32 5

10
-22 510-12-tp(sec) 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX24 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 

25 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TIaN 

Collector-base voltage 
Tension collacteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courant de crete de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON -CS, 

OMSIOH SEMICONDUCTEURS 

~y 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

400 V 
20A 
350W 

Rth(j-c) 
V CE sat (12 A) 

,;,;;;;0,5°C/W 
,;,;;;;lV 

tf (12 A) ,;,;;;; 1,4 ilS 

Case CB-159 - See outline drawing on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

(TO-3 modified) 
(TO-3 modifié) 

Bottom view 
Vue de dessous 

8 

Collector IS connected to case 
Le collecteur est relié au boîtier 

450 V 

400 V 

440 V 

450 V 

7 V 

20 A 

30 A 

4 A 

350 W 

200 oC 

-65 oC 
+200 oC 

1978/48 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

650 

tp = 300 J.lS 8";;;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =320V 

lB =0 

VCE = 450V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 450V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE =50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =6A 

VCE = 4 V 

IC =12A 

IC =6A 

lB = 1,2A 

IC = 12A 

lB = 2,4 A 

IC =12A 

'B = 2,4 A 

VCE =140V 
t = 1 s 

VCE =19V 
t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 400 

V(BRIEBO 7 

15 

h21E * 

8 

VCEsat * 

VBEsat 
* 

0,15 

IS/B 

18 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesi 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,15 0,6 V 

0,3 1 V 

1 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

(fig. 2) 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtierl 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =15V 

IC =2A 
f = 10 MHL 

IC = 12A 

18 = 2,4 A 

IC =12A 

181 = 2,4A 

182 = -2,4 A 

IC =12A 
181 = 2,4 A 
182 = -2,4 A 

Mounting silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insurance against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

fT 8 

t d + tr 

tf 

t s 

*BUX 24 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

MHz 

0,6 1,6 J.lS 

0,6 1,4 J.ls 

1,5 3 J.ls 

0,5 

CONTROLE EN FAT/QUE THERMIQUE 

Le montage de la pastille sur un support en molybdène limite 

les contraintes mécaniques et confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on" : 2 minutes (0 + 100 W) 
"off" : 1 minute (100+0W) 
tcase = 125°C max 
l'.tcase= 110°C max 
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IC 
(A) 

7 
6 

5 

4 

3 

101 

100 

10-1 

10-2 
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r- T case 25 oC 

DC operation 
t-- Régime continu 
r-- ____ Single pulse 

Monoimpulsion 
1 1 1 1 '1 III 

100 4 5 6 78
101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

" 7. -, 
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\ \0 1 --. .~ 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VeEO(sus) (fig. 1) 

lWOHZo---~ test transistor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

_______ -,A 
200 1 

RB = 100 n 

Note: 

0 ... 10 V 

1 D 
lW 

The sustaining voltage VeEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes) 

+-' 

~ 
:; 
<.J 

j 
-0 
U 

~ .-- ~O% 

~ 1 

C 
.., --+--- 10 % 
.... 
c:: 
l!! 
::J 
(3 

td ~ 

t on-" -~ 

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

'lee 

~5600iJ.F 

V
ee 

100V 

Re 8,2 D 

RB 2,2 n 

Re - RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 J.1S 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time ~ 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeur d'impulsion = la IJS 
Facteur de forme ~ 1 % 

1 
1 

400 1 

181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur t'ml' 1.14 Temps de montée et descente ~50 ns 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIQUES 

6/8 

654 

COllECTOR CURRENT VERSUS COllECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

1 ccollecteur émetteur 
(A) 

~r4-±: - 1--

8 1/ ~ .:.~* --
/V f..-..--- ,lamA .-

V --_r--' 

..--1-
/~ ,o~mA~ 

6 

,...--- , 150 ImA ..--f..-

I/ ~ -~r-----
4 

/~ 
..--~ 

If 
2 

o 
o 2 3 

COllECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 
(V) t case = 25°C Ic ";;3mA 

460 

r--~ 
440 

\ 
\ 

'" 
420 

"' .... 
400 ---

4 

COllECTOR CURRENT VERSUS COllECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC C::/~;;~~C::~~~~:~ren fonction de la tension 

(A) 
''a mA "--

"--,.....-,-
,--

0,8 

'8 mA 

,... 
0,6 

6 mA 

~ 

0,4 

4~A 

1 
lB =2 mA 0,2 

o 
o 20 40 60 

160 

120 

80 

40 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COllECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant fJOllecteur 
~-

VCE =4 V 

/' ~ ~ 
oV , , {5 

- 'r-//"/ 
'Y <.,,'1> 

1/ 
1\ 

~o~ V ~~ -</"C 
1--1-- '3., 

\\ 'l.c!/ ,.,.,. 

~~ 
~~ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA 
6 

4 

10-1 

8 
6 

4 

4 

) V CE =4 V 1 
1/ 

1// 
11/ 
/ 

1 

1--~~ ~f -
1--

Il 
r-- '" 

~ ~ ~" 
~" 

1 
Il 

1 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sat fonction du courant collecteur 
(V) IC 

ïB=5 

1,6 

~ 
lt) 

~ 
Il 
III 

1,2 

31 

0,8 t>-f-
lt) 

V ~-r-
1):1 __ 

V~ VI 
0,4 

L---V' ..... ~ 
° 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

iC base-émerreùr 

(A 
6 

4 

4 

4 

) VCE =4 V 

A 
r 

1 
LJL 

t--

~% 
J 

v,~ t---t-~ 
li 

t-- ~ 
t-- ~" } t-- t--

J 
0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.rreur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) IC 

ï8=5 

'1,6 

1,2 r- I 

~ 
V~ 

-~~ V ~; /,. 
~ ~(, ,'); 

-:/ 
'l.c,'l>",e 

1-1 

0,8 

0,4 

° \ \ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22

t. tension collecteur-base 

(pF) 

8 

4 

tcase = 25°C 

'10. 

'\ 
'\.. 

\ 
l' 
\. 
'\ 

'" '\ 

4 4 

'\ 
r\ 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courantcollect!lur 
(ilS) 

8 

6 

4 

~=5 
lB 

...... 

"-

Vce =100V 

Tcase = 25°C 

.......... 
......... ts 

r-.... r-- If 

"" 

\ 

~ ~ -

8/8 

656 

4 

\ k:: V -

4 

tf 

/ 
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12 16 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

) VCE = 15 V 

tcase = 25°C 

/"" 
~ -, 

/ - 1\ 
/ \ 

4 
IC (A) 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE OÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'impulsions 

1 ~P' 

0(51 0 ~ ~ io-"'~~ 

~~ 
-Grt~ '1 V 

VI 
- 0-:::0 0 .'./ 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

High speed, high voltage high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1 00 -~---.---.----.----, 
% 

75 

50 

30% 
25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crete de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

~ THOMSON·CS' 

OMSION SEMICONDUCTEuRS 
~y 

RBE = 100 S1 

VBE = -1,5 V 

tp = 10 ms 

tcase = 25°C 

max 

min 

max 

*SUX25 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

500 V 
15A 
350W 

Rth(j-c) 
VCE sat (8 A) 

.;;;; 0,5 °C/W 

.;;;;lV 

~ (8A) .;;;; 1,6 ilS 

Case CB-159 - See outline drawing on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté derni~res pages 

Weight : 14,4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

(TO-3 modified) 
(TO-3 modifié) 

Bottom view 
Vue de dess9us 

B 

Collector fs connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

500 

500 

500 

500 

7 

15 

20 

3 

350 

200 

-65 

+200 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

W 

oc 

oc 
oC 

1978/48 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Coliector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Coliector-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Coliector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forward current transfer ratio 
Valeur statiqUB du rapport de transfert 
direct du courant 

Coliector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown eolieetor eurrent 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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tp = 300 J.1s 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 400 V 

'B =0 

VCE = 500 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 500 V 
VBE = -1,5 V 

tease = 125°C 

VEB = 5 V 

'C =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25 mH 

lE = 50mA 

'C =0 

VCE = 4 V 

'C =4A 

VCE = 4 V 

'C =8A 

'C =4A 

'B = 0,8A 

'C =8A 

lB = 1,6A 

'C =8A 

'B = 1,6A 

VCE = 140V 
t = 1 s 

VCE = 25 V 
t = 1 s 

Min. 

ICEO 

' CEX 

'
EBO 

VCEO(sus) 500 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 

8 

VCEsat * 

VBEsat 
* 

0,15 

'S/B 

14 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesJ 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,2 0,6 V 

0,6 1 V 

1,2 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

(fig. 2) 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =2A 
f = 10 MHz' 

IC =8A 

lB = 1,6A 

IC =8A 
IB1 = 1,6A 

IB2 = -1,6A 

IC =8A 

IB1 = 1,6A 

IB2 = -1,6A 

Mounting silicon chip on a molybdenum header 
bounds mechanical constraints and provides maximum 
insu rance against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

fT 8 

t d + tr 

tf 

t s 

*BUX 25 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,9 1,8 J.lS 

0,9 1,6 ilS 

3,5 5 J.lS 

0,5 

CONTROLE EN FA TIQUE THERMIQUE 

Le montage de la pastille sur un support en molybdène limite 
les contraintes mécaniques et confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Con trôle cyclique: 

"on" : 2 minutes (0 ~ 100 W) 

"off" : 1 minute (100 ~ 0 W) 

tcase = 125°C max 
~tcase= 110°C max 

3/8 
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SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

IC 

(A)7~--~-r---r-+~-+-r+++---+--+---+~~~-++44---+--+---+--~+-~~W 

8 ' -+-IL+--+-+-+~ 
~--~-r---r~~~-++44---+--+---+I\~~~~~~--~\-4--~g . 

\ \ 1\ ~ 1 
\ 1 

4r--+-+--~-r~r+++r--+-+--~~\4-~,++~~I~-+~\I-4~~~~!~~ 

\ 

Il ,., 

1\ \ \ \ 1 
1 

\ \ '.,;, 

\ \ , 
\ \ 
\ \ \ 

\ \ 
\ \ 

' ... 

-T case 25 oc 

____ OC operation 
- Régime continu +-++---+--+---+~~H-r+++---+--+---+--I--f--if-++4--1 
_ Single pulse 

10_2~_--~I_-~~_-__ M~lo_n_o~lim_~~u~~~~~n~~ __ ~~ __ ~~~~~~~~ __ ~ __ ~~-L~~~ 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

4t10 

Hz O--------~ test transistor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

_______ -,A 

200 1 
1 

1 
500 1 

1 n 
lW 

VCEO(V) 

0+ 10 V 
RB = 100 n 

+ 

Note: 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes) 

c ., 

~~ 
u c:: 

'" ~ 
'" " '" " COu 

.+ -., 

1 

1 

1 

f-

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
'81 et '82 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
P 6021 et Amplificateur tvnp 1.14 

'/CC 

~5600iJ.F 

V CC = 100 V 

RC = 12,5 n 
RB = 3,9 n 

RC - RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 ilS 

Forme factor';;; 1 % 
Rise and fall time ,;;; 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = la MS 
Facteur de forme ,;;; l 'Yo 
Temps de montée et descente ';;;50 ns 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

6/8 
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Courant collecteur en fonction de la tension 
IC collecteur-émetteur 

(A) 

1 C C;:/~;;~~'::~~~~~~ren fonction de la tension 

o 
o 2 3 

h21E 

90 

75 

60 

45 

30 

15 

o 

(A) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 
o 

~ 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

VCE =4 V I
C

";;3 mA 

'-~<3v 
«"');/~ t\ - .,q,~ 

"c.,'1>iI' 

~ 1 ./ 
1 V ........... ~oC' ,~ ",,'J: 

L l-'I.c'3'i13 
1 1 ~\ 

1 

, 
~. 

10-1 46~OO 2 46~01 2 4 IC (A) 

116 mA 

1 

14mA 
1 

,)mA 

1 

16mA
I 

im~ 
16 ml 

14 m~ 
IB~2"';A 

40 60 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA) V CE = 4 V4------1r-+lJlfJ4------1-+---1---4 
If 

6 I------+--~j f----I1J i----+-----li----+-----l--+---t 

4 I---+----+--H--[ l I-------+--+--I--+---t 

!I ,/ 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE 5 ,fonction du courant collecteur a 
(V) 

~=5 
B 

1,6 

1,2 

0,8 Il 

Vii 
1-- ~,'2<&oC ~~~'),0'IV 

'-case ~ ,v~~11 
r- 1 

0,4 

o 

*sux 25 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 
6 

4 

4 

) V CE = 4 'v 

-;::-'2<&o,C 1-
tca~ 

-----:" ,\'2'0-
7 'tcase-;:::;' 

'(f 

I J 

J / 
1 

1 1 
1 1 

Il 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

~-5 
lB -

1,6 

~ 

~ 
l/~ 

?'): 
[7 

1--1-- '-va",e / 

L...--~Pr1J4c V'?''); 

L....-V '-ca",e 

1,2 

0,8 

0,4 

o 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22

t. tension collecteur-base 

(pF ) 1 tcase = 25°C 
1 

8/8 
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4 

1 

1 

r\. 

""" 1'\. 

1\ 
1\. 

'" I~ 
Î\. 

" 
4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

1\ 

t courant collecteur 
Cus) 

8 

6 

4 

4 

ts 
.... 1'-..... 

ton 

\ , 
~ -tf 

...... 

l.--

2 

V CE =100V 

'C 5 
'B 

r-...... r-. l"-r-. 
r-

~ 

......-::" 
........ V V 

V ...-
V

V 

4 6 8 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 15 V 
f = 10 MNz 
t case = 25°C 

.-""' .... r-...... 
V~ ~" --

4 6 
'C(A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DIERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'imaulsions 

1 1 I....III!:p 

4 

. 0' 0 ~ J...-"""'fiIJ!~ 

~~ 
! ' 

~~ V rrt~ 1- 00 

r- b ",,0,'\ l./ 
1/ 

"œ~/ r- é;'0 
.c;:,/ 

r-t-<o-:t' 
=~ 

i..o"V 
0 

T 

Zth = K Rth 

6 

4 

10-2 iû 
10-52 5

10
-42 5

10
-32 5

10
-22 5

10
-12 tp(secl 



NPN SILICON DARLINGTON, TRIPLE DIFFUSI:D MESA 

DARLING TON SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSÉ MÉSA 

Power monolithic Darlington, specially 

intended for use in automotive ignition 

circuits 

Darlington monolithique de puissance 
spécialement conçu pour l'allumage élec

tronique automobile, 

100 % 

75 

50 

25 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

~ 
\ 
\ 
\ 

Case 
Boitier 

TO 3 

e 

~14011 ~4011 
L _______ _ 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 

Tension collecteur-émetteur 

Collector current 

Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

~ THOMSON-CS' 

DIVISION SEMICONDUCTEuRS 

~. 

Tcase 100 0 e 

max 

min 

max 

VCEOsus 

le 

lB 

T 
J 

Tstg 

BU X 37 

Formely SESCOSEM number ESM 410 

Ancien numéro SESCOSEM ESM 410 

VCEOsus 

IC 

Ptot (T case 100 OC) 

VCEsat (10 A) 

Second breakdown test 
Test en second claquage 

400 V 

15 A 

35W 

.;;; 2 V 

;;;. 250 mJ 

See outline drawing on last pages 
Voir dessin coté CB 19 pn dernières pages 

~ B E 

Collector is connected to case 

Le collecteur est relié au boitier 

400 V 

15 A 

4 A 

35 W 

150 Oc 

- 65 Oc 
+ 150 

1976-121/3 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

FIGURE 1 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emltter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

THERMAL CHARACTERISTIC 
CARACTERISTIQUE THERMIQUE 

Junetion-case thermal resistanee 
Résistance thermique jonction-boitier 

• Pulsed t = 300 J1S {; .::;: 2 % 
Impulsions p 

2/3 
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Tcase = 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 400 V 

lB = 0 

IC = 5A 

lB = 0 

L = l,5mH 

VCE = 5V 

IC = 15 A 

IC = 10 A 

Ig- = 0,15 A 

IC = 7A 

lB = 0,07 A 

IC = 10 A 

lB = 0,15 A 

Tease = - 40 Oc 

IC = 10 A 

lB = 0,15 A 

IC = 10 A 

lB = 0,15 A 

Tease = - 40 Oc 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min .typ max 

ICEO 0,25 mA 

VCEOsus 400 V 

h21E * 20 

2 V 

VCEsat * 1,5 V 

2,9 V 

2,7 V 

VBEsat * 

3,5 V 

°C/w 
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FIGURE 1 : VCEOsus test circuit (and oscillograml 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

50 Hz 

IsJ 1,5mH 

Ë 
X 

0- 50 V 

400 V 

Y 

0-10 V 

FIGURE 2 : Second br~akdown fonctionnai test 
TAst fonctIOnnel en second claquage 

le 
(Al 

400 V 

ESM 233-C 400 

Pulse frequency : 50 Hz 
Pulse duration adjusted for IC end = 10 A 
Pulse amplitude adjusted for 1 B = 0,15 A 
Test duration : 1 sec. 
Dissipated energy per pulse). Ll2end = 250 mJ 

2 

5 mH 
+ 20 V 

f'22"F 
0,1 n 

Fréquence des impulsions: 50 Hz 
Largeur de l'impulsion ajustée pour ICend = 10 A 
Amplitude d'impulsion ajustée pour '8 = 0, 15 A 
Durée du test: 1 sec. 
Energie dissipée à chaque impulsion :!.... Li2end = 250 mJ 

2 

3/3 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX39 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 f-+--+--Pl.,-

30% 
25 

50 100 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 St 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
'Courant collecteur 

Peak collector current t p = 10 ms 
Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

"

THOMSON - CSF 

DIVISION SEMICONDUCTEURS 

~y 

Rth(j-c) 
V CE sat (20 A) 
~ (20 A) 

*Preferred device 
-Dispositif recommandé 

90V 
30A 
120W 

.;;;;; 1,46 °C/W 

.;;;;; 1,6 V 

.;;;;; 0,3 ilS 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14.4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

8 

Collector fs connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

120 V 

90 V 

110 V 

120 V 

7 V 

30 A 

40 A 

6 A 

120 W 

200 OC 

-65 oC 

+200 oC 

73 - 12 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courent rtlsiduel collecteur-tlmetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur·émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
ImpulSions 

2/8 
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t p = 300 J.LS 8~2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 70V 

lB =0 

VCE = 120 V 
VBE = -1,5 V 

VCE =120V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE = 50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =12A 

VCE = 4 V 

IC = 20A 

IC =12A 

lB = 1,2 A 

IC =20A 

lB = 2,5A 

le = 20A 

lB = 2,5A 

VCE = 45 V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 90 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

1 

IS/ B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,7 1,2 V 

1,25 1,6 V 

2,1 2,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn·on time 
Temps total d'établissement (fig. 2) 

Fall time (fig. 2) Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =lA 

f = 10 MHz 

IC = 20A 

lB = 2,5A 

IC = 20A 

IB1 = 2,5 A 

IB2 = -2,5 A 

IC = 20A 

IB1 = 2,5 A 

IB2 = -2,5 A 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10000 cycles 

Min. 

fT 8 

td + tr 

tf 

\ 

*BUX 39 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,8 1,5 J..lS 

0,15 0,3 J..ls 

0,55 1 J..lS 

1,46 

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi· 
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on": 2 minutes (0" 48 W) 
"off": 1 minute (48 -, 0 W) 
t case = 100°C max 

L':.tcase = 85°C max 
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IC 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

Continuous 
Continu 

Pulsed 
Impulsion 

tcase = 25°C 

2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

111;1 
1 0

4 
!'. '. "', l'~I J' 

l'\~ , ',~~Cb ~J' 
~. '\ ,,'\~o~ 

"' '\ '\ ',~~J' l' 
1\. 

'\ "0 ,r,1'I 
~ ~J' ~, 

"- .... 
"- "-

"' 
, 

1\. \ 1\ 

" 1\ 1\ 

\ \ \ 
------

~~\ 

~ 

5 10 20 50 100 200 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

LWOHZo---~ test transistor 
transistor en test 

O~ 10 V 

Note: 

ln 
lW 

horizontal 

le ImAI 

The sustaining voltage V CEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEG sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

Q) 

'" '" 
~ 

j 
o 

U 

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
'81 et '82 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur t'/np 1.14 

VCC 30 V 

RC 1,5 .Il 
RB 2,7 .Il 

RC - RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 f.1S 

Forme factor < 1 % 
Rise and fall time < 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeur d'impulsion = 10!JS 
Facteur de forme < 1 ;, 
Temps de montée et descente <SO ns 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 

674 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

Ou-~~~ __ ~~~~ __ ~~~ 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCElminimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) tcase = 25°C I
C

';;;;1 mA 

120 
r---..~ 

"' 110 

~ 
\ , 100 

'" ........... 
90 -

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 

IC C:/~:;~~C::::'~~~~~ren fonction de (a tension 

(A) :'SrfI;-~ -
1 ~~ 

14rf1A 

0,8 1---f---
12mA -

1----r--
0,6 10mA - 1== 

r--
S:.nA 

0,4 
1 

6mA 

0,2 lmJ~ 
lB l2lA 

o 
o 10 20 30 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant oollecteur 

V CE =4 V 

~c, 

"""'1:/",,,,1o- --... 
~ ;r , 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur , 
(mA 

6 

4 

4 

) V CE =4 V V 
/ 

kt 
~~ ~ oU 

/; ~ 
4' Il .. lI- ! 

V /o. 
/ / 

• 1 Il 
1 Il 

j 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sat fonction du courant collecteur 
(V) La , 

lB 
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Ê 
10 (J-
rv 0 
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I(] ~ 

~" Il> rI "-f-
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 
6 

4 

4 

4 

) VCE =4 V 

~= 

~ 
i"""" 

L 

~vf V ~U 
Ll) 
• • 1 1 

Il 

0,4 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

~=a Il lB 
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1 

Il 

~ 

~ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/8 
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22 

tension collecteur-base 
t. 

(pF ) 

6 

4 

4 

10·1
a 
6 

4 

t case = 25°C 

" "'" 1'. 

K 
'" "" ,~ 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS eOLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

'~=8 V CE =30V 
B 

.. - ........ 
1"--.. ......... ....... 
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-~ 1 

-- tf -

6 la 14 18 

15 
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a 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

) t case = 25°e 

V r--
~ 

/ r-..", 
V ~ 

---t--t-- . 

le (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résIstance thermique en 

K régime d'imf]lIlsions 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX 40 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 I-+--+----Po.-

25 I-+---+---+--~ ___ -----, 

50 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 S1 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power disSipation tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de jonction 

St orage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON· CS' 

OMSIOH seMICONDUCTEURS 

~. 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

125 V 
20A 
120W 

Rth(j-c) 
VCE sat (15 A) 

,:;;;; 1,46 °C/W 
,:;;;; 1,6V 

tf (15 A) ,:;;;; 0,4 J1S 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Vair dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

160 V 

125 V 

150 V 

160 V 

7 V 

20 A 

28 A 

4 A 

120 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

73 - 12 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter cut·off current 
Courant r6siduel col/ecteur-6metteur. 

Collector-emitter cut·off current 
Courent rtJsiduel col/ecteur-flmetteur 

Emitter;base eut-off current 
Courant r6siduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-flmetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statiqU8 du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-flmetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-flmetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

678 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 100 V 

'B =0 

VCE = 160V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 160 V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE = 50 mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC = 10A 

VCE = 4 V 

IC =15A 

IC = 10A 

lB =lA 

IC =15A 

lB = 1,88A 

IC =15A 

lB = 1,88A 

VCE = 50 V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 125 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

1 

IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,9 1,2 V 

1,2 1,6 V 

1,7 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissemeM 

(fig. 2) 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistanœ thermique (jonction-boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE = 15 V 

le =lA 

f = 10 MHz 

le = 15 A 

lB = 1,88A 

le =15A 

IB1 = l,88A 

IB2 = -1,88A 

le =15A 

IB1 = 1,88A 

IB2 = -1,88 A 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

fT 8 

t d + tr 

tf 

\ 

*BUX 40 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

l'I.Hz 

0,6 1,2 ilS 

0,15 0,4 ilS 

0,6 1 ilS 

1,46 

CONTROLE EN FA TlGUE THERfIlf()UE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure "fltre la 
pastille de silicium et l'embase cOflfère au tri.Jn.<istor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on": 2 minutes (0 + 48 W) 
"off": 1 minute (48 + 0 W) 
t case = 100°C max 

l'>tcase = 35°C max 

3/8 
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680 

IC 
(A ) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

-

Continuous 
Continu 

Pulsed 
Impulsion 

tease 25°C 

1 2 

SAFE QPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

- --- ~,,"l" 6; 1 

" ~OcrG :VJ"i 7"~ ;,:o..vJ' 
70~, -?)J'.'<~ 1 

~'" ~J' 

"' \ ,\ , 
\ \ 

\1\ \1 
\1 

1 A 
50 V 

------ , 
.. 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO{sus) (fig. 1) 

~OHZ o----~~ test transistor 
transistor en test 

RB = 100 .Il 

Note: 

0+ 10 V 
+ 

1 n 
lW 

horizontal 

IC{mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable wh en the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au-delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillogramsl {fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

1 

+-

t : 
on.,- --/4 

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
'81 et '82 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
P 6021 et Amplificateur tvnp 1.14 

'/CC 

~1041lF 

VCC = 30 V 

RC 2,2 .Il 
RB = 3,3 .Il 

RC - RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 ilS 

Forme factor';;;; 1 % 
Rise and fall time ,;;;; 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 JJ-S 
Facteur de forme ,;;;; 1 % 
Temps de montée et descente ';;;;50 ns 

*BUX 40 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIQUES 

6/8 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

'C collecte r émetteur u -
(A) 

16 

V 1-'"" 
1-~ V -- :...-

V''l-I'- V +--~ 
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COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base émetteur (valeur minimum) 

tease - 25°C 1 'C';;;' mA (V) 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

'C collecteur-émetteur 
(A) 
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant (JOllecteur 
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TYP1CAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
./ (mA 

6 

4 

4 

4 

) VCE 4V 
1 .... , 

fi j CJ 

Il li 
j. Il 

""'1 iJf 
1 1 ~(J 

V 1 

/ 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur 
t 

(V) 

f=8 
B 

1,6 

J 
1 

1,2 

J 
1 

0,8 
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'].,:,oC ~l("->,,c. 
~ ~ f-- tcaseJ. :- 1 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

iC base-émetteur 

(A 
6 

) VCE =4 V 

4 

4 

1'].<;'06 

~ _ ,2<;'OC 
~ tcase - --

~ 

f?' 
VI 

/ / 
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1 1 
1 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22 

tension collecteur-base 

(pF 

8 

6 

4 

)t- t case = 25°C 

, 
" 

'" ~ ...... " 
4 4 

,~ 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
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Temps de commutation en fonction du 
t courant collecteur 

(J's) 
8 

6 

4 

4 

t- VCE = 30 V 

IC 
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t
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12 16 
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15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 15 V 
f = 10 MHz 

tcase = 25°C 

V ~ r-... 
/ ~ 

1\. 
V _\ 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la réSistance thermique en 

K régime d'im/Julsions 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX 41 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contr61é en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 f--+--+---~-

25 

50 100 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de ionction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON-CSF 

OfVIS/ON SEMICONOUCTEURS 

~y 

Rth(j-c) 
VCE sat (8 A) 
tf (8 A) 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

200 V 
15A 
120W 

1,46 0 C/W max 
~ 1,6 V 
~ 0,8Jls 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
Bo Îtier Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

250 V 

200 V 

240 V 

250 V 

7 V 

15 A 

20 A 

3 A 

120 W 

200 oC 

-65 oc 

+200 oC 

73 - 12 1/8 

685 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur·émett8ur 

Collector·emitter eut-off current 
Courant rtlsiduel collecteur-tlmetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant rtlsiduel tlmetteur-base 

Collector-ernitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage tlmetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émett8ur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

686 

t p = 300 J1.s {)';;;;2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 160 V 

'B =0 

VCE = 250V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 250V 

V BE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE = 50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =5A 

VCE = 4 V 

IC =8A 

IC =5A 

lB = 0,5 A 

IC =8A 

lB =1A 

IC =8A 

lB =1A 

VCE =135V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 200 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,38 1,2 V 

0,65 1,6 V 

1,3 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn·on time (fig. 2) Temps total d'établissement 

Fall time (fig. 2) Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction·boitierl 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

le =1A 
f = 10 MHz 

le =8A 

lB =1A 

le =8A 

IB1 =1A 

IB2 =-1 A 

le =8A 

IB1 =1A 

IB2 =-1 A 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10000 cycles 

Min. 

fT 8 

t d + tr 

tf 

t s 

*BUX 41 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

MHz 

0,5 1 Jls 

0,25 0,8 Jls 

1 1,7 JlS 

1,46 

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confare au transistor un maxi· 
mum de garantie contre 13 fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on": 2 minutes (0 + 48 W) 
"off": 1 minute (48·> 0 W) 
t case = 100°C max 

f:j. tcase = 859C max 

3/8 
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IC 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

1 

Continuous 
Continu 

Pulsed 
Impulsion 

tcase 25°C 

1 2 

SAFE QPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

~OHZO--_~~ test transistor 
transistor en test 

RB = 100 n 

Note: 

0-- 10 V 

ln 
lW 

horizontal 
horizontal 

IC (mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillogramsl (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

90% 

10% 

...t~H_tr 
.t-----l4l-t off 

'Bl and 'B2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Ampl ifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur type 134 

VCC = 150 V 

RC = 18,5n 

RB =6,8 n 

Re· RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 ilS 

Forme factor< 1 % 
Rise and fall time < 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10!JS 
Facteur de forme < 1 % 
Temps de montée et descente <50 ns 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

OL-~_-'---'-_'----'-----'_-'---'_-'-~ 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value, 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) t ease = 25°C I
C

";;;1 mA 

250 -r--I"I 

230 
\ 

Î\ 
\ 

1\ 

r-.r---
210 

190 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC ~/~;~~~~':::'~~~~ren fonction de la tension 

(A) 
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1 1 
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant /Wllecteur 

V CE =4 V 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA 
6 

) V CE =4V :;.;-
# 

4 

4 

4 1 

,. 
oey 
q~ 4' le) "vi ';f 

1 ~! 
1 1 

/ 1 , 
1 1 

1 1 
1 1 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur 
T 

(V) 
~=8 
lB 

1,6 

1,2 

1 1 
f--. 0,8 

VI 
-:::- \2SoC /~~VI 

- tcas.l::±:ff:: " ~~II 
1 '-1 

0,4 

o 
4 

*eux 41 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

iC base-émetteur 

(A 
6 

4 

4 

) VCE =4 V 

'2-,,:>oC- -
~ '<case 

y~ ,'2-,,:>o~ -
./ -:::-

-
~ 

'<ca 

1 V 
1// 

1 

1 1 
1 1 

1 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-ém~tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

IC 
18=8 

'1,6 

Il 

1,2 j 

~oc, IJ 
""'): 

r--r-- .... ca</!. r3C, 
f-- ..... "" ,'): ,....- /,/ 

0,8 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C tension collecteur-base 
22b 

(pF) 'case = 25°C 

6 

4 

....... 
Ï" 

r"1' 

""" '" 
6 

4 

4 4 

r--.. 
....... ~ 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
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Temps de commutation en fonction du 
, courant collecteur 

(",s) 
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TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE =15V 
f = 10 MHz 
'case = 25°C 

_1-.. 

./ V i'~ 
V " 

---

'C (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la réSistance thermique en 

K régime d'imoulsions 
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NPN S\L\CON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 1---i---+---I1:-

30% 
25 r-+--+--t----i'o~---i 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courent collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courant de cr~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THO"SON· cs-
DMSION SEMICONDUCTEURS 

~y 

*BUX 41 N 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

160 V 
18 A 
120W 

Rth{j-cl 
VCE sat (12 Al 

,,;;; 1,46 °C/W 
,,;;; 1,6 V 

tt (12 Al ,,;;; 0,81J.s 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14,4 g. 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessou.< 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boîtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

220 V 

160 V 

200 V 

220 V 

7 V 

18 A 

25 A 

3,6 A 

120 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

74- 2 1/8 

693 



*BUX41N 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

694 

tp = 300 JJ.S o ,;;;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 130 V 

lB =0 

VCE = 220V 

V BE =-1,5V 

VCE = 220 V 

V BE =-1,5 V 

tcase = 125 Oc 

V EB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE = 50 mA 

IC = 0 

VCE =4V 

IC =8A 

VCE =4V 

IC = 12 A 

IC =BA 

lB = O,BA 

IC = 12 A 

lB = 1,5A 

IC =12A 

lB = 1,5 A 

VCE = 100 V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 
t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO (sus) 160 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E* 
8 

VCEsa~ 

VBEsa~ 

0,27 

IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,5 1,2 V 

0,75 1,6 V 

1,5 2 V 

A 

A 



N{»N SlUCON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1UO 
% 

75 

50 f--i--+--+-'I.-

25 

50 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p = 10ms 
Courant de cr~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ T"OMSON-CSF 

OIVISK)N seMICONDUCTEURS 

~o 

Rth(j-c) 
VCE sat (12 A) 
4 (12 A) 

*BUX 41 N 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

160 V 
18 A 
120W 

,;;;; 1,46 °C/W 
,;;;; 1,6 V 

,;;;; 0,8 ilS 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coté CH-t9 dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de desso/J_ç 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

220 V 

160 V 

200 V 

220 V 

7 V 

18 A 

25 A 

3,6 A 

120 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

74 - 2 1/8 

693 



*BUX41N 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

694 

ù .;;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 130 V 

lB =0 

VCE = 220V 

V BE =-1,5 V 

VCE = 220 V 

V BE =-1,5V 

t case = 125 Oc 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25 mH 

lE = 50 mA 

IC = 0 

VCE =4V 

IC =8A 

VCE =4V 

IC = 12 A 

IC =8A 

lB = 0,8 A 

IC =12A 

lB = 1,5A 

IC = 12 A 

lB = 1,5A 

VCE =100V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 
t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO (sus) 160 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E* 
8 

VCEsa~ 

VBEsat" 

0,27 

IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,5 1,2 V 

0,75 1,6 V 

1,5 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement (fig. 2) 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =lA 

f = 10 MHz 

IC =12A 

lB = 1,5 A 

IC =12A 

IB1 = 1,5 A 

IB2 =-l,5A 

IC = 12 A 

IB1 = l,5A 

IB2 = -1,5A 

Perman(:nt inspection of soldering quality between 
silicon chip élnd header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10000 cycles 

Min. 

fT 8 

t d + tr 

tf 

t s 

*BUX 41 N 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,9 1,3 f.1S 

0,4 0,8 f.1s 

0,7 1,5 f.1s 

1,46 

CONTROLE EN FA TlGUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi· 
mum de garantie contre lil fatigue thermique. 

Contrôle cvclique .' 

"on": 2 minutes (0 .. 48 W) 
"off": 1 minute (48'" 0 W) 
t case = 100°C max 

L">tcase = 85"C max 

3/8 
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0,1 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

Note: 

test transistor ~
OHZ 

cr _____________ t_~_n_sl_st~o_r_en~re_,st 

O~ 10 V RB =100n 
+ 

1 st 
lW 

horizontal 
horizontal 

IC (mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TION (et oscillogrammes) 

+ 

90% 

10 % 

'-.t----<~_t"f 
~-----j'-toff 

IB1 and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

VCC = 30 V 

RC 2,5 st 
RB = 3,9 n 

RC· RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 ils 

Forme factor~ 1 % 
Rise and fall time ~ 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 iJS 
Facteur de forme ~ 1 ra 

*SUX41N 

181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
P 6021 et Amplificareur type 134 Temps de montée et descenre ~50 ns 

58 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

698 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur·émetteur en fonction de la 

V CE résistance base·émetteur (valeur minimum) 

(V) 

230 

210 -......'" 

190 \ 
\ 

" t 

~~~oc 
170 

1 
4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur·émetteur 
(mA) 

~~ -~ 

400 
35~A -
':..r---~ 

V" 
LimA r-- -1--r---

iL": t:::E1: 
k.5 ~A 

300 

),' 

21A t--t--200 

~ r---

',5mA 
......- j 

,lmA 
100 

lB -0,5 mA 

o 
o 10 20 30 

160 

120 

80 

40 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

b 
V CE =4 V 

0/ 1\ r---t--~ 
V \ ,$' _ ... ,,'Ii 

h~~ l -...... '\\ ~ -? 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 

(mA 
6 

1 VCE =4 V / 
,;l'V 

4 

4 

4 

// 

1 
IÎ 

CJ 1 

~LCJ .... I.t) 

Il "i 

r---- t----- .,~/I f(J ., ,-0, ~§ 

1 

1 1 
1 1 

II 1 
Il 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur 1 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

IC 
ïB=8 

/ 
V IJ 

Iv 
~/o(j 

_ ~~~'}.<OI'I 
tcase ",e

l 
1 

1 IC.~ 
4 68 

10° 
4 

*BUX 41 N 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 
6 

4 

4 

4 

) VCE =4 V 

? ;::::::: ::: -
~ 

CJ// 
~/CJ - ~~II''JtI; !f Il - r--"-w8i 1 

1 r-'-' 
1 1 

il 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

1,6 

IC Il ïB=8 

'/ 
1 

1,2 J 
1 

r-- .,;::;.'2",o~ 1 
~ t:r11l/ 

0,8 

~~c 
~ ",,\ 

jC.as6
, 

0,4 

o 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

Ç22b tension collecteur base 

(pF) 

6 

4 

8 

6 

4 

t case = 25°C 

...... 
......... 

....... ~ 
....... 

' ............... 
,~ 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(ilS) 

8 

6 

4 

VCE = 30 V 

'C 18=8 

"-

...... 

~ t on -

"-i'--, ...,/' 
/' 

/' ........ ....... tf-

V 
...... 

~ :-1 -
~ ....-- ~ 

> :::::::: 

4 

6 

o 4 8 12 16 
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) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 15 V 

f = 10 MHz 

'=~'/ 1--
\ 

/ 
, 
1\ 

V \ 

'c (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DÈRATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'imfJulsions 

1 1 ,-71/ 
6 ~ ~0,5 .,.,. ~~ 
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~/ 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX42 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100% _...,--,----,----r----, 

75 

50 

25 

o 

50 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100n 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max T/lmpérature de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON -CS, 

DIVISION SfMICOHOUCTI!uAS 

~. 

Rth(j-c) 
VCE sat (6 A) 
tf (6 A) 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

250 V 
12 A 
120W 

~ 1,46 °C/W 
~ 1,6 V 
~ 1,2 ilS 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

8 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

300 V 

250 V 

290 V 

300 V 

7 V 

12 A 

15 A 

2,4 A 

120 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

73 - 12 1/8 
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*BUX 42 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant r6siduel collecteur-6metteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courent r6siduel collecteur-6metteur 

Emitter;base eut-off current 
Courant r6siduel6metteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-6metteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage 6metteur-base 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-6metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-6metteur 

Second breakdown eollector eurrent 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 
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tp = 300 J.1S 8 ~2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 200 V 

'B =0 

VCE = 300 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 300 V 

VBE = -1,5 V 

t ease = 1250 C 

V EB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE =50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =4A 

VCE = 4 V 

IC =6A 

IC =4A 

lB = 0,4 A 

IC =6A 

lB = 0,75 A 

IC =6A 

lB = 0,75 A 

VCE =135V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 250 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,33 1,2 V 

0,5 1,6 V 

1,2 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time (fig. :2) Temps total d'établissement 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-bOÎtier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =1A 

f = 10 MHz 

IC =6A 

lB = 0,75 A 

IC =6A 

IB1 = 0,75 A 

IB2 = -0,75 A 

IC =6A 

IB1 = 0,75 A 

IB2 = -0,75 A 

Prrmilncnt inspection of solderinD fluality between 
~ilictln chip iJnd hcad~r provicles maximum insurance 
ilU<llnst thermal fùtiDUC. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

fT 8 

td + tr 

tf 

\ 

*BUX 42 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,45 1 J.1S 

0,7 1,2 Jls 

1,35 2 Jls 

1,46 

CONTROLE EN FA TIQUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et /"embase confère au transistor un maxi· 
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on" : 2 minutes (0 + 48 W) 

"off" : 1 minute (48 + 0 W) 

tcase = 100°C max 
L'ltcase= 85Q C max 
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IC 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

---~. 

Continuous 
Continu 

Pulsed 
Impulsion 

t case = 25°C 

1 2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VeEO(sus) (fig. 1) 

4}10 Hz O------~ 
test transistor 
transistor en test 

RB = 100 n 

Note: 

0+ 10 V 

ln 
lW 

horizontal 
horizontal 

le (mA) 

The sustaining voltage VeEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes) 

+ 

10 % 

-.t--<~_tf 
.t----+o_t off 

1 B 1 and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur tllnp 1.14 

~2 

Vee = 150 V 

Re = 25 n 
RB = 8,2 n 

Re - RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 J.lS 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time ~ 50 ns 

. résistances non inductives 
: Largeurd'impulsion = 10 p.s 

Facteur de forme ~ ';6 
Temps de montée et descente ~50 ns 

*BUX 42 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIQlJES 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

'C collecteur-émetteur 
(A) 

8 

6 

2 

O __ ~~ __ L--L~ __ L--L~ __ L-~ 

o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
8ASE-EMITTER RESISTANCE{minimum value) 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) t case = 25°C 'C';;;;' mA 

310 

-........... 
290 

1\ 
270 " 1\ 
250 

"'t'--~ 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 

'C ~/~;;;~C;:::;'~~~~~ren fonction de la tension 

(A) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

Iv ~ ,..-- 6ml V 
f--~ r--t:r= 1----

V SlA ~ 

LI--t-f--~-

4mA-t::: 
1---

V 
3mA f--

hmA-= 

18
/=, LA 

o 10 20 30 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V CE =4 V 

1 1 i-"~ 

Ijj 
f-I; 

~IAV " -7'" 1 

1 ~ 
V \ 

,~ 

'" l' 
~ 



TYPICAL cHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
r..-(mA 

6 

4 

4 

j VCE =4 V I 
,J 

1( 
W 

1 

III 

f~~ 1---

~.~ ~ - f---~CJ '" - r-- ~CJ 

1 1 
II ~ 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EM ITTE R SATU RATI ON VOLT AGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE satfonction du courant collecteur 
(V) 

1,6 

~=8 
1 lB 

~I 
~ 
N 

Il Il 
'" '" !Il Jl u 

1,2 

0,8 

1)1) 
)1) 

./ ~ 
0,4 

o 
.... ~ V 

*sux 42 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 
6 

4 

4 

4 

) VCE =4 V 

- L--
~ :--

~ ~ 

A~ 

1---
.l/P' 

-~~c f--i=-"v~ ilJ 
1---

1/ 
Il ~ 

~CJ 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

~=8 
lB 

1,6 

1,2 IJ 
11 

f---I-- ~ 'l.<o0C -" 11 
~ 

0,8 

0,4 
~OC ~, 

c-- tsel 
o 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

C
22

t. tension collecteur-base 

(pF) 

4 

........ 
:--.... 

r-.", 
i'-..... 

6 

4 

4 

~ 
l't--, 

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
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Temps de commutation en fonction du 
t courant collecteur 

(ILS) 
8 

4 

4 

~=8 VCE = 150 V 

lB , 
"- ~r-.. 

~ 
I 

tf _....-
V ~ , ton ./ 

)K. 1--
j....--'V 

2 4 

~ l""-

1---/ 

V 

6 8 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant "o/lecteur 

t case = 25°C 

VCE ="5V 

--./ r---~ 

/" "'~ V 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la rés/stance thermique en 

K régime d'impulsions 

~~ 

4 

1 1 L..oi.---" joooo"~ ~ r-I-O ==~ V viii l'''"-:-r ï 1,..01.0-

~Pr1t ~I.--V 17 

/-oy 1/ r-I-b" 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX43 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100 
% 

75 

50 

25 f--+--+--+--~r-----4 

50 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collBcteur-base 

Collector-emitter voltage 
TBnsion collectBur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 n 
Tension collectBur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
TBnsion collectBur-émettBur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collectBur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courant de cr6tB dB collectBur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max TempératurB dB jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON-CSF 

OMSION SEM'CONDUCTEURS 

~. 

Rth(j-cl 

~referred device 
Dispositif recommendé 

325 V 
10A 
120W 

VCE sat (5 Al 

.;,;;; 1,46 °C/W 

.;,;;; 1,6 V 

tf (5 Al .;,;;; 1,2 /1S 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coté CB-T9 dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

t stg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector IS connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

400 V 

325 V 

360 V 

400 V 

7 V 

10 A 

12 A 

2 A 

120 W 

200 oC 

-65 oC 

+200 oC 

73 - 12 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector·emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Collector·emitter cut·off current 
Courant résiduel collecteur·émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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tp = 300 JlS 8<;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =260V 

lB =0 

VCE = 400 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 400 V 

VBE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25 mH 

lE = 50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =3A 

VCE = 4 V 

IC =5A 

IC =3A 

lB = 0,375 A 

IC =5A 

lB =lA 

IC =5A 

lB =lA 

VCE = 135V 
t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 325 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

60 

0,3 1 V 

0,5 1,6 V 

1,2 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

(fig. 2) 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boÎtierl 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =1A 

f = 10 MHz 

IC =5A 

lB =1A 

IC =5A 

IB1 =1A 

IB2 =-1 A 

IC =5A 

IB1 =1A 

IB2 =-1 A 

Permanent inspection of solclering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermill fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

fT 8 

t d + tr 

tf 

t s 

*sux 43 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesl 

Typ. Max. 

MHz 

0,45 1 J.1S 

0,6 1,2 J.1S 

1,5 2,2 J.1s 

1,46 

CONTROLE EN FA TlGUE THE RMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastÎlle de silicium et l'embase confère au transistor Lin maxi

mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cyclique: 

"on": 2 minutes (0 + 48 W) 
"off": 1 minute (48'+ 0 W) 

t case = 100°C max 

6. t case = 85°C max 
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le 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

1-- 1--

Continuous 
Continu 

Pulsed 
Impulsion 

tcase = 25°e 

2 

SAFE QPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 
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TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

~o Hz ~_-----"-=~ test transistor 
transistor en test 

RB =100n 

Note: 

O~ 10V 
+ 

1 n 
lW 

horizontal 
horizontal 

The sustaining voltage V CEO is acceptable wh en the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la rrace passe aU'delà du poinr A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes) 

+ 

'B 1 and 1 B2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tekrronix 
p 6021 et Amplificateur type 1.14 

VCC = 150 V 

RC 30 n 
RB = 6,8 S1 

RC - RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 J.1S 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time ~ 50 ns 

. résistances non inductives 
: Largeurd'impulsion = 10 JJ.S 

Facreurde forme ~ 1 % 
Temps de montée er descente ~50 ns 

*sux 43 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/8 

714 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

21-1--+--I---+---I--!---+-+---+-+----1 

OL-~~ __ L--L~ __ L--L~ __ L-_ 

o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum valuel 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 

V CE résistance base-émetteur (valeur minimum) 

(V) 
t case = 25°C IC~l mA 

420 

....... 
"-380 

"'-
.......... 

"'-340 --r----
300 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC C;:~;~~~C::~~~~~~ren fonction de la tension 

(A) !--

1 

0,4 4mA 

f----
~ ~ 
~ 

0,3 
3mA 

0,2 

2mA 

0,1 
1 

IB =l mA 

o 
o 20 40 60 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant f10lIecteur 

VCE =4V 

~ 

V 1\ 
L I..l ~l 

cV 1 V ~ 
r---rQ~vl 

~ 4' cV 

>--
... v'li~ ~ 
~ // 

~~ V k"lI tv'l>4' 

~ '/ l '~r-. r-. 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
'/ (mA 

6 
) VCE 4V h 

4 

4 

4 

~ 

V 
rJ 
-T 

~~o ;y th 
Il <'II 
/!f li 

- f-- tJ BI 
"', ",tJ 

1 Il 

1 
Il 

1 '_1--

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EM ITTE R SATU RATI ON VOLT AGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur , 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

1 
ri==5 

4 68 
10-1 

~ 
7 

2? 
'" ~ 

~ tg 
w" 

oÛ 

{5 

~{t 
4 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 
6 

) VCE 4V 

" 
4 

4 

A~ 

/ 'l 
Il 

1-- 1 J 
~()I 

iff 
f--

e-o l-f--e-J9 
f-- li f--

~ 
- ... "- jJ 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

IC 1 
TB==5 

'1,6 

1,2 

~II 
!/. b'" 

t == 25°C ~ 
~ ... / 

~'case 

T - == ~ 250C ...- ......... "" tcase 

n 

0,8 

0,4 

o 

~ 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

8/8 

716 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

(:221:. tension collecteur-base 
1 1 (pF) 

6 

4 

4 

r- tcase = 25°C 

...... 

'" ~'" t'.... 
"'-

r-..I'-. 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(ilS) 

8 

6 

4 

4 

, 

\ 

> 

'" ~'" 
Î'-

V 
~ .... 

V 
~ 

V 
r---~ 

2 4 

~=8 -B _ 

VCE = 150 V 

Tcase = 25°C 

~ts 
1 
1 

1,...00 tf 

V ton 

6 8 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE =15V 
t case = 25°C 

/ 
~ \. 

V r\ 
/ \ 

1 \ 
\ 
\ 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'imOllls;ons 

1 L.".~ 100"" 
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~\\~ S\\.\CON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

*BUX 44 

- High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

- Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

- Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

1UO 
% 

75 

50 

30% 
25 

50 

ABSOLUTE RATINGS (LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension coll6cteur-base 

Collector-emitter voltage 
T6nsion collectrlur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 S1 
T6nsion coll6ctrlur-émett6ur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
T6nsion collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
T6nsion ém6tteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current tp = 10 ms 
Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation tcase = 25°C Dissip6tion de puisSBnce 

Junction temperature 
max T6mpérature de jonction 

Storage tempe rature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON. CS' 

DIVISION SEMICONOUCT(UAS 

~. 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

400 V 
8A 
120W 

Rth(j-c) 
VCE sat (4 A) 

.;;; 1,46 °C/W 

.;;;2V 

tf (4A) .;;; 1,2 iJ.s 

Case TO-3 
BOÎtier 

- See outline drawing CB-19 on last pages 
Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

450 V 

400 V 

440 V 

450 V 

7 V 

8 A 

10 A 

1,6 A 

120 W 

200 oc 

-65 oc 

+200 oC 

74 - 3 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant r6siduel collectaur-6metteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduelémetteur-bese 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-6metteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-6metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tansion de saturation bese-6mettaur 

Second breakdown eolleetor eurrent 
Courant collecteur de sacond claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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tp = 300ps {j~2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =320V 

lB =0 

VCE = 450 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 450 V 
VBE = -1,5 V 

tease = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

lB =0 

L = 25mH 

lE = 50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =2A 

VCE = 4 V 

IC =4A 

IC =2A 

lB = 0,25 A 

IC =4A 

lB = O,BA 

IC =4A 

lB = O,BA 

VCE = 135 V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 

t = 1 s 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEO(sus) 400 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
B 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,24 1 V 

0,36 2 V 

1 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
FréQue,!ce rte. transition 

Turn·on time 
(fig. 2) Temps total d'établissement 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction·case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-bOÎtierl 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =1A 

f = 10 MHz 

IC =4A 

lB = 0,8A 

IC =4A 

IB1 =0,8 A 

IB2 = -0,8 A 

IC =4A 

IB1 = 0,8A 

IB2 = -0,8 A 

Permanent inspection of soldering qua lit y between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10000 cycles 

Min. 

fT 8 

t d + tr 

tf 

t s 

*sux 44 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesl 

Typ. Max. 

MHz 

0,4 1 ilS 

0,65 1,2 ilS 

1,7 2,5 ilS 

1,46 

CONTROLE EN FATIGUE THERMIQUE 

Le contrôle permanent de la qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confère au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Contrôle cvclique .-

"on": 2 minutes (0'" 48 W) 

"off": 1 minute (48.,. ° W) 
t case = 100°C max 

6.tcase = 85°C max 

3/8 
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720 

'c 
(A) 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

-Continuous 
Continu 

-Pulsed 
Impulsion 

=tcase 25°C 

2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

"0 
~ 4'.1' 

O-l-"~ ~$~~~4'J' ~~- .1' 

" 
~4'.r. .1' \ 

~ \ .~ ! 

\ \ \ , 
1\ ~. \ \ i \ , , 

l'. 

'- l , 
~\ ' ... 

------ ~ " 135 V 
O,15A 

.... 

5 10 20 50 100 200 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

Note: 

~o Hz o---------=.:.=~ test transistor 
transistor en test 

RB = 100 n 0"'10 V 
+ 

1n 
1W 

horizontal 
horizontal 

IC(mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRt.::UITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

c '" 

~~ 
u c: 
Q) ~ 

'" " '" c cou 

+ 

10% 

1 B 1 and 1 B2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur tvnp 1.74 

'/CC 

~56001lF 

VCC = 150 V 

RC 37,5 n 
RB 8,2 n 

RC - RB: non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 ilS 

Forme factor';;; 1 % 
Rise and fall time ,;;; 50 ns 

. résistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 Ils 
Facteurde forme ,;;; l 'Yo 
Temps de montée et descente ';;;50 ns 

*BUX 44 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/B 

722 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 

IC collecteur-émetteur 
(A) 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value, 
Tension collecteur-émetteur en fonction de /a 

V CE résistance base-émetteur (va/eur minimum) 

(V) t case = 25°C IC';;;' mA 

500 -", 
1\ 

i\ 
480 

460 

\ 
\ 

440 

" ........ 
420 

400 -
4 

IC 
(mA) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 
collecteur-émetteur 

L ~f' 
1/ ~ 
~ 

f--

~ 

~ ~ 
1 1 

~ ~25f 
i 

~ ~mAI 

\
5mî 

'ImAI 

lB =0,5 mA 

Til 
o 20 40 60 

c 
80 VCE(V) 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant /Jollecteur 

VCE =4 V 

/ -, 
1 

1 
/ /~ ~ 

~~ ~' / ,\\ ,,'" 
r--.... <J' oV V ').'5 \~ -7 

~_'-c.~""'1 

1 

~~~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPJQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base

lB émetteur 
IJ (mA 

6 
) VCE =4 V , 

4 

4 

if 

Il 

~ ~U Il KJ 
- 1--

=-~I/ 
li 

~ - r-- NU 

/ 1 
1 

Il 
Il 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE saI fonction du courant collecteur 
(V) 

IC 

ïB = 5 +--+-++---+-+-+-+-+----i---+-IHt-H 

1,6 1---+---+-+++-+--+--+-1I-+--+-++t-t--l 

1,2 I---t---t--t-t+---t--t-H-t--t--t-H-t-i 

0,8 I---t--t--t-t+---t--t-H-t--t----f-tt-t-i 

Il 
l' 

4 6 ~0-1 2 
4 68 2 

10° 
4 

*BUX44 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

IC base-émetteur 

(A 
6 

4 

10-1 
8 
6 

) VCE~4V ~~ 
,,1); 

1 /,/ oU 
~ ,1{( 

,-,,'1i Il 

~ 
.. .lJ 

1 

1 1 
1 1 

1 1 

1 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) 

IC 
ïB=5 

1,6 

1,2 

AI 
'}.'60C V 7 
~ ~v 

0,8 

- ~ "" ,7: ---- lYse 1 
0,4 

° Il 
4 6 ~0-1 2 
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TYPICAl CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

8/8 

724 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 

(;221:. tension collecteur-oase 

(pF) 

4 

4 

t case = 25°C 

....... 
......... 

...... 1'-

"'t....... .......... 
......r-.., 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(ILS) 

8 

4 

4 

,.Ycc = 150 V 1 1 

'c Tcase = 250 C 
ïB=5 

1 

...... "'ts 

.......... r--..... ~ 
-r--1---

tf 

V:.-~ V;7 

( ,,/ 
/' 

-' V --ton 

1 

2 3 4 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 15 V 
f = 10 MHz 

tcase = 25°C 

/" -....... 
V '\ 

J \ 

/ '\ 
V \ 

4 
'C(A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DI=RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'imPlIlsions 

~~J"'" 
f-f-Ô

I
_' 0,5 .... 1.--::: ~l/. V 

f-f-~~TO,'-" ..... /~ 
~nu ..... V V 

li 
~~ / ~o 

i-'" Ç)~o;; 
1-1-"o-7~ 

./"" =2 ~ Ô 
T 

Zth = K Rth 

tu-
10-2 

10-52 5
10

-42 5
10

-3 2 5
10

-2 2 5
10

-12 tp(sec) 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 
TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

- High speed, high voltage, switching transistor 
Transistor de commutation, rapide, ha,/te tension 

Thermal fatigue inspection 
Contrôlé en fatigue thermique 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB 

100% _...----r---,.----,------, 

75 

50 

25 

50 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (L1MITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE = 100 S1 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE = -1,5 V 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current t p = 10 ms 
Courant de c~te de collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
tcase = 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature max Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~ THOMSON· CS, 

ONISION SEMICONDUCTEURS 

~. 

Rth(j-c) 
VCE sat (2A) 
tf (2A) 

*BUX 45 

*Preferred device 
Dispositif recommandé 

500 V 
5A 

120W 

.;;; 1,46°C/W 

.;;; 2V 

.;;; 1,2 /J.S 

Case TO-3 - See outline drawing CB-19 on last pages 
BOÎtier Voir dessin coté CB-19 dernières pages 

Weight : 14,4 g_ 
Masse 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

t j 

tstg 

Bottom view 
Vue de dessous 

B 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au bOÎtier 

500 V 

500 V 

500 V 

500 V 

7 V 

5 A 

7 A 

1 A 

120 W 

200 oC 

-65 oc 

+200 oC 

74-3 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bese-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 
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t p = 300 JJ.S li";;2 %' 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 400 V 

lB = 0 

VCE =500V 
V BE = -1,5 V 

VCE = 500 V 

V BE = -1,5 V 

tcase = 125°C 

IC = 200 mA 

lB = 0 
L = 25 mH 

lE =50mA 

IC = 0 

IC 

lB 

IC 

lB 

= lA 

=0,125A 

=2A 

=O,4A 

=2A 

= 0,4 A 

VCE =135V 

t = 1 s 

VCE = 30 V 
t = 1 s 

'CEX 

VCEO(sus) 

V(BR)EBO 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min. Typ. Max. 

mA 

mA 

5 mA 

mA 

500 V 

7 V 

15 45 

h21E * f----+------+---

8 

0,2 V 

VCEsat * 
0,5 2 V 

VBEsat * 1,1 2 V 

0,15 A 

IS/B 

4 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time (fig. 2) Temps total d'établissement 

Fall time (fig. 2) 
Temps de décroissance 

·Carrier storage time (fig. 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (jonction-boitier) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 15 V 

IC =lA 

f = 10 MHz 

IC =2A 

IB1 = 0,4 A 

IB2 = -0,4 A 

IC =2A 

IB1 
= 0,4 A 

IB2 = -0,4 A 

IC =2A 

IB1 = 0,4 A 

IB2 = -0,4 A 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

Min. 

fT 8 

t d + tr 

tf 

\ 

*BUX 45 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,4 1 ilS 

0,6 1,2 ilS 

3,5 5 ilS 

1,46 

CONTROLE EN FA TIQUE THERMIQUE 

Le contr()Je permanent de (a qualité de la soudure entre la 
pastille de silicium et l'embase confllre au transistor un maxi
mum de garantie contre la fatiQue thermique_ 

Contrôle cyclique: 

"on" : 2 minutes (0'" 48 W) 
"off" : 1 minute (48"'OW) 
tcase = 100 oC max 
L'ltcase = 110°C max 

3/8 
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IC 
(A) 

5 

2 

2 

.1 t

case 

=1

25

°' 
Continuous 
Continu 

Pulsed 
Impulsion 5 

2 

2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de sécurité 

OL 

,?O 1 '. ',S;~ 401' 

·d ' .. ~ 1O:
jV1' ~0-t-'",~", '~~~ '" 

\ ~ ?~",' ~~"" 1 

\ ~ 1 

\ l' 
1 , 

~ 
, 1 

1 . .. , 1 Il , , l '. 

" 
\ ~ 

\\ '. 'J 

'\ " '\ 

'- " " '" ------ "' r\ 

5 10 20 50 100 200 
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TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

l%10HZ 

o---~~ test transistor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

_______ -,A 

200 1 
1 

1 

5001 

1n 
1W 

VCEO(V) 

O~ 10 V RB =100n 
+ 

Note: 

The sustaining voltage V CEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au·delà du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes) 

C 'Il 

~~ 
::J w 
U c: 
Il> ~ 
'" " '" 0 [DU 

IB1 and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Ampl ifier type 134 
'81 et '82 sont mesurés avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur ~mp 1.14 

I/CC 

~2 
RC ~5600JJ.F 

1137 
RB 

VCC = 100 V 

Rc 50 n; 
RB 15 n 

RC - RB : non inductive resistances 
t p : Pulse width = 10 JJ.S 

Forme factor";; 1 % 
Rise and fall time ,,;; 50 ns 

. résistances non inductives 
: Largeurd'impulsion = 10 J.IS 

Facteur de forme ,,;; 1 % 
Temps de montée et descente ";;50 ns 

5/8 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/B 

730 

IC 
(Al 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 

IC 

(mA ) 

Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

lmJ 
4 f---+-7"F-~~~=-+-h.,.j.oo~-+---1 1 

T 
80 

31--1~=------t-+ 

21-Y'-+--+---+-+---' 

2 3 

h21E 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

60 1""" 

40 

20 

o 
4 VCE(V) o 40 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant aollecteur 

VCE =4 V I
C

';;;;1 mA 

~V r..", 

",.<fjV / -.... 
f-- -// 

fru~ ~ 
/ /v.."e , 

'1.(.,'1> 

/' \. 
,~ 

10.1 4 6 ~O-l 2 4 6 ~-oO 2 4 IC(AI 

2.5 mA 
1 

1 1 

~mA 

11.5 ml 

T 1 

~ ml 

lB - 500pA 

80 120 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de /a tension base

lB émetteur 

{mA 
6 

4 

4 

)VCE -4 V 

(J-

1--
~ 

f-!:::' 
t-- '--II 
1--~~ 
t--t-~" 

0,4 

~ 

14 

liJ 
li 

1 

1 
1/ 1 

1 / 

~f ~ 
~" 

1 
0,8 1,2 

1 

COLLECTOR-EMITTE R SATU RATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 

V CE s fonction du courant collecteur 
al 

(V) ~=5 
B 

1,6 

1,2 

J 

/ 
0,8 

,,:?-~oy ) 

~V '\c?fil!' ?-~oC 
r--

H0iÎI ! 

1 

0,4 

o 
4 68 2 4 

10-1 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/lecteur en fonction de /a tension 

iC base-émetteur 
) V CE -4V (A 

6 

4 

10-1 

8 

4 

f--
f--
f--

~ 

~ 
)~ 

/1// 
1 

Il 

J 

I--'~~ _(J 

f--~ -lb 
1-- Il f- -!:::' 
~~ f-+- 1/ 

1" +J~ 
10-2 

o 
Il 

0,4 

1 

0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-éme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) IC 

"'18= 5 

'1,6 

• 
/~ 

1,2 

f-- I--t = 25°C Vi-' t:7 
caillL J...-~ 1'""-

0,8 

~,->o(.; 1""' tcase -
0,4 

o 
4 68 2 

10-1 
4 68

100 
2 
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T VPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de là 

C
22 

tension collecteur-base 
t. 

tea~ -25°C (pF ) 

6 

4 

....... r--. 
"~ 

......... 

4 

4 

~ 

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 

r-. 

(ILS) 
8 VCC = 150V 

IC'! 
- - 5 

t--. lB ...... r--
t-- t-- ts 

6 

4 

~ 
....... 100'" 

4 

l .............. ~ ton ~ 

k V V 
f'.. ~ V 

2 

BIB' 

732 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

tease = 

V ........ 

"r\ / 
r\ 
\ 
\ 

4 4 

25°C 

J 
6 8 

IC(A) 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DI:RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 

K régime d'impulsions 

1 .J~t:.; 

+-"8
1 =J,5 V Ioo"'~ ~ 

L..oo 

~ ~V ~ ri.3 1,..0'" 

[L,.JV 
1.)"-V 

Il 

tfJ}"/ II' o~~ 
:b~ 

6 

4 

~ 
8 =~ 

T 
4 Zth = K R th 

2 -:QD-
10-2 ~ 

10-52 5
10

-42 5
10

-32 5
10

-22 5
10

-,2-t p (see) 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 
TRANSISTOR AU SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

High voltage power transistor with fast switching speeds 
Switching safe operating areas specified at Tj 125 Oc 

Transistor de puissance haute tension de commutation 
rapide 
Aires de sécurité en commutation définies à Tj 125 Oc 

BUX 46 

Formerly SESCOSEM number ESM 830 
Ancien numéro SESCOSEM ESM 830 

VCEX 850 V 

VeEO 400 V 

le sat 2,5 A 

leM 5A 

tf 0,8 f..Ls max 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB Case See outline drawing CB 19 on last pages 

Boitier TO 3 Voir dessin coté CB 19 dernières pages 100 %~~---~-~-~ 

o 
50 100 150 T case (oC) 

A8S0LUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector - emitter voltage 
Tension collecteur - émetteur VBE = - 2,5 V 

Collector - emitter voltage 
Tension collecteur - émetteur RBE';;; 10 n 

Collector - emitter voltage 
Tension collecteur - émetteur 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crête collecteur tp';;; 2 ms 

Base current 
Courant base 

Forward peak base current 
Courant direct de base crête tp';;; 2 ms 

Reverse peak base current 
Courant inverse de base crête t p ';;; 10 f..LS 

Power dissipation Tcase 25 Oc 
Dissipation de puissance T case 60 oC 

Power dissipation ( base reverse biaised ) 
Dissipation de puissance en polarisation inverse de la base 

Junction temperature ( max) 
Température de jonction (max) 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

VCEX 

VCER 

VCEO 

IC 

ICM 

lB 

IBM 

-IBM 

Ptot 

Pbase 

Tj 

Tstg 

Weight 
Masse 14 9 

Collector connected to case 
Collecteur relié au boitier 

850 V 

850 V 

400 V 

3,5 A 

5 A 

1,5 A 

3 A 

3 A 

85 
65 W 

1,25 W 

+ 175 Oc 

- 65 
+175 

Oc 

1976/40 1/10 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Collector emitter cut off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector emitter cut off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter base cut off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 
Figure 2 

Emitter base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Collector emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base emitter saturation voltage 
Tension de saturation émetteur-base 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
* Impulsion t p = 300 J.lS, {j " 2 % 
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734 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 850 V 

RBE " 10n 

VCE = 850 V 

RBE " 10 n 
T case = 125 Oc 

VCE = 850 V 

VBE = - 2,5 V 

VCE = 850 V 

VBE = -2,5 V 
T case = 125 oC 

IC = ° VEB = 5V 

lB = 0 
IC = 0,2 A 
L = 25 mH 

IC = 0 
lE = 0,5A 

IC = 2,5 A 
lB = 0,5 A 

IC = 3,5 A 

lB = 0,7 A 

IC -- 2,5 A 

lB = 0,5A 

VCE = 70 V 
t = 1 sec. 

unless otherwise stated 
T case 25 Oc sauf indication contraire 

min typ max 

0,3 mA 

ICER 

2 mA 

0,1 mA 

ICEX 

1 mA 

IEBO 1 mA 

VCEOsus 400 V 

V(BR)EBO* 30 V 

0,5 1,5 V 

VCEsat * 

5 V 

VBEsat * 1,3 V 

IS/B 0,5 A 



SWITCHING TIMES ON RESISTIVE lOAD 
TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE RESISTIVE 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Turn-on time 
Temps total d'établissement Figure 3 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance Figure 3 

Fall time 
Temps de décroissance Figure3 

SWITCHING TIMES ON INDUCTIVE lOAD 
TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE INDUCTIVE 

Fall time 
Temps de décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case thermal resistance 
Résistance thermique ionction-boitier 

Figure 1 

FIGURE 1 - Switching times test circuit - Inductive load 

min 

td + tr 

ts 

tf 

Circuit de mesure des temps de commutation sur charge inductive 

IC = 2,5 A 

Vce = 300 V 

IBl =0,5A 

LB = 3 IlH 
- VBE = 5 V 

IBl ---<> 
.... -e----.{l!'Ifl'flflf1~--I 

-VBE ---0 

ESM 255 - 400 R 

Ajust the resistance connected in series with the self in order to control le 

Agir sur la résistance en série avec la self pour régler 1 C 

typ 

0,5 

1,5 

0,5 

BUX46 

Tcase 25 oC 

max 

1 ilS 

3 ilS 

0,8 ilS 

Tcase 25 oC 

ilS 

+ 
Vcc 

l 
3/10 
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FIGURE 2 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram ) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

Rb 

100n 
50 Hz 

:J ln 
lW 

horizontal 
.------..-~.) scope 

vertical 
scope 

L-. __ ..... __ common 

le 

-t-------4-0LO ...... V-- VeEOsus 

The sustaining voltage VeEOsus is 
acceptôble when the trace falls to 
the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 3 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) - Resistive load 

le 

90% 

10% 
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Circuit de mesure des temps de commutation ( et oscillogrammes) sur charge résistive 

Re =60n 
RB = 10 n 
le =2,5 A 
IBl =-IB2 =0,5 A 

.. t 

-t 

Re 
.---c:J----4IJ.....------O ;>:: 150 V 

1 B 1 and 1 B2 are measured wlth 
TEKTRONIX probe P 6021 and 

amplifier type 134 

181 et 182 sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 

amplificateur type 134 

Re ' RB : non inductive resistors 
t p : pulse width = 10 J.1s 

dut y cycle ,ç 1 % 
rise and fall times ,ç 50 ns 

RC' RB: résistances non inductives 
tp : largeur d'impulsion = 10 J.1S 

facteur de forme,ç 1 % 

temps de montée et dt! descente 
,ç 50 ns 



FIGURE 4 
SAFE OPERATING AREA" DC AND PULSE OPERATION 

AIRE DE SECURITE EN REGIME CONTINU ET IMPULSIONNEL 

1 
1 

"'0 

1\ l' \ T ~'" 
, \ ,'8 
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~ \ , , 
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~ \0 1'" "IS' 
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\ \ 
\ \ \ , 

1\ \ \ , 
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\ 
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\ 
1 

\ 

T case 60°C 

DC operation 
Régime continu 

---- Pulsed operation 
Régime impulsionnel 

4 5 6 7 B 4 5 6 7 B 4 5 6 7 

102 

BUX46 

VCE (V) 
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SAFE OPERATING AREA IN THE SWITCHING MODE 

ln the switching mode, the transistor is either in an on state or in an off one; when it is conducting, the collector-emitter 
voltage remains low ( VCEsat ). The switching from the off state to the on one ( and reversely ) occurs during a time 
i tr or tf ) closed to the values guaranteed in the data sheets. 
ln the switching mode, the SOAR is specified for junction temperatures below or equal to 125 oC. 

During the off state switching, the SOAR is defined by the zone 1. 1 n order to make the transistor capable of sustaining 
a voltage higher to VCEOsus ( then the operating point remains along the segment MN ) it is obligatory that : 
- the emitter-base junction should be reverse biaised ( VBE ..; 0 ) 
- the collector current of the transistor should be below or equal to the maximum leakage current specified 

During the on state switching, the SOAR is defined by the zone 2. The operating point may move within the hachured 
area provided that : 
- the moving time within this area is below than 0,25 ilS 

- the emitter-base junction is forward biaised ( by a voltage higher than the threshold conduction) 

AIRE DE SECURITE EN REGIME DE COMMUTATION 

En régime de commutation, le transistor est soit bloqué, soit conducteur. Quand il est conducteur la tension collecteur
émetteur est faible ( VCEsat J. La commutation de l'état bloqué à l'état passant (et vice-versa J a lieu avec un temps de 
commutation ( tr ou tf J voisin des valeurs garanties dans les notices. 
L'aire de sécurité en régime de commutation est définie pour des températures de jonction inférieures ou égales à 125°C. 

Pendant la commutation à l'ouverture, l'aire de sécurité est définie par la zone 1. Pour que le transistor soit capable de 

supporter une tension supérieure à VCEOsus ( le point de fonctionnement se trouve alors sur le segment MN J, il est 
indispensable: 
- que la jonction émetteur-base soit polarisée en inverse (VBE"; 0 J 
- que le courant collecteur du transistor soit au plus égal au courant de fuite maximum spécifié 

Pendant la commutation à la fermeture,l'aire de sécurité est définie par la zone 2. Mais le point de fonctionnement 
ne peut traverser la zone hachurée que si: 
- le temps de parcours dans cette zone est inférieur à 0,25 !1S 
- la jonction émetteur-base est polarisée en direct ( au dessus du seuil de conduction J. 
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ICMI-------, 
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VCEOsus VCEX 

Zone 1 Zone 2 
FIGURE 5 
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2 

10-3 

o 

VBE 
(V) 

1,1 

0,9 

FIGURE 6 
SAFE OPERATING AREA - OFF STATE 
SWITCHING - SEE ALSO FIGURE 5 
Aire de sécurité à la commutation à l'ouver
ture_ -Voir aussi figure 5 

Tj 125 Oc 

1 
200 400 600 800 

FIGURE 8 
BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant base 

Tcase 25 Oc I~/ V 
,c. 

// 
n,'?-/ 

V 
/ 

/ V , 
')..'?-

7 
/ 

, 

VCE (V) 

;r 
0,8 

o 0,5 1,5 lB (A) 

IC 
(A) 

10-3 
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FIGURE 7 
SAFE OPERATING AREA - ON STATE 
SWITCHING - SEE ALSO FIGURE 5 
Aire de sécurité à la commutation à la 
fermeture - Voir aussi figure 5 

2 1---+-+---+-

o 200 400 600 800 VCE (V) 

FIGURE 9 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE CURRENT 
Tension collecteur émetteur en fonction du 
courant base 

0,5 1,5 lB (A) 
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FIGURE 10 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

le 
(A) 

4 

3 

2 

o 

Tcase 25 oC -/t:::: .,...,.. -~~ t;: V -~~ V 
~ -j/ .,...,.. .--

y/., .,-~ 
V 
V 

.,...,..-

~ 
~ -~ 0, ..-

~ 
,... 

O,6~ 1---
~*" 1---
~04A 
~Fï;" 

0,3 

-rJ: 
-n 

'SO,l A -
----

r-
~ 
1--

i--

--
-

r---

2 3 VCE (V) 

FIGURE 12 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMI TTE R RESISTANCE 

VCE 

(V) 

Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance bastt-émetteur 

800 

700 

600 

500 f---+-~+- -~---;-- t 
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FIGURE 11 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

le 
(A) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

Tcase 25 Oc 

r 

1 

2O~A 
1 

18mA 

1 

16 mA 

1 

14mA 

1 

12mA 

1 

lamA 

8mA 
1 

6 mA 

4~A I-

'B 2mA 

l 

1 

I 

20 40 60 VCE (V) 

FIGURE 13 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur scatlQue du rapport de transferr dITect du 
courant en fonction du courant collecteur 
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FIGURE 14 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de /a tension base
émetteur 

lB 
(mA) 

VCE= 5V, 
Typical values 
Valeurs typiques 

1 

oû-:, 
r----+~,L 
r-- - .$',~o{J 

"cl, "'1 
l '" 

'l , 
,..(J 

1 . 
" 1 1 

: 1 , 
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1 : 

" '/ 
,/ 

// 

p 

0,4 0,6 0,8 

FIGURE 16 

, 
;,V 

V 

1,2 VBE (V) 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émerreur en 
fonction du courant collecteur 

VCEsat 
(V) 

IC/IB=5 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 ,--

o 
10.2 

~ - 1- - f--

4 6 rO.1 2 

r--

........ 

------

(JI 
o • i;>-

~I Ln 
N 

3! J 1- , 

1 , 
Il 

1/1 
1 

/ 
/ 

4 68 

IC (A) 

VBE 
(V) 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

VBEsat 
(V) 

1,2 

0,8 

0,6 

BUX46 

FIGURE 15 

BASE-EMITTE R VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 

VCE 5 V 

1-- Tcase 25~ 

r-

-
I ~7.~oC 

T;a~~ , 

4 68 

10.1 

/" 
...... 

1-' 

........ ~ 

FIGURE 17 

/ 
/ 

4 68 

IC (A) 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

IC/IB=5 

Il 
,,'/ 

V 
~ 

........ .,;'" 
, 

7.c;, 0 C ~ 
-

~ Il -
-

1 I,'lc;,0~/ 
f-- ~case 
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0,4 -
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10.2 
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10.1 
4 68 

IC (A) 

9/10 

741 



BUX46 

e 
(pF) 

t 

FIGURE 18 
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacité de sorrie en fonction de 18 
tension collecteur-base 

Tcase 25 Oc 
f 1 MHz 

---f---

..... 
r----

............ r....., --t ............ 
~ 

~-t---1--1-- -- r--

1-- --1 -- -- -- -- - ------- r----l-

l i 
6 VeB (V) 

FIGURE 20 
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

(/-lS) c------ _ Resistive loa~ 

6 t-::=c= =--_1:::- -=t=- -~ Charge ré~stfve 
l , Tcase 25 C 

4 1---- - - - j-- -IBl =-IS2=IC/5 

P-.t.:-- - 1- 1-- ,- VCE = 150 V 
1 ;,ts 

2 r-..... 

1 1'........ 1 

l 'N 
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10
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r---

o 2 3 4 5 le (A) 
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fT 
(MHz) 

3,8 

3,6 

3,4 

3,2 

FIGURE 19 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

Tcase 25 Oc 

1'\ 
f 1 MHz 

VCE 10 V 

\ 
\ 

--

1\ 
3 

2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

~-- - --t--r---
----
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1,8 
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FIGURE 21 

r----I---

6 8 

le (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 

--t±-C 
Z;h = K Rth 

I~ 

2 5 2 5 2 5 2 5 252 
101 102 103 104 105 106 t p (/-ls) 



NPN Sil ICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 'IIESA 
TRANSISTOR AU SILICIUM NPN, MESA TRIPLE iJ/FFUSE 

High voltage power transistor with fast switching speeds 

Switching safe operating areas specified at Tj 125 Oc 

r 

BUX 47 

Formerly SESCOSEM number ESM 860 
Ancien numéro SESCOSEM ESM 860 

VCEX Transistor de puissance haute tension de commutation 
rapide 
Aires de sécurité en commutation définies à Tj 125 Oc 

ICM 

tf 

850 V 

400 V 

GA 
12 A 

0,8115 max L
ICCS:~ 

---------------------

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 SIB Case See outline drawing CS 19 on last pages 

Boitier TO 3 Voir dessin coté CB 19 dernières pages 100 % ,--___ ..----------,-----, 

50 

ABSOLUTERATINGS ( LlNIlTING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collectar - emitter voltage 
TenSIOn collecteur - emetteur VSE - -- 2,5 V 

CQllector - emitter voltage 
"'!]Slon collecteur - emetteur RSE ,;; 10 n 

Collector - emitter voltage 
Tension collecteur - emetteur 

Collectar currenr 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crête collecteur t p <2 ms 

Sase current 
Courant base 

Forward peak base curl ent 
t p < 2 ms Courant direct de hase crête 

Reverse peak base CUI rent 
t p < 10 ilS Courant inverse de base crête 

Power dissipation T case 25 Oc 
Dissipation de puissance T case 60 Oc 
Power dissipation ( base reverse bialsed ) 
Dissipation de puissance en polarisation inverse de la base 

Junction temperature ( max) 
Température de jonction ( max) 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

4 THOMSON-CS' 

DIVISION SEMICONDUCTEuRS 

~. 

VCEX 

VCER 

VCEO 

IC 

ICM 

IS 

ISM 

ISM 

Ptot 

Pbase 

Tj 

Tstg 

Weight 
Masse 14 g 

Collector connected to case 
Collecteur relié ail boitier 

850 

850 

400 

8,5 

12 

3 

6 

6 

107 
82 

2 

+ 175 

- 65 
+ 175 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

A 

A 

W 

W 

Oc 

Oc 

-1976/40 1/10 
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ElECTRICAl CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

Collector emitter cut off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector emitter cut off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter base cut off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 
Figure 2 

Emitter base breakdown voltage 
Tensi017 de claquage émetteur-base 

Collector emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base emitter saturation voltage 
Tension de saturation émetteur-base 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

• Pulsed 
• Impulsion t p = 300 J-IS, b ~ 2 % 

2/10 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 850 V 

RBE ~ 10U 

VCE = 850 V 

RBE ~ lOH 
T case = 125 Oc 

VCE = 850 V 

VBE = - 2,5 V 

VCE = 850 V 

VBE = - 2,5 V 
Tcase = 125 Oc 

IC = 0 

VEB = 5V 

lB = 0 

IC = 0,2 A 
L = 25 mH 

IC = 0 

lE = 0,5 A 

IC = 6 A 

lB = 1,2 A 

IC - 9 A 

lB = 3 A 

IC = 6 A 

lB = 1,2 A 

VCE = 100V 
t = 1 sec_ 

unless otherwise stated 
T case 25 Oc sauf indication contraire 

min typ max 

0,4 mA 

ICER 

3 mA 

0,15 mA 

ICEX 

1,5 mA 

IEBO 1 mA 

VCEOsus 400 V 

V(BRlEBO 
. 30 V 

0,6 1,5 V 

VCEsat 

3 V 

VBEsat 
. 

1,6 V 

IS/B 0,5 A 



SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD 
TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE R~SISTIVE 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Turn-on time 
Temps total d'établissement Figure 3 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance Figure 3 

Fall time 
Temps de décroissance Figure 3 

SWITCHING TIMES ON INDUCTIVE LOAD 
TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE INDUCTIVE 

Fall time 
Temps de décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACT~RISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

Figure 1 

FIGURE 1 . Switching times test circuit· Inductive load 

td + tr 

ts 

tf 

Circuit de mesure des temps de commutation sur charge inductive 

IC=6A 

VCC = 300 V 
IBl = l,2A 
LB =31J.H 

- VBE = 5 V 

1 mH R 

min 

ESM 255 • 400 R 

IBl ~ LB 
... -e--~mJ1~--I 

-VSE ---<> tp= 30 lJ.s 

f = 1KHz 

Ajust the resistance connected in series with the self in order to control IC 

Agir sur la résistance en série avec la self pour régler 'C 

typ 

0,5 

1,5 

0,5 

BUX47 

T case 25 oC 

max 

1 IJ.S 

3 IJ.S 

0,8 IJ.s 

Tcase 25 oC 

IJ.s 

+ 
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FIGURE 2 - VCEOsus test circuit ( and oscillogralll ) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

50 Hz 

~J 
100H 

lH 
lW 

horizontal 
..r-------,,------<;. scope 

vertical 
scope 

'-------'--_ common 

+------4-0LO-'-V-- VCEOsus 

The sustaininy voltaye VCEOsus is 
acceptable when the trace talls ta 
the riyht and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 3 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) - Resistive load 
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lB) 

Circuit de mesure des temps de commutation ( et oscillogrammes) sur charge résistive 

1" 
tp 

RC =25 n 
RB =5n 
IC =6A 
IBl =-IB2 = 1,2 A 

.t 

-t 

Re 
,--[ }--r--- "" 150 V 

IBl allu IB2 are measulcd with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 

amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 

amplificateur type 134 

Re ' RB: non inductive resistors 
tp : pulse width = 10 J.lS 

cluty cycle';; 1 % 

lise ami fall limes';; 50 ns 

R C ,R 8 : résistances non inductives 
tp : larqcur d'imlJ/ilsion ~ 10 J.LS 

factrur de forme < 1 % 

((!1I1/JS de montée et lie descente 
.;; 50 ns 
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FIGURE 4 
SAFE OPERATING AREA - DC AND PULSE OPERATION 

AIRE DE SECURITE EN REGIME D'IMPULSION ET IMPULSIONNEL 

T case 60 Oc 
DC operation 
Régime continu 

---- Pulsed operation 
Régime impulsionnel 
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SAFE OPERATING AREA IN THE SWITCHING MODE 

ln the switching mode, the transistor is either in an on state or in an off one; when it is conducting, the collector-emitter 
voltage remains low ( VCEsat ). The switching from the off state to the on one ( and reversely ) occurs during a time 
( tr or tf ) closed to the values guaranteed in the data sheets. 
ln the switching mode, the SOAR is specified for junction temperatures below or equal to 125 oC. 

During the off state switching, the SOAR is defined by the zone 1. 1 n order to make the transistor capable of sustaining 
a voltage higher to VCEOsus ( then the operating point remains along the segment MN ) it is obligatory that : 
- the emitter-base junction should be reverse biaised ( VBE ~ 0 ) 
- the collector current of the transistor should be below or equal to the maximum leakage current specified 

During the on state switching, the SOAR is defined by the zone 2. The operating point may move within the hachured 
area provided that : 
- the moving time within this area is below than 0,25 ilS 

- the emitter-base junction is forward biaised ( bya voltage higher than the threshold conduction) 

AIRE DE SECURITE EN ReGIME DE COMMUTATION 

En régime de commutation, le transistor est soit bloqué, soit conducteur. Quand il est conducteur la tension collecteur
émetteur est faible ( VCEsat J. La commutation de l'état bloqué à l'état passant (et vice-versa J a lieu avec un temps de 
commutation (tr ou tf J voisin des valeurs garanties dans les notices. 
L'aire de sécurité en régime de commutation est définie pour des températures de jonction inférieures ou égales à 1250 C. 

Pendant la commutation à l'ouverture, l'aire de sécurité est définie par la zone 1. Pour que le transistor soit capable de 

supporter une tension supérieure à VCEOsus ( le point de fonctionnement se trouve alors sur le segment MN J, il est 
indispensable,' 
- que la jonction émetteur-base soit polarisée en inverse (V8E";; 0 J 
- que le courant collecteur du transistor soit au plus égal au courant de fuite maximum spécifié 

Pendant la commutation à la fermeture,l'aire de sécurité est définie par la zone 2. Mais le point de fonctionnement 
ne peut traverser la zone hachurée que si,' 
- le temps de parcours dans cette zone est inférieur à 0,25 J1S 

- la jonction émetteur-base est polarisée en direct ( au dessus du seuil de conduction J. 
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BUX47 

FIGURE 10 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 
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FIGURE 12 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur 
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FIGURE 11 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 
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FIGURE 13 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert dlfect du 
courant en fonction du courant collecteur 
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FIGURE 14 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Couran t base en fonction de la tension base
émetteur 
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FIGURE 16 

COLLECTOR-EMITTE R SATURATION VOLT AGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 
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BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 17 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecte/Jr 
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FIGURE 18 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·SASE VOLTAGE 
Capacité de sorcie en fonction de la 
tension collecteur·base 
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FIGURE 20 
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
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FIGURE 19 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 
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NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS AU SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

HIGH VOLTAGE, HIGH SPEED SWITCHING 
TRANSISTOR 
FEATURES: 
- Current, switching times specified at 1 Csat = 10 A 
- Switching operating areas 
- Accidentai surge mode 

APPLICATIONS: 
- Converters, motor drive 
- Direct operating from 220 and 380 V lines 
- «Parallel» mounting 

TRANSISTOR DE COMMUTATION HAUTE 
TENSION RAPIDE 
CARACTERISE: 
- en courant et en temps de commutation à 1 Csat = 10 A 
- en aires de fonctionnement en commutation 
- en régime de surcharge accidentelle 

APPLICA TI ONS : 
- Convertisseurs et commande de moteurs 
- Utilisation directe sur les secteurs 220 et 380 V 
- Montage en parallèle 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur VBE - 2,5 

Collector-emitter voltage 
RBE";;10n Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collect"r current 
tp";; 5 ms 

Courant crête collecteur 

Base current 
Courant base 

Forward peak base current 
tp";; 5 ms 

Courant direct de base crête 

Non repetitive accidentai 
peak surge current 

tp ";; 20 ilS 
Courant de surcharge accidentelle 
non répétitive 

Power dissipation Tcase 25 oC 
Dissipation de puissance Tcase 60 oC 

Power dissipation (base reverse biased)(avalanche) 
Dissipation de puissance en polarisation inverse 
de la base 

Junction temperature 
Température de j;mction max 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~1HOMSON-CSF 
DI\I1S1ON SEMC()N[)L(:TEURS 

~ 

1 

VCEX 

VCER 

VCEO 

IC 

ICM 

lB 

IBM 

ICp 

Ptot 

Pbase 

tj 

Tstg 

VCEX 

VCEO 

IC 

ICM 

Case T03 
Boitier 

850 v 
1000 V 

400 V 
450 V 

15 A 

30A 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

BUX 48 BUX 48 A 

850 1000 

850 1000 

400 450 

15 15 

30 30 

4 4 

20 20 

55 55 

125 125 
95 95 

2,5 2,5 

+175 + 175 

-65 -65 
+ 175 + 175 

BUX48 
BUX48A 

BUX48 
BUX48 A 

BUX48 
BUX 48 A 

} Ali types 

Tous types 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

A 

A 

W 

W 

oC 

oC 
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BUX 48 - BUX 48 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Tcase 25 oc 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 850 V 
RBE = ~ 10 n 
VCE = 850 V 
RBE=~10n 

Collector-emitter eut-off current T case = 125 oC 
Courant résiduel collecteur-émetteur 1-----------1 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

VCE = 1000 V 
RBE = ~ 10 n 

VCE = 1000 V 
RBE = ~ 10n 

T case = 125 oC 

VCE = 850 V 
VBE = - 2,5 V 

VCE = 850 V 
VBE = - 2,5 V 
T case = 125 oC 

VCE = 1000 V 
VBE = - 2,5 V 

VCE = 1000 V 
VBE = - 2,5 V 
T case = 125 oC 

IC = 0 
VEB = 5 V 

Collector-emitter breakdown voltage lB = 0 
Tension de claquage collecteur- IC = 0,2 A 
émetteur L = 25 mH 

ICER 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

BUX 48 

BUX 48 A 

BUX 48 

BUX 48 A 

Ali types 
Tous types 

BUX48 

BUX 48 A 

Emitter-base breakdown voltage 

Tension de claquage émetteur-base 

IC = 0 
lB = 0,5 A 

V(BR)EBO* Ali types 
Tous types 

Collector-.mitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur
émetteur 

* Pulsed 
Impulsions t p 
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300 fJ.S 

IC = 10A 
lB = 2 A 

IC = 15A 
lB = 3 A 

IC = 8A 
lB = 1,6A 

IC = 12A 
lB = 2.4A 

li ~ 2% 

BUX 48 

VCEsat * 

BUX 48 A 

(Unless othenYise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,5 

4 

mA 

0,5 

4 

0,2 

2 

mA 

0,2 

2 

mA 

400 
V 

450 

7 30 V 

1,5 

5 

v 

1,5 

5 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTlQUES tLECTRIQUES 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

le 
lB 

le 
lB 

= 10A 

= 2A 

= 8A 
= 1,6A 

ThERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD 

TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE RtSISTIVE 

Turn-on time Vee = 150 V 
Temps total d'établissement le = 10A 

Carrier storage time IB1 = -IB2 = 2 A 

Retard à la décroissance 

Fall time 
Vee = 150 V 

Temps de décroissance 
le = 8A 
IB1 = -IB2 = 1,6 A 

Tcase 25 oc 

BUX48 

VBEsat * 

BUX 48 A 

Rth(j-c) 
Ali types 
Tous types 

td + tr 
BUX 48 

t s 

tf BUX 48 A 

BUX 48 - BUX 48 A 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

1,6 

v 

1,6 

1,2 oe/w 

1 

3 ps 

0,8 
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BUX 48 - BUX 48 A 

SWITCHING TIMES ON INDUCTIVE LOAD 
Tcase 25 oC 

TEMPS DE COMMUTA TION SUR CHARGE INDUCTIVE 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

Fall time 
Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

Fall time 
Temps de décroissance 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC = 300 V 
IC = 10A 
IBend= 2 A 
-VB = 5 V 
Lb = 31lH 

VCC = 300 V 
IC = 8A 
IBend= 1,6 A 
-VB = 5 V 
Lb = 31lH 

VCC = 300 V 
IC = 10A 

IBend= 2 A 
-VB = 5 V 
Lb = 31lH 
Tcase = 100 oC 

VCC = 300 V 
IC = 8A 

IBend= 1,6 A 
-VB = 5 V 
Lb = 31lH 
Tcase = 100 oC 

BUX 48 

BUX 48 A 

BUX 48 

BUX 48A 

FIGURE 1 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf i'ndications contraires) 

min typ max 

3 ils 

0,08 ils 

3 ils 

0,08 ilS 

5 ils 

0,8 ils 

5 ils 

0,8 ils 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT - INDUCTIVE LOAD 

CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE INDUCTIVE 

IBI--_-__ 

-VB 

4/13 
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1 

----... 1 

1 
1 

t p ajusted for IC 
tD ajusté pour 1 C 

LC = 1,5mH 
LB = 31lH 
-VB= 5 V 
VCC= 300 V 

ô< 3% 
R=2n 

BYX 61-400 

IBl and IC are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 
and amplifier type 134 
181 et 1 C sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134 



FIGURE 2 

COLLECTORCURRENTVERSUSCOLLECTOR 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension col
lecteur-émetteur 
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FIGURE 3 

BUX 48,BUX 48 A 

FIGURE 4 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct 
du courant en fonction du courant collecteur 
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BUX 48 ,BUX 48 A 

FIGURE 5 

EXTREME CHARACTERISTICS IC VERSUS 
VBE AT VCE CONSTANT* 

Caractéristiques extrêmes 
IC en fonction de VBE à VCE constant * 

IC 
(A) 

1 

VCE 1,5 V min, mjX 
~ Tcase 25 oC 

1/ V 
1 1 

12 90 % confidence J 

10 

90 % de taux de confiancr 1 1/ 
8 

6 

4 

2 

o 
o 0,4 

1// 
// 

l, 
Il 

0,8 1,2 VBE (V) 

*rhese values can be used to determine the collector currents 
dispersion with «paralleled» transistors. 

't'es éléments peuvent être utilisés pour déterminer la disper
sion des courants collecteur lors de la mise en parallèle. 

FIGURE 7 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS BASE 

CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du courant 
base 

VBE 
(V) 
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FIGURE 6 

COLLECTOR-EMITTER AND BASE-EMITTER 
SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLEC
TOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur et base
émetteur en fonction du courant collecteur 
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FIGURE 8 

COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE VERSUS 

BASE CURRENT 
Tension collecteur-émetteur en fonction du cou
rant base 
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BUX48, BUX48A 

SAFE AREAS 

l-Continuous and pulse mode operation 

The transistor works in the linear mode for instance in LF amplifiers or series regulators. Figure 9 gives the OC AND 
PULSE SAFE OPERATING AREAS. 

2-Switching mode operation 

The transistor is in the switching mode, when the switching times are similar in magnetude to data sheet values. During 
conducting time the collector-emitter voltage is low, for instance about 1,5 ...... 5 volts. 

Two different operating modes are distinguished: 
-FORWARD B lAS: the base-emitter voltage is always positive and the emitter-base resistance is higher than 5 ohms. 
-REVERSE BIAS: the base-emitter voltage can be negative when a negative base current is applied to switch off the 

transistor. In practice, we consider that the transistor is also reverse biased when the emitter-base 
resistance is below 5 ohms or when the direction of the current through the generator to the base 
changes. 

PRACTICAL CONSEQUENCES 

TURN ON SWITCHING 
The transistor is forward biased. The FORWARD BIAS SWITCHING OPERATING AREA (figure 12) has to be used. 

TURN-OFF SWITCHING 
ln most applications, a negative base current is applied to reduce switching times. In this case, the REVERSE BIAS 
SWITCHING OPERATING AREA has to be used (figure 13). 
It is also possible to switch-off the transistor without a negative base current; this simplifies the circuit design, but in
creases notably the switching times. In thiscase FORWARD BIAS OPERATING AREA must be used (exceptif RBE';;;5Q) 

3-Accidental surge mode operation 

A surge current is a current which exceeds theabsolute limit ICM. The transistor can support surge currents if they are 
accidentai and not repetitive, if they don't occur more than 3000 times during the device life time and if the SURGE 
AREAS are respected (figures 1~, 15). 
The Kellog network associated with the forward bias surge area (see figure 14) allows to compute the short-circuit cur
rent. Datas on figure 14 indicate the maximal allowable duration of the surge current. 
During the surge current switch-off time, the operating point must stay inside the REVERSE BIAS SURGE AREA if 
the base driver applies a negative base current (or if RBE .;;; 5 ohms). 
If the base current stays positive the operating point must stay inside the FORWARD BIAS SURGE AREA. 
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BUX 48 , BUX 48 A 

AIRES DE SECURITE 

l-Fonctionnement en régime linéaire ou impulsionnel 

Le transistor est simultanément traversé par un courant et soumis à une tension (exemple: amplificateur BF, Transistor 
ballast); ses possibilités sont données par l'aire de sécurité en régime linéaire(figure 9) 

2-Fonctionnement en régime de commutation 

~ - En régime de commutation, le transistor est soit bloqué, soit conducteur 
Quand il est conducteur, la tension collecteur-émetteur est inférieure à 5 V (généralement voisine de 1,5V) 
Le passage de l'un à l'autre état, s'effectue rapidement pendant un temps de commutation t r, tf voisin des 
valeurs indiquées dans les notices 

Mode de commande 
On distingue deux modes de fonctionnement très différents, suivant le mode de commande de la base du transistor 

En régime de POLARISATION DIRECTE, la tension du générateur qui alimente la base est toujours positive et la résis
tance qui relie l'émetteur et la base a une valeur supérieure à 5 ohms_ 
En régime de POLARISATION INVERSE,la tension de base peut devenir négative pendant que circule le courant inver
se de base au cours du processus de blocage_ En pratique on considère que le transistor est en polarisation inverse lorsque 
le générateur de courant .qui alimente la base change de sens ou si la résistance reliant la base à l'émetteur est inférieure 
à 5 ohms. 

APPLICATIONS PRATIQUES 

COMMUTATION A LA FERMETURE 
Le transistor est toujours en régime de polarisation directe. On utilise l'aire de fonctionnement en commutation en pola
risation directe ( figure 12 ). 

COMMUTATION A L'OUVERTURE 
Dans la plupart des applications, on envoie un courant négatif dans le circuit de base pour accélérer la commutation. Il 
faut alors utiliser l'aire de fonctionnement en polarisation inverse ( figure 13). 
Il est possible de bloquer le transistor sans utiliser dans le circuit de base, de générateur de courant négatif (ceci simpli
fie les circuits mais augmente considérablement les temps de commutation). Il faut alors utiliser l'aire de fonctionnement 
en polarisation directe (sauf si RBE ..;; 5 ohms). 

3-Fonctionnement en régime de surchargeS accidentelles 

La surcharge en courant est un dépassement de la limite absolue ICM. Le transistor peut accepter des surcharges: 
a-Si elles sont accidentelles et non répétitives et si elles ne se produisent pas plus de 3000 fois dans la vie du composant 
b-Si elles respectent les AIRES DE SURCHARGES (figures 14 et 15). 

Le réseau de Kellog associé à l'aire de surcharges en polarisation directe (figure 14 ) permet de calculer le courant de 
circuit et les indications données (figure 14 ) en fixent la durée maximale admissible pour la surcharge. 
Pendant la phase de coupure du courant de surcharges, le point de fonctionnement doit rester à l'intérieur de L'AIRE 
DE SURCHARGE EN POLARISATION INVERSE si la commande de base inverse le sens du courant de base (ou si RBE.";; ! 
Dans le cas contraire (base polarisée positivemend, le point de fonctionnement doit rester à l'intérieur de L'AIRE DE SUR
CHARGES EN POLARISATION DIRECTE. 
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FIGURE 9 

OC AND PULSE SAFE OPERATING AREA 
Aire de sécurité en régimes linéaire et impulsionnel 

BUX 48 , BUX 48 A 

FIGURE 10 

DISSIPATION AND IS/8 DERATING 
Variation de dissipation et de 1 SIB 
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FIGURE 11 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impl,llsions 
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le 
(A) 

10 

t=trou tf 

RBE;;;' 5 n 
VBE;;;'O 

T,.o"""o ';;125"C ~ 

r îRB~l 
dlc/dt >0 
t ";;;250 ns 

RBE ";;;100 n 

FIGURE 12 

FORWARO BIASSWITCHING OPERATING AREA 

It consists of two zones: 
-the ABC zone allowed during turn on and turn off 
at the specified ratings. 
-the supplementary zone COEF only allowed during 
turn on at the specified ratings. 

Aire de fonctionnement en commutation 
en polarisation directe 

Elle se compose de deux zones: 
-la zone ABC valable à la mise en conduction et au 
blocage, aux conditions spécifiées 

L-----------~e~~~~~~~~VCE(V) 
-la zone supplémentaire CDEF utilisable seulement 
à la mise en conduction, aux conditions spécifiées. 
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VCEOsus 700 V 

FIGURE 13 

REVERSE BIAS SWITCHING OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement en commutation en polarisation inverse 
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(A) 

100 

FIGURE 14 

200 

BUX 48, BUX 48 A 

FORWARD BIAS ACCIDENTAL SURGES AREA 

Two quite different zones: 
- if IC < ICM , the transistor can operate in repetitive mode, 
if the other absolute ratings are respected (junction tempera
ture, pulse duration ... ) 
. if fc > ICM ,the operating mode must be non repetitive and 
the transistor must not be submitted to more than 3000 surges 
during its life. The Kellog network gives maximal values with 
90 per cent confidence 

Aire de surcharge accidentelle en polarisation directe 

Deux zones bien différentes: 
- si le < 'eM, le transistor peut fonctionner en régime répéti
tif- si les autres limites abolues sont respectées (température 
de jonction, durée d'impulsion). 

- si 'e > 'eM, le fonctionnement doit être non répétitif et il ne 
30;';';0;';';';";~~;';';';";4~00-4-5"'0-faut pas dépasser plus de 3000 surcharges dans la vie du com-

BUX ~8 VCE(V) posant. Le réseau de Kellog donne les valeurs maximales à 90 % 
de confiance. 

FIGURE 15 

REVERSE BIAS ACCIDENTAL SURGE AREA * 
Aire de surcharge accidentelle en polarisation inverse * 

"* When the switching mode occurs from saturated state (1), the hatched zone is forbidden for the operating point 
"* Quand la commutation s'effectue à partir de l'état saturé (1), le point de fonctionnement ne doit pas pénétrer dans 

la zone hachurée. 

(1) VCEend < 1,5 V ET [ICend <20 A - IBend ~ 3 A OU ICend < 17 A - IBend ~ 2 ~ 
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FIGURES 16 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE AND INDUCTIVE LOADS VERSUS JUNCTION TEMPERATURE 
Variation des temps de commutation sur charges résistive et inductive en fonction de la température de jonction 
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FIGURE 16 B 
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FIGURE 17 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du courant 
collecteur 
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FIGURE 18 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUSCOLLECTOR 
BASE VOLTAGE 
Capacité de sortie en fonction de la tension collec
teur 

C22b 
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~ Tcase 25 oC 
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BUX 48, BUX 48 A 

FIGURE 19 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS COLLEC
TOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du courant 
collecteur 

fT 
(mHz) 

1 1 

Tcase 25 oC 

FIGURE 20 

f 1 mHz 

5,5 _ VCE 10V 

5 

4,5 

Lit' 
V 

4 

3,5 

10-1 4 6 8 100 2 468 
Ic(A) 

* SWITCHING TIME tf WITH SNUBBER OR RC NETWORK 

tf 
(ps) Tcase 25 oC 

10.1 

6 

4 

10-2 

102 

............. ......... 

Temps de décroissance avec réseau d'aide à la commutation * 

r"" .............. 

............ r-... 

4 
6 dv/dt (V /Ilsl 

* dv/dt is the mean value of the reapplied voltage slope during the fall time duration 

dv/dt 

* Le dv/dt est la valeur moyenhe de la pente de la tension réappliquée pendant la durée du temps de décroissance 
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TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE BUX 59 

Fast switching, low saturation voltage, high pulse current 
capabilities. Primarily intented as driver for switching 
applications or as medium power output stages. 
Rapidité, faible tension de saturation, possibilités de 
courant élevé en impulsions. Particulièrement prévu 
comme driver pour les applications en commutation 
ou comme étages de sortie moyenne puissance. 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de ISIB 

100 % 

25 I---'---+--+---f>_~ 30 % 

50 100 150 T case (OC) 

A8S0LUTE RATINGS (LI~.~ITltJG VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emittèr voltage RBE 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crDte collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

Tcase 
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l,5V VCEX 

IC 

lOms ICM 
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BUX 59 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Figure 1 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forward eurrent transfe' ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown eollector-eurrent 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions tp = 300 Jl.S li";;; 2 % 
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Tcase = 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lB =0 
ICEO 

VCE = 70V 

VBE =-I,5V 

VCE = 120V 
ICEX 

VBE =-I,5V 

VCE = 120V 
Tcase = 125 0 C 

IC =0 
IEBO 

VEB =5V 

lB =0 
L = 25mH VCEOsus 
IC = 200 mA 

IC =0 
V(BR)EBO 

lE =50mA 

VCE =4V 

IC =5A * 
VCE =4V 

h21E 

IC = 10A 

IC =5A 

lB =O,5A 

IC =8A 
VCEsat * lB =O,8A 

IC = 10A 

lB =IA 

IC =8A 

lB =O,8A 
* VBEsilt 

IC = 10A 
lB =IA 

VCE =50V 
IS/B t =ls 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,7 mA 

0,5 

mA 

2,5 

0,7 mA 

90 V 

7 V 

20 60 

10 

0,7 

1,1 V 

0,8 1,2 

1,7 

V 
1,8 2 

0,5 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 

Fréquence de transition 

Turn-on time 

Temps total d'établissement 

Fall time 

Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

Fig.2 

Fig.2 

Fig.2 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= 10 V 
IC = 0,75 A 
f = 1 MHz 

IC = 10A 

lB = 1 A 

IC = 10A 

IBl = 1 A 
IB2 = - 1 A 

IC = 10A 

IBl = 1 A 

IB2 = - 1 A 

BUX59 

T = 25 oC (Unless otherwise stated) 
case (Sauf indications contraires) 

min typ max 

fT 8 MHz 

td + tr 0,6 0,8 /lS 

tf 0,15 0,3 /lS 

t s 0,6 1,2 /lS 

Rth(j-c) 
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FIGURE 1 . VCEOsus test circuit ( and oscillogram ) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

Rb 

100 n 
50 Hz 

ln 
lW 

horizontal 
scope 

vertical 
scope 

L---~--.common 

IC 

-+--------"<+--..... V CEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 2 . Switching times test circuit ( and oscillograms ) 

lB 

IC 

90 % 

10% 
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Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

tf 

!off 

r----~ ___ scope 
VCC '" 30 V 
Rb = 5 n 
Rc = 3 S2 

IBl and IB2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 
a l'l1p 1 ifier type 134. 
IS1 et IS2 sont mesures avec une 

sonde TEKTRONIX P 6021 et 

amplificateur type 134. 

Rc. Rb : non inductive resistors 
t p : pulse width = 10 J..lS 

dut y cycle";;; 1 % 
rise and fall times ,,;;; 50 ns 

Rc, Rb : resistances non inductives 

tp . largeur d'impulsion = 10 J..ls 

facteur de forme";;; 1 % 

temps de montée et de descente";;; 50 ns 



FIGURE 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 
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FIGURE 5 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur 
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FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 
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FIGURE 6 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert dlfect du 
courant en fonctIon du courant collecteur 
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FIGURE 7 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Couranr base en foncrion de la rension base
émerreur 
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FIGURE 9 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de sarurarion collecreur-émerreur en 
foncrion du couranr collecreur 
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FIGURE 8 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émerreur en foncrion du 
couranr collecreur 
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FIGURE 10 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
foncrion du couranr collecreur 
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FIGURE 11 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de /a 
tenSIOn collecteur-base 

Tcase = 25 OC 

f 1 MHz 
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FIGURE 13 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Ternps de commutation en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 12 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
.COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 14 
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermIque en 
régime d'impulsions 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE BUX 60 

Fast switching, low saturation voltage, high pulse current 

capabilities. Primarily intented as driver for switching 
applications or as medium power output stages. 

Rapidité, faible tension de saturation, possibilités de 
courant élevé en impulsions. Particulièrement prévu 
comme driver pour les applications en commutation 
ou comme étages de sortie moyenne puissance. 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de IS/B 

100%1 ~-

75~---r--r~~~---r--~ 

2 5 f----'---i---~-+-----_j>I.--~ 30 % 

50 100 150 T case (OC) 

ABSOLUTE RATlrJGS (LI~.~ITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emittèr voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crDte collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

RBE 

VBE 

T case 

max 

min 
max 

VCBO 

VCEO 

100D VCER 

- 1,5 V VCEX 

IC 

10ms ICM 

lB 

Ptot 

Tj 

T stg 

VCEO 

IC 

ICM (tp 10 ms) 

Ptot ( T case 25 oC ) 

Rth (j-e) max 

VCEsat max ( SA) 

tf max (S A) 

125 V 

SA 

10 A 

70W 

2,5 0 C/W 

1,3 V 

0,4 /1S 

Case TO 66 See outline drawing CB 72 on.last pages 
Boitier Voir dessin coté dernières pages 

OE Weight:8 o 0 Masse,' g 
oB 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

160 v 

125 v 

150 v 

160 V 

V 

8 A 

10 A 

1,6 A 

70 W 

200 oc 

- 65 oC 

+ 200 

1976/44 1/8 
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BUX60 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Figure 1 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector-current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions t p = 300 J.1S 0";; 2 % 

2/8 
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Tcase = 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lB =0 

VCE = 100 V 

VBE = -1,5V 

VCE = 160 V 

VBE = -1,5V 

VeE = 160 V 
Tcase = 125 oC 

le =0 
VEB =5V 

lB =0 
L = 25 mH 
le = 200 mA 

le =0 
lE = 50 mA 

VCE =4V 

le =4A 

VeE =4V 

le =8A 

le =4A 

lB = 0,4 A 

le =8A 

lB = 0,8A 

IC =8A 

lB = 0,8A 

VeE = 50V 
t = 1 s 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

V(BR)EBO 

h21E 
* 

VCEsat* 

VBEsat* 

IS/B 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,7 mA 

0,5 

mA 

2,5 

0,7 mA 

125 V 

7 V 

20 60 

10 

0,7 
V 

0,8 1,3 

1,3 1,7 V 

0,5 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for signal 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES((pour petits signaux) -';case = 25 oC 

Transition frequency 

Fréquence de transition 

Turn-on time 
Fig_ 2 

Temps total d'établissement 

Fall time 
Fig.2 

Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Fig. 2 

Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

Test conditions 

Conditions de mesure 

VCE = 10V 

IC = 0,75 A fT 
f = 1 MHz 

td + tr 

IC = 8A 

IBl = 0,8 A 

IB2 = -0,8A 
tf 

VCC# 30 V 

ts 

BUX60 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

8 MHz 

0,6 1 

0,2 0,4 ilS 

0,8 1,5 

3/8 
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BUX60 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram ) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

50 Hz 

100 n 

horizontal 
..r-----+--+4~ scope 

vertical 
r----~~-~T'_-~) scope 

ln 
lW 

'----___ -_e common 

IC 

+-----~q....-- VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 

the right and above point A. 

La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit (and oscillograms) 

IC 

90 % 

10 % 

4/8 
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Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

tp 

+-__ ~----''---__ ~-.-_---:?_----_ t 

tr 

r---~ ___ scope 
VCC '" 30 V 

Rb 6.B\~ 
Re = 3.91~ 

IBl and IB2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 

amplifier type 134. 

181 et 182 sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplifit:ateur type 134. 

Rc. Rb : non inductive resistor s 

t p : pulse width = 10 J.lS 

dut y cycle";; 1 °0 

rise and fall times E; 50 ns 

Rc, Rb : résistances non inductives 
tp . largeur d'impulsion - 10 J.ls 

facteur de furme "" 1 "u 

temps de montée et de descente"" 50 liS 



FIGURE 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

IC r-,,-,--,--'--,-,--,--,--,-, 

(A) 

Tcase 25 oC 

o 2 3 VCE (V) 

FIGURE 5 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance bas~ém9tteur 

VCE 
! Tcase 25 o'c 1 

(V) 

160 

1\ r-: ,---,-

1\1-150 --f-

1 1'\ -, 
130 H--+-1' ++-+-+-+-++r\.-"tc [-r-

[
' ~ 

120 ~--+--I-t---+I-t--t--+-+-t; -j -lL~ 
25252525 

100 101 102 103 104 RBE(n) 

BUX60 

FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTE R VOLT AGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 
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Tcase 25 oC 
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o 20 40 60 VCE (V) 

FIGURE 6 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert d"ect du 
courant en fonction du courant collecteur 
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lB 
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102 
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FIGURE 7 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
~metteur 

VCE 4V 
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FIGURE 9 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

CEsat 
(V) 
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FIGURE 8 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 4 V 
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FIGURE 10 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 
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FIGURE 11 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

Tcase 25 OC 

"-' .... r-. 
.......... "", 

FIGURE 13 

f 1 MHz 

..... 

4 68 
VCB(Vi 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

Tcase 25 oC 

VCE = 30 V 
IBl = - IB2 
IC 
-=10 
lB 
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BUX60 

FIGURE 12 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

Tcase 25 oC 

VCE=10V 
/' ~ f 1 MHz 

l' r\ 1/ 
/ \ 
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1/ f-- '\f-

t---- / -- r ~ 

V 
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IC (A) 

FIGURE 14 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 
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DC operation 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE BUX 61 

Fast switching, low saturation voltage, high pulse current 
capabilities. Primarily intented as driver for switching 
applications or as medium power output stages. 
Rapidité, faible tension de saturation, possibilités de 
courant élevé en impulsions. Particulièrement prévu 
comme driver pour les applications en commutation 
ou comme étages de sortie moyenne puissance. 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de IS/B 

100 % 

VCEO 

IC 

ICM ( t p 10 ms) 

Ptot ( T case 25 oc ) 

Rth(j-c) max 

VCEsat max (6 A) 

tf max (6 A) 

200 V 

SA 

9A 

70W 

2,5 0 C/W 

1 V 

O,4l1s 

Ca.s~ TO 66 Se~ outli~e dra;"ing CB 72 on.~ast pages 
BOltler VOIf deSSin cote dermeres pages 

~~~-.~J a. .. 

1 

O'---...L.....-'-__ '---_-'-_~ 

50 150 T case (OC) 100 OE Weight:S o 0 Masse: 9 
oB 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

A8S0LUTE RATINGS (L1f.~ITlrJG VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector·emittér voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant cr/He collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

RBE 

VBE 

T case 

max 

min 
max 

VCBO 

VCEO 

100n VCER 

- 1,5 V VCEX 

IC 

10ms 

Ptot 

Tstg 

250 

200 

240 

250 

s 

9 

1,6 

70 

200 

- 65 
+ 200 

v 

v 

v 

V 

V 

A 

A 

A 

W 

oC 

oC 

1976/44 1/8 

783 



BUX61 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Figure 1 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector-current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions tp = 300 J.'-S () < 2 % 

2/8 

784 

Tcase = 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lB =0 
VCE = 160 V 

VBE =-1,5V 

VCE =250 V 

VBE =-1,5V 

VCE =250 V 
Tcase = 125 oC 

IC =0 
VEB =5V 

lB =0 
L =25 mH 

IC =200 mA 

IC =0 

lE =50mA 

VCE =4V 

IC =3A 

VCE =4V 

IC =6A 

IC =3A 

lB =0,3A 

IC =6A 

lB =0,75 A 

IC =6A 
lB =0,75 A 

VCE =70V 
t = 1 s 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

V(BR)EBO 

h21E* 

VCEsat * 

VBEsat * 

IS/B 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,7 mA 

0,5 

mA 

2,5 

0,7 mA 

200 V 

7 V 

20 60 

10 

0,7 

V 

1 

1,6 V 

0,5 A 



BUX61 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) (Unless otherwise stated) 
T case = 25 oc 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement 

Fig. 2 

Test conditions 

Conditions de mesure 

VCE = 10 V 
IC = 0,75 A 
f = 1 MHz 

----------------1 IC = 6 A 
181 = 0,75 A 
182 = -0,75A 

----------------tVCC # 150V 

Fall time 
Temps de décroissance 

Fig.2 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

Fig. 2 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 

Résistance thermique jonction·boitier 

min typ max 

fT 8 MHz 

td + tr 1 

tf 0,4 ps 

t s 2 

oC/W 
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BUX61 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram ) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

50 Hz 

Rb 

horizontal 
scope 

100 n 

vertical 
.-----~~----<'T'_-__fe) scope 

1 n 
lW 

~--~-__ common 

IC 

-t---------< ....... - .... V CEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) 

le 

90 % 

10 % 

4/8 
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Circu<t de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

r---~ ___ scope 

VCC 

VCC '" 150V 
Rb = 25 n 
Rc = 8S2 

IBl and IB2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 
amplifier type 134. 

181 et 182 sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134. 

Rc. Rb : non inductive resistors 
: pulse width = 10 ps 

dut y cycle ,ç 1 % 

rise and fall times ,ç 50 ns 

Rc. Rb· résistances non inductives 
tp largeur d'impulsion ~ la ps 

facteur de forme ,ç 1 % 
temps de montée et cie descente"" 50 fIS 



FIGURE 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

2 3 VCE (V) 

FIGURE 5 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASEEMITTER RESISTANCE 
TensIOn collecteur-émetteur en fonctIOn de la 
résistance base-émetteur 

VCE 

IVI 

240 

230 

220 

21 0 f--r----i__+_ 

200 

100 
5 2 5 "2 5 2 5 RBE (~2) 

101 102 103 

BUX61 

FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tensIon 
collecteur-émetteur 
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FIGURE 6 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert dlfect du 
cOurant en foncuon du courant collecteur 

VCE=4V 1 

'----- _~I to''! • ~ \ 
1--_____ ,f,rV.I'-

, 
<ù ' 1---~- -

~-~-
0"- 1 
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~ 
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lB 
(mA) 

FIGURE 7 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Couran t base en fonction de la tension base
émetteur 
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FIGURE 9 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 
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FIGURE 8 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
couran t collecteur 

VCE = 4 V 
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FIGURE 10 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 
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(pF) 

100 

10-1 
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FIGURE 11 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de /a 
tension collecteur-base 

Tcase 25 OC 

f 1 MHz 
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FIGURE 13 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

--- Tcase 25 OC 

VCE=150V 

IBl = - IB2 

.......... 

~ 
~=8 
lB 

'-...... 
............. ~ 

""'--.... r-.. 
f---- -- 1-----

\ __ to" ...,/' 
v· 

"- -...-
............. 

-3- ,."... 
~# 

o 2 3 4 5 6 IC (A) 

fT 
(MHz) 

12 

10 

8 

6 

4 

BUX61 

FIGURE 12 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
cOurant collecteur 

Tcase 25 OC 
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V
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FIGURE 14 

TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'inlpulslons 
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SAFE OPERATING AREA 

AIRE DE SECURITE 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE BUX 62 

Fast switching, low saturation voltage, high pulse current 
capabilities. Primarily intented as driver for switching 
applications or as medium power output stages. 
Rapidité, faible tension de saturation, possibilités de 
courant élevé en impulsions. Particulièrement prévu 
comme driver pour les applications en commutation 
ou comme étages de sortie moyenne puissance. 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de IS/8 

100 % 

25 f-~--+-___ i---_--!'I.---------I30 % 

50 100 150 T case (OC) 

A8S0LUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector·base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector·emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Co 1 lector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crDte collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

RBE = 100 S1 

T case 

max 

min 
max 

- 1,5 V 

10 ms 

25 0 C 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

Tj 

T stg 

VCEO 

IC 

1 CM ( t p 10 ms ) 

Ptot ( T case 25 oC ) 

Rth(j-c) max 

VCEsat max ( 5 A) 

tf max ( 5 A) 

250 V 

7A 

SA 

70W 

2,5 0 C/W 

1 V 

O,5/..ls 

Ca.s~ TO 66 Se~ outli~e dra,:"ing CB 72 on.~ast pages 
801tler VOir dessin cote dermeres pages 

OE Weight:g o 0 Masse: 9 
oB 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

300 v 

250 V 

290 v 

300 v 

V 

A 

8 A 

1.4 A 

70 W 

200 oc 

- 65 oC 
+ 200 

1978/46 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Figure 1 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Seeon l breakdown eolleetor-eurrent 
Coura 'It collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions tp = 300 ilS 8"';;; 2 % 

2/8 

792 

Tcase = 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lB = 0 

VCE = 200 V 

VBE = -1,5V 

VCE = 300 V 

VBE = -1,5V 

VCE = 300 V 
Tease = 125 oC 

IC =0 
VEB =5V 

lB =0 
L = 25mH 

IC = 200 mA 

IC =0 
lE = 50 mA 

VCE =4V 

IC = 2,5A 

VCE =4V 
IC =5A 

IC = 2,5A 
lB = 0,25 A 

IC =5A 
lB = 0,625 A 

IC =5A 
lB = 0,625 A 

VCE = 70 V 
t = 1 s 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

V(BR)EBO 

h21E* 

VCEsat * 

VBEsat * 

IS/B 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,7 mA 

0,5 

mA 

2,5 

0,7 mA 

250 V 

7 V 

20 60 

10 

0,7 

V 
1 

1,5 V 

0,5 A 



BUX62 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) (Unless otherwise stated) 
Tcase = 25 oc 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Fig.2 

Temps total d'établissement 

Fall time 
Fig. 2 

Temps de décroissance 

Carrier storage time 
Fig. 2 

Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =10 V 

IC =0,75 A 
f =1 MHz 

IC =5A 

IB1 =0,625 A 

IB2 =-0,625A 

VCC # 150 V 

min typ max 

fT 8 MHz 

td + tr 1 

tf 0,5 J.1s 

ts 2,5 

oC/W 

3/8 
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FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram ) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

horizontal 
scope 

vertical 
scope 

~----~---.common 

-t-----------~<-+----_ V CEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls ta 

the right and above point A. 

La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) 

lB 

90 % 

10 % 

4/8 

794 

Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

---.t 

,---------< ___ scope 
VCC '" l50V 
Rb lOS! 
Rc ~ 30 S! 

4700.uF 

VCC 

1 B 1 and 1 B2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 

amplifier type 134. 

181 et 182 sont mesures avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134. 

Rc, Rb : non inductive resistors 

t p : pulse width ~ 1O.us 

dut y cycle"" 1 Oô 

,ise and fall times "" 50 ns 

Rc, Rb resistances non inductives 
tp largeur d'impulsion - 1O.us 

facteur de furme "" l "" 
temps de muntee et de descente '. 50 Ils 



FIGURE 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 
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FIGURE 5 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-émetteur en fonction de la 
résistance base-émetteur 
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FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 
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FIGURE 6 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert dlfecr du 
courant en fonction du courant collecteur 
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FIGURE 7 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 
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FIGURE 9 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 
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FIGURE 8 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 11 

OUTPUT CAPACITANCE VE RSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de /a 
tension collecteur-base 

C22b 
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Tcase 25 OC 

f 1 MHz 
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FIGURE 13 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 12 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 14 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résIstance thermique en 
régime d'impulsions 
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DC operation 
Régime continu 
Pulsed operation 
Régime impulsionnel 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE BUX63 

Fast switching, low saturation voltage, high pulse current 
capabilities. Primarily intented as driver for switching 
applications or as medium power output stages. 
Rapidité, faible tension de saturation, possibilités de 
courant élevé en impulsions. Particulièrement prévu 
comme driver pour les applications en commutation 
ou comme étages de sortie moyenne puissance. 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de IS/B 

100 % 

50 100 150 T case (OC) 

A8S0LUTE RATINGS (LI~.~ITlrJG VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emittér voltage RBE 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage VBE 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant cr~te collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

T case 

max 

min 
max 

VCBO 

VCEO 

100.12 VCER 

- 1,5 V VCEX 

IC 

10ms 

lB 

Ptot 

Tstg 

VCEO 325 V 

IC 5A 

ICM (tp 10 ms ) 6A 

Ptot ( T case 25 oc ) 70W 

Rth(j-c) max 2,5 0 C/W 

VCEsat max ( 4 A ) 0,8 V 

tf max (4 A) 0,7 ps 

Ca.s~ TO 66 Se~ outli~e dra:ving CB 72 on. ~ast pages 
Boltler VOir dessin cote dernteres pages 

OE Weight:8 
o 0 Masse: 9 

oB 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

400 

325 

385 

400 

5 

6 

70 

200 

-65 
+ 200 

v 

v 

v 

v 

V 

A 

A 

A 

W 

oc 

oC 

1976/44 1/8 
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BUX63 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

ollector-emitter eut-off current C 

Co urant résiduel collecteur-émetteur 

ollector-emitter eut-off current C 
Co urant résiduel collecteur-émetreur 

mitter-base eut-off current E 
Co urant résiduel émetteur-base 

Co 
Te 

Ilector-emitter breakdown voltage 

nsion de claquage collecteur-émetteur 
Figure 1 

mitter-base breakdown voltage E 
Te nsion de claquage émetteur-bôse 

atic forward current transfer ratio St 
V. 
dl 

aleur statique du rapport de transfert 
-rect du courant 

Tcase = 25 oC 

Test conditions 

Conditions de mesure 

IS -- 0 
ICEO 

VCE - 260 V 

1 VSE = - 1,5 V 

1 VCE = 400 V 
ICEX 

1 

VSE = -- 1,5 V 

1 
VCE = 400 V 

1 

Tcase = 125 oC 

IC = 0 
1 
1 

1 

VEB = 5 V -r IEBO 

lB ~ (1 

L - 2S mH 1 VCEOsus 
IC - LOO mA 

1 

1 
IC CI 

1 V(BR)EBO 

1 

lE SU mA i 
VCE - 4V t 

i 

L C :- ~'A 

\lCE ~. 4 V -1 h21E* 

IC 4 A 

----------------1--

Collector-emitter saturation voltage 

Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation hase-émettt:ur 

Second breakdown collector-current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

800 

tp = 300 /lS {).:;; 2 % 

IC '2.A 

18 ~ 02 A 

VCEsat * 
IIC 4 A 

lB ~- a,SA 

~------~ 

:~ ~~~j- VBEsat * 

VCE - 80 V 
IS/S 1 s 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,7 mA 

0,5 

mA 

2,5 

1 
0,7 

1 

mA 

1 

1 
1 

325 V 

1 
1 

7 1 
V 

20 1 60 
1 

lOi 1 

1 

0,7 

V 

0,8 

11,7 V 

0,5 A 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) (Unless otherwise stated) 
Tcase = 25 oC 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Turn-on time 
Fig. 2 

Temps total d'établissement 

Fall time 

Temps de décroissance 
Fig. 2 

Carrier storage time 
Fig.2 

Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC = 0,75 A 
f = 1 MHz 

IC = 4A 

IBl = 0,8 A 

IB2 = - 0,8 A 

VCC :#: 150 V 

min typ max 

fT 
1 8 MHz 

td + tr 0,7 

tf 0,7 /.IS 

t s 2,7 

oC/W 

3/8 
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FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram ) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

50 Hz 

horizontal 
.___--_r--HI) scope 

L = 25 mH 

vertical 
.-----~~--'T'_-@ scope 

ln 
lW 

0-50 V 

'----._-_ common 

IC 

VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 

the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) 

90 % 

1 0 'i~ 

4/8 

802 

Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

tp 

r-------<_~ scope 

VCC 

VCC '" 150V 
Rb = 6,8 n 
Rc o. 37 n 

1 B 1 and 1 B2 are measured with 

TEKTRONIX probe P 6021 iHld 

amplifier type 134. 
181 et 182 sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134. 

Rc. Rb : non inductive resistors 
t p : pulse width 10 ilS 

dut y cycle'; 1 % 

rise and fall times < 50 ns 

Re. Rb . résistances non inductives 
tp largeur d'impulsion 10 ilS 

facteur de forme < 1 % 

temps de montée et de descente ,< 50 fiS 



FIGURE 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Couranr collecteur en foncrion de la rension 
collecreur-émerreur 

° 2 3 VCE (VI 

FIGURE 5 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASEEMITTER RESISTANCE 
TenSIOn collecteur-émetteur en fonctIOn de la 
résistance base-émerteur 

Ve:E 

IVI 

395 I-----+--t-~ 

365 I-----+~ 

355 I---~-+-+-

345 

335 ~---+~--+-

2 5 2 5 2 5 2 5 RBE I~!) 
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BUX63 

FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonctIon de la tenSIon 
collecteur-émetteur 
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(Al 

0,08 

0,06 
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0,02 
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h21 E 

60 
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10 
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2,5
1

mA
I 

- 1 
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~ ~_.- ~l 1 
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: 

1 

. \~ -+ "';"1,5 mA 1 

-1 t-- i 1- -tl~:~ 1 

--t -
i 1 

1 1 

i 1 Is=0,5mA 

~~cas: 25 OC 1 

40 80 120 VCE (VI 

FIGURE 6 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transferr direct du 
courant en fonctIOn du courant collecteur 

4 fi 8 

10-2 
4 fi 8 

10-1 100 
4 6 H 

IC (AI 
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FIGURE 7 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

° 0,2 0,4 0,6 0,8 VBE (V) 

FIGURE 9 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
TensIon de saturatIon collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

VeEsat IC 
(V) is= 5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

10-2 
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4 68 

10-1 

4 68 

100 

4 6 Il 

le (A) 

VBE 
(V) 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

FIGURE 8 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 

VCE = 4 V 

-ft 1 
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1 

, 
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1 ! 1 +- {?oC /"'1' 
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FIGURE 10 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 
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C22b 
(pF) 

FIGURE 11 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

--1--- -- Tcase 25 oC 

f 1 MHz 

--r----

'" '-.. ------~ 

K 
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FIGURE 13 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

t~~=r~~+=~~~~, ( ~__ _+--_ I--..:_t= T case 25 oC 
fJS~ r---:::S -H---t- VeE = 150 V 

h:-l--t-~--\-t-+--+- 1 B 1 = - 1 B2 

4 ---....... -1 le _ 
---~ i - iB- 5 
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FIGURE 12 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

Tcase 25 oC -VCE = 10 V-'-- / ........ 
t'... f L MHz 

)1 

-- ~- "--- V-
/ 

1--- I-
I 

~- - ----

r-....~ 

- - 1--- - ---- ---t-
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2 

10-2 
6 8 

10-1 
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le (A) 

FIGURE 14 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 
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SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

le 
(A)7~--~~--+-~~~~+4---+--+---~-4-4-+4-~~-+--~~~~4-+4~~ 
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:f-
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE BUX 64 

Fast switching, low saturation voltage, high pulse current 
capabilities. Primarily intented as driver for switching 
applications or as medium power output stages. 
Rapidité, faible tension de saturation, possibilités de 
courant élevé en impulsions. Particulièrement prévu 
comme driver pour les applications en commutation 
ou comme étages de sortie moyenne puissance. 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de IS/B 

1~0 % : ,U_ T- 1 1 
75 1 4L------i 

1 

50, 

25 

o l 
50 100 150 T case (OC) 

ABSOLUTE RATIr.JGS (LI~,~ITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector·base voltage 
\'CBO Tension collecteur-base 

Collector·emitter voltage 
VCEO Tension collecteur-émetteur 

Co Ilector-emittér vo Itage 
RBE 100 ~l VCER 

Tension collecteur-émetteur 

Co Ilector·emitter vo Itage 
VBE = - 1,5 V VCEX 

Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
VEBO 

Tension émetteur-base 

VCEO 400 V 

IC 4A 

ICM ( t p 10 ms ) 5A 

Ptot ( T case 25 oC ) 70 W 

Rth(j-c) max 2,5 0 C/W 

VCEsat max ( 3 A ) 0,8 V 

tf max (3 A) 0,8 f.1S 

Ca.s~ TO 66 See. outline dra-:oving CB 72 on.~ast pages 
Boltler VOIr desslf1 cote dernteres pages 

OE Weight:S 
o 0 Masse: g 

oB 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

450 V 

400 V 

440 V 

-----------

450 V 

V 

--------_._------------~---~--- -

Collector current 
IC A 

Courant collecteur 4 

Peak collector current t p 10ms ICM A 
Courant crDte collecteur 

Base current 
Courant base 

lB A 

Power dissipation 
T case 25 oC Ptot 70 W 

Dissipation de puissance 

junction temperature 
max 

Température de jonction 
Tj 200 oC 

Storage temperature min 
Tstg 

- 65 oC 
Température de stockage max + 200 

~ ));2!·~'!.o~~:: 1976/44 1/8 
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BUX 64 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Figure 1 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forwardeurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown eolleetor-eurrent 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 

Tcase = 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lB =0 

VCE =320 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 450 V 

VBE = -1,5V 

VCE = 450 V 
Tease = 125 oC 

IC =0 

VEB =5V 

1 ~B =0 
= 25 mH 

! IC = 200 mA 

IC =0 
lE = 50mA 

VCE =4V 

IC = 1,5 A 

VCE =4V 

IC =3A 

IC = 1,5A 

lB = 0,15 A 

IC =3A 

'B = 0,6A 

IC =3A 

lB = 0,6 A 

VCE = 80 V 
t = 1 s 

Impulsions t p 300 ilS 8 .;;;; 2 % 

2/8 

808 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

V(BRlEBO 

h21E * 

VCEsat * 

VBEsat * 

'S/B 

(Unless otherwise statedl 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,7 mA 

0,5 

mA 

2,5 

0,7 mA 

400 V 

7 V 

20 60 

10 

0,7 

V 

0,8 

1,5 V 

0,5 A 



BUX 64 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) (Unless otherwise stated) 
Tcase = 25 oC 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indications contraires) 

Transition frequency 

Fréquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'établissement Fig_ 2 

Test conditions 

Conditions de mesure 

VCE = 10V 
IC = 0,75 A 
f = 1 MHz 

------------------------------~IC = 3A 
IS1 = 0,6 A 
IS2 = -0,6A 

------------------tVCC # 150V 

Fall time 
Temps de décroissance 

Fig_ 2 

Carrier storage time 

Retard à la décroissance 
Fig_ 2 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

min typ max 

8 MHz 

0,7 

0,8 J.1S 

3 

3/8 
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FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram ) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

50 Hz 

horizontal 
____ ----r-~~~ scope 

L ~ 25 mH 

vertical 
r------~~-~"'---..~ scope 

112 
1W 

L-__ -'-__ co mmon 

-t------~~--. V CEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 

acceptable when the trace falls ta 

the right and above point A. 

La tension VCEOsus est acceptable 

lorsque la trace passe au delà du 

point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) 

9~CJ 
i 

10 ; ~--

4/8 
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Circuit de mesure des temps de commutation et oscillugrammes 

.-t 

-1 .• ~~\ 
_____ _ +--~__ -:\ __ t 

ts j ,..lf_ 

------r-- leo pe 

~ 
r- 11 Rc 

-~- 4700/.1F 

Vcc 

IB1 dnel 'B2 are medlured with 

TEKTRONIX probe P 6021 d"d 

ampl if ier type 134 

187 t't 182 ;ont mesures dVt'C /lne 

sOI/de TEKTRONIX P 0027 d 

Jmplificateur type 734 

JJU'lt~ wldth 10/.11 
cluty cyel>: ' 1 ", 

"se ""el fallt;,nt'I', 50111 

Re- Rb réSistaI/ces 1/01/ incluctives 

tp !argeur (/"irnpu!s;on 70/.1.1 

fde tl:ur (/1' fortlle' 7 

150V 
1 0 ~) 

5002 

ternJ)s cie il/unifie et de descente' (J() /1...,-



FIGURE 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

IC .-,--,--,--,-,--,--,--,--r-, 

(A) 

2 

o 2 3 

FIGURE 5 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASEEMITTER RESISTANCE 
TenSIon collecteur-émetteur en fonctIOn de la 
réSlflJnce bas~ém8tteur 

VCE 

IVI 

430 

420 I-+--I-I-+----+__+_ 

41 0 I-+-f--+-t-------+-

400 

BUX 64 

FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 
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(VI 

FIGURE 6 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert dlfect du 
courant en fonctIon du courant collecteur 

h21 E ,--,-------------,-rrr------r-,----,-,,--,----r---,...,.., 
f-----t--+-+--++-+---t---I--+-t---t- V CE 4 V 
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60 f---+-V.rl--+-+-+--+---+-+--+.,+--+--t-If-+--l 
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lB 
(mA) 

102 

101 
8 

100 

FIGURE 7 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

VCE 4 V 
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FIGURE 9 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation colJecteur-émetteur en 
fonerion du courant collecteur 
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FIGURE 8 

BASE-EMITTER'VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
couran t collecteur 

VCE = 4 V 
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FIGURE 10 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 
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FIGURE 11 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

Tcase 25 oC 

f 1 MHz 
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FIGURE 13 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURR.ENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 
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BUX 64 

FIGURE 12 

TRANSITION FRÉQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 

Tcase 25 oC 

VCE=10V / ...... " 
f 10 MHz 
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FIGURE 14 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la réSistance thermique en 
régime d'impulsions 
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SAFE OPERATING AREA 

AIRE DE SECURITE 
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Régime continu 1 1- i 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE BUX 65 

Fast switching, low saturation voltage, high pulse current 
capabilities. Primarily intented as driver for switching 
applications or as medium power output stages. 
Rapidité, faible tension de saturation, possibilités de 
courant élevé en impulsions. Particulièrement prévu 
comme driver pour les applications en commutation 
ou comme étages de sortie moyenne puissance. 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de IS/B 

100 % 

75 

50 100 

A8S0LUTE RATINGS (LI~,~ITlrJG VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage RBE 
Tension collecteur-émetteur 

100 n 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter·base voltage 
Tension émetteur-base 

Co lIector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crOte collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junct'Ion temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

VBE =-1,5 V 

T case 

max 

min 
max 

10ms 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

IC 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

VCEO 

IC 

ICM ( tp 10 ms ) 

Ptot ( T case 25 oC ) 

Rth(j-c) max 

VCEsat max ( 2 A ) 

tf max ( 2 A) 

:O:l 
4A 

70W 

1 ilS 

::::C/W 1 

~------------------------------

Ca.s~ TO 66 Se~ outli~e dra:ving CS 72 on.~ast pages 
Bottier Votr deSSin cote dernteres pages 

Q E Weight:S 
o 0 Masse: g 

oB 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

500 

500 

500 

500 

3 

4 

70 

200 

- 65 
+ 200 

v 

v 

v 

v 

V 

A 

A 

A 

W 

oC 

oc 

976/44 1/S 
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BUX65 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 

Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 

Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Figure 1 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 

Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown eolleetor eurrent 

Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

816 

300 ilS 8 .;;; 2 % 

Tcase = 25 oC 

Test conditions 

Conditions de mesure 

lB =0 

VCE = 400 V 

VBE =- 1,5 V 

VCE = 500 V 

VBE =- 1,5 V 

VCE = 500 V 
Tease = 125 oC 

le =0 

VEB =5V 

lB =0 
L = 25 mH 

le = 200 mA 

le =0 
lE = 50 mA 

VCE =4V 

le =lA 

VCE =4V 

le =2A 

le =lA 

lB = 0,1 A 

IC =2A 

lB = 0,4 A 

le =2A 

lB = 0,4 A 

VCE = 80 V 

t = 1 s 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

V(BR)EBO 

h21E 
. 

VCEsat * 

VBEsat * 

IS/B 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,7 mA 

0,5 
mA 

2,5 

0,7 mA 

500 V 

7 V 

20 60 

10 

0,7 
V 

0,8 

1,4 V 

0,5 A 



BUX65 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) (Unless otherwise stated) 
T case = 25 oC 

CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) (Sauf indicationscontrairesJ 

Transition frequency 

Fréquence de transition 

Turn·on time 

Temps total d'établissement 

Fall time 

Temps de décroissance 

Carrier storage time 

Retard à la décroissance 

Fig.2 

Fig. 2 

Fig.2 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 

Résistance thermique jonction·boitier 

Test conditions 

Conditions de mesure 

VCE = 10V 
IC == 0;75 A 
f == 1 MHz 

IC == 2 A 
IB1 = 0,4 A 
IB2 == - 0,4 A 
VCC # 150 V 

min typ max 

8 MHz 

0,7 

f.1s 

4 

3/8 
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BUX65 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram ) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

50 Hz 

horizontal 
scope 

vertical 
..------~~-~T'-----;@ scope 

ln 
lW 

0--50 V 

L---~-~common 

IC 

-+------~ ........ -- VCEOsus 

The sustaining voltage V CEOsus is 
acceptable when the trace falls to 

the right and above point A. 

La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) 

10 

4/8 
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Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

.---~-_. 

_ ..• t 

___ t 5 J L-tL 

loff J 

,.----,...... ___ scope Vcc '" 150V 
Rb . 15 :! 
Re 75 :l 

1 B 1 and 1 B2 are measured with 

TEKTRONIX probe P 6021 and 

amplifier type 134. 

181 et 182 sont mesures avec unI! 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134 

Re. Rb non inductive resistors 

: pulse width 10 J..lS 

dut y cycle';: 1 % 

rise and fall tlmes ,,;: 50 ilS 

Rc, Rb résistances nOIl induetiL'es 
tp largeur d'impulsion 10 J..lS 

facteur de forme'" l ')(, 

temps de montee et (/1' descente' 50 n.<; 



FIGURE 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecreur en fonction de la tension 
collecteur-émetteur 

FIGURE 5 

BUX 65 

FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en ronctlon de la tenSIon 
collecteur-émetteur 

le r--r--.-~~~-'--'--'--'--. 

(A) 

0,08 

0,06 

0,04 

1 

+-2,5 mA, 

100 200 300 400 VeE 
(V) 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur sranquf' du rapport de rransferr dlrecr du 
courant en fonctIOn du courant cOllecreur 

10-2 
4 68 

10-1 
4 68 

100 
4 68 

le (A) 
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BUX65 

FIGURE 6 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonctIon de la tension base
émetteur 

100 L-~~~~~~~ __ ~~~~ 

o 0,2 0,4 0,6 0,8 

FIGURE 8 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VE RSUS COLLECTOR CU R RENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 

VeEsat 
(V) 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

le Il 
--= 5 
lB _~ 
~-I 

~-~ 
I 1 

----1-- ---I.-+-t-
. ::1 

~-t--! _·--t-t+ 
1 i+ 0-+- \ 

__ ,J 
i 

1 

-~-

-
1 

! 1 i j 

1 
1 ~_.- +-+- -

--+--+- 1 i 

_- L-- L1-~ 
i 1 

---L+- 1 

----+--- 1 

, J 
~-- -t- : 

1 
i OV Il 

J '~~~ov 
~~~i-1-- t-- ,,<1 - ~q, 

"v'rl 

1 1 1 

10-2 
4 6 B 

10-1 
4 6 B 

100 
4 6 B 

le (A) 
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VBE 

FIGURE 7 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 

(V) ~'--'-r~-~--+-~"~~ 

1,2 

10-2 
4 6 B 

le (A) 

VBEsat 
(V) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

FIGURE 9 

BASE·EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 
fonction du courant collecteur 

le 1 J -=51 lB / 

~bl 
, 

~ -- V ~-
r---

~ !1 "'case V· r-- r- 1 OV -

1 ,\'l,." 

! 

' q, 
",",c'b<;"Y' 

_~I- if ,..-

Il 

r 

l' 
1 

10-2 
4 6 B 

10-1 
4 6 B 

100 
4 6 B 

le (A) 



FIGURE 10 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonctIOn de /8 
tension collecteur-base 

C22b f--- +----!-+-H-+ Tcase 25 OC 
(pF) f MHz 

1 

101~~~~~_~_-"~~_~~-L~ 

100 4 6 ~ 0 1 2 4 6 ~ 02 2 4 68 
VCS(V) 

100 

10-1 

FIGURE 12 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de conlmutation en fonctIon du 
courant collecteur 

IC 
5 

Tcase 25 oC 

lB VCE = 150 V --r- I IB1=-IB2 r--- -~ ------r-. 

-+- .".-

tft:-
....... ......... 

-~ f..- V ...... 
F- V , 

ton V .............. _f..-
r------- r---

0,5 1,5 2 2,5 'C(A) 

fT 
(MHz) 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

BUX65 

qFIGURE 11 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
cOurant collecteur 

Tcase 25 OC 

VCE = 10 V-
~ f 1 MHz - --V 1 

-1 / 
-li --- ----

J 

1/ 
/ 

---

If' 1 

1 l ) 

-+---t 
l i 

10-2 

j 
1 1 

1 

6 8 

10-1 

-1 

FIGURE 13 

\ c--

--~--
~ 

---t-~~ 
1 i 1 

--l 
1 

----c--

6 8 

'C (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la réSistance thermIque en 
reqlme d'Impulsions 

K 
~o -0,75 -1-f-:~ 

.... V~ 
-0 =0,5 - ~'f' ::::r 1 1 

~ ~ -'7 
7 1 

-~ V A -m VI 
- o~ 
-f---~~ 

-v~c----," ,~ = tpl T 

10-1 

Zth=KRth 

~ 
T 

4 

JUL 
10-2 

.. t p <4 

2525252525 
10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 tp (5) 
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BUX 65 

IC 

(A) 7 

101 __ 
1 

, 

3 T case 25 oC 

DC operation 

Régime continu 
Pulsed operation 

- - - - Régime impulsionnel 
10-

2 
4 5 6 7 8 

100 

8/8 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUsE 
BUY 69 A.B.C 

Horizontal deflection output stage of 
TV receivers . Choppers 

Etages de sortie de balavage horizontal 
Alimentations à découpage 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de 1 S" B 

100%1 ~TI-l 

75l---:'.~, ' ---+-~ 
IS/B 1 

50~~ 1 _~ 
, 

i 
30 % 

50 100 150 Tcase(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LL·.dTING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector·base voltage 
Tension collecteur·base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = -2V 

Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
= 500 f.lS 

Courant cr/ite collecteur 
t p 

Base current 
Courant base 

Power dissipation Tcase = 25 oC 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

max 

Storage tempe rature min 
Température de stockage max 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

1000 V BUY 69 A 

VCEX 800 V BUY 69 B 
500 V BUY 69 C 

IC 10 A 

Ptot (T case 25 OC) 100W 

VCEsat (8 A) 3,3 V 

tf (8 A) 1 f.lS 

Case 
Boitier TO 3 

See outline drawing CB 19 on last pages 

o 

Voir dessin coté dernières pages 

oB o~ 
Collector is connected to case 

Le collecteur est relié au boitier 

BUY 69 A BUY 69 B 

VCBO 1000 800 

VCEO 400 325 

VCEX 1000 800 

VEBO 8 8 

IC 10 10 

ICM 15 15 

lB 3 3 

Ptot 100 100 

Tj 200 200 

-65 -65 
Tstg +200 +200 

BUY 69 C 

500 V 

200 V 

500 V 

8 V 

10 A 

15 A 

3 A 

100 W 

200 oC 

- 65 
+ 200 

oC 

1976 - 01 1/10 
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BUY 69 A - B - C 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES STA TIQUES 

* Pulsed 
Impulsions t p = 300 ilS fi .;;; 2 % 

Collector-emitter eut-off current 
Courant r,ésiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Figure 1 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-baitier 

2/10 

824 

Tcase = 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VBE = -2V 
BUY 69 A 

VCE = 1000 V 

VBE = -2V 
BUY 69 B 

VCE = BOO V 

VBE = -2V 
BUY 69 C 

VCE = 500 V 

IC = 0 Ali types 

VEB = 5V Tous types 

'B = 0 

IC = 200 mA BUY 69 A 

lB = 0 

IC = 200 mA BUY 69 B 

lB = 0 

IC = 200 mA BUY 69 C 

lE = 0 

IC = 1 mA BUY 69 A 

lE = 0 

IC = 1 mA BUY 69 B 

lE = 0 

IC = 1 mA BUY 69 C 

IC = 0 Ali types 

lE = 10mA Tous types 

VCE = 10 V Ali types 

IC = 2,5A Tous types 

IC = BA Ali types 

lB = 2,5A Tous types 

IC = BA Ali types 
lB = 2,5 A Tous types 

VCE = 25 V Ali types 

t = 1 s Tous types 

(Unless otherwise statedl 
(Sauf indications contraires) 

min max 

1 mA 

ICEX 1 mA 

1 mA 

IEBO 1 mA 

400 V 

VCEOsus 325 V 

200 V 

1000 V 

V(BRICBO 800 V 

500 V 

V(BRIEBO B V 

h21E* 15 

VCEsat * 3,3 V 

VBEsat * 2,2 V 

IS/B 4 A 

°C/W 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fréquence de transition 

Output capacitance 

Capacité de sortie 

Fall time 
Temps de décroissance 

Figure 2 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10 V 

IC = 0,5A 

f = 10 MHz 

VCS = 10 V 

f = 1 MHz 

IC = BA 

ISl = 2,5A 

IS2 = 2,5A 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram ) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

horizontal 
.,-------,----\eJ ,cope 

le 

BUY 69 A - B - C 

Tcase 25 0 C 

typ max 

fT 6 MH 

Figure 13 
C22b Figure 14 pF 

tf 1 Jl.s 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls tO 
the right and above point A, 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A, 

ln 
1W 

+-____ ...L..L __ VeEO,u, 

vertical 
'---~-.. 

scope 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) 

le 1 
~)O "" 

10 '\, 

Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

VCC ~ 40 V 
Rc = 5 n 
Rb=2,7n 

~
81 
-- Rc 

- Rb 
182 

. 

5600 !iF 

Vee 

ISl IS2 IC are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 
amplifier type 134, 

181 182 1 C sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134, 

Rc, Rb : non inductive resistors 
tp : pulse width = 10 Jl.S 

dut y cycle';;; 1 % 

rise and fa" times .;;; 50 ns 

Rc, Rb : résistances non inductives 
tp : largeur d'impulsion = 10 J.I.S 

facteur de forme';;; 1 % 
temps de montée et 

de descente';;; 50 ns 
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BUY 69 A - B - C 

SAFE OPERATING AREA 

AIRE DE SECURITE 

IC T case 25 oC 
(A)7~--+--+--~--+-~~+-~+---+--+--~~-4-~~~-+ 

6 OC operation 
5 Régime continu 

4 ~---t--+--~--+-~-+-+--I~+---+--+--~--4-~~~-+ ____ Pulsed operation 
Régime impulsionnel 

i 
~--+--+------+-~-+--~-+-+----+--+--~--+-~~H-+4~~~+--~-~~~-~~.+--~~~ 

"I ....-

\ \ 

1\ ' 

u co" <{ 

~--+--+-----1--+---:'++-f-+f---+----+------i--+-+++-i-+f---+- ~ 1---~ ~ ~ -1---+-+--+-+-1 
>- >- >-

10-2 ~ __ ~~ __ ~ __ ~~~~~L-__ ~~ __ ~ __ ~~~~~L-__ ~~~ ___ ~~~~~~~~~~ 

100 
4 5 6 7 4 5 6 7 8

102 
VCE (V) 
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IC 
(A) 

FIGURE 3 
COLLECTOR CURRENT VERSUS 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la 
tension collecteur-émetteur 

3,5 t----.ft7'~~1--_+~~-+ 

31--"'~.,..q.-

2,5 1---+7f---- --j~o1""--+ 

2 

1,5 

IC 

(A) 

7 

6 

3 

2 

2 4 6 

FIGURE 5 
COLLECTOR CURRENT VERSUS 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la 
tension collecteur-émetteur 

8 VCE (V) 

_iILl 
+-- +----+--+--! -J-- i 

T case 25 Oc 

o 4 

VCE (V) 

IC 
(A) 

BUY69A- B-C 

FIGURE 4 
COLLECTOR CURRENT VERSUS 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la 
tension collecteur-émetteur 

040 1 i j --- L_! L 1 
, L---~r--L-T-~! __ ,-~~1~2~m~A~--r-1 

0,35 ------

-1 - -!-- -f.1 +- ~ 
i i10mA 

0,30 ~lr-_-j+=I_~_+-; 1 ~1 --+r ~!~8.:.r~=A:±I=:::-""""":"""j 
o ,25 ~+-'--4-~'---'-+--t--'---'f-"·";:,::,,,'""r ! ....... ....., 

0,20 
1 1 1 

ri 6 ~A r-- : 
0,15 - i 1 1- : 

1 

1 1 4mA 
0,1 0 .......,.-r----,~"'_ ,r---:--:-i -:-: -'-7"1 ::"':""''': ::::-r-;-i 

1 : i 1 lB = 2 mA : i 
o ,0: :~~:-li,--_ -_:-I

Li
, ~~""'LI-_ -_~I~~:~~~~i ~~:IT~c~a:-S.L'e~2~5~O~C: 

IC 
(A) 

0,40 

0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

20 40 60 80 VCE (V) 

FIGURE 6 
COLLECTOR CURRENT VERSUS 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la 
tension collecteur-émetteur 

BUY 69 B BUY 69 C ! .1 
10mA j 1 - --;---

1 
~m~ 

1 

l, ! 

8mA 

1 • 

7 mA 

16m~ 
l 1 

15m~ 
1 

Il 4~A 1 

1 

1 3~A 1 

-- -r 2~A 
-_ .. 1--- - - 1--- -- - ---+ 1 B = 1 mA---t--

Tcase 25 Oc 

o 20 40 60 80 VCE (V) 
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BUY 69 A - B - C 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

FIGURE 7 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

BUY 69 A 

1 

1 ~ --1--
1 -l , \ 
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-lV~ 
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\ 
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Il l' 
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4 68 
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FIGURE 9 
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 

-1--

0,6 0,8 1,2 VBE (V) 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

FIGURE 8 
STATlè FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

BUY 69 B 
, 

\ 

BUY 69 C 
VCE = 5 V 

\ 

1 
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8 

101 
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4 

FIGURE 10 
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base
émetteur 
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FIGURE 11 
BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 13 
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOL TAGE 
Capacité de sortie en fonction de la 
tenSIOn collecteur·base 
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FIGURE 12 
BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-émetteur en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 14 
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FIGURE 15 
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 
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FIGURE 17 
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant collecteur 
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FIGURE 16 
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de Silturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant coilecteur 
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FIGURE 18 
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant collecteur 
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FIGURE 19 
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS BASE CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant de base 
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FIGURE 21 
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS BASE CURRENT 
Tension de saturation base-émetteur en 
fonction du courant de base 
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FIGURE 20 
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSBASECURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant de base 
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FIGURE 22 
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS BASE CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur en 
fonction du courant de base 
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BUY 69 A - B - C 

FIGURE 23 
TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fréquence de transition en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 25 
TRANSIE NT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 
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FIGURE 24 
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
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FIGURE 26 
SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction 
du courant collecteur 
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NPN SI LI CO;\! TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSÉS 

ESM 400 Band 400 C transistors are intended for 
high voltage applications; classe A vertical deflexion 
in black W TV, correction circuits in color TV. 

Les transistors ESM 400 B et ESM 400 C sont desti
nés aux applications haute tension : balayage image 
classe A en TV NB, circuits de correction en TVC. 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

VCER { 
IC 

Ptot 

120 V 

170 V 

2A 

36 W 

ESM 4008 
ESM 400C 

ESM 400 B 

ESM 400 C 

Rth(j-c) 3,5 0 C/W max 

h21E (500 mA) 40 min 

100 % 
Plastic case TO 220 AB See outline drawing CB 117 on last pages 
Boitier plastique Voir dessin coté CB 117 dernières pages 

75 

50 Be' E 25 

Collector is connected to metal part of case 

50 100 150 T case (OC) 
Le collecteur est relié à la partie métallique du boitier 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
RBE = 1 kSl Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant de crête de collecteur tp"; 10 ms 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
T case 25 oC Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max 

Température de Jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~1HOMSON-CSF 
()IIII5I()NSéMICONOUCTEURS 

~ 

Tcase 25 oC 

ESM 400 B 

VCBO 120 

VCEO 100 

VCER 120 

VEBO 7 

IC 2 

ICM 5 

lB 0,5 

Ptot 36 

tj 150 

- 65 
tstg + 150 

( Unless otherwise stated ) 
( Sauf indications contraires) 

ESM 400 C 

170 

100 

170 

7 

2 

5 

0,5 

36 

150 

- 65 
+ 150 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

W 

oC 

oC 

1977/51 1/5 

833 



ESiVI 400 B - ESIVI 400 C 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Collector-base eut-off current 
Courant résiduel collecteur-base 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage IC 
Tension de claquage collecteur-émet- 1 B 
teur 

= 120V 

= 0 

= 170 V 

= 0 

= 7 V 

= 0 

= 10mA 
= 0 

ICBO 

ESM 400 B 

ESM 400 C 

Ali types 
Tous types 

V(BR)CEO* Ali types 
Tous types 

ESM 400 B 

( Unless otherwise stated ) 
( Sauf indications contraires) 

min typ max 

100 
pA 

100 

100 pA 

100 V 

120 Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet
teur 

IC 
RBE 

= 30mA 
= 1 kn V(BR)CER* I-----f-----t---i----; 

ESM 400 C 170 
V 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans
fert direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur
émetteur 

Base-émetteur voltage 
Tension base-émetteur 

VCE 
IC 

IC 
lB 

IC 
lB 

IC 

VCE 

IC 
VCE 

= 2V 
= 0,5 A 

= lA 
= 0,1 A 

= 0,5 A 
= 0,05 A 

= lA 
= 10V 

= O,5A 
= 10 V 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signais) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

1 VCE Transition frequency 
IC Fréquence de transition 
f 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique (Jonction boitier ) 

= 

= 
= 

* Pulsed 
Impulsions tp 300 ps {j .;;;; 2% 

2/5 

834 

10VI 
0,5 A 

10 MHz 
tr 

Ali types 
Tous types 

ESM 400 B 

ESM 400 C 

ESM 400 B 

ESM 400 C 

Ali types 
Tous types 

40 

0,7 

V 
1,2 

0,8 

v 
0,7 

12 MHz 

oC/W 



TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

IC 
(A) 

FIGURE 1 

~~-+~~~~~~~ 
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ESIVl 400 B ESIVi 400 C 

TVPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES TYPIQUES 
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FIGURE 6 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSt 

HIGH VOLTAGE, HIGH CURRENT, HIGH SPEED 
SWITCHING TRANSISTOR 
APPLICAT IONS 
- High power choppers and converters 
- Operating trom 220 V power line 

TRANSISTOR DE COMMUTATION RAPIDE,FORT 
COURANT ET HAUTE TENSION 
APPLICA TIONS: 
- Hacheurs et convertisseurs de forte puissance 
- Utilisation sur secteur 220 V 

VCEO 

IC 

Ptot 

tf (30 A) 

Case 
Boitier 

DISSIPATION AND IS/8 DERATING 
Variation de dissipation et de IS/B 

100% 
Mounting with M12 screw 
Montage avec vis M 12 

50~--+---~--~--~ 

25~--4----+--~~--~ 

o 50 100 150 T case(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crOte collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

RBE = 100 n 

VBE = -1,5 V 

t p ~ 10 ms 

T case = 25 Oc 

max 

min 
max 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

'CM 

'B 

Ptot 

Tj 

T stg 

50 rue J_P Timbaud-92403 Courbevoie 

500 

400 

480 

500 

50 

60 

10 

350 

175 

-65 
+ 175 

ESM 738 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

T083 

400 V 

50A 

350W 

~ 1,2 ilS 

E 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

A 

W 

Oc 

Oc 

1978/42 1/6 
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ESM 738 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

( figure 1 ) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forward eurrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

* Pulses 
Impulsions tp = 300 IJ.S {) .;;;; 2 % 

2/6 

840 

Tcase 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 320 V 

lB = 0 

VCE = 500 V 

VBE =-1,5V 
T case = 1 25 oC 

VCE = 480 V 

RBE = 100n 

VEB = 5V 

IC = 0 

IC = 1 A 

lB = 0 
L = 25 mH 

lE = 50 mA 

IC = 0 

VCE = 4V 

IC = 15A 

VCE = 4V 

IC = 30A 

IC = 30 A 

lB = 6A 

IC = 30A 

lB = 6A 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

ICEO 2 mA 

ICEX 2 mA 

ICER 5 mA 

IEBO 3 mA 

VCEOsus 400 V 

V(BR)EBO 7 V 

12 

h21E* 
8 

VCEsat * 1,5 V 

VBEsat * 1,7 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES DYNAMIQUES 

Turn on time ( figure 2 ) 
Temps total d'établissement 

Fall time 
Temps de décroissance 

( figure 2 ) 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

( figure 2 ) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES 

Junction case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

IC = 
18 = 

IC = 
181 = 
182 = 

IC = 
181 = 
182 = 

30 A td + tr 
6A 

30 A 
6A tf 
-6A 

30A 
6A 

t s 

-6A 

ESM 738 

Tcase = 25 oC 

min typ max 

2 ilS 

1,2 ilS 

3 ilS 

3/6 
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ESM 738 

FIGURE 1 : VCEOsus test circuit (and oscillogram) 

Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

L 

50 Hz 

lflJ 

E 0-10 V 

ln 

25 mH 

VCE 

0- 50 V 
IC 

IC 

-l-------L.L--II_ VCE 
VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 

the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 

point A. 

FIGURE 2 : Switching times test circuit (and oscillograms) 

Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 
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Re 

'e 

10000 ILF ~ Vee 

non inductive resistors 5n 
1,8n 
3,3 n 
0,15JlF 

résistances non inductives V CC # 150 V 
VB =6 V 
Ve #28 V 

IBl and IB2 are mesured with TEKTRONIX 
probe P 6021 and amplifier type 134 

181 et 182 sont mesurés avec une sonde 
TEKTRONIXP 6021 et amplificateur 
type 134 

t p pulse width = 20 JlS 
dut y cycle ~ 1 % 

tr lB ~ 0,6 JlS 
tf lB ~ 0,1 Jls 
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COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
AND SASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur et tension 
de saturation base-émetteur en fonction du courant 
collecteur 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER RATIO 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

VBE 
VCE 
(V) 

1.4 

1,2 

0,8 

0,6 

6/6 

844 

>-- ICIIS = 5 

>-- T case 25 Oc 
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./ 
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Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSE CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions. 
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NPN SILICON TRANSISTOR TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR AU SILICIUM NPN MtSA TRIPLE DIFFUSt 

POWER OARLINGTON INTENOEO FOR 
LOW FREQUENCY SWITCHING 

FEATURES 
-Switching operating areas 
-Accidentai surge mode 

-at IC = 15 A 
APPLICATIONS 

- Low frequency converters and choppers 
- Variable frequency motor drive 
- Electromagnet drive 
- Direct operating from 220 V line 

- « Parallel» mounting 

DARLINGTON HAUTE TENSION 

C 

r -

~140n ~40n 
L _______ _ 

POUR COMMUTATION BASSE FREQUENCE APPLICATIONS 

VCEOsus 
VCEX 
IC 

ICM 
Ptot (25 OC) 

ESM 837 
Tentative data 
Notice provisoire 

400 V 
450 V 
15A 
30 A 
100 W 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relié au boitier 

~ B E 

Case 
Boitier TO 3 

::~;t 14,4 9 

- Convertisseurs et hacheurs basse fréquence 
CARACTERISE: - Commande de moteur 
-En aires de fonctionnement en commutation - Commande d'électroaimant 
-En régime de surcharge accidentelle - Utilisation directe sur le secteur 220 V 
-En courant à 15 A - Montage en parallèle 

ABSOLUTE RATINGS ( LlMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TI ON 

- VB_E_= -~_3 V __ -t' VC_E_-x--.--I-----4-5-0 -- ... --V--
Tension collecteur-émetteur 

-----
Collector-emitter voltage -t V 400 V 
Tension collecteur-émetteur _______ ____ _ _ __ CEO 

Collector current 0 50 o/c 1 20 A 
Courant collecteur = 0 1 C : 

Collector-emltter voltage 

~Ic~t-Collector current Ir.m.s.) 
Courant collecteur efficace 

Peak collector current 

15 A 
i 

---------+-----

1 Courant crête collecteur 

Base current 
Courant base 

tp":;;5 ms 
-

--1--

Peak surge accidentai current non repetitive < 30 
Courant de surcharge accidentelle non répétitive t p '" ps 

Darlington maximal power dissipation Tcase = 25 oC 
Dissipation de puissance maximale dans le darlington 

30 A 

lB 4 t A 

55 r---A-
PIDar) 100 w 

Mean forward current of a diode 
Courant direct moyen dans la diode 1 10 6 A 

---.. -._-._--.- -+------1--------.--- --t------
Repetitive peak forward current 
Courant direct de pointe répétitif 

Diode maximal power diss~pation . T case = 25 oC 
PUissance maXimale dlsslpee dans la diode 

Diode and darlington maximal power dissipation T Ci'se = 25 oC 
Puissance totale maximale dissipée dans le darlington et la diode 

Junction temperature 
Température de jonction 

Storage temperature 
Température de stockage 

~1HOMSON-CSF 
~SEMC()tOJCTE~S 

~ 

max 
max 

min 
max 

IFRM 18 A 

Pldiode) 20 w 

Ptot 100 w 
--r------------r------

Tstg 

150 

-65 
+ 150 

OC 

oC 

1978/401/9 
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ESM 837 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off current 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off current 
Courant résiduel émetteur-base 

Clamping collector-emitter breakdown 
voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 
clampée 

Tcase 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

lB = 0 
VCE= 400V 

VBE= -3 V 
VCE= 450 V 

IC = 0 
VEB= 8 V 

lB = 0 
L = 15 mH 
IC = 5A 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,25 mA 

0,25 

200 

400 V 

-----------+~----~~~----+-----------~--1_--~--+_------
le = 0,2 A 

Clamping collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur clampée 

lB = 0 
L = 15 mH 
Rbe = 10n 

VBE = - 3 V 

VCEX 450 V 

-------- - ----------------j-----------+-------+--+--t----+-----
Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Diode forward voltage 
Tension directe de la diode 

Diode reverse recovery time 
Temps de recouvrement inverse de la diode 

2/9 
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VCE= 4 V 
IC = 10A 

IC = 10A 
lB = 0,15A 

IC = 15A 
lB = 0,75 A 

IC = 15A 
lB = 0,75 A 
T case = 1 00 oC 

IC = 15A 
lB = 0,75 A 

IC 15 P. 
lB = 0,75 A 
T case 100 oC 

IF = 15 A. 

JEDEC method 
Méthode JEDEC 
IF = 1 A 
VR = 30 V 
dIF/dt= 15 A/ils 

60 

2 

VCEsat * 2,5 V 

3 

2,3 

VBEsat * V 

2,7 

2,2 V 

4 ils 



THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case diode thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier de la diode 

Junction to case transistor thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier du transistor 

Tcase 25 Oc 

-- -j 
Rth(j-c) 

Rth(j-c) 

~ 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD WITHOUT NEGATIVE VOL TAGE 

TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE RESISTIVE SANS TENSION NE GA TlVE 

ESM 837 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires) 

5 °C/W 

1,25 oC/W 

Tcase 25 oC 

--- ------~~f;~::'::~~~~=" 1=-=1=0 1: ~+-
Turn-on time VBEoff 0 ~ l 

T'mp' tO"':""bJ;,_~o_t __ __ .. ~EH~~Al=-It-I, -_-_-_ ---T-1-,5---t------1 /15 

IBl = 0,15 A 20 
Carrier storage time VBEoff 0 
Retard à la décroissance 1-1 C--=--15-A----

Fall time 
Temps de décroissance 

IBl = 0,75 A 

VBEoff 0 

IC = 10 A 

IBl = 0,15 A 

VBEoff 0 

IC = 15 A 

IBl = 0,75 A 

VBEoff 0 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD WITH NEGATIVE VOLTAGE 

TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE RESISTIVE AVEC TENSION NEGATIVE 

Carrier 5torage time 

Retard à la décroissance 

Fall time 
Temps de décroissance 

IC = 10A 
IBl = 0,15 A 
VBEoff - 5 V 

IC = 15A 
IBl = 0,75 A 

VBEoff - 5 V 

IC = 10A 
IBl = 0,15 A 

VBEoff - 5 V 

IC = 15 A 
IBl = 0,75 A 

VBEoff - 5 V 

--

tf 

/15 

15 

7 

/15 

9 

Tcase 25 oC 

6 

/15 

2,8 

5 

/15 

7 
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ESM 837 

FIGURE 1 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct 
du courant en fonction du courant collecteur 
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FIGURE 3 

DIODE FORWARD CURRENT IF VERSUS 
FORWARD VOLTAGE DROP VF * 
Courant direct de la diode en fonction de la 
chute de tension directe VF* 

1 F ~'------~-""-~---r-..., 
(A)'-----------.. --'---,.--;---+-
ti~ Typical values __ ~, ~;- 1 

~I--.Valeurs typiques_~_:.-
; 

-+----+------t--- I 

1 

1O-1~_._ i 

o 0,5 1,5 
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FIGURE 2 

COLLECTOR-EMITTER AND BASE-EMITTER 
SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLEC
TOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur et 
base-émetteur en fonction du courant collecteur 

VBEsat 
VCEsat 
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The power dissipated in the diode is given by: 
P = 0,81 0 + 0,13 12eff 

This integrated diode is very fast at turn on switching 
but not at turn off. When the circuit requires a fast reco
very diode, the following ones: BYX 61-400 or BYX 62-
600, can be mounted in «parallel» with the ESM 837. 
For a given current, the voltage drop of these diodes is 
smaller than the one of the integrated diode which will 
therefore have no current across it. 

* L8 puissance dissipée dans la diode est donnée par: 
p = 0,810 + 0,1312eff 

çette diode intégrée est rapide à la fermeture, mais non 
à l'ouverture. Si le circuit nécessite l'emploi d'une diode 
rapide, il est possible de monter en parallèle avec 
l'ESM 837 la diode BYX 61-400 ou BYX 62-600. 
La chute de tension de ces diodes étant pour un même 
courant, plus faible que celle de la diode intégrée, cette 
dernière ne sera traversée par aucun courant. 



ESM 837 

SAFE AREAS 

1-Continuous and pulse mode operation 

The transistor works in the linear mode for instance in LF amplifiers or series regulators . Figure 4 gives the OC AND 
PULSE SAFE OPERATING AREAS. 

2-Switching mode operation 

The transistor is in the switching mode, when the switching times are similar in magnetude to data sheet values. During 
conducting time the collector-emitter voltage is low, for instance about 1,5 ...... 5 volts. 

Two different operating modes are distinguished: 
-FORWARD B lAS: the base·emitter voltage is always positive and the emitter-base resistance is higher than 5 ohms. 
-R EVE RSE B lAS: the base·emitter voltage can be negative when a negative base current is applied to switch off the 

transistor. In practice, we consider that the transistor is also reverse biased when the emitter-base 
resistance is below 5 ohms or when the direction of the current through the generator to the base 
changes. 

PRACTICAL CONSEQUENCES 

TURN ON SWITCHING 
The transistor is forward biased. The FORWARD BIAS SWITCHING OPERATING AREA (figure 9) has to be used. 

TURN-OFF SWITCHING 
ln most applications, a negative base current is applied to reduce switching times. In this case, the REVERSE BIAS 
SWITCHING OPERATING AREA has to be used (figure 10). 
It is also possible to switch-off the transistor without a negative base current; this simplifies the circuit design, but in
creases notably the switching times. In thiscase FORWARD BIAS OPERATING AREA must be used (exceptif RBE";;;5S1) 

3-Accidental surge mode operation 

A surge current is a current which exceeds theabsolute limit ICM. The transistor can support surge currents if they are 
accidentai and not repetitive, if they don't occur more than 3000 times during the device life time and if the SURGE 
AREAS are respected (figures 7,8). 
The Kellog network associated with the forward bias surge area (see figure 7) allows to compute the short-circuit cur
rent. Datas on figure 7 indicate the maximal allowable duration of the surge current. 
During the surge current switch-off time, the operating point must stay inside the REVERSE BIAS SURGE AREA if 
the base driver app/ies a negative base current (or if RBE .,;;; 5 ohms). 
If the base current stays positive the operating point must stay inside the FORWARD BIAS SURGE AREA. 
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AIRES DE SECURITE 

1-Fonctionnement en régime linéaire ou impulsionnel 

Le transistor est simultanément traversé par un courant et soumis à une tension (exemple: amplificateur BF, Transistor 
ballast); ses possibilités sont données par l'aire de sécurité en régime linéairelfigure 4 ) 

2-Fonctionnement en régime de commutation 

Définition - En régime de commutation, le transistor est soit bloqué, soit conducteur 
---- Quand il est conducteur, la tension collecteur-émetteur est inférieure à 5 V ( généralement voisine de l,SV) 

Le passage de l'un à l'autre état, s'effectue rapidement pendant un temps de commutation t r, tf voisin des 
valeurs indiquées dans les notices 

Mode de commande 
On distingue deux modes de fonctionnement très différents, suivant le mode de commande de la base du transistor 

En régime de POLARISATION DIRECTE,la tension du générateur qui alimente la base est toujours positive et la résis· 
tance qui relie l'émetteur et la base a une valeur supérieure à 5 ohms. 
En régime de POLARISATION INVERSE,la tension de base peut devenir négative pendant que circule le courant inver· 
se de base au cours du processus de blocage. En pratique on considère que le transistor est en polarisation inverse lorsque 
le générateur de courant qui alimente la base change de sens ou si la résistance reliant la base à l'émetteur est inférieure 
à 5 ohms. 

APPLICATIONS PRATIQUES 

COMMUTATION A LA FERMETURE 
Le transistor est toujours en régime de polarisation directe. On utilise l'aire de fonctionnament en commutation en pola· 
risation directe ( figure 9). 

COMMUTATION A L'OUVERTURE 
Dans la plupart des applications, on envoie un courant négatif dans le circuit de base pour accélérer la commutation. Il 
faut alors utiliser l'aire de fonctionnement en polarisation inverse ( figure 101. 
Il est possible de bloquer le transistor sans utiliser dans le circuit de base, de générateur de courant négatif (ceci simpli· 
fie les circuits mais augmente considérablement les temps de commutation). Il faut alors utiliser l'aire de fonctionnement 
en polarisation directe (sauf si RBE .;;;; 5 ohms). 

3-Fonctionnement en régime de surcharges accidentelles 

La surcharge en courant est un dépassement de la limite absolue ICM. Le transistor peut accepter des surcharges: 
a-Si elles sont Ifccidentelles et non répétitives et si elles ne se produisent pas plus de 3000 fois dans la vie du composant 
b-Si elles respectent les AIRES DE SURCHARGES (figures 7 et 8). 

Le réseau de Kellog associé à l'aire de surcharges en polarisation directe (figure 7 1 permet de calculer le courant de 
circuit et les indications données lfigure 7 ) en fixent la durée maximale admissible pour la surcharge. 
Pendant la phase de coupure du courant de surcharges, le point de fonctionnement doit rester à l'intérieur de L'AIRE 
DE SURCHARGE EN POLARISATION INVERSE si la commande de base inverse le sens du courant de base (ou si RBE .;;;; 5 
Dans le cas contraire (base polarisée positivement),le point de fonctionnement doit rester à l'intérieur de L'AI RE DE SUR· 
CHARGES EN POLARISATION DIRECTE. 
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FIGURE 4 

SAFE OPERATING AREA UNDER D.C. PULSE OPERATIONS 
Aire de sécurité en régimes linéaire et impulsionnel 

FIGURE 5 

DISSIPATION AND IS/B DERATING 
Variation de dissipation et de ISIB 
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FIGURE 6 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DE
RATING FACTOR UNDER PULSES CONDI
TIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique 
en régime d'impulsions 
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FIGURE 7 

FORWARD BIAS ACCIDENTAL SURGES AREA 

ICp~~---r--'---r-~--'------' 

(A)~-+ __ ~~ __ ~~~~ __ ~ 
Two quite different zones: 

- if IC < ICM , the transistor can operate in repetitive mode, 

if the other absolute ratings are respected (junction tempera
ture, pulse duration_ .. ) 50 ~--f.--I 

20 Aire de fonctionnement 

1 

- if IC >-ICM ,the operating mode must be non repetitive and 
the transistor must not be submitted to more than 3000 surges 
during its life. The Kellog network gives maximal values with 
90 per cent confidence 

Aire de surcharge accidentelle en polarisation directe 

Deux zones bien différentes: 

10~-4---+--~--+-~r--+---r--; 

- si le < leM, le transistor peut fonctionner en régime répéti
tif, si les autres limites abolues sont respectées (température 
de jonction, durée d'impulsion). 

o 100 200 
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300 VCE(V) 

- si le > leM, le fonctionnement doit être non répétitif et il ne 
faut pas dépasser plus de 3000 surcharges dans la vie du com
posant. Le réseau de Kellog donne les valeurs maximales à 90 % 
de confiance_ 

FIGURE 8 

REVERSE BIAS ACCIDENTAL SURGE AREA 

Aire de surcharge accidentelle en polarisation inverse 
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FIGURE 9 

FORWARD BIAS SWITCHING OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement en commutation en polari
sation directe 

IC 1 
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20~---+----+----+----+---~ 

15 ~---+----~----+-----~--~ 

10~---+----~----+-----~--~ 

5 ~---+----~----+-----~--~ 
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ESM 837 

FIGURE 10 

REVERSE BIAS SWITCHING OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement en commutation en polari
sation inverse 

IC r-----,--- ,--------.----.--~ 

(Al T vj .;;; 125 oC 
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IC 

Conditions d'essais 
Test conditions 
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FIGURE 11 

EXTREME CHARACTERISTICS IC VERSUS VBE 
AT VCE CONSTANT 

Caractéristiques extrêmes IC en fonction de VBE 
à VCE constant 

These values can be used to determine the collector cur
rents dispersion with «paralleled» transistors. 
Ces éléments peuvent être utilisés pour déterminer la dis
persion des courants collecteur lors de la mise en parallèle. 
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NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSt 

ESM 1000 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

100 % ,........,.,---.---,-----.--

75r---+~~+---+-~ 

5Or--~--~-~-~ 

25 

o 50 100 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUeS D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector emitter voltage 
VBE =-1,5 V Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
t p = 10 ms 

Courant crête collectuer 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase = 25 0 C 

Dissipation de puissance 

Junction temperature max 
Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

4'"~"" ," DIVISION SEMICONDUCTEURS 
~., 

VCBO 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 

ICM 

lB 

Ptot 

Tj 

Tstg 

VCEO 

IC 

Ptot 

tf (100 A) 

100 V 

150 A 

400W 

,,;:;; 0,5/15 

Case TO 83 See outline drawing on last pages 
Boitier Voir dessin coté en dernières pages 

E 

200 V 

100 V 

200 V 

7 V 

150 A 

200 A 

15 A 

400 W 

200 oC 

- 65 
+ 200 

Oc 

77 -7 1/5 
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ESM 1 000 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Test conditions 
Conditions de mesure T case : 25 Oc 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Colleetor-emitter eut-off current VCE: 80V 
Courant résiduel collecteur-émetteur lB : 0 

Collector-emitter eut-off eurrent VCE: 200 V 

Courant résiduel collecteur-émetteur VBE: -1,5V 

T case: 125 0 C 

Emitter-base eut-off eurrent VEB : 5V 
Courant résiduel émetteur-base IC : 0 

Colleetor-emitter breakdown voltage le : 1 A 

Tension de claquage collecteur-émetteur lB : 0 

( figure 1 ) L : 25 mH 

Emitter-base breakdown voltage lE : 50 mA 
Tension de claquage émetteur-base le : 0 

Statie forward eurrent transfer ratio 
VeE : 4V 

Valeur statique du rapport de transfert 
le : 100A 

direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage le : 100A 
Tension de saturation collecteur-émetteur lB : 10A 

Base-emitter saturation voltage le : 100A 
Tension de saturation base-émetteur lB : 10A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTERISTIQUES 0 YNAMIQUES (pour petits signaux) 

Turn-on time ( figure 2 ) 
Temps total d'établissement 

Fall time 
Temps de décroissance 

(figure 2 ) 

Carrier storage time (figure 2) 
Retard à la décroissance 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

* Pulsed 
Impulsions t p : 300 ilS [j .;;; 2 % 

2/5 
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IC : 100A 

lB : 10A 

IC : 100A 

IBl : 10A 

IB2 : -10A 

le : 100A 

IBl 
: 10A 

IB2 : -10A 

min typ max 

ICEO 2 mA 

ICEX 1 mA 

IEBO 3 mA 

VeEOsus 100 V 

V(BR)EBO 7 V 

h21E* 12 

VCEsat * 1,5 V 

VBEsat * 2,2 V 

td + tr 3 ilS 

tf 0,5 ilS 

ts 1,7 ils 

°C/W 



FIGURE 1 : VCEOsus test circuit (and oscillogram) 

Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

L 25 mH 

50 Hz 

I&J VCE 

E 0-10 V 
0- 50 V 

le 

ln 

FIGURE 2 : Switching times test circuit (and oscillograms) 

ESM 1000 

IC 

'A--------

+--------,L.O'""O-V-- VeEOsus 

The sustaining voltage VeEOsus is 
acceptable when the trace falls to 

the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 

point A. 

Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

IS 

00 % 

10 nI., 
1----+..1>.-" -1 

Re 
~--r---Vee 

Vee # 90 V 
Rb = 0,6 n 
Rc = 0,9 n 

ISl and IS2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 

amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 

amplificateur type 134 

Rc, Rb : non inductive resistors 
tp : pulse width = 10 /ls 

dut y cycle ,,;; 1 % 
rise and fall times ,,;; 50 ns 

Rc, Rb: résistances non inductives 
tp : largeur d'impulsion = 10 J1S 

facteur de forme";; 1 % 
temps de montée et de descente";; 50 ns 
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ESM 1000 

IC 

TENTATIVE SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE PROVISOIRE 

(A)7~--+--4----~~-+-+~++~--~--~--+--+-4-+-r+1~--Tœse=25°C = 
I-----+--f----f---+--+-+-+-+++_---+---f-----+-_+_f--t-t-_H~--___ OC operation -

Régime continu _ 

Pulsed operation 
41----+--f----f---+--+_+-+-++-t----+---f-----+-_+_f_t-t-_H_t_--------Régime impulsionnel-

" 
\ 
\ 

7~--~4---+-~-+~~+4~~~--~--~4-1-~~~--4-~--_+--r_+_~+41 
61----+--+----~~-+~~+++---~--r;._+_-+~~_t_-H-t---_t_--r_--_+__t~~_+1_H 

6~--+--+----~~-+-+~+++---~~._--+--+-+-+_+_~rl---_+_--f__--_+__+_1_f_r_H~ 

51----+--+--~--+--r-r+-~+---+-_f----f___+__+-+1_r+~--1_~~--r__+~_T_r~ 

10-
1 ~--~~----~-4~~5~6~7~8~--~--~--~--~4~5~6~7~8~~--~~--~~~4~5~6~7~~ 

1~ 1~ VCE IV) 
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ESM 1000 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
AND BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur et tension 
de saturation base-émetteur en fonction du courant 
collecteur 

VBE 
VeE 
(V) 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

1--~ 

1--~ 

r'J\,>~sa~ 
V 

/ 

~--.JC~sa'l. 
~ 
TI 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 , 

1 

IC/IB =10 

Tcase 25 Oc 
1 1 1 Il 

4 68 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER RATIO 
VERSUSCOLLECTORCURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

VCE4 V 

60 
V "'" 

Tcase 25 Oc 

1/ \ 
/ \ 

/ 1\ 50 , 
40 

30 
1\ 

20 
\ 
\ 
\ 10 

4 6 R 
le (A) le (A) 

k 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSE CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions. 

1 

JiiL 
. =tp/T ~+-

Zth = k Rth 

25:>52525 

10-4 10-3 10-2 10-1 
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NPN SI LlCON TRANSISTOR TRIPLE DI FFUSED 

TRANSISTOR SILICIUM NPN TRIPLE DIFFUSE 

High voltage, fast switching transistor, 
operating trom 380 V line. 

Transistor haute tension de commutation 
rapide fonctionnant sur secteur 380 V. 

100% 

75 

50 

25 

0 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

\ 
1\ 
\ , 

1\ 
50 100 150 T case(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-base voltage 
VCBO Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
VCEO Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 2,5 V VCEX Tension collecteur-émetteur 

Emitter-base voltage 
VEBO Tension émetteur-base 

Collector current 
IC 

Courant collecteur 

Peak collector current 
tp = 100 ilS ICM Courant crête collecteur 

Base current 
lB Courant base 

Power dissipation 
Tcase = 25 oC Pmax Dissipation de puissance 

Junction temperature 
max tj 

Température de jonction 

Storage temperature min 
Température de stockage max tstg 

~~~ 
~ 

VCEX 

VCEO(sus) 

ICsat 

Ptot (Tcase 25 OC) 

tf max(4A) 

ESM 1503 

Preliminary data 
Notice préliminaire 

1500 V 

700 V 

4A 

60W 

1 ils 

Case TO 3 See outline drawing CB 19 on last pages 
Boitier Voir dessin coté CB 19 dernières pages 

~a 
Masse 

Collector connected to case 

Weight 
14 g 

Collecteur relié au boitier 

1500 V 

700 V 

1500 V 

5 V 

5 A 

8 A 

3 A 

60 W 

115 oC 

- 65 oC 
+ 115 

1976/47 1/6 

861 



ESM 1503 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES STA TIQUES 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrent 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleeteur-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 

Fig. 1 

Colleetor-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Second breakdown eolleetor eurrent 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 

Tcase 25 oc 

Test conditions 
Conditions de mesure 

RBE = 100n 

VCE = 1500V 

VBE = - 2,5 V 

VCE = 1500 V 
Tease = 95 oC 

IC =0 
VEB =5V 

lB =0 
IC = 100 mA 
L = 25 mH 

IC =4A 
lB =2A 

IC =2A 

lB = 0,4 A 

IC =4A 

lB =2A 

VCE = 100V 
t = 1 s 

Impulsions t p 300 J..IS li .;;; 2% 

2/6 
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ICER 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

VCEsat * 

VBEsat * 

IS/8 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

1 mA 

2 mA 

1 mA 

700 V 

2 

V 

2 

1,5 V 

0,1 A 



SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD 

TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE RESISTIVE 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Turn-on time 
Fig.2 

Temps total d'établissement 

Carrier storage time 
IC = 4A 

Retard à la décroissance 
Fig.2 IB1 =-lB2=2A 

VCC # 150 V 

Fall time 
Fig.2 

Temps de décroissance 

SWITCHING TIMES ON INDUCTIVE LOAD 

TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE INDUCTIVE 

Fall time 
Temps de décroissance 

Fig.3 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction to case thermal resistance 
Résistance thermique jonction-boitier 

ESM 1503 

Tcase 25 oC 

min typ max 

td + tr 0,5 

t s 2,5 ilS 

tf 0,6 

Tcase25 oC 

Rth(j-c) oC/W 

3/6 
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ESM 1503 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram ) 

Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

RB 

100n 
50 Hz 

ln 
lW 

horizontal 
.r-------,~---t~ scope 

vertical 
scope 

'--__ -'-__ common 

le 

-t-------
700
-Ll.-

V
- .... VeEOsus 

The sustaining voltage VeEOsus is 
acceptable wh en the trace falls ta 
the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) - Resistive load 

le 

10% 

4/6 

864 

Circuit de mesure des temps de commutation ( et oscillogrammes) sur charge résistive 

Re = 37 n 
RB =2,7 n 
le =4A 
IBl = - IB2 = 2 A 

tf 

Re 
,----c=:J--,-----. "" 150 V 

IBl and IB2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 
amplifier type 134. 
1 B 1 et 1 B2 sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134. 

Re, RB non inductive resistors 
tp pulse width = 10 ilS 

dut y cycle ~ 1 % 
rise and fall times ~ 50 ns 

RC, RB résistances non inductives 
tp largeur d'impulsion 10!J.S 

facteur de forme ~ 1 % 
temps de montée et de 
descente ~ 50 ns 



FIGURE 3 - Switching times test circuit - Inductive load 

VBE 
VCE 

(V) 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Circuit de mesure des temps de commutation sur charge inductive 

IC=4A 
VCC = 350 V 

IB1 = 2 A 

LB = 10J.lH 

- VBE = 5 V 

IB1 ---<> LB 
.... e--'1I1il51f1!1imI..---I 

-VBE~ t p = 30 J.lS 

f = 1 KHz 

ESM 255 - 400 R 

Ajust the resistance connected in series with the self in arder ta control 1 C 

Agir sur la résistance en série avec la self pour régler le 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE AND 
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE VERSUS COL
LECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur et tension de 
saturation base-émetteur en fonction du courant collecteur 

FIGURE 4 FIGURE 5 

IC/IB = 5 
T case 25 oC 

i-" 

\/\3ésa\ ... /"1 
......... r-- L 

~ 1 
1 

1 

~c~.,a.J/ 
/ 

.-r 

VBE 
VCE 

(V) 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

IC/IB = 2 
Tcase 25 oC 

"\3é~\1""" ./ 

----~ -
VCEsa~ 

4 
10-1 4 6 8 IC (A) 10-1 

6 8
100 

ESM 1503 

il 
/ 

./ 

1 
Il 

/ 
V 

4 6 8 
IC(A) 
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ESM 1503 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER RATIO 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du cou
rant en fonction du courant collecteur 

FIGURE 6 

16 
k": ..... 

/ 
/ 

V 14 

/ 
/ 

12 

10 L 

8 

6 

4 

2 VCE 4V 

Tcase 25 oC 

10-1 
4 6" 8 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
_\ 

100 

i\ 
\ 
\ 
\ 

" 
468 

IC(A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSE CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions 

K 
FIGURE 7 

f-I-& 0,7 
I---"~ ..... 1' 

f-t--& = 0,5 ..-
-"V 

1 Il i.--'V / b==~ A 

101 

1 1,1 /. 
::::d1:~1 
~~I/ cl 

t::' 

1'1 Zth = K Rth <:) 

~I M ..A 
V /:~ '<;: 

6=:~/T t: 
5 2 
102 

5 2 
105 5 tp(/lS) 

SAFE OPERATING AREAS IN SWITCHING MODE 
Aires de sécurité en commutation 

6/6 
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IC 
(A) 

~ 

10° 

10-1 

10-2 

10-3 

o 

FIGURE 8 

Tj: 95(C 

toff 

1 
400 800 1200 1600 VCE (V) 

IC 
(A) 

5 

100 

10-1 

10-2 

10-3 

ton 

400 

FIGURE 9 
Tj 95°C 

1 
800 1200 1600 VCE(V) 



NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

ESM2060 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

100 % 

50 

25 >---4---+--

o 50 100 

ABSOLUTE RATINGS (LiMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector base voltage 
Tension collecteur base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-émetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE -1,5 V 

Tension émetteur-base 

Emitter-base voltage 
Tension émetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Peak collector current 
Courant crête collecteur t p = 10 ms 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tcase = 25 Oc 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Température de jonction 

max 

Storage temperature min 
Température de stockage max 

~'"-~' 
DIVISION SEMICONDUCTEURS 

~o 

VCEO 

IC 

Ptot 

tf (60 A) 

PRELlMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

200 V 

70A 

400W 

.;;;; 1 /J.S 

Case TO 83 See outline drawing on last pages 
'Boitier Voir d~ssin coté en dernières pages 

E 

VCBO 400 V 

VCEO 200 V 

VCEX 400 V 

VEBO 7 V 

IC 70 A 

ICM 90 A 

lB 14 A 

Ptot 400 W 

Tj 200 oC 

T stg 
- 65 

oC 
+ 200 

1978/38 1/5 
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ESM 2060 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTlQUES STA TIQUES 

Collector-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Colleetor-emitter eut-off eurrent 
Courant résiduel collecteur-émetteur 

Emitter-base eut-off eurrer'it 
Courant résiduel émetteur-base 

Colleetor-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-émetteur 
( figure 1 ) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage émetteur-base 

Statie forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-émetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-émetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 160V 

lB = 0 

VCE = 400 V 

VBE = -l,5V 

T case = 12S Oc 

VEB = SV 

IC = 0 

IC = 1 A 

lB = 0 
L = 25 mH 

lE = SOmA 

IC = 0 

VCE = 4V 

IC = 60A 

IC = 60A 

lB = 12 A 

IC = 60A 

lB = 12A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signais) 
CARACTtRISTlQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Turn-on time ( figure 2 ) 
Temps total d'établissement 

Fall time (figure 2 ) 
Temps total de décroissance 

Carrier storage time 
Retard à la décroissance 

( figure 2 ) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTlQUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistanee 
Résistance thermique jonction-boitier 

* Pulsed _ ~ 
Impulsions t p - 300 J.l.S ô "" 2 % 

2/S 

868 

IC = 60A 

lB = 12A 

IC = 60A 

IBl = 12 A 

IB2 = -12A 

IC = 60A 

IB1 = 12 A 

IB2 = -12A 

Tcase = 25 Oc 

ICEO 

ICEX 

IEBO 

VCEOsus 

(Unless otherwise,stated) 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

2 mA 

1,5 mA 

3 mA 

200 V 

V(BR)EBO 7 V 

h21E* 8 

VCEsat * l,S V 

VBEsat * 2,S V 

td + tr 2,S J.l.S 

tf 1 J.l.S 

t s 2,5 J.l.S 

Rth(j-e) °C/w 



FIGURE 1 : VCEOsus test circuit (and oscillogram) 

Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

L 25 mH 

50 Hz 

~ VeE 

E 0-10 V 
0- 50 V 

le 

1.\1 

FIGURE 2 : Switching times test circuit (and oscillograms) 

ESM 2060 

le 

1A--------

+---------------~L-~VeEOsus 
200 V 

The sustaining voltage VeEOsus is 
acceptable when the trace falls to 

the right and above point A. 

La tension V CE Osus est acceptable 
lorsque la trace passe au delà du 

point A. 

Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

le 

10% 
-1 

f ~ 

foff 

Re 

Vee #150 V 
Rb = 0,5.\1 
Rc = 2,5.\1 

IBl and IB2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 

amplifier type 134 
181 et 182 sont mesurés avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 

amplificateur type 134 

Rc, Rb ; non inductive resistors 
t p ; pulse width = 10 liS 

dut y cycle ",;;;; 1 % 
rise and fall times ",;;;; 50 ns 

Rc, Rb: résistances non inductives 
tp : largeur d'impulsion = 10 j.lS 

facteur de forme';;;; 1 % 
temps de montée et de descente"';;;; 50 ns 
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ESM 2060 

4 

4 

4 

7 
6 

~ 

T = 25°C 
~ case 

___ OC operation 
Régime continu 

'- Pulsed operation 
------Régime impulsionnel 

1 

TENTATIVE SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE PROVISOIRE 

~ 
\ " 
'. \ 

, 
\ \ 

l''r\ 1\ l'. ~ 

" \10ms \1 ms '100 MS 

"- " \ 

~ 
\ , 

\ 
, 

\ \ 1\ \ 
\ \ 

1\\ 
, , , \ , , 

\ \ , 
\ '. ~ 

~ \ 1\ , , 
\ 

\ I\~ l', \ , \ 
1\-

1\ 
\ , , 

l'. 
~ -, 

1\ 
\ 

" ~ 1'\ 
, 
\ 

l.}. ~ 
\ 

1\ ~ 
\ 

\ 
\ 

L\ \ 
\ 

1 

4 5 6 78 101 4 5 6 7 8 102 
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\ 
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\ 

4 5 6 7 

VCE (V) 



COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
AND BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-émetteur et tension 
de saturation base-émetteur en fonction du courant 
collecteur 

VBE 
VCE 
(V) 

1.4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

--
-o 

10° 

/ 

r---~~i"'" 
V 

./ 
"~i-" 

IC/IB == 5 
Tcase 25 Oc 

/ 

/' 
1 
1 

1 
Il 

/ 
L 

4 
6 8 IC (A) 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 

AND BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 

VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation col/ecteur-émetteur et tension 
de saturation base-émetteur en fonction du courant 
collecteur 

VBE 
VCE 

(V) 

1,6 

1.4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

\/sE.sat ",......,. --

\/cE.say 
14" 

IC/IB = 5 
Tcase 25 oc 

1 
1 

/ 
./ 

V 1 
Il 

1 
1 

J 
V 

./ 

4 

ESM 2060 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER RATIO 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

k 

60 

50 

40 

L 
/ 

30 

20 

10 

o 

10-1 

/ 

/ 
V 

'1 
V 

4 68 

100 

/ 
VCE 4 V 

\ Tcase 25 Oc 

\ 

4 68 

101 

, 
\ 
\ 
\ 
\ 

\ , 
\ 

4 68 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSE CONDITIONS 
Facteur de réduction de la résistance thermique en 
régime d'impulsions. 

---~ 
6 -'60!5 -"-~;:;;o 

:=(1 
""'" 
~ ~~ 

~ ~f-"' ..... ~ V 
~i-"'" ~ /. 'f 

4 

~~ " 
~ 'O~T ~!; '0 .. 

~ ~ 
oQ 

~! 4 

1 Zth = k Rth 

25252525 2 5 

10-4 10-3 10-2 10-1 
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Packages 
BOÎtiers 

873 





05.08 o 
Pin 6,10 
B<ochage 6.60 

5C3 
41873 

oOitler C-4 
mbo .. B-4C 

CEl 

010.16 

'-23-U 

12,70min 

, 
~--~-U1--TO - 39 TO-39 F 59 

_ ~~~ ~C SITElESC 

10.72 
11.55 

11/16 ma ... 

TO-61 

17 .... 60\11' floh 
sur pIoh 

6 sGd 
pom 

2.67 m~ 

22.22 mali. 

Packages 
BOÎtiers 

3 Pin, 
3B,oche!. 

CB-7 
SESCOSEM 

014.48 
15.49 

01.20 
'1:i2 

CB-69 

5.46 

11.43moll: 

3A2 
41872 

Bo,""' Cc -14~ 
Embm" B -18 

CEl 

012.70 

PA-46-U 

TO-3 

D.A.T.A 

TO-63 
CEl DA.TA SESCOSEM CEl DA T.A ____ -L ______ ~ ____ ~ ______ ~ ____ ~IL_ ___ ~_ 

16.89 

27,17 max 

_J 

, 
JEDEC SI~flESC 

2 Pin, 
2Sroches 

CB -19 
SESCOSEM 

3 Outputs 
3 Sorties 

TO-63 ~106U 
~-- --- ... _-_ ...... 
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CEl 

876 

Packages 
BOÎtiers 

CEl 

29.6 

X-75 

O.A.T.A. 

3 Output> 
Sorties 

C8-117 

5E5C05EM 

2 Out"", 
2Sortiel , 

C8-183 
5ESC05EM 
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~THOMSON'CSF 
DIVISION SéM/CONùUCTéURS 

~0lJC 

Service Commercial 
Région Sud· Est 

Direction Commerciale 
50, rue Jean·Pierre Timbaud 
B.P. 120 . 92403 Courbevoie 
Téléphone: (1) 788-50-01 
Télex: Sesco 610560 

Thomson-CSF 
Division Sescosem 

38120 Saint·Egrève 
Téléphone: (76) 75·81-12 
Télex: 204780 

Antenne Commerciale Sud - SRD 
88, rue du Commandant Mages 
13001 Marseille 

Export Division 
50, rue Jean-Pierre Timbaud 
B.P. 120 - 92403 Courbevoie 
Telephone: (1) 788-50-01 
Telex: Sesco 610560 

Thomson-CSF GmbH 

Téléphone : (91) 95-90-38 
Télex : 440076 F 

Thomson-CSF 
Components and Materials L TD 
Ringway House, Bell Road 
Daneshill, Basingstoke, Hants 
RG240QG 
Tel: 0256 29155 
Telex: 858865 

Fallstrasse 42, 8000 München 70 
Telephon : 089/76 75-1 

Ufficio Vendite 
00193 Roma 

Telex: 05-22916 

Thomson-CSF Componenti 
Direzione commerciale, 
Ufficio Vendite et Deposito 
20125 Milano 
Via M.-Gioia, 72 
Telefono : 6884-141 
Telex: 36 301 

Lungotevere dei Mellini, 45 
Telefono : 31-27-22, 35-30-05 
Telex: 61 173 Telonde 

Stabilimento 
Sermoneta (Latina) 
Telefono : 773-3-00-31 
Telex : 68 009 
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Sud-Est 

• Thomson - CSF 
Division Sescosem 
38120 Saint-Egrève 
Tél: (76) 75 - 81 - 12 Telex: 204780 

• Thomson - CSF 
Division Sescosem 
50, rue Jean Pierre Timbaud 
BP 5 ·92403 Courbevoie 
Tél: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

Sud 

• Thomson - CSF 
Division Sescosem 
Antenne Commerciale Sud -SRD 
88, rue dl,l Commandant Mages - 13001 Marseille 
Tél : (91) 95 - 50 - 38 Telex: 440076 F 

Notre réseau de distribution 

Région parisienne 

• Codirel (Codicom) 
105, rue Sadi-Carnot - 93170 Bagnolet 
Tél :(1) 361-49-99 

• Diel (Codicom) 
73, Av_ Pierre Larousse - 92240 Malakoff 
Tél : (1) 656 - 70 - 44 

• Gedis 
165-167, rue Jean Pierre Timbaud 
92400 Courbevoie 
Tél: (1) 788 - 50- 13 

• Gedis 
53, rue de Paris - 92100 Boulogne 
Tél:(1)604-81-70 Telex:270191 

Ouest 

• Gedis 
Neuillé le Lierre 
37380 Monnaie 
Tél : (47) 52 - 96 - 07 

• Ouest Composants 
5, rue Lesage 
35000 Rennes 
Tél: (99) 36 - 00 - 58 

• Side (Codicom) 
Résidence Front de Seine 
41, quai du Havre - 76000 Rouen 
Tél: (35) 98 - 22 - 99 

Nord 

• Side (Codicom) 
34, avenue Robert Schuman 
C2 résidence de l'Europe - 59370 Mons en Barœul 
Tél: (20) 04 - 75 - 08 

Midi-Pyrénées 

• Sodimep 
8, Avenue Léon Viala - 31400 Toulouse 
Tél: (61) 52 - 01 - 21 Télex: 530171 

1 er Février 1979 

Est 

• Codirel (Codicom) 
Rue du Grand Véon - 10000 Troyes 
Tél: (25) 82 -17 - 43 

• Selfco 
31, rue du Fossé des Treize - 67000 Strasbourg 
Tél: (88) 22 - 08 - 88 Telex: 890706 

Sud-Ouest 

• Aquitaine Composants 
30, rue Denfert-Rochereau 
BP 38 - 33401 Talence Cedex 
Tél: (56) 80 - 24 - 70 Télex: 550696 

• Aquitaine Composants 
"Le Moulin Apparent" 
Route de Paris - 86000 Poitiers 
Tél: (49) 88 - 60 - 50 

Centre 

• Auverlec 
Z.I. - 2, rue de l'industrie - BP 2 
63800 Cournon d'Auvergne 
Tel: (73) 92 - 14 - 77 Telex: Gotelec 390926 

• Sedre 
27, rue Voltaire - 42100 Saint-Etienne 
Tél: (77) 32 - 80 - 57 Telex: 300953 

Rhône-Alpes 

• Sedre 
21, Avenue de la Plaine Fleurie - 38240 Meylan 
Tél: (76) 90.71.18 Télex :980936 

• Sedre 
10 & 12, rue Jean Bourgey - 69100 Villeurbanne 
Tél: (78) 68 - 30 - 96 Telex: 370461 

Côte d'Azur 

• Dimel 
Le Marino - Avenue Claude Farrère - 83100 Toulon 
Tél: (94) 41 - 49 - 63 Telex: 430093 

Provence 

• Sud Composants 
Traverse de la Caransane, Les quatre Saisons 
La Valentine, 13011 Marseille 
Tel: (91) 43-21-84 Telex: 401213 
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Zentrale : Mü'nchen 

• Thomson-CSF GmbH 
Bereich Halbleiter Sescosem 
Fallstrasse 42, 8000 München 70 
Tel: (89) 76-751 Telex: 05-22 916 

Geschaftsstellen 

Berlin 

• Thomson-CSF GmbH 
Emser Strasse 2,1000 Berlin 31 
Tel: (030) 861 -70-17 Telex: 1 85425 

Frankfurt 

• Thomson-CSF GmbH 
Rennbahnstrasse 6, 6000 Frankfurt 71 
Tel: (0611) 67-70-75/76 Telex: 413059 

Hamburg 

• Thomson-CSF GmbH 
Bilser Strasse 9, 2000 Hamburg 60 
Tel: (040) 5-11-97-14 Telex: 2 15403 

(040) 5-11-97-03 

Distributer 

Berlin 

• RTG Distron 
Postfach 100 208, Behaimstrasse 10, 1000 Berlin 10 
Tel:(030) 3421041-45 Telex: 185478 

Bremen 

• A + B Electronic 
Ingolstadter Strasse 1-3, 2800 Bremen 
Tel:(0421)3-89-41 Telex :244363 

Dortmund 

• RTG E_ Springorum KG 
Bronnerstrasse 7,4600 Dortmund 
Tel: (02 31) 5-49-51 Telex: 8 22534 

Frankfurt 

• Spoerle Electronic 
Otto-Hahn-Strasse 13,6072 Dreieich b, Ffm_ 
Tel: (06 103) 30-41 Telex:4 17972 
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Hannover 

• Thomson-CSF GmbH 
Eichstrasse 43, 3000 Hannover 
Tel: (05 11) 1-23-51/52 Telex: 922306 

Kôln (Aussenstelle Siegburg) 

• Thomson-CSF GmbH 
Auf der Papagei 13 5200 Siegburg 
Tel: (02 241) 6-23-55 Telex: 8 89510 

Nürnberg 

• Thomson-CSF GmbH 
Bessemerstrasse 16,8500 Nürnberg 
Tel: (09 11) 56-30-81/82 Telex: 623361 

Stuttgart 

• Thomson-CSF GmbH 
Rosenbergstrasse 184, 7000 Stuttgart 1 
Tel: (07 11) 63-83-44/45 Telex: 721 718 

Hannover 
• Elektronik-Distributer D ITTHA 
Südfeldstrasse 7,3000 Hannover 91 
Tel: (05 11) 45-861 Telex: 922356 

München 

• Metronik GmbH 
Kapellenstrasse 9, 8025 Unterhaching 
Tel: (0 89) 6-11-40-63 Telex: 5 29 524 

Nürnberg 

• semtech GmbH 
Hallerweiherstrasse 5, 8500 Nürnberg 
Tel: (0911) 83-10-03/4/5 Telex:6 23 960 

Stuttgart 
• "elecdis" Ruggaber GmbH, Co, KG 
Hertichstrasse 41, 7250 Leonberg-Eltingen 
Tel: (07 152) 4-70-81 Telex: 724192 



• Thomson-CSF Components and Materials L TD 
Ringway House, Bell Road 
Daneshill, Basingstoke, Hants 
RG240QG 
Tel: 0256 29155 Telex: 858865 

Distributors 
1 February 1979 

• Barlec L TD 
219 London Road, East Grinstead, Sussex 
Tel: 0342 24383 Telex: 957051 

• A Marshalls (London) L TD 
Kingsgate Hse, Kingsgate Place, London NW_ 6 
Tel: 01 6240805 Telex: 21492 

• Lock Distribution 
Neville Street, Middleton Road, Oldham, Lancs 
Tel: 061 6520431 Telex: 669 971 

• OMNI Components L TD 
59 Vastern Road, Reading, Berks 
Tel: Reading 594834 Telex: 848 907 

• Semiconductor Specialists (UK) L TD 
Premier Hse, Fairfield Rd, Yiewsley 
W. Drayton, Middx,UB7 8EX 
Tel: 089 54 4641 5 

• Phoenix Electronics (Portsmouth) L TD 
139-141 Havant Road, Portsmouth, Hants 
Tel: 07018 73441 Telex: 86427 

• Spenco Electronics (Phoenix) L TD 
79, Carron Place, East Kilbride, Scotland 
Tel: 0355236311 

• Woolley Components L TD 
Tudor Road, Broadheath Imd Estate, 
Altrincgham, Cheshire WA 14 5RZ 
Tel:061 9411911 Telex :669735 
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• Thomson·CSF Componenti S.P.A • Ufficio Vendite. Roma 
00193 Roma Lungotevere Dei Mellini 45 Direzione Commerciale, 20125 Milano Via M.·Gioia 72 
Tel: 06/312722·353005 Telex: 614065 THOMCO 1 Tel:02/6884141 (5Iinee) Telex :330301 THOMCOI 

884 

Distributori 
1 Febbraio 1979 

Lombardia 

• Adveco s.r.l. 
Via le Lazio 27 ·20135 Milano 
Tel: 02/582457 . 02/576112 

Liguria 

• Dott. Wolfredo Jon Tonel 
Via G. Barbareschi 231-16149 Genova/Sampierdarena 
Tel: 010/267790 

Tre Venezie 

• Veco SAS 
Via Avenale 15 ·31033 Castelfranco Veneto (Treviso) 
Tel (0423/485402 

Emilia - Toscana - Ml;lrche 

• Libra SRL 
Via Torino 15 
40068 San Lazzaro Di Savena (Bologna) 
Tel: 051/460130 

Lazio - Italia Meridionale 

• 2B Electronica 
Via Pasquale Fiore 28/30-00167 Roma 
Tel: 06/6221942 - 06/6222432 

Piemonte 

• Cedi di Rasetti & C. 
Via Aldo Barbaro 15·10143 Torino 
Tel: 011/751485 - 011/772491 



Austria 

• Transalpina 

• Thomson-CSF 
Division Sescosem 
Service Export 
50, rue Jean-Pierre Timbaud 
92403 Courbevoie 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

Local distributors 
1 February 1979 

Italy 

• Thomson-CSF Componenti 
Postfach 69,1103 Wien-Südbahnhof 
Tel: (222)-72-51-86 Telex: Inland 12717 

Direzione commerciale, Ufficio Vendite et Deposito 
20125 Milano, Via M_-Gioia, 72 

Belgium and Netherlands 

• Thomson S A_ 
363, avenue Louise - B_P_ 10 
B-1050 Bruxelles 
Tel: (2)-648-64-85 Telex: 23113 

• Mr Hessel 
Grienden 75 - 3831 HP LEUSDEN 
The Netherlands 
Tel: 33-44-141 Telex: MOTMB - 47986-NL 

Netherlands distributor 

• Compagnie Générale d'Electricité 
Koninginnegracht 64 La Haye 
Post bus 1860 La Haye 
Tel: (70)-60-88-10 Telex: 31 045 

Denmark 

• Scansupply 
20, Nannasgade - OK 2200 Copenhague 
Tel: (01 )-83-50-90 Telex: 19037 

Finland 

• OY Sufra AB 
Ruusulankatu 2Q A 12 - 00250 Helsinki 25 
Tel: (0) 490 - 931 - (0) 490 - 137 
Telex: 12-3333 Sufra-Helsinki 

West Germany 

• Thomson-CSF GmbH 
8000 München 70 - Postfach 701 909 
Tel: (089) 7675-275 Telex: 5 22 916 

Great Britain 

• Thomson-CSF Components and Materials L TD 
Ringway House - Bell road 
Danneshill Basingstoke - Hants 
RG24 -OOG 
Tel: (0256)-29155 Telex: 858865 

Tel: (2)-6884-141 Telex: 36 301 

Norway 

• Tahonic AIS 
Postboks 140, Kaldbakken 
Kakkelovnskroken 2, Oslo 9 
Tel: (02)-16-1610 Telex: 17397 

Spain 

• Components Electronicos S.A. 
Poligono Industrial Fontsanta, Calle/Hsn 
San Juan Despi - Barcelona 
Tel: (3) 373-30-11 Telex :.53077 

Sweden 

• Thomson-CSF Elektronréir - AB 
Sandhamnsgatan 67 - Box 27080 
S-10251 Stockholm 
Tél: (08) 22·58·15 Télex: 19650 

Distributor 
• TH'S Elektronic - AB 
Gribbyvagen 1 - Box 2019 
S-16302 Spanga 
Tél: (08) 760-01-90 Télex: 11145 

Switzerland 

• Modulator S.A 
Kéinizstrasse 194 CH - 3097 Bern-Liebefeld 
Tel: (031) 59-22-22 Telex: Mober 32431 

U.S.A 

• Nucleonic Products Co, Inc 
6660 Va riel Avenue,Canoga Park ·-California 91303 
Tel: (213) 887-1010 Telex: 698 481 
Twx : 910 4941954 
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Thomson-CSF Composants Export 
101, Bd Murat 
75781 Paris Cedex 16 
Tel. : (1) 743-96-40 Telex: TCSF 204780 F 

Local correspondents 
1 February 1979 

South Africa 

• Pace Electronic Componellts (PTY) l TD 
P.O Box 75239 Garden View 2047 
Tel: 616-18-24 Telex: 8-7823 

Argentina 

• Colmar SR l 
San Jose 83 Piso 12 . Buenos-Aires 
Tel:37-51-76 Twc : Colmar 

Australia 

• 1 R H Components 
2, the Crescent, Box 70 - PO Kingsgrove 2208 
Kingsgrove, NSW, Australia 
Tel: 50111 Telex: 21123 
Cable: "1 RCAl" Sydney 

Austria 
• Transalpina 
Postfach 69,1103 Wien-Südbahnhof 
Tel: 72-51-86 Telex: Inland 12717 

Brasil 
• Thomson-CSF Components do Brazil 
Avenida Roque Petronio JR S/N1 
Caixa postal 4854, Sao Paulo 
Tel:(55.11) 542-47-22 Telex: 1124226 TCSF-BR 

Canada 
• Canadian General Electric company Ltd 
189, Dufferin street, 
Toronto - Ontario - M 6 K 1 Y 9 

Greece 
• Messaritis and Co 
32, Marni str. PO Box 517 - Athens 
Tel: 538 - 872 ; 534 - 375 

Hong-Kong 
• Kelson 1 ndustria Cy ltd 
401 - 403 Tung Ying Bldg 
100 Nathan Road - Kowloon 
Tel: 852-3-68-02-61 Telex: 86435 Keltdhx 

India "BOMBAY" 

• Echbee Corporation 
Kamer Building 
38, Cawasji Patel Street, Bombay 400001 
Tel: 253-489 1 258-341 Telex: 011 5479 

India "HYDERABAD" 
• Kashinath and Co 
10 - 2 289/71 Shantinagar - Hyderabad 500028 AP 
Tel: 369 - 42 

India "NORTH" 
• Punjab Semiconductors Devices l TD 
14th sector, Chandigarh 160011 
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Iran 

• Faratel P.O Box 11/1682 
Kandovan Ailey Opp. Villa Shahreza Ave., Teheran 
Tel: 667030/665036 Telex: 213 071 FAR A 1 R 

Irlande 
• Neltronic ltd 
John F. Kennedy Rd 
Naas Rd - Dublin 12 
Tel: (01) 50-18-45 

Japan 
.TSKK 
Nihon Gas Kyokai Blgd 
38 Shiba-Kotohira-Cho 
Minato-ky - Tokyo-Japan 
Tel: (03) 502-0551 Telex: 222 3190 TSTOK-J 

.INTERNIX 
Ohta Bldg N° 2 
7-4-7 Nishishinjuku 
Shinjuku-Ku - Tokyo - 160 
Tel: (03) 369-11-01 Telex: J 28497 

South Korea 

• Samsung Electronic Parts Co ltd 
RM 2709 Dongband Building 
2 KA 250 Taepyung Road , Chung-Ku-Seoul 
Tel: 24-2657 Telex: K 2257 . K 28565 

Mexico 

• Proveedora Electronica S.A. 
Apartado postal M. 7607, Balderas 32108 
Mexico 1 DF 
Tel: 585-53-53 Telex: 017-72402 (Saul Me) 

Morroco 
• Ste de Fabrication Radioélectroniques Marocaines 
40, Boulevard de la Résistance - BP 2118 
Palais Mirabeau - Casablanca 
Tel: 27-91-00; 27-91-23 Telex: 21924 relonde 

Portugal 

• Sd Com. Rualdo 
Rua S. Jose 15 - Lisbonne 2 
Tel: 33725 Tig : Rualdo Lisbonne 2 
Telex: 16447 Rualdo Lisbonne 

Singapour 
• General Engineers 
37, Hill Street 
Singapour 6 

Turkey 

• J. Barkey 
PO Box 58 
Osmanbey - Istamboul 



Achevé d'imprimer le 30 Mars 1979 par 
l'imprimerie EYMOND 
11, rue Casimir Brenier 
38000 GRENOBLE 

Dépôt légal 2ème trimestre 1979 
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